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2Т916А,  КТ916А 719 

КТ918  (А,  Б) 7 ] з 

2Т919  (А,  Б,  В),  КТ919  (А,  Б,  В,  Г) 715 

2Т925  (А,  Б,  В),  КТ925  (А,  Б,  В,  Г) П2 

2Т930  (А,  Б),  КТ930  (А,  Б) ш 

2Т931А,  КТ931А 732 

2Т934  (А,  Б,  В),  КТ934  (А,  Б,  В,  Г,  Д) 736 

2Т937  (А-2,  Б-2),  КТ937  (А-2,  Б-2) 744 

2Т938А-2,  КТ938А-2 750 

2Т939А,  КТ939А 753 

2Т942  (А,  Б),  КТ942В 755 

2Т960А,  КТ960А 759 

р-п-р 

2Т914А,  КТ914А 763 

Раздел  девятый.  Транзисторные  сборки 77д 

п-р-п 

1НТ251,  1НТ251А,  К1НТ251 1(^ 

2Т381  (А-1,  Б-1,  В-1,  Г-1,  Д-1) /0У 

КТС395  (А,  Б) 771 

2ТС398  (А-1,  Б-1),  КТС398  (А-1,  Б-1) . 775 
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2ТС613  (А,  Б),  КТС613  (А,  Б,  В,  Г) 

КТС631  (А,  Б,  В,  Г) 

К1НТ661 А 

п-р-п  и р-п-р 

2ТС303А-2,  КТСЗОЗА-2 

р-п-р 


778 

782 

784 


786 


2ТС393  (А-1,  Б-1),  КТС393  (А,  Б) 

КТС394  (А,  Б) 

2ТС3103  (А,  Б),  КТС3103  (А,  Б) 

1ТС609  (А,  Б,  В),  ГТС609  (А,  Б,  В) 

2ТС622  (А,  Б),  КТС622  (А,  Б) 

ЧАСТЬ  ТРЕТЬЯ 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ПОЛЕВЫХ  ТРАНЗИСТОРОВ 

Раздел  десятый.  Транзисторы  маломощные 

2П101  (А,  Б,  В),  КП101  (Г,  Д,  Е) 

2П103  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  АР,  БР,  ВР,  ГР,  ДР),  КП103 
(Е,  Ж,  И,  К,  Л,  М,  ЕР,  ЖР,  ИР,  КР,  ЛР,  МР)  . . . 
2П201  (А-1,  Б-1,  В-1,  Г-1,  Д-1),  КП201  (Е,  Ж,  И,  К,  Л) 

2П301  (А,  Б),  КП301  (Б.  В,  Г) 

2П302  (А,  Б,  В),  КП302  (А,  Б,  В,  Г,  АМ,  БМ,  ВМ,  ГМ) 
2П303  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  И),  КПЗОЗ  (А,  Б,  В,  Г,  Д 

Е,  Ж,  И) 

2П304А,  КП304А ‘ 

2П305  (А,  Б,  В,  Г),  КП 305  (Д,  Е,  Ж,  И)  ! ! ' 

2П305  (А-2,  Б-2,  В-2,  Г-2) 

2П306  (А,  Б,  В),  КП 306  (А,  Б,  В) 

2П307  (А,  Б,  В,  Г),  КП 307  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е,  Ж) 

2П308  (А,  Б,  В,  Г,  Д),  КП308  (А,  Б,  В,  Г,  Д)  . . 

2П310  (А,  Б) 

2П312  (А,  Б),  КП312  (А,  Б) ] ' ‘ 

2П313  (А,  Б,  В),  КП313  (А,  Б,  В)  . . . 

КП314А 

2П350  (А,  Б),  КП350  (А,  Б,  В)  . 

Раздел  одиннадцатый.  Транзисторы  мощные  .... 

2П901  (А,  Б),  КП901  (А,  Б) 

2П902  (А,  Б),  КП 902  (А,  Б,  В) 

2П903  (А,  Б,  В),  КП903  (А,  Б,  В) 

2П904  (А,  Б),  КП  904  (А,  Б) 

2П905  (А,  Б),  КП905  (А,  Б,  В)  . . . 

КП 907  (А,  Б) -[  ‘ 

Раздел  двенадцатый.  Транзисторы  сдвоенные  .... 

КПС104  (А,  Б,  В,  Г,  Д,  Е) 

2ПС202  (А-2,  Б-2,  В-2,  Г-2),  2П202  (Д-1,  Е-1),  КПС202 
(А-2,  Б-2,  В-2,  Г-2),  КП202  (Д-1,  Е-1)  . . . 

КПС315  (А,  Б) ’ [ 

Алфавитно-цифровой  указатель  транзисторов,  помещенных  в 
справочнике  


789 

794 

797 

800 

804 


808 

808 

810 

817 

821 

824 


828 

833 

836 

839 

841 

844 

849 

851 

854 

858 

861 

862 

866 

866 

869 

874 

878 

880 

884 

887 

887 

890 

894 

897 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 


Настоящий  справочник  представляет  собой  наиболее  полное  изда- 
ние, содержащее  сведения  о широкой  номенклатуре  отечественных 
биполярных  и полевых  транзисторов. 

В нем  приводятся  электрические  и эксплуатационные  характе- 
ристики и параметры  транзисторов,  классификация  и система  обозна- 
чений, классификация  транзисторов  по  функциональному  назначению, 
условные  графические  обозначения  и условные  обозначения  электри- 
ческих параметров,  особенности  использования  транзисторов  в радио- 
электронной аппаратуре. 

Настоящий  справочник  отличается  от  предыдущих  изданий  пол- 
нотой справочных  параметров  и их  зависимостей  от  режимов 
эксплуатации. 

Справочные  сведения  о полупроводниковых  приборах  составлены 
на  основе  данных,  зафиксированных  в государственных  стандартах 
и технических  условиях  на  отдельные  типы  приборов.  Справочник 
содержит  сведения  об  основном  назначении,  габаритных  и присоеди- 
нительных размерах,  маркировке,  важнейших  параметрах,  режимах 
измерения,  предельных  эксплуатационных  режимах  транзисторов,  а 
также  зависимости  параметров  от  режимов  и эксплуатационных 
факторов. 

Во  второе  издание  справочника  внесены  дополнения  и измене- 
ния, связанные  с корректировкой  ряда  государственных  стандартов 
и технических  условий  на  некоторые  типы  приборов,  проведенной 
после  сдачи  в печать  первого  издания,  а также  с введением 
в действие  некоторых  новых  государственных  и отраслевых  стандар- 
тов. Эти  изменения,  в первую  очередь,  касаются  уточнения  пара- 
метров на  основе  обобщения  полученных  в производстве  статисти- 
ческих материалов,  и отчасти,  корректировки  отдельных  норм  на 
параметры  и некоторых  изменений  конструкции  приборов. 

Справочник  предназначен  для  специалистов,  занимающихся  разра- 
боткой, ремонтом  и эксплуатацией  радиоэлектронной  аппаратуры, 
студентов  и аспирантов  радиотехнических  факультетов  вузов  и широ- 
кого крута  радиолюбителей. 

Отзывы  и замечания  о справочнике  авторы  просят  направлять  в 
адрес  издательства:  113114,  Москва,  М-114,  Шлюзовая  наб.,  10, 
Энергоатомиздат. 


Авторы 


Часть  первая 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О БИПОЛЯРНЫХ 
И ПОЛЕВЫХ  ТРАНЗИСТОРАХ 


Раздел  первый 

КЛАССИФИКАЦИЯ  БИПОЛЯРНЫХ  И ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ 

1.1.  КЛАССИФИКАЦИЯ  И СИСТЕМА  ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Классификация  транзисторов  по  их  назначению,  физическим  свой- 
ствам, основным  электрическим  параметрам,  конструктивно- техно- 
логическим признакам,  роду  исходного  полупроводникового  материала 
находит  свое  отражение  в системе  условных  обозначений  их  типов. 
В соответствии  с возникновением  новых  классификационных  групп 
транзисторов  совершенствуется  и система  их  условных  обозначений, 
которая  на  протяжении  последних  15  лет  трижды  претерпевала 
изменения. 

Система  обозначений  современных  типов  транзисторов  установле- 
на отраслевым  стандартом  ОСТ  11.336.919-81  и базируется  на  ряде 
классификационных  признаков. 

В основу  системы  обозначения  положен  буквенно-цифровой  код, 
первый  элемент  которого  обозначает  исходный  полупроводниковый 
материал,  на  основе  которого  изготовлен  транзистор. 

Второй  элемент  обозначения  — буква,  определяющая  подкласс 
транзистора,  третий  — цифра,  определяющая  его  основные  функцио- 
нальные возможности  (допустимое  значение  рассеиваемой  мощности 
и граничную  либо  максимальную  рабочую  частоту). 

Четвертый  — число,  обозначающее  порядковый  номер  разработки 
технологического  типа  транзисторов  (каждый  технологический  тип 
может  включать  в себя  один  или  несколько  типов,  различающихся 
по  своим  параметрам). 

Пятый  элемент  — буква,  условно  определяющая  классификацию 
по  параметрам  транзисторов,  изготовленных  по  единой  технологии. 

Стандарт  предусматривает  также  введение  в обозначение  ряда 
дополнительных  знаков,  отмечающих  отдельные  существенные  кон- 
структивно-технологические  особенности  приборов. 

Для  обозначения  исходного  материала  используются  следующие 
символы  (первый  элемент  обозначения): 

Г или  1 — для  германия  или  его  соединений; 

К или  2 — для  кремния  или  его  соединений; 

А или  3 — для  соединений  галлия  (практически  для  арсенида 
галлия,  используемого  для  создания  полевых  транзисторов); 

И или  4 - для  соединений  индия  (эти  соединения  для  про- 
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изводства  транзисторов  пока  в качестве  исходного  материала  не 
используются). 

Для  обозначения  подклассов  транзисторов  используется  одна 
из  двух  букв  (второй  элемент  обозначения): 

Т — для  биполярных  транзисторов; 

П — для  полевых  транзисторов. 

Для  обозначения  наиболее  характерных  эксплуатационных  при- 
знаков транзисторов  (их  функциональных  возможностей)  исполь- 
зуются девять  цифр  (третий  элемент  обозначения),  характеризующих 
подклассы  биполярных  и полевых  транзисторов  по  значениям  рас- 
сеиваемой мощности  и граничной  (для  полевых  транзисторов  — 
максимальной  рабочей)  частоты: 

1 — транзисторы  маломощные  (Рм акс  < 0,3  Вт)  низкочастотные 
(/«  3 МГц); 

2 — транзисторы  маломощные  средней  частоты  (3  < /<  30  МГц); 

3 — транзисторы  маломощные  высокочастотные  и СВЧ  (/’  > 
> 30  МГц); 

4 — транзисторы  средней  мощности  (0,3  Вт  < Ршже  < 1,5  Вт)  низ- 
кочастотные; 

5 — транзисторы  средней  мощности  средней  частоты; 

6 — транзисторы  средней  мощности  высокочастотные  и СВЧ; 

7 — транзисторы  большой  мощности  (Рыгікс  >1,5  Вт)  низкочас- 
тотные; 

8 — транзисторы  большой  мощности  средней  частоты; 

9 — транзисторы  большой  мощности  высокочастотные  и СВЧ. 

Для  обозначения  порядкового  номера  разработки  используются 

числа  от  01  до  999,  в качестве  классификационной  литеры  исполь- 
зуются буквы  русского  алфавита  от  А до  Я,  за  исключением 
сходных  по  начертанию  с цифрами  3,  О,  Ч. 

В качестве  дополнительных  элементов  обозначения  используются 
следующие  символы: 

буква  С после  второго  элемента  обозначения  для  наборов  в 
общем  корпусе  однотипных  транзисторов  (транзисторные  сборки), 
не  соединенных,  как  правило,  электрически; 

цифра,  написанная  через  дефис,  после  седьмого  элемента  обозна- 
чения для  бескорпусных  транзисторов;  значение  этой  цифры  соот- 
ветствует следующим  модификациям  конструктивного  исполнения: 

1 — с гибкими  выводами  без  кристаллодержателя  (подложки); 

2 — с гибкими  выводами  на  кристаллодержателе  (подложке); 

3 — с жесткими  выводами  без  кристалле  держателя  (подложки); 

4 — с жесткими  выводами  на  кристаллодержателе  (подложке); 

5 — с контактными  площадками  без  кристаллодержателя  (под- 
ложки) и без  выводов  (кристалл); 

6 — с контактными  площадками  на  кристаллодержателе  (под- 
ложке), но  без  выводов  (кристалл  на  подложке). 

Таким  образом,  современная  система  обозначений  позволяет 
по  наименованию  типа  получить  значительный  объем  информации 
о свойствах  транзистора. 

Примеры  обозначений : 

ГТ101 А — германиевый  биполярный  маломощный  низкочастот- 
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ный,  номер  разработки  I,  группа  А. 

2Т399А  — кремниевый  биполярный  маломощный  СВЧ,  номер  раз- 
работки 99,  группа  А. 

2П904Б  — кремниевый  полевой  мощный  высокочастотный,  номер 
разработки  4,  группа  Б. 

2Т399А-2  — аналогичен  транзистору  типа  2Т399А,  но  в бескорпус- 
ном  исполнении  с гибкими  выводами  на  кристаллодержателе. 

Поскольку  ОСТ  11  336.038-77  введен  в действие  в 1978  г., 
для  большинства  транзисторов,  включенных  в настоящий  справочник, 
использованы  иные  системы  обозначений. 

У биполярных  транзисторов,  разработанных  до  1964  г.  и вы- 
пускаемых до  настоящего  времени,  условные  обозначения  типа  со- 
стоят из  двух  или  трех  элементов. 

Первый  элемент  обозначения  — буква  П,  характеризующая  класс 
биполярных  транзисторов,  или  две  буквы  МП  для  транзисторов 
в корпусе,  герметизируемом  способом  холодной  сварки. 

Второй  элемент  обозначения  — одно-,  двух-  и трехзначное  число, 
которое  определяет  порядковый  номер  разработки  и указывает  на 
подкласс  транзистора  по  роду  исходного  полупроводникового  ма- 
териала, значениям  допустимой  рассеиваемой  мощности  и гранич- 
ной (или  предельной)  частоты: 

от  1 до  99  — германиевые  маломощные  низкочастотные  тран- 
зисторы ; 

от  101  до  199  — кремниевые  маломощные  низкочастотные  тран- 
зисторы ; 

от  201  до  299  — германиевые  мощные  низкочастотные  транзисторы; 

от  301  до  399  — кремниевые  мощные  низкочастотные  транзисторы; 

от  401  до  499  — германиевые  высокочастотные  и СВЧ  маломощ- 
ные транзисторы; 

от  501  до  599  — кремниевые  высокочастотные  и СВЧ  мало- 
мощные транзисторы; 

от  601  до  699  — германиевые  высокочастотные  и СВЧ  мощные 
транзисторы ; 

от  701  до  799  — кремниевые  высокочастотные  и СВЧ  мощные 
транзисторы. 

Третий  элемент  обозначения  (у  некоторых  типов  он  может 
отсутствовать)  — буква,  условно  определяющая  классификацию  по 
параметрам  транзисторов,  изготовленных  по  единой  технологии. 

Примеры  обозначения  некоторых  транзисторов : 

П29А  — германиевый  маломощный  низкочастотный  транзистор, 
номер  разработки  29,  группа  А. 

МП  102  — кремниевый  маломощный  низкочастотный  транзистор  в 
холодносварном  корпусе,  номер  разработки  02. 

Начиная  с 1964  г.  была  введена  новая  система  обозначений  типов 
транзисторов  (ГОСТ  10862-64.  ГОСТ  10862-72),  действовавшая  до  1978  г. 
Эта  система  близка  к системе  обозначений,  установленной  ОСТ 
11  336.919-81  и описанной  ранее.  Обозначения  типов  транзисторов 
согласно  ГОСТ  10862  — 72,  присвоены  подавляющему  большинству 
типов  транзисторов,  вошедших  в настоящий  справочник. 
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1.2.  КЛАССИФИКАЦИЯ  ТРАНЗИСТОРОВ  ПО 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ  НАЗНАЧЕНИЮ 


В настоящем  справочнике,  наряду  с нашедшей  отражение  в си- 
стеме условных  обозначений  типов  транзисторов  классификацией  по 
роду  исходного  полупроводникового  материала,  рассеиваемой  мощ- 
ности, граничной  частоте,  конструктивному  исполнению,  отображена 
также  классификация  по  основному  функциональному  назначению. 
Биполярные  транзисторы  в соответствии  с основными  областями 
применения  подразделяются  на  13  групп: 

усилительные  низкочастотные  (/гр  <30  МГц)  с нормированным 
коэффициентом  шума; 

усилительные  низкочастотные  с ненормированным  коэффициентом 
шума; 

усилительные  высокочастотные  (30  МГц</гр<300  МГц)  с нор- 
мированным коэффициентом  шума; 

усилительные  высокочастотные  с ненормированным  коэффициен- 
том шума; 

СВЧ  усилительные  (/гр  > 300  МГц)  с нормированным  коэффици- 
ентом шума; 

СВЧ  усилительные  с ненормированным  коэффициентом  шума; 
усилительные  мощные  высоковольтные; 
высокочастотные  генераторные; 

СВЧ  генераторные; 
переключательные  маломощные; 
переключательные  мощные  высоковольтные; 
импульсные  мощные  высоковольтные; 
универсальные. 

По  своему  основному  назначению  полевые  транзисторы  делятся 
на  три  группы:  усилительные,  генераторные,  переключательные. 

По  виду  затвора  и способу  управления  проводимостью  канала 
полевые  транзисторы  делятся  на  четыре  группы: 
с затвором  на  основе  р-п  перехода; 

с изолированным  затвором  (МДП-транзисторы),  работающие  в 
режиме  обеднения; 

с изолированным  затвором,  работающие  в режиме  обогащения. 
Каждая  из  перечисленных  выше  групп  характеризуется  спе- 
цифической системой  параметров  и справочных  зависимостей,  от- 
ражающих особенности  применения  транзисторов  в радиоэлектронной 
аппаратуре.  Применительно  к данной  классификации  транзисторов 
и расположен  информационный  материал  в справочнике. 


1.3.  УСЛОВНЫЕ  ГРАФИЧЕСКИЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ 

В технической  документации  и специальной  литературе  следует 
применять  условные  графические  обозначения  полупроводниковых 
приборов  в соответствии  с ГОСТ  2.730-73. 
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Графические  обозначения  полупроводниковых  приборов,  помещен- 
ных в данном  справочнике,  приведены  в табл.  1.1. 


Таблица  1.1.  Графические  обозначения  полупроводниковых  приборов 


Наименование 


Однопереходный  транзистор  с л-  и /7-базой 


Транзистор  типа  р-п-р 


Транзистор  типа  п-р-п  с коллектором,  электри- 
чески соединенным  с корпусом 

Лавинный  транзистор  типа  п-р-п 


Полевой  транзистор  с каналом  п-  и /7-типа 


Обозначение 


Полевой  транзистор  с изолированным  затво- 
ром с выводом  от  подложки  обогащенного 
типа  с /7-каналом  и обедненного  типа  с 
л-каналом 


Полевой  транзистор  с изолированным  затво- 
ром обогащенного  типа  с л-каналом  и с внут- 
ренним соединением  подложки  и истока 


Полевой  транзистор  с двумя  изолированными 
затворами  обедненного  типа  с «-каналом  и с 
внутренним  соединением  подложки  и истока 


1.4.  УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ 

Скэ  — напряжение  коллектор-эмиттер; 

Скэо.гр  ~ граничное  напряжение  биполярного  транзистора; 
Скэо  — постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  токе 
базы,  равном  нулю; 

и кз к — постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  зч 
данном  сопротивлении  в цепи  база-эмиттер; 
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6'кэк  — постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ко- 
роткозамкнутых выводах  базы  и эмиттера; 

^кэх  — постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  за- 
данном обратном  напряжении  база-эмиттер; 
б'кэяи  ~ импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  за- 
данном сопротивлении  в цепи  база-эмиттер; 

^кэки  — импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ко- 
роткозамкнутых выводах  базы  и эмиттера; 
б'кэх  и — импульсное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  задан- 
ном обратном  напряжении  база-эмиттер; 

^кэопроб  ~ пробивное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  токе 
базы,  равном  нулю; 

^кж проб  — пробивное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  за- 
данном сопротивлении  в цепи  база-эмиттер; 

^кэк проб  — пробивное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ко- 
роткозамкнутых выводах  базы  и эмиттера; 

^юх  проб  — пробивное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
заданном  обратном  напряжении  база-эмиттер; 

^кэ.  макс  — максимально  допустимое  постоянное  напряжение 
коллектор-эмиттер ; 

1/кэи  макс  - максимально  допустимое  импульсное  напряжение 
коллектор-эмиттер; 

^кэ  нас  ~ напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер; 
б’кБ  - постоянное  напряжение  коллектор-база; 

^КБи  — импульсное  напряжение  коллектор-база; 

^кбо. проб  ~ пробивное  напряжение  коллектор-база; 

^кб.  макс  максимально  допустимое  постоянное  напряжение 

коллектор-база; 

^КБ  и.  макс  максимально  допустимое  импульсное  напряжение 

коллектор-база ; 

^эбо  проб  — пробивное  напряжение  эмиттер-база; 

V эб  — постоянное  напряжение  эмиттер-база; 

Аб'вэ  — падение  напряжения  на  участке  база-эмиттер; 

^ЭБ  .макс  максимально  допустимое  постоянное  напряжение 

эмиттер-база; 

^ЭБ2  макс  — максимально  допустимое  обратное  напряжение  эмит- 
тер-база  2 однопереходного  транзистора; 

^бэ. нас  — напряжение  насыщения  база-эмиттер; 

^эб.  пл  плавающее  напряжение  эмиттер-база; 

^біб2  — межбазовое  напряжение  однопереходного  транзис- 
тора; 

^БіБ2.  макс  — максимально  допустимое  межбазовое  напряжение 

однопереходного  транзистора; 

С/Ээ  — напряжение  между  эмиттерами  двухэмиттерного  тран- 
зистора ; 

1/уПр — напряжение  управления  двухэмиттерного  транзис- 
тора; 

С/в  проб  — напряжение  вторичного  пробоя; 

^в. проб- И - импульсное  напряжение  вторичного  пробоя; 

Ѵс и — напряжение  сток -исток; 
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^зи  — напряжение  затвор-исток; 

^Ипд  — напряжение  исток-подложка; 

^си. макс  ~ максимально  допустимое  напряжение  сток-исток; 
^эи.макс  — максимально  допустимое  напряжение  затвор-исток; 
^зс. макс  - максимально  допустимое  напряжение  затвор-сток; 
^Спд. макс  — максимально  допустимое  напряжение  сток-подложка; 
пд.  макс  — максимально  допустимое  напряжение  исток-под- 
ложка; 

^Зпд.  макс  максимально  допустимое  напряжение  затвор-под- 
ложка; 

^(3і32)макс — максимально  допустимое  напряжение  между  затво- 
рами; 


^зи.отс  — напряжение  отсечки  полевого  транзистора; 

^зи  пор  - пороговое  напряжение  полевого  транзистора; 

^ зи  1 — ^'  3 и 2 I разность  напряжений  затвор-исток  сдвоенного  по- 
левого транзистора; 

^зиі  ~ Щю  I 

ду-  температурный  уход  разности  напряжений  затвор- 

исток  сдвоенного  полевого  транзистора; 

— шумовое  напряжение  полевого  транзистора; 

Еш  — электродвижущая  сила  шума  полевого  транзистора; 
^пит  — напряжение  источника  питания; 

Ек  — напряжение  источника  питания  цепи  коллектора; 

Еь  — напряжение  источника  питания  цепи  базы; 

/к  - постоянный  ток  коллектора; 

/э  — постоянный  ток  эмиттера; 

/б  — постоянный  ток  базы; 

Л<  и — импульсный  ток  коллектора; 

/э.в  — импульсный  ток  эмиттера; 

/в  и — импульсный  ток  базы; 

Л<бо  — обратный  ток  коллектора; 

^эбо  — обратный  ток  эмиттера; 

7кэо  — обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  разомкнутом 
выводе  базы; 

^кэд  - обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  заданном  со- 
противлении  в цепи  база-эмиттер; 

Асэк  - обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  короткозамкну- 
тых  выводах  базы  и эмиттера; 

Лсэх  ~ обратный  ток  коллектор-эмиттер  ^іри  заданном  об- 
ратном напряжении  база-эмиттер; 

^к. нас  ~ постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения; 
Лі.нас  ~ постоянный  ток  базы  в режиме  насыщения; 

^кр  — критический  ток  биполярного  транзистора; 

Л},  проб  ~ ток  вторичного  пробоя; 

Лг  проб,  н ~ импульсный  ток  вторичного  пробоя; 

V ^к.  макс  ~ максимально  допустимый  постоянный  ток  коллек- 
тора; 


^Э.  макс 
Л>.  макс 
и.  макс 


— максимально  допустимый  постоянный  ток  эмиттера; 

— максимально  допустимый  постоянный  ток  базы; 
максимально  допустимый  импульсный  ток  коллек- 
тора; 
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/э  и макс  — максимально  допустимый  импульсный  ток  эмиттера, 
/к  нас  макс  — максимально  допустимый  постоянный  ток  коллекто- 
ра в режиме  насыщения; 

/Б  иас  „акс  — максимально  допустимый  постоянный  ток  базы  в 
режиме  насыщения; 

/с  макс  — максимально  допустимый  постоянный  ток  стока; 

ЛиБ2  — межбазовый  ток  однопереходного  транзистора; 

/вкл  - ток  включения  однопереходного  транзистора; 

/Выкл  — ток  выключения  однопереходного  транзистора; 

/моя  — т°к  модуляции  однопереходного  транзистора; 

/с  нач  — начальный  ток  стока; 

нач1 — отношение  начальных  токов  стока  сдвоенного  по- 

нач2 

левого  транзистора; 

/с, ос?  — остаточный  ток  стока; 

/Зут  — ток  утечки  затвора; 

/ЗС0  — обратный  ток  затвор-сток  при  разомкнутом  выводе 
истока; 

/ЗИ0  — обратный  ток  затвор-исток  при  разомкнутом  выводе 
стока ; 

/щ  — шумовой  ток  полевого  транзистора; 

/3. Пр  макс  — максимально  допустимый  прямой  ток  затвора; 

/с, и. Макс  — максимально  допустимый  импульсный  ток  стока; 

Сэ  — емкость  эмиттерного  перехода ; 

Ск  — емкость  коллекторного  перехода; 

СПи  — входная  емкость  полевого  транзистора; 

С 22 и — выходная  емкость  полевого  транзистора; 

С7і2 и — проходная  емкость  полевого  транзистора; 

СЗСо  — емкость  затвор-сток  при  отсоединенном  выводе  ис- 
тока; 

СЗИо  — емкость  затвор-исток  при  отсоединенном  выводе 
стока; 

С | — емкость  генератора; 

/ — частота; 

/гр — граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером; 

/ф  — значение  /гр  в заданном  режиме; 

/і,2і  — предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  би- 
полярного транзистора; 

/макс  — максимальная  частота  генерации  биполярного  тран- 
зистора ; 

§11  „ — активная  составляющая  входной  проводимости  по- 
левого транзистора  в схеме  с общим  истоком; 

#22  и — активная  составляющая  выходной  проводимости  по- 
левого транзистора  в схеме  с общим  истоком; 

А[|э  — входное  сопротивление  биполярного  транзистора  в 
режиме  малого  сигнала  в схеме  с общим  эмит- 
тером; 

Ацэ  — входное  сопротивление  биполярного  транзистора  в 
режиме  большого  сигнала  в схеме  с общим  эмит- 
тером; 
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А|  16  — входное  сопротивление  биполярного  транзистора  в 
режиме  малого  сигнала  в схеме  с общей  базой; 

^12э  ~ коэффициент  обратной  связи  по  напряжению  би- 
полярного транзистора  в режиме  малого  сигнала  в 
схеме  с общим  эмиттером; 

А|26  - коэффициент  обратной  связи  по  напряжению  бипо- 
лярного транзистора  в режиме  малого  сигнала  в 
схеме  с общей  базой; 

*21э  — коэффициент  передачи  тока  биполярного  транзисто- 
ра в режиме  малого  сигнала  в схеме  с общим  эмит- 
тером; 

| Л2|,  | - модуль  коэффициента  передачи  тока  биполярного 
транзистора  в схеме  с общим  эмиттером  на  высокой 
частоте; 

Л2іэ  - статический  коэффициент  передачи  тока  биполярно- 
го транзистора  в схеме  с общим  эмиттером; 
аге(А2іб)  - Фаза  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с общей 
базой; 

А22э  выходная  полная  проводимость  биполярного  тран- 
зистора в режиме  малого  сигнала  при  холостом 
ходе  в схеме  с общим  эмиттером; 

А 226  — выходная  полная  проводимость  биполярного  тран- 
зистора в режиме  малого  сигнала  при  холостом 
ходе  в схеме  с общей  базой; 

Кур  — коэффициент  усиления  по  мощности  биполярного 
(полевого)  транзистора; 

Кур(по)  — коэффициент  усиления  по  мощности  в режиме  двух- 
тонового сигнала  (отношение  выходной  мощности 
в пике  огибающей  ко  входной  мощности  в пике 
огибающей); 

Кш  — коэффициент  шума  биполярного  (полевого)  тран- 
зистора; 

Кщ  — значение  АГц,  в заданном  режиме; 

Кі  — коэффициент  линейности; 

А'кя,:  — коэффициент  насыщения; 

ЯѴ, и коэффициент  стоячей  волны  по  напряжению; 

/ — длина  выводов; 

ЛЯ-  А/5  — коэффициенты  комбинационных  составляющих  со- 
ответственно третьего  и пятого  порядка  [отношение 
наибольшей  амплитуды  напряжения  комбинационной 
составляющей  третьего  (пятого)  порядка  спектра 
выходного  сигнала  к амплитуде  основного  тона 
при  подаче  на  вход  транзистора  двухтонового  сиг- 
нала равных  амплитуд]; 

п — число  приборов  в выборке; 

N — число  приборов  в партии; 

Р — постоянная  рассеиваемая  мощность  биполярного  (по- 
левого) транзистора; 

А’ср  — средняя  рассеиваемая  мощность  биполярного  (полево- 
го) транзистора; 
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Рп  — импульсная  рассеиваемая  мощность  биполярного 
(полевого)  транзистора; 

Рк  — постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора; 

РК  ср  — средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора; 

Явх  — входная  мощность  биполярного  (полевого)  тран- 
зистора; 

Рв ых  — выходная  мощность  биполярного  (полевого)  тран- 
зистора; 

Рвхіпо)  - вх°Дная  мощность  в пике  огибающей  (средняя 
мощность  однотонового  сигнала  с амплитудой,  рав- 
ной амплитуде  двухтонового  сигнала  в пике  оги- 
бающей); 

Р вых  (по)  — выходная  мощность  в пике  огибающей  (средняя 
мощность  однотонового  сигнала  с амплитудой,  рав- 
ной амплитуде  двухтонового  сигнала  в пике  оги- 
бающей); 

Р отр  — мощность  отраженной  волны  СВЧ  сигнала; 

Р пад  — мощность  падающей  волны  СВЧ  сигнала; 

Р макс  — максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая 
мощность  биполярного  (полевого)  транзистора; 

Р„  макс  — максимально  допустимая  импульсная  рассеиваемая 
мощность  биполярного  (полевого)  транзистора; 

макс  - максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая 
мощность  коллектора; 

Р к.  ср.  макс  — максимально  допустимая  средняя  рассеиваемая  мощ- 
ность коллектора; 

р — атмосферное  давление; 

( 2 — скважность; 

Кк  — сопротивление  в цепи  коллектор-источник  питания; 

К [,э  — сопротивление  в цепи  база-эмиттер; 

^ЫБ2  — межбазовое  сопротивление  однопереходного  тран- 
зистора; 

ЛБ  — сопротивление  в цепи  база-источник  питания; 

^си.отк  — сопротивление  сток-исток  в открытом  состоянии 
полевого  транзистора; 

Лвх  — входное  сопротивление; 

Лвь,х  — выходное  сопротивление; 

Лш  — шумовое  сопротивление  полевого  транзистора; 

Л„  — сопротивление  нагрузки; 

Кг  — выходное  сопротивление  генератора  при  измерениях; 

Ку  — тепловое  сопротивление; 

К у,  п-к  ~ тепловое  сопротивление  переход-корпус; 

” и. п-к  — импульсное  тепловое  сопротивление  переход-корпус; 
г п.с  — тепловое  сопротивление  переход-среда; 

5цб>  «п,  — коэффициент  отражения  входной  цепи  соответст- 
венно в схеме  с общей  базой  и с общим  эмит- 
тером; 

5 1 2б  — коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме' 
с общей  базой; 
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I $і2б  I - модуль  коэффициента  обратной  передачи  напряже- 
ния в схеме  с общей  базой; 

$2іэ  — коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером; 

$226  ~ коэффициент  отражения  выходной  цепи  в схеме  с 
общей  базой; 

$ ~ крутизна  характеристики  полевого  транзистора; 

$пд  - крутизна  характеристики  по  подложке; 

^ВКЛ  время  включения  биполярного  (полевого)  тран- 

зистора; 

^выкл  время  выключения  биполярного  (полевого)  тран- 

зистора; 

'т  — время  задержки  для  биполярного  транзистора; 

Чф  ~ время  нарастания  для  биполярного  (полевого) 
транзистора; 

*рас  ~ время  рассасывания  для  биполярного  транзистора; 
(сп  — время  спада  для  биполярного  (полевого)  тран- 
зистора ; 

'ж во  - время  задержки  включения  полевого  транзистора; 
^зл.выкл  время  задержки  выключения  полевого  транзистора; 
Т — температура  окружающей  среды; 

П — температура  корпуса;  для  бескорпусных  транзисто- 
ров — кристаллодержателя  (подложки); 

Т„  — температура  р-п  перехода ; 

Г)„  — коэффициент  полезного  действия  коллектора ; 

Ч — коэффициент  передачи  однопереходного  транзистора ; 
Фн  - фаза  коэффициента  отражения  от  нагрузки ; 

<р  — фаза  5-параметра; 

тк  — постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высо- 
кой частоте  биполярного  транзистора; 
ти  — длительность  импульса ; 

Тф  — длительность  фронта. 

Примечание. 

Знаком  далее  в тексте  отмечены  параметры  или  их  значения,  при- 
веденные в справочных  данных  ТУ.  При  производстве  полупроводниковых 
приборов  они  могут  не  контролироваться.  Значения  эксплуатационных  дан- 
ных, приведенные  без  указания  температурного  диапазона,  справедливы  во 
всем  интервале  температур  окружающей  среды  для  данного  типа  транзистора. 

1.5.  ОСНОВНЫЕ  СТАНДАРТЫ  НА  БИПОЛЯРНЫЕ 
И ПОЛЕВЫЕ  ТРАНЗИСТОРЫ 


ГОСТ  15133-77 
ОСТ  II  336.919-81 
ГОСТ  2.730-73 
ГОСТ  18472-82 


Приборы  полупроводниковые.  Термины  и 
определения. 

Приборы  полупроводниковые.  Система  обо- 
значений. 

ЕСКД.  Обозначения  условные  графические 
в схемах.  Приборы  полупроводниковые. 
Приборы  полупроводниковые.  Корпуса.  Га- 
баритные и присоединительные  размеры. 
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ГОСТ  20003-74 

ГОСТ  19095-73 

ГОСТ  18604.0-74 
ГОСТ  18604.1-80 

ГОСТ  18604.2-80 
ГОСТ  18604.3-80 

ГОСТ  18604.4-74 
ГОСТ  18604.5-74 
ГОСТ  18604.6-74 
ГОСТ  18604.7-74 
ГОСТ  18604.8-74 
ГОСТ  18604.9-75 

ГОСТ  18604.10-76 
ГОСТ  18604.11-76 
ГОСТ  18604.12-78 

ГОСТ  18604.1 3-76 


ГОСТ  18604.14-76 

ГОСТ  18604.15-76 
ГОСТ  18604.16-78 


Транзисторы  биполярные.  Электрические  па- 
раметры. Термины,  определения  и буквенные 
обозначения. 

Транзисторы  полевые.  Электрические  пара- 
метры. Термины,  определения  и буквенные 
обозначения. 

Транзисторы.  Методы  измерения  электриче- 
ских параметров.  Общие  положения. 
Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
постоянной  времени  цепи  обратной  связи 
на  высокой  частоте. 

Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
статического  коэффициента  передачи  тока. 
Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
емкостей  коллекторного  и эмиттерного  пе- 
реходов. 

Транзисторы.  Методы  измерения  обратного 
тока  коллектора. 

Транзисторы.  Метод  измерения  начального 
тока  коллектора. 

Транзисторы.  Метод  измерения  обратного 
тока  эмиттера. 

Транзисторы.  Метод  измерения  коэффициен- 
та передачи  тока. 

Транзисторы.  Метод  измерения  выходной 
проводимости. 

Транзисторы  биполярные.  Методы  определе- 
ния граничной  и предельной  частот  коэф- 
фициента передачи  тока. 

Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
входного  сопротивления. 

Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
коэффициента  шума. 

Транзисторы  биполярные  СВЧ  генератор- 
ные. Методы  определения  граничной  час- 
тоты коэффициента  передачи  тока. 
Транзисторы  биполярные  СВЧ  генератор- 
ные. Метод  измерения  выходной  мощности 
и определения  коэффициента  усиления  по 
мощности  и коэффициента  полезного  дей- 
ствия. 

Транзисторы  биполярные  СВЧ  генераторные. 
Метод  измерения  модуля  коэффициента  об- 
ратной передачи. 

Транзисторы  биполярные  СВЧ  генератор- 
ные. Методы  измерения  критического  тока. 
Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
коэффициента  обратной  связи  по  напряже- 
нию в режиме  малого  сигнала. 
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ГОСТ 

18604.17-78 

Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
плавающего  напряжения  эмиттер-база. 

гост 

18604.18-78 

Транзисторы  биполярные.  Методы  измере- 
ния статической  крутизны  прямой  передачи. 

гост 

18604.19-78 

Транзисторы  биполярные.  Методы  измере- 
ния граничного  напряжения. 

гост 

18604.20-78 

Транзисторы  биполярные.  Методы  измерения 
коэффициента  шума  на  низкой  частоте. 

гост 

18604.21-78 

Транзисторы  биполярные.  Методы  измере- 
ния времени  рассасывания. 

гост 

18604.22-78 

Транзисторы  биполярные.  Методы  измере- 
ния напряжения  насыщения  коллектор- 
эмиттер  и база-эмиттер. 

гост 

18604.23-80 

Транзисторы  биполярные.  Метод  измерения 
коэффициентов  комбинационных  состав- 
ляющих. 

гост 

18604.24-81 

Транзисторы  биполярные  высокочастотные 
генераторные.  Метод  измерения  выходной 
мощности  и определения  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  и коэффициента  по- 
лезного действия. 

гост 

18604.25-81 

Транзисторы  биполярные  высокочастотные 
генераторные.  Метод  определения  граничной 
частоты  коэффициента  передачи  тока. 

гост 

20398.0-74 

Транзисторы  полевые.  Методы  измерения 
электрических  параметров.  Общие  поло- 
жения. 

гост 

20398.1-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  мо- 
дуля полной  проводимости  прямой  передачи. 

гост 

20398.2-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения 
коэффициента  шума. 

гост 

20398.3-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения 
крутизны  характеристики. 

гост 

20398.4-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  ак- 
тивной составляющей  выходной  проводи- 
мости. 

гост 

20398.5-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения 
входной,  проходной  и выходной  емкостей. 

гост 

20398.6-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  тока 
утечки  затвора. 

гост 

20398.7-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  по- 
рогового напряжения  и напряжения  отсечки. 

гост 

20398.8-74 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  на- 
чального тока  стока. 

гост 

20398.9-80 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения 
крутизны  характеристики  в импульсном 
режиме. 

гост 

20398.10-80 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  на- 
чального тока  стока  в импульсном  режиме. 
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ГОСТ  20398.11-80 

ГОСТ  20398.12-80 
ГОСТ  20398.13-80 
ГОСТ  2.117-71 
ОСТ  11  073.062-76 
ОСТ  1 1 336.907.0-79 
ОСТ  11  336.907.8-81 
ОСТ  11  336.935-82 
ОСТ  11  ПО. 336. 001-71 


Транзисторы  полевые.  Метод  измерения 
спектральной  плотности  шумового  напря- 
жения. 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения  ос- 
таточного тока  стока. 

Транзисторы  полевые.  Метод  измерения 
сопротивления  сток-исток. 

ЕСКД.  Согласование  применения  покупных 
изделий. 

Приборы  полупроводниковые.  Методы  за- 
щиты от  статического  электричества. 
Приборы  полупроводниковые.  Руководство 
по  применению.  Общие  положения. 
Транзисторы  биполярные.  Руководство  по 
применению. 

Транзисторы  полевые.  Руководство  по  при- 
менению. 

Приборы  полупроводниковые  бескорпусные. 
Руководство  по  применению. 


Раздел  второй 

ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРАНЗИСТОРОВ 

В РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ  АППАРАТУРЕ 

Все  преимущества  полупроводниковых  приборов,  позволяющие 
создавать  чрезвычайно  экономичную,  малогабаритную  и надежную 
аппаратуру,  могут  быть  сведены  к минимуму,  если  при  разработке, 
изготовлении  и эксплуатации  ее  не  будут  приняты  во  внимание 
их  специфические  особенности. 

Высокая  надежность  радиоэлектронной  аппаратуры  может  быть 
обеспечена  только  при  учете  таких  факторов,  как  разброс  параметров 
транзисторов,  температурная  нестабильность  и зависимость  их  пара- 
метров от  режима  работы,  а также  изменение  параметров  транзи- 
сторов в процессе  эксплуатации  радиоэлектронной  аппаратуры. 

Транзисторы,  приведенные  в справочнике,  являются  транзисто- 
рами общего  применения.  Они  сохраняют  свои  параметры  в уста- 
новленных пределах  в условиях  эксплуатации  и хранения,  характер- 
ных для  различных  видов  и классов  аппаратуры. 

Эти  условия  характеризуются  внешними  механическими  воздейст- 
виями (вибрационными,  ударными,  центробежными  нагрузками)  и 
климатическими  воздействиями  (температурными,  атмосферными  и др.). 

Условия  эксплуатации  аппаратуры  могут  изменяться  в широких 
пределах. 

В зависимости  от  эксплуатационных  требований,  предъявляемых 
к транзисторам,  промышленностью  выпускаются  транзисторы  широ- 
кого применения  для  промышленной  и общетехнической  аппаратуры. 

Общие  требования,  справедливые  для  всех  транзисторов,  пред- 
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назначенных  для  использования  в аппаратуре  Определенного  класса, 
содержатся  в общих  технических  условиях. 

Нормы  на  значения  электрических  параметров  и специфические 
требования,  относящиеся  к конкретному  типу  транзистора,  содер- 
жатся в частных  технических  условиях. 

Под  воздействием  различных  факторов  окружающей  среды  (тем- 
пературы, влаги,  химических,  механических  и других  воздействий) 
некоторые  параметры,  характеристики  и свойства  транзисторов  могут 
изменяться. 

Целям  герметичной  защиты  транзисторных  структур  от  внешних 
воздействий  служат  корпуса  приборов. 

Конструктивное  оформление  транзисторов  рассчитано  на  их  ис- 
пользование в составе  аппаратуры  при  любых  допустимых  усло- 
виях эксплуатации.  Рассеиваемая  мощность,  а также  возможность 
работы  на  сверхвысоких  частотах  определяются  конструкцией  тран- 
зисторов. 

Необходимо  помнить,  что  корпуса  транзисторов  в конечном 
счете  имеют  ограничение  по  герметичности.  Поэтому  при  использо- 
вании транзисторов  в аппаратуре,  предназначенной  для  эксплуатации 
в условиях  повышенной  влажности,  платы  с расположенными  на  них 
транзисторами  рекомендуется  покрывать  лаком  не  менее  трех  слоев. 

Для  защиты  плат  с транзисторами  от  влаги  рекомендуется  при- 
менять лаки  У Р-231  (ТУ  6-10-863-79)  или  ЭП-730  (ГОСТ  20824-75). 

Корпусными  транзисторами  не  исчерпывается  все  многообразие 
выпускаемых  типов  транзисторов.  Все  большее  распространение 
получают  так  называемые  бескорпусные  транзисторы,  предназначен- 
ные для  использования  в микросхемах  и микросборках.  Если  кри- 
сталлы таких  транзисторов  и защищены  специальным  покрытием, 
то  оно  не  обеспечивает  дополнительной  защиты  от  воздействия  окру- 
жающей среды.  Защита  достигается  общей  герметизацией  всей  микро- 
схемы. 

Эксплуатация  транзисторов  должна  осуществляться  в соответ- 
ствии с требованиями  ТУ  и стандартами-руководствами  по  приме- 
нению полупроводниковых  приборов  (общие  положения)  и руковод- 
ством для  конкретного  класса  приборов. 

Чтобы  обеспечить  долголетнюю  и безотказную  работу  радио- 
электронной аппаратуры,  конструктор  обязан  не  только  учесть  ха- 
рактерные особенности  транзисторов  на  этапе  разработки  аппаратуры, 
но  и обеспечить  соответствующие  условия  ее  эксплуатации  и хра- 
нения. 

Транзисторы  — приборы  универсального  применения.  Они  могут 
быть  успешно  использованы  не  только  в классе  схем,  для  которых 
они  разработаны,  но  и во  многих  других  схемах.  Однако  набор 
параметров  и характеристик,  приводимых  в справочнике,  соответ- 
ствует в первую  очередь  назначению  транзистора. 

В справочнике  приводятся  значения  параметров  транзисторов, 
гарантируемые  ТУ  для  соответствующих  оптимальных  или  предельных 
режимов  эксплуатации. 

Рабочий  режим  транзистора  в проектируемой  схеме  часто  отли- 
чается от  того  режима,  для  которого  приводятся  параметры  в ТУ. 
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Значение  большинства  параметров  транзисторов  зависит  от  рабо- 
чего режима  и температуры,  причем  с увеличением  температуры 
зависимость  параметров  от  режима  сказывается  более  сильно.  В спра- 
вочнике, как  правило,  приводятся  типовые  (усредненные)  зависимости 
параметров  транзисторов  от  тока,  напряжения,  температуры,  частоты 
и т.  д.  Эти  зависимости  должны  использоваться  при  выборе  типа 
транзистора  и ориентировочных  расчетах  схем,  так  как  значения  па- 
раметров транзисторов  одного  типа  не  одинаковы,  а лежат  в неко- 
тором интервале.  Этот  интервал  ограничивается  минимальным  или 
максимальным  значением,  указанным  в справочнике.  Некоторые  па- 
раметры имеют  двустороннее  ограничение.  В ряде  случаев  в справоч- 
нике приводятся  также  и типовые  (усредненные)  значения  пара- 
метров. 

При  конструировании  схем  необходимо  стремиться  обеспечить 
их  работоспособность  в возможно  более  широких  интервалах  изме- 
нений важнейших  параметров  транзисторов. 

Разброс  параметров  транзисторов  и их  изменение  во  времени  при 
конструировании  схем  могут  быть  учтены  расчетными  методами  или 
экспериментально  — методом  граничных  испытаний. 

В справочнике,  как  правило,  не  приводятся  выходные  характери- 
стики биполярных  транзисторов  ввиду  их  однотипности  и возмож- 
ности построения  по  приводимым  данным. 

На  рис.  2.1  показаны  выходные  характеристики  биполярного 
транзистора  с указанием  областей  работы  для  схем  с общей  ба- 
зой (ОБ)  и общим  эмиттером  (ОЭ). 

Характерные  особенности  областей,  показанных  на  рис.  2.2  при- 
менительно к токам  и напряжениям  для  р-п-р  транзистора,  приведены 
в табл.  2.1. 


Таблица  2.1.  Характерные  особенности  областей  работы  при  вклю- 
чении транзисторов  типа  р-п-р  по  схеме  с ОБ  и с ОЭ 
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Рис.  2.1.  Выходные  характеристики  биполярного  транзистора  и об- 
ласти работы  при  включении  по  схеме  с ОБ  (а)  и по  схеме  с ОЭ  (б). 


Для  п-р-п  транзисторов  знаки  неравенства  в столбцах  табл.  2.1 
«Напряжение  на  коллекторе»  и «Напряжение  на  эмиттере»  должны 
быть  заменены  на  обратные. 

При  необходимости  применения  транзисторов  для  выполнения 
функций,  отличающихся  от  их  основного  назначения,  вывод  о воз- 
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Рис.  2.2.  Реальные  выходные  характеристики  мощного  германиевого 
транзистора  и области  максимальных  режимов  (заштрихованы). 
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можности  их  использования  в этих  режимах  может  быть  сделан 
после  всестороннего  обследования  параметров  транзисторов  в этих 
режимах,  проведения  соответствующих  испытаний  и согласования 
их  применения  в соответствии  с ГОСТ  2.117-71. 

В аппаратуре  транзистор  может  быть  использован  в широком 
диапазоне  напряжений  и токов.  Ограничением  служат  значения  пре- 
дельно допустимых  режимов,  превышение  которых  в условиях  эк- 
сплуатации не  допускается  независимо  от  длительности  импульсов 
напряжения  или  тока.  Даже  кратковременное  превышение  предельно 
допустимых  режимов  может  привести  к пробою  р-п  перехода,  сгора- 
нию внутренних  выводов  и выходу  прибора  из  строя.  Поэтому 
при  применении  транзисторов  необходимо  обеспечивать  их  защиту 
от  мгновенных  изменений  токов  и напряжений,  возникающих  при 
переходных  процессах  (моменты  включения,  выключения,  изменения 
режимов  работы  и т.  д.),  мгновенных  изменениях  питающих  напря- 
жений. Не  допускается  также  работа  транзисторов  в совмещенных 
предельных  режимах  (например,  по  напряжению  и току). 

Режимы  работы  транзисторов  должны  контролироваться  с учетом 
возможных  неблагоприятных  сочетаний  условий  эксплуатации  аппа- 
ратуры. При  измерениях  необходимо  принимать  во  внимание  коле- 
бания напряжений  источников  питания,  значение  и характер  нагрузки 
на  выходе  блока,  амплитуды,  длительности  выходных  сигналов, 
уровни  внешних  воздействующих  факторов. 

Для  повышения  надежности  транзисторов  в эксплуатации  следует 
выбирать  рабочие  режимы  с коэффициентами  нагрузки  по  напряжению 
и мощности  в диапазоне  0,7  — 0,8.  Однако  следует  учесть  то,  что 
применение  транзисторов  при  малых  рабочих  токах  приводит  к сни- 
жению устойчивости  их  работы  в диапазоне  температур,  нестабиль- 
ности усиления  во  времени.  Использование  более  высокочастотных 
типов  транзисторов  в низкочастотных  схемах  нежелательно,  так  как 
они  дороги,  склонны  к самовозбуждению  и обладают  меньшими 
эксплуатационными  запасами. 

При  применении  мощных  транзисторов  необходимо  обеспечивать 
правильный  тепловой  режим  работы,  чтобы  температура  корпуса 
транзисторов  была  минимальной  и не  превышала  допустимую. 
Превышение  предельной  температуры  может  привести  к тепловому 
пробою  р-п  перехода.  Тепловой  пробой  возникает  вследствие  лавино- 
образного нарастания  температуры  р-п  перехода.  Во  избежание  теп- 
лового пробоя  необходимо  улучшать  отвод  тепла  от  транзистора. 

Правильный  выбор  теплового  режима  работы  снижает  интенсив- 
ность отказов  транзисторов,  а также  обеспечивает  стабильность  вы- 
ходных параметров  аппаратуры. 

Обеспечение  оптимального  теплового  режима  работы  транзисто- 
ров играет  первостепенную  роль  при  создании  надежной  аппаратуры. 

Для  учета  зависимости  параметров  от  температуры  в справоч- 
нике приводятся  температурный  диапазон  использования  транзисторов, 
значения  параметров  и режимов  при  различных  температурах  и их 
температурные  зависимости. 

В качестве  теплоотвода  для  мощных  транзисторов  могут  исполь- 
зоваться специально  сконструированные  радиаторы  или  конструктив- 
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ные  элементы  узлов  и блоков.  При  этом  должна  предусматриваться 
специальная  обработка  мест  крепления  транзисторов. 

Крепление  транзисторов  к радиаторам  должно  обеспечивать  их 
надежный  тепловой  контакт.  Особое  внимание  следует  уделить  обеспе- 
чению надежного  теплового  контакта  при  введении  между  корпусом 
транзистора  и радиатором  изолирующих  прокладок.  Для  уменьшения 
общего  теплового  сопротивления  лучше  изолировать  радиатор  от 
корпуса  аппаратуры,  чем  транзистор  от  радиатора. 

При  применении  заливки  плат  компаундами  следует  учитывать 
возможное  ухудшение  теплообмена  между  транзисторами  и окружаю- 
щей средой. 

Заливку  плат  допускается  производить  компаундами,  не  оказы- 
вающими отрицательного  химического  и механического  влияния  на 
транзисторы. 

Особенностью  применения  мощных  биполярных  транзисторов 
является  работа  этих  приборов  в режимах,  близких  к предельным 
по  температуре  перехода.  Для  обеспечения  надежной  работы  аппара- 
туры режимы  использования  мощных  транзисторов  должны  выби- 
раться таким  образом,  чтобы  ток  и напряжение  не  выходили  за 
пределы  области  максимальных  режимов.  На  рис.  2.3  приведен 
типичный  вид  области  максимальных  режимов  мощного  биполярного 
транзистора.  Сплошными  линиями  ограничена  область  статического 
режима  работы  транзистора,  а пунктирными  — импульсного.  Область 
максимальных  режимов  ограничена  следующими  факторами: 

максимально  допустимым  током  коллектора  (постоянным  и им- 
пульсным) — область  /; 

максимально  допустимой  мощностью  рассеивания  (постоянной 
и импульсной)  — область  //; 

вторичным  пробоем  — область  III; 

граничным  напряжением  вольт-амперной  характеристики  при  за- 
данных условиях  на  входе  — область  IV; 

максимально  допустимым  обратным  напряжением  коллектор- 
эмиттер  (постоянным  и импульсным)  — область  V. 


Рис.  2.3.  Область  максимальных  Рис.  2.4.  Зависимость  постоян- 
режимов  мощного  биполярного  ной  рассеиваемой  мощности  от 
транзистора.  температуры  корпуса. 
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Рис.  2.5.  Области  максимальных  Рис.  2.6.  Зависимость  теплового 
режимов  при  различных  темпе-  сопротивления  от  длительности 
ратурах  корпуса.  импульса. 


Область  максимальных  режимов  в справочнике  приводится,  как 
правило,  при  температуре  корпуса  Ткі,  при  которой  обеспечивается 
максимальная  мощность  рассеивания.  При  увеличении  температуры 
корпуса  выше  Тк|  мощность  рассеивания  определяется  с помощью 
графиков  (рис.  2.4),  а при  их  отсутствии  рассчитывается  по  формуле 

^макс  = (Тп  — Т'кѴ^Т.  п-К’ 

где  Т„  — температура  перехода ; Тк  — температура  корпуса  (например, 
Т*2>  Ткз  и т.  п.);  Нт  п.к  - тепловое  сопротивление  переход-корпус. 

При  работе  транзистора  при  температуре  корпуса  Тк2  или  Тк 3 
область  11  (см.  рис.  2.3)  перемещается,  что  соответствует  уменьшению 
мощности  рассеивания,  определенной  графическим  путем  или  рассчи- 
танной по  формуле  (рис.  2.5). 

При  повышении  температуры  корпуса  происходит  изменение  по- 
ложения и области  V.  Значение  предельно  допустимого  обратного 
напряжения  коллектор- эмиттер  (постоянного  или  импульсного)  при 
росте  температуры  уменьшается  (рис.  2.5).  Эта  зависимость  снимается 
экспериментально. 

При  переходе  от  статического  режима  к импульсному  и при 
уменьшении  длительности  импульса  границы  области  максимальных 
режимов  перемещаются  в сторону  больших  значений  тока  и на- 
пряжения. 

Максимально  допустимая  мощность  рассеивания  в импульсном 
режиме  связана  с максимальной  рассеиваемой  мощностью  соотно- 
шением 

-^и.макс  = ^макс^Гп-х  '^/'  и.  п-  к- 

где  КТи  п.к  — импульсное  тепловое  сопротивление  переход-корпус, 
являющееся  функцией  длительности  импульса  и скважности  (рис.  2.6). 

Чем  меньше  длительность  импульса  и больше  скважность,  тем 
больше  импульсная  мощность  рассеивания,  вызывающая  разогрев 
перехода  до  максимально  допустимой  температуры.  Области  макси- 
мальных режимов  11  и III  при  этом  перемещаются  вправо,  в область 
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больших  значений  токов  и напряжений.  Эти  границы  определяются 
экспериментально . 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  зависит  от  конструкции 
транзистора  и может  быть  определено  из  области  максимальных  ре- 
жимов. Например,  для  режима  і/кэь  ^кі  (см-  Рис-  2.3)  тепловое 
сопротивление,  К/Вт, 

Л г. „-к  = (Т„  - Туі)/ ^кэіЛп- 

Импульсное  тепловое  сопротивление  переход-корпус  связано  с 
тепловым  сопротивлением  в статическом  режиме  соотношением 

^Г.и.п-к  = (^ЮіЛ<і/^КЭіЛ<  . иі)ЛГ.  п-к- 

Все  мощные  биполярные  транзисторы  СВЧ  диапазона  пред- 
назначены для  работы  в режимах  с отсечкой  коллекторного  тока. 
Допустимые  электрические  режимы  на  постоянном  токе  (по  напря- 
жению и мощности  рассеивания),  как  правило,  существенно  отли- 
чаются от  динамических  режимов  работы. 

В динамических  режимах  среднее  напряжение  эмиттер-база  должно 
быть  запирающим. 

Приведенные  в справочнике  параметры  мощных  СВЧ  транзис- 
торов позволяют  пользоваться  типовой  эквивалентной  схемой  для 
оценки  их  эксплуатационных  характеристик. 

Эквивалентная  схема  транзистора  в активном  режиме  показана 
на  рис.  2.7.  В ряде  случаев  параметры  некоторых  элементов, 
изображенных  на  схеме,  в справочных  данных  отсутствуют.  Это 
значит,  что  эквивалентная  схема  должна  быть  соответствующим 
образом  упрощена.  Например,  если  не  приводится  эквивалентное 
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Рис.  2.7.  Эквивалентная  схема  мощного  СВЧ  транзистора  в активном 

режиме. 

СѴ 1 — активная  емкость  коллектора;  С'к2  “ пассивная  емкость  коллектора;  — емкость 

коллектор-эмиттер;  С3  — емкость  эмиттера;  С(,  С2,  С3  — емкости  выводов  относительно  кор- 
пуса; /,3,  ^Б’  ~ индуктивности  выводов  эмиттера,  базы,  коллектора  соответственно; 

Г|-  - сопротивление  базы;  Л3  — последовательное  сопротивление  в цепи  эмиттера;  — 
эквивалентное  сопротивление  коллектора;  /-3  — сопротивление  эмиттерного  перехода. 
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последовательное  сопротивление  коллектора,  то  это  означает  малое 
влияние  этого  параметра  на  типовые  эксплуатационные  характе- 
ристики, и он  может  быть  исключен  из  схемы. 

Приводимое  в справочнике  значение  емкости  коллекторного 
перехода  СВЧ  мощных  транзисторов  включает  в себя  значения  ем- 
костей металлизированных  площадок  в структуре  транзистора  и 
емкостей  корпуса.  То  же  относится  и к понятию  «емкость  эмит- 
терного  перехода». 

Усилительные  свойства  мощных  высокочастотных  линейных 
транзисторов  характеризуются  параметрами,  методы  измерения  ко- 
торых основываются  на  использовании  двухтонового  сигнала,  со- 
стоящего из  двух  гармонических  сигналов. 

Нелинейные  свойства  транзисторов  в этом  случае  оцениваются 
коэффициентом  комбинационных  составляющих  третьего  и пятого 
порядков,  являющимся  отношением  наибольших  амплитуд  соответ- 
ствующих комбинационных  составляющих  спектра  выходного  сигнала 
(рис.  2.8)  к амплитуде  основного  тона. 


Рис.  2.8.  Вид  спектра  частот 
выходного  сигнала  при  измере- 
нии коэффициента  комбинаци- 
онных составляющих  методом 
двухтонового  сигнала. 

/ — основной  тон;  2 - комбинационные 
составляющие  третьего  порядка ; 3 — ком- 
бинационные составляющие  пятого  по- 
рядка. 
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Между  средней  мощностью  линейного  двухтонового  сигнала 
и мощностью  в пике  огибающей  существует  соотношение 

^ВЫХ  = ^>ВЫХ(ПО)/2. 

Это  соотношение  используется  для  расчета  КПД  коллектора 
транзистора  в режиме  двухтонового  сигнала. 

В процессе  монтажа  транзисторов  в схемы  механические  и 
тепловые  воздействия  на  них  не  должны  превышать  значений, 
указанных  в ТУ,  так  как  это  может  привести  к растрескиванию 
изолятора  и,  следовательно,  к нарушению  герметичности  корпуса 
транзистора. 

При  рихтовке,  формовке  и обрезке  участок  вывода  у корпуса 
транзистора  должен  быть  закреплен  таким  образом,  чтобы  в месте 
выхода  вывода  из  корпуса  (изолятора)  он  не  испытывал  изгибаю- 
щих или  растягивающих  усилий.  Оснастка  для  формовки  выводов 
должна  быть  заземлена. 

Расстояние  от  корпуса  транзистора  до  начала  изгиба  вывода 
при  формовке  должно  быть  не  менее  2 мм,  если  в ТУ  на  кон- 
кретный тип  транзистора  не  указано  иное.  При  диаметре  вывода 

2 Полупроводниковые  приборы 
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не  более  0,5  мм  радиус  его  изгиба  должен  быть  не  менее  0,5  мм; 
при  диаметре  от  0,6  до  1,0  мм  — не  менее  1 мм;  при  диаметре 
более  1,0  мм  — не  менее  1,5  мм. 

При  лужении,  пайке  и монтаже  транзисторов  следует  принимать 
меры,  исключающие  возможность  их  повреждения  из-за  перегрева 
и механических  усилий.  В процессе  выполнения  операций  лужения 
и пайки  расстояние  от  корпуса  (изолятора)  до  места  лужения  и 
пайки  должно  быть  не  менее  3 мм,  если  в ТУ  на  конкретный  тип 
транзистора  не  указано  иное. 

Допускается  пайка  без  теплоотвода  и групповым  методом, 
если  температура  припоя  не  превышает  (533  + 5)К,  а время  пайки 
не  более  3 с,  если  в ТУ  на  конкретный  тип  транзистора  не 
указано  иное. 

Очистку  печатных  плат  от  флюсов  допускается  производить  жид- 
костями, не  портящими  покрытие,  маркировку  и материал  корпуса 
транзистора  (рекомендуется  спиртобензиновая  смесь). 

В процессе  монтажа,  транспортировки,  хранения  ВЧ  и СВЧ  би- 
полярных транзисторов  и МДП  полевых  транзисторов  необходимо 
обеспечивать  защиту  их  от  воздействия  статического  электричества. 
Способы  защиты  изложены  в ОСТ  11  аАО.336.01 3-73. 

К числу  важнейших  предупредительных  мер  относятся : 

хорошее  заземление  оборудования  и измерительных  приборов; 

применение  заземляющих  браслетов  (или  колец)  между  телом 
оператора  и землей,  антистатических  халатов; 

использование  низковольтных  электропаяльников  с заземленным 
жалом. 

Транзисторы  МДП  полевые  (кроме  мощных)  хранят  и транспор- 
тируют при  наличии  замыкателей  на  их  выводах.  Замыкатели  уда- 
ляют только  перед  моментом  включения  (монтажа)  транзистора 
в схему.  В момент  пайки  все  выводы  МДП  транзистора  должны 
быть  закорочены. 

Для  сохранения  минимальных  значений  тока  затвора  МДП  по- 
левых транзисторов  необходимо  применять  меры,  предохраняющие 
корпус  от  попадания  флюса  и припоя. 

При  выборе  лаков  или  компаундов  для  заливки  плат  с МДП 
полевыми  транзисторами  необходимо  учитывать  влияние  этих  мате- 
риалов на  ток  утечки  затвора  транзистора. 

При  применении  МДП  полевых  транзисторов  во  входных  кас- 
кадах радиоэлектронной  аппаратуры  необходимо  принимать  меры  их 
защиты  от  электрических  перегрузок. 

Для  измерения  параметров  транзисторов  промышленностью  вы- 
пускается ряд  измерительных  приборов. 

Наибольшее  распространение  для  измерения  параметров  мало- 
мощных биполярных  транзисторов  получил  прибор  Л2-22,  мощных  — 
Л2-42.  Для  измерения  параметров  полевых  транзисторов  могут  быть 
использованы  приборы  типов  Л2-32,  ЛЗ-38,  Л2-46  и Л2-48. 

Методы  измерения  основных  электрических  параметров  транзис- 
торов установлены  государственными  стандартами. 

Для  наблюдения  вольт-амперных  характеристик  транзисторов 
рекомендуется  использовать  прибор  Л2-56  (ПНХТ-2). 
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Часть  вторая 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  БИПОЛЯРНЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ 


Раздел  третий 

ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОМОЩНЫЕ 
НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 


п-р-п 

ТМЗА,  ТМЗВ,  ТМЗГ,  ТМЗД,  МЗА,  МЗВ,  мзг, 

мзд 


Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п  универсальные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных 
и переключающих  схемах  в составе  гибридных  интегральных  микро- 
схем залитой  и капсулированной  конструкций. 


Маркировочная  точна  база 


2* 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате  (ТМЗА,  ТМЗВ,  ТМЗГ,  ТМЗД)  и с гибкими  выводами  (МЗА, 
МЗВ,  МЗГ,  МЗД). 

Обозначение  типа  транзистора  приводится  на  его  корпусе. 
Масса  транзистора  на  керамической  плате  не  более  0,8  г,  с гиб- 
кими выводами  не  более  0,5  г. 

Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
І/КБ  = 5 В,  Іэ  = 1 мА  не  менее : 

ТМЗА,  МЗА 1,0  МГц 

ТМЗВ,  ТМЗГ,  МЗВ,  МЗГ 5 0 эдц-ц 

ТМЗД,  МЗД 10,0  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 

5 В,  /э  = 1 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

ТМЗА,  МЗА 3,0  нс 

ТМЗВ,  ТМЗГ,  ТМЗД,  МЗВ,  МЗГ,  МЗД 3,5  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 1 В,  /э  = 10  мА: 
при  Т = 293  К : 

ТМЗА,  МЗА. 18-55 

ТМЗВ,  МЗВ 20-60 

ТМЗГ,  МЗГ 40-120 

ТМЗД,  МЗД 40-160 

при  Т = 213  К: 

ТМЗА,  МЗА 7,2-55 

ТМЗВ,  МЗВ 8,0-60 

ТМЗГ,  МЗГ 16-120 

ТМЗД,  МЗД.  16-160 

при  Г = 346  К : 

ТМЗА,  МЗА 18-110 

ТМЗВ,  МЗВ 20-120 

ТМЗГ,  МЗГ 40-240 

ТМЗД,  МЗД 40-320 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  ....  15  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 1 0 мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1,0  В 

Время  рассасывания  при  7К  = 10  мА,  /=  1,5  кГц  не 

более  . 2,5  мкс 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  V кэ  = 15  В,  1/Бэ  = 

= — 0,5  В не  более: 

при  Т = 293  К 20  мкА 

при  Т = 346  К 150  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/Бэ  = 15  В не  более  ....  20  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В,/=  5 МГц 

не  более 35  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СБ э = 0,5  В,/  = 5 МГц 
не  более : 70  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  . . 

Постоянный  ток  коллектора  (эмиттера)  при  Г=213-^ 

308  К 

Импульсный  ток  коллектора  (эмиттера)  при  ти  = 10  мкс 
и средней  рассеиваемой  мощности,  не  превышающей 
постоянную  предельную  рассеиваемую  мощность  . . . 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Г=213-г298  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 

Температура  окружающей  среды 


15  В 
15  В 
10  В 

50  мА 


100  мА 
75  мВт 
0,8  К/мВт 
От  213  до 
346  К 


икз 

=0І 

и 

■3~1, 

5 В 

7 1 

ТМЗА, 

тмзв-тмзд - 

МЗВ 

(олут 

-МЗД 

,В  0 0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  11  Б3, В 

Входные  характеристики. 


1,6 

— 1,1 

СЧІ  > 

X 1,2 

о 

СІ 

Д-1,0 


0,8 

+-» 


0,6 

0,4 


I* 

= 10 

мА 

213 

'293 

к 

6К 

к 

ТМЗАДМЗВ- 

_ МЗА  МЗН  - 

тмзі 

МЗА 

а, 

□ 

0 1 


5 УЧ 


Зависимость  относительного  Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе-  времени  рассасывания  от  /«//к- 
редачи  тока  от  тока  эмиттера. 
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Примечания:  1.  При  Т > 308  К ток  коллектора  (эмиттера), 
мА,  рассчитывается  по  формуле 

/к(/э)  = 7 1/358  - Т. 

2.  При  Т > 298  К максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Р макс  = (358  — Т)/Ят  п.с. 


Зависимость  относительного  Зависимость  относительного  на- 

:статического  коэффициента  пе-  пряжения  насыщения  коллектор- 

редачи  тока  от  температуры.  эмиттер  от  температуры. 

МП9А,  МП10,  МП10А,  МП10Б,  МП11,  МП11А 

Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п  усилительные  низко- 
частотные с ненормированным  (МП10,  МП10А,  МП10Б,  МП11, 
МП11А)  и нормированным  (МП9А)  коэффициентами  шума  на  час- 
тоте 1 кГц. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
І/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее : 

МП9А,  МП10,  МП10А,  МП10Б 1 МГц 
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МП11,  МП1  ІА 2 МГц 

Коэффициент  шума  при  Г/КБ  — 1,5  В,  /э  = 0,5  мА, 

/=  1 кГц  МП9А  не  более 10  дБ 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  С/КБ  =5  В,  /э  = 1 мА,  /=  1 кГц: 
при  Т = 293  К : 

МП9А 15-45 

МП  10,  МП10А 15-30 

МП10Б 25-50 

МП11 25-55 

МП11А 45-100 

при  Т = 213  К : 

МП9А  6-45 

МП  10,  МП10А 6-30 

МП10Б 9-50 

МП11 9-55 

МП11А 18-100 

при  Т = 343  К : 

МП9А 15-90 

МПЮ,  МП10А 15-60 

МП10Б 25-100 

МП11 25-110 

МП11А . 45-165 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Т = 293  К не 
более: 

МП9А,  МПЮ,  МП11,  МП11А  при  С/кэ=  15  В . . . 30  мкА 

МП10А  при  С/КБ  = 30  В 30  мкА 

МП10Б  при  С/КБ  = 30  В 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К не  более: 

МП9А,  МПЮ,  МП11.МП11А  при  {/Эб  = 15  В . . . . 30  мкА 

МПЮА,  МП  ЮБ  при  ПЭБ  = 30  В 30  мкА 

Сопротивление  базы  при  Скв  = 5 В,  /э  = 1 мА,/—  500  кГц 

не  более 150  Ом 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сигна- 
ла при  холостом  ходе  в схеме  с общей  базой  при 

6/«Б  = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  1 кГц  не  более 2,5  мкСм 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/«в  = 5 В не 

более 60  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т = 213  ч-  323  К: 

МП9А,  МПЮ,  МПІ1,  МП11А 15  В 

МПЮА,  МП  ЮБ 30  В 

при  Г = 323  ч-  343  К : 

МП9А,  МПЮ,  МП11,  МП11А 10  В 

МПЮА,  МПЮБ  . , 20  В 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  Т=  213  -ь  323  К: 

МП9А,  МП10,  МП11,  МП11А 15  В 

МП10А,  МП10Б 30  В 

при  Т=  323ч-343  К: 

МП9А,  МП10,  МП11,  МП11А 10  В 

МП10А,  МП  10Б 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база : 
при  Г=  213  - 323  К: 

МП9А,  МП10,  МП1І,  МП1ІА 15  В 

МП10А,  МП10Б 30  В 

при  Г = 323  - 343  К : 

МП9А,  МП10,  МП11,  МП11А  . • 10  В 

МП10А,  МП10Б 20  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  . ...  150  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
при  р > 6666  Па : 

при  Т = 213  -ь  328  К 150  мВт 

при  Г = 343  К 75  мВт 

при  р < 6666  Па : 

при  Т = 213  -ь  328  К 100  мВт 

при  Г = 343  К 50  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление: 

при  р > 6666  Па 200  К/Вт 

при  р < 6666  Па 300  К/Вг 

Температура  перехода  358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  напря- 
жения коллектор-база. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 
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1.6 


213  233  253  273  293  313  Т,К 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  темпе- 
ратуры. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  в цепи  база- 
эмиттер. 


ТМ10А,  ТМ10Б,  ТМ10В,  ТМ10Ж 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  универсальные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных  и 
переключающих  схемах  в составе  микромодулей  залитой  и кап- 
сулированной конструкций. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате.  Обозначение  типа  приводится  на  плате  (вывод  1— база). 

Масса  транзистора  не  более  0,8  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  (УКБ  =10  В,  /э  = 3 мА 
не  менее 30  МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  СКБ  = 10  В,  /э  = 3 мА: 
при  Т = 293  К: 

ТМ10А 40-120 

ТМ10Б Ю-32 

ТМ10В 20-60 

ТМ10Ж  не  менее 80 

при  Т = 21 3 К: 

ТМ10А 20-120 

ТМ10Б 8-32 

ТМ10В 10-60 

ТМ10Ж  не  менее 40 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  ІІКБ  = 10  В,  /э  = 10  мА: 

ТМ10А 28-120 

ТМ10Б 7-32 

ТМ10В 14-60 

ТМ10Ж  не  менее 55 

Граничное  напряжение  при  /Эи  = 25  мА  не  менее: 

ТМ10А,  ТМ10Ж 20  В 

ТМ10Б,  ТМ10В 30  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА  не  более: 

при  /Б=  1 мА  ТМ10А,  ТМ10В,  ТМ10Ж 2,5  В 

при  /Б  = 2 мА  ТМ10Б 2,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА 
не  более: 

при  /Б=1  мА  ТМ10А,  ТМ10В,  ТМ10Ж  ....  2 В 

при  /Б  = 2 мА  ТМ10Б 2 В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т — 293  К: 

при  Скб  = 20  В ТМ10А,  ТМІ0Ж 5 мкА 

при  СКБ  = 30  В ТМ10Б,  ТМ10В 5 мкА 

при  Т = 293  К,  СКБ  = 10  В 30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/Эб  = 3 В не  более  ...  50  мкА 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  коротком  замыкании  при  СКБ  =10  В. 

/э  = 3 мА,  /=  50  ч-  1000  Гц  не  более 3 мкСм 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 10  В,  / = 

= 2 МГц  не  более 10  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СЭБ  = 3 В, /=  2 МГц 
не  более 50  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база,  коллектор-эмит- 


тер: 

ТМ10А,  ТМ10Ж 20  В 

ТМ10Б,  ТМ10В 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянный  ток  базы Ю мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т « 333  К 150  мВт 

при  Т = 393  К 50  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Тепловое  сопротивление 600  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  393  К 


МП35,  МП36А,  МП37,  МП37А,  МП37Б,  МП38, 

МП38А 

Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п  усилительные  низко- 
частотные с ненормированным  (МП35,  МП3.7,  МП37А,  МП37Б, 
МП38,  МП38А)  и нормированным  на  частоте  1 кГц  (МП36А) 
коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


{7кб  = 5 В,  /э  = I мА  не  менее: 

МП35 0,5  МГц 

МП36А,  МП37,  МП37А,  МП37Б 1 МГц 

МП38,  МП38А 2 МГц 

Коэффициент  шума  при  {/КБ=],5  В,  /э  = 0,5  мА, 

/=  1 кГц  для  МП36А  не  более 12  дБ 
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Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  СКБ  = 5 В,  /э  = I мА,  [=  I кГц: 
при  Г = 293  К: 

МП35 13-125 

МП36А 15-45 

МП37,  МП37А 15-30 

МП37Б 25-50 

МП38  25-55 

МП38А 45-100 

при  Т = 218  К: 

МП35 5-125 

МП36А 6-45 

МП37,  МП37А 6-30 

МП37Б 8-50 

МП38 8-55 

МП38А 17-100 

при  Т = 333  К: 

МП35  10-200 

МП36А 15-90 

МП37,  МП37А 15-60 

МП37Б 25-100 

МП38  25-  110 

МП38А 45-180 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 5 В не  более: 

при  Т = 293  К 30  мкА 

при  Т=  333  К 250  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  293  К,  {/ЭБ  = 5 В не 

более 15  мкА 

Сопротивление  базы  при  (/кв  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 

= 500  кГц  не  более 220  Ом 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  холостом  ходе  при  СКБ  = 5 В,  /3  = I мА, 

/=  I кГц  не  более 3,3  мкСм 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/кБ  = 5 В не 
более 60  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т=  213  н-  313  К: 

МП35,  МП36А,  МП37,  МП38,  МП38А 15  В 

МП37А,  МП37Б 30  В 

при  Т=  313  = 343  К: 

МП35,  МП36А,  МП37,  МП38,  МП38А 10  В 

МП37А,  МП37Б 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?ЭБ  < 

< 200  Ом: 

при  Т = 213  -ь  313  К: 

МП35,  МП 36 А,  МП37,  МП38,  МП38А 15  В 
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МП37А,  МП37Б 30  В 

при  Г=  313  4-  343  К: 

МП35,  МП36А,  МП37,  МП38,  МП38А  ....  10  В 

МП37А,  МП37Б 20  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

в режиме  усиления 20  мА 

в режиме  насыщения  или  в импульсном  режиме  ...  150  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  в режиме  насыщения  ....  150  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т—  213  4-  328  К 150  мВт 

при  Т = 343  К 75  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 200  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  343  К 


МП101,  МП101А,  МП101Б,  МП102,  МП103, 
МП103А,  МП111,  МП111А,  МП111Б,  МП112, 
МП113,  МП113А 

Транзисторы  кремниевые  сплавные  п-р-п  усилительные  низко- 
частотные с ненормированным  (МП101,  МПІ01Б,  МП102,  МП103, 
МП  ЮЗА,  МП111,  МПІ11Б,  МП112,  МП113,  МП11  ЗА)  и нормирован- 
ным (МП101А,  МП111А)  коэффициентами  шума  на  частоте  1 кГц. 

Предназначены  для  усиления  и переключения  сигналов  низкой 
частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г для  типов  МП101,  МП101А, 
МП101Б,  МП102,  МП  103,  МП103А  и не  более  2,5  г для  типов 
МП111,  МП  1 1 ІА,  МП  1 1 1 Б,  МП  1 12,  МП113,  МП113А. 


Коллектор 
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Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
(7кб  = 5 В,  /3  = 1 мА  не  менее: 

МП101,  МП  101  А,  МП101Б,  МП  102,  МП  1 1 1,  МП  1 1 ІА, 

МП11Б,  МП  112 0,5  МГц 

МП103,  МП  ЮЗА,  МП113 1 МГц 

МП113А 1,2  МГц 

Коэффициент  шума  при  (/Кб  =1  В,  /э  = 0,2  мА,  / = 

= 1 кГц: 

МП101А  не  более 15  дБ 

типовое  значение 5 * дБ 

МП  И ЗА  не  более 18  дБ 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  (7кб  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  1 кГц: 
при  Т = 298  К : 

МП101,МП1І1 10-25 

МП101А,  МП  1 1 ІА 10-30 

МП  101  Б,  МП  102,  МП103,  МП111Б,  МП112, 

МПІ13 15-45 

МП103А 30-75 

МПІІЗА 35-105 

при  Т = 213  К: 

МП101 5-25 

МП101А 5-30 

МП101Б,  МП  102,  МП103 8-45 

МП103А 10-75 

при  Т = 398  К: 

МП101  . 10-75 

МП101А 10-100 

МП101Б,  МП  102,  МП103 15-120 

МП  ЮЗА 30-225 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т = 298  К : 

МП101А  при  (/КБ=10  В 1 мкА 

МП111,  МП111Б  при  (7кб=10  В 3 мкА 

МП111А  при  (/КБ  = 5 В I мкА 

МП112,  МП113,  МПІІЗА  при  І/КБ  = 5 В . . . . 3 мкА 

при  Т = 398  К : 

МП101,  МПЮ1Б  при  (/кб  = 10  В 30  мкА 

МП  101  А,  МП102,  МП103,  МП103А  при  (/КБ  = 

= 5 В 30  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Т = 298  К не 
более : 

МП101,  МП101Б  при  Ѵкэ  = 20  В 3 мкА 

МП101А,  МП  102,  МП103,  МП103А  при  (/кэ  = 

= 10  В 3 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К не  более: 

МП101,  МП101Б  при  (/ЭБ  = 20  В 3 мкА 
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3 мкА 


МП101А,  МП102,  МП103,  МП103А  при  (/ЭБ  = 

= 10  В 

МП  1 1 1 , МП  1 1 ІА,  МП111Б,  МП  1 12,  МП113,  МП113А 

при  СЭБ  = 5В 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сигна- 
ла при  холостом  ходе  при  (УКБ  =5  В,  /э  = 1 мА, 

/=  1 кГц  не  более 

типовое  значение  МП101,  МП101А,  МП101Б,  МП102, 

МП103,  МП  ЮЗА 

Коэффициент  обратной  связи  по  напряжению  в режиме 
малого  сигнала  в схеме  с общей  базой  при  1/КБ  = 

= 5 В,  / э = 5 мА,  / = 1 кГц  не  более 

типовое  значение  МП101,  МП101А,  МП101Б,  МП102, 

МП103,  МП103А 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В: 

МП101,  МП101.А,  МП  101  Б,  МП  102,  МП103,  МП103А 

не  более 

типовое  значение  

МП  111,  МП111А,  МП111Б,  МП112,  МП113,  МП113А 
не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

МП101,  МП  101  Б,  МП111,  МП111Б 

МП101А,  МП  102,  МП103,  МП103А,  МП111А,  МП112, 

МП113,  МП113А 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 
« 2 кОм : 

МП101,  МП  101  Б,  МП111,  МП111Б 

МП101А,  МП102,  МП103,  МП103А,  МП111А,  МП112, 

МП113,  МП113А 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

МП101,  МП101Б 

МП101А,  МП102,  МП103,  МП103А 

МП111,  МП111А,  МП111Б,  МП112,  МП113, 

МП113А 

Постоянный  ток  коллектора 

Постоянный  ток  эмиттера 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  при 
переключении  и среднем  значении  тока  эмиттера  за 
1 с не  более  20  мА  МП111,  МП111А,  МП111Б, 

МП112,  МП113,  МП113А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мс,  ()  > 10 
Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мс,  ()  > 10 
Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  ч-  348  К,  р > 6650  Па  МП  101,  МП101А, 
МП101Б,  МП  102,  МП103,  МП103А 


3 мкА 

2 мкСм 
1,2*  мкСм 

3-  10“3 
ІО-3* 

150  пФ 
ПО*  пФ 

170  пФ 

20  В 
10  В 

20  В 

10  В 

20  В 
10  В 

5 В 
20  мА 
20  мА 

100  мА 
100  мА 
100  мА 

150  мВт 
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при  Т=  21'3  4-  348ГК,  р = 665  Па  МП101,  МП101А 


МП101Б,  МП  102,  МП103,  МП103А 

при  Т = 218  -г  343  К МП111,  МПІ11А,  МП111Б, 

100  мВт 

МП112,  МП113,  МП113А 

при  Г=  373  К МП111,  МП  1 1 ІА,  МП111Б, 

МП  1 12, 

150  мВт 

МП113,  МП  1 1 ЗА 

при  Т — 398  К МПІ01,  МП  101  А,  МП101Б, 

МП  102, 

60  мВт 

МП103,  МП103А 

Общее  тепловое  сопротивление: 

МПІ01,  МП101А,  МП  101  Б,  МП  102, 

МПЮЗ, 

60  мВт 

МП  ЮЗА 

МП111,  МП  1 1 ІА,  МП  1 1 1 Б,  МП112, 

МП  113, 

556  К/Вт 

МП113А 

Температура  перехода: 

МП101,  МП101А,  МП  101  Б,  МП  102, 

МПЮЗ, 

333  * К/Вт 

МП  ЮЗА 

МП1П,  МП  1 1 ІА,  МП111Б,  МП!  12, 

МП113 

423  К 

МП  1 1 ЗА 

Температура  окружающей  среды: 

МПЮ1,  МПЮІА,  МПЮ1Б,  МПЮ2, 

МПЮЗ, 

393  К 

МП  ЮЗА 

МПІ11,  МП  1 1 ІА,  МП  1 1 1 Б,  МП  1 12, 

ПМ113, 

От  213 
до  398  К 

МП113А 

От  218  до 
373  К 

Зависимость  относительного  коэффициента  передачи  тока  в режиме 
малого  сигнала  от  тока  эмиттера  при  различных  напряжениях 

коллектор-база. 
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2ТМ103А,  2ТМ103Б,  2ТМ103В, 
2ТМ103Г,  2ТМ103Д 


Транзисторы  кремниевые 
планарные  п-р-п  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в 
усилительных  и импульсных  мик- 
ромодулях этажерочной  конструк- 
ции. Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  на  керамической 
плате.  Обозначение  типа  приводит- 
ся на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более 
0,8  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  (7Кб  = 20  В,  /э  = 2 мА  не 


менее 30  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  {/«б  = 20  В,  /э  = 20  мА: 
при  Т = 293  К : 

2ТМ103А,  2ТМ103Г 16-50 

2ТМ103Б,  2ТМ103Д 30-90 

2ТМ103В 50-150 

при  Г = 398  К : 

2ТМІ03А,  2ТМ103Г 10-125 

2ТМ103Б,  2ТМ103Д 18-225 

2ТМ103В  . 30-375 

при  Т = 213  К : 

2ТМ103А,  2ТМ103Г  . . . . ' 8-50 

2ТМ103Б,  2ТМ103Д 12-90 

2ТМ103В 18-150 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

2ТМ103А,  2ТМ103Б  при  С/КБ  =120  В 7,5  мкА 

2ТМ103В,2ТМ103Г,2ТМ103Д  при  (УКБ  = 80  В . . . 7,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

2ТМ103А,  2ТМ103Б,  2ТМ103В  при  СЭБ  = 

= 1,5  В 5 мкА 

2ТМ103Г,  2ТМ103Д  при  С/ЭБ  = 3 В 5 мкА 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 
/Б  = 2 мА  не  более : 


при  Т = 293  К : 


2ТМ103А, 
2ТМ103Д  . 

2ТМ103Б, 

2ТМІ03В, 

2ТМ103Г, 

3,3  В 

при  Т = 398  К : 

2ТМ103А, 
2ТМ103Д  . . 

2ТМ103Б, 

2ТМ103В, 

2ТМ103Г, 

5,5  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2ТМ103А,  2ТМІ03Б 120  В 

2ТМ103В,  2ТМ103Г,  2ТМ103Д 80  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2ТМ103А,  2ТМ103Б,  2ТМ103В 1,5  В 

2ТМ103Г,  2ТМ103Д ЗВ 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  І/БЭ  = 

= 0,5  В или  ЛБ э < 1 кОм: 

2ТМ103А,  2ТМ103Б 120  В 

2ТМ103В,  2ТМ103Г,  2ТМ103Д 80  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Т = 213  333  К 15  мА 

при  Т = 398  К 2,7  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ()  > 4 . . . 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г=  213  4-  348  К 75  мВт 

при  Т — 398  К 30  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход  — среда 1 К/мВт 

Температура  перехода 428  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


ГТ122А,  ГТ122Б,  ГТ122В,  ГТ122Г 


Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п  низкочастотные  усили- 
тельные маломощные. 

Предназначены  для  работы  в низкочастотных  усилительных 
устройствах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
СКБ  = 5 В,  /э=1  мА  не  менее: 

ГТ122А,  ГТ122Б 1 МГц 

ГТ  122 В,  ГТІ22Г 2 МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1/к э = 5 В,  /э  = 1 мА : 

ГТ122А,  ГТ122Б 15-45 

ГТ  122 В,  ГТ122Г 30-60 

Сопротивление  базы  не  более 200  Ом 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 5 В не  бо- 
лее   20  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 5 В не  более  ...  15  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  температуре 


Г=  213  -г  313  К: 

ГТ  122 А 35  В 

ГТ122Б,  ГТ122В,  ГТ122Г Г . . . 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т = 213  4- 
ч-  313  К: 

ГТ  122 А 35  В 

ГТ122Б,  ГТ  122В,  ГТ122Г 20  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора 150  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  ч-  328  К 150  мВт 

при  Т = 328  -г  343  К 75  мВт 

Тепловое  сопротивление 0,2  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 


Примечание.  Минимальное  расстояние  от  корпуса  до  места 
изгиба  выводов  3 мм.  Минимальное  расстояние  до  места  пайки 
5 мм.  Пайку  производить  при  Т < 558  К в течение  времени  не 
более  5 с. 

КТ127А-1,  КТ127Б 


Транзисторы  кремниевые 
планарные  п-р-п  маломощные. 

Предназначены  для  работы 
в усилителях  и стабилизаторах 
постоянного  тока  в герметизи- 
рованной аппаратуре. 

Бескорпусные,  без  кристал- 
лодержателя, с защитным  по- 


-1,  КТ127В-1,  КТ127Г-1 
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крытием  лаком,  с гибкими  выводами.  Обозначение  типа  приводит- 
ся на  сопроводительной  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,006  г. 

Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/КБ  = 3 В,  /э  = 1 мА,  ти- 
повое значение крц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 


эмиттером  при  Окэ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 

КТ127А-1,  КТ127В-1 15-60 

КТ127Б-1,  КТ127Г-1 40-200 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 3 мА 

не  более 0,5  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 25  В,  Г=213ч- 

-5-  358  К не  более ] мкд 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УЭБ  = 3 В,  Т=  213  ч-  358  К 

неб°лее 1,5  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не 

б0лее 5 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

КТ127А-1,  КТ127Б-1 25  В 

КТ127В-1,  КТ127Г-1 45  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ127А-1,  КТ127Б-1 25  В 

КТГ27В-1,  КТ127Г-1 45  В 

Постоянный  ток  коллектора ' 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 21 3 - 343  К 15  мВт 

при  Г = 358  К 5 мВт 

Полное  тепловое  сопротивление 3 К/мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  358  К 


2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г, 

КТ201Б,  КТ201В,  КТ20ІГ 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  усили- 
тельные низкочастотные  с ненормированным  (2Т201А,  КТ201А,  2Т201Б, 
КТ201Б,  2Т201В,  КТ201В,  2Т201Г,  КТ201Г)  и нормированным 
(2Т201Д,  КТ201Д)  коэффициентами  шума  на  частоте  1 кГц. 
Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


2Т201Д, 

ІСТ201Д 


2Т201А, 

КТ201А, 


52 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С/КБ  = 5 В,  /3  =10  мА  не 


менее 10  МГц 

типовое  значение  2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г, 

2Т201Д 40*  МГц 

Коэффициент  шума  при  6/КБ  =1  В,  /э  = 0,2  мА,  / = 

= 1 кГц: 

2Т201Д  не  более 15  дБ 

типовое  значение 6*  дБ 

КТ201Д  не  более . . 15  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С/КБ  =1  В,  /к  = 5 мА: 
при  Т = 298  К : 

2Т20ІА,  КТ201А 20-60 

2Т201Б.  КТ201Б,  2Т201В,  КТ201В,  2Т201Д, 

КТ201Д 30-90 

2Т201Г,  КТ201Г 70-210 

при  Г = 213  К: 

2Т201А 10-60 

2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Д 15-90 

2Т201Г 35-210 

при  Т = 398  К : 

2Т201А 20-120 

2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Д 30-180 

2Т201Г 70-400 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  6/КБ  = 20  В : 

при  Т = 298  К2Т201А,  КТ201А,  2Т201Б,  КТ201Б  . . 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 2Т201А,  2Т201Б 10  мкА 

при  С/КБ  = 10  В: 

при  Г = 298  К 2Т201В,  КТ201В,  2Т201Г,  КТ201Г, 

2Т201Д,  КТ201Д 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 2Т201В,  2Т201Г,  2Т201Д  ....  10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К не  более: 

при  С/ЭБ  = 20  В 2Т201А,  КТ201А,  2Т201Б,  КТ201Б  . . 3 мкА 

при  Сэв=10  В 2Т201В,  КТ201В,  2Т20ІГ,  КТ201Г, 

2Т201Д,  КТ201Д 3 мкА 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
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2 мкСм 


нала  при  холостом  ходе  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА, 

/=  1 кГц  не  более 

типовое  значение  2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г 

2Т201Д 

Коэффициент  обратной  связи  по  напряжению  в режиме 
малого  сигнала  в схеме  с общей  базой  при  СКБ  = 5 В, 

/э  = 1 мА,  /=  1 кГц  не  более 

типовое  значение  2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г 

2Т201Д ’ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  = 5 В не 

более 

типовое  значение  для  2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В 

2Т201Г,  2Т201Д 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы  при  1=3  мм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т201А,  КТ201А,  2Т201Б,  КТ20ІБ 

2Т201В,  КТ201  В,  2Т201Г,  КТ201Г,  2Т201Д 
кт2оід ; 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  ЛЭБ  < 
< 2 кОм : 

2Т201А,  КТ201А,  2Т201Б,  КТ201Б 

2Т201В,  КТ201В,  2Т201Г,  КТ201Г,  2Т201Д 

КТ201Д 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2Т201  А,  КТ201А,  2Т201Б,  КТ201Б 

2Т20 1 В,  КТ20 1 В,  2Т20 1 Г,  КТ20 1 Г,  2Т20 1 Д,  КТ20 1 Д . . 
Постоянный  ток  коллектора: 

2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г,  2Т201Д  . . . . 
КТ201А,  КТ201Б,  КТ201В,  КТ201Г,  КТ201Д  . . . 
Импульсный  ток  коллектора  при  (^>  10: 

при  т„  « 10  мс  2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г, 

2Т201Д  

при  ти  < 100  мкс  КТ201А,  КТ201Б,  КТ201В,  КТ201Г 

КТ201Д 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В,  2Т201Г,  2Т201Д: 

при  Т = 213  -=-  348  К,  р > 6650  Па 

при  7’=  213  -г-  348  К,  р = 665  Па 

при  Т = 398  К 

КТ201А,  КТ201Б,  КТ201В,  КТ201Г,  КТ201Д: 

при  Т=  213  4-363  К 

при  Т = 398  К 

Общее  тепловое  сопротивление  2Т201А,  2Т201Б,  2Т201В 

2Т201Г,  2Т201Д ’ 

Температура  перехода  КТ201А,  КТ201Б,  КТ201В,  КТ201Г 

КТ201Д 

Температура  окружающей  среды 


0,5*  мкСм 

3 10“3 

4-  10^4* 

20  пФ 

9*  пФ 
6*  нГн 

20  В 
10  В 

20  В 

10  В 

20  В 
10  В 

20  мА 
30  мА 

100  мА 
100  мА 

150  мВт 
100  мВт 
60  мВт 

150  мВт 
60  мВт 

556  К/Вт 

423  К 
От  213 
до  398  К 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  температуры. 


3,0 

2,5 

ъ2,0 

«•>  ’ 

-^1,0 

0,5 


1 

2Т201А- 

КТ201Б- 

1 

— 

2Т2( 

КТ2 

11 Д, 
01Д 

Укэ 

= 1В 

5 м / 

ІК  - 

213  243  213  303  333  363  Т,К 


2Т205А-3,  2Т205Б-3 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  маломощные. 
Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных 
микромодулях  и блоках  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные,  без  кристаллодержателя,  с контактными  площад- 
ками для  монтажа  в аппаратуру.  Обозначение  типа  приводится 
на  групповой  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,003  г. 

Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  С/кб  = Ю В,  /э  = 2,5  мА  не 


менее 20  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1/КБ  = 10  В,  /э  = 2,5  мА: 

при  Г = 298  К 10-40 

при  Г =213  К 5-40 

при  Г = 398  К 10-100 
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0,3  0,05 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 5 мА, 

/Б  = 2 мА  не  более 2 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 5 мА, 

/Б  — 2 мА  не  более 1 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  /э  = 0,05  мА 

не  менее 0,5  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 5 мА,  /Б  = 2 мА  не 

более  1 мкс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  =10  В не 

более  10  пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  = 2 В не  более  25  пФ 
Обратный  ток  коллектор- эмиттер  при  ЛЭБ<3  кОм  не 
более : 

при  Т = 298  К : 

2Т205А-3  при  (/к э = 250  В 3 мкА 

2Т205Б-3  при  = 200  В 2 мкА 

при  Т = 213  К: 

2Т205А-3  при  Укэ = 250  В 3 мкА 

2Т205Б-3  при  (/к э = 200  В 3 мкА 

при  Г = 398  К: 

2Т205А-3  при  ІІКЭ  — 250  В 10  мкА 

2Т205Б-3  при  і/кэ  = 200  В 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 3 В не  более  ...  3 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 250  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?ЭБ  < 

< 3 кОм: 

2Т205А-3  250  В 

2Т205Б-3  200  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мс,  тф  « 1 мкс, 

О > 10 45  мд 
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Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т < 363  К . . . 40  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ти  < 10  мс. 


Тф  < 1 мкс,  <2  > 10,  Г < 363  К 160  мВт 

Температура  перехода  408  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  398  К 

Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т — 363  -ь  398  К определяется 
по  форму ле  РКмакс  = (408  - Г)/ 1 , 1 . 


0 5 10  І3)мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  от  тока 
эмиттера. 

Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости емкости  эмиттерного 
перехода  от  напряжения  эмит- 
тер-база. 


Ск,пФ 
12 

8 

4 

0 

Сэ,пФ 
15 

10 

5 

0 12  3 4 5иЗВ)в 


КТ206А,  КТ206Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитак- 
сиально-планарные п-р-п  маломощные 
универсальные. 

Предназначены  для  работы  в уси- 
лительных и импульсных  микромоду- 
лях и блоках  в герметизированной 
аппаратуре. 

Бескорпусные,  без  кристаллодер- 
жателя, с защитным  покрытием,  с 
гибкими  выводами.  Обозначение  типа 
приводится  на  групповой  паре. 

Масса  транзистора  не  более  0,002  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  І/КБ  = 2 В,  /к  = 5 мА  не 

менее 10  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/КБ  =1  В,  /к  = 5 мА : 

КТ206А 30-90 

КТ206Б 70-210 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

КТ206А  при  СКБ  = 20  В | МкА 

КТ206Б  при  С/КБ  = 12  В I мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не' более: 

КТ206А  при  СЭБ  = 20  В 1 мкд 

КТ206Б  при  СЭБ  = 12  В 1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/«Б  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 20  пф 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ206А 20  В 

КТ206Б ! \і  в 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  < 

< 3 кОм: 

КТ206А 20  В 

КТ206Б ’ І2В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

КТ206А  . 20  В 

КТ206Б 12  в 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  -=-  328  К 15  мВт 

при  Т = 358  К 5 мВт 

Температура  перехода 373  к 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  358  К 

КТ215А-1,  КТ215Б-1,  КТ215В-1,  КТ215Г-1, 
КТ215Д-1,  КТ215Е-1 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные маломощные. 

Предназначены  для  использования  в ключевых  и линейных 
гибридных  схемах,  микромодулях,  узлах  и блоках  радиоэлектрон- 
ной герметизированной  аппаратуры. 
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Бескорпусные,  без  кристал- 
лодержателя, с гибкими  вывода- 
ми, с защитным  покрытием. 
Обозначение  типа  приводится  на 
возвратной  таре. 

Масса  транзистора  без  упа- 
ковочной тары  не  более  0,01  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала: 
при  [УКБ  = 5 В,  /3  =10  мА: 

КТ215А-1  не  менее 20 

КТ215Б-1 30-90 

КТ215В-1,  КТ215Г-1 40-120 

при  6/Кб  = 1 В,  /э  = 40  мкА  не  менее: 

КТ215Д-1 80 

КТ215Е-1 40 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при /к  = 10  мА, 

/Б=  1 мА  КТ215Д-1,  КТ215Е-1  не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

4=1  мА  КТ215Д-1,  КТ215Е-1  не  более 1,2  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  4 = 1 мА, 

/э  = 0 КТ215Д-1,  КТ215Е-1 0,3-2, 5 В 

Входное  сопротивление  в схеме  с общим  эмиттером 
в режиме  малого  сигнала  при  І/Кэ  =5  В,  4 = 2 мА, 

/=  800  Гц 1,2-10  кОм 

типовое  значение 1,5*  кОм 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  = 0,5  В,  /= 

= 500  кГц 9,6-100  пФ 

типовое  значение 40*  пФ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 10  В,  / = 

= 500  кГц 9,5-50  пФ 

типовое  значение 12*  пФ 


Обратный  ток  коллектор- эмиттер  при  ЯБЭ  = 10  кОм, 

і/кэ  =30  В,  Т = 358  К не  более 100  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 


КТ215А-1,  КТ215Б-1 80  В 

КТ215В-1 60  В 

КТ215Г-1 40  В 

КТ215Д-1 30  В 

КТ215Е-1 20  В 
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Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мд 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс,  » 100  100  мА 

Постоянный  ток  базы 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г = 308  К 50  мВт 

при  Г = 358  К 20  мВт 

Температура  перехода 395$  к 

Тепловое  сопротивление  переход-кристалл 0,1  К/мЗт 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  358  К 


Допустимая  температура  пайки  транзисторов  в гибрид- 
ные схемы  не  должна  превышать  432  К в течение 
30  с. 


0,01  0,1  1 10Іэ,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


к 

Т215Д- 

1 

и. 

№ -5Й 
= 40  мн 

ІЗ 

А ) 

\ 

У 

>5 

10-1  10°  101  кг,к0м 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  выходного  сопротивления 
генератора. 
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КТ302А 


Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  низкочастотные  усили- 
тельные маломощные  с нормированным  коэффициентом  шума  на 
частоте  1 кГц. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  1/кэ = ' В,  /э  = 0,1  мА,  / = 

= 1 кГц  не  более 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 

при  і/кэ  = 1 В,  /э  = 0, 1 1 мА 

Обратный  ток  коллектора  при  1/к б = 1 5 В не  более  . . . 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/Эб  = 4 В не  более  . . . 


7 дБ 

110-250 
1 мкА 
1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Лдб  = 

= 0,1  кОм - 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 323  К 

Температура  окружающей  среды 

П307,  П307В,  ГІ308,  П309 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  переключательные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения  и преоб- 
разователей постоянного  напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


15  В 

15  В 
4 В 
10  мА 

100  мВт 
От  228 
до  358  К 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/КБ  = 20  В,  /э  = 4 мА  не 

менее 

Входное  сопротивление  при  СКБ  = 20  В,  /э  = 10  мА  не 

более 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  /э  = 10  мА,  С/КБ  = 20  В: 

П307,  П309  

П307В 

П308  !!!!!! 

Сопротивление  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 
= 15  мА,  /Б  = 3 мА  не  более: 
при  Т = 298  К : 

П307  

П307В,  П308,  П309  

при  Т = 398  К ' ' ‘ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = СКБмакс  не 

более 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  {/ю  = Ѵк-> 

ЛЭБ  < Ю кОм  не  более: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 398  К ......... 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 3 В не  более  • 

при  Г = 298  К 

при  Т = 398  К . . 


20  МГц 
70  Ом 


20-60 

50-150 

30-90 


100  Ом 
130  Ом 
240  Ом 

3 мкА 


20  мкА 
200  мкА 


5 мкА 
15  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  Кэ Б « 10  кОм: 

П307,  П307В 80  в 

П308,  П309  ! ! . 120  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора мд 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мкс,  > 10  . . . 120  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность : 
при  Г « 293  К . 
при  Т = 373  К . 
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250  мВт 
150  мВт 


при  Т = 393  К . 100  мВт 

при  Т = 398  К : . . 87,5  мВт 

Температура  перехода  423  К 

Обшее  тепловое  сопротивление: 

при  Т « 373  К 0,8  К/мВт 

при  Г > 373  К 0,4  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзистора.  Пайку  производить  паяль- 
ником при  Т < 533  К в течение  не  более  10  с.  Необходимо 
осуществлять  теплоотвод  между  корпусом  и местом  пайки.  Изгиб 
выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса, 
при  этом  должны  быть  приняты  меры  предосторожности,  обеспе- 
чивающие неподвижность  вывода  между  изгибом  и стеклянным 
изолятором,  чтобы  не  произошло  нарушения  спая  выводов  со 
стеклянным  изолятором,  ведущего  к потере  герметичности  транзи- 
стора. 


0 20  40  ВО  Ік,мА 


Входные  характеристики. 


Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  коэффициента  пе-  Зависимость  модуля  коэффи- 

редачи  тока  от  температуры.  циента  передачи  тока  от  тока 

эмиттера. 
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ФО,* 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


ГТ404А,  ГТ404Б,  ГТ404В,  ГТ404Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п  усилительные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в выходных  каскадах  усилителей 
низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами 
в двух  вариантах.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора : вариант  1 — не  более  5 г,  вариант  2 — 
не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/КБ  = 1 В,  /э  = 3 мА: 

ГТ 404 А,  ГТ404В 30-80 

ГТ404Б,  ГТ404Г 60-150 

Коэффициент  линейности  К(  = (1і2іэ  ПРИ  = 3 м А)/(й2іэ 

при /э  = 300  мА) 0,6— 1,5 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/КБ  =1  В,  /э  = 3 мА  не 

менее 1 МГц 

Прямое  падение  напряжения  на  эмиттерном  переходе 
при  отключенном  коллекторе,  /э  = 2 мА  не  более  ...  0,3  В 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = 10  В,  обратный  ток 

эмиттера  при  6/БЭ  = 10  В не  более 25  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 


= 200  Ом: 

ГТ404А,  ГТ404Б 25  В 

ГТ 404 В,  ГТ404Г . 40  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при  Т = 

= 298  К: 

вариант  1 0,6  Вт 

вариант  2 0,3  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда: 

вариант  1 0,1  К/мВт 

вариант  2 0,15  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

328  К 


Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 298  -г  328  К опреде- 
ляется по  формуле 

^К.макс  = (358  — Т)/Кт  п-с 

2.  Допускается  производить  соединения  выводов  транзисторов 
с элементами  схемы  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса 
транзистора  любым  способом  (пайка,  сварка  и т,  п.)  при  условии 
соблюдения  следующих  требований : за  все  время  соединения  темпе- 
ратура в любой  точке  корпуса  транзистора  не  должна  превы- 
шать максимально  допустимую  температуру  окружающей  среды. 
Температура  пайки  не  должна  превышать  558  К. 

Изгиб  выводов  должен  производиться  на  расстоянии  не  менее 
3 мм  от  корпуса  транзистора.  При  включении  транзистора  в 
электрическую  цепь  вывод  коллектора  должен  присоединяться  послед- 
ним и отключаться  первым. 

3 Полупроводниковые  приборы  65 


273  293  313  333  353  Т,  К 


Зависимость  относительного  об- 
ратного тока  коллектора  от 
температуры. 

Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры. 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


213  253  293  333  373  Т,  К 


О 100  200  300  Ч00Іэ,мА 


КТ503А,  КТ503Б,  КТ503В,  КТ503Г,  КТ503Д, 

КТ503Е 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  НЧ,  операционных 
и дифференциальных  усилителях,  преобразователях,  импульсных 
схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 


66 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА,  ти  < 30  мкс, 
скважности  > 100  не  менее: 

КТ503А,  КТ503Б 25  В 

КТ503В,  КТ503Г 40  В 

КТ503Д 60  В 

КТ503Е 80  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  =10  мА, 

= 1 мА  не  более 0,6  В 

типовое  значение 0,2  * В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1,2  В 

типовое  значение 0,8*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  і/кэ  = 5 В,  /э  = 10  мА: 

КТ503А,  КТ503В,  КТ503Д,  КТ503Е  .......  40-120 

КТ503Б,  КТ503Г 80-240 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С/Кэ  = 5 В,  /э  = 3 мА 

не  менее 5 МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В,  /= 

= 465  кГ ц не  более . 20  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = СКБмакс  не  бо- 
лее 1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ503А,  КТ503Б 40  в 

КТ503В,  КТ503Г 60  в 

КТ503Д 80  В 

КТ503Е юо  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 015А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 10  мкс,  (3  > Ю0  0,35  А 

Постоянный  ток  базы 0 1 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т=  233  - 298  К 0,35  Вт 

Температура  перехода 398  к 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  358  К 


Примечание.  Пайку  выводов  разрешается  производить  на 
расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса.  При  пайке  жало  паяльника 
должно  быть  заземлено.  Разрешается  производить  пайку  путем 
погружения  выводов  не  более  чем  на  3 с в расплавленный  при- 
пой с температурой  не  выше  523  К. 


3* 
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Изгиб  выводов  допускается  производить  на  расстоянии  не  менее 
5 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом  закругления  1,5-2  мм, 
при  этом  должны  приниматься  меры,  исключающие  передачу  усилий 
на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов  не  допускается. 


2$$  27$  $1$  $5$  $9$Т,К 


1 2 Ч 6810  20  Ч0Ік,мА 


Зависимость  максимально  до-  Зависимость  напряжения  насы- 
пустимой  постоянной  мощности  щения  коллектор-эмиттер  от 
рассеивания  коллектора  от  тем-  тока  коллектора, 

пера  туры. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  статического  коэф- 
щения  база-эмиттер  от  тока  кол-  фициента  передачи  тока  от  тока 

лектора.  эмиттера. 


р-п-р 

ТІА,  ТІБ,  Т2А,  Т2Б,  Т2В,  Т2К,  ТЗА,  ТЗБ 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  универсаль- 
ные низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных 
и переключающих  каскадах  низкой  частоты  в составе  гибридных 
интегральных  микросхем  залитой  конструкции. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,25  г. 
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Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


С/кб  = 5 В,  /к  = 1 мА  не  менее : 

ТІА,  Т2А 3,0  МГц 

ТІБ,  Т2Б 2,0  МГц 

Т2В 7,0  МГц 

Т2К 4,0  МГц 

ТЗА,  ТЗБ 1,0  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/КБ  = 

= 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 465  кГц  не  более  .....  3000  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  СКБ  = 1 В,  /к  = 10  мА: 
при  Г = 298  К: 

ТІА,  Т2А 20-50 

ТІБ,  Т2Б 40-150 

Т2В . 20-150 

ТЗА 10-40 

ТЗБ 30-150 

при  Г=213К . . . .От  1 до  0,5 

значения  при 
Т = 298  К 

при  Т = 343  К не  более 2 значения 

при  Г = 298К 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 20  мА  не  более: 
при  /Б  = 2 мА: 

ТІА,  ТІБ,  Т2А,  Т2Б,  Т2В 0,2  В 

ТЗБ 0,4  В 

при  /Б  = 4 мА  ТЗА 0,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА  не 
более : 

при  /Б  = 2 мА: 

ТІА,  ТІБ,  Т2А,  Т2Б,  Т2В 0,5  В 

ТЗБ 0,8  В 

при  /Б  = 4 мА  ТЗА 0,5  В 

Плавающее  напряжение  эмиттер-база  при  СКБ  = 10  В 
ТІА,  ТІБ;  при  СКБ  = 20  В Т2А,  Т2Б,  Т2В,  Т2К;  при 
(/КБ  = 30  В ТЗА,  ТЗБ  не  более 0,3  В 
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Остаточное  напряжение  при  прямом  смещении  кол- 
лекторного перехода  при  /Б  = 7,5  мА  Т2К  не  бо- 
лее  5,0  мВ 

Сопротивление  насыщения  открытого  транзистора  при 

/к  = 6 мА,  /Б  = 7,5  мА  Т2К  не  более 4,0  Ом 

Время  рассасывания  при  Скв  =10  В,  /Б  = 0,5  мА,  /к  = 

= 10  мА  не  более 1,0  мкс 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г = 298  К: 

при  СКБ  = 10  В ТІА,  Т1Б 6,0  мкА 

при  СКБ  = 20  В: 

Т2А,  Т2Б,  Т2В 7,0  мкА 

Т2К  5,0  мкА 

при  Скв  = 30  В ТЗА,  ТЗБ 8,0  мкА 

при  Т — 343  К : 

при  СКБ  = 10  В ТІА,  Т1Б 50  мкА 

при  СКБ  = 20  В : 

Т2А,  Т2Б,  Т2В 55  мкА 

Т2К 40  мкА 

при  6/КБ  = 30  В ТЗА,  ТЗБ 60  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Т = 298  К : 

при  Сэв  = 5 В ТІА,  Т1Б 6,0  мкА 

при  І/ЭБ  = 1 5 В : 

Т2А,  Т2Б,  Т2В 7,0  мкА 

Т2К ' 5,0  мкА 

ТЗА,  ТЗБ 8,0  мкА 

при  Т = 343  К : 

при  (7Эб  = 5 В ТІА,  Т1Б 50  мкА 

при  V эв  = 1 5 В : 

Т2А,  Т2Б,  Т2В  55  мкА 

Т2К 40  мкА 

ТЗА,  ТЗБ  60  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скв  = 5 В,  / = 

= 465  кГц  не  более 18  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  = 5 В,  / = 

= 465  кГц  не  более 18  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

ТІА,  Т1Б 7,0  В 

Т2А,  Т2Б,  Т2В 15  В 

ТЗА,  ТЗБ 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

ТІА,  Т1Б 7.0  В 

Т2А,  Т2Б,  Т2В,  Т2К,  ТЗА,  ТЗБ 14  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база: 

ТІА,  Т1Б 10  В 

Т2А,  Т2Б,  Т2В,  Т2К 20  В 

ТЗА,  ТЗБ 30  В 
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Постоянное  и импульсное  напряжение  эмиттер-база: 

ТІА,  ТІБ 5,0  В 

Т2А,  Т2Б,  Т2В.  Т2К,  ТЗА,  ТЗБ 15  В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора 150  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т « 298  К . . . 100  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,8  К/мВт 

Температура  р-п  перехода 373  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 


Примечания:  I.  При  298  К максимально  допустимая  рас- 
сеиваемая мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

^макс  = (373  - Т)/КТп ^ 

2.  Изгиб  выводов  должен  производиться  на  расстоянии  не 
менее  2 мм  от  стеклоизолятора  радиусом  не  менее  0,5  мм. 
Число  перегибов  должно  быть  не  более  двух.  Пайка  выводов  тран- 
зисторов должна  производиться  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
стеклоизоляторов  припоем  с температурой  плавления  (523+  10)  К. 


0 2 Ч 6 8 іоиЭБ,в 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 

Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 

Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
напряжения  коллектор-база. 


ТМ2А,  ТМ2Б,  ТМ2В,  ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2А, 
М2Б,  М2В,  М2Г,  М2Д 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных 
и переключающих  каскадах  низкой  частоты  в составе  гибридных 
интегральных  микросхем  залитой  и капсулированной  конструкций. 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате  (ТМ2А,  ТМ2Б,  ТМ2В,  ТМ2Г,  ТМ2Д)  и с гибкими  выводами 
(М2А.  М2Б,  М2В,  М2Г,  М2Д). 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  на  керамической  плате  не  более  0,8  г, 
с гибкими  выводами  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
6/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

ТМ2А,  ТМ2Б,  М2  А,  М2Б 3,0  МГц 

ТМ2В,  ТМ2Г,  М2В,  М2Г 9,0  МГц 

ТМ2Д,  М2Д ..  15,0  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СКБ  = 

= 5 В,  Іэ  = 1 мА,  / = 5 МГц  не  более: 

ТМ2А,  ТМ2Б,  ТМ2В,  М2А,  М2Б,  М2В 3000  пс 

ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2Г,  М2Д 4000  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Ѵкб=  1 0.  = 10  мА: 

при  Т = 293  К : 

ТМ2А,  М2А 20-60 

ТМ2Б,  М2Б 50-150 

ТМ2В,  М2В 30-90 

тмэг  М7Г 70-210 


ТМ2Д,  М2Д 
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при  7’=  213  К: 

ТМ2А,  М2А 12-60 

ТМ2Б,  М2Б 30-150 

ТМ2В,  М2В 15-90 

ТМ2Г,  М2Г 25-210 

ТМ2Д,  М2Д 40-250 

при  Т=  346  К: 

ТМ2А,  М2А 20—120 

ТМ2Б,  М2Б 50  — 250 

ТМ2В,  М2В 30  — 200 

ТМ2Г,  М2Г 70-400 

ТМ2Д,  М2Д 80-450 

Граничное  напряжение  при  /эи  = 3,5  мА  не  менее: 

ТМ2А,  ТМ2Б,  М2А,  М2Б 15  В 

ТМ2В,  ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2В,  М2Г,  М2Д  ....  10  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  Ік  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,15  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  =10  мА, 

/б  = 1 мА  не  более 0,5  В 


Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  (2  = 50  + 1000 
ТМ2А,  М2А  при  і/кв  = 15  В,  /Б  = 1 мА;  ТМ2Б, 
М2Б  при  (7кб  = 15  В,  /Б  = 0,5  мА;  ТМ2В,  М2В  при 
НКБ=І0  В,  /Б  = 0,5  мА;  ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2Г,  М2Д 


при  1/к Б=  10  В,  /Б  = 0,25  мА  не  более 2,0  мкс 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Оэ(і  = 0,5  В не 
более: 

при  <УКБ  = 15  В ТМ2А,  ТМ2Б,  М2А,  М2Б: 

при  Т = 293  К и Г=  213  К 20  мкА 

при  Т = 346  К 70  мкА 

при  Т/КБ  = Ю В ТМ2В,  ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2В,  М2Г, 

М2Д: 

при  Г=  293  К и Г=  213  К 15  мкА 

при  Т = 346  К 70  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 10  В не  более: 

при  Г = 293  К и Г =213  К 20  мкА 

при  Т = 346  К 50  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  II к б = 5 В,  / = 

= 5 МГц  не  брлее 25  пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  Т/ЭБ  = 0,5  В,  /=  10  МГц 

не  более 40  пф 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  напря- 
жении база-эмиттер  0,5  В; 

ТМ2А,  ТМ2Б,  М2А,  М2Б 15  В 

ТМ2В,  ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2В,  М2Г,  М2Д 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

ТМ2А,  ТМ2Б,  М2А,  М2Б 15  В 

ТМ2В,  ТМ2Г,  ТМ2Д,  М2В,  М2Г,  М2Д 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 10  В 
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Постоянный  ток  коллектора  при  Т — 213  ч-  308  К . . . 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 10  мкс  и средней 
рассеиваемой  мощности,  не  превышающей  предель- 
ную   100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т=  213  ч- 

-5-  298  К ...  75  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,8  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  346  К 


Примечания:  1.  При  Т > 308  К ток  коллектора,  мА,  рас- 
считывается по  формуле 

/к.  макс  = 7 1/358  - Т. 

2.  При  Т > 298  К максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 


ІЬ,мА 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

0 


Входная  характеристика.  Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


ТМ4А,  ТМ4Б,  ТМ4В,  ТМ4Г,  ТМ4Д,  ТМ4Е, 
М4А,  М4Б,  М4В,  М4Г,  М4Д,  М4Е 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  универ- 
сальные низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных 
и переключающих  схемах  низкой  частоты  в составе  гибридных 
интегральных  микросхем  залитой  и капсулированной  конструкций. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате  (ТМ4А,  ТМ4Б,  ТМ4В,  ТМ4Г,  ТМ4Д,  ТМ4Е)  и с гибкими 
выводами  (М4А,  М4Б,  М4В,  М4Г,  М4Д,  М4Е). 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Вывод  эмиттера  на 
корпусе  транзисторов  М4А,  М4Б,  М4В,  М4Г,  М4Д,  М4Е  марки- 
руется красной  точкой. 

Масса  транзистора  на  керамической  плате  не  более  0,8  г, 
с гибкими  выводами  0,5  г. 
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9,  В 


ТМ4А,  ТМ4Б,  ТМЬВ.ТМЬГ,  ТМЬА,ТМ4Е 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  6/КБ  = 12  В,  /э  = 10  мА, 

ти  = 100  мкс  и 2 > 10  не  менее 12  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/КБ  = 1 В,  /э  = 10  мА: 
при  Г=  298  К: 

ТМ4А,  ТМ4Г,  М4А,  М4Г 20-75 

ТМ4Б,  ТМ4Д,  М4Б,  М4Д 50-120 

ТМ4В,  ТМ4Е,  М4В,  М4Е 90-200 

при  Г = 346  К : 

ТМ4А,  ТМ4Г,  М4А,  М4Г 10-330 

ТМ4Б,  ТМ4Д,  М4Б,  М4Д 35-660 

ТМ4В,  ТМ4Е,  М4В,  М4Е 50-850 

при  7'=  213  К: 

ТМ4А,  ТМ4Г,  М4А,  М4Г 10-100 

ТМ4Б,  ТМ4Д,  М4Б,  М4Д 20-160 

ТМ4В,  ТМ4Е,  М4В,  М4Е 40-240 


Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/КБ  = 

= 5 В,  /к  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

ТМ4А,  ТМ4Б,  ТМ4В,  М4А,  М4Б,  М4В  ....  1500  пс 
ТМ4Г,  ТМ4Д,  ТМ4Е,  М4Г,  М4Д,  М4Е  ....  500  пс 
Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/КБ  = 5 В, 
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/э  = 5 А,  /=  20  МГц  не  менее: 

ТМ4А,  ТМ4Б,  ТМ4В,  М4А,  М4Б,  М4В  ....  2,5 

ТМ4Г,  ТМ4Д,  ТМ4Е,  М4Г,  М4Д,  М4Е  ....  4,0 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  =10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,7  В 


Время  рассасывания 

при  /к  = 

10  мА, 

6/кэ  — 

25  В, 

/Б  = 

= 1,0 

мА 

ТМ4А, 

ТМ4Г, 

М4А, 

М4Г ; 

при 

Лэ  = 

= 0,4 

мА 

ТМ4Б, 

ТМ4Д, 

М4Б, 

М4Д; 

при 

/б  = 

= 0,22  мА  ТМ4В,  ТМ4Е,  М4В,  М4Е  не  более  ...  3,0  мкс 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  (Укэ  = 15  В,  С/БЭ  = 


= 0,5  В не  более: 

при  Г = 298  К и Т—  213  К 6,0  мкА 

при  Т = 346  К 80  мкА 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = 1 5 В не  более  ...  6,0  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/Эб  = 1,5  В не  более  ...  30  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Т/КБ  = 5 В,  ( = 

= 5 МГц  не  более 8,5  пФ 


0 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  иБЭ,в 


0 15  30  45  60  751), мА 


Входные  характеристики. 


ьгіэ 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

293  303  313  323  333  343  Т,К 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 


510~г  Ъ10~'  510°  5Ю^ѣ),к0м 

Зависимость  относительного  про- 
бивного напряжения  коллектор-эмит- 
тер от  сопротивления  база-эмиттер. 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  напря- 
жении база-эмиттер  0,5  В 15В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  в схеме  с общей 

базой 15  в 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 1,5  В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т—  213  ч-  308  К . . . 40  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс  и средней 
рассеиваемой  мощности,  не  превышающей  постоянную 

предельную  рассеиваемую  мощность 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  7^213-ь 

298  К 75  мВт  ' 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,8  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до  346  К 

Примечания:  1.  При  Т > 308  К максимально  допустимый 

ток  коллектора,  мА,  рассчитывается  по  формуле  I к.  макс  = 6 ]/ 358  — Т. 


2.  При  Т > 298  К максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается  по  фоомѵле 
/’к.макс  = (358  - Г)/Л7п.с. 


0 4 8 12  16  200кв,В 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


0 0,4  0,8  1,2  1,6  2,0иэв,В 
Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
- эмиттер-база. 


ТМ5А,  ТМ5Б,  ТМ5В,  ТМ5Г,  ТМ5Д,  М5А, 
М5Б,  М5В,  М5Г,  М5Д 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных 
и переключающих  схемах  низкой  частоты  в составе  гибридных 
интегральных  микросхем  залитой  и капсулированной  конструкций. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате  (ТМ5А,  ТМ5Б,  ТМ5В,  ТМ5Г,  ТМ5Д)  и с гибкими  вы- 
водами (М5А,  М5Б,  М5В,  М5Г,  М5Д). 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  на  керамической  плате  не  более  0,8  г, 
с гибкими  выводами  не  более  0,5  г. 
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Коллектор  9,6 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


СКБ  = 5 В,  /э  =' 1 мА  не  менее: 

ТМ5А,  ТМ5Б,  ТМ5Д,  М5А,  М5Б,  М5Д  ....  1,0  МГц 

ТМ5В,  М5В 2,0  МГц 

ТМ5Г,  М5Г 3,0  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СКБ  = 

= 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

ТМ5А,  ТМ5Д,  М5А,  М5Д 2500  пс 

ТМ5Б,  ТМ5В,  М5Б,  М5В 3000  пс 

ТМ5Г,  М5Г 3500  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  ІІКБ  = 1 В,  /э  = 10  мА: 
при  Т=  293  К: 

ТМ5А,  М5А 20-50 

ТМ5Б,  М5Б 35-80 

ТМ5В,  М5В 60-130 

ТМ5Г,  М5Г 110-250 

ТМ5Д,  М5Д 20-60 

при  Т=  213  К: 

ТМ5А,  М5А 12  — 50 

ТМ5Б,  М5Б 20-80 

ТМ5В,  М5В 30-130 
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ТМ5Г,  М5Г  . . 

ТМ5Д,  М5Д || 

при  Т = 346  К : 

ТМ5А,  М5А 

ТМ5Б,  М5Б I I I I I 

ТМ5В,  М5В 

ТМ5Г,  М5Г III 

ТМ5Д,  М5Д I I I I 

Граничное  напряжение  при  /Эи  = 5 мА,  С/КБ  =15  В, 

<2  > 10  не  менее 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 

Время  рассасывания  при  (Укэ=15  В,  /к  = 10  мА 
ТМ5А,  ТМ5Д,  М5А,  М5Д  при  /Б=1,0  мА;  ТМ5Б, 
ТМ5В,  М5Б,  М5В  при  /Б  = 0,5  мА;  ТМ5Г,  М5Г 

при  /Б  = 0,25  мА  не  более 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ІІЪЗ  = 0,5  В не 
более : 

при  Г=  293  К и Т=  213  К: 
при  Г/кэ  = 1 5 В ТМ5А,  ТМ5Б,  ТМ5В,  ТМ5Г, 

М5А,  М5Б,  М5В,  М5Г 

при  1/к з = 25  В ТМ5Д,  М5Д 

при  Т = 346  К: 

при  Цкэ  = 15  В ТМ5А,  ТМ5Б,  ТМ5В,  ТМ5Г 

М5А,  М5Б,  М5В,  М5Г 

при  Цк э = 25  В ТМ5Д,  М5Д  ....  I I I I 
Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 10  В не  более  . . . 
Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В,  /= 

= 5 МГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Г/ЭБ  = 0,5  В не 
более 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  напря- 
жении база-эмиттер  0,5  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

ТМ5А,  ТМ5Б,  ТМ5В,  ТМ5Г,  М5А,  М5Б,  М5В 

М5Г 

ТМ5Д,  М5Д | | | | | 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т = 213  ч-  308  К . . . 
Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 10  мкс  и средней 
рассеиваемой  мощности,  не  превышающей  постоян- 
ную предельную  рассеиваемую  мощность 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т=  213  -ь  298  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 


60-250 

12-60 

20-100 

35-120 

60-250 

110-320 

20-60 

15  В 

0,15  В 

0,5  В 


2,0  мкс 


20  мкА 
25  мкА 


70  мкА 
1 1 0 мкА 
20  мкА 

30  пФ 

45  пФ 


15  В 


15  В 
25  В 
10  В 
70  мА 


150  мА 

75  мВт 
0,8  К/мВт 


Температура  окружающей  среды 


От  213 
до  346  К 


Примечания:  1.  При  Г > 308  К ток  коллектора,  мА,  рас- 
считывается по  формуле 

'к  макс  = 10  1/358  - Т. 

2.  При  Т = 298  ч-  346  К максимально  допустимая  постоянная 
рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается  по  фор- 
муле 

Лс.макс  = (358  - Г)/КТлІ<. 


Ів,мА 
0,5 
44 
0,3 
0,2 
0,1 

0 0,1  0,2  0,3  44  0,5изв,В 

Входная  характеристика. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


0,1  2 4681  2 46810  2 46  100  2 8ВЗ, кОм 

Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


ТМ11,  ТМ11А,  ТМ1ІБ 

Транзисторы  кремниевые  диффузионные  р-п-р  универсальные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных 
и переключающих  схемах  низкой  частоты  в составе  гибридных 
интегральных  микросхем  залитой  и капсулированной  конструкций. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате.  Обозначение  типа  приводится  на  керамической  плате. 

Масса  транзистора  не  более  0,8  г. 
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Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
СКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

ТМ11 . . 0,1  МГц 

ТМ11А,  ТМ11Б 0,5  МГц 

Граничное  напряжение  не  менее: 

ТМ11  при  /Эи  = 5 мА 30  В 

ТМ1ІА,  при  /Эи  = 10  мА : . 15  В 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сиг- 
нала при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  50  ч- 1000  Гц: 
при  Г = 293  К: 

ТМИ 9-36 

ТМ11А 15-60 

ТМ11Б 30-160 

при  Т = 213  К: 

ТМ11 7-36 

ТМ11А 10-60 

ТМ11Б 25-160 

при  Т = 393  К: 

ТМ  1 1 9-108 

ТМ11А 15-180 

ТМ11Б 30-380 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  1/КБ  =1  В,  /э  = 10  мА: 

ТМИ 7-40 

ТМ11А 10-60 

ТМ11Б 19-160 

Входное  сопротивление  в схеме  с общим  эмиттером 
при  /э  = 1 мА,  І/КБ  = 30  В ТМ11  и С/КБ  =15  В 

ТМ11А,  ТМ11Б  не  более 300  Ом 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 10  мА, 

/Б  = 2 мА  ТМ11  и /Б  = 1 мА  ТМ11А  не  более  ...  0,5  В 
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Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/б  = 2 мА  ТМ11  и /5  = 1 мА  ТМ11А  не  более  ...  1,0  В 

Время  рассасывания  при  Ь/КБ  = 1 5 В,  /к  = 10  мА, 

/б  = 1,0  мА,  /=  400  Гц  ТМ1 1,  ТМІ  ІА  не  более  ...  5,0  мкс 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т = 293  К : 

ТМ11  при  (/КБ  = 30  В;  ТМІ  ІА,  ТМІ1Б  при  (УКБ  = 

= 1 5 В 20  мкА 

при  Т=  213  К: 

ТМ11  при  С/КБ  = 40  В,  ТМІ  ІА,  ТМ11Б  при  Ѵкв  = 

= 20  В 200  мкА 

при  Г = 393  К: 

ТМИ  при  (УКБ  = 20  В;  ТМІ  ІА,  ТМІІБ  при  С/КБ  = 

= Ю В 250  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  сопротивлении 
в цепи  базы  1 кОм  ТМ 1 1 при  І/КБ  = 40  В и ТМ 1 1 А, 

ТМІІБ  при  1УКБ  — 20  В не  более 200  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = 5 В,  при  Т = 

= 393  К не  более 150  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {УКБ  = 5 В,  / = 

= 3 МГц  ТМІ  1,  ТМІ  ІА  не  более 1 10  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/эв  = 0,5  В,  /= 

= 10  МГц  ТМ1І,  ТМІ  ІА  не  более 50  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  (/БЭ  = 

= 0,5  В: 

ТМІ  1 : 

при  Т=  213'  = 348  К 30  В 

при  Т = 393  К 20  В 

ТМІ  ІА,  ТМІІБ- 

при  Т = 213  = 348  К с' 15  В 

при  Т = 393  К ЮВ 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

ТМ  1 1 : 

при  Г = 213  = 348  К 30  В 

при  Т = 393  К 20  В 

ТМІ  ІА,  ТМІ  1Б: 

при  Г=213н-  348  К 15  В 

при  Т = 393  К ЮВ 

Напряжение  база-эмиттер: 

при  Т=  213  = 348  К 10  В 

при  Т = 393  К 5 в 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Т=  213  = 348  К 50  мА 

при  Т = 393  К 30  мА 

Постоянная  (средняя)  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = 213  н-  333  К 150  мВт 

при  Г=  393  К 50  мВт 
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Температура  окружающей  среды 


От  213 
до  393  К 


Примечания:  1.  При  Т = 348  -г  393  К напряжение  кол- 
лектор-эмиттер, коллектор-база,  база-эмиттер,  а также  ток  коллек- 
тора уменьшается  по  линейному  закону. 

2.  При  Т = 333  4-  393  К максимально  допустимая  постоянная 
рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Рк  макс  = (423  - п/ 0,6. 


Входная  характеристика. 

■ІВ,"А 

0,5 

Зависимость  относительного 

о,ч 

входного  сопротивления  в схеме 
с общим  эмиттером  от  темпе- 

0,3 

ратуры. 

0,2 

Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 

0,1 

жиме  малого  сигнала  от  темпе- 
ратуры. 


0,1  0,2  0,3  и вэ, в 


§ Ь6 

12 

< 1,0 


■0,8 

0,6 


тміі, 

ТМИ  А, 

ТМ110 

Окв 

= 158, 

= 1 мА 

1_ 

$1,0 

<м  ; 

о$ 


ТМІІ, 

ТМІІ  А, 

ТМ116 

'17 

«Б  - 5 

у = 1 м А ? 

сгп  - 

—1 

И 1 1 1 

213  253  293  333  373  Т, К 213  253  293  333  373Т,К 


МП13,  МП13Б,  МП14,  МП14А,  МП14Б, 
МП14И,  МП15,  МП15А,  МП15И 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  усиления  малых  сигналов  низкой  частоты 
(МП13Б),  усиления,  переключения,  формирования  импульсов  (МП14И), 
применения  в ферриттранзисторных  ячейках  (МП15И). 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


і/кб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

МП13 0,5  МГц 

МП13Б,  МП  14,  МП14А,  МП14Б,  МП14И  ....  1 МГц 

МП15,  МПІ5А 2 МГц 

Коэффициент  шума  при  Г/КБ  = 1 ,5  В,  /э  = 0,5  мА, 

/=  1 кГц  МП13Б  не  более 12  дБ 

Время  рассасывания  при  Ек  = 20  В,  НБЭи  = 4 В,  7?к  = 

= 510  Ом,  ЛБ  = 100  Ом  МП14И  не  менее  ....  1,4  мкс 

Амплитуда  выходного  импульса  при  Ек  = 15  В,  С/БЭ  и = 

= 15  В,  = 100  Ом,  ЛБ  = 1 кОм  МП15И  не  менее: 

при  Т = 293  К 5,5  В 

при  Г=213  и Т = 343  К 4В 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  Екб  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 1 кГц: 
при  Г = 293  К: 

МП  13  не  меНее 12 

МП!  ЗБ 20-60 

МП14,  МП14А 20-40 

МП14Б,  МП1 5 30-60 

МП14И 20  — 80 

МП15А 50-100 

при  Г=213  К: 

МП  і 3 не  менее 7 

МП13Б 7 — 60 

МП  14,  МП14А 7-40 

МП14Б,  МП15 12-60 

МП14И 7-80 

МП15А 20-100 

при  Т = 343  К: 

МП  13  не  менее 12 

МГ113Б,  МП14И 20-150 

МП14,  МП14А 20-100 

МП14Б,  МП15 30-150 

МП15А 50-200 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 

МП14И  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА 0,2  В 
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МП15И  при  Ек=15  В,  ЕБ=15  В,  Лк  = 100  Ом, 

ЛБ  = 600  Ом  

Обратный  ток  коллектора  при  Т = 343  К не  более: 
МП13,  МП13Б,  МП14,  МП15,  МП15А  при  СКБ  = 

= 10  В 

МП  14А,  МП14Б,  МП14И  при  СКБ  = 20  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 0 не  более: 
при  Г = 293  К: 

МП13,  МП13Б,  МП  14,  МП15,  МП15А  при  Скэ  = 

= 15  В 

М П 1 4А  при  Скэ  = 30  В 

МПІ4Б,  МП14И  при  С/ББ  = 30  В 

при  Т=  343  К,  Скэ  =10  В МП15И: 

90  % транзисторов 

100%  транзисторов 

Импульсный  обратный  ток  коллектор-эмиттер  МП15И 
при  Т=  293  К,  (7КЭи  = 30  В,  ЛЭБ  = 0,  ти  = 10  мкс, 

/=  10  кГц  не  более 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т=  293  К не  более: 
МП13,  МП13Б,  МП  14,  МП15,  МП15А  при  СЭБ  = 

= 15  В 

МП14А,  МП14Б,  МП14И  при  СЭБ  = 30  В . . . . 
Сопротивление  базы  при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 
= 500  кГц  МП13,  МП13Б,  МП14,  МП14А,  МП14Б, 

МП14И,  МП  15,  МП15А  не  более 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  холостом  ходе  в схеме  с общей  базой 
при  С/кб  = 5 В,  /э=  1 мА, /=  1 кГц  МПІЗ,  МП13Б, 
МП  14,  МП14А,  МП14Б,  МП14И,  МП15,  МП15А  не 

более 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 5 В МПІЗ, 
МП13Б,  МП  14,  МП14А,  МП14Б,  МП14И,  МП15, 
МП15А  не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т=  213  ч-  323  К: 

МПІЗ,  МП13Б,  МП14,  МП15,  МП  15  А, 

МП15И 

МП14А,  МП14Б,  МП14И 

при  Г=  323  ч-  343  К: 

МПІЗ,  МП  1 ЗБ,  МП  14,  МП  15,  МП15А,  МП15И . . . 

МП14А,  МП14Б,  МП14И 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  МПІЗ,  МП13Б, 
МП  14,  МП15,  МП15А,  МП15И : 

при  Т = 213  ч-  323  К 

при  Г = 323  ч-  343  К 


1 В 


200  мкА 
200  мкА 


30  мкА 
30  мкА 
50  мкА 

650  мкА 
700  мкА 


1 мА 


30  мкА 
30  мкА 


150  Ом 


2,5  мкСм 


50  пФ 


15  В 
30  В 

10  В 

20  В 


30  В 
20  В 
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Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 2 кОм : 

при  Г=  213  -г  323  К: 

МП13,  МП13Б,  МПІ4,  МП15,  МП15А,  МП15И  . . 15  В 

МП14А,  МПІ4Б,  МП14И ЗОВ 

при  Т = 323  -т-  343  К: 

МП13,  МП13Б,  МП14,  МП15,  МП15А,  МП15И  . . 10  В 

МП14А,  МП І4Б,  МП14И 20  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  для  МП15И 
при  ти  < 3 мкс,  <2>  4,  Як  > 75  Ом : 

при  Г=  213 -г  323  К 30  В 

при  Т = 323  -т-  343  К 20  В 


Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 
при  Т=  213  4-  323  К: 

МП13,  МП13Б,  МПІ4,  МП15,  МП15А,  МП15И  . . 15  В 

МП14А,  МП14Б,  МП14И ЗОВ 

при  Т=  323  -г-  343  К: 

МП13,  МП13Б,  МП14,  МП15,  МП15А,  МП15И  . . 10  В 

МШ4А,  МП14Б,  МП14И 20  В 


Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тн<3  мкс,  2 >4, 

Як>1 50м 150  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  -ч-  323  К,  р > 6666  Па 150  мВт 

при  Т = 213  ч-  323  К,  р = 665  Па 100  мВт 

при  Т=  343  К 75  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  напря- 
жения коллектор-база. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 
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1,8 
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Зависимость  относительного  ко-  ’ 

эффициента  передачи  тока  в ре-  ^ 

жиме  малого  сигнала  от  тем-  « ’ 

пературы.  т 1 О 
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0,8 

0,6 

213  233  253  273  293  313  Г,  К 
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МП13,МП13Б 
МП1Ч,  МП1ЧА 
МП1Ч6,  МП1Ч 

\ 

м/пй,м 

МП15И 

ПОА 

) 

И к 

1 

Б = 5В 

= 1 мА 

МП16,  МП16А,  МП16Б 


04 2.  Коллектор 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  переключательные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения  и фор- 
мирования импульсов. 

Выпускаются  в 
металлостеклянном 
корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение 
типа  приводится  на  бо- 
ковой поверхности 
корпуса. 

Масса  транзисто- 
ра не  более  2 г. 

Эмиттер 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
С'«Б  = 5 В,  /э  = I мА  не  менее: 

МП16,  МП16А 1 МГц 

МП16Б . 2 МГц 

Время  переключения  при  Скэ=15  В,  Лк  = 1,5  кОм 
не  более: 

МП  16 2 мкс 

МП16А 1,5  мкс 

МП16Б 1 мкс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  ~ 1 В,  /к  = 10  мА: 
при  Т = 293  К: 

МП16 20-35 

МП16А 30-50 

МП16Б 45-100 

при  Т = 213  К: 

МПІ6 10-35 
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МП16А 15-50 

МП16Б 23-100 

при  Т=  343  К: 

МП16 20-80 

МП16А 30-100 

МП16Б 45-200 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,15  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,35  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  6/кэ  = 1 5 В,  6/БЭ  = 

= 0,5  В не  более: 

при  Г = 293  К 25  мкА 

при  Т = 343  К 200  мкА 

Импульсный  обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  293  К, 
і/кэ=12  В,  Лк=1,5  кОм  не  более 400  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

« 2 кОм 15В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 15  В 

Импульсный  ток  коллектора 300  мА 

Импульсный  ток  эмиттера 300  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  7"=  213  -=-  318  К,  р > 6666  Па 200  мВт 

при  Т=  213  ч-  318  К,  р = 665  Па 100  мВт 

при  Г = 343  К 75  мВт 


Общее  тепловое  сопротивление  * 200  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  температуры. 


Зависимость  относительного 
времени  рассасывания  от  темпе- 
ратуры. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  база-эмит- 
тер от  температуры. 


МП16ЯІ,  МП16ЯІІ 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  переключательные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в ферриттранзисторных  ячей- 
ках. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 
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Электрические  параметры 

Время  включения  при  Ек  = 10  В,  Лк  = 100  Ом,  СБэи  = 

= 1,8  В: 

МП16ЯІ 0,2-0,45  мкс 

МП16ЯІІ 0,3  — 0, 65  мкс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Ек  = 10  В,  Скэ  — 1 В,  /к  = 

= 100  мА,  = 90  Ом,  т„  = 10  мкс: 
при  Г = 293  К: 

МП16ЯІ 20-70 

МП16ЯІ1 10-70 

при  Т = 213  К: 

МП16ЯІ 18-75 

МП16ЯІІ 10-75 

при  Т = 343  К: 

МП16ЯІ 18-80 

МП16ЯІІ 9-80 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 1 50  мА,  /Б  = 25  мА  не  более I В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  1/кэ  =15  В не 
более : 

при  Т = 293  К 50  мкА 

при  Т = 343  К 1,2  мА 

Импульсный  обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Т = 

= 293  К,  (7КЭ  и = 30  В не  более 1 мА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общим  эмиттером 
в режиме  малого  сигнала  при  Ек  = 10  В,  = 

= 100  Ом,  С/БЭи  = 40  В,  ЛБ  = 1,8  кОм: 

МП16Я1  . 30-100  Ом 

МП16ЯІІ 30-200  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЯЭБ  < 


Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 100  Ом,  ти  < 5 мкс  30  В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  ти  < 5 мкс: 

при  Т=  213  = 323  К 15  В 

при  Т = 323  = 343  К 10  В 

Импульсный  ток  коллектора 300  мА 

Импульсный  ток  эмиттера 300  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  7’=  213  -г  328  К,  р > 6666  Па 150  мВт 

при  Т=  213  = 328  К,  р = 665  Па 100  мВт 

при  Т = 343  К 75  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 200  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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Зависимость  относительного  об- 
ратного тока  коллектор-эмиттер 
от  температуры. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  температуры. 


МП20,  МП21,  МП21А,  МП21Б 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  переключательные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


{/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не  менее: 

МП20,  МП21,  МП21А 1 МГц 

МП21Б 465  кГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 25  мА,  /=  50  -г  1000  Гц: 
при  Т = 293  К: 

МП20,  МП21А 50-150 

МП21 20-60 

МП21Б 20-80 
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при  Г = 213  К: 

МП20,  МП2ІА 25-150 

МП21 15-60 

МП21Б 15-80 

при  Г=  343  К: 

МП20  20-200 

МП21 20-75 

МП21А 50-200 

МП21Б 20-110 

Плавающее  напряжение  эмиттер-база  не  более: 
при  Г = 293  К : 

МП20  при  С/КБ  = 50  В 0,3  В 

МП21,  МП21А,  МП21Б  при  6/КБ  = 70  В . 0,3  В 

при  Г = 343  К: 

МП20  при  С/КБ  = 50  В 0,5  В 

МП21,  МП21А,  МП21Б  при  6/КБ  = 70  В . . . . 0,5  В 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА  не  менее: 

МП20  30  В 

МП21.  МП21А 35  В 

МП21Б 40  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  =' 

= 300  мА  не  более 0,3  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г = 293  К: 

МП20  при  Ѵкъ  = 50  В 50  мкА 

МП21,  МП21А,  МП21Б  при  С/КБ  = 70  В . . . . 50  мкА 

при  Г = 343  К: 

МП20  при  І/КБ  = 50  В 250  мкА 

МП21,  МП21А,  МП21Б  при  6/^Б  = 70  В . . . . 250  мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К,  С/ЭБ  = 50  В не 
более 50  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

МП20  50  В 

МП21,  МП21А,  МП21Б 70  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 5 кОм: 

МП20  30  В 

МП21,  МП21А 35  В 

МП21Б 40  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 50  В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ()  > 2 . . . 300  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = 213  ч-  298  К 150  мВт 

при  Т = 343  К 45  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 330  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  ко- 
эффициента насыщения. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  коэффи- 
циента насыщения. 


2 3 Ч 5 5 7 Киас 


Зависимость  времени  рассасы-  Зависимость  времени  включения 
вания  от  коэффициента  насы-  от  коэффициента  насыщения, 

щения. 


и 

* 

5 


Зависимость  времени  включения  Зависимость  коэффициента  пе- 
от  тока  коллектора.  редачи  тока  в режиме  малого 

сигнала  в схеме  с общим  эмит- 
тером от  тока  эмиттера. 
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МП25,  МП25А,  МП25Б,  МП26,  МП26А, 
МП26Б 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  усиления  и переключения  сигналов  низкой 
частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 

Коллектор 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  не 
менее : 

МП25,  МП25А  при  {/КБ  = 20  В,  /э  = 2,5  мА  . . . 250  кГц 

МП25Б  при  6/КБ  = 20  В,  /э  = 2,5  мА 500  кГц 

МП26,  МП 26 А при  ПКБ  = 35  В,  /э=1,5  мА  . . . 250  кГц 

МП26Б  при  С/КБ  = 35  В,  /э  = 1,5  мА 500  кГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  /=  1 кГц: 

при  Т = 293  К,  <УКБ  = 20  В,  /э  = 2,5  мА: 

МП25 10-25 

МП25А 20-50 

МП25Б 30-80 

при  Г=  293  К,  1/КБ  = 35  В,  /э  = 1,5  мА: 

МП26 10-25 

МП26А 20-50 

МП26Б 30-80 

при  Т—  213  К,  6/^Б  = 20  В,  /з  = 2,5  мА: 

МП25 6-25 

МП25А 10-50 

МП25Б 15-80 
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при  Г=  213  К,  СКБ  = 35  В,  /э  = 1,5  мА: 

МП26 

МП26А 

МП26Б 

при  Т = 343  К,  І/КБ  = 20  В,  /э  = 2,5  мА: 

МП25 

МП25А 

МП25Б 

при  Т = 343  К,  СКБ  = 35  В,  /э  = 1 ,5  мА : 

МП26 

МП26А 

МП26Б 

Пробивное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  /=  50  Гц 
не  менее: 

МП25,  МП25А,  МП25Б 

МП26,  МП26А,  МП26Б ' 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  Г = 293  К,  СКБ  = 40  В МП25,  МП25А, 

МП25Б 

при  Г = 293  К,  СКБ  = 70  В МП26,  МП26А, 

МП26Б 

при  Т = 343  К,  СКБ  = 40  В МП25,  МП25А, 

МП25Б . 

при  Г = 343  К,  СКБ  = 70  В МП26,  МП26А, 

МП26Б 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К не  более: 

при  СЭБ  = 40  В МП25,  МП25А,  МП25Б 

при  СЭБ  = 70  В МП26,  МП26А,  МП26Б 

Сопротивление  базы  при  / = 500  кГ ц не  более : 

при  СКБ  = 20  В,  /э  = 2,5  мА  МП25,  МП25А, 

МП25Б 

при  СКБ  = 35  В,  /э  = 1,5  мА  МП26,  МП26А, 

МП26Б 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  холостом  ходе  при  /=  1 кГц  не  более: 
при  СКБ  = 20  В,  /э  = 2,5  мА  МП25,  МП25А, 

МП25Б 

при  СКБ  = 35  В,  /э  = 1,5  мА  МП26,  МП26А, 

МП26Б 

Емкость  коллекторного  перехода  при  / = 465  кГ ц не 
более : 

при  СКБ  = 20  В МП25,  МП25А,  МП25Б 

при  СКБ  = 35  В МП26,  МП26А,  МП26Б  . . . . 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

МП25,  МП25А,  МП25Б 

МП26,  МП26А,  МП26Б 


6-25 

10-50 

15-80 

10-50 

20-100 

30-142 

10-50 

20-100 

30-142 


60  В 
100  В 


75  мкА 

75  мкА 

600  мкА 

600  мкА 

75  мкА 
75  мкА 


150  Ом 
150  Ом 


3,5  мкСм 
3,5  мкСм 


70  пФ 
50  пФ 


40  В 
70  В 
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Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Г < 323  К, 

Лдак-с  < 100  мВт: 

МП25,  МП25А,  МП25Б 60  В 

МП26,  МП26А,  МП26Б 100  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 500  Ом: 

МП25,  МП25А,  МП25Б 40  В 

МП26,  МП26А,  МП26Б , . . . 70  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т <, 

« 323  К,  Рмакс  < 100  мВт,  ЛЭБ  < 500  Ом: 

МП25,  МП25А,  МП25Б 60  В 

МП26,  МП26А,  МП26Б 100  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

МП25,  МП25А,  МП25Б 40  В 

МП26,  МП26А,  МП26Б 70  В 

Импульсный  ток  коллектора 400  мА 

Импульсный  ток  эмиттера 400  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера 80  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  ч-  308  К 200  мВт 

при  Т = 343  К,  Р > 6666  Па 25  мВт 

при  Т=  343  К,  р < 665  Па 16,7  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление: 

при  р > 6666  Па 200  К/Вт 

при  р = 665  4-  6666  Па 300  К/Вт 

Температура  перехода 348  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в 
режиме  малого  сигнала  от  на- 
пряжения коллектор-база. 
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Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
в цепи  эмиттер-база. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тем- 
пературы. 


П27,  П27А,  П27Б,  П28 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низко- 
частотные с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте  1 кГ ц. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
С/кб  = 5 В,  /э  = 0,5  мА  не  менее: 

П27,  П27А 1 МГц 

П27Б 3 МГц 

П28 5 МГц 

Коэффициент  шума  при  (/«б  = 5 В,  /э  = 0,5  мА,  / = 

= 1 кГц  не  более: 

П27 10  дБ 

П27А,  П27Б,  П28 5 дБ 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  НКБ  = 5 В,  /э  = 0,5  мА,  /=  1 кГц: 

4 Полупроводниковые  приборы  97 


при  Т = 293  К: 

П27 20-90 

П27А 20-60 

П27Б 42-126 

П28  33-100 

при  Т = 213  К: 

П27  . . . . . 7-90 

П27А  7-60 

П27Б 14-126 

П28 11-100 

при  Т = 343  К : 

П27  20-200 

П27А 20-150 

П27Б 40-280 

П28 • 30-220 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 5 В не  более: 

при  Т = 293  К 3 мкА 

при  Т = 343  К 140  мкА 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  холостом  ходе  при  [/«в  = 5 В,  /э  = 0,5  мА, 

/ = 1 кГц  не  более : 

П27 2 мкСм 

П27А,  П27Б,  П28 1 мкСм 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не 

более 50  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?эБ  < 

< 500  Ом  для  Т > 303  К 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 6 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 30  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  343  К 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  напря- 
жения коллектор-база. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 
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Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  темпе- 
ратуры. 

Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  напряже- 
ния коллектор-база. 

Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


П29,  П29А,  ПЗО 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  переключательные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
С/кб  = 6 В,  /э  = I мА  не  менее : 


4* 
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П29,  П29А 5 МГц 

пз° 10  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СКБ  = 

= 6 В,  /э  = 1 мА,  /•=  5 МГц  не  более 6 нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/КБ  = 0,5  В,  /э  = 20  мА- 
при  Т=  293  К: 

П29  20-50 

П29А 40-100 

пз° 80-180 

при  Г=  213  К: 

П29 7-50 

П29А 13-100 

П30  26-180 

при  Г = 343  К : 

П29  20-100 

П29А 40-200 

пз° 80-360 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 20  мА  не  более: 

П29  при  /Б  = 2 мА 0,2  В 

П29А  при  /Б  = 1 мА ОД  В 

П30  при  /Б  = 0,5  мА 0,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА  не 
более : 

П29  при  /Б  = 2 мА 0 5 в 

П29А  при  /Б  = 1 мА 0,4  В 

П30  при  /Б  = 0,5  мА 0,35  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 12  В не  более: 

при  Г=  293  К 4 мкА 

при  Т = 343  К 120  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Г = 293  К,  СЭБ=12  В 

не  более мкд 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 6 В не 
более 20  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /Б  = ()■ 

при  Т = 213  ч-  293  К ЮВ 

при  Т = 343  К 6В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база 12  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер 12  В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база 12  В 

Импульсный  ток  коллектора 100  мА 

Импульсный  ток  эмиттера 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 30  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  температуры. 


Зависимость  относительного 
постоянного  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  сопротивле- 
ния в цепи  эмиттер-база. 


1,1 
1,0 
% 0,9 
^ 0,8 
=>  0,7 
0,6 
0,5 

1 10  100  К]  б,  кОм 

Зависимость  относительного 
постоянного  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  сопротивле- 
ния в цепи  эмиттер-база. 


МП39,  МП39Б,  МП40,  МП40А,  МП41,  МП41А 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низко- 
частотные с ненормированным  (МП39,  МП40,  МП40А,  МП41, 

МП4ІА)  и нормированным  (МП39Б)  коэффициентом  шума  на  часто- 
те 1 кГц. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
1/кБ  = 5 В,  /э  = I мА  не  менее : 

МП 39,  МП39Б 0,5  МГц 

МП  40,  МП40А,  МП4І , МП41А 1 МГц 

Коэффициент  шума  при  С«Б  =1.5  В,  Гэ  = 0,5  мА, 

/=  1 кГц  МП39Б  не  более 12  дБ 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сиг- 
нала при  1/КБ  = 5 В,  /э  = I мА,  /=  1 кГц: 
при  Т = 293  К: 

МП39  не  менее 12 

МП39Б 20-60 

МП40,  МП40А 20-40 

МП41 30-60 

МП41А 50-100 

при  Т = 233  К ; 

МП 39  не  менее 5 

МП39Б 10-60 

МП40,  МП40А 10-40 

МП41 15-60 

МП41А  . 25-100 

при  Т = 333  К: 

МП39  не  менее 12 

МП39Б 20-80 

МП40,  МП40А 20-120 

МП41 30-180 

МП41А 50-300 

Обратный  ток  коллектора  при  17к б = 5 В не  более : 

при  Т = 293  К 15  мкА 

при  Т = 333  К 250  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К,  і/эб  = 5 В не 

более 30  мкА 

Сопротивление  базы  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 

= 500  кГ ц не  более 220  Ом 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  холостом  ходе  при  (/«б  = 5 В,  /э  = 1 мА, 

/=  1 кГц  не  более 3,3  мкСм 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  Окб  = 5 В,  /= 

= 1 МГц  не  более 60  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Г=  213  -г-  313  К: 

МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А  ....  15  В 

МП40А 30  В 

при  Т=  313  -ь  343  К: 

МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП4ІА  ....  10  В 

МП40А 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?эб  < 

< 10  кОм: 

при  Г = 213  -г  313  К: 

МП39,  МП39Б.  МП40,  МП41,  МП41А 15  В 

МП40А 30  В 

при  Г=  313  -г  343  К: 

МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А 10  В 

МП40А . 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 10  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т=  213  -ь  313  К: 

МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А  ....  20  В 

МП40А 30  В 

при  Т=  313  т-  343  К: 

МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А  ....  15  В 

МП40А 20  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  КЭБ  < 

< 10  кОм: 

при  Г = 213  4-  313  К: 

МП39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А 20  В 

МП40А 30  В 

при  Г=  313  -г-  343  К: 

МП 39,  МП39Б,  МП40,  МП41,  МП41А  ....  15  В 

МП40А 20  В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Импульсный  ток  коллектора 150  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = 213  ч-  328  К 150  мВт 

при  Г = 343  К 75  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 200  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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МП42,  МП42А,  МП42Б 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  переключательные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

1/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее 1 М Гц 

Время  переключения  при  і/кэ=15  В,  /э  = 10  мА  не 
более : 

МП42 2,5  мкс 

МП42А 1,5  мкс 

МП42Б 1,0  мкс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Скэ  =1  В,  /к  = 10  мА: 
при  Т = 293  К: 

МП42  20-35 

МП42А 30-50 

МП42Б 45-100 

при  Т = 233  К: 

МП42 10-35 

МП42А 15-50 

МП42Б 25-100 

при  Т = 333  К : 

МП42  20-105 

МП42А 30-150 

МП42Б 45-300 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /«  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /э  = 1 0 мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,4  В 
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Ток  коллектора  закрытого  транзистора  при  {/кэ  = 

= 15  В,  І/ЭБ  = I В не  более: 

при  Т = 293  К 25  мкА 

при  Г = 333  К 250  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 3 кОм 15В 

Импульсный  ток  коллектора 200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г=  213  -318  К 200  мВт 

при  Г = 343  К 75  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 200  К/Вт 

Температура  перехода 358  к 

Температура  окружающей  среды от  213 

до  343  К 


1Т101,  1Т101А,  1Т101Б,  1Т102,  1Т102А 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низкой 
частоты  с ненормированным  (1Т101,  1Т101А,  1Т101Б)  и нормиро- 
ванным (1Т102,  1 Т 1 02 А)  коэффициентом  шума  на  частоте  1 кГц. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
^кб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

1Т101,  1Т101А 2 МГц 
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1Т101Б 5 МГц 

1Т102,  1Т102А 1 МГц 

Коэффициент  шума  при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 0,5  мА,  / = 

= 1 кГц: 

1Т102  не  более 7 дБ 

типовое  значение 4*  дБ 

1Т102А  не  более 12  дБ 

типовое  значение 5 * дБ 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  1/к б = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  1 кГц: 
при  Т = 293  К : 

1Т101 30-60 

1Т101А 20-40 

1Т101Б 60-120 

1Т102  не  менее 20 

типовое  значение 60* 

1Т102А  не  менее 20 

типовое  значение 70  * 

при  Г=213  К От  1 до  1/3 

значения 

при 

Т = 298  К 

при  Т = 343  К не  более: 

для  90  % транзисторов 2 значения 

при 

Т = 298  К 

для  10%  транзисторов 3 значения 

при 

Т = 298  К 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г=  293  К: 

1Т101,  1Т101А,  1Т101Б  при  Г/КБ  = 1 5 В . . . 15  мкА 

1Т102,  1Т102А  при  1/кб  = 5 В 10  мкА 

при  Т = 343  К : 

1Т101,  1Т101А,  1Т101Б  при  С/КБ=10  В . . . . 300  мкА 
1Т102,  1Т102  при  І/КБ  = 5 В 300  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К не  более : 

1Т101,  1Т101А,  1Т101Б  при  СЭБ=  15  В 15  мкА 

1Т102,  1Т102А  при  1/ЭБ  = 5 В 10  мкА 

Сопротивление  базы  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 

= 0,5  МГц  1Т101,  1Т101А,  1Т101Б  не  более  ....  250  Ом 

типовое  значение 80  * Ом 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  холостом  ходе  при  СББ  = 5 В,  /э  = 1 мА, 

/=  1 кГц  не  более 2 мкСм 

типовое  значение 1,5*  мкСм 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В 1Т101, 

1Т101А,  1Т101Б  не  более 50  пФ 

типовое  значение 30*  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

1ТІ0І,  1Т101А,  1Т101Б: 

при  Г=  213  328  К 15  В 

при  Т = 328  -г-  343  К 10  В 

1Т102,  1Т102А  при  Т = 213  -=-  343  К 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ДЭБ  < 

< 2 кОм: 

1Т101,  1Т101А,  1Т101Б: 

при  Г=  213  ч-  328  К 15  В 

при  Т = 328  -г-  343  К ЮВ 

1Т102,  1Т102А  при  Г = 213  ч-  343  К 5 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

1Т101,  1Т101А,  1Т101Б: 

при  Г = 213  ч-  328  К 15  В 

при  Т = 328  -г-  343  К ЮВ 

1Т102,  1Т102А  при  Т=  213  - 343  К 5 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

1Т101,  1Т101  А,  1Т101Б 10  мА 

1Т102,  1Т102А 6 мА 

Постоянный  ток  эмиттера: 

1Т101,  1Т101  А,  1Т101Б 10  мА 

1Т102,  1Т102А 6 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

1Т101,  1Т101А,  1Т101Б  . . . 50  мВт 

1Т102,  1Т102А 30  мВт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 
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Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  напря- 
жения коллектор-база. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 
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213  233  253  273  293  313 Т?К 


Зависимость  относительного  ко-  Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре-  эффициента  шума  от  темпера- 

жиме  малого  сигнала  от  темпе-  туры, 

ратуры. 


МП104,  МП105,  МП106,  МП114,  МП115, 
МП116 


Транзисторы  кремниевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низко- 
частотные с ненормированным  коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


{/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее : 

МП104,  МП  105,  МП  1 14,  МП115 0,1  МГц 

МП106,  МП116 0,5  МГц 


Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  і/кб  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Г = 293  К: 

МП  104,  МП  114  не  менее 
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МП  105,  МП  1 15 9-45 

МП106,  МП116 15-100 

при  Г =213  К не  менее: 

МП  104,  МП  105 7 

МПІ06 Ю 

при  Т = 393  К не  менее: 

МП  104,  МП  105 9 

МП106 15 

Пробивное  напряжение  коллекторного  перехода  на  пуль- 
сирующем напряжении  при  /=  50  Гц  не  менее: 

МП  1 14 70  В 

МП1 15 40  В 

МП1 16 20  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г = 293  К: 

МП  114  при  Г/КБ  = 30  В 10  мкА 

МП115  при  СКБ  = 15  В 10  мкА 

МП  1 16  при  (/КБ  = 10  В 10  мкА 

при  Г=  373  К: 

МП114  при  І/КБ  = 30  В 400  мкА 

МП115  при  ПКБ  = 15В.  . . 400  мкА 

МП116  при  С/КБ  = 10  В . 400  мкА 

при  Т=  393  К: 

МП  104  при  (УКБ  = 30  В 400  мкА 

МП105  при  С/КБ  = 15  В 400  мкА 

МП  106  при  6/КБ  = 10  В 400  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Т = 293  К,  ЛЭБ  = 

= 50  Ом  не  более: 

МП104  при  і/кэ  = 70  В 1 мА 

МП105  при  6/кэ  = 40  В I мА 

МП106  при  і/кэ  = 20  В 1 мА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Т = 293  К: 

МПІ 14,  МП1 15  при  С/ЭБ  = 10  В 10  мкА 

МП116  при  ЩБ  = 5 В 10  мкА 

при  Т=  373  К: 

МПІ  14,  МПІ  15  при  6/ЭБ  =10  В 200  мкА 

МПІ  16  при  Ѵэб  = 5 В 200  мкА 

при  Т = 393  К: 

МП104,  МП105  при  6/ЭБ  = 10  В 200  мкА 

МП  106  при  1/ЭБ  = 5 В 200  мкА 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  в 
схеме  с общей  базой  при  /э  = 1 мА,  / = 1 кГц 
не  более: 

МП  104,  МП  114  при  І/КБ  = 50  В 300  Ом 

МП  105,  МПІ  15  при  1/КБ  = 30  В 300  Ом 

МП106,  МП116  при  Г/Кб  =15  В 300  Ом 

Сопротивление  насыщения  коллектор-эмиттер  при  І/^э  = 

= 20  В,  /Б  = 4 мА  МП  105,  МПІ  15  не  более  ....  50  Ом 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т = 218  -г  343  К: 

МП  1 14 60  В 

МП  1 1 5 30  В 

МП116 15  В 

при  Т=  213  - 348  К: 

МП  104  60  В 

МП  105  30  В 

МП106 15  В 

при  Т=  373  К: 

МП1 14 30  В 

МП115 15  В 

МП116 10  В 

при  Т = 393  К: 

МП  104  30  В 

МП  105 15  В 

МП106 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 2 кОм: 

при  Г=  218  -г  343  К: 

МП  1 14 60  В 

МП  1 1 5 ' 30  В 

МП116 15  В 

при  Г=  213  ч-  348  К: 

МП104  60  В 

МП105  30  В 

мпюб  ; 15  в 

при  Т=  373  К: 

МП114 30  В 

МП  1 15 15  В 

МП116 10  В 

при  Т = 393  К: 

МП  104  30  В 

МП105 15  В 

МП106 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

МП104  30  В 

МП105 15  В 

МП106,  МП114,  МП115,  МП116 10  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ()  > 10  50  мА 

Среднее  значение  тока  эмиттера  в импульсном  режиме 

МП  104,  МП105,  МП106 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 343  К МП114,  МП  11 5,  МП116  ....  150  мВт 

при  Т < 348  К МП  104,  МП105,  МП106  ....  150  мВт 

при  Т = 373  К МП114,  МП115,  МП116  ....  60  мВт 

при  Т = 393  К МП  104,  МП105,  МП106  ....  60  мВт 


ПО 


Температура  окружающей  среды: 
МП104,  МП105,  От  213  до 
МП  106  ....  393  К 

МП114,  МП  1 15, 

МП116  . . . . От  218 

до  373  К 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 


?І і і I I I 
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2ТМ104А,  2ТМ104Б,  2ТМ104В,  2ТМ104Г, 
2Т104А,  2Т104Б,  2Т104В,  2Т104Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  мало- 
мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных  мик- 
ромодулях залитой  и капсулированной  конструкции. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической  пла- 
те (2ТМ104А  — 2ТМ104Г)  и с гибкими  выводами  (2Т104А  — 2Т104Г). 
Обозначение  типа  приводится  в корпусе  транзистора. 

Масса  транзистора  на  керамической  плате  не  более  0,8  г,  с 
гибкими  выводами  не  более  0,5  г. 


2ТМ104А,  2ТМ104Б,  2ТМЮІВ,  2ТМ104Г  2Т10ЬА,2Т10ЬБ,2Т10ЬВ,2Т10ЬГ 

Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/к Б = 5 В,  /э  = 1 мА  не 

менее 5 МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С/КБ  = 1 В,  /э  = 10  мА: 

2ТМ104А,  2Т104А 7-40 

2ТМ104Б,  2Т104Б 15-80 

2ТМ104В,  2Т104В 19-160 

2ТМ104Г,  2Т104Г 10-60 
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Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА 
не  более: 

при  /Б  = 2 мА  2ТМ104А,  2Т104А 0,5  В 

при  /Б  = 1 мА  2ТМ104Б,  2ТМ104В,  2ТМ104Г,  2Т104Б, 

2Т104В,  2Т104Г 0,5  В 

Напряжение  насыщения  эмиттер-база  при  /к  = 10  мА 
не  более: 

при  /Б  = 2 мА  2ТМ104А,  2Т104А 1 В 

при  /Б  = 1 мА  2ТМ104Б,  2ТМ104В,  2ТМ104Г,  2Т104Б, 

2Т104В,  2Т104Г 1 В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  =5  В,  / = 

= 3 МГц  не  более 50  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/Эб  = 0,5  В,/  = 10  МГц 

не  более 10  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  Т = 213  4-  298  К не  более: 

при  6/КБ  = 30  В 2ТМ104А,  2ТМ104Г,  2Т104А,  2Т104Г  1 мкА 
при  С/кб  =15  В 2ТМ104Б,  2ТМ104В,  2Т104Б,  2Т104В  1 мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  6/ЭБ  = 10  В,  Г = 21 3 - 

4-  298  К не  более 1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  ЛЭБ  < 10  кОм  или  С/БЭ  = 0,5  В: 
при  Т < 348  К : 

2ТМ104А,  2ТМ104Г,  2Т104А,  2Т104Г 30  В 

2ТМ104Б,  2ТМ104В,  2Т104Б,  2Т104В 15  В 

при  Т — 398  К : 

2ТМ104А,  2ТМ104Г,  2Т104А,  2Т104Г 20  В 

2ТМ104Б,  2ТМ104В,  2Т104Б,  2Т104В 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

при  Т < 348  К 10В 

при  Т = 398  К 5 в 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Т < 348  К 50  мА 

при  Т = 398  К 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т « 333  К 150  мВт 

при  Т = 398  К 41,6  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,6  К/мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 

Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 333  4-  398  К определяется 
по  формуле 

РК макс  = (423  - Л/0,6. 
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Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  тока  эмиттера. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого  сиг- 
нала от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
виси  мости  коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости входного  сопротив- 
ления от  тока  эмиттера. 


КТ  104 А,  КТ104Б,  КТ104В,  КТ104Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные низкочастотные  маломощные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 
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Масса  транзистора  не  более  5 г. 


I 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схе- 
ме с общим  эмиттером  при  Ѵкэ  = 5 В,  /э  = 1 мА 

не  менее 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/КБ  = 

= 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  3 МГц  не  более 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  ѴКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 

КТ  104  А 

КТ104Б 

КТ  1 04В 

ктіо4г !!!!!!! 

Граничное  напряжение  не  менее: 

при  /э  = 5 мА  КТ  104 А,  КТ104Г 

при  /э=10  мА  КТ104Б,  КТ  104В ’ 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 
= 10  мА  не  более: 

при  /Б  = 2 мА  КТ  104 А 

при  /Б=1  мА  КТ104Б,  КТ  104В,  КТ104Г  . і . ' 
Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА  не 
более : 

при  /Б  = 2 мА  КТ  104 А 

при  /Б=1  мА  КТ104Б,  КТ  104В,  КТ104Г  . ! . ! 
Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  1/КБ  = 30  В КТ  104 А,  КТ104Г 

при  {/кб=15  В КТ104Б,  КТ  104В 1 

Обратный  ток  эмиттера  при  1ГЭВ  = 10  В не  более  . . 
Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  в схе- 
ме с общим  эмиттером  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА, 

/=  1 кГц ’ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В не 

более  

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/ЭБ  = 0,5  В не 
более 


5 МГц 


3 нс 


9-36 

20-80 

40-160 

15-60 

30  В 
15  В 


0,5  В 
0,5  В 


1 В 
1 В 

1 мкА 
1 мкА 
1 мкА 


120*  Ом 
50  пФ 
10  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ  104 А,  КТ104Г 30  В 

КТ104Б,  КТ  104В 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?Эв  < 

< 10  кОм: 

КТ  104 А,  КТ104Г 30  В 

КТ104Б,  КТ  104В 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 10  В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 150  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 400  К/Вт 

Температура  перехода 393  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  373  К 


ГТ108А,  ГТ108Б,  ГТ108В,  ГТ108Г 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  маломощные. 
Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных  схемах. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  V кб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

ГТ108А 

ГТ108Б,  ГТ  108В,  ГТЮ8Г 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  1/кБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Т = 293  К : 

ГТ  108  А 

ГТ108Б 

ГТ108В 

ГТ108Г 


0,5  МГц 
1,0  МГц 


20-50 

35-80 

60-130 

110-250 
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при  Г = 328  К: 

ГТ  108  А 20-100 

ГТ108Б 35-160 

ГТ108В 60-260 

ГТ108Г 110-500 

при  Т = 243  К: 

ГТ108А 15-50 

ГТ108Б 20-80 

ГТ  108В 40-130 

ГТ108Г 70-250 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ  = 5 В не  более : 

при  Т = 293  К 10  мкА 

при  Т = 328  К 250  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = 5 В не  более  ...  15  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В.  / = 

= 1 МГц  не  более 50  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  ѴКБ  = 

= 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  465  кГц  не  более 5 нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  ти  < 

« 5 мкс 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г = 293  К 

при  Т = 328  К 

Полное  тепловое  сопротивление 

Постоянный  ток  коллектора 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


10  В 

18  В 

75  мВт 
33,2  мВт 
0,8  К/мВт 
50  мА 
353  К 
От  228 
до  328  К 


ГТ  109 А,  ГТ109Б,  ГТ109В,  ГТ109Г,  ГТ109Д, 
ГТ109Е,  ГТ109Ж,  ГТ109И 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  маломощные. 
Предназначены  для  работы  во  входных  каскадах  усилителей 
низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/«Б  = 5 В,  /э  = 1 мА  не 
менее : 

ГТ  109  А,  ГТ109Б,  ГТ109В,  ГТ109Г,  ГТ109Ж, 

ГТ  109  И 1 МГц 

ГТ109Д 3 МГц 

ГТ109Е 5 МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Г = 298  К: 

ГТ  109 А,  ГТ109Ж 20-50 

ГТ109Б 35-80 

ГТ  109  В 60-130 

ГТ109Г 110  — 250 

ГТ109Д 20-70 

ГТ109Е 50-100 

ГТ  109  И 20-80 

при  Т = 328  К не  менее : 

ГТ  109 А,  ГТ109Д,  ГТЮ9Ж,  ГТ109И 20 

ГТ109Б 35 

ГТ  109В 60 

ГТ109Г 40 

ГТ109Е 50 

при  Т = 228  К : 

ГТ  109 А,  ГТ109Ж 15-50 

ГТ  109  Б 20-80 

ГТ  109  В 40-130 

ГТ  109  Г 70-250 

ГТ109Д 10-60 

ГТІ09Е 30-100 

ГТ109И 15-80 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  6/КБ  = 5 В ГТ  109  А,  ГТ109Б,  ГТ109В,  ГТ109Г, 

ГТ109И 5 мкА 

при  (Укб  =1,5  В: 

ГТ109Д 2 мкА 

ГТ109Е,  ГТ109Ж I мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  6/ЭБ  — 5 В ГТ  109  А,  ГТ  109  Б,  ГТ109В,  ГТ109Г, 

ГТ109Ж,  ГТ109И 5 мкА 

при  6/эб  = 1,5  В ГТ109Д 3 мкА 

при  (Уэб  =1,2  В ГТ109Е 3 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  /=  465  кГц  не 
более : 

при  (УКБ  = 5 В ГТ  109 А,  ГТ109Б,  ГТ109В,  ГТ109Г, 

ГТ109Ж,  ГТ  109 И 30  пФ 

при  6/КБ  = 1,2  В ГТ109Д,  ГТ109Е 40  пФ 

Коэффициент  шума  при  1/|<б  = 1,5  В,  /э  = 0,5  мА, 

/=  1 кГц  не  более 12  дБ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  т < 

« 10  мкс . 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Л-зс  < 

< 200  кОм _ 

Постоянный  ток  коллектора 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора- 

при  Т = 248  -5-  293  К 

при  Г = 328  К ‘ 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


10  В 

18  В 

6 В 
20  мА 


30  мВт 
13,8  мВт 
353  К 
От  228 
до  328  К 


ГТ115А,  ГТ115Б,  ГТ115В,  ГТ115Г,  ГТ115Д 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  маломощные. 
Предназначены  для  работы  в качестве  усилительного  элемента 
в радиолюбительских  конструкциях. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  Б'кб  = 5 В,  /д  = 5 мА  не  более  . . . 
Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  С/КБ  =1  В,  /э  = 25  мА,  /=  270  Гц: 

ГТ115А,  ГТ1І5Б 

ГТ115В,  ГТ115Г 

ГТ115Д ’ ’ 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  .С'кб  = 20  В ГТ115А,  ГТ115В,  ГТ115Д  . . . . 

при  1/кб=30  В ГТ115Б,  ГТ115Г 

Обратный  ток  эмиттера  при  Цэъ  = 20  В не  более  . . 


1 МГц 


20-80 

60-150 

125-250 

40  мкА 
40  мкА 
40  мкА 


118 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

ГТ115А,  ГТ  1 15В,  ГТ115Д 

ГТ115Б,  ГТ115Г 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  .... 

Постоянный  ток  коллектора 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 

до  318  К 

1ТМ115А,  1ТМ115Б,  1ТМ115В,  1ТМ115Г, 
1Т115А,  1Т115Б,  1Т115В,  1Т115Г 

Транзисторы  германиевые  маломощные  сплавные  р-п-р. 
Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных  мик- 
ромодулях этажерочной  конструкции. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  на  керамической 
плате  (1ТМ115А  — 1ТМ115Г)  и с гибкими  выводами  (1Т115А- 
1Т115Г).  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе  транзистора. 

Масса  транзистора  на  керамической  плате  не  более  0,8  г,  с 
гибкими  выводами  не  более  0,5  г. 


20  В 
30  В 
20  В 
50  мВт 
30  мА 
343  К 
От  253 


ПМ115А.1ТМІ15Б,  1ТМ115В,  1ТМ115Г  ІТ115А,1Т115Б,  ІТ115В,  1Т115Г 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  і/«б  = 5 В,  /д  = 5 мА  не  менее  ...  1 МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  [/кв  =1  В,  /э  = 25  мА : 

1ТМ115А,  1ТМ115В,  1Т115А,  1Т115В 20-60 

1ТМ115Б,  1ТМ115Г,  1Т115Б,  1Т115Г 50-150 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 100  мА,  /Б  = 20  мА  не  более: 

1ТМ115А,  1ТМ115В,  1Т115А,  1Т115В 200  мВ 

1ТМ115Б,  1ТМ115Г,  1Т115Б,  1Т115Г 150  мВ 
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Напряжение  насыщения  эмиттер-база  при  /к  = 100  мА, 

I б = 20  мА  не  более 15В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Г|<Б  = 5 В,  / = 

= 465  кГц  не  более 50  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (УЗБ  = 5 В,  / = 

= 465  кГц  не  более 10  пф 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/КБ  = 

= 5 В,  /э  = • мА,  ./=465  кГц  не  более 6.5  нс 

Время  рассасывания  при  І/КБ=15  В,  /к  = 20  мА  не 

более мкс 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА: 

1ТМ115А,  1ТМ115Б,  1Т115А,  1Т115Б  ....  зо  В 

1ТМ115В,  1ТМ115Г,  1Т115В,  1Т115Г 35  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  6/КБ  = 50  В,  Т=  213  -г  293  К 1ТМІ15А,  1ТМІІ5Б 

1Т115А,  1Т115Б 50  мкА 

при  (/КБ  = 70  В,  Г=  213  и-  293  К 1ТМ115В,  ІТМ115Г 
1Т115В'  ІТП5Г 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  {/ЭБ  = 50  В не  более  ...  50  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

1ТМ115А,  1ТМ115Б,  1ТІ15А,  1Т115Б 50  В 

1ТМ115В,  1ТМ1І5Г,  1Т1І5В,  1Т115Г 70  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  < 

< 500  Ом : 

1ТМ115А,  1ТМ115Б,  1Т115А,  1Т115Б 40  В 

1ТМ115В,  ІТМ1І5Г,  ІТ115В,  ІТІІ5Г 55  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер 

ІТМ115А,  1ТМ1І5Б,  1Т115А,  1Т115В 50  В 

1ТМ115В,  1ТМІ15Г,  ІТ1І5В,  1ТІ15Г 70  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 50  В 

Постоянный  ток  коллектора Ю0  мА 

Постоянный  ток  базы 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора- 

при  Г=  213  + 328  К 50  мВт 

при  Т=  346  К 20  мВт 

Температура  перехода  358  к 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  346  К 
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213  253  293  333  Т,К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  температуры 


Ь2Ь 

80 


90 


213  253  293  333  Т,К 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  температуры 


1Т116А,  1Т116Б,  1Т116В,  1Т116Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  переключающие  ма- 
ломощные. 

Предназначены  для  работы  в формирователя*  и усилителях 
импульсов,  мультивибраторах  и других  переключающих  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  (Укэ  = Ю В,  /к  = 100  мА,  ти  = 10  мкс, 


<2  > 50: 

при  Г = 293  К: 

1Т116А,  1Т116Б,  1Т116Г 15-65 

1Т116В 20-65 

при  Т = 213  К и Т = 343  К: 

1Т116А,  1Т116Б,  1Т116Г 12-80 

1Т116В 16-80 


Время  нарастания  при  6/КБ  = 12,6  В,  6/БЭ  = 0,3  В, 
ти  = 1,5  -г  4 мкс,  /=  30  кГц: 
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при  ЛБЭ  = 51  Ом  1Т116А,  1Т116Б  0,28-0,63  мкс 

при  КБЭ  = 0,  10,  27  Ом  1Т116В,  1Т116Г  0,28-0,63  мкс 


Время  спада  при  С/КБ  = 12,6  В,  1/БЭ  = 0,3  В,  х„  = 

= 1,5  4 мкс,  /=  30  кГц: 

при  Лбэ  = 51  Ом  1Т116А,  1Т116Б  ......  . 0,6-2  мкс 

при  ЛБЭ  = 0,  10,  27  Ом  1Т116В,  1ТІ16Г  ....  о!б-2  мкс 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  С/КБ  = 5 В,  /к  = 1 мА  не  менее  ...  1 МГц 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 150  мА,  /Б  = 30  мА  не  более 0,25  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ѵкэ  =15  В, 

67Бэ  = 0,5  В не  более: 

при  Т = 293  К 30  мкА 

при  Г = 343  К 200  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 550  Ом 15  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 550  Ом,  ти  < 5 мкс 30  В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  т„  < 5 мкс . . . 18  В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 5 мкс,  2 > 6: 

при  Т=  213  = 293  К 300  мА 

при  Г=  333  К 250  мА 

при  Т = 343  К 150  мА 

Постоянный  ток  коллектора  при  Г = 293  К . . . . 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  4-  308  К 150  мВт 

при  Т = 343  К 75  мВт 

Температура  перехода 358  к 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

343  К 


215  275  555  Т,К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния коллектор-эмиттер  от  тем- 
пературы. 


110 
100 

90 

К 80 

<п 

< 70 
60 
50 

215  275  555  Т/ 

Зона  возможных  положений 
зависимости  входного  сопро- 
тивления от  температуры. 


1Т116 

А-1Т116Г 

*ч  _ 

' 
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2Т117А,  2Т117Б,  2Т117В,  2Т117Г,  КТ117А, 
КТ117Б,  КТ117В,  КТ117Г 


Транзисторы  кремниевые  планарные  однопереходные  с «-ба- 
зой. 

Предназначены  для  работы  в маломощных  генераторах. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,45  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  передачи  напряжения  при  НБ|Б2=10  В: 
при  Т = 298  К: 

2Т117А,  2Т117В,  КТ117А,  КТ117В 0,5-0, 7 

2Т117Б,  2Т117Г 0,65-0,85 

КТ117Б,  КТ117Г 0,65-0,90 

при  Т = 343  К : 

2Т117А,  2Т117В,  КТ117А,  КТ117В 0,45-0,7 

2Т117Б . . . 0,6-0,85 

2Т117Г 0,6-0, 8 

КТ117Б,  КТ117Г 0, 6-0, 9 

при  Г=213  К: 

2Т117А,  2Т117В,  КТ117А,  КТ117В 0, 5-0,8 

2Т117Б,  2Т117Г 0,65-0,9 

КТ117Б,  КТ117Г 0,65-0,95 

Ток  включения  эмиттера  при  1/БіБ2  = Ю В не  бо- 
лее   20  мкА 

Ток  выключения  эмиттера  при  С/БіБ2  = 20  В не  ме- 
нее   1 МА 

Остаточное  напряжение  эмиттер-база  не  более: 

при  Т = 213  -г  298  К 5 В 

при  Т = 343  К,  /э=  Ю мА  2Т117А,  2Т117Б,  2Т117В, 

2Т117Г 4 В 

при  Т — 343  К,  /э  = 50  мА  КТ117А,  КТ117Б, 

КТ117В,  КТ117Г 4 В 
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Межбазовое  сопротивление: 
при  Г = 298  К: 

2Т117А,  2Т117Б 4-7  5 кОм 

2Т117В,  2Т117Г 6-9  кОм 

КТ117А,  КТ117Б 4-9  кОм 

КТ117В,  КТ117Г 8-12  кОм 

при  Г=  343  К: 

2Т117В.  2Т117Г 6-15  кОм 

КТ117В,  КТ117Г 6-18  кОм 

при  Г=  213  К: 

2Т117В,  2Т117Г 3-8,5  кОм 

КТ117В,_КТ117Г 4-12  кОм 

Температурный  коэффициент  межбазового  сопротивле- 

ния 0,1-0,9°/о/К 

Наибольшая  частота  генерации 200  кГц 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/Біб2  = 30  В не  более: 

при  Т = 298  К 1 мкд 

при  Г = 398  К 10  мкА 

Ток  модуляции  не  менее 10  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  межбазовое  напряжение 30  В 

Постоянное  напряжение  база  2-эмиттер 30  В 

Постоянный  ток  эмиттера 50  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мкс,  2 > 200  ...  ІА 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  эмиттера: 

при  Г = 213  ч-  308  К 300  мВт 

при  Т=  398  К 15  мВт 

Температура  перехода 403  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  398  К 


00 

О 


В 
5 
4 
3 

г 

і 

213  253  293  333  373  413  Т,К 


2Т117А  - 2Т117Г, 

І/Т'Г'ПА  - Н'Т'Н7Г 

— — ***" 

61Б2 

= 10 

9, 

I 

0 =50  мА 

1 1 1 

213  253  293  333  374  413  Т,  К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния база-эмиттер  от  темпера- 
туры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  модуляции  от 
температуры. 
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Зона  возможных  положений  за-  Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  включения  от  висимости  тока  выключения  от 

температуры.  температуры. 


2Т118А,  2Т118Б,  2Т118В,  КТ118А,  КТ118Б, 

КТ118В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  двухэмиттер- 
ные  р-п-р  переключательные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  модуляторов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности 
корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Падение  напряжения  на  открытом  ключе: 


при  /Б  = 0,5  мА  не  более: 
при  Г = 298  К: 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 0,2  мВ 

2Т118В,  КТ118В 0,15  мВ 

при  Г=  213  К: 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 0,4  мВ 

2Т118В,  КТ118В 0,3  мВ 

при  7=  398  К . . 0,6  мВ 
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при  /Б  = 1,5  мА  не  более 
при  Г = 298  К: 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ1І8А.  КТ118Б 0 2 мВ 

2Т118В,  КТ118В 0,15  мВ 

при  Г=  398  К 1,2  мВ 

при  Т=  213  К 0,18  мВ 

Сопротивление  открытого  ключа  не  более: 
при  /э  = 2 мА,  /Б  = 2 мА : 
при  Г = 298  К : 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 100  Ом 

2Т118В,  КТ118В 120  Ом 

при  Т = 398  К : 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 60  Ом 

2Т118В,  КТ118В 70  Ом 

при  /э  = 20  мА,  /Б  = 40  мА: 
при  Г =298  К: 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 20  Ом 

2Т118В,  КТ118В 40  Ом 

при  Т=  398  К: 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 40  Ом 

2Т118В,  КТ118В 80  Ом 

при  7-=  213  К: 

2Т118А,  2Т118Б,  КТ118А,  КТ118Б 50  Ом 

2Т118В,  КТ  118В 80  Ом 

Ток  закрытого  ключа  при  Ѵээ  = 30  В 2Т118А,  КТ118А 
и при  1/Ээ=15  В 2Т118Б,  2Т118В,  КТ118Б,  КТ118В 
не  более: 

при  Г = 298  К 0,1  мкА 

при  Г = 398  К 5 мкА 


Напряжение  на  управляющих  переходах  при  Т-  298  К 

и /Б  = 20  мА  не  более 1 В 

Асимметрия  сопротивления  открытого  ключа  при  Т = 

= 298  К,  /Б  = 40  мА,  /э  = 20  мА  не  более 20  % 

Обратный  ток  коллектор-база  1,  коллектор-база  2 при 


Время  выключения  транзисторной  структуры  при  Ни  = 

= 1 кОм,  /Б  = 20  мА,  Епип  = 5 В не  более  ....  500  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  управления  между  коллектором  и 
базой  транзисторной  структуры  при  ДКБ  < 10  кОм  15  В 
Постоянное  напряжение  на  закрытом  ключе  между  эмит- 
терами при  1/упр  = 0 : 

2Т118А,  КТ118А 30  В 

2Т118Б,  2Т118В,  КТ118Б,  КТ118В 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  транзисторной 
структуры : 

2Т118А,  КТ118А 31  В 
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2Т118Б,  2Т118В,  КТ118Б,  КТ118В 16  В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянный  ток  каждого  эмиттера 25  мА 

Постоянный  ток  каждой  базы 25  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т — 213  -г-  383  К 100  мВт 

при  Т = 398  К 62,5  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  среда  . . 0,4  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии 
не  менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  при  температуре  пайки 
не  более  523  К в течение  времени  не  более  9 с.  Пайка  произ- 
водится паяльником  мощностью  не  более  60  Вт  и напряжением 
6—12  В.  Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее 
5 мм  от  корпуса  транзистора.  Допускается  одноразовый  изгиб 
вывода  на  расстоянии  3 мм  с радиусом  изгиба  не  менее  0,5  мм. 
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Зависимость  сопротивления  от- 
крытого ключа  от  тока  базы. 


Зависимость  падения  напряже- 
ния на  открытом  ключе  от 
тока  базы. 
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2Т118А-1,  2Т118Б-1 


Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  двух- 
эмиттерные  р-п-р  переключа- 
тельные маломощные. 

Предназначены  для  работы 
в качестве  модуляторов  в гер- 
метизированной аппаратуре. 
Бескорпусные  с гибкими  выво- 
дами. 

Выпускаются  в сопроводи- 
тельной таре.  Обозначение  типа 
приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,03  г. 

Электрические  параметры 

Падение  напряжения  на  открытом  ключе  при  /Б  = 

= 0,5  мА,  /Б  = 1,5  мА  не  более: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 358  К 

при  Г=213  К 

Сопротивление  открытого  ключа  не  более : 
при  /Б  = 30  мА,  /э  = 15  мА: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 358  К 

при  г =2із  к ; ; ; 

при  /Б  = 2 мА,  /э  = 2 мА : 

при  Г = 298  К 

при  Г = 358  К ’ ' 

при  Г =213  К ’ 

при  /Б  = 40  мА,  /э  = 20  мА 

Ток  закрытого  ключа  при  1ГЭЭ  = 30  В 2Т118А-1  и 
при  і/ ээ  = 15  В 2Т118Б-1  не  более: 

при  Г = 298  К и Г =213  К 

при  Г = 358  К 

Напряжение  на  управляющих  переходах  при  /Б  = 20  мА 

не  более  

Асимметрия  сопротивления  открытого  ключа  при  /Б  = 

= 30  мА,  /э  =15  мА  не  более 

Обратный  ток  коллектор-база  при  6/КБ0  = 15  В не 

более 

Время  выключения  при  К„  = 250  Ом,  Ѵ'э  = 20  мА,  Епт  = 

= 5 В не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  управления  между  коллектором 
и базой  транзисторной  структуры  при  ЛКБ  = 10  кОм 


0,3  мВ 
1 мВ 
0,6  мВ 


30  Ом 
60  Ом 
70  Ом 

100  Ом 
35  Ом 
25  Ом 
20  Ом 


0,1  мкА 
5 мкА 

1 В 

20% 
0,1  мкА 
500  нс 


15  В 
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Постоянное  напряжение  на  закрытом  ключе  между  эмит- 
терами при  С/упр  = 0: 

2Т118А-1 ЗОВ 

2Т118Б-1  15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  транзисторной 

структуры : 

2Т118А-1 31  В 

2Т118Б-1  16  В 

Постоянный  ток  каждого  эмиттера 25  мА 

Постоянный  ток  каждой  базы 25  мА 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  ...  30  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 500  мкс,  <2  > 2 и Т = 298  К 50  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  358  К 


Примечание.  Монтаж  транзисторов  осуществляется  приклей- 
кой к теплоотводящей  поверхности.  Допускается  пайка  или  сварка 
выводов  на  расстоянии  не  менее  2 мм  от  транзистора.  Темпе- 

ратура припоя  не  должна  превышать  533  К.  Допускается  пайка 
выводов  на  расстоянии  0,5  мм  от  транзистора  при  температуре 

припоя  не  более  423  К.  Время  пайки  не  более  2 с.  Не  до- 

пускается прикладывать  к выводам  вращающих  усилий.  Допускает- 
ся изгиб  выводов  на  расстоянии  не  менее  2 мм  от  транзи- 

стора с радиусом  закругления  1,5  — 2 мм.  При  изгибе  необходимо 
обеспечить  неподвижность  участка  вывода  между  местом  изгиба  и 
транзистором.  При  монтаже  допускается  обрезать  выводы  на  рас- 
стоянии не  менее  2 мм  от  транзистора.  При  обрезке  усилие 
не  должно  передаваться  на  место  приварки  вывода  к кристаллу. 


КТ119А,  КТ119Б 

Транзисторы  кремниевые 
однопереходные  с базой  л-типа 
пере  кл  ючательн  ые. 

Предназначены  для  работы 
в составе  гибридных  пленочных 
микросхем,  модулей,  узлов  и 
блоков  радиоэлектронной  герме- 
тизированной аппаратуры. 

Бескорпусные  с гибкими  вы- 
водами. 

Масса  транзистора  не  более 
0,01  г. 


5 Полупроводниковые  приборы 
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Электрические  параметры 


Ток  включения  при  {УБ2Бі  = Ю В 1-6  мкА 

Межбазовое  сопротивление  при  /Б2бі  = I мА 4—12  кОм 

Максимальная  частота  генерации  не  менее 200  кГц 

Напряжение  насыщения  при  ГБ2бі  = 10  В,  /э  = 10  мА  . . . 2,5  В 

Коэффициент  передачи: 

КТ1 19А 0,5-0,65 

КТ119Б 0,6-0,75 

Обратный  ток  эмиттерного  перехода  при  ГЭБ2  = 20  В не 

более 0,001  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Амплитуда  тока  эмиттера  при  среднем  токе  не  более 


10  мА,  ти  « 10  мкс 50  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  в открытом  состоянии  ...  10  мА 

Напряжение  межбазовое  любой  формы  и периодич- 
ности   20  В 

Обратное  напряжение  эмиттер-база 20  В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т — 308  К 25  мВт 

при  Т - 353  К 7 мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 3 К/мВт 


Примечание.  Монтаж  транзистора  в модуль  должен  осу- 
ществляться в условиях  микроклимата  при  Т = 228  -т  353  К.  Пайку 
выводов  допускается  производить  на  расстоянии  не  менее  1 мм 
от  края  защитного  покрытия  при  температуре  не  более  373  К. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния от  максимального  тока 
эмиттера. 


130 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости предельной  частоты 
генерации  от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  выключения  от 
температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  включения  от 
температуры. 


КТ120А,  КТ120Б,  КТ120В 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  мало- 
мощные низкочастотные. 

Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных  мик- 
ромодулях и блоках  герметизированной  аппаратуры. 


Бескорпусные,  без  кристал- 
лодержателя, с защитным  по- 
крытием лаком,  с гибкими  вы- 
водами. Транзистор  КТ120Б 
предназначен  для  диодного 
включения,  поэтому  допускается 
выпуск  без  эмиттерного  вывода. 
Обозначение  типа  приводится  на 
сопроводительной  таре. 

Масса  транзистора  не  более 
0,02  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  1/КБ  =5  В,  /э  = 1 мА  КТ120А, 

КТ  120В  не  менее 1МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 

при  Г = 298  К КТ120А,  КТ120В 20-200 

при  Т = 338  К КТ120А,  КТ120В 20-480 

при  Т = 263  К КТ  120 А,  КТ120В 10-200 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /Б  = 

= 0,6  мА  не  более: 

при  /к  = 10  мА  КТ  120 А 0,5  В 

при  /к  = 17  мА  КТ  120В 2 В 


5: 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  {У  к б = 5 В.  /= 

= 3 МГц  КТ120А,  КТ  120В  не  более 5 пФ 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  ^6  = 60  В КТ120А 0,5  мкА 

при  1/КБ  = 30  В КТ120Б 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ  =10  В КТ120А, 

КТ  120В 1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ120А,  КТ  120В 60  В 

КТ120Б 30  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

« 10  кОм  КТ  120 А,  КТ  120В 10  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  « 40  мкс,  2 > 

>9 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  ....  10  мВт 

Импульсная  мощность  коллектора  при  ти  < 40  мкс, 

2>9: 

КТ  120 А,  КТ120Б 15  мВт 

КТ  120В 35  мВт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  263 


до  328  К 

ГТ124А,  ГТ124Б,  ГТ124В,  ГТ124Г 

Транзисторы  германиевые  р-п-р  низкочастотные  усилительные 
маломощные. 

Предназначены  для  работы  в низкочастотных  усилительных 
устройствах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

[/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее 1 МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Скэ  = 0,5  В,  /3  = 100  мА: 

ГТ  1 24  А 28-56 

ГТ124Б 45-90 

ГТ  1 24В 71-162 

ГТ124Г 120-200 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  / к = 

= 100  мА,  /Б  = 10  мА  не  более 0,5  В 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 15  В не  более: 

при  Т = 298  К 15  мкА 

при  Т=  318  К 80  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  = 5 В не  более  ...  15  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 10  В 

Импульсный  ток  коллектора 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 308  К 75  мВт 

при  Т = 333  К 25  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,8  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  248 

до  333  К 


Примечание.  При  пайке  выводов  должен  быть  осуществлен 
надежный  теплоотвод  между  местом  пайки  и корпусом  транзи- 
стора, температура  пайки  не  должна  превышать  555  К в тече- 
ние 5 с. 

При  включении  транзистора  в электрическую  цепь  коллектор- 
ный вывод  должен  присоединяться  последним,  а отсоединяться 
первым. 

ГТ125А,  ГТ125Б,  ГТ125В,  ГТ125Г,  ГТ125Д, 
ГТ125Е,  ГТ125Ж,  ГТ125И,  ГТ125К,  ГТ125Л 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  низкочастотные  усили- 
тельные маломощные. 

Предназначены  для  работы  в низкочастотных  усилительных 
устройствах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 

Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
і/кб  = 5 В,  /э  = 5 мА  не  менее 1 МГц 
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5,5 


Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  і/к-э  = 5 В,  /■,  = 25  мА: 

ГТ125А 28-56 

ГТ125Б 45-90 

ГТ125В 71-140 

ГТ125Г 120-200 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Скэ  = 0,5  В,  /к  = 100  мА: 

ГТ125Д,  ГТ125И 28-56 

ГТ125Е,  ГТ125К 45-90 

ГТ125Ж,  ГТ125Л 71-140 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 300  мА,  /Б  = 30  мА  не  более 0,3  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  СКБ  = 3.5  В : 

ГТ125А,  ГТ125Б,  ГТ125В,  ГТ125Г,  ГТ125Д,  ГТ125Е, 

ГТ125Ж 50  мкА 

при  і/кб  = 70  В : 

ГТ125И,  ГТ125К,  ГТ125Л 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Сэ  = 20  В не  более  ...  50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

ГТ  125 А,  ГТ125Б,  ГТ125В,  ГТ125Г,  ГТ125Д,  ГТ125Е, 


ГТ125Ж 35  В 

ГТ125И,  ГТ125К,  ГТ125Л 70  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 20  В 

Импульсный  ток  коллектора  при  /=  50  Гц,  (9  = 2, 

ти  = 10  мкс 300  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  ч-  308  К 150  мВт 

при  Т = 308  -=-  343  К 45  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,3  К/мВт 
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Температура  окружающей  среды  . 


От  213 
до  343  К 


Примечание.  Минимальное  расстояние  от  корпуса  до  места 
изгиба  выводов  3 мм.  Минимальное  расстояние  от  корпуса  до 
места  пайки  выводов  5 мм.  Пайку  производить  при  температуре 
не  более  558  К в течение  времени  не  более  5 с. 

2Т202А-1,  2Т202Б-1,  2Т202В-1,  2Т202Г-1, 
2Т202Д-1,  КТ202А,  КТ202Б,  КТ202В. 


КТ202Г 

Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  р-п-р 
маломощные. 

Предназначены  для  работы 
в усилительных  и импульсных 
микромодулях  в герметизиро- 
ванной аппаратуре.  Бескорпус- 
ные, без  кристаллодержателя, 
с защитным  покрытием,  с гиб- 
кими выводами.  Обозначение 
типа  приводится  на  сопроводи- 
тельной таре. 

Масса  транзистора  не  более 
0,01  г. 


КТ202Д 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  по  току 
в схеме  с общей  базой  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА 

не  менее 5 МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сиг- 


нала при  ЦКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Т = 298  К: 

2Т202А-1,  2Т202В-1,  КТ202А,  КТ202В  ....  15-70 

2Т202Б-1,  2Т202Г-1,  КТ202Б,  КТ202Г 40-160 

2Т202Д-1,  КТ202Д 100-300 

при  Т=  358  К: 

2Т202А-1,  2Т202В-1,  КТ202А,  КТ202В 15-140 

2Т202Б-1,  2Т202Г-1,  КТ202Б,  КТ202Г 40-320 

2Т202Д-1,  КТ202Д 100-500 

при  Т=  213  К: 

2Т202А-1,  2Т202В-1,  КТ202А,  КТ202В 10-70 

2Т202Б-1,  2Т202Г-1,  КТ202Б,  КТ202Г 25-160 

2Т202Д-1,  КТ202Д 50-300 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,5  В 
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Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к=10  мА, 

/б  = 1 мА  не  более ] В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  I/  = 3 В, /=  3 МГц 

не  более 25  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  = 0,5  В,  /= 

= 10  МГц  не  более 10  пФ 

Время  рассасывания  при  /к  = 5 мА,  /Б  = 1 мА  не  более  1 мкс 
Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  при 

^кэ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  более 100  Ом 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = {/КБмакс  не  более- 

при  Т < 298  К 0,1  мкА 

при  Т — Гмакс і о мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  і/кэ  = 1/КЭмакс, 

Лэб  = Ю кОм  не  более: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Г=  Гмакс мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 10  В не  более: 

при  Г = 298  К 0,1  мкА 

при  Т = Гмакс мкд 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Г=  213  н-  358  К: 

2Т202А-1,  2Т202Б-1,  2Т202Д-1 15  В 

2Т202В-1,  2Т202Г-1 30  В 

при  Г=  213  н-  328  К: 

КТ202А,  КТ202Б,  КТ202Д 15  В 

КТ202В,  КТ202Г 30  В 

при  Г=  358  К: 

КТ202А,  КТ202Б,  КТ202Д 10,5  В 

КТ202В,  КТ202Г 26,5  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  Г = 213  -т-  358  К: 

2Т202А-1,  2Т202Б- 1 , 2Т202Д-1 15  В 

2Т202В-1,  2Т202Г-1 30  В 

при  Т = 213  -т-  328  К: 

КТ202А,  КТ202Б,  КТ202Д 15  В 

КТ202В,  КТ202Г 30  В 

при  Т = 358  К: 

КТ202А,  КТ202Б,  КТ202Д 10,5  В 

КТ202В,  КТ202Г 26,5  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

при  Т-  213  -т-  358  К 2Т202А- 1 , 2Т202Б-1,  2Т202В-1, 

2Т202Г-1,  2Т202Д-1 10  В 

при  Т=  213  4-  328  К КТ202А,  КТ202Б,  КТ202В, 

КТ202Г,  КТ202Д 10  В 

при  Г = 358  К КТ202А,  КТ202Б,  КТ202В,  КТ202Г, 

КТ202Д 5,5  В 
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Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
при  Т = 213  308  К: 

2Т202А,  2Т202Б,  2Т202В,  2Т202Г 25  мВт 

КТ202А,  КТ202Б,  КТ202В,  КТ202Г 15  мВт 

при  Т = 358  К 10  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
ти  < 10  мкс,  <2  > 10: 

2Т202А-І,  2Т202Б-1,  2Т202В-1,  2Т202Г-1,  2Т202Д-1  50  мВт 

КТ202А,  КТ202Б,  КТ202В,  КТ202Г,  КТ202Д  ...  25  мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  358  К 


2Т203А,  2Т203Б,  2Т203В,  2Т203Г,  2Т203Д, 
КТ203А,  КТ203Б,  КТ203В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  мало- 
мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных 
схемах. 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

2Т203А,  2Т203Б,  2Т203В,  КТ203А,  КТ203Б, 

КТ203В 5 МГц 

2Т203Г,  2Т203Д 10  МГ-. 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  ГКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Т = 298  К: 

2Т203А,  КТ203А  не  менее 9 

2Т203Б 30-90 

2Т203В 15-100 

2Т203Г  не  менее 40 

2Т203Д 60-200 

КТ203Б 30-150 

КТ203В 30-200 

при  Г=  398  К: 

2Т203А,  КТ203А  не  менее 9 

2Т203Б 30-180 

2Т203В 15-200 

2Т203Г  не  менее 40 

2Т203Д 60  - 400 

КТ203Б 30-230 

КТ203В 30-400 

при  Т = 213  К: 

2Т203А,  КТ203А  не  менее 7 

2Т203Б 15  — 90 

2Т203В,  КТ203Б 10-100 

2Т203Г  не  менее  20 

2Т203Д 30  - 200 

КТ203В 15_200 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  /э  = 1 мА  не  более : 
при  І/КБ  = 50  В 2Т203А,  КТ203А 300  Ом 
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при  НКБ  = 30  В 2Т203Б,  КТ203Б 300  Ом 

при  НКБ=15  В 2Т203В,  КТ203В 300  Ом 

при  С/КБ  = 5 В 2Т203Г,  2Т203Д 300  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/КБ  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 10  пФ 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 

2Т203Б,  КТ203Б  при  /к  = 20  мА,  /Б  = 4 мА  . . . 1 В 

2Т203Г  при  /к  =10  мА,  /Б  = 1 мА 0,5  В 

2Т203Д  при  /к  - 10  мА,  /Б  = 1 мА 0,35  В 

КТ203Д  при  /к  = 20  мА,  /Б  = 1 мА 0,5  В 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = НКБмак.  не  более: 

при  Г = 298  К 1 мкА 

при  Т Гмакс 15  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  НЭБ  = (/ЭБмакс  не  более  1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т = 213  = 348  К: 

2Т203А,  2Т203Г,  КТ203А 60  В 

2Т203Б,  КТ203Б 30  В 

2Т203В,  2Т203Д,  КТ203В 15  В 

при  Г=  398  К: 

2Т203А,  2Т203Г,  КТ203А 30  В 

2Т203Б,  КТ203Б 15  В 

2Т203В,  2Т203Д,  КТ203В Ю В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБ э < 

< 2 кОм: 

при  Г=  213  = 348  К: 

2Т203А,  2Т203Г,  КТ203А 60  В 

2Т203Б,  КТ203Б 30  В 

2Т203В,  2Т203Д,  КТ203В 15  В 

при  Т = 398  К: 

2Т203А,  2Т203Г,  КТ203А 30  В 

2Т203Б,  КТ203Б 15  В 

2Т203В,  2Т203Д,  КТ203В Ю В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база,  2Т203А,  2Т203Г 

КТ203А ; зо  в 

2Т203Б,  КТ203Б 15  В 

2Т203В,  2Т203Д,  КТ203В ! Ю В 

Постоянный  ток  коллектора Ю мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  <2  > 

> 10 50  мА 

Постоянный  ток  эмиттера Ю мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  = 348  К 150  мВт 

при  Г = 398  К 60  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  398  К 
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КТ207А,  КТ207Б,  КТ207В 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  мало- 
мощные. 

Предназначены  для  работы  в качестве  усилительного  эле- 


мента микромодулей  и блоков  в герметизированной  аппаратуре. 
Бескорпусные,  без  кристаллодержателя,  с защитным  покрытием  и 
контактными  площадхами  для  присоединения  в электрическую  схему. 
Обозначение  типа  приводится  на  групповой  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,001  г. 

Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/кб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не 


менее 5 МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 1 кГц: 

КТ207А  не  менее 9 

КТ207Б 30-150 

КТ207В 30-200 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /«  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более: 

КТ207А,  КТ207Б 1 В 

КТ207В 0,5  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/|<Б  = 5 В,  /= 

= 10  кГц  не  более 10  пФ 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  Г'ББ  = 5 В,  Іу  = 1 мА  не 

более 300  Ом 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  V КБ  = 60  В КТ207А 0,05  мкА 

при  І/КБ  = 30  В КТ207Б 0,05  мкА 

при  1/КБ  = 15  В КТ207В 0,05  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  С/ЭБ  = 30  В КТ207А 1 мкА 

при  І/ЭБ  = 15  В КТ207Б 1 мкА 

при  1/ЭБ  = 10  В КТ207В 1 мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ207А 60  В 

КТ207Б 30  В 

КТ207В 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

КТ207А 60  В 

КТ207Б 30  В 

КТ207В 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

КТ207А 30  В 

КТ207Б 15  В 

КТ207В Ю В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  « 100  мкс,  (7  > 

>5 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  ....  15  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 100  мкс,  б > 5 50  мВт 

Температура  перехода 373  К 

Температура  окружающей  среды От  228 

до  358  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  должен  быть 
обеспечен  надежный  теплоотвод  от  кристалла  не  хуже,  чем  тепло- 
отвод в свободном  воздухе.  При  монтаже  и эксплуатации  тран- 
зисторов необходимо  принимать  меры  защиты  от  статического 
электричества. 

Монтаж  кристаллов  в микросхемах  должен  осуществляться  в 
условиях  микроклимата  или  кондиционированных  помещениях  с 
относительной  влажностью  не  более  65  % и температурой  (298  ± 
± Ю)  К. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  тока  эмиттера. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  тока  эмиттера. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  пере- 
дачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  тока  эмиттера. 


2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  2Т208Г,  2Т208Д, 
2Т208Е,  2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  2Т208Л, 
2Т208М,  КТ 208 А,  КТ208Б,  КТ208В,  КТ208Г, 
КТ208Д,  КТ208Е,  КТ208Ж,  КТ208И,  КТ208К, 
КТ208Л,  КТ208М 


Транзисторы  кремниевые  планарно-эпитаксиальные  р-п-р  мало- 
мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилительных  и генераторных 
схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


142 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 5 В не  менее: 
при  /э  = 5 мА  2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  2Т208Г, 
2Т208Д,  2Т208Е,  2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  2Т208л’ 

2Т208М 

при  /э  = 10  мА  КТ208А,  КТ208Б,  КТ208В,  КТ208Г 
КТ208Д,  КТ208Е,  КТ208Ж,  КТ208И,  КТ208К,  КТ208л’ 
КТ208М 

Коэффициент  шума  при  Скэ  = 3 В,  /к  = 0,2  мА, 
/=  1 кГц,  Яг  = 3 кОм  КТ208В,  КТ208Е,  КТ208К 
не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/КБ  =1  В,  /э  = 30  мА: 

2Т208А,  2Т208Г,  2Т208Ж,  2Т208Л,  КТ208А,  КТ208Г 

КТ208Ж,  КТ208Л ’ 

2Т208Б,  2Т208Д,  2Т208И,  2Т208М,  КТ208Б,  КТ208Д 

КТ208И,  КТ208М 

2Т208В,  2Т208Е,  2Т208К,  КТ208В,  КТ208Е,  КТ208К 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 
= 300  мА,  /Б  = 60  мА  не  более: 

2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  2Т208Г,  2Т208Д,  2Т208Е, 
2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  2Т208Л,  2Т208М  . . . ’ 
КТ208А,  КТ208Б,  КТ208В,  КТ208Г,  2Т208Д,  КТ208Е, 
КТ208Ж,  КТ208И,  КТ208К,  КТ208Л,  КТ208М  . . 1 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 300  мА, 
/Б  = 60  мА  не  более 

Емкость  коллекторного  перехода  не  более: 

при  С/КБ  = 20  В 2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В  2Т208Г 
2Т208Д,  2Т208Е,  2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  2Т208л’ 
2Т208М 

при  СКБ  = 10  В КТ208А,  КТ208Б,  КТ208В,  КТДо’вГ 
КТ208Д,  КТ208Е,  КТ208Ж,  КТ208И,  КТ208К  КТ?08л’ 
КТ208М 

Емкость  эмиттерного  перехода  не  более: 

при  Сэб  = 20  В 2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  2Т208Г 
2Т208Д,  2Т208Е,  2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  2Т208л’ 
2Т208М ’ 

при  С/ЭБ  = 0,5  В КТ208А,  КТ208Б,  КТ208В,  КТ208Г 
КТ208Д,  КТ208Е,  КТ208Ж,  КТ208И,  КТ208К,  КТ208л’ 
КТ208М ; 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  І7кэ  = Сюмакс, 

Лэб  = 10  кОм  не  более 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = г/ЭБШкс  не  более 


5 МГц 
5 МГц 

4 дБ 

20-60 

40-120 

20-240 

0,3  в 
0,4  В 

1,5  В 

35  пФ 

50  пФ 

20  пФ 

100  пФ 

1 мкА 
1 мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  КТ208А,  КТ208Б, 

КТ208В 20  В 

2Т208Г,  2Т208Д,  2Т208Е,  КТ208Г,  КТ208Д, 

КТ208Е 30  В 

2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  КТ208Ж,  КТ208И, 

КТ208К 45  В 

2Т208Л , 2Т208М,  КТ208Л,  КТ208М 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?Бэ  < 

< 10  кОм: 

2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  КТ208А,  КТ208Б, 

КТ208В  . . 20  В 

2Т208Г,  2Т208Д,  2Т208Е,  КТ208Г,  КТ208Д, 

КТ208Е 30  В 

2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  КТ208Ж,  КТ208И, 

КТ208К 45  В 

2Т208Л , 2Т208М,  КТ208Л,  КТ208М 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2Т208А,  2Т208Б,  2Т208В,  2Т208Г,  2Т209Д,  2Т208Е, 

2Т208Ж,  2Т208И,  2Т208К,  2Т208Л,  2Т208М,  КТ208Ж, 

КТ208И,  КТ208К,  КТ208Л,  КТ208М 20  В 

КТ208А,  КТ208Б,  КТ208В,  КТ208Г,  КТ208Д,  КТ208Е  10  В 

Постоянный  ток  коллектора 150  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„<0,5  мс,  ()>2  . . . 300  мА 

Постоянный  ток  базы 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  21 3 -і-333  К 200  мВт 

при  Т = 398  К 5 мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В,  КТ209Г,  КТ209Д, 
КТ209Е,  КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К,  КТ209Л, 

КТ209М 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  мало- 
мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилительных  и импульсных 
микромодулях  и блоках  герметизированной  аппаратуры. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами 
в двух  вариантах. 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 
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йараант  7 


■=*- 

1 

от——  -'Ч 

п 

ч,ч 

Эмиттер 

База 

Коллектор 

0,3 


Эмиттер 

База 

Коллектор 


Вариант  2 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схе- 
ме с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 5 В,  /к  = 10  мА 

не  менее 5 МГц 

Коэффициент  шума  при  6ГКЭ  = 3 В,  /к  = 0,2  мА,  / = 

= 1 кГц,  Лг  = 3 кОм  КТ209В,  КТ209Е,  КТ209К  не 

более 5 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  = 1 В,  /к  = 30  мА: 
при  Г = 298  К: 

КТ209А,  КТ209Г,  КТ209Ж,  КТ209Л 20-60 

КТ209Б,  КТ209Д,  КТ209И,  КТ209М 40-120 

КТ209В,  КТ209Е 80-240 

КТ209К 80-160 

при  Т=  373  К: 

КТ209А,  КТ209Г,  КТ209Ж,  КТ209Л 20-120 

КТ209Б,  КТ209Д,  КТ209И,  КТ209М 40-240 

КТ209В,  КТ209Е 80-480 

КТ209К 80-320 

при  Т = 228  К: 

КТ209А,  КТ209Г,  КТ209Ж,  КТ209Л 10-60 

КТ209Б,  КТ209Д,  КТ209И,  КТ209М 20-120 

КТ209В,  КТ209Е 40-240 

КТ209К 40-160 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 300  мА,  /Б  = 30  мА  не  более 0,4  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 300  мА, 

/Б  = 30  мА  не  более 1,5  В 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  =10  В,  /= 

= 500  кГц  не  более 50  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/ЭБ  = 0,5  В,  / = 

= 1 МГц  не  более 100  пФ 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  в 
схеме  с общим  эмиттером  * при  {/кэ  = 5 В,  /к  = 

= 5 мА 130-2500  Ом 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵэъ  = С/эвмакс  не  более  1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Г = 298  -ь  373  К: 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В 15  В 

КТ209Г,  КТ209Д,  КТ209Е 30  В 

КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К 45  В 

КТ209Л,  КТ209М 60  В 

при  Т = 228  К: 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В 10  В 

КТ209Г,  КТ209Д,  КТ209Е 25  В 

КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К 40  В 

КТ209Л,  КТ209М 55  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЯБЭ  < 

< 10  кОм: 

при  Т = 298  4 373  К: 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В 15  В 

КТ209Г,  КТ209Д,  КТ209Е 30  В 

КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К 45  В 

КТ209Л,  КТ209М 60  В 

при  Г = 228  К; 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В 10  В 

1^1209 Г,  КТ209Д,  КТ209Е 25  В 

КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К 40  В 

КТ209Л,  КТ209М 55В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 
при  Т=  298  4 373  К: 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В,  КТ209Г,  КТ209Д, 

КТ209Е 10  В 

КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К,  КТ209Л,  КТ209М  ...  20  В 

при  Т=  228  К: 

КТ209А,  КТ209Б,  КТ209В,  КТ209Г,  КТ209Д, 

КТ209Е 10  В 

КТ209Ж,  КТ209И,  КТ209К,  КТ209Л,  КТ209М  . . . 15  В 

Постоянный  ток  коллектора 300  мА 

Импульсный  ток  коллектора 500  мА 

Постоянный  ток  базы 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  ....  200  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,45  К/мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  228 

до  373  К 
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КТ210А,  КТ210Б,  КТ210В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  низко- 
частотные усилительные  маломощные. 

Бескорпусные  с твердыми  выводами.  Обозначение  типа  при- 
водится на  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,005  г. 


Эмиттер  Коллектор 


да  за 


Коллектор 


0, 25  0,04 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схе- 
ме с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА 

не  менее 10  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА : 

КТ210А,  КТ210Б 80-240 

КТ210В 40-120 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1 В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  і/кэ  = С/Кэ.макс, 

КЭБ  = 10  кОм  не  более 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  =10  В не  более  ...  5 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В,  / = 

= 3 МГц  не  более 25  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СЭБ  = 0,5  В,  /= 

= 5 МГц  не  более Ю пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 


КТ210А 15  В 

КТ210Б 30  В 

КТ210В 60  В 
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Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?эб  < 

< 10  кОм: 

КТ210А 15  В 

КТ210Б 30  В 

КТ210В 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 10  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 308  К 25  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т=  308  К 40  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 3 К/мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  358  К 


КТ211А-1,  КТ211Б-1,  КТ211В-1 


Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  р-п-р 
с нормированным  коэффициен- 
том шума. 

Предназначены  для  приме- 
нения во  входных  каскадах,  ма- 
лошумящих  усилителях,  в герме- 
тизированной аппаратуре. 

Бескорпусные,  без  кристал- 
лодержателя, с защитным  по- 
крытием лаком,  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа  при- 
водится на  возвратной  таре. 

Масса  транзистора  не  более 

0,01  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /к  = 1 мА  не 

менее 10  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/КБ  =1  В,  /э  = 40  мА : 
при  Г = 298  К: 

КТ211А-1 40-120 

КТ211Б-1  80-240 

КТ211В-1 160-480 

при  Т=  398  К: 

КТ211А-1 40-200 

КТ211Б-1 80  - 400 

КТ211В-1  160-800 

при  Т = 213  К: 

КТ211А-1 20-120 
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КТ211Б-1 40-240 

КТ211В-1 80-480 

Коэффициент  шума  при  (/«б  = 5 В,  /э  = 40  мА,  / = 

= 1 кГц,  Кг  = 10  кОм  не  более 3 дБ 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ  = 15  В не  более  . . . 10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 20  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (/Эб  = 0.5  В,  / = 

= 10  МГц  не  более 15  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс,  ^ > 

>10 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  -ь  308  К 

при  Т = 398  К 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  « 10  мкс,  <2  > 10 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 

Примечание.  При  монтаже  транзисторов  в микросхему 
должны  быть  приняты  меры,  исключающие  нагрев  кристалла 
более  423  К.  При  монтаже  транзисторов  не  допускается  изгиб 
выводов  на  расстоянии  менее  0,5  мм  от  места  выхода  из  защитного 
покрытия. 

Пайка  и сварка  выводов  допускается  на  расстоянии  более 
1 мм  от  места  выхода  вывода  из  защитного  покрытия. 


15  В 
5 В 
20  мА 

50  мА 

25  мВт 
5 мВт 

50  мВт 
423  К 
От  213 
до  398  К 


кш>аб 

5 
4 
3 
2 
1 

213  243  273  303  333  363  Т,  К 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  температуры. 


213  243  273  303  333  363Т,К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  темпе- 
ратуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


КТ214А-1,  КТ214Б-1,  КТ214В-1,  КТ214Г-1, 
КТ214Д-1,  КТ214Е-1 


Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  р-п-р 
маломощные  универсальные. 

Предназначены  для  исполь- 
зования в ключевых  и линейных 
гибридных  схемах,  микромоду- 
лях, узлах  и блоках  радиоэлект- 
ронной герметичной  аппара- 
туры. 

Бескорпусные,  без  кристал- 
лодержателя, с гибкими  выво- 
дами, с защитным  покрытием. 
Обозначение  типа  приводится 
на  возвратной  таре. 

Масса  транзистора  не  более 
0,01  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала: 
при  С/эб  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  менее: 

КТ214А-1 

КТ214Б-1 

КТ214В-1 

КТ214Г-1 ] 

при  І/КБ  =1  В,  /э  = 40  мкА  не  менее : 

КТ214Д-1 

КТ214Е-І 


20 

30-90 
40-  120 
40-120 

80 

40 
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Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 


= 10  мА,  /Б  = 1 мА  КТ214Д-1,  КТ214Е-1  не  более  ...  0.6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  КТ214Д-1,  КТ214Е-1  не  более  . „ . . 1,2  В 

Напряжение  насыщения  эмиттер-коллектор  при  /Б  = 1 мА 

/э  = 0 КТ214Д-1,  КТ214Е-1 От  0,7 

до  2,5  мВ 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  при 

С/эк  = 5 В,  /э  = 2 мА,  / = 800  Г ц От  1,2 

до  10  кОм 

типовое  значение 2,5  * кОм 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,5  В,  /= 

= 500  кГц 9,6-100  пФ 

типовое  значение 9,8  * пФ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 10  В,  /= 

= 500  кГЧ 9,5-50  пФ 

типовое  значение 12*  ПФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  = 10  кОм, 

Ѵкэ  = 30  В,  Г = 358  К не  более ; . 1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

КТ214А-1,  КТ214Б-1 80  В 

КТ214В-1 60  В 

КТ214Г-1 40  в 

КТ214Д-1 30  в 

КТ214Е-1 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

КТ214А-1 30  В 

КТ214Б-1,  КТ214В-1,  КТ214Г-1,  КТ214Д-1  . . . ! 7 В 

КТ214Е-1 20  В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 0 мс,  ()> 

>100 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г = 298  К 50  мВт 

при  Г=  358  К 20  мВт 

Температура  перехода  не  более 398  К 

Тепловое  сопротивление  переход-кристалл 0,1  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  358  К 


Примечание.  Допустимая  температура  монтажа  транзисторов 
в гибридные  схемы  не  должна  превышать  433  К в течение  30  с. 
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^ш)А& 


І$,мА 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  эмиттера. 


Киі>ДБ 

15 

5 

2,5 


КТ21ЧД-1 

1 

ЧКБ  = 

5В 

I -,  = 00  мкА 

кг=і 

1 

<1 

\ 

О 
ІО'1 


10° 


10 1 


*>кГц 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


ГТ402А,  ГТ402Б,  ГТ402В,  ГТ402Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в выходных  каскадах  усили- 
телей низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами в двух  вариантах.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора:  вариант  1 — не  более  5 г,  вариант  2 — 
не  более  2 г. 

152 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  =1  В,  /э  = 3 мА: 

ГТ402А,  ГТ402В 30-80 

ГТ402Б,  ГТ402Г 60-150 

Коэффициент  линейности  К,  = (й21Э  при  Іэ  = 3 мА)/(/і21э 

при  Іэ  — 300  мА) 0,7— 1.4 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  І/КБ  = 1 В,  /э  = 3 мА  не 


менее 

1 МГц 

Прямое  падение  напряжения  на 

эмиттерном 

переходе 

при  отключенном  коллекторе 
более 

при  /э  = 2 

мА  не 

0,3  В 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ 

= 10  В не  более  . . . 

20  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 


« 200  Ом: 

ГТ402А,  ГТ402Б 25  В 

ГТ402В,  ГТ402Г 40  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

вариант  I 0,6  Вт 

вариант  2 0,3  Вт 

Температура  перехода 358  к 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 

вариант  1 0,1  К/мВт 

вариант  2 0,15  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  328  К 
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Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Г = 298  -к  328  К опреде- 
ляется по  формуле 


^К.макс  (358  ^Ѵ^Г.п-с* 

2.  Допускается  производить  соединения  выводов  транзисторов 
с элементами  схемы  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса 
любым  способом  (пайкой,  сваркой  и т.  п.)  при  условии  соблю- 
дения следующих  требований:  за  время  соединения  температура 
в любой  точке  корпуса  транзистора  не  должна  превышать  мак- 
симально допустимую  температуру  окружающей  среды.  Температура 
пайки  не  должна  превышать  558  К. 

Не  рекомендуется  работа  транзисторов  при  рабочих  токах, 
соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами  во  всем  диа- 
пазоне температур. 

При  включении  транзисторов  в электрическую  цепь  коллектор- 
ный контакт  должен  присоединяться  последним  и отсоединяться 
первым. 


О 100  200  300  ЧОООвэ,мВ 


О 100  200  300  Ч00Іэ,мА 


Входные  характеристики.  Зависимость  статического  коэф- 

фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


1 

0,8 
5 0,6 
5 0,4 
**  0,2 

О 25  50  75  100Ів,мА 

Зависимость  сопротивления  на- 
сыщения от  тока  базы. 
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Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 


Г 

1 1 1 

ТЧ02А  -ГТЧ02Г 

і ~ і 

V 

ГК  = 1 

00  М/ 

4 

ч 

1Т403А,  1Т403Б,  1Т403В,  1Т403Г,  1Т403Д, 
1Т403Е,  1Т403Ж,  1Т403И,  ГТ403А,  ГТ403Б, 
ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д,  ГТ403Е,  ГТ403Ж, 
ГТ403И,  ГТ403Ю 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низко- 
частотные маломощные, 

Предназначены  для  работы  в схемах  переключения,  выходных 
каскадах  усилителей  низкой  частоты,  преобразователях  и стабили- 
заторах постоянного  тока. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4 г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 0,5  А,  /Б  = 0,05  А не  более 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 0,8  В 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  СКБ  = 5 В,  /э  = 0,1  А,  /=  50  ч-  300  Гц: 

1Т403А,  1Т403В,  1Т403Ж,  ГТ403А,  ГТ403В, 

ГТ403Ж 20-60 

1Т403Б,  1Т403Г,  1Т403Д,  ГТ403Б,  ГТ403Г, 

ГТ403Д 50-150 

ГТ403Ю 30-60 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  НКБ  =1  В,  /э  = 0,45  А 1Т403Е, 

ГТ403Е,  1Т403И,  ГТ403И  не  менее 30 

Изменение  коэффициента  передачи  тока  в режиме  ма- 
лого сигнала  1Т403А,  1Т403Б,  1Т403В,  1Т403Г,  1Т403Д, 

1Т403Ж  при  НКБ  = 5 В,  /э  = 0,1  А,  /=  50  ч-  300  Гц 
не  более: 

при  Г = 343  К ±30% 

при  Г =213  К -50% 
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Изменение  статического  коэффициента  передачи  тока 
в схеме  с общим  эмиттером  1Т403Е,  1Т403И  при 
^кб  =1  В,  /3  = 0,45  А не  более: 

при  Т = 343  К 

при  Г=  213  К 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 0,1  А не 

менее 

Плавающее  напряжение  эмиттер-база  при  С/КБ  = 45  В 
1Т403А,  1Т403Б;  при  6/КБ  = 60  В ІТ403В,  1Т403Г, 
1Т403Д,  1Т403Е ; при  6/КБ  = 80  В 1Т403Ж,  1Т403И 

при  Т = 343  К не  более 

Обратный  ток  коллектора  при  = С/кБмакс  не  более: 
при  Т = 298  К: 

1Т403А,  1Т403Б,  1Т403В,  1Т403Г,  1Т403Д,  1Т403Е, 
ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д  ГТ403Е 

ГТ403Ю 

1Т403Ж,  1Т403И,  ГТ403Ж,  ГТ403И 

при  Т = 343  К 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/БЭ  = 20  В 1Т403А,  1Т403б! 
1Т403В,  1Т403Г,  1Т403Е,  ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403В^ 
ГТ403Г,  ГТ403Е,  ГТ403Ю,  С/БЭ  = 30  В 1Т403Д,  ГТ403Д 
не  более: 
при  Г = 298  К: 

1Т403А,  1Т403Б,  1Т403В,  1Т403Г,  1Т403Д,  1Т403Е 
ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д  ГТ403Е 

ГТ403Ю 

1Т403Ж,  1Т403И,  ГТ403Ж,  ГТ403И  !!!!!! 

при  Т = 343  К 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  (/кэ  = 6/кэ  макс  • 
1Т403А,  1Т403Б,  1Т403В,  1Т403Г,  1Т403Д,  1Т403е! 
ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403В,  ГТ403Г,  ГТ403Д  ГТ403Е 

ГТ403Ю 

1Т403Ж,  1Т403И,  ГТ403Ж,  ГТ403И  .!!!!! 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

1Т403А,  1Т403Б,  ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403Ю  . 

1Т403В,  1Т403Е,  ГТ403В,  ГТ403Е,  1Т403Г  1Т403Д 

ГТ403Г,  ГТ403Д 

1Т403Ж,  1Т403И,  ГТ403Ж,  ГТ403И 
Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

1Т403А,  1Т403Б,  ГТ403А,  ГТ403Б,  ГТ403Ю  . . 
1Т403В,  1Т403Е,  1Т403Г,  1Т403Д,  ГТ403В,  ГТ4о'зе’ 

ГТ403Г,  ГТ403Д 

1Т403Ж,  1Т403И,  ГТ403Ж,  ГТ403И  ! 


+ 30% 
+ 50%; 
-40% 


8 кГц 


0,3  В 


50  мкА 
70  мкА 
800  мкА 


50  мкА 
70  мкА 
800  мкА 


5 мА 

6 мА 


30  В 

45  В 
60  В 

45  В 

60  В 
80  В 
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Постоянное  напряжение  эмиттер-база 20  В 

1Т403Д,  ГТ403Д 30  В 

Постоянный  ток  коллектора 1,25  А 

Постоянный  ток  базы 0,4  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом (358  — Тк)/Ят  п.к,  Вт 

без  теплоотвода (358  — Т)/Кт  п.с,  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 15  К/Вт 

1Т403В,  1Т403Е,  ГТ403В,  ГТ403Е 12  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 100  К/Вт 

Температура  перехода  358  К 

Температура  окружающей  среды: 

1Т403  От  213 

до  343  К 

ГТ403  От  218 

до  343  К 


П р имечание.  Разрешается  производить  изгиб  и пайку  выводов 
на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  с темпе- 
ратурой жала  паяльника  не  более  533  К в течение  3 с и груп- 
повым или  механизированным  способом  при  температуре  припоя 
не  более  533  К в течение  5 с. 


40 
30 
20 
10 

0 0,2  0,4  0,6  0,81 к, А 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэф- 
фициента тока  от  тока  коллек- 
тора. 


икэ  ~ 1В 
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Ів,мА 

40 


1 

икз=Сі 

7 /іи«^5В 

/ /'  ' 

' / 1Т405А , 

/ 1Т405В, 

/ 1Т403Ж. 

ГТ 403 А, 
ГТ 403 В, 

ГТ 403 Ж 
1 1 

О 0,2  0,4  0,6  0,8 ІІ^з,В 


Ів,мА 

40 

50 

20 

10 

О 0,2  0,4  0,6  0,8иѣэ,В 


1] 

ІКз 

=5В 

икэ 

=0-1 

пип. 

16 

1 і 

1^5 

: ^ Г*_ 

'гт 

Входные  характеристики.  Входные  характеристики. 


0,8 
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0,4 
0,2 

О 0,2  0,4  0,6  0,ВОБЭ,В 
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0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

О 0,2  0,4  ОД  0,8иБЭ,В 
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= 5 В- 

/-икь 

=0 

1Т403Б, 

1Т403Г 

1Т403Д, 

ГТ  40 ЗБ,  _ 
" ГТ403Д 
1 

/ Г 



Г403І 

Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  база-эмиттер. 


Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  база-эмиттер. 


ГТ405А,  ГТ405Б,  ГТ405В,  ГТ405Г 


Транзисторы  германиевые 
сплавные  р-п-р  усилительные 
низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы 
в схемах  выходных  каскадов 
усилителей  низкой  частоты. 

Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 1 г. 
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Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/кэ  =1  В,  /э  = 3 мА: 

при  Т = 298  К: 

ГТ 405 А,  ГТ405В 30-80 

ГТ405Б,  ГТ405Г 60-150 

при  Т=  328  К: 

ГТ405А,  ГТ405В 30-160 

ГТ405Б,  ГТ405Г 60-300 

при  Т = 233  К: 

ГТ405А,  ГТ405В 15-80 

ГТ405Б,  ГТ405Г 30-150 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

Скэ  = 1 В,  /э  = 3 мА  не  менее 1 МГц 

Прямое  падение  напряжения  эмиттер-база  при  /Б  = 

= 2 мА  и отключенном  коллекторе  не  более  ....  0,35  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 10  В не  более  . ...  25  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБ э < 


<200  Ом: 

ГТ405А,  ГТ405Б 25  В 

ГТ405В,  ГТ405Г 40  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при  Т — 

= 233  ч-  298  К '.....  0,6  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,1  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  328  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 


сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 298  ч-  328  К опре- 
деляется по  формуле 

Л<  макс  = (358  - Л/0,1. 

2.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  10  мм 
и изгиб  выводов  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса 
транзистора  с радиусом  закругления  не  менее  1,5  мм.  Обрезка 
выводов  запрещается. 
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Входные  характеристики. 


ГТ 

-ГТ 

405  Б, 
405Г- 

А 

— Г 

Т405 

Т905 

— 

А, 

В — 

и 

/ 

э = 1 

9 

О 100  200  200  Ч00Ік,мА 


Зависимости  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


292  212  222  252  272  Т,  К 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 


252  272  292  212  222  Т,  К 


Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 
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Зависимость  относительного  максимально  допустимого  напряжения 
коллектор-эмиттер  от  сопротивления  база-эмиттер. 


П406,  П407 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  мало- 
мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
каскадах  высокой  частоты,  а также  в триггерных,  ключевых  и дру- 
гих импульсных  каскадах  радиоэлектронных  устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока 


при  (/«в  = 6 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

П406  Ю МГц 

П407  20  МГц 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
■ при  (/КБ  = 6 В,  /э  = 1 мА,  / = I кГц: 

при  Т = 293  К не  менее 20 

при  Г=  343  К От  20  до  не  более  2 значений 


при  Т = 293  К 

при  7~  = 2 1 3 К От  10  до  не  более  */ 3 значений 

при  Т = 293  К 


6 Полупроводниковые  приборы 
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150  Ом 


Сопротивление  базы  при  СКБ  = 6 В,  /э  = 1 мА./  = ] МГц 

не  более . 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого 
сигнала  при  холостом  ходе  при  СКБ  = 6 В,  Уе=  1 мА 


/=  1 кГц  не  более 

при  Т=  293  К 2 мкСм 

при  Т=  213  К 5 мкСм 

Обратный  ток  коллектора  при  С«б  = 6 В 
не  более: 

при  Т = 293  К 6 мкА 

при  Г = 343  К 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵэъ  = 6 В не  бо- 
лее   Ю мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Ѵкѣ  = 6 В, 

/=  1 МГц  не  более 20  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор-эмиттер,  коллектор-база  . . 6 В 

Обратное  напряжение  эмиттер-база . 6 В 

Ток  коллектора 5 мд 

Ток  эмиттера 5 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при 

Т = 213  - 343  К 30  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до  343  К 


КТ501А,  КТ501Б,  КТ501В,  КТ501Г,  КТ501Д, 
КТ501Е,  КТ501Ж,  КТ501И,  КТ501К,  КТ501Л, 

КТ501М 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  усили- 
тельные низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилителях  низкой  частоты 
с нормированным  коэффициентом  шума,  операционных  и дифферен- 
циальных усилителях,  преобразователях,  импульсных  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  шума  при  ѴКЕ  = 3 В,  /к  — 0,2  мА,  Л, — 

= 3 кОм,  /=  1 кГц  не  более 

типовое  значение  

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 

при  /к  = 0,3  А,  /Б  = 0,06  А 

при  Л<  и = 0,5  А,  /б  = 0,1  А 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,3  А, 

/Б  = 0,06  А не  бодее 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 


4 дБ 
2*  дБ 

0,4  В 
0,7  В 

1,5  В 


эмиттером : 

при  Скэ  =1  В.  /к  = 30  мА: 

КТ501А,  КТ501Г,  КТ501Ж,  КТ501Л 20-60 

КТ501Б,  КТ501Д,  КТ501И,  КТ501М 40-120 

КТ  501  В,  КТ501Е,  КТ501К 80-240 

при  Скэ  = 1 В,  /к  „ = 0,5  А не  менее 6 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  (/« э = 5 В,  =10  мА  не 

менее 5 МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = Ю В, 

/=  500  кГц  не  более 50  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СБэ  = 0,5  В, /=500  кГц 

не  более Ю0  ПФ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКэя  = макс-  ^бэ  = '0  кОм 

не  более 1 МКА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ  = СБЭ.макс  ||е  бо- 
лее   I мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-база  и коллектор- 


эмиттер  при  ЛБЭ  < 10  кОм,  Т = 298  ч-  398  К: 

КТ 50 1 А,  КТ501Б,  КТ501В 15  В 

КТ501Г.  КТ 501 Д,  КТ501Е 30  В 

КТ501Ж,  КТ501И,  КТ501К 45  В 

КТ501Л,  КТ501М 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Т=  213  = 398  К 
(при  Т = 298  ч-  398  К КТ501Ж,  КТ501И,  КТ501К,  КТ501Л, 

КТ501М): 

КТ501А,  КТ501Б,  КТ501В,  КТ501Г,  КТ501Д, 

КТ501Е Ю В 

КТ 501  Ж,  КТ501И,  КТ501К,  КТ501Л,  КТ501М  ....  20  В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т = 213  ч-  398  К . . . . 0,3  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  Т = 213  ч-  398  К . . . . 0,5  А 

Постоянный  ток  базы  при  Т—  213  ч-  398  К 0,1  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 213  ч-  308  К 0,35  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 
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Примечание.  При  включении  транзистора  в цепь,  нахо- 
дящуюся под  напряжением,  базовый  контакт  присоединяется  первым 
и отключается  последним. 

Расстояние  от  места  изгиба  до  корпуса  транзистора  не  менее 
3 мм  с радиусом  закругления  1,5-2  мм.  Пайка  выводов  допус- 
кается на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса  транзистора. 


213  253  293  333  373  Т,  К 
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213  233  253  273  293  Т,  К 

Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеивае- 
мой мощности  коллектора  от 
температуры. 
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Зависимости  максимально  до- 
пустимых напряжений  коллек- 
тор-эмиттер и коллектор-база 
от  температуры. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  база- 
эмиттер  от  температуры. 


КТ502А,  КТ502Б,  КТ502В,  КТ502Г,  КТ502Д, 

КТ502Е 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  универ- 
сальные низкочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  низкой  частоты,  опера- 
ционных и дифференциальных  усилителях,  преобразователях,  импульс- 
ных схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /3  = 10  мА,  ти  < 30  мкс,  2 > 100 


не  менее : 

КТ502А,  КТ502Б 25  В 

КТ502В,  КТ502Г 40  В 

КТ502Д 60  В' 

КТ502Е 80  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,6  В 

типовое  значение 0,15*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более ...  1,2  В 

типовое  значение 0,8*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  (/«э  = 5 В,  /3  = 10  мА: 

КТ502А.  КТ502В,  КТ502Д,  КТ502Е 40-120 

КТ502Б,  КТ502Г 80  - 240 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  [/«з  = 5 В,  /э  = 3 мА,  / = 1 МГц 

не  менее 5 МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/«Б  = 5 В, /=465  кГц 

не  более 20  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  (/КБ  = С/КБ  макс  не  бо- 
лее   1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Т = 

= 233  ч-  358  К: 

КТ502А,  КТ502Б 40  В 

КТ502В,  КТ502Г 60  В 

КТ 502 Д 80  В 

КТ502Е 90  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Т = 

= 233  ч-  358  К 5 В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т = 233  4 358  В 0,15  А 
Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс, 

0 » 100,  Т = 233  н-  358  К 0,35  А 

Постоянный  ток  базы  при  Т = 233  4-  358  В . . . 0,1  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 233  4-  298  К 0,35  Вт 
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Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


0,5 
0,4 
*0,5 
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255  275  515  555  595  Т,  К 

Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеивае- 
мой мощности  коллектора  от 
температуры. 
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Примечание.  Пайку  вы- 
водов разрешается  производить 
на  расстоянии  не  менее  5 мм 

от  корпуса.  При  пайке  жало 

паяльника  должно  быть  зазем- 
лено. 

Изгиб  выводов  допускается 
на  расстоянии  не  менее  5 мм 

от  корпуса  транзистора  с ра- 

диусом закругления  1,5  — 2 мм, 
при  этом  должны  приниматься 
меры,  исключающие  передачу 
усилий  на  корпус.  Изгиб  в плос- 
кости выводов  не  допускается. 


1 2 4 6810  20  401 к,  мА 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока  кол- 
лектора. 


Зависимость  статического  коэффициента  передачи  тока  от  тока  эмит- 
тера. 
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Раздел  четвертый 

ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОМОЩНЫЕ 
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

п-р-п 


2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е,  2Т301Ж, 
КТ301Г,  КТ301Д,  КТ301Е,  КТ301Ж 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  универсальные  вы- 
сокочастотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
схемах  радиоэлектронной  аппаратуры. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Максимальная  частота  генерации  при  С/КБ  = 10  Ъ = 3 мА 

не  менее 60  МГц 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  і/кэ  = '0  К 

/э  = 3 мА,  /=20  МГц  не  менее 1.5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/КБ  = 10  В, 

/э  = 2 мА,  / = 2 МГц  не  более : 

2Т301Г,  2Т301Д,  КТ301Г,  КТ301Д 4.5  нс 

2Т301Е,  2Т301Ж.  КТ301Е,  КТ30ІЖ 2,0  нс 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не 
более : 

2Т301Г,  2Т301Д,  КТ301Г,  КТ301Д 5 мкс 

2Т301Е,  2Т301Ж,  КТ301Е,  КТ301Ж 8 мкс 

Коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим  эмиттером 
при  6/кб  =Ю  В,  /э  = 3 мА: 

2Т301Г,  КТ301Г Ю-32 

2Т301Д,  КТ301Д 20-60 

2Т301Е,  КТ301Е 40-120 

2Т301Ж,  КТ301Ж 80-  300 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА,  т„  = 5 мкс  не 
менее: 

2Т301Г,  2Т301Д 30  В 
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2Т301Е,  2Т30ІЖ 20  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА. 

/Б  = 1 мА  не  более ЗВ 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  =10  мА. 

УБ  = 1 мА  не  более . . 2,5  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 10  В.  /=  2 МГц 

не  более 10  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  ІУЭБ  = 0,5  В. /=  2 МГц 

не  более 80  пФ 

Обратный  ток  коллектора: 

при  Т = 298  К,  І/КБ  = і/квмакс  не  более: 

2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е,  2Т301Ж 5 мкА 

КТ301Г,  КТ301Д,  КТ301Е,  КТ301Ж 10  мкА 

при  Т = 398  К,  СКБ  = 10  В не  более: 

2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е,  2Т301Ж 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7Эб  = 3 В не  более: 

2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е,  2Т301Ж . . 50  мкА 

КТ301Г,  КТ301Д,  КТ301Е,  КТ301Ж 10  мкА 

Выходная  проводимость  при  = 10  В.  /э  = 3 мА./  = 1 кГц 

не  более 3,0  мкСм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллек- 
тор-эмиттер: 

2Т301Г,  2Т301Д,  КТ301Г,  КТ301Д,  КТ301Е, 

КТ301Ж 30  В 

2Т301Е,  2Т301Ж 20  В 

Напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Напряжение  коллектор-эмиттер,  при  котором  /ьіэ 
сохраняется  в пределах  установленных  норм. 

при  /д  = 3 мА  не  менее 2 В 

Постоянный  ток  коллектора  и эмиттера  ....  10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 1 мкс, 

<2  >2 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 333  К 150  мВт 

при  Г = 398  К 2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е, 

2Т301Ж 42  мВт 

при  Т = 358  К КТ301Г,  КТ301Д,  КТ301Е. 

КТ301Ж  58  мВт 

Температура  перехода: 

2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е,  2Т301Ж 423  К 

КТ301Г,  КТ301Д,  КТЗОІЕ,  КТ301Ж  ....  393  К 

Общее  тепловое  сопротивление 0,6  К/мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т301Г,  2Т301Д,  2Т301Е,  2Т301Ж От  213  до  398  К 

КТ301Г,  КТ301Д,  КТ301Е,  КТ301Ж От  233  до  358  К 

Примечание.  При  монтаже  допускается  пайка  выводов  на 
расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса.  Пайку  следует  производить 
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паяльником  за  время  не  более  10  с.  Температура  пайки  не  должна 
превышать  533  К.  Необходимо  осуществлять  теплоотвод  между 
корпусом  и местом  пайки. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора,  при  этом  должны  быть  приняты  меры  предо- 
сторожности, обеспечивающие  неподвижность  выводов  между  местом 
изгиба  и стеклянным  изолятором,  чтобы  не  произошло  нарушения 
спая  вывода  со  стеклянным  изолятором,  ведущего  к потере  герме 
тичности  транзистора. 


Входные  характеристики. 


Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  эмиттер-база. 


ьгіз 

180 

ПО 

100 

60 

20 

0 2 Ч-  6 8 10 13,  мА  2 5 10  15  20  2ЬОкз, 

Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока  фициента  передачи  тока  от 

эмиттера.  напряжения  коллектор-эмиттер. 
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2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В, 

КТ312А,  КТ312Б,  КТ312В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 
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Предназначены  для  применения  в переключательных,  усилитель- 
ных и генераторных  схемах  радиоэлектронной  аппаратуры. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  {/кэ  = 10  В,  /э  = 5 мА  не  менее: 


2Т312А.  КТ312А 80  МГц 

2Т312Б,  2Т312В,  КТ312Б,  КТ312В 120  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С /кэ  = Ю В, 

/э  = 5 мА,  /=2  МГц  не  более 500  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 2 мА  не  более: 

2Т312А,  КТ312А 100  нс 

2Т312Б,  2Т312В,  КТ312Б.  КТ312В 130  нс 

Коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим  эмиттером 
при  [/кв  — 2 В,  /э  = 20  мА: 

2Т312А 12-100 

КТ312А 10-100 

2Т312Б,  КТ312Б 25-100 

2Т312В 50  - 250 

КТ312В 50  - 280 

Граничное  напряжение  при  /э  = 7,5  мА  не  ме- 
нее: 

2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В 30  В 

КТ312А,  КТ312В 20  В 

КТ312Б 35  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/Б  = 2 мА  не  более : 

2Т312А,  2Т312Б 0,5  В 

2Т312В 0,35  В 

КТ312А,  КТ312Б,  КТ312В 0,8  В 
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Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/Б  = 2 мА  не  более 1,1  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (У  к б = Ю В,  /=  2 МГц 

не  более 5 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С'эб  = 1 В,  /=  2 МГц 

не  более 20  пФ 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т = 298  К: 

2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В  при  Г/КБ  = 30  В 1 мкА 

КТ312А,  КТ312В  при  С/КБ  = 20  В и КТ312Б  при 

(/КБ  = 35  В Ю мкА 

при  Т = 398  К 2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В  при  і/Кб  = 

= 30  В Ю мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (/Эб  = 4 В не  бо- 
лее . ...  10  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В 30  В 

КТ312А,  КТ312В 20  В 

КТ312Б 35  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛЭБ  < 100  Ом: 

2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В 30  В 

КТ312А,  КТ312В 20  В 

КТЗІ2Б 35  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мкс, 

<2  > 10 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 298  К КТ312А,  КТ312Б.  КТ312В;  при 

Г«  333  К 2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В  ....  225  мВт 

при  Т = 358  К КТ312А,  КТ312Б,  КТ312В  ...  75  мВт 

при  Т=  398  К 2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В  . . . 62,5  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ти  < 1 мкс, 

<2  > Ю: 

при  Т < 333  К 450  мВт 

при  Т=  398  К 2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В  . . . 287,5  мВт 

Температура  перехода: 

КТ312А,  КТ312Б,  КТ312В 388  К 

2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В 423  К 

Общее  тепловое  сопротивление 0,4  К/мВт 

Температура  окружающей  среды: 

КТ312А,  КТ312Б,  КТ312В От  233  до  358  К 

2Т312А,  2Т312Б,  2Т312В  . . От  213  до  398  К 

Примечание.  Изгиб  выводов  разрешается  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом  закругления 
1,5  — 2 мм. 
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Разрешается  производить  пайку  выводов  на  расстоянии  не  менее 
5 мм  от  корпуса  путем  погружения  не  более  чем  на  5 с в 
расплавленный  припой  с температурой  не  более  523  К. 


О 0,2  0,4-  О, Б 0,8  і,оиЗБ,в 

Входные  характеристики. 
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Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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КТ314А-2 


Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  универ- 
сальный высокочастотный  маломощный. 

Предназначен  для  работы 
в усилительных  и переключаю- 
щих схемах  герметизированной 
аппаратуры. 

Бескорпусный,  с гибкими 
выводами  и защитным  покры- 
тием, на  кристаллодержателе. 

Транзистор  помещается  в тару- 
спутник.  Обозначение  типа  при- 
водится на  основании  тары- 
спутника.  У базового  вывода 
ставится  точка. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,1  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  ...  45  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  Ік  = 

= 30  мА,  /Б  = 6 мА  не  более 0,3  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  = 5 В,  /э  = 0,25  мА: 

при  Т=  298  К 30-120 

при  Т = 398  К 30-  300 

при  Т = 213  К 15-120 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/кэ  =10  В, 

Ік  = 10  мА,  /=100  МГц  не  менее 3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СКБ  = 5 В, 

/к  = 10  мА,  /=  30  МГц  не  более 80  нс 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СБ э = 0 ....  8*  — 20*  пф 

типовое  значение 15*  пФ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УкБ  = 5 В не 

более 10  пФ 

Время  включения  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  ....  35*  — 45*  нс 

типовое  значение 40*  нс 

Время  рассасывания  при  /к  = 30  мА,  /Б  = 3 мА  не 

более 300  нс 

Время  выключения  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  ....  80*  — 120*  нс 

типовое  значение 100*  нс 

Обратный  ток  коллектора  при  {/|<б  = 55  В не  бо- 
лее : 

при  Т=  298  К и Г=  213  К . 0,075  мкА 

при  Т = 398  К 1,5  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

= Ю кОм  50  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  ....  55  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Импульсные  напряжения  коллектор-база  и кол- 
лектор-эмиттер при  ЛБЭ  = 1 кОм, 

ти  < 100  мкс.  (7  > 2 65  В 

Постоянный  ток  коллектора 60  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тц  < 100  мкс, 

б > 2 70  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г=  213  ч-  298  К 0,5  Вт 

при  Т = 398  К 0,1  Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  398  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  ....  0,25  К/мВт 


Примечание.  Минимальное  расстояние  от  места  пайки  выводов  до 
поверхности  транзистора  3 мм.  Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  0,5  мм  от  места  выхода  вывода  из  защитного  покрытия. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Л?  253  293  333  373Т,К 
Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 


Входные  характеристики. 


0 12  3 9Ік,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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О 20  40  60  801 К)  мА 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


213  253  293  333  373  Т, К 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  темпе- 
ратуры. 


Зависимость  времени  рассасыва- 
ния от  тока  коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


213  253  293  333  373  Т,  К 


Зависимость  времени  рассасыва- 
ния от  температуры. 


10  20  30  40  50Ік,мА 


КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г, 
КТ315Д,  КТ315Е,  КТ315Ж,  КТ315И 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  усили- 
тельные высокочастотные  маломощные. 
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Предназначены  для  работы 
в схемах  усилителей  высокой, 
промежуточной  и низкой  час- 
тоты. 

Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  при- 
водится на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,18  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее- 

КТ315А,  КТ315Б,  КТ315Ж 

КТ315В,  КТ315Д,  КТЗІ5И  .... 

КТ315Г,  КТ315Е 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 20  мА 
/б  = 2 мА  не  более : 

КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В.  КТ315Г  .... 

КТ315Д,  КТЗІ5Е 

КТ315Ж I ’ 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА 
/б  = 2 мА  не  более: 


15  В 

30  В 
25  В 


0,4  В 
I В 
0,5  В 


КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г  .... 

КТ315Д,  КТ315Е 

КТ315Ж * ; ‘ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Цкэ  = 10  В,  /к  = 1 мА: 

КТ315А,  КТ315В,  КТ315Д 


КТ315Б,  КТ315Г,  КТ315Е 50  - 350 

КТ315Ж  . 30  - 250 

КТ315И  не  менее 30 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой  частоте 
при  Нкб  = 10  В,  /э  = 5 мА  не  более: 

КТЗ|5А 300  нс 

КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г 500  нс 

КТ315Д,  КТЗІ5Е,  КТ315Ж 1000  нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Скэ  = 10  В,  /к=  1 мА, 

/=  100  МГц  не  менее: 


КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТЗІ5Д,  КТЗІ5Е, 


КТ315И 2,5 

КТ315Ж 1,5 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 10  В не  более- 
КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТ315Д,  КТ315Е 

КТ315И 7 пф 

КТ315Ж ПФ 

Входное  сопротивление  при  0'кэ  = 10  В,  /к  = 1 мА  не 
менее 40  Ом 
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Выходная  проводимость  при  V кэ  =10  В,  /« = 1 мА 

не  более 0,3  мкСм 

Обратный  ток  коллектора  при  С'КБ  =10  В не  бо- 
лее   1 мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 10  кОм,  (Укэ  = 

= ^кэмакс  ие  более: 

КТ315А.  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТ315Д,  КТ315Е.  . 1 мкА 

КТ315Ж 10  мкА 

КТ315И 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УБЭ  = 5 В не  более: 

КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТ315Д,  КТ315Е, 

КТ315Ж 30  мкА 

КТ315И 50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБз  = 10  кОм : 

КТ315А 25  В 

КТ315Б 20  В 

КТ315В,  КТ315Д 40  В 

КТ315Г,  КТ315Е 35  В 

КТ315Ж 15  В 

КТ315И 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 6 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТ315Д, 

КТ315Е 100  мА 

КТ315Ж,  КТ315И 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
Т=  213  = 298  К: 

КТ315А,  КТ315Б,  КТ315В,  КТ315Г,  КТ315Д, 

КТ315Е 150  мВт 

КТ315Ж,  КТ315И 100  мВт 

Температура  перехода 393  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  373  К 


Примечания:  1.  Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллекто- 
ра, мВт,  при  Т = 298  = 373  К определяется  по  формуле 

/’к.макс  = (393  - Г>/ 0,67. 

Допускается  эксплуатация  транзисторов  в режиме  Р к = 250  мВт 
при  (/КБ  = 12,5  В,  /к  = 20  мА. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  2 мм 
от  корпуса  транзистора. 

При  включении  транзистора  в схему,  находящуюся  под  напря- 
жением, базовый  вывод  должен  подсоединяться  первым  и отсоеди- 
няться последним. 

Не  рекомендуется  работа  транзисторов  при  рабочих  токах, 
соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами  во  всем  интер- 
вале температур. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
базы. 


2Т317А-1,  2Т317Б-1,  2Т317В-1,  КТ317А-1, 
КТ317Б-1,  КТ317В-1 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усилителей  высокой  и 


низкой  частоты,  в переключающих 
и импульсных  схемах  герметизиро- 
ванной аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  вы- 
водами, с защитным  покрытием. 
Транзисторы  помещаются  в воз- 
вратную тару,  позволяющую  без 
извлечения  из  нее  транзисторов 
производить  измерение  электри- 
ческих параметров.  Обозначение 
типа  и маркировочная  точка  кол- 
лектора приводятся  на  крышке 
возвратной  тары. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,01  г. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  — 10  мА, 
/Б=  1,7  мА  2Т317А-1,  КТ317А-1 ; при  /Б  = 1 мА  2Т317Б-1, 
КТ317Б-1 ; при  /Б  - 0,7  мА  2Т317В-1,  КТ317В-1  не  бо- 


Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  Ік  — 10  мА, 
/Б=  1 мА  2Т317А-1,  КТ317А-1 ; при  /Б  = 0,6  мА  2Т317Б-1, 
КТ317Б-1 ; при  /Б  = 0,4  мА  2Т317В-1,  КТ317В-1  не  бо- 


Статический  коэффициент  передачи  в схеме  с общим  эмит- 
тером при  1/кэ  = 1 В,  /э  = 1 мА: 


при  Т = 298  К: 
2Т317А-1,  КТ317А-1 
2Т317Б-1,  КТ317Б-1 
2Т317В-1,  КТ317В-1 
при  Т = 358  К: 
2Т317А-1,  КТ317А-1 

2Т317Б-1,  КТ317Б-1 

2Т317В-1,  КТ317В-1 


. 25  - 75 
. 35  - 120 
. 80  - 250 


. От  25  до  3 значений 
при  Т = 298  К 
.От  35  до  3 значений 
при  Т = 298  К 
.От  80  до  3 значений 
при  Т = 298  К 


при  Т=  213  К: 
2Т317А-1,  КТ317А-1 


2Т317Б-1,  КТ317Б-1 15-120 

2Т317В-1,  КТ317В-1  25  - 250 


Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/кэ=1  В, 

/к  = 3 мА,  /=20  МГц  не  менее 

Время  рассасывания  при  і/кэ  = 3 В,  /к  = 3 мА,  /Б|  = 

= /Б2  = 1 мА  не  более 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (7КБ=1  В не 

более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (/Бэ=1  В не 
более 


5 

130  нс 
1 1 пФ 
22  пФ 


Обратный  ток  коллектора  при  (/кв  = 5 В не  более: 

при  7=298  К и Г=2ІЗ  К 

при  Г=358  К 


1 мкА 
10  мкА 


Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ=  3 кОм  не  более 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ=3,5 
Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при 

/э  = 0,05  мА  не  менее 

Постоянный  ток  базы  при  1/вэ  = 0,8 
= 600  Ом 


V кэ  = 5 В, 

3 мкА 

В не  более  10  мкА 

<Укэ  = 2,5  В, 

0,5  В 

В,  ЯБэ  = 

От  130  до 

460  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-база,  коллектор-эмит- 
тер при  ЛБЭ  = 3 кОм 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  .... 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс 

^ > Ю,  іф  < 100  пс 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора- 

при  Г=  213-=- 313  К 

при  Т = 358  К ' 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
ти  < 10  мкс,  0 > 10,  іф<  100  пс,  Т = 298  К - - 

Тепловое  сопротивление  переход-среда  . 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды  . . . ...  От  213  до  358  К 
П р и м е ч а и и е.  Не  рекомендуется  работа  транзистора  при  рабо- 
чих токах,  соизмеримых  с неуправляемыми  токами  во  всем  диапазоне 
температур  окружающей  среды. 

При  пайке  выводов  должны  быть  приняты  меры,  исключающие 
возможность  нагрева  кристалла  и смолы  до  температуры  более  373  К. 

10' 

В 


5 В 

3,5  В 
15  мА 

45  мА 

15  мВт 
3,75  мВт 

100  мВт 
4 К/мВт 
373  К 
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Входные  характеристики. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  частоты. 


215  253  293  333  373  Т,  К 
Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 
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213  253  293  333  373Т,К 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  темпе- 
ратуры. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3, 
2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗА-З, 
КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗВ-З,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  универсальные  высоко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в импульсных,  переключательных 
и усилительных  схемах  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные,  с твердыми  выводами,  с защитным  покрытием. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке  групповой  тары. 

Масса  транзистора  не  более  0,01  г. 


Элекірнческие  параметры 

Напряжение  отпирания  при  /э  = 0,05  мА  не  менее: 
2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  КТЗЗЗА-З, 


КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗ-З: 

при  Г = 298  К 0,57  В 

при  Г = 358  К 0,3  В 


2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З: 
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при  Г = 298  К 0,55  В 

при  Г = 358  К 0,37  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к=  10  мА, 

/б  = 1 мА  не  более: 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  КТЗЗЗА-З, 
КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗВ-З : 

при  Т - 298  К 0,27  В 

при  Г = 358  К 0 3 В 

2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З: 

при  Т = 298  К 0,33  В 

при  Г = 358  К 0,37  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более : 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  КТЗЗЗА-З, 

КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗВ-З: 

при  Т = 298  К 0,9  В 

при  Г =213  К 1 ,05  В 

2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З: 

при  Т = 298  К 1 ,0  В 

при  Т=  213  К 1,15  В 

Время  рассасывания  при  Ек  = 2 В,  /к=  10  мА, 

/б  = 1 мА  не  более : 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  КТЗЗЗА-З,  КТЗЗЗБ-З, 

КТЗЗЗВ-З 15  нс 

2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 

КТЗЗЗЕ-З 25  нс 

2ТЗЗЗВ1-3 10  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С1КЭ  = 1 В,  /э  = 10  мА: 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗГ-3,  КТЗЗЗА-З,  КТЗЗЗГ-З: 

при  Т = 298  К 30-90 

при  Г=213  К 15  — 90 

при  Т=  358  К 30-180 

2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗД-3,  КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗД-З: 

при  7=  298  К 50-150 

при  Г=213  К 26  — 150 

при  Т = 358  К 50-350 

2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗВ-З,  КТЗЗЗЕ-З: 

при  Г = 298  К 70-280 

при  Т=  213  К 33-280 

при  Т=  358  К 70-560 

182 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  V кэ  = 2 В.  /э  = 5 мА  не 
менее : 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  КТЗЗЗА-З, 

КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗВ-З 

2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/КБ  = 5 В не 
более: 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  КТЗЗЗА-З, 

КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗВ-З 

2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-Е,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  КТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  ІІЭ  Б = 0 не 
более : 

2ТЗЗЗА-3,  2ТЗЗЗБ-3,  2ТЗЗЗВ-3,  2ТЗЗЗВ1-3,  КТЗЗЗА-З, 

КТЗЗЗБ-З,  КТЗЗЗВ-З 

2ТЗЗЗГ-3,  2ТЗЗЗД-3,  2ТЗЗЗЕ-3,  КТЗЗЗГ-З,  ЗТЗЗЗД-З, 
КТЗЗЗЕ-З 

Обратный  ток  коллектора  при  1/кь  =10  В не  более: 

при  Т = 298  К 

при  Г = 358  К 

Обратный  ток  эмиттера  при  Г'эБ  = 4 В не  более : 

при  Т = 298  К 

при  Т = 358  К 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 
< 3 кОм 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база . 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 
(9  > і 0,  Тф  < 1 00  нс 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 328  К 

при  Т = 358  К 

Температура  перехода 

Общее  тепловое  сопротивление 

Температура  окружающей  среды 


450  МГц 
350  МГц 

3.5  пФ 

4.5  пФ 

4 пФ 

5 пФ 

0,4  мкА 
5 мкА 

1 мкА 
5 мкА 

10  В 

10  В 

3,5  В 
20  мА 

45  мА 

15  мВт 
5 мВт 

373  К 

3 К/мВт 

От  213  до 
358  К 
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Примечания:  1.  Допускается  большее  значение  мощности 
рассеивания  транзистора  при  условии,  что  температура  перехода  не 
превышает  373  К. 

2.  В процессе  монтажа  допускается  нагрев  транзистора  до 
температуры  не  более  573  К в течение  30  мин,  не  более  423  К 
в течение  1,5  ч. 
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Входные  характеристики.  Зависимость  относительного 

статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительного  на-  Зависимость  напряжения  насы- 
пряжения  насыщения  коллектор-  щения  база-эмиттер  от  темпе- 
эмиттер  от  температуры.  ратуры. 


2Т336А,  2Т336Б,  2Т336В,  2Т336Г,  2Т336Д, 
2Т336Е,  КТ336А,  КТ336Б,  КТ336В,  КТ336Г, 
КТ336Д,  КТ336Е 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  переклю- 
чательные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в переключательных  и импульсных 


схемах  герметизированной  аппара- 
туры. 

Бескорпусные,  с твердыми  вы- 
водами, без  кристаллодержателя. 
Обозначение  типа  приводится  на 
групповой  таре.  Транзисторы  по- 
мещаются в специальную  герме- 
тичную тару,  в которую  помеща- 
ется влагопоглотитель,  обеспечи- 
вающий относительную  влажность 
внутри  тары  не  более  65  %,  а затем 
укладываются  в групповую  тару. 

Масса  транзистора  не  более 
0,0005  г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,9  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  6/кэ  =1  В,  /к  =10  мА: 
при  Т=  298  К: 

2Т336А,  2Т336Г,  КТ336А,  КТ336Г 20-60 

2Т336Б,  2Т336Д,  КТ336Б,  КТ336Д 40-120 

2Т336В,  2Т336Е,  КТ336В,  КТ336Е  не  менее  ....  80 

при  Т=  358  К: 

2Т336А,  2Т336Г.  КТ336А,  КТ336Г 20-120 

2Т336Б,  2Т336Д,  КТ336Б,  КТ336Д 40-240 

2Т336В,  2Т336Е,  КТ336В.  КТ336Е  не  менее  ....  80 

при  Г = 21 3 К (при  Т = 218  К КТ336А,  КТ336Б, 

КТ336В,  КТ336Г,  КТ336Д,  КТ336Е): 

2Т336А.  2Т336Г,  КТ336А,  КТ336Г 8-60 

2Т336Б.  2Т336Д,  КТ336Б,  КТ336Д 16-120 

2Т336В,  2Т336Е,  КТ336В,  КТ336Е  не  менее  ....  32 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  6/кэ  = 2 В, 

/э  = 5 мА.  /=100  МГц  не  менее: 

2Т336А.  2Т336Б,  2Т336В,  КТ336А,  КТ336Б, 

КТ336В 2,5 

2Т336Г.  2Т336Д,  2Т336Е,  КТ336Г,  КТ336Д, 

КТ336Е 4,5 
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Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  4і  = 

= /Б2  = 1 мА  не  более : 

2Т336А.  2Т336Б,  КТ336А,  КТ336Б 30  нс 

2Т336В,  КТ336В 50  нс 

2Т336Г,  2Т336Д,  2Т336Е,  КТ336Г,  КТ336Д. 

КТ336Е 15  нс 

Емкость  коллектора  при  (УКБ  = 5 В не  более  ...  5 пФ 

Емкость  эмиттера  при  1/БЭ  = 0 не  более  ....  4 пФ 

Напряжение  отпирания  при  (/кэ  =1  В,  /э  = 

= 0,05  мА  не  более 0,55  В 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = Ю В не  более: 

при  Т = 298  К и Г=  213  К(Г=2І8  К КТ336)  0,5  мкА 

при  Т = 358  К ....  .■ 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/БЭ  = 4 В не  более  . . 1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-эмиттер  при 
ЛБэ  < 3 кОм  и коллектор-база  при  Т = 213  ч-  358  К 

(при  Т=  218  4-  358  К КТ336) 10  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Т = 

= 213  ч-  358  К (при  Т=  218  ч-  358  К КТ336) . . . 4 В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т=  21 3-4-  358  К 

(при  Г=  218  ч-  358  К КТ336) 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти<10  мс, 

<2>  10,  Тф»  100  мкс,  7"=  213  4-358  К (Г=  2 18  4-358  К 

КТ336)  . . 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  ч-  328  К (при  Г=  218  ч-  358  К 

КТ336) 50  мВт 

при  Т = 358  К 20  мВт 

Температура  перехода  378  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 1 К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  (218  К 

КТ336)  до  358  К 

Примечание.  Для  устранения  влияния  статического  электриче- 
ства на  транзистор  рекомендуется  работать  только  с заземленным 
монтажным,  измерительным,  испытательным  оборудованием  и при- 
способлениями, а также  применять  только  антистатическую  одежду 
для  операторов. 

Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов  при  рабочих  токах, 
соизмеримых  с обратными  неуправляемыми  токами  во  всем  диапазоне 
температур. 

Монтаж  транзисторов  следует  производить  в инертной  среде  в 
течение  не  более  1 с при  давлении  на  транзистор  не  более 
50  г,  при  этом  температура  кристалла  не  должна  превышать  523  К. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры. 


' 213  253  293  333  3733, К 


Зависимости  напряжений  насы- 
щения коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  температуры. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зависимость  относительного  от- 
пирающего напряжения  база- 
эмиттер  от  температуры. 


КТ339А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  усили- 
тельные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  высокой  частоты. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,4  г. 
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Электрические  параметры 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  1/кэ  =1,6  В, 

/к  = 7,2  мА,  /=  35  МГц  не  менее 24  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1/КБ  =10  В,  /э  = 7 мА  не  менее  ....  25 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  на  /=100  МГц  при 

С/КБ  = 10  В,  /э  = 5 мА  не  менее 3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  /=5  МГц 

при  С/КБ  =10  В,  /э  = 7 мА  не  более 25  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не 

более 2 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 25  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Г=  213  - 323  К 260  мВт 

Температура  перехода 448  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

433  К 


273  313  353  393  ЧЗЗТ,К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры. 


Примечание.  При  вклю- 
чении транзистора  в цепь,  на- 
ходящуюся под  напряжением, 
базовый  контакт  должен  при- 
соединяться первым  и отсоеди- 
няться последним. 

Расстояние  от  места  изгиба 
до  корпуса  транзистора  не  менее 
3 мм,  радиус  закругления  не  ме- 
нее 1,5  — 2 мм. 

Пайка  выводов  допускается 
на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора. 
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КТ340А,  КТ340Б,  КТ340В,  КТ340Г,  КТ340Д 


Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  универсальные  высоко- 
частотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в переключательных,  импульсных 
и усилительных  высокочастотных  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  (/кэ  = 5 В,  /э  = 10  мА, 

/=  100  МГц  не  менее 300  МГц 

Время  рассасывания  при  /к  = 5 мА  не  более: 

КТ340А Ю пс 

КТ340Б,  КТ340В,  КТ340Г 15  пс 

КТ340Д 75  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером : 

при  Скэ  =1  В,  /к  = 10  мА: 

КТ340А 100-150 

КТ340Б  не  менее 100 

КТ340Д  не  менее 40 

при  Скэ  = 2 В,  /к  = 200  мА  КТ340  В не  менее  ...  35 

при  б/кэ  = 2 В,  /к  = 500  мА  КТ340Г  не  менее  ...  16 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 
при  /к  = 10  мА,  /Б  = I мА : 

КТ340А 0,2  В 

КТ340Б 0,25  В 

КТ340Д 0,3  В 

при  1К  „ = 200  мА,  /Б  = 20  мА  КТ340В  ....  0,4  В 

при  /к  „ = 500  мА,  /Б  = 50  мА  КТ340Г  ....  0,6  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  не  более: 

КТ340А 45  пс 

КТ340Б 40  пс 

КТ340В,  КТ340Г 85  пс 

КТ340Д 150  пс 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не 


более: 

КТ340А 3 пФ 

КТ340Б,  КТ340В,  КТ340Г 3,7  пФ 

КТ 340 Д 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (7Эб  = 5 В не 

более  7 пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 1/КБ  макс  не 
более 1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 


эмиттер  : 

КТ340А,  КТ340В,  КТ340Г,  КТ340Д 15  В 

КТ340Б 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

КТ340А,  КТ340Б,  КТ340В,  КТ340Д 50  мА 

КТ340Г 75  мА 

Импульсный  ток  коллектора: 

КТ340В 200  мА 

КТ340Г 500  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 150  мВт 

Температура  окружающей  среды От  263  до 

358  К 


КТ342А,  КТ342Б,  КТ342В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  типа 
универсальные  высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  усиления  и генерирования  сигналов  в широком 
диапазоне  частот. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/^  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Г =213  К: 

КТ342А 25-250 
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КТ342Б 

КТ342В 

при  Т = 298  К : 

КТ342А 

КТ342Б 

КТ342В 

при  Г = 398  К : 

КТ342А  не  менее 

КТ342Б  не  менее 

КТ342В  не  менее 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/к  = 10  В, 
/э  = 5 мА,  / = 100  МГц  не  менее: 

КТ342А 

КТ342Б,  КТ342В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 


при  Т 

= 213  К: 

при 

^'кб  = 25 

В КТ342А  . 

при 

^КБ  = 20 

В 

КТ342Б 

при 

О 

II 

из 

X. 

В КТ342В  . 

при  Т 

= 298  К: 

при 

Ѵкь  = 25 

В 

КТ342А 

при 

ГКБ  = 20 

В 

КТ342Б 

при 

ГКБ  = 10 

В 

КТ342В 

при  Т 

= 398  К: 

при 

І’кь  = 25 

В 

КТ342А 

при 

иКБ  = 20 

В 

КТ342Б 

при 

І/КБ=  ю 

В 

КТ342В 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/БЭ  = 5 В не  более  . . . 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 10  кОм 
не  более: 

при  акэ  = 30  В КТ342А 

при  акэ  = 25  В КТ342Б 

при  Г/кэ  = 10  В КТ342В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 

Граничное  напряжение  при  /д  = 5 мА  не  менее: 

КТ342А 

КТ342Б 

КТ342В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/|<Б  = 5 В не 
более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ИБ^  =10  кОм,  /|(э  = 30  мкА: 
при  Т=  213  ч-  373  К: 

КТ 342 А 


50-500 

100-1000 

100-250 
200-500 
От  400-1000 

100 

200 

400 


2,5 

3 


1 мкА 
I мкА 
1 мкА 

0,05  мкА 
0,05  мкА 
0,05  мкА 

10  мкА 
10  мкА 
10  мкА 
30  мкА 


30  мкА 
30  мкА 
30  мкА 

0,1  В 

0,9  В 

25  В 
20  В 
10  В 

8 пФ 


30  В 


_ 


КТ342Б 25  В 

КТ 342  В 10  В 

при  Т = 398  К : 

КТ342А 25  В 

КТ342Б  20  В 

КТ342В 10  В 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА: 

при  Г=  213  - 373  К: 

КТ342А 25  В 

КТ342Б 20  В 

КТ342В 10  В 

при  Т=  398  К: 

КТ342А 20  В 

КТ342Б 15  В 

КТ342В 10  В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 40  мкс, 

<9  > 500  300  мА 


Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 


при  Г = 213  -г  298  К 250  мВт 

при  Т = 398  К 50  мВт 

Температура  перехода 423  К 


Температура  окружающей  среды 


О Ч 8 12  16 


От  213  до 
398  К 


0 Ч 8 12  1биКБ,В 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-база. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-база. 
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0 2 4 5 8 0КБ,В 


О 10  20  30  40Іэ,мА 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-база. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


600 
500 
400 
300 
200 
100 

О 10  20  30  40ІЭ)мА  0 10  20  30  40Іэ,мА 

Зоны  возможных  положений  зависимости  статического  коэффициента 
передачи  тока  от  тока  эмиттера. 


213  253  293  333  373  Т,К 


213  253  293  333  373  Т,  К 


Зоны  возможных  положений  зависимости  статического  коэффициента 
передачи  тока  от  температуры. 


7 Полупроводниковые  приборы 


193 


213  253  293  333  373  413  Т,  К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости граничной  частоты 
от  тока  эмиттера. 


600 

500 

5 400 

«а. 
чЬ 

300 

200 

О 4 8 12  иКБ,в 


О 4 8 12  16  инѣ,в 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости граничной  частоты 
от  напряжения  коллектор-база. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


2Т348А-3,  2Т348Б-3,  2Т348В-3,  КТ348А, 
КТ348Б,  КТ348В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 
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Предназначены  для  при- 
менения в импульсных,  пере- 
ключательных и усилительных 
высокочастотных  схемах  гер- 
метизированной аппаратуры. 

Бескорпусные,  с твердыми 
выводами,  с защитным  по- 
крытием. 

Обозначение  типа  приво- 
дится на  этикетке  групповой 
тары. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,01  г. 


Коллектор  Ключ 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока 


в схеме  с общим  эмиттером  при  V ю = I В, 

/к  = 3 мА  не  менее 100  МГц 

Время  рассасывания  при  Е к = 3 В,  / к = 3 мА, 

/Бі  = /б2  = I мА  не  более 130  нс 

Коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Ѵ^—\  В,  /к  = I мА 
при  Т = 298  К : 

2Т348А-3,  КТ348А 25-75 

2Т348Б-3,  КТ348Б 35-120 

2Т348В-3,  КТ 348 В 80-250 

при  Т = 213  К : 

2Т348А-3 9-75 

2Т348Б-3 15-120 

2Т348В-3  25-250 

при  Т=  358  К: 

2Т348А-3 От  25  до  3 значений 

при  298  К 

2Т348Б-3 От  35  до  3 значений 

при  298  К 

2Т348В-3 От  80  до  3 значений 

при  298  К 


Напряжение  эмиттер-база  при  Г/кэ  = 2,5  В,  /э  = 0,05  мА 

не  более  

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /«  = 10  мА 
и /Б=  1,7  мА  2Т348А-3;  /Б=  1,0  мА  2Т348Б-3; 

/Б  = 0,7  мА  2Т348В-3  не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  / к = 10  мА 
и /Б=1  мА  2Т348А-3;  /Б  = 0,6  мА  2Т348Б-3; 

/Б  = 0,4  мА  2Т348В-3  не  более 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (Ук;Б  =1  В не 

более  

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/-эБ  = 1 В не  более 
Обратный  ток  коллектора  при  Г/|<Б  = 5 В пе  более: 

при  Г = 298  К 

при  Т = 358  К . . . 


0,5  В 

0,3  В 

0,85  В 

11  нФ 
22  пФ 


Т 


1,0  мкА 
10  мкА 
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Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  = 5 В, 

/?эб  = 3 кОм  не  более 3 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УЭБ  = 3,5  В не  более  ...  10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ  < 3 кОм 5 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 15  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тн  < 10  мкс, 

0 > 10,  Тф  < 100  нс 45  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 313  К 15  мВт 

при  Т = 358  К 3,75  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  Т < 298  К . . . 100  мВт 

Температура  перехода 373  К 

Общее  тепловое  сопротивление 4 К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 


Примечание.  Способ  крепления  транзистора  в аппаратуре 
должен  обеспечивать  фиксацию  положения  кристалла  и выводов.  При 
монтаже  должны  быть  приняты  меры,  исключающие  возможность 
нагрева  кристалла  и смолы  до  температуры  более  373  К. 


213  243  213  303  333  363  Т,К 
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Входные  характеристики. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 
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КТ358А,  КТ358Б,  КТ358В 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  усили- 
тельные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
схемах  радиоэлектронной  аппаратуры. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,2  г. 


Место  доя  маркировки 


12,7 


Л* 


V 

гі 

& 

К 

[ 

з - 

і 

г. 

2Г 

■Эмиттер 

■База 

Коллектор 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  НКБ  =10  В,  /э  = 5 мА  не 
менее : 

КТ358А 80  МГц 

КТ358Б,  КТ358В 120  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 

частоте  не  более 500  пс 

Коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим  эмитте- 
ром при  С/«э  = 5,5  В,  /э  = 20  мА: 

КТ358А . 10-100 

КТ358Б 25-100 

КТ358В 50-280 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 20  мА,  /Б  = 2 мА  не  более 0,8  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/Б  = 2 мА  не  более 1,1В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 15  В КТ358А, 

КТ358В;  при  (/КБ  = 30  В КТ358Б  не  более  ....  10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4 В не  более  ....  10  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ358А,  КТ358В 15  В 

КТ358Б ">0  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?Б э < 

< 1 00  Ом : 

КТ358А,  КТ358В 15  В 

КТ358Б 30  В 
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Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Импульсный  ток  коллектора 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  т„  < 1 мкс  . . . 200  мВт 

Температура  перехода 393  к 

Общее  тепловое  сопротивление 0,7  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 


Примечание.  Разрешается  трехкратный  изгиб  выводов  на 
расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса  с радиусом  закругления 
не  менее  1 мм.  При  изгибе  выводов  должна  быть  обеспечена  не- 
подвижность выводов  на  участке  от  корпуса  до  места  изгиба  и 
исключена  возможность  передачи  усилия  на  место  присоединения 
вывода  к корпусу,  нарушения  конструкции  и герметичности  тран- 
зистора. 

Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
пластмассового  корпуса  транзистора.  Пайку  производить  в течение 
не  более  10  с (температура  пайки  не  должна  превышать  523  К), 
приняв  меры,  исключающие  возможность  перегрева  транзисторов. 


0,6  0,7  0,8  0,9  иЭБ,в 


Входные  характеристики. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 

Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 
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КТ359А,  КТ359Б,  КТ359В 


Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  высокочастотные  уси- 
лительные с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте  20  МГц. 

Бескорпусные  с твердыми  выводами.  Обозначение  типа  приводит- 
ся на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,005  г. 


Электрические  параметры 


Г раничная  частота  при  НКэ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 

менее ..  300  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С^б  = 2 В, 

/э  = 2 мА,/  = 5 -г-  30  МГц  не  более 100  пс 

Коэффициент  шума  при  С/кэ  = 2 В,  /3  = 1 мА,/  = 20  МГц 

не  более 6 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  V КБ  = I В,  /э  = 10  мА: 

КТ359А 30-90 

КТ359Б 50-150 

КТ359В 70-280 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,7  В 

Обратный  ток  коллектора  при  НКБ  = 15  В не  более  ...  0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С'ЭБ  = 3,5  В не  более  ...  1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В не 

более  5 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,1  В не 

более 6 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?эБ  = 

= 3 кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  ....  15  мВт 

Температура  перехода 373  К 

Температура  окружающей  среды От  223  до  358  К 
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КТ369А,  КТ369А-1,  КТ369Б,  КТ369Б-1, 
КТ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г,  КТ369Г-1 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  переклю- 
чательные высокочастотные  маломощные. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  с защитным  покрытием. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,02  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  1/Кб  = Ю В.  /э  = 30  мА  не 

менее 200  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером : 

при  Скэ  = 2 В,  Уд  = 150  мА: 

КТ369А,  КТ369А-1 20-100 

КТ369Б,  КТ369Б-1 40-200 

при  І/кэ  = 3 В,  /э  = 10  мА: 

КТ369В,  КТ369В-1 20-100 

КТ369Г,  КТ369Г- 1 40-200 
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Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 200  мА,  /Б  = 10  мА  не  более: 

КТ369А,  КТ369А-1,  КТ369Б,  КТ369Б-1 0,8  В 

КТ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г,  КТ369Г-1 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  / к = 250  мА, 

/Б  = 50  мА  не  более 1,6  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  С/КБ  = 45  В КТ369А,  КТ369А-1,  КТ369Б, 


КТ369Б-1 2 мкА 

при  (7кб  = 65  В КТ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г, 

КТ369Г-1 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  V эв  = 4 В не  более  ...  10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (2кб  = Ю В не 
более : 

КТ369А,  КТ369А-1,  КТ369Б,  КТ369Б-1 15  нФ 

КХ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г,  КТ369Г-1 10  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6'ЭБ  = 0 не  более : 

КТ369А,  КТ369А-1,  КТ369Б,  КТ369Б-1 50  пФ 

КТ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г,  КТ369Г-1 40  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ 369 А,  КТ369А-1,  КТ369Б,  КТ369Б-1 45  В 

КТ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г,  КТ369Г-1 65  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  2?эб  = 

= 1 кОм: 

КТ369А,  КТ369А-1,  КТ369Б,  КТ369Б-1 45  В 

КТ369В,  КТ369В-1,  КТ369Г,  КТ369Г-1 65  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 250  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

0 > 5 400  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  ....  50  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 10  мкс,  ()>  5 1,6  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

358  К 


КТ373А,  КТ373Б,  КТ373В,  КТ373Г 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  переключения  и усиления 
высокой  частоты. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,2  г. 
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Электрические  параметры 


Г раничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  • 

КТ373А,  КТ373Г 25  В 

КТ373Б 20  В 

КТ373В Ю в 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= Ю мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,1  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,9  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  (УКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Т = 298  К: 

КТ373А 100-250 

КТ373Б 200-600 

КТ373В 500-1000 

КТ373Г 50— 125 

при  Т = 358  К : 

КТ373А 100-750 

КТ373Б 200-1800 

КТ373В 500-3000 

КТ373Г 50  - 375 

при  Г = 233  К: 

КТ373А 25-250 

КТ373Б 50-600 

КТ373В 125-1000 

КТ373Г  . ,2—125 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц, 

С/КБ  = 5 В, /э  = 1 мА  не  менее 3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  5 МГц, 

Скб  = 5 В,  1К  = 1 мА  не  более: 

КТ373А.  КТ373Г 200  пс 

КТ373Б  . 300  пс 

КТ373В 700  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В, 

/=  10  МГц  не  более 8 пф 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = і/кэ  макс: 

при  Г = 298  К 0,05  мкА 

при  Г = 358  К 10  мкА 
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Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ѵкэ—^кэ.шкс 
не  более: 

КТ373А,  КТ373Б,  КТ373В 30  мкА 

КТ373Г 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  {УБэ  = 5 В не  более  ...  30  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 

= 10  кОм: 

КТ373А 30  В 

КТ373Б 25  В 

КТ373В 10  В 

КТ373Г 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 50  мкс,  ^ > 500  200  мА 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  . . . 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 233  -г  328  К 150  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды ' . . От  223  до 

358  К 


Примечания:  1,  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 328  ч-  358  К опреде- 
ляется по  формуле 

Лсмакс  = (423  - 21/0,61. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора. 

Не  рекомендуется  работа  транзисторов  при  рабочих  токах,  соиз- 
меримых с неуправляемыми  обратными  токами. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
корпуса  транзистора,  радиус  изгиба  не  менее  2 мм. 


10 I 

213  253  293  333  373  Тп,  К 


0 10  20  30  40 1 к,  мА 


Зависимость  обратного  тока  Зависимость  статического  коэф- 
коллектора  от  температуры  пе-  фициента  передачи  тока  от  тока 
рехода.  коллектора. 
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О 4 8 12  івикв,в 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-база. 


г 4 68  2 468  2 Ік, мкА 

1 10  10г 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


211  253  293  333  373  Т,  К 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  темпера- 
туры. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


КТ375А,  КТ375Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в переключательных  и усилитель- 
ных схемах  высокой  частоты. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  в этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,25  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  / к = 


= 10  мА,  /Б  = I мА  не  более 0,4  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  1/кэ  = 2 В,  /э  = 20  мА: 
при  Т = 298  К: 

КТ375А 10-100 

КТ375Б 50-280 
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при  Т = 358  К: 

КТ375А 10-200 

КТ375Б 50-560 

при  Т=228  К: 

КТ375А 8-100 

КТ375Б  25-280 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц, 

С/ кэ  =10  В,  /к  = 5 мА  не  менее 2,5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  2 МГц, 

6/КБ  =Ю  В,  /э  = 5 мА  не  более 300  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Г/КБ  = 10  В, 

/=2  МГц  не  более 5 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6/БЭ  =1  В, /=  2 МГц 

не  более 20  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = Г'кБ  макс  не  более: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Т = 358  К 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6/БЭ  = 5 В не  более  ....  1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-база,  коллектор-эмит- 
тер при  /?Бэ  < 100  Ом: 

КТ375А 60  В 

КТ375Б 30  В 

Постоянный  ток  коллектора 100  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мкс 200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  . . . 200  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
ти  < 1 мкс 400  мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  228  до 

358  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 298  -г  358  К опре- 
деляется по  формуле 

Рк  макс  = (398  - 70/0,5. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора. 

Допускается  трехкратный  изгиб  выводов  на  расстоянии  не  менее 
3 мм  от  корпуса  с радиусом  закругления  не  менее  1 мм. 

Следует  учитывать  возможность  самовозбуждения  транзисторов, 
как  высокочастотных  элементов  с большим  коэффициентом  усиления. 
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Входные  характеристики. 


О 20  40  60  80Іэ,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  темпе- 
ратуры. 
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Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  щения  коллектор-эмиттер  от 

тока  коллектора.  температуры. 
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КТ379А,  КТ379Б,  КТ379В,  КТ379Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  высокой  частоты  и 
переключения  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные  с твердыми  выводами.  Транзисторы  помещаются  в 
герметичную  заводскую  упаковку.  Обозначение  типа  приводится  в 
паспорте. 

Масса  транзистора  не  более  0,01  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее: 

КТ379А,  КТ379Г 25  В 

КТ379Б 20  В 

КТ379В Ю в 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более: 

КТ379А,  КТ379Б,  КТ379В 0 1В 

КТ379Г 0Л  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более: 

КТ379А,  КТ379Б,  КТ379В 09  В 

КТ379Г і'і  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /к  = 1 мА: 
при  Т = 298  К : 

КТ379А 100-250 

КТ379Б 200-500 

КТ379В 400-1000 

КТ379Г 50-125 

при  Т = 358  К: 

КТ379А 100-750 

КТ379Б  . .* 200-1500 

КТ379В 400-3000 

КТ379Г 50-375 

при  Т = 228  К: 

КТ379А 25-250 
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КТ379Б 50-500 

КТ379В 100-1000 

КТ379Г 12-125 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц, 

Цкв  — 2 В,  /э  = 5 мА  не  менее: 

КТ379А,  КТ379Г 2,5 

КТ379Б,  КТ379В 3 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Цкъ  = 5 В, 

/=  10  МГц  не  более В пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = і/^э  макс  не  более: 

при  Т = 228  К и Т = 298  К . . 0,05  мкА 

при  Т = 358  К 1 мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /?Бэ  = 10  кОм, 

^кэ  = б'кэ.макс  не  более : 

КТ379А,  КТ379Б,  КТ379В 30  мкА 

КТ379Г 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/Бэ  = 5 В не  более  ....  30  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 

= 10  кОм : 

КТ379А 30  В 

КТ379Б 25  В 

КТ379В 10  В 

КТ379Г 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  тн  < 100  мкс,  ()  > 5 . . 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 298  К 25  мВт 

при  Т = 358  К 10  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 100  мкс,  ()  > 5 75  мВт 

Температура  перехода 373  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 3 К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  228  до 

358  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 298  ч-  358  К опреде- 
ляется по  формуле 

^К.макс  “ (373  — Т)/3. 

2.  При  пайке  выводов  допускается  нагрев  транзистора  до  тем- 
пературы 573  К в течение  1 мин,  до  температуры  423  К в тече- 
ние 1,5  ч. 

При  включении  транзистора  в цепь,  находящуюся  под  напряже- 
нием, базовый  контакт  необходимо  присоединять  первым  и от- 
соединять последним.  Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов 
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с отключенной  базой  по  постоянному  .току.  Необходимо  принимать 
меры  защиты  от  статического  заряда. 

Не  рекомендуется  работа  при  токах,  соизмеримых  с неуправ- 
ляемыми обратными  токами  во  всем  диапазоне  температур. 


О 0,2  0,4  0,6  0,80бэ,В 


Входные  характеристики.  Зависимость  обратного  тока 


коллектора  от  температуры. 


Зависимость  статического  коэффициента  передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  относительного  Зависимость  максимально  до- 
максимально ДОПУСТИМОГО  На-  ПуСТИМОЙ  ИМПУЛЬСНОЙ  МОЩНО- 

пряжения  коллектор-эмиттер  от  сти  от  длительности  импульса, 
сопротивления  база-эмиттер. 
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2Т385А-2,  2Т385АМ-2,  КТ385А,  КТ385АМ 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  пере- 
ключательные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в системах  памяти  ЭВМ  гер- 
метизированной аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  защитным  покрытием  на 
керамическом  (2Т385А-2,  КТ385А  — вариант  1)  и металлическом 
(2Т385АМ-2,  КТ385АМ  - вариант  2)  кристаллодержателях. 

Поставляются  в сопроводительной  таре,  позволяющей  без  извле- 
чения из  нее  транзисторов  проводить  измерения  их  электрических 
параметров. 

Обозначение  типа  приводится  на  сопроводительной  таре. 

Масса  транзистора  на  керамическом  кристаллодержателе  не 
более  0,015  г,  на  металлическом  не  более  0,004  г. 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  = 10  мА,  т„  < 30  мкс 

и 0 5*  50  2Т385А-2,  2Т385АМ-2  40-60*  В 

типовое  значение  48*  в 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 150  мА,  /Б  = 15  мА,  т„  < 30  мкс  и (9  > 50: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2 0,32* -0.65  В 

типовое  значение 0.39*  В 

КТ385А,  КТ385АМ  не  более 0,8  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 150  мА, 

/б=15  мА,  ти  < 30  мкс  и 0 > 50  2Т385А-2, 

2Т385АМ-2 1,0*— 1,2  В 

типовое  значение 1,1*  В 

Время  рассасывания  при  Ік  = 150  мА,  4і  = 4л  = 15  мА, 
ти  < 30  мкс,  0 > 50: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2 15* -60  нс 

типовое  значение 30*  нс 

КТ385А,  КТ385АМ  не  более 60  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Ѵкэ  = 1 В,  4=150  мА: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2 30-150 

типовое  значение  60* 

КТ385А.  КТ385АМ ! ! ! ! ! 20-200 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/кэ  = 10  В, 

4 = 50  мА,  /=100  МГц 2.0 -5.6* 

типовое  значение 3^* 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2: 

при  І/КБ  = 60  В и Г=  213  - 298  К 10  мкА 

при  Скб  = 55  В и Г = 398  К 50  мкА 

КТ385А,  КТ385АМ  при  СКБ  = 60  В и Г = 

= 298  К Ю мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

2Т385А-2,  2Т385М-2  при  СКБ  = 5 В: 

при  Т=  213  ч-  298  К 10  мкА 

при  Г = 398  К 50  мкА 

КТ385А,  КТ385АМ  при  І4Б  = 4 В и Т = 

= 298  К 10  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 0 не 
более : 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2: 

при  СКБ  = 60  В и Г = 213  -г  298  К 10  мкА 

при  СКБ  = 55  В и Т = 398  К 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  =10  В, 

/=  10  МГц  2Т385А-2,  2Т385АМ-2 2,5*-4пФ 

типовое  значение 3,3*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СэБ  = 0 В,  / = 

= 10  МГц  2Т385А-2,  2Т385АМ-2 1 3*  — 25  пФ 

типовое  значение 15*  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  КТ385А, 
КТ385АМ  при  С/эб  = 5 кОм,  от  Т = 228  К до 

Тк  = 358  К 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2: 

от  Г=213  К до  Гк  = 373  К 60  В 

при  Гк  = 398  К 55  В 

КТ385А,  КТ385АМ  от  Т = 228  до  Тк  = 358  К . . . 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2  от  Т = 21 3 К до  Гк  = 398  К . . 5 В 
КТ385А,  КТ385АМ  от  Т=  228  К до  Тк  = 358  К . . . 4 В 


Постоянный  ток  коллектора: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2  от  Т=  213  К до  Г„  = 398  К . . 0,3  А 

КТ385А,  КТ385АМ  от  Т=  228  К до  Гк  = 358  К . . . 0,3  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 5 мкс,  ()  > 10: 


2Т385А-2,  2Т385АМ-2  от  Т = 213  К до  Тк  = 398  К . . 0.5  А 

КТ385А,  КТ385АМ  от  Т=  228  К до  Гк  = 358  К . . . 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2: 

от  Г=  213  К до  Тк  = 373  К 0,3  Вт 

при  Гк  = 398  К 0,06  Вт 

КТ385А.  КТ385АМ: 

от  Т = 228  К до  Гк  = 343  К 0,3  Вт 

при  Тк  — 358  К 0,2  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-подложка ПО  К/Вт 

Температура  перехода: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2  408  К 

КТ385А,  КТ385АМ 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т385А-2,  2Т385АМ-2 От  213  до 

398  К 

КТ385А,  КТ385АМ От  228  до 

358  К 


Примечания:  1.  Для  2Т385А-2,  2Т385АМ-2  при  Т=  373  -г 
ч-  398  К максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 


408  - 7 ,- 


+ Я-і 


2.  Монтаж  транзисторов  в микросхемы  осуществляется  сле- 
дующим образом.  Место  монтажа  в микросхеме  смачивается  спирто- 
канифольным флюсом  (10  — 30  °0  канифоли,  90  — 70%  спирта).  Затем 
укладывается  фольга  припоя  ПОС-61  (ГОСТ  21931-76)  толщиной 
30  мкм,  размером  1,9  х 1,9  мкм.  Микросхема  нагревается  до  темпе- 
ратуры (373  ± 5)  К в течение  10  с.  В момент  пайки  транзистор 
прижимается  к месту  монтажа  пинцетом.  Усилие  прилагается  к 
боковым  поверхностям  кристаллодержателя. 
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Допускаются  другие  методы  монтажа  транзисторов  в микро- 
схемы, обеспечивающие  надежный  тепловой  контакт  подложки  тран- 
зистора  с корпусом  микросхемы  и целостность  конструкции  тран- 
зистора. 

При  монтаже  транзисторов  в микросхемы  должны  быть  приняты 
меры,  исключающие  перегиб  и соприкосновение  выводов  и кристал- 
ла транзистора  с острыми  краями  элементов  микросхемы.  Рекомен- 
дуется выводы  транзисторов  и место  термо  компрессии  или  пайки 
покрывать  лаками.  При  этом  не  допускается  использование  ма- 
териалов, вступающих  в химическое  и электрохимическое  взаимодей- 
ствие с защитным  покрытием  и другими  элементами  конструкции 
транзистора. 
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Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  щения  база-эмиттер  от  тока 

тока  коллектора.  коллектора. 
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Зависимость  времени  рассасы- 
вания от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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Зависимость  емкости  коллек-  Зависимость  емкости  эмиттер- 

торного  перехода  от  напряже-  ного  перехода  от  напряжения 

ния  коллектор-база.  эмиттер-база. 
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КТ3102А,  КТ3102Б,  КТ3102В,  КТ3102Г, 
КТ3102Д,  КТ3102Е 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  усили- 
тельные высокочастотные  маломощные  с нормированным  коэффи- 
циентом шума  на  частоте  I кГц. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
схемах  высокой  частоты,  являются  комплементарными-  транзисто- 
рами КТ3107А  — КТ3107Л. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкиму  выводами. 

Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Цкэ  = 

= 5 В,  /э  =10  мА,  /=  30  МГц  не  более 100  нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  І/КБ  = 5 В, 

/э  = 10  мА, /=  100  МГц  не  менее: 

КТ3102А,  КТ3102Б,  КТ3102В,  КТ3102Д 15 

КТ3102Г,  КТ3102Е 3,0 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = 5 В.  /э  = 2 мА: 
при  Т = 298  К: 

КТ3102А 100-250 

КТ3102Б,  КТ3102В,  КТ3102Д 200-500 

КТ3102Г,  КТ3102Е 400-1000 

при  Т = 233  К : 

КТ3102А 25-250 

КТ3102Б,  КТ3102В,  КТ3102Д 50-500 

КТ3102Г,  КТ3102Е 100-1000 

при  Г = 358  К: 

КТ3102А  не  менее 100 

КТ3102Б,  КТ3102В,  КТ3102Д  не  менее  ....  200 

КТ3102Г,  КТ3102Е  не  менее 400 
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Коэффициент  шума  при  1/кэ  — 5 В,  /«  — 0,2  мА,  / 

= 1 кГц,  Кг  — 2 кОм  не  более: 

КТ3102А,  КТ3102Б,  КТ3102В,  КТ3102Г 

КТ3102Д.  КТ3102Е 

Граничное  напряжение  при  /э  = Ю мА  не  менее: 

КТ3102А,  КТ3102Б 

КТ3102В,  КТ3102Д 

КТ3102Г,  КТ3102Е 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  не  более: 

КТ3102А,  КТ3102Б  при  Ѵкэ  = 50  В 

КТ3102В,  КТ3102Д  при  1/Кэ  = 30  В и КТ3102Г, 

КТ3102Е  при  С/Кэ  = 20  В • 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

КТ3102А,  КТ3102Б  при  Ѵкъ  = 50  В: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 358  К • • • • 

КТ3102В,  КТ3102Д  при  (УКэ  = 30  В и КТ3102Г, 
КТ3102Е  при  С/кэ  = 20  В: 

при  Т = 298  К 

при  Г = 358  К 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/бэ  = 5 В не  более  . . . . 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/Кб  = 5 В, 
/=  10  МГц  не  более • 


10  дБ 
4 дБ 


30  В 
20  В 
15  В 

0,1  мкА 


0,05  мкА 


0,05  мкА 
5,0  мкА 


0.015  мкА 

5.0  мкА 
10,0  мкА 

6.0  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор-эмиттер,  коллектор-база  (любой 
формы  и периодичности): 

КТ3102А,  КТ3102Б,  КТ3102Е 

КТ3102В,  КТ3102Д 

КТ3102Г 


Напряжение  эмиттер-база  (любой  формы  и периодич- 
ности)   • • • 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  крллектора  при  тв  < 40  мкс 


2 > 500  200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т — 233  ч- 

298  к 250  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,4  К/мВт 

Температура  р-п  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 


Примечание.  При  Т > 298  К максимально  допустимая  постоян- 
ная рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается  по 
формуле 


Лс.макс  = (398  -Г)/Лг.п.с. 
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щения  коллектор-эмиттер  от 
коэффициента  насыщения. 


^ гіэ 
1000 

800 

600 

т 

200 

о 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


10  20  30  40  I,  ,мА 


Л 213 

1000 

800 

600 

400 

200 

° 2468  2 4 68  2468 

100  да/  102  ІЗгША 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


2Т3117А,  КТ3117А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  пере- 
ключательные высокочастотные  маломощные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,4  г. 


13,5 

5,3 

О- 

1-о 

1 

_°о 

— 

о’. 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  1/кэ=Ю  В,  /к  = 30  мА  не 
менее: 

2Т3117А 300  МГц 

КТ3117А 200  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С^д  = 5 В,  /д  = 200  мА: 

при  Т = 298  К 40-200 

при  Г = 21 3 К 2ТЗІ17А 15-200 

при  Г=  398  К 2Т3117А 30-350 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  1К  = 

= 500  мА,  /Б  = 50  мА  не  более : 

2Т3117А °’5  в 

КТ3117А °>6  в 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  1 к = 500  мА, 

/Б  = 50  мА  не  более 1,2  В 

Обратный  ток  коллектора  при  = 60  В не  более: 

при  Г = 298  К 2Т3117А 5 мкА 

при  Г = 298  К КТ3117А Ю мкА 

при  Т — 398  К 2Т31 17А 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6/дв  = 4 В 2Т3117А  ....  5 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скв  = 10  В не  более: 

2Т3117А 10  пф 

КТ3117А 15  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/дв  = О не  более: 

2Т3117А 80  пФ 

КТ3117А 100  пФ 

Время  рассасывания  2Т3117А  при  /к  = 500  мА,  /ві  = 

= /Б2  = 50  мА  не  более 60  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Т < 398  К 

2Т3117А  и Т < 308  К КТ3117А 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ДЭБ  < 1 кОм : 

2Т3117А  при  Т < 398  К 60  В 

КТ3117А  при  Г < 308  К 50  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Т < 398  К 

2Т3117А  и Т < 308  К КТ3117А 4 В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  2Т3117А  при 

ти  < 1 мкс,  <2  > 2 5 В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т < 398  К 2Т3117А 

и Т < 308  К КТ3117А 400  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  (7  ^ Ю,  ти  < 10  мкс, 

Г < 398  К 2Т3117А,  ти  < 1 мкс,  Т < 308  К КТ3117А  . . 800  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

2Т3117А  при  Г<  298  К,  КТ3117А  при  Г<  308  К . . 300  мВт 

2Т3117А  при  Г = 398  К 70  мВт 

2Т3117А  при  Гк  < 323  К 1 Вт 

2Т3117А  при  Гк  = 398  К 250  мВт 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора 
0 » 10:  к 
2ТЗІІ7А  при  т„  < 10  мкс,  Т < 298  К . . 

КТЗІ17А  при  т„  < I мкс,  Г < 308  К . . . 

2Т3117А  при  т„  < 10  мкс,  Г=398  К . . . [ 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды' 

2ТЗІ17А  . ' 

КТ3117А 


при 


От  213 
От  228 


800  мВт 
800  мВт 
200  мВт 
423  К 

до  398  К 
до  358  К 


П504,  П504А,  П505,  П505А 

Транзисторы  кремниевые  сплавно-диффузионные  п-р-п  универсаль- 
ные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
схемах  высокой  частоты,  а также  в переключающих  схемах  радио- 
электронных устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Вывод  эмиттера  на  буртике  корпуса  маркируется  цветной  точкой 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (УКБ  = 

= 10  В.  /э  = 5 мА,  /=  5 МГц  П505,  П505А  не  бо- 
лее   

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигна- 
ла при  С/КБ  =10  В,  /э  = 5 мА,  /=  50  ч-  1500  Гц 
при  Г = 298  К : 

П504  

П504А 

П505  ] 

П505А \ ‘ ' 

при  Т = 213  К: 

П504  .От  0,5 


1500  пс 


10-  35 
25-  80 
40  - 150 
20-  60 


значения  при 


Т = 298  К до  35,  но  не 


менее  6,5 
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П504А 


От  0,5  значения  при 
Г = 298  К до  80 

П505  От  0,5  значения  при 

Т = 298  К до  1 50 

П505А От  0,5  значения  при 

Т = 298  К до  60 

при  Т = 393  К: 

П 504.  П505А От  0,8  до  2 

значений  при 
Г = 298  К 

П504А,  П505  От  0.8  до  2,5 

значения  при 
Г = 298  К 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  СКБ  = 10  В, 

/э  = 5 мА,  /=  20  МГц  не  менее: 

П504,  П504А 2,5 

П505,  П505А 4,7 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сигна- 
ла при  холостом  ходе  при  Скв  = Ю В,  /э  = 5 мА, 

/=  50  = 1500  Гц  не  более 2 мкСм 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

П504,  П504А  при  (УКБ  = 30  В: 

при  Г=  298  К и 7=213  К 2 мкА 

при  Т = 393  К 120  мкА 

П505,  П505А  при  СКБ  = 20  В: 

при  7=  298  К и 7=213  К 2 мкА 

при  Т = 393  К 120  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 2 В не  более  ....  20  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  =10  В, 

/=  5 МГц  не  более 7 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 10  кОм: 

П504,  П504А  . 30  В 

П505,  П505А  . . . ‘ 20  В 

Напряжение  коллектор-база 

П504,  П504А 30  В 

П505,  П505А 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2 В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при 

т„  < 20  мкс 4 В 

Ток  коллектора  в режиме  усиления 10  мА 

Ток  коллектора  в режиме  переключения 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  = 333  К 150  мВт 

при  Г = 393  К 50  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 600К/мВт 

Температура  р-п  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  393  К 
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Примечание.  При  Т = 333  -ь  393  К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт.  рассчитывается 
по  формуле 

Лсмакс  = (423  - Т)  / 0,6. 

При  давлении  5330  Па  рассеиваемая  мощность  снижается 
на  30%. 


КТ601А,  КТ601АМ 


Транзисторы  кремниевые  диффузионные  п-р-п  усилительные  вы- 
сокочастотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  радиовещательных 
и телевизионных  приемников. 

Выпускаются  в металлостеклянном  (КТ601А)  и в пластмассовом 
(КТ601АМ)  корпусах  с гибкими  выводами. 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  2 г, 
в пластмассовом  не  более  0,7  г. 


Вариант  1 


г, В 


Электрические  параметры 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сиг- 
нала при  і/кэ  = 20  В,  /э  = 10  мА  не 


ме- 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  1/кэ  = 20  В 


/э  = 1 мА  не  менее 40  М Гц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {УКБ  = 20  В, 

/=  2 МГц  не  более 15  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
і/кэ  = 50  В,  /э  = 6 мА,  /=2  МГц  не  бо- 
лее ......... ........  600  пс 

Обратный  ток  коллектор- эмиттер  при  ІУ  кэ  = 100  В, 

ЛБЗ  = Ю кОм  не  более 500  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УЭБ  = 2 не  более  100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 100  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ  < 10  кОм ЮО  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Постоянный  ток  базы 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

без  теплоотвода  при  Т < 328  К и Гк  < 348  К 250  мВт 

с теплоотводом  при  Гк  < 328  К 500  мВт 

Температура  перехода • • • 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


Примечание.  Для  транзисторов  в металлостеклянном  корпусе 
изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса 
транзистора  с радиусом  изгиба  не  менее  3 мм,  при  этом  должны 
быть  приняты  меры  предосторожности,  обеспечивающие  неподвиж- 
ность вывода  между  местом  изгиба  и стеклянным  изолятором. 


Для  транзисторов  в пластмассовом  корпусе  изгиб  выводов  до- 
пускается под  углом  не  более  90°  в плоскости,  перпендикулярной 
плоскости  основания  корпуса,  и на  расстоянии  не  менее  3 мм 
от  корпуса  с радиусом  изгиба  не  менее  1,5  мм. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  от 
тока  эмиттера. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектор-эмиттер  от  темпера- 
туры. 
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Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора.  Пайку  следует  производить  в течение  не  бо- 
лее 5 с.  Температура  пайки  не  должна  превышать  533  К,  при  этом 
необходимо  обеспечить  надежный  теплоотвод  между  корпусом  тран- 
зистора и местом  пайки. 


Зависимость  максимально  до-  Входные  характеристики 
пустимого  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ, 
КТ602А,  КТ602Б 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  универсальные  средней 
мощности. 

Предназначены  для  применения  в схемах  генерирования  ті  уси- 
ления сигналов  радиотехнических  устройств 

Выпускаются  в металлостеклянном  (2Т602А,  2Т602Б.  КТ602А, 
КТ602Б)  и пластмассовом  (2Т602АМ,  2Т602БМ)  корпусах  с гибкими 
выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Масса  транзистора 
не  более  5 г в металлостеклянном  корпусе  и не  более  1 г 
в пластмассовом. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 50  мА,  т„  = 5 мкс,  / = 2 кГц 


не  менее 70  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 50  мА, 

/Б  = 5 мА  не  более ЗВ 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 50  мА, 

/Б  = 5 мА  не  более ЗВ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  6/КБ  = 10  В,  /э  = 10  мА: 

2Т602А,  КТ602А,  2Т602АМ 20-80 

2Т602Б,  2Т602БМ 50-200 

КТ602Б  не  менее 50 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/кБ=Ю  В, 

/к  = 10  мА,  /=  2 МГц  не  более 300  пс 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/Кэ  = 10  В,  /к  = 25  мА  не  менее  . .150  МГц 
Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 50  В,  /=  2 МГц 

не  более 4 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,  /=  2 МГц  не 

более 25  пФ 

Обратный  ток  коллектора : 

при  Т = 298  К,  Скв  = 120  В не  более: 

2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ 10  мкА 

КТ602А,  КТ602Б 70  мкА 

при  Т = 398  К,  ^6=  ЮО  В 2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ, 

2Т602БМ  не  более 50  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер: 

при  Т = 298  К,  Скэ  = 100  В,  ЛЭБ  = 10  Ом  не  более: 

2Т602А.  2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ 10  мкА 

КТ602А,  КТ602Б 100  мкА 

при  Г = 398  К,  (/кэ  = 80  В,  /?ЭБ  = 10  Ом  2Т602А, 

2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ  не  более 50  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ: 

при  Т < 373  К 120  В 

при  Т = 423  К 60  В 

КТ602А,  КТ602Б : 

при  Т < 343  К 120  В 

при  Т = 393  К 60  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база: 

2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ: 

при  Т « 373  К 160  В 

при  Г = 423  К 80  В 

КТ602А,  КТ602Б  при  Г « 343  К 160  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?Бэ  < 1 кОм : 
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2Т602А,  2Г602Б: 

при  Т < 373  К 

при  Г =423  К 

КТ602А,  КТ602Б: 

при  Г < 343  К 

при  Т = 343  К 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  -?>, 

Постоянный  ток  коллектора  

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  « 1 мкс 



Постоянный  ток  эмиттера 

Постоянная  рассеиваемая  мощность : 
без  теплоотвода: 

при  Г « 293  К 

при  7’=  398  К 2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ 
2Т602БМ 

при  Т = 358  К КТ602А,  КТ602Б 

с теплоотводом: 


100  В 
50  В 

100  В 
50  В 
5 В 
75  мА 

500  мА 
80,  мА 


0,85  Вт 


0,16  Вт 
0,2  Вт 


при  Тк  « 293  К 

при  Гц  = 398  К 2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ 

2Т602БМ 

при  Тк  = 358  К КТ602А,  КТ602Б  .... 

Температура  перехода: 


2,8  Вт  « 

0,55  Вт 
0,65  Вт 


2Т602А,  2Т602Б  . 423  к 

КТ602А,  КТ602Б ‘ ' 393  к 

Общее  тепловое  сопротивление: 

переход-корпус 45  к/ІЗт 

переход-окружающая  среда 150  К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т602А,  2Т602Б,  2Т602АМ,  2Т602БМ  ....  От  213  до  398  К 
КТ602А.  КТ602Б От  233  до  358  К 

Примечание.  При  постоянной  рассеиваемой  мощности  более 
0,85  Вт  транзистор  необходимо  крепить  за  корпус  к теплоотводя- 
щеи  панели. 


Ь21Э 
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40 

0 10  20  30  40  50Ік,мА 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


10  20  30  40  500кэ. 
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Пайка  и изгиб  подводящих  проводов  при  монтаже  допускается 
на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса.  Радиус  закругления  при 
изгибе  1,5  — 2 мм.  Пайку  следует  производить  в течение  не  более 
10  с (температура  пайки  не  должна  превышать  533  К). 

При  пайке  необходимо  осуществлять  теплоотвод  между  корпусом 
транзистора  и местом  пайки. 


273  293  313  333  Т,К 


0 5 10  15  20  25Іэ>мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 
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Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г,  2Т603И, 
КТ603А,  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д, 

КТ603Е 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  им- 
пульсные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в импульсных  и переключа- 
тельных высокочастотных  схемах. 


8* 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,75  г. 


42  в 


< — 

Эмиттер 

II — Лг— 

*>* 

1 К 
тС 
ь* 

І=~  7ІІ — - 

Коллектор  База 


04,2 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 
при  /к  = 150  мА,  /Б  = 15  мА: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г  не  более  . . . . 

типовое  значение  

КТ603А,  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д,  КТ603Е 

не  более 

при  /к  = 350  мА,  /Б  = 50  мА  2Т603И  не  более  .... 
Напряжение  насыщения  база-эмиттер: 
при  /к  = 150  мА,  /Б  = 1 5 мА : 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г,  КТ603А,  КТ603Б, 

КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д,  КТ603Е  не  более 

типовое  значение  

при  /к  = 350  мА,  /Б  = 50  мА  2Т603И  не  более  . 

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  ІІКЪ  = 2 В : 
при  Г=298  К: 
при  /э  = 1 50  мА: 

2Т603А,  2Т603В,  КТ603Д 

КТ603А,  КТ603В 

2Т603Б,  2Т603Г  

КТ603Б,  КТ603Г  не  менее 

КТ603Е 

при  /д  = 350  мА  2Т603И  не  менее 

типовое  значение 

при  Г=  213  К,  Іэ  — 150  мА: 

2Т603А,  2Т603В 

2Т603Б,  2Т603Г 

2Т603И  не  менее 

при  Т = 398  К,  /э  = 1 50  мА : 

2Т603А,  2Т603В 

2Т603Б,  2Т603Г 

2Т603И  не  менее 


0,8  В 
0,2*  В 

1,0  В 
1,2  В 


1,5  В 
0,9*  В 
1,3  В 
1,0*  В 


20-  80 
10-  80 
60-  180 
60 

60  - 200 
20 
50* 

8-80 

20-180 

8 


20-180 

60-400 

20 
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Время  рассасывания  при  Ік=  150  мА,  /Б  = 15  мА: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г,  2Т603И  не  бо- 
лее   70  нс 

типовое  значение 40*  нс 

КТ603А,  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д,  КТ603Е 

не  более 100  нс 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (7КЭ  = 10  В, 

/э  = 30  мА,  /=  5 МГц  не  более 400  пс 

типовое  значение 25*  пс 

Граничная  частота  передачи  тока  в схеме  с общим  эмит- 
тером при  і^кэ  = 10  В,  /э  = 30  мА,  не  менее  ....  200  МГц 

типовое  значение 370*  МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  II кз  = Ю В, /=  5 МГц 

не  более 15  нФ 

типовое  значение . . . 3*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/Эб  = 0,  /=  5 МГц 

не  более 40  пФ 

типовое  значение 35*  пФ 

Обратный  ток  коллектора,  не  более: 
при  Т—  298  К при  Пкб  = 30  В: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603И 3 мкА 

КТ603А,  КТ603Б • Ю мкА 

при  V кв  =15  В: 

2Т603В,  2Т603Г 3 мкА 

КТ603В,  КТ603Г 5 мкА 

при  С/КБ  = 10  В КТ603Д,  КТ603Е 1 мкА 

при  Г = 398  К: 

при  С/КБ  = 24  В 2Т603А,  2Т603Б,  2Т603И  ....  60  мкА 

при  ГКБ=  12  В 2Т603В,  2Т603Г 60  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  С/ЭБ  = 3 В 2Т603А,  .2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г, 

К.Т603А.  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д,  КТ603Е  3 мкА 
при  С/бэ  = 4 В 2Т603И 3 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  7?бэ  < 1 кОм: 
при  Тп  < 343  К : 

КТ603А,  КТ603Б 30  В 

КТ603В,  КТ603Г 15  В 

КТ603Д,  КТ603Е 10  В 

при  7’„<  373  К: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603И 30  В 

2Т603В,  2Т603Г 15  В 

при  Г,,  = 393  К: 

КТ603А,  КТ603Б 15  В 

КТ603В,  КТ603Г 7,5  В 
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КТ603Д,  КТ603Е 

при  Г = 398  К: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603И 

2Т603В,  2Т603Г 

при  Г =423  К: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603И 

2Т603В,  2Т603Г 

Напряжение  эмиттер-база: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г  . . . . 

2Т603И  при  Т„  < 343  К 

2Т603И  при  Тп  = 398  К 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс 

2 >10 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 


10  В 

24  В 
12  В 

18  В 
9 В 

3 В 

4 В 
3 В 

300  мА 
600  мА 


при  Т < 323  К 05 

при  Г = 358  К КТ603А,  КТ603Б,  КТбо'зВ. 

КТ603Г,  КТ603Д,  КТ603Е  и Г = 398  К "’ТбОЗА 
2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г,  2Т603И  0,12  Вт 

Температура  перехода: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г,  2Т603И  ...  423  К 

КТ603А,  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д, 

КТ603Е 393 

Общее  тепловое  сопротивление 200  К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т603А,  2Т603Б,  2Т603В,  2Т603Г,  2Т603И  . . . От  213  до  398  К 
КТ603А,  КТ603Б,  КТ603В,  КТ603Г,  КТ603Д, 

КТ603Е . . . От  233  до  358  К 


Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  начала  изгиба  вы- 
вода 3 мм. 


Не  допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  менее  5 мм  от 
корпуса.  Пайку  выводов  следует  производить  не  более  10  с при 
температуре  не  более  543  К с теплоотводом  между  корпусом  и местом 
пайки. 


Запрещается  кручение  выводов  вокруг  оси. 


Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  эмиттер-база. 


ІБ,мА 
10 

8 

6 

Ч 

г 

о о,з  о,в  о,9иБЭ,в 

Входные  характеристики. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости  статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-эмиттер. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Г603Е 
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А 7605В,  КТ603Л 

[КГ605А, 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  базы. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
базы. 
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Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 
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Зависимость  модуля  коэффи-  Зависимость  максимального  до- 
циента  передачи  тока  от  часто-  пустимого  напряжения  коллек- 
ТЬІ-  тор-эмиттер  от  сопротивле- 

ния база-эмиттер. 


КТ605А,  КТ605Б,  КТ605АМ,  КТ605БМ 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  универсальные 
высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в импульсных,  переключательных 
и усилительных  высокочастотных  схемах. 


Вариант  1 
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Выпускаются  в металлостеклянном  (КТ605А,  КТ605Б  — вариант  1) 
и пластмассовом  корпусах  с гибкими  выводами  (КТ605АМ, 
КТ605БМ  — вариант  2).  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  2 г, 
в пластмассовом  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 20  мА,  /Б  = 2 мА  не  более 8 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  /э  = 20  мА,  І/КБ  = 40  В: 

КТ605А 10-40 

КТ605Б 30-120 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

Скэ  = 40  В,  /э  = 20  мА  не  менее 40  МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/«б  = 40  В, 

/=  2 МГц  не  более 7 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0 В, 

/=  2 МГц  не  более 50  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  I/ кэ  = 250  В 

не  более 20  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (Уэб  = 5 В не  бо- 
лее   50  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Г « 373  К 300  В 

при  Т = 423  К 150  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
і?бэ  < 1 кОм : 

при  Т < 373  К 250  В 

при  Т = 423  К 125  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

при  Г < 373  К 5 В 

при  Т =423  К 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 100  мА 

Импульсный  ток  коллектора 200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 298  К 0,4  Вт 

при  Т = 373  К . . . . . 0,17  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 300  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  233  до  423  К 


Примечание.  Пайку  выводов  допускается  производить  на  рас- 
стоянии не  менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  не  более  5 с. 
Температура  пайки  не  должна  превышать  533  К. 

При  пайке  должен  быть  обеспечен  надежный  теплоотвод  между 
местом  пайки  и корпусом  транзистора. 
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Для  транзисторов  в пластмассовом  корпусе  изгиб  выводов  до- 
пускается под  углом  не  более  90°  в плоскости,  перпендикулярной 
плоскости  основания  корпуса,  и на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
Корпуса  с радиусом  изгиба  не  менее  1,5  мм. 

При  установке  транзистора  на  печатную  плату  с шагом  коорди- 
натной сетки  2,5  мм  допускается  одноразовая  формовка  выводов 
с их  разводкой  для  совмещения  с монтажными  отверстиями  (кон- 
тактами). 

При  изгибе  и формовке  выводов  необходимо  применять  спе- 
циальные шаблоны,  а также  обеспечивать  неподвижность  выводов 
между  местом  изгиба  и корпусом  транзистора.  Кручение  выводов 
вокруг  оси  не  допускается. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  на- 
пряжения коллектор-эмиттер. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости модуля  коэффициен- 
та передачи  тока  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  часто- 
ты. 
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Зависимость  емкости  коллектор-  Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения  ного  перехода  от  напряжения 
коллектор-база.  эмиттер-база. 


2Т608А,  2Т608Б,  КТ608А,  КТ608Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  переклю- 
чательные. 

Предназначены  для  быстродействующих  импульсных  и высоко- 
частотных схем. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Скб  = 5 В,  /э  = 200  мА : 


2Т608А : 

при  Г =298  К 25-80 

при  Г =213  К 10-80 

при  Г = 398  К 25-200 
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2Т608Б : 

при  Г = 298  К 50-160 

при  Г =213  К 20-160 

при  Г = 398  К 50  - 300 

КТ608А: 

при  Г = 298  К 20-80 

при  Г = 228  К 7-80 

при  Т = 358  К 20  - 200 

КТ608Б : 

при  Г =298  К 40-160 

при  Г = 228  К 15-160 

при  Г = 358  К 40  - 350 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 400  мА, 

/Б  = 80  мА  не  более 1 В 

типовое  значение 0,4*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 400  мА,  /Б  = 

= 80  мА  не  более 2 В 

типовое  значение 1*  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 150  мА,  /Б|  = /щ  = 15  мА: 

2Т608А,  2Т608Б  не  более 100  нс 

типовое  значение 45*  нс 

КТ608А,  КТ608Б  не  более 120  нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/кэ  = 10  В,  /к  = 

= 30  мА,  /=  100  МГц  не  менее 2 

типовое  значение 4,5* 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ0  = Ю В не  бо- 
лее   15  пФ 

типовое  значение 8*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/Эбо  = 0 не  более  ...  50  пФ 

Обратный  ток  коллектора,  не  более: 

при  Т = 298  К,  Гкб  = 60  В 10  мкА 

при  Г = 398  К,  С/кб  = 45  В 2Т608А,  2Т608Б 80  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і^эбо  = 4 В не  более  . . .10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭб  < 1 кОм: 

2Т608А,  2Т608Б : 

при  Г„  = 213  = 373  К 

при  Тл  = 398  К 

при  Гп  = 423  К 

КТ608А,  КТ608Б: 

при  Гп  = 228  = 343  К 

при  Гп  = 393  К 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

.Кэб  ^ 1 кОм,  ти  ^ 10  мкс,  б > 2: 

2Т608А,  2Т608Б: 

при  Гп  = 213  = 373  К 

при  Тп  = 398  К 

при  7'п  = 423  К 


60  В 
45  В 
'зо  В 

60  В 
30  В 


80  В 
65  В 
40  В 


КТ608А,  КТ608Б: 

при  Тп  = 228  ч-  343  К 80  В 

при  Та  = 393  К 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т608А,  2Т608Б: 

при  Тп  = 213  ч-  373  К 60  В 

при  Тп  = 398  К 45  В 

при  Тп  = 423  К 30  В 

КТ608А,  КТ608Б: 

п{}и  Тп  = 228  -г  343  К 60  В 

при  Т„  = 393  К 30  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  ти  < 10  мкс, 

^>2: 

2Т608А,  2Т608Б : 

при  Тп  = 213  - 373  К 80  В 

при  Т„  = 398  К 65  В 

при  Тп  = 423  К 40  В 

КТ608А,  КТ608Б : 

при  Тп  = 228  -г-  343  К 80  В 

при  Тп  = 393  К 40  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  ти  < 10  мкс, 

(9^2 8 В 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ()  > 2 800  мА 

Импульсный  обратный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мкс, 

2 > 2 2 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

2Т608А,  2Т608Б: 

при  Г =213  н-  323  К 0,5  Вт 

при  Т = 398  К 0,12  Вт 

КТ608А,  КТ608Б: 

при  Т = 228  -г-  298  К 0,5  Вт 

при  Г = 358  К 0,12  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 200  К/Вт 

Температура  перехода: 

2Т608А,  2Т608Б 423  К 

КТ608А,  КТ608Б 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т608А,  2Т608Б 213  - 398  К 

КТ608А,  КТ608Б 228  - 358  К 

Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзисторов  при  температуре  пайки  не 
более  533  К в течение  10  с.  Допускается  изгиб  выводов  на  рас- 
стоянии не  менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом  изгиба 
1,5-2  мм.  Значение  допустимого  электростатического  потенциала 
не  более  1000  В. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока  кол- 
лектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


КТ616А,  КТ616Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  пере- 
ключательные. 

Предназначены  для  работы  в переключающих  схемах. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


Эмиттер 
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Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  ІІкэ  = 1 В,  /э  = 0,5  А не  менее: 

КТ616А 40 

КТ616Б 25 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 2 В 

Время  рассасывания  при  /к  = 0,15  А,  /Б  = 0,015  А не  более: 

КТ616А 50  нс 

КТ616Б 15  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скво  = Ю В не  бо- 
лее   15  нФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/Эбо  = 0 не  более  ....  50  пФ 
Обратный  ток  коллектора  при  1/КБо  = 10  В не  более  ....  15  мкА 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  II  кэ  = 20  В,  /?эб  = 

= 10  кОм  не  более 15  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/эбо  = 4 В не  более 15  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЯЭБ  = Ю кОм 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  = 80  нс, 

^ > 10  600  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 233  н-  298  К 0,3  Вт 

при  Т = 358  К 0,25  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  сре- 
да   260  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  паяльником,  нагретым  до 
температуры  не  более  533  К,  в течение  не  более  10  с.  Изгиб 
выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса 
транзистора  с радиусом  закругления  1,5  — 3 мм.  Запрещается  кру- 
чение вывода  вокруг  оси. 
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КТ617А 

Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  переключа- 
тельный высокочастотный. 

Предназначен  для  работы  в переключающих  схемах. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  0,84  г. 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером  при  СКб  = 2 В,  /э  = 0,4  А не  менее  ....  30 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 150  мА, 

/Б  = 15  мА  не  более 0,7  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/Кб  = Ю В, 

/э  = 30  мА,  /=100  МГц  не  менее 1,5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  5 МГц, 

І/КБ  = 5 В,  /к  = 5 мА  не  более 120  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКбо  = Ю В не  бо- 
лее   15  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6/Эбо  = 0 не  более  ...  50  пФ 
Обратный  ток  коллектора  при  6/КБо  = 30  В не  более  . . . .15  мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  Сэбо  = 4 В не  более 15  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Лэв  = 10  кОм 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  ....  30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 80  нс, 

<2>  10  600  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 233  -=-  298  К 0,5  Вт 

при  Т = 358  К 0,3  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  сре- 
да   215  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 
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Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  паяльником,  нагретым  до 
температуры  533  К,  в течение  не  более  10  с.  Изгиб  выводов 
допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса  транзис- 
тора с радиусом  закругления  1,5  — 3 мм.  Запрещается  кручение 
вывода  вокруг  оси. 

1 КТ618А 

Транзистор  кремниевый  планарный  п-р-п  переключательный  вы- 
соковольтный. 

Предназначен  для  работы  в переключающих  схемах. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С/^б  = 40  В,  /э  = 1 мА  не  менее  ....  30 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  {/КБ  = 40  В, 

/э  = 20  мА,  /=  20  МГц  не  менее 2 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ0  = 40  В не  бо- 
лее   7 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Гэбо  = 0 не  более  ...  50  пФ 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  I/ кэ  = 250  В,  І?ЭБ  = 

= 1 кОм  не  более 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/Эбо  = 5 В не  более  . . . .100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭБ  = 1 кОм 250  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 300  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 0,1  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 323  -г  298  К 0,5  Вт 

при  Г = 358  К 0,325  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  сре- 


200  К/Вт 
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Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  паяльником,  нагретым  до 
температуры  533  К,  в течение  не  более  10  с.  Изгиб  выводов  допуска- 
ется на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  с ра- 
диусом закругления  1,5  — 3 мм.  Запрещается  кручение  вывода  вокруг 
оси. 


КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В,  КТ630Г,  КТ630Е 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  усилительные  высоко- 
частотные. 

Предназначены  для  усилительных  и импульсных  схем. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Коллектор 


База, - 


Зматтер 
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Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 


эмиттером  при  І/кэ  =10  В,  /к  = 150  мА: 
при  Т = 298  К: 

КТ630А 40-120 

КТ630Б 80  - 240 

КТ630В,  КТ630Г 40-120 

КТ630Д 80  - 240 

КТ630Е 160-480 

при  Т = 398  К: 

КТ630А 40  - 240 

КТ630Б 80-  480 

при  7’=  213  К: 

КТ630А 15-120 

КТ630Б 30-  240 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА,  ти  < 300  мкс, 

<2  > 200  не  менее : 

КТ630А 90  В 

КТ630Б 80  В 

КТ630В 100  В 

КТ630Г 60  В 

КТ630Д,  КТ630Е 50  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 150  мА,  /Б  = 15  мА  не  более 0,3  В 
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Напряжение  насыщения  база -эмиттер  при  /к  = 150  мА, 

/Б  = 15  мА  не  более 1,1  В 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  ІІК  = 10  В, 

I /к  = 60  мА  не  менее 50  МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ0  =10  В 

не  более 15  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  II ЭБо  = 0,5  В 

не  более 65  пФ 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в 
режиме  малого  сигнала*  при  Г/КБ  =10  В, 

/э  = 5 мА,  /=270  Гц . . 5 — 8 Ом 

Входное  сопротивление  в схеме  с общим  эмит- 
тером в режиме  малого  сигнала  при  і/кэ  = 10  В, 

/к  = 5 мА,  /=  270  Гц 200-1200  Ом 

типовое  значение 500*  Ом 

Время  включения  * при  /к  = 200  мА,  /Б  = 40  мА, 

т„  = 10  мкс 0,04-0,25  мкс 

типовое  значение 0,1*  мкс 

Время  выключения  * при  Ік  = 200  мА,  /Б  = 40  мА, 

хи=10  мкс 0,08-0,5  мкс 

типовое  значение 0,25*  мкс 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
Ік—  100  мкА  ЛЭБ  = 3 кОм  не  менее: 

КТ630А,  КТ630Б 120  В 

КТ630В 150  В 

КТ630Г 100  В 

КТ630Д,  КТ630Е 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  /э  = 100  мкА 
не  менее: 

КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В 7 В 

КТ630Г,  КТ630Д,  КТ630Е 5 В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 3 кОм 
КТ630А,  КТ630В  при  Г/Кэ  = 80  В;  КТ630Г, 

КТ630Д,  КТ630Е  при  6/кэ  = 40  В не  более  ....  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  II ЭБо  = 5 В не  более  ...  0,1  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  Напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 


=3  кОм: 

КТ630А,  КТ630Б 120  В 

КТ630В 150  В 

КТ630Г 100  В 

КТ630Д,  КТ630Е 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ630А,  КТ630Б 120  В 

КТ630В 150  В 

КТ630Г 100  В 

КТ630Д,  КТ630Е 60  В 
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Постоянное  напряжение  эмиттер-база  КТ630А,  КТ630Б, 

КТ630В,  КТ630Г,  КТ630Д 7 В 

Постоянный  ток  коллектора  КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В, 

КТ630Г,  КТ630Д,  КТ630Е ІА 

Импульсный  ток  коллектора  КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В, 

КТ630Г,  КТ630Д,  КТ630Е 2 А 

Постоянный  ток  базы  КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В, 

КТ630Г,  КТ630Д,  КТ630Е 0,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 233  ч-  298  К КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В, 

КТ630Г,  КТ630Д,  КТ630Е 0,8  Вт 

при  Г = 358  К КТ630А,  КТ630Б,  КТ630В,  КТ630Г, 

КТ630Д,  КТ630Е 0,2  Вт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  при  температуре  не  более 
533  К в течение  не  более  3 с.  Изгиб  выводов  допускается  на 
расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом 
изгиба  1,5  — 2 мм. 

0,8 
0,7 
0,6 
°э  0,5 
8 0,4 


0,2 
0,1 

0 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока  кол- 
лектора. 
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р-п-р 

1ТМ305А,  1ТМ305Б,  1ТМ305В,  1Т305А, 
1Т305Б,  1Т305В,  ГТ305А,  ГТ305Б,  ГТ305В 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  высокой  частоты. 

Транзисторы  1ТМ305А,  1ТМ305Б,  1ТМ305В  выпускаются  в ме- 
таллостеклянном корпусе  на  керамической  плате  (вариант  1),  масса 
транзистора  не  более  0,8  г;  транзисторы  1Т305А,  1Т305Б,  1Т305В, 
ГТ305А,  ГТ305Б,  ГТ305В  — в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами  (вариант  2).  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 
Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Вариант  1 


Вариант  2 


1Т305А , 1Т305Б,  1Т305В,  ГТ305А,  ГТІ05Б,  ГТЗОЗВ 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э=Ю  мА 12  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б=1  мА  1ТМ305А,  1ТМ305Б,  1Т305А, 

1Т305Б,  ГТ305А,  ГТ305Б 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б=1  мА  1ТМ305А,  1ТМ305Б,  1Т305А,  1Т305Б, 

ГТ305А,  ГТ305Б 0,7  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/КБ  = 1 В,  /э  = 10  мА: 
при  Т = 298  К : 

1ТМ305А,  ІТ305А,  ГТ305А 25-80 

1ТМ305Б,  1Т305Б,  ГТ305Б 60-180 

при  Т = 346  К (Г  = 333  К ГТ305А,  ГТ305Б): 

1ТМ305А,  1Т305А,  ГТ305А 20-270 

1ТМ305Б,  1Т305Б,  ГТ305Б 40-550 

при  Т = 213  К: 

1ТМ305А,  1Т305А,  ГТ305А 15-80 

1ТМ305Б,  1Т305Б,  ГТ305Б 30-180 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 

при  Г = 298  К 1ТМ305В,  1Т305В,  ГТ305В  ....  40-120 

при  Г = 346  К,  /э=  1 мА  (Г  = 333  К ГТ305В) 

1ТМ305В,  1ТМ305В,  1Т305В,  ГТ305В 30-400 

при  Г =213  К 1ТМ305В,  1Т305В,  ГТ305В  ....  20-120 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  20  МГц, 

С/КБ  = 5 В,  /э  =10  мА  не  менее: 

1ТМ305А,  1Т305А,  ГТ305А 7 

1ТМ305Б,  1Т305Б,  ГТ305Б,  1Т305В,  ГТ305В, 

ТМ305В 8 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  5 МГц, 
при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 

1ТМ305А,  1ТМ305Б,  1Т305А,  1Т305Б,  ГТ305А, 

ГТ305Б 500  пс 

1ТМ305В,  1Т305В,  ГТ305В 300  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В, 

/=  5 МГц: 

1ТМ305А,  1ТМ305Б,  1Т305А,  1Т305Б,  ГТ305А, 

ГТ305Б 7 пФ 

1ТМ305В 6 пФ 

1Т305В,  ГТ305В 5,5  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  і/кэ  =15  В, 

С бэ  — 0,5  В не  более: 

при  Г =213  К и Г = 298  К 6 мкА 

при  Т = 346  К 80  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УБЭ  =1,5  В (при 

СБэ  = 0,5  В 1ТМ305В,  1Т305В,  ГТ305В)  не  более  ...  30  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
С/бэ  = 0,5  В,  Т=  213  - 346  К (при  Т=  333  К 

ГТ305А,  ГТ305Б,  ГТ305В) 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  (в  схеме 
с общей  базой)  при  Т = 213  ч- 346  К (при 
Г=ЗЗЗК  ГТ305А,  ГТ305Б,  ГТ305В)  ....  15  В 

Постоянное  напряжение  эмьттер-база  при  Т = 

= 213  - 346  К (при  Т=  333  К ГТ305А - ГТ305В)  1,5  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Г =213  -г  308  К 40  мА 

при  Т = 308  ч-  346  К (при  Т=  333  К ГТ305А, 

ГТ305Б,  ГТ305В) 5,2  ]/ 358  - Т мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

Ркср  < /’кмакс  7-=  213  н-  346  К (при  Т=  333  К 

ГТ305А,  ГТ305Б,  ГТ305В) 100  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т =213  ч-  298  К 75  мВт 

при  Т = 298  ч-  346  К (при  Г = 333  К ГТ305А, 

ГТ305Б,  ГТ305В) (358  - 7)/0,8  мВт 


Пр  имечание.  Постоянное  напряжение  эмиттер-база  транзисто- 
ров 1ТМ305В,  1Т305В,  ГТ305В  равно  0,5  В. 

Допустимое  значение  статичесхого  потенциала  1000  В. 


293  303  313  323  ЗЗЗТ,К 


293  303  313  323  ЗЗЗТ,К 


Зависимость  обратного  тока 
коллектор-эмиттер  от  темпера- 
туры. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


" гіэ  1ТМ305Б,  ІТМ305В, 1 
_ 1Т305Б,[ 

ГТ305Б 


1Т305В, 

ГТ305В 


' 1ТМ305А, 
1Т305А.ГТ305А 


20  40  60  80Іэ,мА 
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Зависимость  относительного  пробивного  напряжения  коллектор-эмит- 
тер от  сопротивления  база-эмиттер. 


Сэ,пФ 
20 

15 

10 

5 

О 0,5  1 1,5  2 0ЭБ,В 


Ск,пФ 
1В 

12 

8 

4 

О 5 10  15  20икв,В 


1 

\ 

тмзс 

г 

15,  П 
Т305 

Г 

305,- 

V 

\ 

X 

Зависимость  емкости  эмиттер-  Зависимость  емкости  коллек- 

ного  перехода  от  напряжения  торного  перехода  от  напряже- 

эмиттер-база.  ния  коллектор-база. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


10  15  20  25  30 -Г,  МГц 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  частоты. 
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1Т308А,  1Т308Б,  1Т308В,  ГТ308А,  ГТ308Б, 
ГТ308В 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в автогенераторах,  усилителях  мощ- 
ности, импульсных  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 


Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее  . . . 15  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 


= 50  мА,  /Б  = 3 мА  не  более : 

1Т308А,  ГТ308А 1,5  В 

1Т308Б,  1Т308В,  ГТ308Б,  ГТ308В 1,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  Ік  = 50  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,45  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  і/Кб  = 1 В,  /э  = 10  мА: 
при  Г = 298  К : 

1Т308А,  ГТ308А 25-75 

1Т308Б,  ГТ308Б 50-120 

1Т308В,  ГТ308В 80-150 

при  Т = 343  К : 

ІТ308А,  ГТ308А От  25  до  3 значений 

при  Г = 298  К 

1Т308Б,  ГТ308Б От  50  до  3 значений 

при  Т = 298  К 

1Т308В,  ГТ308В От  80  до  3 значений 

при  Т = 298  К 

при  Т=  213  К не  менее: 

1Т308А,  ГТ308А 15 

1Т308Б,  ГТ308Б 30 

1Т308В,  ГТ308В 45 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  20  МГц, 

1/к б = 5 В,  /э  = 5 мА  не  менее : 

1Т308А,  ГТ308А 4,5 

1Т308Б,  1Т308В,  ГТ308Б,  ГТ308В 6 
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Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  5 МГц, 
і/кб  = 5 В,  /э=5  мА: 

1Т308А,  1Т308Б,  ГТ308А,  ГТ308Б 

1Т308В,  ГТ308В 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  V кБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  50  4-  1000  Гц  не  менее: 

1Т308Б,  ГТ308Б 

1Т308В,  ГТ308В 

Коэффициент  шума  при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /= 

= 1,6  МГц  1Т308В.  ГТ308В  не  более 

Время  рассасывания  при  Ек  = 10  В,  /к  = 50  мА  не 
более : 

1Т308А,  ГТ308А  при  /Б  = 4 мА 

1Т308Б,  ГТ308Б  при  /Б  = 2 мА 

1Т308В,  ГТ308В  при  /Б  = 1,25  мА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6-КБ  = 5 В, 

/=5  МГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Г'ЭБ  =1  В, /=  5 МГц 

не  более 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т=  298  К и Г=  213  К: 

при  1/КБ  =15  В 

при  С/КБ  = 5В 

при  Т = 343  К,  Е/кб  =10  В 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  С/ЭБ  = 2 В 

при  6/ЭБ  = 3 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  отключенном 

эмиттере,  Г=213ч-318К 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  обратном 

смещении  на  эмиттере,  Т=  213ч-31 8 К 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 1 кОм,  Т=  213  ч-  318  К 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  обратном 

смещении  на  эмиттере,  Г=213ч-318К 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Г=  2 1 3 ч- 

ч-  318  К 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т = 213  4-  343  К . . . 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 5 мкс,  Т = 213  ч- 

ч-  318  К 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т=  213  4 318  К 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 5 мкс,  Т=  213  ч-  318  К 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


400  пс 
500  пс 


15 

25 

8 дБ 


1 мкс 
1 мкс 
1 мкс 

8 пф 

22  пФ 


5 мкА 
2 мкА 
90  мкА 

50  мкА 
1000  мкА 


20  В 
30  В 
12  В 

20  В 

3 В 

50  мА 

120  мА 

150  мВт 

360  мВт 
358  К 
От  213  до 
343  К 
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Примечания:  1.  При  Т—  318  4-  343  К предельно  эксплуата- 
ционные данные  уменьшаются  через  каждые  5 К : постоянное  и 
импульсное  напряжения  коллектор-база  на  1 В,  постоянное  на- 
пряжение коллектор-эмиттер  на  0,4  В,  постоянное  напряжение  эмит- 
тер-база на  0,2  В,  импульсный  ток  коллектора  на  4 мА,  им- 
пульсная рассеиваемая  мощность  на  10  мВт.  Постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 318  -ь  343  В рассчиты- 
вается по  формуле 

Лс.  мак  = (358  - 7)/0,25. 

При  эксплуатации  транзистора  следует  учитывать  возможность 
его  самовозбуждения. 

2.  Разрешается  производить  пайку  выводов  на  расстоянии  не  менее 
5 мм  от  корпуса  путем  погружения  в расплавленный  припой  с 
температурой  533  К на  10  с. 

Изгиб  выводов  разрешается  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
корпуса  с радиусом  изгиба  не  менее  1,5  мм. 


0 2 4 6 8иКБ,в 


0 2 4 6 8Іэ,мА 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости постоянной  времени 
цепи  обратной  связи  от  напря- 
жения коллектор-база. 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости постоянной  времени 
цепи  обратной  связи  от  тока 
эмиттера. 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  и коэф- 
фициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 
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2 4 68  2 4 68  2 4 68  2 4653,к0м 

0,01  0,1  1 10 


Зависимость  относительного  напряжения  коллектор-эмиттер  от  сопро- 
тивления база-эмиттер. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 


ГТ309А,  ГТ309Б,  ГТ309В,  ГТ309Г,  ГТ309Д, 

ГТ309Е 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усиления  высоко- 
частотных сигналов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  проводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Ѵкэ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 
менее : 

ГТ309А,  ГТ309Б 120  МГц 

ГТ309В,  ГТ309Г 80  МГц 

ГТ309Д,  ГТ309Е 40  МГц 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  (Укэ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  / = 20  МГ ц не  менее : 

ГТ309А,  ГТ309Б 6 

ГТ309В,  ГТ309Г 4 

ГТ309Д,  ГТ309Е 2 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/кэ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

ГТ 309 А,  ГТ309Б 500  пс 

ГТ309В,  ГТ309Г,  ГТ309Д,  ГТ309Е 1000  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Окэ  = 5 В,  /э  = 5 мА : 
при  Т=  293  К: 

ГТ309А,  ГТ 309В,  ГТ309Д 20-70 

ГТ309Б,  ГТ309Г,  ГТ309Е 60-180 

при  Т=  328  К: 

ГТ309А,  ГТ309В,  ГТ309Д 20-140 

ГТ309Б,  ГТ309Г,  ГТ309Е 60-380 

при  Г = 253  К: 

ГТ309А,  ГТ309В,  ГТ309Д 16-70 

ГТ309Б,  ГТ309Г,  ГТ309Е 30-180 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  при 

6/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  более 38  Ом 

Выходная  проводимость  в схеме  с общей  базой  при 

1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не  более 5 мкСм 

Коэффициент  шума  при  С/кэ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 

= 1,6  МГц  ГТ309Б,  ГТ309Г  не  более 6 дБ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В,/=  5 МГц 

не  более 10  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ  = 5 В не  более : 

при  Т = 293  К 5 мкА 

при  Г = 328  К 120  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 10  кОм 10  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 293  К 50  мВт 

при  Г=  328  К 15  мВт 

Температура  перехода . . . . 343  К 
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Общее  тепловое  сопротивление 
Температура  окружающей  среды 


ІЬ,мА 
1,0 
0,8 
0,6 
0,4 
0,2 

О 0,1  0,2  0,3  0,4ЧЭѢ,Ё 
Входные  характеристики. 


0 1 2 3 4 5Іэ,мА 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


1 К/мВт 
От  233  до 
328  К 


0 2 4 6 8 Ід,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


ГТ310А,  ГТ310Б,  ГТ310В,  ГТ310Г,  ГТ310Д, 

ГТ310Е 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные с нормированным  коэффициентом  шума  высокочастотные  ма- 
ломощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  высокой  частоты. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,1  г. 
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Эмиттер 


. з,а 

'База 


Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  /=  1,6  МГц,  {/кб  = 5 В, 

/э  = 1 мА  не  более: 

ГТ310А,  ГТ310Б 3 дБ 

ГТ310В,  ГТ310Г,  ГТ310Д,  ГТ310Е 4 дБ 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  1УКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  50  4-  1000  Гц: 

ГТ310А,  ГТ310В,  ГТ310Д 20-70 

ГТ310Б,  ГТ310Г,  ГТ310Е 60-180 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  І/КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  20  МГц  не  менее: 

ГТ310А,  ГТ310Б 8 

ГТ310В,  ГТ310Г 6 

ГТ310Д,  ГТ310Е 5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 

= 5 В,  /э  = 5 мА,  /—5  МГц  не  более: 

ГТ310А,  ГТ310Б,  ГТ310В,  ГТ310Г 300  пс 

ГТ310Д,  ГТ310Е 500  пс 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  при 

1/Кб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  более 38  Ом 

Выходная  проводимость  в схеме  с общей  базой  при 

С/кб  = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  50  4-  1000  Гц  не  более  ...  3 мкСм 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  ЛБЭ  = 10  кОм 10  В 

при  ЛБЭ  = 200  кОм 6 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 12  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 233  ч-  308  К 20  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 2 К/мВт 

Температура  перехода 348  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

328  К 


Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 308  4-  328  К определяется 
по  формуле 


Рк  мак  = (348  - Г>/ 2. 
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1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В,  ГТ320А,  ГТ320Б, 

П320В 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  переключа- 
тельные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения  и уси- 
ления сигналов  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  Цкэ  = 5 В,  /э  = 10  мА 
не  менее: 

ГТ320А 80  МГц 

ГТ320Б 120  МГц 

1Т320А,  1Т320Б,  ГТ320А 160  МГц 

1Т32°В 200  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
Пкб  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

1Т326А,  ГТ320А,  1Т320Б,  ГТ320Б,  1Т320В  500  пс 

ГТ320В 600  пс 

Время  рассасывания  при  /к.„ас=10  мА,  /Бнас  = 

= 1 мА  не  более: 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В 200  нс 

ГТ320А 400  нс 

ГТ320Б 500  нс 

ГТ320В 600  нс 


типовое  значение  1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В  150*  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  НКБ  =1  В,  /э  = 10  мА: 
при  Т = 293  К: 

ГТ320А 20-80 

ГТ320Б 50-120 

ГТ320В 80-250 
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при  Т = 298  К: 

1Т320А 40-100 

1Т320Б 70-160 

1Т320В 100-250 

при  Г = 213  К 1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В  ...  От  0,6  до  1,2 

значения  при 
Г = 298  К 


при  Т = 343  К не  менее : 


1Т320А 40— 1,75  значения 

при  Т = 298  К 

1Т320Б 70—1,75  значения 

при  Т = 298  К 

1Т320В 100  — 2 значения 

при  Т = 298  К 


Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  более: 

1Т320А 14  В 

1Т320В  ' 12  В 

1Т320В 10  В 


типовое  значение  * : 

1Т320А  . . . ' 

1Т320Б 

1Т320В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 
/к  = 200  мА,  /Б  = 20  мА  не  более : 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В 

ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В 

типовое  значение  1Т320А,  1Т320Б, 

1Т320В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 
= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более: 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В 

ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В 

типовое  значение  для  1Т320А,  1Т320Б, 

1Т320В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В  при  Г = 298  К, 

67кб  = 20  В 

ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В  при  Г = 293  К, 

6/кб  = 20  В 

ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В  при  Г = 293  К, 

67кб  = 5В 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В  при  Т = 343  К, 

67кб  = 15  В 

Обратный  ток  эмиттера  V эб  = 2 В не  более : 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В  при  Т = 298  К . . . 
ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В  при  Т = 293  К . . . 
Емкость  коллекторного  перехода  при  С/кв  = 5 В 

не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  {/ЭБ  = 1 В 
не  более 


15.5  В 

13.5  В 

11  В 


1 В 

2 В 

0,43*  В 


0,45  В 
0,5  В 

0,3*  В 


5 мкА 

10  мкА 

2 мкА 

150  мкА 

50  мкА 
50  мкА 

8 пФ 

25  пФ 


9 Полупроводниковые  приборы 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Г < 3 1 8 К 20  В 

при  Т = 343  К 15В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  запер- 
том эмиттере: 

при  Г < 318  К 20  В 

при  Т = 343  К 15В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?ЭБ  = 

= 0 1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В: 

при  Т=  213  = 318  К 15  В 

при  Т=  343  К 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭб  = 

= 1 кОм: 
при  Т « 3 1 8 К : 

1Т320А 14  В 

ГТ320А,  1Т320Б 12  В 

ГТ320Б п в 

1Т320В 10  В 

ГТ320В 9 В 

при  Т = 343  К : 

1Т320А р В 

1Т320Б 10  в 

1Т320В 8 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

при  Г < 318  К ЗВ 

при  Т = 343  К 2,5  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Кэ Б = 0, 
ти  < 1 мкс,  10: 

при  Т < 318  К 25  В 

при  Т = 343  К 20  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  запертом 
эмиттере,  ти  < 1 мкс,  2 > Н>  1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В: 

при  Г=213-ь318К 25  В 

при  Т = 343  К 20  В 

Постоянный  ток  коллектора: 
при  Т < 318  К: 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В 200  мА 

ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В 150  мА 

при  Г = 343  К 1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В  ....  100  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 5 мкс,  <2  > 10: 

при  Г « 318  К 300  мА 

при  Т = 343  К 250  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  218  = 318  К для  ГТ320А,  ГТ320Б, 

ГТ320В 200  мВт 

при  Г=  213  -=-  323  К для  1Т320А,  1Т320Б, 

ІТ320В 200  мВт 

при  Г=  343  К 100  мВт 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  (мгновенное  значе- 
ние) при  ти  < 5 мкс,  (?  5*  10: 

при  Г < 318  К 

при  Т = 343  К . . 

Общее  тепловое  сопротивление  для  1Т320А,  1Т320Б, 

1Т320В  

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 

1Т320А,  1Т320Б,  1Т320В 

ГТ320А,  ГТ320Б,  ГТ320В 


1 Вт 

0,7  Вт 

200  К/Вт 
363  К 

От  213  до 
343  К 
От  218  до 
343  К 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


213  233  253  273  293  313  Т/ 


50  100  150  200  2501 к,  мА 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  темпе- 
ратуры. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


9* 
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213  233  253  273  293  313  Т,  К 


213  233  253  273  293  31 ВТ, К 


Зависимость  времени  рассасыва-  Зависимость  времени  рассасыва- 
ния от  температуры.  ния  от  температуры. 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г,  1Т321Д, 
1Т321Е,  ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В,  ГТ321Г, 
ГТ321Д,  ГТ321Е 


Транзисторы  германиевые  конверсионные  р-п-р  переключательные 
высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Вывод  эмиттера  на  буртике  корпуса  маркируется  цветной  меткой. 
Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  Г/КБ  =10  В,  /э=15  мА 

не  менее 60  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
і/кб  = Ю В,  /э  = 15  мА,  /=5  МГц  не  более: 

1Т321  А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г,  1Т321Д, 

1Т321Е 400  пс 

ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В,  ГТ321Г,  ГТ321Д, 

ГТ321Е 600  пс 


260 


Время  рассасывания  при 

^К.нас  — 700 

і мА  не 

более : 

1Т321А, 

ГТ321А, 

1Т321Г, 

ГТ321Г 

при 

^Б.  нас  = 70 

мА  . . . 

1Т321Б, 

ГТ321Б, 

1Т321Д, 

ГТ321Д 

при 

7 Б.  нас  = 35 

мА  . . . 

1Т321В, 

ГТ321В, 

1Т321Е, 

ГТ321Е 

при 

/б.  нас  = 17,5  мА  . . . 

Статический 

коэффициент  передачи 

тока  в 

схеме 

с общим  эмиттером  при  (/кэ  = 3 В,  /к  = 500  мА: 
при  Г=  293  К: 

ГТ321А,  ГТ321Г 

ГТ321Б,  ГТ321Д 

ГТ321В,  ГТ321Е 

при  Г = 298  К: 

1Т321А,  1Т321Г 

1Т321Б,  1Т321Д 

1Т321В,  1Т321Е 

при  Г = 21 3 К 1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В, 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 


при  Скэ  = 8 В,  /к  = 1,5  А не  менее: 

1Т321А,  1Т321Г 

1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Д,  1Т321Е 

Граничное  напряжение  при  Т = 298  ч-  343  К, 
/э  = 700  мА  не  менее: 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В  . . : 

ІТ321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 
/к  = 700  мА  не  более: 


1Т321А,  ГТ321А, 

/Б  = 140  мА  . . . . 

1Т321Г, 

ГТ321Г 

при 

1Т321Б,  ГТ321Б, 

/Б  = 70  мА  . . . 

1Т321Д, 

ГТ321Д 

при 

1Т321В,  ГТ321В, 

/Б  = 35  мА  . . . . 

1Т321Е, 

ГТ321Е 

при 

Напряжение  насыщения 

база-эмиттер  при 

/к  = 

= 700  мА  не  более: 

1Т321А,  ГТ321А, 

/Б  = 140  мА  . . . . 

1Т321Г, 

ГТ321Г 

при 

1Т321Б,  ГТ321Б, 

/Б  = 70  мА  . . . . 

1Т321Д, 

ГТ321Д 

при 

1Т321В,  ГТ321В, 

1Т321Е, 

ГТ321Е 

при 

/б  = 35  мА 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г = 293  К: 

ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В  при  {/КБ  = 

= 60  В 


1 мкс 
1 мкс 
1 мкс 


20-60 

40-120 

80-200 

20-60 

40-120 

80-200 

От  0,5  до  2 
значений  при 
Т = 298  К 

15 

20 


45  В 
35  В 


2,5  В 
2,5  В 
2,5  В 


1,3  В 
1,3  В 
1,3  В 


500  мкА 
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ГТ321Г,  ГТ321Д,  ГТ321Е  при  С/КБ  = 

— 45  В 500  мкА 

при  Т = 298  К : 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В  при  І/КБ  = 

= 60  В 500  мкА 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е  при  1/КБ  = 

= 45  В 500  мкА 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г,  1Т321Д, 

1Т321Е  при  Е/кб  = 30  В 100  мкА 

при  Г = 343  К,  6/КБ  = 30  В 1Т321А, 

1Т321Б,  1Т321  В,  1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е  1,2  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 100  Ом 
не  более: 

1Т321А,  ГТ321А,  1Т321Б,  ГТ321Б,  1Т321В, 

ГТ321В,  при  Ѵкэ  = 50  В 0,8  мА 

1Т321Г,  ГТ321Г,  1Т321Д,  ГТ321Д,  1Т321Е, 

ГТ321Е  при  Ѵкэ  = 40  В 0,8  мА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 10  В 

не  более 80  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6/ЭБ  = 0,5  В 
не  более: 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г,  1Т321Д, 

1Т321Е 550  пФ 

ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В,  ГТ321Г,  ГТ321Д, 

ГТ321Е 600  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база:  при  Т =213  н- 
= 318  К: 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В 60  В 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 45  В 

при  Т = 343  К для  1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г, 

1Т321Д,  1Т321Е 30  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т = 213  = 

293  К,  ЛБЭ  « 100  Ом: 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В 50  В 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  отклю- 
ченной базе: 

ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В 40  В 

ГТ321Г,  ГТ321Д,  ГТ321Е 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В  4 В 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 2,5  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  ти  < 30  мкс: 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В 60  В 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 45  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  < 

< 100  Ом,  ти  < 30  мкс: 
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1Т321  А,  1Т321Б,  1Т321В 50  В 

1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 40  В 

Постоянный  ток  коллектора 200  мА 

Постоянный  ток  базы 30  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 30  мкс: 

при  Г < 318  К ч 2А 

при  Г = 333  К 1,64  А 

при  Т = 343  К 1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г. 

ІТ321Д,  ІТ321Е 1,5  А 

Импульсный  ток  базы  при  т„  < 30  мкс 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г < 318  К 160  мВт 

при  Г = 333  К 100  мВт 

при  Т = 343  К 1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г, 

ІТ321Д.  1Т32ІЕ 60  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  т„  < 30  мкс: 

при  Г <318  К 20  Вт 

при  Г = 333  К 15,2  Вт 

при  Т = 343  К 1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г, 

ІТ321Д,  1Т321Е 12  Вт 

Общее  тепловое  сопротивление*  1Т321А,  1Т321Б, 

1Т321В,  1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е 250  К/Вт 

Температура  перехода: 

ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В,  ГТ321Г,  ГТ321Д, 

ГТ321Е 353  К 

1Т321А,  1Т321Б,  1Т32ІВ,  1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е  358*  К 

Температура  окружающей  среды: 


1Т321А,  1Т321Б,  1Т321В,  1Т321Г,  1Т321Д,  1Т321Е  От  213  до 

343  К 


ГТ321А,  ГТ321Б,  ГТ321В.  ГТ321Г,  ГТ321Д, 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния база-эмиттер  от  темпера- 
туры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого постоянного  напря- 
жения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  в цепи  база- 
эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого постоянного  напря- 
жения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  в цепи  база- 
эмиттер. 


ГТ322А,  ГТ322Б,  ГТ322В 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усили- 
тельные с нормированным  коэффициентом  шума  высокочастотные 
маломощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  промежуточной  и вы- 
сокой частот. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Корпус  транзистора  электрически  соединен  с дополнитель- 
ным (четвертым)  выводом  и может  быть  использован  в качестве 
экрана.  Выводы  эмиттера,  базы  и коллектора  электрически  изоли- 
рованы от  корпуса  транзистора. 

Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 
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Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  /=  1,6  МГц,  С/КБ  = 5 В,  /э  = 


= I мА  не  более 4 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Скэ  = 5 В,  /к  = 1 мА: 

ГТ322А 30-100 

ГТ322Б 50-120 

ГТ322В 20-120 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  20  МГц, 

Скб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

ГТ322А,  ГТ322Б 4 

ГТ322В . 2,5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  5 МГц, 

Скв  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  более: 

ГТ322А 50  пс 

ГТ322Б 100  пс 

ГТ322В 200  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более: 

ГТ322А,  ГТ322Б 1,8  пФ 

ГТ322В 2,5  пФ 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  при 
І'кэ  =5  В,  /э  = 1 мА,  /=  50  -г  1000  Гц  не  бо- 
лее   34  Ом 

Выходная  проводимость  в схеме  с общей  базой  при 
Скэ  = 5 В,  /э  = 1 мА,/  = 50  -5-  1000  Гц  не  более  ....  1 мкСм 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  =10  В не  бо- 
лее: 

при  Т = 293  К 4 мкА 

при  Т = 328  К 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 


при  Т = 233  и 328  К,  ЛБЭ  < 10  кОм: 

ГТ322А,  ГТ322В 10  В 

ГТ322Б  6 В 

при  Т = 293  К,  ЛБЭ=Ю  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 25  В 
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Постоянный  ток  коллектора 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т — 233  298  К 

при  Г = 328  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 

Температура  перехода: 

ГТ322А,  ГТ322В 

ГТ322Б 

Температура  окружающей  среды 


10  мА 

50  мВт 
10  мВт 
0,7  К/мВт 

335  К 
332  К 

От  233  до  328  К 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


0 2 4 6 8ік,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  относительного  об- 
ратного тока  коллектора  от 
температуры. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  частоты. 


ГТ338А,  ГТ338Б,  ГТ338В 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  лавинные 
маломощные. 

Предназначены  для  применения  в быстродействующих  импульс- 
ных схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,2  г. 
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Коллектор 


Электрические  параметры 

Напряжение  лавинного  пробоя  при  Лн  = 75  Ом,  Сн  = 

= 40  -г-  60  пФ,  /=  15  кГц  не  менее: 

ГТ338А  . . 8 В 

ГТ338Б 13  В 

ГТ338В 5 В 

Время  нарастания  импульса  при  Лн  = 75  Ом,  С/кэ  = 20  В, 

/=  15  кГц  не  более 1 нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В, /=  10  МГц 

не  более 2 пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = 20  В не  более  ...  30  мкА 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  С/кэ  = 20  В,  ЛБЭ  = 

= 200  Ом  не  более 1 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т?БЭ  < 200  Ом  20  В 

Ток  коллектора  в лавинном  режиме ІА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 100  мВт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление 0,6  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233  до  328  К 


КТ343А,  КТ343Б,  КТ343В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в переключающих,  импульсных  и 
усилительных  схемах  высокой  и низкой  частот,  генераторах  низкой 
и высокой  частот. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С«б  = 0,3  В,  /э  = 10  мА  не  менее: 

КТ343А,  КТ343В 30 

КТ343Б 50 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=100  МГц, 

СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  менее 3 

Время  рассасывания  при  /«  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  бо- 
лее: 

КТ343А,  КТ343В 10  нс 

КТ343Б 20  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В, /=  10  МГц 

не  более 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при,  СБЭ  = 0 В,  /=  10  МГц 

не  более 8 пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 10  В КТ343А,  КТ343Б 

и при  СКБ  = 7 В КТ343В  не  более 1 мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  = 10  кОм,  V кэ  = 

= Скэ.макс  не  более 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
КБЭ  < 10  кОм: 

КТ343А,  КТ343Б 17  В 

КТ343В  . 9 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  /эво  = 

= 100  мкА 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

2 > 500  1 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 233  -т-  348  К 150  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 348  н-  358  К рассчиты- 
вается по  формуле 

Рк.  макс  = (423  - Г)/0,5. 

2.  Допускается  производить  пайку  на  расстоянии  не  менее 
5 мм  от  корпуса  транзистора.  Разрешается  производить  пайку 
путем  погружения  выводов  не  более  чем  на  3 с в расплавленный 
припой  с температурой  533  К. 

Минимальное  расстояние  места  изгиба  вывода  от  корпуса 
транзистора  не  менее  3 мм,  радиус  изгиба  не  менее  1,5  мм. 

268 


При  включении  транзистора  в электрическую  цепь,  находящуюся 
под  напряжением,  коллекторный  вывод  должен  присоединяться  по- 
следним и отсоединяться  первым.  Не  рекомендуется  эксплуатация 
транзисторов  с отключенной  по  постоянному  току  базой.  Не  реко- 
мендуется эксплуатация  транзисторов  при  рабочих  токах,  соизмери- 
мых с неуправляемыми  обратными  токами  во  всем  диапазоне 
температур. 


КТ345А,  КТ345Б,  КТ345В 


Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  р-п-р 
универсальные  высокочастотные 
маломощные. 

Предназначены  для  приме- 
нения в переключательных,  им- 
пульсных и усилительных  вы- 
сокочастотных схемах. 

Выпускаются  в пластмассо- 
вом корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. На  корпусе  наносится  услов- 
ная маркировка  двумя  цветными 
точками : на  КТ345А  — белой  и 
розовой,  на  КТ345Б  — белой  и 


га 


4,2 


Коллектор 

^-База 

^Эмиттер 

0,5 


0,35 


желтой,  на  КТ345В  — белой  и синей. 


Масса  транзистора  не  более  0,3  т. 


Электрические  параметры 

Г раничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Ѵкэ=  5 В,  /э=10  мА  не 


менее 350  МГц 

Время  рассасывания  при  /к  = 100  мА,  /Б!  = /Б2  = 10  мА 

не  более 70  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  І/кэ  = 1 В,  /э  = 100  мА  не  менее: 

КТ345А 20 

КТ345Б 50 

КТ345В 70 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 

= 100  мА,  /Б  = 10  мА  не  более 0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 100  мА, 

/Б=  10  мА 0,92-1,1  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/«в  =5  В, 

/=  10  МГц  не  более 15  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  11 эБ  = 0 В, 

/=  10  МГц  не  более 30  пФ 


Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 20  В не  более  0,5  мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  11 эБ  = 5 В не  более  0,5  мкА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллек- 
тор-эмиттер при  ЛБЭ  < 10  кОм 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 200  мА 

Импульсный  ток  коллектора 300  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 303  К 300  мВт 

при  Г = 358  К 59  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность 600  мВт 

Температура  перехода 423  к 

Тепловое  сопротивление  переход  — окружающая 

сРеДа 0,4  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


КТ350А 


Транзистор  кремниевый  эпи- 
таксиально-планарный р-п-р  уни- 
версальный высокочастотный  ма- 
ломощный. 

Предназначен  для  переключе- 
ния и усиления  сигналов  высокой 
частоты. 

Выпускается  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами. 

На  корпусе  наносится  условная 
маркировка  двумя  точками  серого 
и розового  цвета. 

Масса  транзистора  не  более 
0,3  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА: 

не  менее  

типовое  значение 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = I В,  /э  = 500  мА: 


при 

Т=  298 

К . . . . 

типовое  значение  . . . 

при 

Г =233 

К не  менее 

при 

Г=  358 

К . . . . 

100  МГц 
280*  МГц 


20-  200 
70* 

0,5  значе- 
ния при 
Г = 298  К 
От  0,9  до 
2 значений 
при  Т = 
= 298  К 
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Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 500  мА,  /Б  = 50  мА  не  более 1 В 

типовое  значение 0,19*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 500  мА, 

/Б  = 50  мА  не  более 1 ,25  В 

типовое  значение 0,92*  В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Г = 355  К 15  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  I! эБ  = 4 В не  более  ...  10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В не  бо- 
лее   70  пФ 

типовое  значение 12*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/ЭБ  = 1 В не  бо- 
лее   100  пФ 

типовое  значение 68*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

/?зБ  < 10  кОм 15В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс, 

<2  > 10  600  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 233  -4-  303  К 300  мВт 

при  Т = 358  К 162,5  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 400  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


КТ351А,  КТ351Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитак- 
сиально-планарные р-п-р  универсаль- 
ные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  переключения 
и усиления  сигналов  высокой  частоты. 

Выпускаются  в пластмассовом  кор- 
пусе с гибкими  выводами. 

На  корпусе  наносится  условная 
маркировка  двумя  цветными  точками: 
на  КТ351А  — желтой  и розовой,  на 
КТ351Б  — двумя  желтыми. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  ме- 
нее   200  МГц 

типовое  значение 430*  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  СКБ  = 1 В,  /э  = 300  мА: 
при  Г = 298  К: 

КТ351 А 20-80 

типовое  значение 5">* 

КТ351Б 50  - 200 

типовое  значение  70* 

при  Г = 233  К не  менее 0,4  значе- 

ния при 
Г = 298  К 

при  Т = 358  К От  0,9  до 

2 значений 
при  Т = 

= 298  К 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 400  мА: 

КТ351А  при  /Б  = 50  мА  не  более 0,6  В 

типовое  значение 0,35*  В 

КТ351Б  при  /Б  = 10  мА  не  более 0,9  В 

типовое  значение 0,46*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 400  мА: 

КТ351А  при  /б  = 40  мА  не  более 1,2  В 

типовое  значение 0,9*  В 

КТ351Б  при  /Б  = 10  мА  не  более 1,1  В 

типовое  значение 0,89*  В 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Г=  358  К 15  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4 В не  более  ...  10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В не 

более 20  пФ 

типовое  значение 9*  ПФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С'ЭБ  = 1 В не  бо- 
лее   30  пФ 

типовое  значение 20*  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЯЭБ  < 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс, 
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Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 


при  Т = 233  -5-  303  К 300  мВт 

при  Т = 358  К 162,5  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление : 400  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


КТ352А,  КТ352Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитак- 
сиально-планарные р-п-р  универсаль- 
ные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  переключения 
и усиления  сигналов  высокой  частоты. 

Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами. 

На  корпусе  наносится  условная 
маркировка  двумя  цветными  точками : 
на  КТ352А  — зеленой  и розовой,  на 
КТ352Б  — зеленой  и желтой. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 

менее  

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 1 В,  /э  = 200  мА: 
при  Г = 298  К: 

КТ352А 

типовое  значение 

КТ352Б 

типовое  значение  

при  Т = 233  К не  менее 

при  Т = 358  К 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 
= 200  мА  КТ352А  при  /Б  = 20  мА,  КТ352Б  при 

/Б  = 3 мА  не  более 

типовое  значение  

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 200  мА 
КТ352А  при  /Б  = 20  мА,  КТ352Б  при  /Б  = 3 мА  не 

более 

типовое  значение  . 


200  МГц 
450*  МГц 


25  - 120 
65* 

70  - 300 
115* 

0,3  значения 
при  Г = 298  К 
От  0,9  до  2 
значений  при 
Т = 298  К 


0,6  В 
0,37*  В 


1,1  В 
0,81*  В 
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74,5 


Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ=10  В не  бо- 


лее: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Т = 358  К ІО  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 4 В не  более  ...  10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/КБ  = 5 В не 

более 15  пФ 

типовое  значение 9,5*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Т/ЭБ  = 1 В не 

более 30  пФ 

типовое  значение 20*  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Лэб  < 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс, 

<2  > 10  200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г = 233  -г  303  К 300  мВт 

при  Т=  358  К 162,5  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 400  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


КТ357А,  КТ357Б,  КТ357В,  КТ357Г 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  переключения  и усиления 
высокой  частоты. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,2  г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1 В 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  (/|<б  = 0,5  В,  /к  = 10  мА: 
при  Т = 298  К: 

КТ357А,  КТ357В 20-100 

КТ357Б,  КТ357Г 60-  300 

при  Т = 358  К: 

КТ357А,  КТ357В 20-  250 

КТ357Б,  КТ357Г 60  - 750 

при  Г = 233  К: 

КТ357А,  КТ357В 8-100 

КТ357Б,  КТ357Г 20  - 300 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  /=100  МГц,  6/«э  = 5 В,  /к  = 10  мА 

не  менее 3 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  бо- 
лее   150  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  V кб  = 5 В,/=  5 МГц 

не  более 7 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СБэ  = 0 В не  бо- 
лее   10  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ  = СкБ.макс  не  бо- 
лее: 

при  Г = 298  К и Г = 233  К . 5 мкА 

при  Т = 358  К 40  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/Бэ  = 3,5  В не  бо- 
лее   -5  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-база,  коллектор- 
эмиттер  : 

КТ357А,  КТ357Б 6 В 

КТ357В,  КТ357Г 20  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 40  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мкс, 

Рк,сР  < ^К.макс 80  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Г = 233  - 323  К 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 1 мкс 200  мВт 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  358К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 323  358  К рас- 

считывается по  формуле 

Т’к.маас  = 50  + (358  - 7)  / 0,7. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  корпуса  транзистора.  Пайка  производится  при  температуре 
533  К в течение  10  с.  Категорически  запрещается  кручение  вы- 
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водов  вокруг  оси.  Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов  при 
рабочих  токах,  соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами. 

Допускается  трехкратный  изгиб  выводов  на  расстоянии  не  ме- 
нее 3 мм  от  корпуса  с радиусом  закругления  не  менее  1 мм. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


КТ361А,  КТ361Б,  КТ361В,  КТ361Г,  КТ361Д, 

КТ361Е 


1,5 


0,15 


Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  р-п-р 
усилительные  высокочастотные. 

Предназначены  для  работы 
в усилителях  высокой  частоты. 
Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  в 
этикетке. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,3  г. 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 10  В,  /э  = 1 мА: 


при  Т = 298  К: 

КТ361А,  КТ361Д 20-90 

КТ361Б,  КТ361Г,  КТ361Е 50  - 350 

КТ361В 40-160 

при  Г=  373  К: 

КТ361А,  КТ361Д 20  - 250 

КТ361Б.  КТ361Г,  КТ361Е 50  - 500 

КТ361В 20  - 300 

при  Т = 213  К: 

КТ361А,  КТ361Д 10-90 
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КТ36ІБ,  КТ361Г,  КТ361Е 15-350 

КТ361В 10-160 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц, 

1/кэ=10  В,  І-з  = 5 мА  не  менее 2,5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при/=  5 МГц, 

С/КБ  =10  В,  /э  = 5 мА  не  более: 

КТ361А,  КТ361Б,  КТ361Г 500  пс 

КТ361В,  КТ361Е 1000  пс 

КТ361Д 250  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 10  В,  / = 

= 10  МГц  не  более: 

КТ361А,  КТ361Б 9 пФ 

КТ361В,  КТ361Г,  КТ361Д,  КТ361Е 7 пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  Гкв  =10  В не  бо- 
лее: 

при  Т=  298  К и Г=  213  К 1 мкА 

при  Т = 373  К 25  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЯБЭ  = 10  кОм, 

Ѵкэ  = ^кэ.макс  не  более I мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-база,  коллектор- 
эмиттер  при  /?Бэ  = 10  кОм: 
при  Т=  213  ч-  308  К: 

КТ361А 25  В 

КТ361Б 20  В 

КТ361В,  КТ361Д 40  В 

КТ361Г,  КТ361Е 35  В 

при  Т = 373  К: 

КТ361А 20  В 

КТ361Б 15  В 

КТ361В,  КТ361Д 35  В 

КТ361Г,  КТ361Е 30  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  4 308  К 150  мВт 

при  Г = 373  К 30  мВт 

Температура  перехода 393  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  373  К 

Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 308  4 373  К опреде- 
ляется по  формуле 

Ле.макс  = (393  - Т)  I 0,67. 

Допускается  производить  пайку  на  расстоянии  не  менее  2 мм 
от  корпуса  транзистора.  Допускается  трехкратный  изгиб  выводов  на 
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расстоянии  не  менее  2 мм  от  корпуса  при  радиусе  изгиба 
1,5  — 2 мм.  Категорически  запрещается  кручение  выводов  вокруг  оси. 


О 0,2  0,4  0,6  о,8иБЭ,в 

Входные  характеристики. 


О 20  40  60  80Іэ,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 


Зависимость  постоянной  вре- 
мени цепи  обратной  связи  от 
тока  эмиттера. 
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Зависимость  граничной  частоты  Зависимость  максимально  до- 
от  тока  эмиттера.  пустимого  напряжения  коллек- 

тор-эмиттер от  температуры. 
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2Т364А-2,  2Т364Б-2,  2Т364В-2, 
КТ364А-2,  КТ364Б-2,  КТ364В-2 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  переклю- 
чательные высокочастотные  маломощные. 


Предназначены  для  примене- 
ния в схемах  переключения. 

Бескорпусные,  на  кристалло- 
держателе, с гибкими  выводами 
и защитным  покрытием.  Выпус- 
каются в индивидуальной  сопро- 
водительной таре.  Обозначение 
типа  приводится  на  сопроводитель- 
ной таре. 

Масса  транзистора  не  более 
0,006  г. 

Электрические 


Граничная  частота  при  Скб  = 2 В,  /3  =10  мА  не  ме- 
нее   250  МГц 

типовое  значение  2Т364А-2,  2Т364Б-2,  2Т364В-2  . . . 350*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/«б  = 2 В, 


/э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более '•  • 500  пс 

типовое  значение  2Т364А-2,  2Т364Б-2,  2Т364В-2  . . . 120*  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 100  мА,  /51  = /Б2  = Ю 
не  более 

2Т364А-2 100  нс 

2Т364Б-2 130  нс 

КТ364А-2 150  нс 

2Т364В-2 160  нс 

КТ364Б-2 180  нс 

КТ364В-2  230  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  С/КБ  =1  В,  /э  = 100  мА: 
при  Т = 298  К: 

2Т364А-2,  КТ364А-2 20-70 

2Т364Б-2,  КТ364Б-2 40-120 

2Т364В-2,  КТ364В-2  80  - 240 

при  Т = 213  К : 

2Т364А-2  От  0,3  значения  при 

Г = 298  К до  70 

2Т364Б-2 От  0,3  значения  при 

Т=  298  К до  120 

2Т364В-2  От  0,3  значения  при 

Т=  298  К до  240 


при  Т = 358  К: 


2Т364А-2 От  20  до  2,5  значений 

при  Т = 298  К 

2Т364Б-2 От  40  до  2,5  значений 

при  Т = 298  К 
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2Т364В-2 


От  40  до  2,5  значений 
при  Т = 29В  К 
Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 


= 100  мА,  /Б  = 10  мА  не  более 0,3  В 

типовое  значение  2Т364А-2,  2Т364Б:2,  2Т364В-2  . . . 0,15*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 100  мА, 

/Б  = 10  мА  не  более 1,1  В 

типовое  значение  2Т364А-2,  2Т364Б-2,  2Т364В-2  . . . 0,9*  В 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 25  В не  бо- 
лее: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Т = 358  К 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (Уэб  = 5 В не  более: 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Т = 358  К 10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 5 В не  бо- 
лее   15  пФ 

типовое  значение 7*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6'Эб  = 0 не  бо- 
лее   30  пФ 

типовое  значение 14*  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭБ  < Ю кОм 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 200  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

(2>  10  ...  400  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 298  К 30  мВт 

при  Т = 358  К 12  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 3300  К/Вт 

Температура  перехода 398  К 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока  фициента  передачи  тока  от  тем- 
эмиттера.  пературы. 
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Температура  окружающей  среды: 

2Т364А-2,  2Т364Б-2,  2Т364В-2 От  213  до  358  К 

КТ364А-2,  КТ364Б-2,  КТ364В-2 От  233  до  358  К 

Температура  окружающей  среды  при  транспорти- 
ровке  в заводской  упаковке  КТ364А-2,  КТ364Б-2, 

КТ364В-2 От  223  до  358  К 


150 

125 


°°  100 
I 75 
=?  50 


25 


2Т364/І 

-2Т364В 

КТ364А 

-2-1 

о 

с ѵ 

-2- 

оч-п 

2 

и 

-Юн 

іА 

180 

ПО 

160 


Оз 

1**0 

по 

130 

120 


2ТЗ 

-ктз 

05 

2-К 

2ТЗІ 

Т364 

14В- 
В- 2- 

2, 

I 

|(-  ИЛ/МЛ\ 

= 10  мА 

О 20  40  60  80  100 1/ 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


213  238  263  288  313  338Т,К 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 
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Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока  щения  база-эмиттер  от  темпера- 

коллектора.  туры. 


КТ380А,  КТ380Б,  КТ380В 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в переключающих  схемах,  в схемах 
усилителей  высокой  частоты  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  с защитным  покрытием. 
Транзисторы  помещаются  в герметичную  заводскую  упаковку.  Обозна- 
чение типа  и цоколевка  приводятся  в паспорте. 

Масса  транзистора  не  более  0,01  г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  Ік  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/кэ  = 0,3  В,  /э  = 10  мА: 
при  Т = 298  К: 

КТ380А,  КТ380В 30-90 

КТ380Б 50-150 

при  Т = 358  К: 

КТ380А,  КТ380В 30-180 

КТ380Б 50  - 300 

при  Т=  228  К: 

КТ380А,  КТ380В 15-90 

КТ380Б  25-150 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=100  МГц, 

С/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не  менее : 3 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более: 

КТ380А,  КТ380В 10  нс 

КТ380Б 20  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/кэ  = 0 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 8 пФ 

Обратный  ток  коллектора  КТ380А,  КТ380Б  при  СКБ  = 

= 10  В;  КТ380В  при  {/КБ  = 7 В не  более: 

при  Т = 228  К и Т = 298  К 1 мкА 

при  Т=  358  К 10  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 10  кОм 
КТ380А,  КТ380Б  при  Скэ  = 17  В;  КТ380В  при 
С/кэ  = 9 В не  более 100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛБЭ  = Ю кОм : 

КТ380А,  КТ380Б 17  В 
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КТ380В 9 В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Т = 298  К 10  мА 

при  Т = 358  К 5 мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 100  мкс, 

()  > 5 25  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Г = 228  ч-  298  К 15  мВт 

при  Т = 358  К 5 мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

ти  < 100  мкс,  <2  > 5 50  мВт 

Температура  перехода 373  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 3 К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  228  до  358  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 


сеиваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 298  ч-  358  К опреде- 
ляется по  формуле 

^К.макс  = (373  — Т)  / 3. 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т = 298  ч-  398  К изменяется 
линейно  от  10  до  5 мА. 

2.  Минимальное  расстояние  от  места  пайки  (сварки)  до  защитного 
покрытия  транзистора  должно  быть  не  менее  2,5  мм,  при  этом 
нагрев  кристалла  и защитного  покрытия  допускается  до  температуры 
не  более  373  К. 

Допускается  изгиб  выводов  на  расстоянии  не  менее  0,3  мм 
от  места  выхода  вывода  из  защитного  покрытия. 

При  включении  транзистора  в цепь,  находящуюся  под  напря- 
жением, базовый  контакт  необходимо  присоединять  первым  и 
отсоединять  последним.  Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов 
с отключенной  базой  по  постоянному  току. 

Не  рекомендуется  работа  при  токах,  соизмеримых  с неуправ- 
ляемыми обратными  токами  во  всем  диапазоне  температур. 

Необходимо  принимать  меры  по  защите  транзисторов  от  ста- 
тического электричества. 
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213  253  293  333  373  Т,  К 


Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры. 


О Ч 8 12  16  Іэ,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  на- 
пряжения коллектор-эмиттер. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 
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Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой импульсной  мощности 
рассеивания  коллектора  от  дли- 
тельности импульса. 
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2Т388А-2,  КТ388Б-2 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  универ- 
сальные высокочастотные  маломощные.  Предназначены  для  при- 
менения в импульсных,  переключающих  и усилительных  высоко- 
частотных схемах  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные,  на  кристаллодержателе,  с гибкими  выводами,  с 
защитным  покрытием.  Транзисторы  поставляются  в сопроводитель- 
ной таре  с возможностью  измерения  их  параметров  без  извлече- 
ния из  тары.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе  сопрово- 
дительной тары.  Масса  транзистора  не  более  0,02  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/кэ  = 5 В,  /к  = 30  мА  не 


менее 250  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
цкэ  = 10  В,  /э  = 30  В,  / = 30  МГц,  типовое  зна- 
чение   60*  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 120  мА,  /^і  = /б2  = '2  мА 

не  более:  60  нс 

Время  выключения  при  /к  = 120  мА,  /Б  = 12  мА,  ти- 
повое значение 75*  нс 

Время  включения  при  /к  = 120  мА,  /Б=  12  мА,  ти- 
повое значение 30*  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/Кэ  = 1 В,  /э  = 120  мА: 

при  Г = 298  К 25-100 

при  Г = 398  К 25-200 

при  Т=  213  К 10-100 

Граничное  напряжение  при  /э  =10  мА 50  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  — 

— 120  мА,  /Б  = 12  мА  не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 120  мА, 

/Б  = 12  мА  не  более 1,2  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  [/КБ  = 10  В, 

/=  10  МГц  не  более 7 пФ 
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Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/эб  = 0,5  В, 

/=  10  МГц  не  более 25  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 50  В не  более: 
при  Г = 298  К: 

2Т388А-2 2 мкА 

КТ388Б-2 1 мкА 

при  Т = 398  К 10  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  С/кэ  — 50  В, 

Лбэ  = 1 кОм  не  более 2 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4,5  не  более  ....  2 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 50  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБэ  < * кОм 50  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 250  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  ИГ  н = 183  К/Вт: 

при  Г < 353  К ' 0,3  Вт 

при  Г = 398  К 0,055  Вт 

Температура  перехода 408  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


Примечание.  Минимальное  расстояние  от  места  пайки  (свар- 
ки) вывода  до  поверхности  транзистора  2 мм. 

При  монтаже  должны  быть  приняты  меры,  исключающие  изгиб 
выводов  на  расстоянии  менее  0,5  мм  от  места  выхода  вывода  из 
защитного  покрытия,  а также  касание  выводов  и кристалла  тран- 
зистора. При  монтаже  не  допускается  воздействие  температуры 
более  473  К в течение  10  с. 

В качестве  покрытия  транзисторов  применяется  лак  ПАИ-1. 
При  монтаже  не  допускается  использование  материалов,  вступаю- 
щих в химическое  и электрохимическое  взаимодействие  с защитным 
покрытием  и элементами  конструкции  транзистора. 


0 50  100  150  200  250  Іэ>  мА 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


Зависимость  граничной  частоты 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Зависимость  емкости  коллектор-  Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения  ного  перехода  от  напряжения 
коллектор-база.  база-эмиттер. 
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2Т389А-2,  КТ389Б-2 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные высокочастотные  маломощные.  Предназначены  для  при- 
менения в импульсных,  переключающих  и усилительных  высоко- 
частотных схемах  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные,  на  кристаллодержателе,  с гибкими  выводами, 
с защитным  покрытием.  Транзисторы  поставляются  в сопроводи- 
тельной таре  с возможностью  измерения  их  параметров  без  извле- 
чения из  тары.  Обозначение  типа  приводится  на  сопроводительной 
таре.  Масса  транзистора  не  более  0,02  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее  ...  25  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 200  мА,  /Б  = 20  мА  не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 200  мА, 

/Б  = 20  мА  не  более 1,2  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  НКБ  = 1 В,  /э  = 200  мА: 

при  Г = 298  К 25-100 

при  Г = 398  К 2Т389А-2  25-200 

при  Г =213  К 2Т389А-2 10-100 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Цкэ  = 5 В, 

/к  = 30  мА,  /=100  МГц  не  менее 4,5 

Время  рассасывания  при  Ік  = 200  мА,  /Бі  = /Б2  = 20  мА  не 

более 25  нс 

Время  включения*  при  /к  = 200  мА,  /Б  = 20  мА  . . . 15  — 35  нс 

типовое  значение 25  нс 

Время  выключения*  при  /к  = 200  мА,  /Б  = 20  мА  . . . 10  — 60  нс 

типовое  значение 40  нс 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи*  при  (/кв  = Ю В, 

/э  = 30  мА,  /=30  МГц 60-180  нс 

типовое  значение 90  нс 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  і/кб  — Ю В. 

/=  10  МГц  не  более 10  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/Эб  = 0,5  В, 

/=  10  МГц  не  более 25  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/«Б  = 25  В не  более: 

при  Т = 298  К и 213  К 1 мкА 

при  Т = 398  К 10  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  V кэ  = 25  В, 

/?Бэ  = 1 кОм  не  более 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/эб  = 4,5  В не  более  ...  1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

/?Бэ  < 1 кОм 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 300  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  в услов- 
ной микросхеме  при  КТп.к=  183  К/Вт: 

при  Тк  = 353  К . 0,3  Вт 

при  Тк  = 398  К 0,055  Вт 

Температура  перехода • 408  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  398  К 


Примечание.  Минимальное  расстояние  от  места  пайки  (свар- 
ки) вывода  до  поверхности  транзистора  2 мм.  При  монтаже 
должны  быть  приняты  меры,  исключающие  изгиб  выводов  на  рас- 
стоянии менее  0,5  мм  от  места  выхода  вывода  из  защитного 
покрытия,  а также  касание  выводов  и кристаллодержателя.  Не  до- 
пускается при  монтаже  воздействие  температуры  более  473  К в 
течение  10  с. 

В качестве  защитного  покрытия  транзисторов  применяется  лак 
ПАИ-1.  При  монтаже  не  допускается  использование  материалов, 
вступающих  в химическое  и электрохимическое  взаимодействия  с 
защитным  покрытием  и элементами  конструкции  транзистора. 


0 50  100  150  200  І3,мА 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 


ка эмиттера. 

10  Полупроводниковые  приборы 


фициента  передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 
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Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то-  щения  база-эмиттер  от  тока 

ка  коллектора.  коллектора. 


Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


Зависимость  граничной  частоты 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Ск,п' Р 

12 

10 

8 

В 

Ч 

2 

С 

Зависимость  емкости  коллектор-  Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения  ного  перехода  от  напряжения 
коллектор-база.  эмиттер-база. 
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КТ3104А,  КТ3104Б,  КТ3104В,  КТ3104Г, 
КТ3104Д,  КТ3104Е 


Транзисторы  кремниевые  планарные  р-п-р  высокочастотные  уси- 
лительные маломощные  с нормированным  коэффициентом  шума 
на  частоте  60  МГц. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  с защитным  покрытием. 
Обозначение  типа  приводится  на  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,005  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  Г'Кэ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 


менее 200  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/кэ  =1  В,  /э  = 2 мА : 

КТ3104А,  КТ3104Г 15-90 

КТ3104Б,  КТ3104Д 50-150 

КТ3104В,  КТ3104Е 70-280 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

і/кэ  = 2 В,  /к  = 2 мА,  /=  60  МГц  не  более  ....  800  пс 

Коэффициент  шума  при  (Укэ  = 2 В,  /э  = 1 мА, 

/=  60  МГц  не  более 8 дБ 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 1 В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не 

более  25  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  ЦЭБ  = 2 В не 
более 25  пФ 

10* 
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Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = б'квмакс  не 

б°лее ■ ■ 1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УЭБ  = 3,5  В не 

®олее 1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  Т = 308  К : 

КТ3104А,  КТ3104Б,  КТ3104В 

КТ3104Г,  КТ3104Д,  КТ3104Е 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Т = 308  К . . . 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т = 308  К 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 308  К 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


30  В 
15  В 
3,5  В 
10  мА 


15  мВт 
373  К 
От  213  до 
373  К 


КТ3107А,  КТ3107Б,  КТ3107В,  КТ3107Г, 
КТ3107Д,  КТ3107Е,  КТ3107Ж,  КТ3107И, 
КТ3107К,  КТ3107Л 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  высоко- 
частотные усилительны?  с нормированным  коэффициентом  шума 
на  частоте  1 кГц. 

Предназначены  для  усиления,  генерирования  и переключения 
сигналов  низкой  и высокой  частот,  являются  комплементарными 

транзисторами  КТ3102А-3. 

Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами. 

На  корпусе  наносится  условная 
маркировка  двумя  цветными  точка- 
ми: КТ3107А  — голубая  и розовая; 
КТ3107Б  — голубая  и желтая; 
КТЗ 107В  — голубая  и синяя;  КТ3107Г  — 
голубая  и бежевая;  КТ3107Д  — го- 
лубая и оранжевая ; КТЗ  107Е  — голубая 
и цвета  электрик;  КТ3107Ж  - голубая 
и салатовая;  КТ3107И  - голубая 
и зеленая;  КТ3107К  — голубая  и 
красная;  КТ3107Л  — голубая  и серая. 
Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 


о о 
о о 


№ 


■Коллектор 

^ База 

- Эмиттер 
0,5 


0,35 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 
менее 200  МГц 
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Коэффициент  шума  при  {/кв  = 5 В,  /к  = 0,2  мА, 

/■=1  кГц,  Лг  = 2 кОм  не  более: 

КТ3107А,  КТ3107Б,  КТ3107В,  КТ3107Г,  КТ3107Д, 

КТ3107И,  КТ3107К 10  дБ 

КТ3107Е,  КТ3107Ж,  КТ3107Л 4 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/«в  = 5: 
при  /э  = 2 мА: 

КТ3107А,  КТ3107В 70-140 

КТЗІ07Б,  КТ3107Г,  КТ3107Е 120-220 

КТ3107Д,  КТ3107Ж,  КТ3107И 180-460 

КТ3107К,  КТ3107Л 380-800 

при  /э  = 0,01  мА  не  менее: 

КТ3107А,  КТ3107В 20 

КТ3107Б,  КТ3107Г,  КТ3107Е 30 

КТ3107Д,  КТ3107Ж,  КТ3107И 40 

КТ3107К,  КТ3107Л 100 

при  /э  = 100  мА  не  менее: 

КТ3107А,  КТ3107В 30 

КТ3107Б,  КТ3107Г,  КТ3107Д,  КТ3107Е,  КТ3107Ж, 

КТ3107И 50 

КТ3107К,  КТ3107Л . . 90 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 

при  /к  = 100  мА,  /Б  = 5 мА 0,5  В 

при  /к  = 10  мА,  /Б  = 0,5  мА 0,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  не  более: 

при  /к  = 100  мА,  /Б  = 5 мА  ..........  1 В 

при  /к  = 10  мА,  /Б  = 0,5  мА 0,8  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 20  В не 

более 0,1  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 5 В не  более  ...  0,1  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СкБ  =10  В не 

более 7 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ3107А,  КТ3107Б,  КТ3107И 50  В 

КТ3107В,  КТ3107Г,  КТ3107Д,  КТ3107К 30  В 

КТ3107Е,  КТ3107Ж,  КТ3107Л 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

КТ3107А,  КТ3107Б,  КТ3107И 45  В 

КТ3107В,  КТ3107Г,  КТ3107Д,  КТ3107К 25  В 

КТ3107Е,  КТ3107Ж,  КТ3107Л 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 100  мА 

Постоянный  ток  базы: 

КТ3107А,  КТ3107Б,  КТ3107В,  КТ3107Г,  КТ3107Д, 

КТ3107Е,  КТ3107Ж,  КТ3107И 50  мА 

КТ3107К,  КТ3107Л 5 мА 
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Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  7'=213-ь298  К 300  мВт 

при  Т = 398  К 60  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 420  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


213  243  273  303  333  ЗВЗ  7,  К 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  коллектора. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  коллектора. 
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КТ3108А,  КТ3108Б,  КТ3108В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  высо- 
кочастотные с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
100  МГц. 

Предназначены  для  применения  в логарифмических  видеоуси- 
лителях и линейных  усилителях  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Граничная  частота  в схеме  с общим  эмиттером 
при  І/КБ  = 20  В,  /к  = 10  мА  не  менее: 

КТ3108А,  КТ3108Б  . . . . 250  МГц 

КТ3108В 300  МГц 

типовое  значение: 

КТ3108А,  КТ3108Б 400*  МГц 

КТ3108В 450*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
С/КБ=10  В,  /К=Ю  мА,  /=30  МГц  не 

более 250  пс 

типовое  значение 50*  пс 

Коэффициент  шума  при  Пкэ  = 5 В,  /к  = 1 мА, 

/=  100  МГц,  Яг  = 50  Ом  не  более 6 дБ 

типовое  значение 3,3*  дБ 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА, 

КТ3108А,  КТ3108Б  не  более 175  нс 

типовое  значение 70*  нс 

Время  задержки*  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА, 

С/ЭБ  = 0,5  В,  /?к  = 275  Ом  КТ3108А, 

КТ3108Б 18  — 35  нс 

Время  нарастания*  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА, 

С7Эб  = 0,5  В,  Кк  = 275  Ом  КТ3108А, 

КТ3108Б 18  — 40  нс 

Время  спада*  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА, 

КТ3108А,  КТ3108Б 25-50  нс 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 


с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 1 В: 
при  Т — 298  К: 

при  /э  = 0,1  мА 40—  100* 

при  /э  = 10  мА: 

КТ3108А,  КТ3108Б 50-150 

КТ3108В 100-300 

при  /э  = 50  мА : 

КТ3108А,  КТ3108Б 15-70* 

КТ3108В 20-70* 

при  Г = 21 3 К,  /э  = 10  мА От  0,3  до  1,2 

значения  при  Т = 298  К 

при  Г = 398  К,  /э  = 10  мА От  0,7  до  2,5 

значения  при  Т = 298  К 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,25  В 

типовое  значение 0,15*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  * при 

/к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА 0,8-1  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т=  298  К: 

КТ3108А  при  С/КБ  = 60  В 0,2  мкА 

КТ3108Б,  КТ3108В  при  СКБ  = 45  В . . . . 0,2  мкА 

при  Т = 398  К,  і/кБ  = 45  В 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/э б = 5 В не  более: 

при  Г = 298  К 0,1  мкА 

при  Т = 398  К 10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/«б  = 10  В 

не  более 5 пФ 

типовое  значение 1,8*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СЭБ  = 1 В 

не  более 6 пФ 

типовое  значение 2,8*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ3108А 60  В 

КТ3108Б,  КТ3108В 45  В 

Постоянное  напряжение,  коллектор-эмиттер  при 

Т?ЭБ  4 10  кОм: 

КТ3108А 60  В 

КТ3108Б,  КТ3108В 45  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база . 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  -г  298  К 300  мВт 

при  Т=  398  К 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  тн  < 10  мкс, 

<2>  2 360  мВт 
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Общее  тепловое  сопротивление 500  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  эмиттера. 


8 ш >А& 
5,5 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  напряжения  коллектор- 
база. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 
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П401,  П402,  П403,  П403А 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные высокочастотные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
каскадах  коротких  и ультракоротких  волн,  а также  в импульсных 
схемах  радиоэлектронных  устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Вывод  эмиттера  на  буртике  корпуса  маркируется  цветной  меткой. 

Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 

Зми-ттер 
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Электрические  параметры 


Максимальная  частота  генерации  при  {/КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА  не  менее : 

П401 30  МГц 

П402  60  МГц 

П403,  П403А 120  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
6/кк  = 5 В,  /-э  = 5 мА,  / = 5 МГц  не  более: 

П401  3500  пс 

П402  1000  пс 

П403,  П403А 500  пс 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  50  -г-  1000  Гц: 
при  Т = 293  К : 

П401,  П402,  П403А  не  менее 0,94 

П403  0,97-0,99 

при  Т = 213  К не  менее: 

П401,  П402,  П403А 0,925 

П403  0,95 

Выходная  проводимость  в режиме  малого  сигнала  при 
17кв  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 50-=-1000  Гц  не  более  ...  5 мкСм 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = 5 В не  более: 
при  Т = 293  К и Г=  213  К: 

П401 10  мкА 

П402,  П403,  П403А 5 мкА 

при  Г = 343  К П401,  П402,  П403,  П403А  ....  120  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В, 

/=  5 МГц  не  более: 

П401  . . 15  пФ 

П402,  П403,  П403А 10  нФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  < 1 кОм,  при  от- 
ключенной базе  и 7~=  213  ч- 313  К 10  В 

Обратное  напряжение  эмиттер-база 1 В 

Ток  коллектора 20  мА 

Рассеиваемая  мощность  при  Т = 213  -г  293  К 100  мВт 

Температура  р-п  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

343  К 

Примечания:  1.  При  Т>  313  К напряжение  Скэо  умень- 
шается на  1 В через  каждые  10°. 

2.  При  Т = 293  ч-  343К  максимально  допустимая  рассеиваемая 
мощность  рассчитывается,  мВт,  по  формуле 

^к.макс=  ЮО-  1,5  (Г-  293). 
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О 5 10  15  20  25ІЭ)мА  Ю°  Ю1  ІО2  10 3 10ч  105КБЭ)0м 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в 
режиме  малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 

Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 

Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


О 4 8 12  16  20  0кб>В 


П414,  П414А,  П414Б,  П415,  П415А,  П415Б 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  ма- 
ломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
каскадах  в диапазоне  от  длинных  до  коротких  и ультракоротких 
волн,  а также  в импульсных  каскадах  радиоэлектронных  устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Вывод  эмиттера  на  буртике  корпуса  маркируется  цветной  точкой. 
Масса  транзистора  не  более  2,5  г. 
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60  МГц 
120  МГц 


1000  пс 
500  пс 


25-100 
60-120 
100-200 
2,5  значения 
при  Т = 293  К 

при  Г=  213  К От  1 до  0,5 

значения  при  Т = 293  К 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА,  Т < 343  К 

не  менее  

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого 
сигнала  при  6/кб  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  1 кГц 

не  более  

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  С кв  = 15  В 

при  С/КБ  = Ю В: 

при  Г = 293  К 

при  Т = 343  К 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Гкб  = 5 В, 

/=  5 МГц  не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 1 кОм  10  В 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  /б эо  < 

< 100  мкА 1 В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т = 213  -г 

293  К 100  мВт 

Температура  р-п  перехода 348  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

343  К 


Примечание.  Допускается  увеличение  ЛБЭ  Д°  2 кОм  без 
уменьшения  С/кэ  при  условии  включения  в цепь  базы  (последо- 
вательно) источника  запирающего  напряжения.  При  повышении 
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10  в 

5 мкСм 
5 мкА 

4 мкА 
90  мкА 

10  пФ 


Электрические  параметры 

Максимальная  частота  генерации  при  6/КБ  = 5 В, 
/э  = 5 мА  не  менее : 

П414,  П414А,  П414Б 

П415,  П415А,  П415Б . . . 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=5  МГц  не  более: 

П414,  П414А,  П414Б 

П415,  П415А,  П415Б 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сиг- 
нала в схеме  с общим  эмиттером  при 
1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 1 кГц: 
при  Т = 293  К : 

П414,  П415 

П414А,  П415А  

П414Б,  П415Б 

при  Т = 343  К не  более 


температуры  значение  рассеиваемой  мощности  уменьшается  на  15  мВт 
через  каждые  10  При  р = 665  Па  значение  рассеиваемой  мощности 
уменьшается  на  30  %. 


П416,  П416А,  П416Б 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  универ- 
сальные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
каскадах  высокой  частоты,  а также  в импульсных  каскадах  радио- 
электронных устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Вывод  эмиттера  на  буртике  корпуса  маркируется  цветной  меткой. 
Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 


Электрические  параметры 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=5  МГц  не 

более  » 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого 
сигнала  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 50  -г 
н-  1000  Гц: 
при  Г = 298  К: 

П416 

П416А 

П416Б 

при  Т — 343  К: 

П416 


П416А 


П416Б 


500  пс 


25-80 

60-125 

90-200 


От  25  до  2,5 
значения  при 
Г = 298  К 
От  60  до  2,5 
значения  при 
Т = 298  К 
От  90  до  3 
значения  при 
Т = 298  К 
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при  7^  = 213  К От  0,4  до  1,6 

значения  при 
Т=  298  К 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при 
С/Кб  — 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  20  МГц  не  менее: 

П416 2 

П416А 3 

П416Б 4 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого 
сигнала  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 

= 50  ч-  1000  Гц  не  более 5 мкСм 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  І/КБ  = 1 5 В 5 мкА 

при  І/КБ  = 10  В : 

при  Т = 298  К и 7 = 213  К 3 мкА 

при  Т = 343  К 90  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  II ЭБо  = 2 В не 

более 100  мкА 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 
/к  = 50  мА,  /Б  = 3 мА : 

П416 2 В 

П416А,  П416Б 1,7  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,5  В 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее: 

при  Т = 298  К 14  В 

при  Т=  343  К : 

П416 13  В 

П416А,  П416Б 10  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/КБ  = 5 В, 

/=5  МГц  не  более 8 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Ѵэъ  = 1 В, 

/=5  МГц  не  более 40  пФ 

Время  рассасывания  при  = 10  В,  /к  = 50  мА, 
ти  = 5 мкс  и /=  1 ч-  10  кГц  не  более: 

при  /Б  = 4 мА  П416 1 мкс 

при  /Б  = 2 мА  П416А 1 мкс 

при  /Б  = 1,25  мА  П416Б 1 мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  ЛБЭ  = 0 15В 

при  запертом  эмиттере 20  В 

при  ЛБЭ  < 1 кОм 12  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  /ЭБ о < 2 мА  3 В 

Постоянный  ток  коллектора 25  мА 

Импульсный  ток  коллектора  и ток  в режиме  пе- 
реключения при  ти  < 5 мкА,  /к.ср  < 25  мА 120  мА 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ти  < 5 мкА  360  мВт 
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Постоянная  рассеиваемая  мощность . 100  мВт 

Температура  р-п  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

343  К 


Примечания:  1.  Значения  параметров  приведены  для 
Г = 213  -г-  318  К. 

При  Т=  318  ч-  343  К значения  параметров  уменьшаются  через 
каждые  5 0 : 

С/кэк  на  1 В,  1/КЭх  на  1 В,  1/кэк  на  0,4  В,  Т/ЭБ.  макс  на 
0,2  В,  /к.  и.  макс  на  4 мА,  Рк  макс  на  10  мВт. 

2.  При  Т—  318  -т- 343  К максимально  допустимая  постоянная 
рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 


/>к.макс  = (358  - 7)/0,4, 

а при  р = 665  Па  она  уменьшается  на  30  %. 
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Зависимость  относительного  ко-  Зависимость  модуля  коэффици- 
эффициента  передачи  тока  в ре-  ента  передачи  тока  от  тока 
жиме  малого  сигнала  от  тока  эмиттера, 

эмиттера. 


Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 
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Н21Э 
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— 

иКБ 

1 

=5В,ІЭ= 

5мА 
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--50- 

-100І 

1Гц 

/1 

ІІТІОО 

П416А 

1 

— 

П416 

1 

Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  в режиме  малого 
сигнала  от  температуры. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения эмиттер-база  от  темпе- 
ратуры. 


П417,  П417А 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные высокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
каскадах  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса.  Вы- 
вод эмиттера  на  боковой  поверхности  корпуса  маркируется  цветной 
меткой. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Эмиттер 

Коллектор 

База 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 


менее 200  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

С/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более  . . . 400  пс 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
при  1/КБ  — 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  50  + 1000  Гц: 
при  Т = 293  К: 

П417 24-100 

П417А 65-200 
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при  Т = 343  К: 
П417  . . . 

П417А  . . 

при  Т = 213  К 


От  24  до 
3 значений 
при  Т = 293  К 
От  65  до 
3 значений 
при  Т = 293  К 
.1—0,4  значения 
при  Т = 293  К 


Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  при 
СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=50-г  1000  Гц  не  более 
Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого 
сигнала  при  Нкб  = 5 В,  Іэ  = 5 мА,  / = 50  1000  Гц 

не  более  

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = Ю В не  более: 

при  Т = 293  К 

при  Г = 343  К 

Обратный  ток  эмиттера  при  V эб  = 0,5  В не  более 
Граничное  напряжение  при  {/«Б  = 8 В,  /э  = 5 мА 

не  менее 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Г/б  = 5 В, 
/=5  МГц  не  более • 


10  Ом 


10  мкСм 

3 мкА 
70  мкА 
30  мкА 

8 В 

5 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  отсоединенной  базе: 

при  Г =213  -н  303  К 8 В 

при  Г = 343  К 4 В 

при  короткозамкнутых  выводах  эмиттера  ,и  базы  10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,7  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = 213  ч-  333  К 50  мВт 

при  Т = 343  К 30  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  343  К 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  напря- 
жения коллектор-база. 


0 2 4 6 8 0КБ>В 
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1,2 


1,0 


; 0,8 


0 2 4 6 8 Іэ,  мА 

Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тока 
эмиттера. 


1 

П*И7, 

114' 

7А 

)КБ  = 

5В 

6- 

50-1 

3 = 5 м А 
000  Гц 

| 

Зависимость  относительного  ко- 
эффициента передачи  тока  в ре- 
жиме малого  сигнала  от  тем- 
пературы. 


П422,  П 423 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте  1,6  МГц 
маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генератор- 
ных каскадах  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса.  Вы- 
вод эмиттера  на  буртике  корпуса  маркируется  цветной  точкой. 

Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 


Максимальная  частота  генерации  при  НКБ  = 5 В, 
/э  = 5 мА  не  менее : 

П422  

П42з !!!!!!! 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (/КБ  = 5 В, 
/э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

П422  

П423  !..!!!! 

Коэффициент  шума  при  НКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,/=  1,6  МГц 

не  более 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 
НКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  50  -ь  1000  Гц: 
при  Г =293  К 


60  МГц 
120  МГц 

1000  пс 
500  пс 

10  дБ 

24-100 
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при  Т = 328  К не  более 250 

при  Т = 248  К не  менее 15 

Модуль  полной  проводимости  прямой  передачи  при 
1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  20  МГ ц не  менее : 

П422  2,5 

П423  5 

Выходная  полная  проводимость  в режиме  малого  сиг- 
нала при  коротком  замыкании  при  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  50  4-  1000  Гц  не  более 5 мкСм 

Входное  сопротивление  при  І/КБ  = 5 В,  /э  — 5 мА 

не  более 38  Ом 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 5 В не  более : 

при  Т = 293  К 5 мкА 

при  Т = 328  К 70  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В, 

/=  1,6  4-5  МГц  не  более 10  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 1 кОм  ....  10  В 

Ток  коллектора 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т = 248  4-  293  К 100  мВт 

Температура  р-п  перехода 343  К 

Температура  окружающей  среды От  248  до  328  К 

Примечание.  При  Т = 293  4-  328  К максимально  допустимое 
значение  рассеиваемой  мощности  уменьшается  на  15  мВт  через 
каждые  10°. 

Ск,п* 

в 


— 

п 

122, 

П42 

? 

Г- 

■ 5М 

Ги, 

12  16  20  Іэ,  мА 


Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  в режиме  малого  , 
сигнала  от  тока  эмиттера. 

Зависимость  емкости  коллек-  : 
торного  перехода  от  напряже- ~ 
ния  коллектор-база. 

Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  сопротивле- 
ния база-эмиттер. 


0 2 4-6  8 100КВ)В 


1,2 
ъЬО 
*0,8 
^ 0,6 
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КТ620А,  КТ620Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  переклю- 
чательные. 

Предназначены  для  работы  в импульсных  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  КТ620А  не  более  1 г,  КТ620Б  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером : 

КТ620А  при  Нкб  =10  В,  /к  = 10  мА  не  менее  100 

КТ620Б  при  Пкб  = 5 В,  /к  = 200  мА 30-100 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 400  мА,  /Б  = 80  мА  КТ620Б  не  более 1 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 400  мА, 

/Б  = 80  мА  КТ620Б  не  более 1,8  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/КБ  =10  В, 

/э  = 30  мА,  /=100  МГц  не  менее 2 

Время  рассасывания  при  /к  = 200  мА,  /Б  = 20  мА 

КТ620Б  не  более 100  нс 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБо  = 50  В не  более  5 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  КЭБ  = 


= 100  Ом 20  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  Гп  = 228  -г  343  К: 

КТ620А 50  В 

КТ620Б 40  В 

при  Г„  = 358  К : 

КТ620А 40  В 

КТ620Б 30  В 

при  Гп  = 393  К: 

КТ620А 25  В 

КТ620Б 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Г„  = 228  -=-  343  К 50  В 


308 


40  В 
25  В 


при  Г„  = 358  К 

при  Т„  = 393  К 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Гп  = 228  ч- 


4-  343  К: 

КТ620А ЗВ 

КТ620Б 4 В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
при  Тк  = 298  К : 

КТ620А 225  мВт 

КТ620Б 500  мВт 

при  Гк  = 358  К : 

КТ620А 75  мВт 

КТ620Б 100  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  среда: 

КТ620А 0,4  К/мВт 

КТ620Б 0,15  К/мВт 

Температура  перехода 393  К 

Температура  окружающей  среды От  228 

до  343  К 


Раздел  пятый 

ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОМОЩНЫЕ 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

п-р-п 

2Т306А,  2Т306Б,  2Т306В,  2Т306Г,  КТ306А, 
КТ306Б,  КТ306В,  КТ306Г,  КТ306Д 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  переклю- 
чательные маломощные  и СВЧ  усилительные  с ненормированным 
коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  переключения  (2Т306А,  2Т306Б,  КТ306А, 
КТ306Б)  и усиления  сигналов  высокой  частоты  (2Т306В,  2Т306Г, 
КТ306В,  КТ306Г,  КТ306Д). 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  крышке  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  0,65  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА: 

2Т306А,  КТ306А,  2Т306В,  КТ306В  не  менее  . . . . 

типовое  значение 

2Т306Б,  КТ306Б,  2Т306Г,  КТ306Г  не  менее  . . . . 

типовое  значение  

КТ306Д  не  менее 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/«Б  = 5 В, 
Іэ  = 5 мА,  /=  10  МГц: 

2Т306В,  КТ306В,  2Т306Г,  КТ306Г  не  более  . . . . 

типовое  значение ' 

КТ306Д  не  более 

Коэффициент  шума  * при  І/КБ  = 5 В: 

при  /э  = 0,5  мА,  /=  1 кГц  не  более  

типовое  значение 

при  /э  = 1 мА,  /=  90  МГц  не  более 

типовое  значение 

Время  рассасывания  при  /к.нас  = Ю мА,  /Б)  = 1 мА, 
/Б2  = 1 ,2  мА,  Кк  = 75  Ом  2Т306А,  2Т306Б,  КТ306А, 

КТ306Б  не  более 

типовое  значение  ...  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Ек  = О,  /э  = 10  мА: 
при  Т=  298  К: 

2Т306А,  КТ306А 

2Т306Б,  КТ306Б 

2Т306В,  КТ306В 

2Т306Г,  КТ306Г 

КТ306Д 

при  Т = 213  К 

2Т306А 

2Т306Б 

2Т306В  

2Т306Г 

при  Т=  398  К 

2Т306А 

2Т306Б  

2Т306В 

2Т306Г 

Граничное  напряжение  при  /э  = 1 мА  не  менее: 

2Т306А,  КТ306А,  2Т306В,  КТ306В 

2Т306Б,  КТ306Б,  2Т306Г,  КТ306Г 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 
= 10  мА,  /Б=1  мА  2Т306А,  2Т306Б,  КТ306А, 

КТ306Б  не  более 

типовое  значение 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 
/Б  = 1 мА  2Т306А,  2Т306Б,  КТ306А,  КТ306Б  не  более 
типовое  значение  


300  МГц 
500*  МГц 
500  МГц 
650*  МГц 
200  МГц 


500  пс 
60*  пс 
300  пс 

30  дБ 
12  дБ 
8 дБ 
5 дБ 


30  нс 
15  * нс 


20-60 

40-120 

20-100 

40-200 

30-150 

8-60 

16-120 

8-100 

16-200 

20-120 
40  - 240 
20-200 
40  - 400 


10  В 
7В 


0,3  в 
0,2*  В 

1 В 

0,9*  В 
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Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  =15  В не  более : 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 398  К 2Т306А,  2Т306Б,  2Т306В,  2Т306Г  10  мкА 
Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  І/ЭБ  = 4 В 

не  более 1 мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  {/кБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

/=  1 кГц  2Т306В,  КТ306В,  2Т306Г,  КТ306Г,  КТ306Д 

не  более 30  Ом 

типовое  значение 8*  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Г'КБ  = 5 В не 

более 5 пФ 

типовое  значение 3*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  V эБ  = 0 не  более  4,5  пФ 

типовое  значение  ..! 3*  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера* 0,55  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы*  при  /=  10  мм  11  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  і?эб  < 

< 3 кОм ■ . . 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  ....  50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2Т306А,  2Т306Б,  2Т306В,  2Т306Г: 

при  Т = 213  -г  363  К,  р > 6650  Па 150  мВт 

при  Г=  213  и-  363  К,  р = 665  Па 100  мВт 

при  Г = 398  К 75  мВт 

КТ306А,  КТ306Б,  КТ306В,  КТ306Г,  КТ306Д: 

при  Г =213ч-  363  К . . . 150  мВт 

при  Г = 398  К 60  мВт 


<м 

-с 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 
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Общее  тепловое  сопротивление 476  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  398  К 
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Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  коллектор- 
эмиттер  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  коллектор- 
эмиттер  от  температуры. 
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Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  база- эмит- 
тер от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  база-эмит- 
тер от  температуры. 


2Т307А-1,  2Т307Б-1,  2Т307В-1,  2Т307Г-1, 
КТ307А-1,  КТ307Б-1,  КТ307В-1,  КТ307Г-1  ' 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  универ- 
сальные высокочастотные  и СВЧ  маломощные. 

Предназначены  для  переключения  и усиления  сигналов  высокой 
частоты. 

Бескорпусные,  без  кристаллодержателя,  с гибкими  выводами 
и защитным  покрытием  на  основе  эпоксидной  смолы.  Выпускаются 
в сопроводительной  таре.  Обозначение  типа  приводится  на  эти- 
кетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,002  г. 


312 


» 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  Г/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 
менее : 

2Т307А-1,  2Т307Б-1,  2Т307В-1,  2Т307Г-1 

КТ307А-1,  КТ307Б-1,  КТ307В-1.  КТ307Г-1 

Время  рассасывания  при  /к.нас  = Ю мА,  I бі  = 1 мА, 
/Б 2 = 1,2  мА,  = 75  Ом  не  более: 

2Т307А-1,  2Т307Б-1,  КТ307А-1,  КТ307Б-1,  КТ307В-1, 

КТ307Г-1 

2Т307В-1 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Ек  = О,  /к  = 10  мА  не  менее: 
при  Г = 298  К : 

2Т307А-1,  КТ307А-1 

2Т307Б-1,  2Т307В-1,  КТ307Б-1,  КТ307В-1  . . . . 

2Т307Г-1,  КТ307Г-1 

при  Г=  213  К: 

2Т307А-1 

2Т307Б-1,  2Т307В-1  . 

2Т307Г-1 

при  Т = 358  К : 

2Т307А-1 

2Т307Б-1,  2Т307В-1 

2Т307Г-1 

Граничное  напряжение  при  /э  = 1 мА  не  менее: 

2Т307А-1,  2Т307Б-1,  2Т307В-1,  2Т307Г-1 

КТ307А-1,  КТ307Б-1,  КТ307В-1,  КТ307Г-1 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 
= 20  мА,  /Б  = 2 мА  не  более  . . * 


300  МГц 
250  МГц 


30  нс 
50  нс 


20 

40 

80 

10 

20 

40 

20 

40 

80 

10  В 
5 В 

0,4  В 
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Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/э  = 2 мА  не  более 1,1В 

Обратный  ток  коллектора  при  Ь/КБ  =10  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Т = 358  К 2Т307А-1,  2Т307Б-1,  2Т307В-І, 

2Т307Г-1 Ю мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  (/ЭБ  = 4 В не 

более 1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 1 В не  более: 

2Т307А-1,  2Т307Б-1,  2Т307В-1,  2Т307Г-1 5 пф 

КТ307А-1,  КТ307Б-1,  КТ307В-1,  КТ307Г-1  ....  6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6'ЭБ  = I В не  более  3 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Лэб  5 3 кОм 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс,  2 > 10 
Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г=  213  ч-  328  К 

при  Г = 358  К 

Общее  тепловое  сопротивление 

Температура  окружающей  среды 


10  В 

10  В 
4 В 

20  мА 
50  мА 


15  мВт 
5 мВт 
3 К/мВт 
От  213 
до  358  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в составе  микро- 
схем должен  быть  обеспечен  теплоотвод  от  кристалла  с Лт  < 3 К/мВт. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 
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Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  коллектор- 
эмиттер  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  база-эмит- 
тер от  температуры. 


1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 
1Т311Л,  ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И 


Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  универсальные.  Пред- 
назначены для  усиления  сигналов  высокой  и сверхвысокой  частот 
и работы  в схемах  переключения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  7/к  = 3 В,  /э  =15  мА : 
при  Т = 298  К : 

1Т311А 

1Т311Б 

1Т311Г 

1Т311Д,  1Т311К 

1Т311Л 

ГТ311Е 

ГТ311Ж 


15-180 

30-180 

30-80 

60-180 

150-300 

15-80 

50-200 


315 


100-500 


ГТ311И 


типовое  значение*: 

1Т311А 

1Т311Б 

1Т311Г 

1Т311Д 

1Т311К 

1Т311Л 

при  -Т  = 213  К 1Т311А,  1Т311Б, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л  не  менее  . 

при  Т = 233  К : 

ГТ311Е 

ГТ311Ж 

ГТЗЛИ 

при  Г = 328  К : 

ГТ311Е 

ГТ311Ж 

ГТ311И 

при  Т = 343  К не  более: 

1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д, 


...  72 

...  79 

...  58 

...  112 

...  114 

...  223 

1Т311Г, 

. . . 10  и 0,35  значения 
при  Г = 298  К 

. . . 10-80 

. . . 25-200 

. . . 50-300 

. . . 15-150 

. . . 50-350 

. . . 100-500 


1Т311К  300  и 3 значения 


1Т311Л 

Граничная  частота  при  1/к  — 5 В,  /э  = 5 мА: 

1Т311А,  1Т311Б 

1Т311Г,  1Т311К 

1Т311Д,  1Т311Л 

ГТ31 1Е  не  менее 

ГТ311Ж  не  менее 

ГТ311И  не  менее 


при  Г = 298  К 
500  и 3 значения 
при  Г = 298  К 

300-1000  МГц 
450-1500  МГц 
600-1500  МГц 
250  МГц 
300  МГц 
450  МГц 


типовое  значение*: 


1Т311А 770  МГц 

1Т311Б 520  МГц 

1Т311Г 560  МГц 

1Т311Д,  1Т311К 830  МГц 

1Т311Л 870  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи 
при  I/ к = 5 В,  /э  = 5 мА, /=  5 МГц  не  более: 

1Т311А 50  пс 

1Т311Б,  ГТ311Ж,  ГТ311И 100  пс 

1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л,  ГТ311Е  75  пс 

типовое  значение*: 


1Т311А 

1Т311Б 

1Т311Г 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 

Коэффициент  шума  при  1/к  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

/=  60  МГц,  Яг  = 75  Ом  не  более 

типовое  значение*: 


36  пс 
42  пс 
46  пс 
58  пс 

8 дБ 
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1Т311А  . . - 4,7  дБ 

1Т311Б 5,1  дБ 

1Т311Г,  1Т311Л 5,2  дБ 

1Т311Д 5,9  дБ 

1Т311К 5,5  дБ 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В 

не  более 2,5  пФ 

типовое  значение  * : 

1Т311А,  1Т311К,  1Т311Л 1,8  пФ 

1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д 1,5  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  V эб  = 0,25  В 
1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 

1Т311Л  не  более 5 пФ 

типовое  значение  * : 

1Т311А 4,1  пФ 

1Т311Б 4,2  нФ 

1Т311Г 3,9  пФ 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л . 4,0  пФ 

Время  рассасывания  при  /к  = 20  мА  1Т311А, 

1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л  не 

более 50  нс 

Граничное  напряжение  при  /э=  10  мА: 
при  Т = 298  К не  менее: 

1Т311А 10  В 

1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л  8 В 

типовое  значение  * : 

1Т311А 12,8  В 

1Т311Б 12,6  В 

1Т311Г,  1Т311К 12,2  В 

1Т311Д,  1Т311Л 11,7  В 

при  Т — 343  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л  не  менее  ....  5 В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 1 5 мА,  /Б  = 1,5  мА  не  более 0,3  В 

типовое  значение*  1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 0,15  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 

= 15  мА,  /Б  = 1,5  мА  не  более 0,6  В 

типовое  значение*  1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 0,43  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  Т = 213  и 298  К,  6/Кб=>2  В 1Т311А, 

1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л  5 мкА 

при  Т = 233  и 298  К,  {/Кб=12  В ГТ311Е, 

ГТ311Ж 10  мкА 

при  Т — 233  и 298  К,  6/КБ  = Ю В ГТ311И  10  мкА 

при  Т = 328  К,  С/Кб  = 7 В ГТ311Е,  ГТ311Ж, 

ГТ311И 60  мкА 

при  Г = 343  К,  С/КБ  = 7 В 1Т311А,  1Т311Б, 

1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 30  мкА 
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Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  С/ЭБ  = 2 В 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 10  мкА 

при  і/Эб  = 2 В ГТ311Е,  ГТ311Ж 15  мкА 

при  С/Эб=1.5  В ГТ311И 15  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т < 318  К: 

1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 

1Т311Л,  ГТ311Е,  ГТ311Ж 12  В 

ГТ311И 10  В 

при  Т = 328  К : 

ГТ311Е,  ГТ311Ж 10  В 

ГТ311И 8 В 

при  Т=  343  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 7 В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при 
ти  < 1 мкс,  ()  > \0: 
при  Т = 293  К : 

1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 

1Т311Л 25  В 

ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И 20  В 

при  Т = 328  К ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И  . . . 13  В 

при  Т = 343  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ДБ/Лэ  < Ю: 

при  Т < 318  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л,  ГТ311Е,  ГТ311Ж  12  В 

при  Т <318  К ГТ311И 10  В 

при  Т=  328  К: 

ГТ311Е,  ГТ311Ж 10  В 

ГТ311И 8 В 

при  Т = 343  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 7 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 
при  Т < 318  К: 

1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 

1Т311Л,  ГТ311Е,  ГТ311Ж 2 В 

ГТ311И 1,5  В 

при  Т — 328  К : 

ГТ311Е,  ГТ311Ж 1,6  В 

ГТ311И 1,1  В 

при  Т — 343  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 1 В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  293  К 150  мВт 
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при  Т = 328  К ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И  85,7  мВт 

при  Г = 343  К 1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г, 

1Т311Д,  1Т311К,  1Т311Л 50  мВт 

Температура  перехода: 

1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 

ІТ311Л 358  К 

ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И 343  К 

Температура  окружающей  среды: 

1Т311А,  1Т311Б,  1Т311Г,  1Т311Д,  1Т311К, 

1Т311Л От  213  до  343  К 

ГТ311Е,  ГТ311Ж,  ГТ311И От  233  до  328  К 


I I I I I 

100  _1Т311А\1Т311Б,  1Т311Г, 

50  -1Т311Д,1Т311К,1Т311Л— 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 
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Зона  возможных  положений  за-  Зона  возможных  положений  за- 
висимости модуля  коэффици-  висимости  модуля  коэффициен- 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  частоты. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  частоты. 


Зависимость  пробивного  напря- 
жения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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Зависимость  пробивного  напря- 
жения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зависимость  пробивного  напря- 
жения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  ста- 
тического коэффициента  пере- 
дачи тока  от  температуры. 
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2Т316А,  2Т316Б,  2Т316В,  2Т316Г,  2Т316Д, 
КТ316А,  КТ316Б,  КТ316В,  КТ316Г,  КТ316Д 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  переклю- 
чательные маломощные  и СВЧ  усилительные  с ненормированным 
коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  переключения  .(2Т316А,  2Т316Б,  2Т316В, 
КТ316А,  КТ316Б,  КТ316В)  и усиления  сигналов  высокой  частоты 
(2Т316Г,  2Т316Д,  КТ316Г,  КТ316Д). 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  0,6  г. 


Граничная  частота  при  1/кб  = 5 В,  /э  = 10  мА: 


2Т316А,  КТ316А,  2Т316Г,  КТ316Г  не  менее  600  МГц 

типовое  значение 1000*  МГц 

2Т316Б,  КТ316Б,  2Т316В,  КТ316В,  2Т316Д, 

КТ316Д  не  менее 800  МГц 

типовое  значение 1000*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

{/кв  = 5 В,  /э  = 10  мА,  /=  10  МГц: 

2Т316Г,  КТЗІ6Г,  2Т316Д,  КТ316Д  не  более  ...  150  пс 

типовое  значение 50  * пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /бі  = 1 мА, 

/б2  —1,2  мА,  Лк  = 75  Ом: 

2Т316А,  КТ316А,  2Т316Б,  КТ316Б  не  более  10  нс 

типовое  значение 4*  нс 

2Т316В,  КТ316В  не  более 15  нс 

типовое  значение 5 * нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Ек  = 0,  /э  = 10  мА: 
при  Т — 298  К: 

2Т316А,  КТ316А 20-60 

2Т316Б,  КТ316Б,  2Т316В,  КТ316В 40-120 

2Т316Г,  КТ316Г 20—  1#0 
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2Т316Д,  КТ316Д 60-300 

при  Т — 213  К : 

2ТЗІ6А 10-60 

2Т316Б,  2Т316В 20-120 

2Т316Г 10-100 

2Т316Д 30-300 

при  Т = 398  К : 

2Т316А 20-120 

2Т316Б,  2Т316В 40-240 

2Т316Г 20-200 

2Т316Д л . 60-600 

Г раничное  напряжение  при  /э  = 1 мА  не  менее  5 В 

типовое  значение 10*  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более  .......  0,4  В 

типовое  значение 0,18*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /«  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1,1  В 

типовое  значение 0,8  * В 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ  =10  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 2Т316А,  2Т316Б,  2Т316В,  2Т316Г, 

2Т316Д 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  6/ЭБ  = 4 В 

не  более 1 МКА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  17кб  = 5 В не 

более 3 пФ 

типовое  значение 2*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  0ЭБ  = 0 не  более  2,5  пФ 

типовое  значение 1,2*  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмитТера* 0,5  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы  * при 

/ = 3 мм 6 нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  ......  10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭБ  < 3 кОм ЮВ 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора  2Т316А,  2Т316Б,  2Т316В, 

2Т316Г,  2Т316Д 30  мА 

Постоянный  ток  коллектора  КТ316А,  КТ316Б,  КТ316В, 

КТ316Г,  КТ316Д '.  . . . 50  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  2Т316А,  2Т316Б,  2Т316В, 

2Т316Г,  2Т316Д 30  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  КТ316А,  КТ316Б,  КТ316В, 

КТ316Г,  КТ316Д 50  мА 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  50  мА 
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Постоянный  ток  эмиттера  в режиме  насыщения  50  мА 


Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2Т316А,  2Т316Б,  2Т316В,  2Т316Г,  2Т316Д: 

при  Т = 213  -ь  348  К,  р > 6650  Па 150  мВт 

при  Т=  213  н-  348  К,  р = 665  Па 100  мВт 

при  Т = 398  К 60  мВт 

КТ316А,  КТ316Б,  КТ316В,  КТ316Г,  КТ316Д: 

при  Г = 213  ч-  363  К 150  мВт 

при  Т = 398  К 60  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 556  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 
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Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  коллек- 
тор-эмиттер от  температуры. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения насыщения  база-эмит- 
тер от  температуры. 


11* 
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2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1, 
2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318А-1, 
КТ318Б-1,  КТ318В-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 
КТ318Е-1 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  переклю- 
чательные СВЧ  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в 
переключающих  схемах  гермети- 
зированной аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  вы- 
водами, с защитным  покрытием. 
Транзисторы  помещаются  в воз- 
вратную тару,  позволяющую  без 
извлечения  из  нее  транзисторов 
производить  измерение  электриче- 
ских параметров.  Обозначение  типа 
и маркировочная  точка  эмиттера 
приводятся  на  крышке  возвратной 
тары. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,01  г. 

Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 
Ік  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более: 
при  Т = 298  К и Т = 213  К: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1, 

КТ318А-1,  КТ318Б-1,  КТ318В-1 Ѳ,27  В 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1, 

КТ318Д-1,  КТ318Е-1 0,33  В 

при  Т=  358  К: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1, 

КТ318А-1,  КТ318Б-1,  КТ318В-1 0,3  В 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 0,37  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к=  10  мА, 

. /Б=  1 мА  не  более: 

при  Т=  298  К и Т=  213  К: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1,  КТ318А-1, 

КТ318Б-1,  КТ318В-1 ' . 0,9  В 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 1,0  В 

при  Г=  358  К: 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318А-1, 

КТ318Б-1,  КТ318В-1 1,05  В 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 1,15  В 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/Кэ  = 1 В,  /э=  10  мА: 
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при  Т = 298  К : 

2Т318А-1,  2Т318Г-1,  КТ318А-1,  КТ318Г-1  . . . . 
2Т318Б-1,  2Т318Д-1,  КТ318Б-1,  КТ318Д-1  . . . . 
2Т318В-1,  2Т318В1-1,  2Т318Е-1,  КТ318В-1, 

КТ318Е-1 

при  Т=  358  К: 

2Т318А-1,  2Т318Г-1,  КТ318А-1,  КТ318Г-1  . . . . 
2Т318Б-1,  2Т318Д-1,  КТ318Б-1,  КТ318Д-1  . . . 
2Т318В-1,  2Т318В1-1,  2Т318Е-І,  КТ318В-1, 

КТ318Е-1 

при  Т = 213  К: 

2Т318А-1,  2Т318Г-1,  КТ318А-1,  КТ318Г-1  . . . 
2Т318Б-1,  2Т318Д-1,  КТ318Б-1,  КТ318Д-1  . . . 
2Т318В-1,  2Т318В1-1,  2Т318Е-1,  КТ318В-1, 

КТ318Е-1 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  / = 100  МГц, 
при  С/кэ=  2 В,  /э=  5 мА  не  менее: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1,  КТ318А-1, 

КТ318Б-1,  КТ318В-1 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 

Время  рассасывания  при  /К=Ю  мА,  /Б  = 1 мА 
не  более: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  КТ318А-1,  КТ318Б-1, 

КТ318В-1 

2Т318ВЫ 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  =5  В, 
/=  10  МГц  не  более: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1,  КТ318А-1, 

КТ318Б-1,  КТ318В-1 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  0/кэ  = 0,  /=  10  МГц 
не  более: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1,  КТ318А-1, 

КТ318Б-1,  КТ318В-1 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 

Напряжение  отпирания  при  1/кэ  = 2,5  В,  /э  = 0,05  мА 
не  менее: 
при  Г=  298  К: 

2Т318А-1,  2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318ВЫ,  КТ318А-1, 

КТ318Б-1,  КТ318В-1 

2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1,  КТ318Д-1, 

КТ318Е-1 

при  Г=  358  К: 

2ТЗ  Г8 А- 1 , 2Т318Б-1,  2Т318В-1,  2Т318В1-1,  КТ318А-1, 
КТ318Б-1,  КТ318В-1 
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2Т318Г-1,  2Т318Д-1,  2Т318Е-1,  КТ318Г-1, 

КТ318Д-1,  КТ318Е-1 . . 0,4  В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 10  В не  более: 

при  Т—  298  К и Г =213  К 0,5  мкА 

при  Т = 358  К 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/э Б = 3 В не  более  1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянные  напряжения  коллектор-база,  коллектор- 

эмиттер  при  ЯБЭ  = 3 кОм ЮВ 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3 5В 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения ...  20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

<2  > 10,  Тф  < 100  нс 45  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  -г  328  К 15  мВт 

при  Т = 358  К 5 мВт 

Температура  перехода 373  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 3 К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

358  К 


Примечание. 

При  пайке  выводов  должны  быть  приняты  меры,  исключаю- 
щие возможность  нагрева  кристалла  и защитного  покрытия  до 
температуры  более  373  К. 

Не  рекомендуется  работа  транзисторов  при  рабочих  токах  соиз- 
меримых с неуправляемыми  токами  во  всем  диапазоне  температур. 

При  включении  транзистора  в цепь,  находящуюся  под  напря- 
жением, базовый  контакт  должен  присоединяться  первым  и отсое- 
диняться последним. 


0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  иБЭ,  В 
Входные  характеристики. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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фициента  передачи  тока  от  ента  передачи  тока  от  частоты, 
температуры. 
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Зависимость  обратного  тока  Зависимости  емкостей  коллек- 
коллектора  от  температуры.  торного  и эмиттерного  пере- 

ходов от  напряжения  коллек- 
тор-база и база-эмиттер. 


2Т324А-1,  2Т324Б-1,  2Т324В-1,  2Т324Г-1, 
2Т324Д-1,  2Т324Е-1,  КТ324А-1,  КТ324Б-1, 
КТ324В-1,  КТ324Г-1,  КТ324Д-1,  КТ324Е-1 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  пере- 
ключательные маломощные  и СВЧ  усилительные  с ненормирован- 
ным коэффициентом  шума. 
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Предназначены  для  переключе- 
ния (2Т324А-1,  2Т324Б-І,  2Т324В-1, 
2Т324Г-1,  КТ324А- 1 , КТ324Б-І, 

КТ324В-1,  КТ324Г-1)  и усиления 
сигналов  высокой  частоты 
(2Т324Д-1,  2Т324Е-1,  КТ324Д-1, 

КТ324Е-1). 

Бескорпусные,  без  кристалло- 
держателя, с гибкими  выводами 
и защитным  покрытием  на  основе 
кремнийорганического  лака.  Выпус- 
каются в сопроводительной  таре. 
Обозначение  типа  приводится  на 
этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,002  г. 

Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  СКБ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 
менее : 

2Т324А-1,  2Т324Б-1,  2Т324В-1,  КТ324А-1,  КТ324Б-1, 

КТ324В-1  800  МГц 

2Т324Г-1,  2Т324Д-1,  2Т324Е-1,  КТ324Г-1,  КТ324Д-1, 

КТ324Е-1  600  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (/«б  = 

= 2 В,  /э  = 5 мА,  / = 10  МГц  2Т324Д-1,  2Т324Е-1, 

КТ324Д-1,  КТ324Е- 1 не  более 180  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Бі  = 1 мА, 

/Б 2 = 1,2  мА,  2?к  = 75  Ом  не  более 
2Т324А-1,  2Т324Б-1,  2Т324В-1,  КТ324А-І,  КТ324Б-1, 

КТ324В-1, 10  нс 

2Т324Г-1,  КТ324Г-1 15  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Ек  = 0,  /к  = 10  мА: 
при  Т = 298  К : 

2Т324А-1,  КТ324А-1 20-60 

2Т324Б-1,  2Т324Г-1,  КТ324Б-1,  КТ324Г-1  ....  40-120 

2Т324В-1,  КТ324В-1  80-250 

2Т324Д-1,  КТ324Д- 1 20-80 

2Т324Е-1,  КТ324Е-1  60-250 

при  Т = 213  К: 

2Т324А-1 8-60 

2Т324Б-1,  2Т324Г-1 16-120 

2Т324В-1  32-250 

2Т324Д-1 8-80 

2Т324Е-І 24-250 

при  Т = 358  К: 

2Т324А-1 20-120 

2Т324Б-1,  2Т324Г-1 40-240 

2Т324В-1  80-500 
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2Т324Д-1 20-160 

2Т324Е- 1 60-500 

Граничное  напряжение  при  /э  = 1 мА  2Т324А-1,  2Т324Б-1, 

2Т324В-1,  2Т324Г-1,  2Т324Д-1,  2Т324Е-1  не  менее  ...  5 В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более  0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1,1  В 

Обратный  ток  коллектора  при  І7КЪ  = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 358  К 2Т324А-1,  2Т324Б-1, 2Т324В-1,  2Т324Г-1, 

2Т324Д-1,  2Т324Е-1 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  {/кб  = 4 В не 

более 1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/кб  = 5 В не 

более . . . . 2,5  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/Эб  = 0 В не  бо- 
лее   2,5  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 1в  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  7?эб  < 

< 3 кОм 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база . 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ^ > 10  . . . 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  -г  328  К 15  мВт 

при  Г = 358  К 5 мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 3 К/мВт 

Температура  перехода 373  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  358  К 

Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в составе  микро- 
схем должен  быть  обеспечен  теплоотвод  от  кристалла  с Лт  < 3 К/мВт. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 
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Зависимость  относительного  на 
пряжения  насыщения  коллектор 
эмиттер  от  температуры. 


2Т325А,  2Т325Б,  2Т325В,  КТ325А,  КТ325Б, 

КТ325В 

Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные п-р-п  СВЧ 
усилительные  с ненормированным 
коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления 
сигналов  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостек- 
лянном корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приво- 
дится на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более 
1,2  г. 

Электрические  параметры 
Граничная  частота  при  17к Б = 5 В,  /э  = 10  мА: 


2Т325А,  2Т325Б,  КТ325А,  КТ325Б  не  менее  ....  800  МГц 
2Т325А,  2Т325Б,  КТ325А,  КТ325Б,  типовое  зна- 
чение   1000*  МГц 

2Т325В,  КТ325В  не  менее 1000  МГц 

2Т325В,  КТ325В,  типовое  значение '.  . 1200*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Скб  = 

= 5 В,  Іэ  = 10  мА,  /=  10  МГц  не  более 125  пс 

типовое  значение 50*  пс  ' 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  ПКб  = 5 В,  /к  = 10  мА: 
при  Т = 298  К: 

2Т325А,  КТ325А 30-90 

2Т325Б,  КТ325Б 70-210 

2Т325В,  КТ325В 160-400 

при  Г=  213  К: 

2Т325А 12-90 

2Т325Б 28-210 

2Т325В 64-400 


Коллектор 
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при  Г=  398  К: 

2Т325А 

2Т325Б  

2Т325В  

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее  . . . 

типовое  значение  

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 15  В не  более: 

при  Г = 298  К 

при  Т = 398  К 2Т325А,  2Т325Б,  2Т325В 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  1/ЭБ  = 4 В 
не  более: 

2Т325А,  2Т325Б,  2Т325В 

КТ325А,  КТ325Б,  КТ325В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 

типовое  значение  

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 4 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 

типовое  значение  

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера* 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы  * при  / = 
= 3 мм ■ . . 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Кэ Б < 

< 3 кОм 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т325А,  2Т325Б,  2Т325В 

КТ325А,  КТ325Б,  КТ325В 

Постоянный  ток  эмиттера: 

2Т325А,  2Т325Б,  2Т325В 

КТ325А,  КТ325Б,  КТ325В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс,  ()  > 2 

КТ325А,  КТ325Б,  КТ325В 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мс,  (9  > 2 

КТ325А,  КТ325Б,  КТ325В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  ч-  358  К,  р > 6650  Па 

при  Т=  213  ч-  358  К,  />  = 665  Па  . 

при  Г = 398  К 

Общее  тепловое  сопротивление 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 
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1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В,  ГТ329А,  ГТ329Б, 
ГТ329В,  ГТ329Г 

Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  СВЧ  усилительные 
с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте  400  МГц. 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  высокой  частоты  и СВЧ. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  полоско- 
выми выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  крышке  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  1 г. 


Граничная  частота  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 
менее: 

1Т329А,  ГТ329А 1,2  ГГц 

1Т329Б,  ГТ329Б 1,7  ГГц 

1Т329В,  ГТ329В 1,0  ГГц 

ГТ329Г 0,7  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/«б  = 

= 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 30  МГц  не  более: 

1Т329А,  ГТ329А,  ГТ329Г 15  пс 

1Т329Б 30  пс 

1Т329В,  ГТ329Б,  ГТ329В 20  пс 

Коэффициент  шума  при  1/Кб  = 5 В,  Ь^  — Ъ мА: 
при  / = 400  МГц,  Лг  = 75  Ом  не  более: 

1Т329А,  ГТ329А 4 дБ 

1Т329Б,  1Т329В,  ГТ329Б,  ГТ329В 6 дБ 

ГТ329Г 5 дБ 

при  /=  60  -т-  40Ѳ  МГц,  Лр  = 75  Ом,  типовое  зна- 
чение   3,5  * дБ 

при  / = 600  МГ ц,  Лг  = 50  Ом,  типовое  зна- 
чение   4*  дБ 

при  /=900  МГц,  Лг  = 30  Ом,  типовое  зна- 
чение   5*  дБ 

Оптимальное  сопротивление  генератора  при  измерении 
коэффициента  шума  * : 
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при  /=  60  МГц 75-100  Ом 

при /=  180  -ь  400  МГц 50  Ом 

Диапазон  частот,  соответствующий  равномерному  спектру 

шумов  (область  белого  шума)* 1—400  МГц 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  1/Кб  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  400  МГц 6 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 

при  Т = 298  К 15-300 

при  Т = 213  К 1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В От  і/3  до  1,2 

значения  при  Т = 298  К 

при  Т = 343  К 1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В От  0,8  до  2,5 

значения  при  Т = 298  К 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  ...  5 В 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 5 мкА 

при  Г = 343  К 1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Т = 298  К: 

при  СЭБ  = 0,5  В ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329Г  ...  100  мкА 

при  СЭБ  = 0,7  В 1Т329А,  1Т329Б 100  мкА 

при  СЭБ  = 1 В 1Т329В,  ГТ329В 100  мкА 

при  Т=  343  К: 

при  СЭБ  = 0,7  В 1Т329А,  1Т329Б 150  мкА 

при  СЭБ=1  В 1Т329В 150  мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в режиме 
малого  сигнала  при  ЦКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  1Т329А, 

1Т329Б,  1Т329В  не  более 22  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  ѴКБ  = 5 В не 
более : 

1Т329А,  ГТ329А,  ГТ329Г 2 пФ 

1Т329Б,  ГТ329Б,  1Т329В,  ГТ329В 3 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,5  В не 

более 3,5  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  эмиттера  и 

корпуса* 0,5  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  базы  и кор- 
пуса * 0,5  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 
и корпуса  * 0,6  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  7?эб  < 1 кОм 5 В 

при  заданном  С/БЭ 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329Г 0,5  В 

1Т329А,  1Т329Б 0,7  В 

1Т329В,  ГТ329В 1 В 
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Напряжение  коллектор-эмиттер  в режиме  усиления  при 


ЛЭб  < 1 кОм,  />  20  кГц 5,5  В 

Постоянный  ток  коллектора '20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г=  213  ч-  323  К 1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В  ...  50  мВт 
при  Т=  213  4-  323  К ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329В  ...  50  мВт 
при  Г = 343  К 1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В  ....  25  мВт 

при  Г = 333  К ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329В,  ГТ329Г ...  25  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,8  К/мВт 

Температура  перехода: 

1Т329А,  1Т329Б,  1Т329В 363  К 

ГТ329А,  ГТ329Б,  ГТ329В,  ГТ329Г 353  К 


Температура  окружающей  сре- 


ды: 

1Т329А, 

1Т329Б, 

1Т329В  . . 

до  343  К 

ГТ329А, 

ГТ329Б, 

ГТ329В,  ГТ329Г . . . От  213 

до  333  К 

Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  эмиттера. 


1Т330А,  1Т330Б,  1Т330В,  1Т330Г,  гтззод, 

гтззож,  гтззои 

Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  СВЧ  усилительные 
с нормированным  коэффициентом  шума. 
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Предназначены  для  усиления  и генерирования  электрических 
сигналов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе,  с гибкими  полоско- 
выми выводами. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Нкб  = 5 В,  /3  = 5 мА: 
при  Т = 298  К : 

1ТЗЗОА,  1Т330Б,  1Т330Г,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОД  . . . . 30-40Ѳ 


1Т330В  80-400 

ГТ330И  10-400 

при  Г=213  К От  0,4  до  1,2  значения  при 

Г = 298  К 


при  Т = 343  К От  0,5  до  2,5  значения  при 


Г = 298  К 

Обратный  ток  коллектора,  не  более: 

при  Ѵкв=  10  В,  Г=  213  и 298  К 5 мкА 

при  1/к  б = 5 В,  Т = 343  К 50  мкА 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Нкб  = 5 В, 

Іэ  = 5 мА,  / = 100  МГц  не  менее: 

1ТЗЗОА,  1Т330В,  ГТЗЗОЖ 10 

1Т330Б 15 

1ТЗЗОГ 1 

ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ 5 

Коэффициент  шума  при  (7кб  = 5 В,  /3  = 5 мА,  / = 

= 400  МГ ц не  более : 

1Т330А 5 дБ 

ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ 8 дБ 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 1,5  В не  более  . . . 100  мкА 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Скб  = 

= 5 В,  1 э = 5 мА,  / = 30  МГц  не  более: 

1Т330А 25  пс 

1Т330Б 50  пс 

1Т330В,  ГТЗЗОЖ 100  пс 

1Т330Г,  ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ 30  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В не 
более : 

1ТЗЗОА,  1Т330Б,  1ТЗЗОВ 2 пФ 

1Т330Г,  ГТЗЗОД,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОИ 3 пФ 

Емкость  эмиттер ного  перехода  при  ѴЭБ  = 0,5  В не 

более 5 пФ 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/Б  = 2 мА  1Т330А,  1Т330Г,  ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ  не  бо- 
лее   0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 20  мА, 

/Б  = 2 мА  1Т330А,  1Т330Г,  ГТЗЗОД,  ГТЗЗОИ  не 

более 0,7  В 
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Время  рассасывания  при  /к  = 20  мА,  /Б  = 2 мА  1Т330А, 


1ТЗЗОГ  не  более 50  нс 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  1ТЗЗОА,  1ТЗЗОГ 

не  менее 6 В 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

1Т330А,  1ТЗЗОБ,  1Т330В,  1ТЗЗОГ 13  В 

ГТ330Д,  ГТ330Ж,  ГТЗЗОИ 10  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т = 213  -г  318  К: 

1ТЗЗОА,  1ТЗЗОБ,  1Т330В 20  В 

1Т330Г 18  В 

при  Т=  228  ч-  328  К ГТ330Д,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОИ  20  В 

при  Т = 343  К : 

1Т330А,  1Т330Б,  1ТЗЗОВ 15  В 

1ТЗЗОГ 13  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 1,5  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  1ТЗЗОА, 

1Т330Б,  1ТЗЗОВ,  1Т330Г 13  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  ч-  318  К 1Т330А,  1ТЗЗОБ,  1Т330В, 

1ТЗЗОГ 50  мВт 

при  Т = 228  -=-  318  К ГТ330Д,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОИ  . . . 50  мВт 

при  Т=  343  К 1ТЗЗОА,  1Т330Б,  1Т330В,  1Т330Г  ...  25  мВт 

при  Г = 328  К ГТЗЗОД,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОИ  ....  40  мВт 

Температура  перехода: 

1ТЗЗОА,  1Т330Б,  1Т330В,  1ТЗЗОГ 368  К 

ГТЗЗОД,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОИ 333  К 

Температура  окружающей  среды: 

1ТЗЗОА,  1ТЗЗОБ,  1ТЗЗОВ,  1ТЗЗОГ От  213  до  343  К 

ГТ330Д,  ГТЗЗОЖ,  ГТЗЗОИ  . . . От  228  до  328  К 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  про- 
бивного напряжения  коллектор- 
эмиттер  от  сопротивления  база- 
эмиттер. 
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Зона  возможных  положений 
зависимости  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  мо- 
дуля коэффициента  передачи  то- 
ка от  напряжения  коллектор- 
база. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  мо- 
дуля коэффициента  передачи 
тока  от  тока  эмиттера. 


2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1, 
2Т331Д-1,  КТ331А-1,  КТ331Б-1,  КТ331В-1, 
КТ331Г-1 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  высокочастотные  и 
СВЧ  усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на 

частоте  100  МГц. 

Предназначены  для  усиления 
и генерирования  сигналов  высокой 
частоты. 

Бескорпусные,  без  кристалло- 
держателя, с гибкими  выводами  и 
защитным  покрытием  эмалью.  Вы- 
пускаются в сопроводительной  та- 
ре. Обозначение  типа  приводится 
на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,003  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 3 мА  не  менее: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  КТ331А-1,  КТ331Б-1, 

КТ331В-1  250  МГц 

2Т331Г-1,  КТ331Г-1  400  МГц 

2Т331Д-1  500  МГц 

типовое  значение: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1 450*  МГц 

2Т331Г-1  500*  МГц 

2Т331Д-1  550*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/КБ  = 5 В, 

/э  = 1 мА,  /=  МГц  не  более: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1,  КТ331А-1, 

КТ331Б-1,  КТ331В-1,  КТЗЗІГ-1 120  ПС 

2Т331  Д-1  300  пс 

типовое  значение: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1  ....  50*  пс 

2Т331  Д-1 80*  пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  V КБ  = 5 В, 

/э  = 1 мА,  /=  100  МГц  не  более: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1,  КТ331А-1, 

КТ331Б-1,  КТ331В-1,  КТЗЗІГ-1 4,5  дБ 

2Т331Д-1 8 дБ 

типовое  значение: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1 2*5*  дБ 

2Т331Д-1 5*  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Т = 298  К : 

2Т331А-1,  КТ331А-1 20-60 

2Т331Б-1,  2Т331Г-1,  КТ331Б-1,  КТЗЗІГ-1  ....  40-120 

2Т331В-1,  2Т331Д-1,  КТ331В-1  80-220 

при  Т=  213  К: 

2Т331А-1 10-60 

2Т331Б-1,  2Т331Г-1 15-120 

2Т331В-1  30-220 

2Т331Д-1  30-240 

при  Т = 398  К : 

2Т331А-1 20-130 

2Т331Б-1,  2Т331Г-1  40-250 

2Т331В-1,  2Т331Д-1  80-500 

Постоянное  прямое  напряжение  эмиттер-база  при 
С/кБ  = 5 В,  /3=1  мА: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1,  2Т331Д-1  0,55-0,75  В 
КТ331А-1,  КТ331Б-1,  КТ331В-1,  КТ311Г-1  . . . . 0,5-0,75  В 
Обратный  ток  коллектора  при  1/Кб  = 15  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,2  мкА 

при  Т = 398  К 2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1, 

2Т331Г-1,  2Т331Д-1 10  мкА 
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Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵэъ  — 3 В не  более : 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  7=  398  К 2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1, 

2Т331Г-1,  2Т331Д-1 Ю мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В не 

более 5 пф 

типовое  значение  2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1, 

2Т331Г-1 Пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/э б = 1 В не  бо- 
лее   8 пФ 

типовое  значение  2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1, 

2Т331Г-1,  2Т331Д-1 5*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  ЛЭБ  < 10  кОм 15  В 

при  ЛЭБ  < 100  кОм  2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1, 

2Т331Г-1,  2Т331Д-1 10  В 

Постоянное  напряжение  змиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  базы 5 мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  -і-  358  К 2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1, 

2Т331Г-1,  2Т331Д-1 15  мВт 

при  Т = 213  -і-  348  К КТ331А-1,  КТ331Б-1,  КТ331В-1, 

КТ331Г-1 15  мВт 

при  Т = 398  К : 


2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1,  2Т331Д-1  3 мВт 

КТЗЗІА-1,  КТ331Б-1,  КТ331В-1,  КТ331Г-1  . , . . 2,5  мВт 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка эмиттера. 
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от  тока  эмиттера. 
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Общее  тепловое  свпротивление: 

2Т331А-1,  2Т331Б-1,  2Т331В-1,  2Т331Г-1  . . . . 
КТ331А-1,  КТ331Б-1,  КТ331В-1,  КТ331Г-1  . . . 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды * • • 


3300  К/Вт 
4000  К/Вт 
408  К 
От  213 
до  398  К 


2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1,  2Т332Г-1, 
2Т332Д-1,  КТ332А-1,  КТ332Б-1,  КТ332В-1, 
КТ332Г-1,  КТ332Д-1 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  высокочастотные  и 
СВЧ  усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на 
частоте  100  МГц. 

Предназначены  для  усиления  и генерирования  сигналов  высокой 
частоты. 

Бескорпусные,  без  кри- 
сталлодержателя, с гибкими 
выводами  и защитным  по- 
крытием эмалью.  Выпуска- 
ются в сопроводительной 
таре.  Обозначение  типа  при- 
водится на  этикетке. 

Масса  транзистора  не 
более  0,003  г. 


0,6 


т\| 


Змиттер/  Ваза  'Коллектор 


30°' 


Ф0,0Ч 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  Скб  = 5 В,  /э  = 3 мА  не 
менее : 

2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1,  КТ332А-1,  КТ332Б-1, 

КТ332В- 1 250  МГц 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1,  КТ332Г-1,  КТ332Д-1  ....  500  МГц 
типовое  значение: 

2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1  450»  МГц 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1  550*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Скб  = 

= 5 В,  /э  = 1 мА,  / = 5 МГ ц не  более 300  пс 

типовое  значение  2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1, 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 80*  пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  ЦКБ  = 5 В,  /э  = 

= 1 мА,  / = 100  МГц  не  более 8 дБ 

типовое  значение  2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1, 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 5*  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С/Кб  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Г=  29*  К: 

2Т332А-1,  КТ332А-1 20-60 
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2Т332Б-1,  2Т332Г-1,  КТ332Б-1,  КТ332Г-1  . . . . 
2Т332В-1,  2Т332Д-1,  КТ332В-1,  КТ332Д-1  . . . . 
при  Г=  213  К: 

2Т332А-1 

2Т332Б-1,  2Т332Г-1 

2Т332В-1,  2Т332Д-1 

при  Г = 398  К : 

2Т332А-1 

2Т332Б-1,  2Т332Г-1 

2Т332В-1,  2Т332Д-1 

Постоянное  прямое  напряжение  эмиттер-база  при  1/кБ  = 

= 5 В,  Іэ  = 1 мА 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ=15  В не  более: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 398  К 2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1, 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 3 В не  более : 

при  Т = 298  К 

при  Т = 398  К 2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1, 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 

Емкость  Коллекторного  перехода  при  1/ЭБ  = 5 В не 

более 

типовое  значение  2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1, 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  =1  В не 

более 

типовое  значение  2Т332А-1,  2Т332Б-І,  2Т332В-1, 
2Т332Г-1,  2Т332Д-1 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  ЛЭБ  < 10  кОм 

при  КЭБ  < 100  кОм  2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Постоянный  ток  базы 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс  . . . 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  ч-  358  К 2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1 

2Т332Г-1,  2Т332Д-1 

при  Т=  213  ч-  348  К КТ332А-1,  КТ332Б-1,  КТ332В-1 

КТ332Г-1,  КТ332Д-1 

при  Т = 398  К: 

2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1,  2Т332Г-1 

2Т332Д-1 

КТ332А-1,  КТ332Б-1,  КТ332В-1,  КТ332Г-1 

КТ332Д-1 


40-120 

80-220 

10-60 

15-120 

30-240 

20-130 

40-250 

80-500 

0,55-0,75  В 

0,2  мкА 

10  мкА 

0,5  мкА 

10  мкА 

5 пФ 

3*  пФ 

8 пФ 

5*  пФ 

15  В 

15  В 

10  В 
3 В 

20  мА 
5 мА 
50  мА 

15  мВт 
15  мВт 

3 мВт 
2,5  мВт 
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Общее  тепловое  сопротивление: 

2Т332А-1,  2Т332Б-1,  2Т332В-1,  2Т332Г-1, 

2Т332Д-1  3300  К/Вт 

КТ332А-1,  КТ332Б-1,  КТ332В-1,  КТ332Г-1, 

КТ332Д-1 4000  К/Вт 

Температура  перехода 408  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 


2Т332В-1,  2Т332Д-1, 

>1 -ктззгв-1,  ктззгд-і— 
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Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  граничной  частоты 
фициента  передачи  тока  от  тока  от  тока  эмиттера, 

эмиттера. 


1Т341А,  1Т341Б,  1Т341В,  ГТ341А,  ГТ341Б, 

ГТ 341 В 


Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  СВЧ  усилительные 
с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте  1 ГГц. 
Предназначены  для  усиления  СВЧ  сигналов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  полоско- 
выми выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  крышке  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  1 г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 
менее : 

1Т341А,  1Т341В,  ГТ341А,  ГТ341В 1,5  ГГц 

1Т341Б,  ГТ341Б 2 ГГц 

типовое  значение; 

1Т341А,  1Т341  В,  ГТ 341  А,  ГТ341В 1,95*  ГГц 

1Т341Б,  ГТ341Б 2,55*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/к Б = 

= 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 30  МГц  не  более 10  пс 

типовое  значение 7 * пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 

= 2 мА,  / = 1 ГГц,  Яг  = 50  -г-  75  Ом  не  более: 

1Т341А,  ГТ341А 4,5  дБ 

1Т341Б,  1Т341В,  ГТ 341  Б,  ГТ341В 5,5  дБ 

типовое  значение: 

1Т341А,  ГТ341А ' 4,0*  дБ 

1Т341Б,  1Т341В,  ГТ341Б,  ГТ341В 4,4*  дБ 

Максимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  * 

при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=1  ГГц 5-6  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 
при  Т=  298  К: 

1Т341А,  1Т341Б,  1Т341В 15-250 

ГТ341А,  ГТ341Б,  ГТ341В 15-300 

при  Т = 213  К ІТ341А,  1Т341Б,  1Т341В От  Уз  до  1,2 

значения  при 
Г = 298  К 

при  Т — 343  К 1Т341А,  1Т341Б,  1Т341В От  0,8  до  2,8 

значения  при 
Г = 298  К 

Граничное  напряжение  при  Іэ  — 5 мА  не  менее  ....  5 В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 5 мкА 

при  Г = 343  К 1Т341А,  1Т341Б,  1Т341В  ....  50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Т = 298  К: 

1Т341А,  ГТ341А,  1Т341Б,  ГТ341Б,  ГТ341В  при 

Сэб  = 0,3  В 50  мкА 

1Т341В  при  С/эб  = 0,5  В 50  мкА 

при  Г=  343  К: 

1Т341А,  1Т341Б  при  С/эБ  = 0,3  В 100  мкА 

1Т341В  при  С/ЭБ  = 0,5  В 100  мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 

более 20  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В не 

более 1 пФ 

типовое  значение  .. 0,5  * пФ 
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Емкость  эмиттерного  перехода  при  Сэб  ■=  0.3  В не 


более 2 пФ 

типовое  значение 0,85  * пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  эмиттера  и 

корпуса  * 0,5  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  базы  и кор- 
пуса * 0,5  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и корпуса  * 0,6  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  Лэб  = 0 ЮВ 

при  Кэб  = 1 кОм 5 В 

при  заданном  6/Бэ Ю В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

1Т341А,  ГТ341А,  1Т341Б,  ГТ341Б 0,3  В 

1Т341В,  ГТ341В 0,5  В 

Напряжение  коллектор-эмиттер  в режиме  усиления  при 

КЭБ  < 1 кОм,/>  20  кГц 5,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 333  К . 35  мВт 

при  Т=  343  К 1Т341А,  1Т341Б,  1Т341В  ....  25  мВт 

СВЧ  мощность,  падающая  на  вход  транзистора  *,  при 
Т=  298  К: 

в непрерывном  режиме 50  мВт 

в импульсном  режиме  при  ти  < 25  мкс, /-<  400  Гц . . . 250  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,8  К/мВт 

Температура  перехода,  ГТ341А,  ГТ341Б,  ГТ341В  . . . 358  К 

Температура  окружающей  среды: 

1Т341А,  1Т341Б,  1Т341В От  213  до  343  К 

ГТ341А,  ГТ341Б,  ГТ341В От  233  до  333  К 


Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  эмиттера. 
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Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  тока 
эмиттера. 


Кш,АБ  ПЗЧ1А-ПЗЧ1В, 
3>9  'ГТЗЧІА-ГТЗЧІВ 


3М 

293  303  313  323  333  343  Т,К 

Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  температуры. 


2Т354А-2,  2Т354Б-2,  КТ354А,  КТ354Б 


Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные п-р-п  СВЧ 
усилительные. 

Предназначены  для  усиления 
сигналов  высокой  и сверхвысокой 
частот.  Бескорпусные,  на  никеле- 
вом кристалле  держателе,  с гибкими 
золотыми  выводами  и с защитным 
покрытием,  изготовленным  на  ос- 
нове кремнийорганического  лака. 

Масса  транзистора  не  более 
0,003  г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  1/к  = 2 В,  /к  = 5 мА : 
при  Т = 213  К: 

2Т354А-2 

2Т354Б-2 

при  Т = 298  К: 

2Т354А-2,  КТ354А 

2Т354Б-2,  КТ354Б ‘ | ‘ ' 

при  Т = 398  К : 

2Т354А-2 

2Т354Б-2 !!!!!! 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  і/к  = 2 В, 
/э  = 5 мА,  / = 100  МГц  не  менее: 

2Т354А-2,  КТ354А 

2Т354Б-2,  КТ354Б 


20-200 

45-360 

40-200 

90-360 

40-360 

90-650 


11 

15 
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Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  /=  50—1000  Гц,  ' 1/^  = 2 В, 

/э  = 5 мА  не  более . 10  Ом 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  V к = 2 В, 

/э  = 5 мА,  /=  30  МГц  не  более: 

2Т354А-2,  КТ354А 25  пс 

2Т354Б-2,  КТ354Б 30  пс 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  ....  10  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  V к = 5 В не 

более 1,3  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І7Э  = 0 не  более  ...  1,2  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  II к = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 2Т354А-2,  2Т354Б-2 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵ-^  = А В не  более  ...  1 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?бэ  < 

^ 3 кОм  .г 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора ' . . 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  <2>  2 . . . 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 10  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мкс,  ()>  2 . . . 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г=  213  + 348  К 2Т354А-2,  2Т354Б-2  ....  30  мВт 

при  Г = 398  К 2Т354А-2,  2Т354Б-2 10  мВт 

при  Г=  213  -=-  323  К КТ354А 30  мВт 

при  Г = 358  К 16  мВт 

Температура  перехода  КТ354А,  КТ354Б 398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т354А-2,  2Т354Б-2 От  213 

до  398  К 

КТ354А,  КТ354Б От  213 

до  358  К 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 


Зависимость  относительного 
модуля  коэффициента  передачи 
тока  от  тока  эмиттера. 
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Зависимость  относительного 
модуля  коэффициента  передачи 
тока  от  напряжения  коллектор- 
эмиттер. 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 


Зависимость  относительной  ем- 
кости эмиттерного  перехода  от 
напряжения  эмиттер-база. 
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кости коллекторного  перехода 
от  напряжения  коллектор-база. 
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Зависимость  относительного  об- 
ратного тока  коллектора  от 
температуры. 


статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры. 


входного  сопротивления  от  то- 
ка эмиттера. 


2Т355А,  КТ355А 


Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  СВЧ  усилительные. 

Предназначены  для  усиления  и генерирования  электрических 
сигналов  в широком  дианазоне  частот.  Выпускаются  в металло- 
стеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Обозначение  типа  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,2  г. 
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Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  в режиме  большого  сигнала 
при  С/кб  = 5 В,  /к=  10  мА: 

при  Т = 298  К 80-300 

при  Г = 213  К 2Т355А 40-300 

при  Т = 398  К 2Т355А 80-420 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой 
в режиме  малого  сигнала  при  1/КБ  =5  В, 

/э  = 10  мА,  /=  1 кГц  не  более 10  Ом 

типовое  значение 33»  Ом 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  (УКБ  =5  В, 

/э  = 10  мА,  / = 300  МГц  не  менее 5 

типовое  значение  6* 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

і/кб  = 5 В,  /э=10  мА,  /=  30  МГц  не  более  60  пс 
Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В не 


типовое  значение 1 4*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 4 В 

не  более 2 пФ 

типовое  значение 1,2*  пФ 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4 В не  более  • 

2Т355А і мкА 

КТ355А 0,5  мкА 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 15  В не  более: 

при  Г = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 398  К 2Т355  А 5 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

2?вэ  ^ 3 кОм  ....• 15В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Ток  коллектора  . 30  мд 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 0,5  мс,  <2  > 2 60  мА 

Ток  эмиттера 30  мд 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 0,5  мс,  (9  > 2 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность' 

при  Г=  213  ч-  358  К 225  мВт 

при  Г = 398  К 85  мВт 

Температура  перехода 423  к 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 

1Т362А,  ГТ362А,  ГТ362Б 

Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  СВЧ  усилительные 
с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте  2,25  ГГц. 
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Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  СВЧ. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  полоско- 
выми выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  крышке  корпуса 
транзистора.  Для  транзисторов  1Т362А  допускается  условная  марки- 
ровка буквой  А и двумя  красными  точками  на  . фланце  ножки 
между  выводами  эмиттера  и базы. 

Масса  транзистора  не  более  2 г.  _ 

Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  С/КБ  = 3 В,  /э  = 5 мА  не 

менее 2,4  ГГц 

типовое  значение 4,8*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при 
1/КБ  = 3 В,  /э  = 5 мА,  /=100  МГц  не  более: 

1Т362А,  ГТ362А 10  пс 

ГТ362Б  . . . 20  пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  /э  = 2 мА, 

/=2,25  ГГц  не  более: 

при  СКБ  = 3 В 1Т362А,  ГТ362А 4,5  дБ 

при  С/КБ  = 3 В ГТ362Б 5,5  дБ 

при  Скб  = 5 В 1Т362А 4,5*  дБ 

типовое  значение  для  1Т362А: 

при  І/КБ  = 3 В 3,7  * дБ 

при  (/КБ  = 5 В 3,0  * дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  СКБ  = 3 В,  /э  = 5 мА: 
при  7 = 298  К: 

1Т362А,  ГТ362А  . . . 10-200 

ГТ362Б 10-250 

при  Г=  213  К 1Т362А От  0,3  до  1,5 

значения  при 
Г = 298  К 
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при  Г = 343  К 1Т362А 


От  0,5  до  2,5 
значения  при 
Г = 298  К 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 5 В не  более: 

при  Г = 298  К 5 мкА 

при  Т = 343  К 1Т362А 30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  С/э б = 0,2  В 
не  более: 

1Т362А 50  мкА 

ГТ362А,  ГТ362Б 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В не 

более 1 пФ 

типовое  значение 0,5  * пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,2  В не 

более 1 пФ 

типовое  значение  0,5*  пФ 

Коэффициент  отражения  входной  цепи  в схеме  с об- 
щим эмиттером  * при  (УКБ  = 3 В,  /к  = 2 мА, 

/=  1,95  ГГц: 

модуль 0,04 

фаза  —165° 

Коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером*  при  і/|<б  = 3 В,  /к  = 2 мА, 

/=1,95  ГГц: 

модуль 0,2 

фаза 50е 

Коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  (УКБ  = 3 В,  /к  = 2 мА, 

/=  1,95  ГГц: 

модуль 1,6 

фаза 38° 

Коэффициент  отражения  выходной  цепи  в схеме  с об- 
щим эмиттером  * при  С/КБ  = 3 В,  /к  = 2 мА, 

/=  1,95  ГГц: 

модуль 0,54 

фаза — 72° 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

.Кэб  = 1 кОм 5 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,2  В 

Постоянный  ток  коллектора  10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 298  К 40  мВт 

при  Г = 343  К 1Т362А 25  мВт 

Импульсная  СВЧ  мощность,  падающая  на  вход 
транзистора*,  при  Т—  343  К,  /=  1 ГГц,  0=  15  80  мВт 

Температура  перехода  1Т362А 358  К 
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Температура  окружающей  среды: 

1Т362А От  213  до  343  К 

ГТ362А,  ГТ362Б От  228  до  328  К 


2Т366А-1,  2Т366Б-1,  2Т366БЫ,  2Т366В-1, 
КТ366А,  КТ366Б,  КТ366В 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  универсальные  сверх- 
высокочастотные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в импульсных,  переключательных 
и усилительных  сверхвысокочастотных  схемах  герметизированной 
аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  с защитным  покрытием. 
Транзисторы  поставляются  в сопроводительной  таре  с возможностью 
измерения  их  параметров  без  извлечения  из  тары.  Маркировка  тран- 
зистора приводится  на  сопроводительной  таре  различными  точками: 
2Т366А-1  — красная;  2Т366Б-1  — черная;  2Т366Б1-1  — синяя;  2Т366В- 
1 — зеленая;  КТ366А  — две  красные;  КТ366Б  — две  черные;  КТ366В  — 
две  зеленые. 

Масса  транзистора  не  более  0,003  г. 


А 0,6  тих 


Ти.п 
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ІТ 366 А - 1 
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2Т366  61-1 
НТ366  Б 

0,75 

0,04 

гтзббв  -і 
КТ366В 

0,85 

0,04 

Электрические  параметры 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/кэ  = 2 В, 

/=  100  МГц  не  менее: 

при  /к  = 3 мА  2Т366А-1,  КТ366А 10 

12  .Полупроводниковые  приборы 
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при  /к  = 5 мА : 

2Т366Б-1,  КТ366Б 

2Т366Б1-1 

при  /к=  10  мА  2Т366В-1,  КТ366В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
(/кэ  = 2 В,  /=  5 МГц  не  менее: 

при  /э  = 3 мА  2Т366А-1,  КТ366А 

при  /э  = 5 мА  2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366Б 
при  /э  = 10  мА  2Т366В-1,  КТ366В 

Время  рассасывания  не  более: 

при  /к  = 3 мА,  /Б  = 0,3  мА  2Т366А-1,  КТ366А 
при  /к=  10  мА,  /Б  = 1 мА  2Т366Б-1,  2Т366Б1-1, 

КТ366Б 

при  /к  =15  мА,  /Б  = 1,5  мА  2Т366В- 1,  КТ366В 

Коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим  эмит- 
тером при  С/кэ  =1  В : 

при  Т = 298  К 2Т366А-1,  КТ366А  при  /э  = 1 мА, 
2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366Б  при  /э  = 5 мА, 

2Т366В-1,  КТ366В  при  /э=  15  мА 

при  Г =213  К 2Т366А-1  при  /э  = 1 мА, 
2Т366Б-1,  2Т366Б1-1  при  /э  = 5 мА,  2Т366В-1 

при  /э  = 1 5 мА 

при  Т—  358  К 2Т366А-1  при  /э  = 1 мА, 
2Т366Б-1,  2Т366Б1-1  при  /э  = 5 мА,  2Т366В-1 
при  /э  = 1 5 мА 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 
при  /к  = 3 мА,  /Б  = 0,3  мА  2Т366А-1,  КТ366А; 
при  /к  =10  мА,  /Б=1  мА  2Т366Б- 1,  2Т366Б1-1, 
КТ366Б;  при  /к  = 15  мА,  /Б  = 1,5  мА  2Т366В-1, 
КТ366В  

Напряжение  насыщения  база-эмиттер 

при  /к  = 3 мА,  /Б  = 0,3  мА  2Т366А-1,  КТ366А; 
при  /к  =10  мА,  /Б=1  мА  2Т366Б-1,  2Т366Б1-1, 

КТ366Б 

при  /к  =15  мА,  /Б  = 1,5  мА  2Т366В-1,  КТ366В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  /э  = 0,05  мА 
не  менее . 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 0,1  В, 
/=  5 МГц  не  более: 

2Т366А-1,  КТ366А 

2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366Б 

2Т366В-1,  КТ366В 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  = 0,1  В, 
/=  5 МГц  не  более: 

2Т366А-1,  КТ366А 

2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366В 

2Т366В-1,  КТ366В 
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3,5  пФ 
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Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 15  В не  более: 

при  Г = 298  К 0,1  мкА 

при  Т = 358  К 0,5  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  6'кэ  =10  В 

не  более 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  {/Эь  = 4,5  В не  более : 

при  Т = 298  К 0,1  мкА 

при  Т = 358  К 0,5  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4,5  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т366А-1,  КТ366А 10  мА 

2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366Б 20  мА 

2Т366В-1,  КТ366В 45  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс  и дли- 
тельности периода,  равной  30  мкс: 

2Т366А-1,  КТ366А 20  мА 

2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366Б 40  мА 

2Т366В-1,  КТ366В . 70  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2Т366А-1,  КТ366А  при  Лт=  1 К/мВт: 

при  Т = 343  К 30  мВт 

при  Т = 358  К 15  мВт 

2Т366Б-1,  2Т366Б1-1,  КТ366Б  при  Лт  = 0,6  К/мВт 

при  Т <,  343  К 50  мВт 

при  Т = 358  К 25  мВт 

2Т366В-1,  КТ366В  при  Кг=0,3  К/мВт 

при  Т < 343  К 90  мВт 

при  Т — 358  К 50  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ти  < 10  мкс 
и длительности  периода,  равной  30  мкс: 

2Т366А-1,  КТ366А 25  мВт 

2Т366Б- 1,  2Т366Б1-І,  КТ366Б 40  мВт 

2Т366В-1,  КТ366В 70  мВт 

Температура  перехода 373  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  358  К 

Примечание.  При  монтаже  допускается  воздействие  темпера- 
туры 423  К в течение  не  более  2 ч. 

Выводы  допускается  изгибать  с радиусом  изгиба  более  0,3  мм, 
они  должны  закрепляться  без  натяжения. 

При  монтаже  не  допускается  использование  материалов,  всту- 
пающих в химическое  и электрохимическое  взаимодействие  с за- 
щитным покрытием  и другими  элементами  конструкции  транзистора. 
В качестве  защитного  покрытия  транзистора  используется  эмаль  ЭП-91 . 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зависимость  постоянной  вре- 
мени цепи  обратной  связи  от 
тока  эмиттера. 


2Т368А,  2Т368Б,  КТ368А,  КТ368Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
усилительные  с ненормированным  (2Т368Б,  КТ368Б)  и нормирован- 
ным (2Т368А,  КТ368А)  коэффициентами  шума  на  частоте  60  МГц. 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  1 г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  С/Кб  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 
менее 900  МГц 
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типовое  значение  . . . . 1100*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/КБ  = 5 В, 

/э  = 10  мА,  / = 30  МГц  не  более 15  пс 

типовое  значение 7*  пс 

Коэффициент  шума  при  6/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА, 

/=  60  МГц,  Лг  = 75  Ом  2Т368А,  КТ368А  не  более  3,3  дБ 

типовое  значение 2,8  * дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  6/кб  =1  В,  /к  = 10  мА: 

при  Г=  298  К 50-300 

при  Г =213  К 2Т368А,  2Т368Б 25-300 

при  Г = 398  К 2Т368А,  2Т368Б 40-500 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее  15  В 

типовое  значение 25  * В 

Обратный  ток  коллектора  при  ѴКБ  =15  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 2Т368А,  2Т368Б 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  6/ЭБ  = 4 В, 

не  более 1 мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА, 

/ = 1 кГц  не  более 6 Ом 

типовое  значение 3 * Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6'КБ  = 5 В не  более  1,7  пФ 

типовое  значение 1,2  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода: 

при  6/ЭБ  = І В 2Т368А,  2Т368Б  не  более  ....  3 пФ 

при  1/ЭБ  = 1 В 2Т368А,  2Т368Б,  типовое  значение  2*  пФ 

при  (УЭБ  = 4 В КТ368А,  КТ368Б  не  более  ....  3 пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводом  эмиттера  и кор- 
пусом * 0,45  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводом  коллектора  и 

корпусом  * 0,6  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводом  базы  и кор- 
пусом * 0,4  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера* 0,08  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и базы  * 0,15  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы*  при  /=3  мм  4,5  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

7?эб  5 3 кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  ти  < 0,5  мс, 

()>  2 20  В 
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Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭб  < 3 кОм,  ти  < 0,5  мс,  <2  > 2 20  В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 30  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 0,5  мс,  ()  > 2 60  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 0,5  мс,  2 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  ч-  338  К,  р > 6650  Па 225  мВт 

при  Т=  213  -г-  338  К,  р = 665  Па 150  мВт 

при  Т = 398  К 60  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 364  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллек- 
тора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  относительной 
граничной  частоты  от  напряже- 
ния коллектор-база. 
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Зависимость  относительного  Зависимость  относительного  ко- 

максимально  допустимого  по-  эффициента  шума  от  частоты, 

стоянного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
в цепи  база-эмиттер. 


2Т371А,  КТ371А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
усилительные  с ненормированным  коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления 
сигналов  сверхвысоких  частот. 

Выпускаются  в металлокерами- 
ческом корпусе  с гибкими  полоско- 
выми выводами.  Обозначение  ти- 
па приводится  на  этикетке.  На 
крышке  корпуса  транзистора  нано- 
сится условная  маркировка  цвет- 
ными точками:  2Т371А  — одна  си- 
няя; КТ371А  — две  синие. 

Масса  транзистора  не  более 
0,3  г. 

Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 


менее 3 ГГц 

типовое  значение  2Т371А 3,6*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

6/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА,  /=  30  МГц  не  более  15  пс 

типовое  значение  2Т371А  8*  пс 

Коэффициент  шума  при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

/=  400  МГц,  Яг  = 75  Ом  2Т371А 4*  дБ 


Змтѵтер 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  I) кб  = I В,  /к  = 10  мА: 

при  Г = 298  К 30-240 

при  Г=  213  К 2Т371А 15-240 

при  Т — 398  К 2Т371А 30-400 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее  ....  10  В 

типовое  значение  2Т371А 22*  В 

Обратный  ток  коллектора  при  Г/КБ  = 10  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 2Т371А 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  СЭБ  = 3 В 

не  более 1 мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в ре- 
жиме малого  сигнала  при  (УКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА, 

/=  1 кГц  не  более 10  Ом 

типовое  значение  2Т371А 4*  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Ѵкъ  = 5 В не 

более 1,2  пФ 

типовое  значение  2Т371А 0,7*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  [/ЭБ  = 1 В не  более  1 ,5  пФ 

типовое  значение  2Т371А 0,9*  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера  * 0,2  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы  * 2,5  нГн 

Коэффициент  отражения  входной  цепи  в схеме  с общим 
эмиттером*  при  С/КБ  = 5 В,  /э=10  мА  Лг  = 50  Ом: 
при  /=  400  МГц: 

модуль 0,32 

фаза  . _56° 

при  / = 1 ГГц : 

модуль 0,14 

фаза —112° 

Коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером*  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА, 

Лр  = 50  Ом: 
при  / = 400  МГц: 

модуль 0,09 

фаза 71° 

при  /=  1 ГГц: 

модуль 0,18 

фаза 60° 

Коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером*  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА, 

7?р  — 50  Ом : 
при  / = 400  МГц: 

модуль 4Д 

фаза 90° 

при  / = 1 ГГц 

модуль 1,9 

фаза 57° 
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Коэффициент  отражения  выходной  цепи  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  С/Кб  = 5 В,  /э  = 10  мА, 
Лг  = 50  Ом: 
при  / = 400  МГц: 


модуль 0,64 

фаза — 27° 

при  /=  1 ГГц: 

модуль 0,5 

фаза —52° 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭб  < 3 кОм 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 10  мкс,  2 > 2 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  « 10  мкс,  <2  > 2 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  4-  338  К,  р > 6650  Па 100  мВт 

при  Т=  213  -т-  338  К,  р = 665  Па 65  мВт 

при  Т = 398  К 30  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,833  К/мВт 

Температура  перехода  * 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллек  - 
тора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  частоты. 


2Т372А,  2Т372Б,  2Т372В,  КТ372А,  КТ372Б, 

КТ372В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
1 ГГц. 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  сверхвысоких  частот. 

Выпускаются  в керамическом  корпусе  с гибкими  полосковыми 

выводами.  Обозначение  типа  при- 
водится на  ярлыке,  находящемся  в 
индивидуальной  упаковке.  На  кор- 
пусе между  базовым  и эмиттер- 
ным  выводами  наносится  услов- 
ная маркировка  цветными  точками  : 
2Т372А  - одна  зеленая,  2Т372Б  - 
одна  черная,  2Т372В  — одна  белая, 
КТ372А  - две  зеленые,  КТ372Б  — 
две  черные,  КТ372В  — две  белые. 
Масса  транзистора  не  более  0,2  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  і/кэ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не  менее: 

2Т372А,  КТ372А,  2Т372В,  КТ372В 2,4  ГГц 

2Т372Б,  КТ372Б  . 3,0  ГГц 

типовое  значение: 

2Т372А,  КТ372А 4,35  * ГГц 

2Т372Б,  КТ372Б 4,80*  ГГц 

2Т372В,  КТ372В 3,75*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при 

(7кб  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  30  МГц  не  более 9 пс 

типовое  значение 4*  пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  1/КБ  = 5 В, 

/э  = 2 мА,  / = 1 ГГц  не  более : 

2Т372А,  КТ372А 3,5  дБ 

2Т372Б,  КТ372Б,  2Т372В,  КТ372В 5,5  дБ 

типовое  значение: 

для  2Т372А,  КТ372А 2,9  * дБ 

для  2Т372Б,  КТ372Б 3,5  * дБ 

для  2Т372В,  КТ372В 3,8*  дБ 

Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  * при 

1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  1 ГГц 10- 14,5  дБ 

типовое  значение 12*  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером*  при  і/къ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 

2Т372А,  2Т372Б,  2Т372В 10-90 

КТ372А,  КТ372Б,  КТ372В  не  менее 10 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 15  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 398  К 10 

Обратный  ток  эмиттера  при  I/ эБ  = 3 В не  более: 

при  Т = 298  К 20  мкА 

при  Г = 398  К 200  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 5 В не 

более 1 пФ 

типовое  значение 0,65  * пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  С/эв  = 0 В не  более  1,5  пФ 

типовое  значение 1,2  пФ 

Коэффициент  отражения  входной  цепи  в схеме  с общим 
эмиттером  * при  Ѵкэ  = 5 В,  /к  = 5 мА,  Рвх  = 1 мкВт, 

/=  1 ГГц: 

модуль 0,14 

фаза — 149° 

Коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  і/кэ  =5  В,  / к = 5 мА, 

Рвх  — 1 мкВт,  / = 1 ГГц: 

модуль 0,093 

фаза 59° 

Коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме 
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с общим  эмиттером*  при  І/кэ  = 5 В,  /к  = 5 мА, 
Рт  = 1 мкВт,  /=  1 ГГц: 


модуль  

фаза 

3,29 

76° 

Коэффициент  отражения  выходной  цепи  в 

схеме  с об- 

щим  эмиттером  * при  1/кэ  = 5 В, 
Рвх  = 1 мкВт,  /=  1 ГГц: 

< 

•О 

II 

•2? 

модуль  

фаза 

0,623 

-30° 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

/?ЭБ  < 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭБ  < 10  кОм,  тн  < 10  мкс,  /=  50  Гц 15  В 

Постоянный  ток  коллектора до  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора' 

при  Т=  213  -н  373  К 50  мВт 

при  Т — 398  К : 

2Т372А,  2Т372Б,  2Т372В 30  мВт 

КТ372А,  КТ372Б,  КТ372В 25  мВт 

Импульсная  СВЧ  мощность,  падающая  на  вход  тран- 
зистора *,  при  Т « 343  К,  /=  1 ГГц,  2 > 1 5 80  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 1 К/мВт 

Температура  перехода 428  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  398  К 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  тока 
эмиттера. 
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О 0,5  1 1,5  2 2,5?,. ГГц 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  частоты. 


1Т374А-6 


Транзистор  германиевый  планарный  п-р-п  СВЧ  усилительный 
коэффициентом  шума  на  частоте  2,25  ГГц. 


с нормированным 

Предназначен  для  приме- 
нения во  входных  и последую- 
щих каскадах  усилителей  сверх- 
высоких частот. 

Бескорпусный,  на  керами- 
ческом кристаллодержателе,  с 
контактными  площадками. 
Обозначение  типа  приводится 
на  ярлыке,  находящемся  в ин- 
дивидуальной упаковке. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,004  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  І/КБ  = 3 В,  /э  = 2 мА 

не  менее  

типовое  значение  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

[/КБ  = 3 В,  /э  = 2 мА,  /=100  МГц  не  более 

типовое  значение  

Минимальный  коэффициент  шума  при  С«б  = 3 В, 

/э  = 2 мА,  / = 2,25  ГГ ц не  более 

типовое  значение  

Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности*  при 

С/КБ  = 3 В,  /э  = 2 мА,  /=  2,25  ГГц 

типовое  значение  


2,4  ГГц 
3,6*  ГГц 

10  пс 
4*  пс 

4,5  дБ 
4*  дБ 

3-7,6  дБ 
6 дБ 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 


щим эмиттером  при  С/КБ  = 3 В,  /э  = 2 мА: 

при  Г = 298  К 10-100 

при  7-=  213  К От  0,3  до 

1,5  значения 
при  Т = 298  К, 
но  не  менее  8 

при  Г = 343  К От  0,5  до  3 

значений  при 
Г = 298  К 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 5 В не  более  • 

при  Г =298  К ; 5 мкА 

при  Г = 343  К 30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 0,3  В не  более  100  мкА 
Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 5 В не  более  1 пФ 

типовое  значение 0 7 * пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Ѵэв  = 0,3  В не 

более ] пф 

типовое  значение 05*  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

7?эб  ^ 1 кОм з з 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,3  В 

Постоянный  ток  коллектора до  мд 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора- 

при  Т=  213  -318  К 25  мВт 

при  Г = 343  К до  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 15  К/мВт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  343  К 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  граничной  частоты 
фициента  передачи  тока  от  тока  от  тока  коллектора, 

эмиттера. 
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Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  эмиттера. 


,аБ 

%0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1 1,25  1,5  1,75  2 2,, 25?, ГГц 

Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 
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2Т382А,  2Т382Б,  КТ382А,  КТ382Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
400  МГц. 

Предназначены  для 
применения  во  входных 
и последующих  каскадах 
усилителей  высокой  ча- 
стоты и СВЧ. 

Выпускаются  в ме- 
таллокерамическом кор- 
пусе с гибкими  полоско- 
выми выводами.  Обозна- 
чение типа  приводится  на 
этикетке.  На  крышке  кор- 
пуса наносится  условная 
маркировка  цветными 
точками:  2Т382А  — одна 
черная,  КТ382А  — две  чер- 
ные, 2Т382Б  — одна  крас- 
ная, КТ382Б  — две  крас- 
ные. 

Масса  транзистора 
не  более  0,3  г. 

Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 

менее 1,8  ГГц 

типовое  значение 2,25*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  30  МГц: 

2Т382А,  КТ382А  не  более 15  пс 
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типовое  значение 6*  пс 

2Т382Б,  КТ382Б  не  более 10  пс 

типовое  значение 5,5  * пс 

Коэффициент  шума  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,/=  400  МГц, 

Кг  — 75  Ом: 

2Т382А,  КТ382А  не  более 3 дБ 

типовое  значение 2,2  * дБ 

2Т382Б,  КТ382Б  не  более 4,5  дБ 

типовое  значение 2,5  * дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Ѵкъ  = 1 В,  /э  = 5 мА: 

при  Г = 398  К 40-330 

при  Г = 21 3 К 2Т382А,  2Т382Б 30-330 

при  Г = 398  К 2Т382А,  2Т382Б  . 40-450 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  ....  10  В 

типовое  значение 20  * В 

Обратный  ток  коллектора  при  Г'КБ  =15  В не  более : 

при  Г = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 398  К 2Т382А,  2Т382Б 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  СЭБ  = 3 В не  более  1 мкА 
Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в режи- 
ме малого  сигнала  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

/=  1 кГц  не  более 10  Ом 

типовое  значение 3 « Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не  более  2 пф 

типовое  значение • ] * пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  ѴЭБ  = 1 В не  более  2,5  пФ 

типовое  значение 1^6*  пф 

Индуктивность  каждого  вывода  * 4 нГн 

Коэффициент  отражения  входной  цепи  в схеме  с общим 
эмиттером*  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  400  МГц, 

/?г  = 50  Ом : 

модуль 0,26 

фаза -133° 

Коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  Г'КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

/=  400  МГц,  Лг  = 50  Ом: 

модуль 0,102 

фаза 66° 

Коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  [7КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

/=400  МГц,  Дг  = 50  Ом: 

модуль 4,15 

фаза 86° 

Коэффициент  отражения  выходной  цепи  в схеме  с общим 
эмиттером  * при  СКБ  =5  В,  /э  = 5 мА,  / = 400  МГц, 

7?г  = 50  Ом : 

модуль 0,54 

фаза —35° 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ДЭБ  < 3 кОм 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  <2  > 2 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  т„  < 10  мкс,  <2>  2 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  -=-  338  К,  р>  6650  Па 100  мВт 

при  Т = 213  4-  338  К,  р = 665  Па 70  мВт 

при  Г = 398  К 30  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 833  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллек- 
тора. 

Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 

Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 
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Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  частоты. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  температуры. 
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1Т383А-2,  1Т383Б-2,  1Т383В-2,  ГТ383А-2, 
ГТ383Б-2,  ГТ383В-2 

Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  СВЧ  усилительные 
с нормированным  коэффициентом  шума  на  частотах  1 ГГц  (1Т383Б-2, 
ГТ383Б-2),  2,25  ГГц  (1Т383А-2,  ГТ383А-2)  и 2,83  ГГц  (1Т383В-2’ 
ГТ383В-2). 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  сверхвысоких  частот. 

Выпускаются  в керамичес- 
ком негерметизированном  кор- 
пусе с гибкими  полосковыми  вы- 
водами. На  крышке  корпуса  со 
стороны  вывода  эмиттера  нано- 
сится условная  маркировка  цвет- 
ными точками:  1Т383А-2  — 
розовая,  1Т383Б-2  — белая, 
1Т383В-2  — синяя,  ГТ383А-2  — 
черная  и розовая,  ГТ383Б-2  — 
черная  и белая,  ГТ383В-2  — 
черная  и синяя. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,1  г. 


Ма-ркчроВочные  точки. 
Эгшттер ^ 

Номентор 


1,8 


0,61 


0,1 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока 
в схеме  с общим  эмиттером  при  і/кб  = 3,2  В, 


/э  = 5 мА  не  менее : 

1Т383А-2,  ГТ383А-2 2,4  ГГц 

1Т383Б-2,  ГТ383Б-2  1,5  ГГц 

1Т383В-2,  ГТ383В-2 3,6  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
С/КБ  = 3,2  В,  /э  = 5 мА,  /=  30  МГц  не  более: 

1Т383А-2,  1Т383Б-2,  ГТ383А-2,  ГТ383Б-2  ....  10  пс 

1Т383В-2,  ГТ383В-2  15  лс 

Коэффициент  шума  при  С/кэ  = 3,2  В,  /э  = 2 мА  не 
более : 

1Т383А-2,  ГТ383А-2,  при  / = 2,25  ГГц 4,5  дБ 

1Т383Б-2,  ГТ383Б-2  при  / = 1 ГГц 4,0  дБ 

1Т383В-2,  ГТ383В-2  при  / = 2,83  ГГц 5,5  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  6/КБ  = 3,2  В,  /э  = 5 мА: 
при  Г =298  К: 

1Т383А-2,  1Т383В-2,  ГТ383А-2,  ГТ383В-2  . . . 15-250 

1Т383Б-2,  ГТ383Б-2 10-250 

при  Т = 21 3 К 

1Т383А-2,  1Т383В-2 От  0,3  до 

1,5  значения 
при  Г = 298  К, 
но  не  менее  8 

1Т383Б-2 От  0,3  до 

1,5  значения 
при  Г = 298  К, 
но  не  менее  6 


при  Т — 343  К 1Т383А-2,  1Т383Б-2,  1Т383В-2  От  0,5  до  2,5 

значения  при 
Г = 298  К 


Обратный  ток  коллектора  при  I/ кБ  = 5 В не  более: 

при  Т = 298  К 5 мкА 

при  Г = 343  К 1Т383А-2,  1Т383Б-2,  1Т383В-2  30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ІУэБ  = 0,5  В не  более : 

при  Т = 298  К 50  мкА 

при  Г = 343  К 1Т383А-2,  1Т383Б-2,  1Т383В-2  100  мкА 
Емкость  коллекторного  перехода  при  1/къ  = 3,2  не  более  1 пФ 

типовое  значение 0,6  * пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/эБ  = 0,3  В не 
более : 

1Т383А-2,  ГТ383А-2 1 пФ 

1Т383Б-2,  1Т383В-2,  ГТ383Б-2,  ГТ383В-2 1,2  пФ 

Коэффициент  отражения  входной  цепи  в схеме  с об- 
щим эмиттером  * при  С/кБ  = 3,2  В,  /э  = 5 мА, 

/=  2,25  ГГц: 

модуль 0,017 


371 


— 104' 


фаза 

Коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  І/КБ  = 3,2  В,  /э  = 5 мА, 
/=2,25  ГГц: 

модуль  

фаза 

Коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  І/КБ  = 3,2  В,  /э  = 5 мА, 
/=  2,25  ГГц: 

модуль  

фаза 

Коэффициент  отражения  выходной  цепи  в схеме  с об- 
щим эмиттером  * при  V КБ  = 3,2  В,  /э  = 5 мА, 
/=  2,25  ГГц: 

модуль  

фаза 


0,195 

68° 


1,29 

67,5° 


0,655 

-35° 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 1 кОм 5 3 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 328  К 25  мВт 

при  Т = 343  К 1Т383А-2,  1Т383Б-2,  1Т383В-2  16  мВт 

Импульсная  СВЧ  мощность,  падающая  на  вход  тран- 
зистора при  Т = 298  К,  ти  « 100  мкс,  (?>  20  ...  . 50  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 1,25  К/мВт 

Температура  перехода 363  К 

Температура  окружающей  среды: 

1Т383А-2,  1Т383Б-2,  1Т383В-2 От  213 


ГТ383А-2,  ГТ383Б-2,  ГТ383В-2 


до  343  К 
От  233  до 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  коллектора. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  тока 
коллектора. 
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О 0,5  1 1,5  2 2,5?, ГГц 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  частоты. 
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Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  температуры. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  темпе- 
ратуры. 


2Т384А-2,  2Т384АМ-2,  КТ384А,  КТ384АМ 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
переключательные  маломощные. 

Предназначены  для  применения  в системах  памяти  ЭВМ,  в им- 
пульсных, переключающих  каскадах  наносекундного  диапазона  гер- 
метизированной аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  защитным  покрытием  на 
керамическом  (2Т384А-2,  КТ384А)  и металлическом  (2Т384АМ-2, 
КТ384АМ)  кристаллодержателях. 

Поставляются  в сопроводительной  таре,  позволяющей  без  из- 
влечения из  нее  транзисторов  проводить  измерение  их  электри- 
ческих параметров.  Обозначение  типа  приводится  на  сопроводитель- 
ной таре. 

Масса  транзистора  на  керамическом  кристаллодержателе  не  более 
0,015  г,  на  металлическом  не  более  0,004  г. 
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Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 10  мА,  ти  < 30  мкс 

и (?»  50  2Т384А-2,  2Т384АМ-2, 15-34*  В 

типовое  значение  24*  В 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 

= 150  мА,  /Б  = 15  мА: 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2  0,25* -0,53  В 

типовое  значение 0 28  * В 

КТ384А,  КТ384АМ  не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 150  мА, 

/Б  = 1 5 мА : 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2  . . 0,81*- 1,15  В 

типовое  значение 0 91*  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 150  мА,  /Б1  = /Б2  = 1 5 мА  • 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2 12  Нс 

КТ384А,  КТ384АМ 15  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  ІІКЭ  =1  В,  /к  = 1 50  мА  . . . . 30-180 

типовое  значение 90  * 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Ѵкэ  = 10  В, 

/к  = 100  мА,  /=100  МГц 4^ _із* 

типовое  значение 1 1 5 * 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 


2Т384А-2,  2Т384АМ-2: 

при  СКБ  = 30  В и Г=  213  4- 298  К 10  мкА 

при  {/КБ  = 20  В и Т — 398  К 100  мкА 

КТ384А,  КТ384АМ  при  СКБ  = 30  В и Г=  298  К 10  мкА 
Обратный  ток  эмитттера  не  более: 

2Т384-2,  2Т384АМ-2  при  С7ЭБ  = 5 В: 

при  Т=  213  4-  298  К 10  мкА 

при  Г=  398  К 100  мкА 

КТ384А,  КТ384АМ  при  І/ЭБ  = 4 В и Г=  298  К 10  мкА 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 0 2Т384А-2, 
2Т384АМ-2  не  более: 
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при  (УкБ  = 30Ви  Г=  213  Ки  Т = 298  К 10  мкА 

при  [/КБ  = 20  В и Т = 398  К 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  =10  В, 

/=  10  МГц  2Т384А-2,  2Т384АМ-2 1,3* -4  пФ 

типовое  значение . . . 1,7*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/ЭБ  = 0,5  В, 

/=  10  МГц  2Т384А-2,  2Т384АМ-2 7* -20  пФ 

типовое  значение 8 * пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постояннное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ  = 5,0  кОм  КТ384А,  КТ384АМ 30  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2: 

при  Гк  = 213  = 373  К 30  В 

при  Тк  = 398  К 20  В 

КТ384А,  КТ384АМ 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2 5,0  В 

КТ384А,  КТ384АМ 4,0  В 

Постоянный  ток  коллектора  2Т384А-2,  2Т384АМ-2, 

КТ384А,  КТ384АМ . 0,3  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 5 мкс, 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2,  КТ384А,  КТ384АМ 0,5  А 

Постоянная  рассеиваема^  мощность  коллектора: 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2 : 

при  Гк  = 213  = 358  К 0,3  Вт 

при  Тк  = 398  К 0,06  Вт 

КТ384А,  КТ384АМ: 

при  Тк  = 228  = 343  К 0,3  Вт 

при  Гк  = 358  К 0,2  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-подложка 1 10  К/Вт 

Температура  р-п  перехода: 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2  408  К 

КТ384А,  КТ384АМ 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т384А-2,  2Т384АМ-2 От  213 

до  398  К 

КТ384А,  КТ384АМ От  228 

до  358  К 

Примечания:  1.  Для  2Т384А-2,  2Т384АМ-2  при  Тк  = 

= 358  = 398  К максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая 
мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 

макс  = (408  - ГК)/(ЛТ.П.ПД  + Лт.пд-к)- 

2.  Монтаж  транзисторов  в микросхемы  осуществляется  сле- 
дующим образом.  Место  монтажа  в микросхеме  смачивается  спирто- 
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канифольным  флюсом  (10-30%  канифоли,  90-70%  спирта).  Затем 
укладывается  фольга  припоя  ПОС-61  (ГОСТ  21931-76)  толщиной 
30  мкм,  размером  1,9  х 1,9  мкм.  Допускается  нагрев  микросхемы 
до  (473  ± 5)  К в течение  10  с.  В момент  пайки  транзистор  при- 
жимается к месту  монтажа  пинцетом.  Усилие  прилагается  к боко- 
вым поверхностям  кристаллодержателя. 

Допускаются  другие  методы  монтажа  транзисторов  в микросхемы, 
обеспечивающие  надежный  тепловой  контакт  подложки  транзистора 
с корпусом  микросхемы  и целостность  конструкции  транзистора. 

При  монтаже  транзисторов  в микросхемы  должны  быть  приня- 
ты меры,  исключающие  возможность  перегиба  выводов  и соприкос- 
новения их  и кристалла  транзистора  с острыми  краями  элементов 
микросхемы.  Рекомендуется  выводы  транзисторов  и место  сварки 
или  пайки  закреплять  лаками.  При  этом  не  допускается  использование 
материалов,  вступающих  в химическое  и электрохимическое  взаимо- 
действие с защитным  покрытием  и другими  элементами  конструкции 
транзистора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  щения  база-эмиттер  от  тока 

тока  коллектора.  коллектора. 
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Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-эмиттер. 


1Т387А-2,  1Т387Б-2 


Транзисторы  германиевые  планарные  п-р-п  СВЧ  генераторные 


маломощные. 

Предназначены  для  усиления 

Бескорпусные,  на  керамиче- 
ском кристаллодержателе,  с гиб- 
кими полосковыми  выводами 
и керамической  крышкой. 

Выпускаются  в индивиду- 
альной таре-спутнике,  обозначе- 
ние типа  приводится  на  таре. 
На  крышке  транзистора  нано- 
сится условная  маркировка  цвет- 
ными точками:  1Т387А-2  — чер- 
ная, 1Т387Б-2  — белая. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,1  г. 


генерирования  СВЧ  сигналов. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  в режимр  автогенератора  при 
{/«б  = 7 В,  /э  = 50  мА  не  менее : 

1Т387А-2  при  /=  3 ГГц 50  мВт 

1Т387Б-2  при  /=4  ГГц 50  мВт 

медианное  значение  не  менее: 

1Т387А-2  при  /=  3 ГГц 75  мВт 

1Т387Б-2  при  /=4  ГГц 65  мВт 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/^ б =3  В,  Іэ  = 50  мА  не 
менее : 

1Т387А-2 2,16  ГГц 

1Т387Б-2 3,0  ГГц 
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Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1>КБ  = 5 В, 
Іэ  — 30  мА,  /=  30  МГц  не  более: 

1Т387А-2 

1Т387Б-2 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  С/КБ  = 7 В 
не  менее : 

1Т387А-2  в схеме  с общей  базой  при  /=  2,25  ГГц 

Лк  = 30% 

1Т387Б-2  в схеме  с общим  эмиттером  при 

/=  0,5  ГГц,  /э  = 20  мА 

Минимальный  коэффициент  шума  * при  І/КБ  = 7 В : 

1Т387А-2  в схеме  с общим  эмиттером  при 

/э  = 5 -г-  30  мА : 

при  /=0,1  ГГц 

при  /=  1 ГГц * ’ 

1Т387Б-2  при  /э  = 10  -ь  20  мА: 
пРи/=  0,5  ГГц  в схеме  с общим  эмиттером  . . . 

при  /=  1 ГГц  в схеме  с общей  базой 

ПРИ  /=  2,5  ГГц  в схеме  с общей  базой 

Граничное  напряжение  при  /э  = 50  мА  не  менее  .... 
Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 10  В не  более: 

при  Т = 213  К и Т=  298  К 

при  Т = 343  К 

Обратный  ток  эмиттера  при  {/ЭБ  = 0,2  В не  более : 

при  7=213  К и Г = 298  К 

при  Т = 343  К 

Сопротивление  базы  * при  Окб  = 7 В,  Іэ  = 50  мА  не 

более 

Сопротивление  коллектор-база  * при  Г'КБ  = 7 В, 

Іэ  = 50  мА  не  более 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В не 

более  

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  С/ЭБ  = 0 В не 

более  

Индуктивность  базы  в режиме  насыщения  * при  С/КБ  = 0 В, 

/к  = 50  мА,  /=  1 ГГц  не  более 

Коэффициент  отражения  входной  цепи  в схеме  с общим 
эмиттером  * при  Скэ  = 5 В : 
при  /к  = 10  мА,  /=  0,5  ГГц: 

модуль  

фаза 

при  /к  = 30  мА,  /=  0,5  ГГц: 

модуль  

фаза 

при  /к  = 10  мА,  /=  1 ГГц: 

модуль  

фаза 

при  /к  = 30  мА,  /=  1 ГГц 

модуль  

фаза 


6,5  пс 
4,0  пс 


2 

10 


2.5  дБ 
5 дБ 

3 дБ 
4,8  дБ 

7.5  дБ 

8 В 

10  мкА 
100  мкА 

10  мкА 
100  мкА 

9 Ом 

4.5  Ом 
3 пф 

4,5  пФ 
0,45  нГн 


1,78 

-140° 

1,55 

-150° 

1,92 

-165° 

1,78 

-175° 
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Коэффициент  обратной  передачи  напряжения  в схеме 
с общим  эмиттером  * при  V кэ  = 5 В : 
при  /к  = 10  мА,  / = 0,5  ГГц: 

модуль —14,5  дБ 

фаза 61  ° 

при  /к  = 30  мА,  / = 0,5  ГГц: 

модуль —14,2  дБ 

фаза 20  ° 

при  /к  = 10  мА,  / = 1 ГГц: 

модуль —10,5  дБ 

фаза 60 0 

при  /к  = 30  мА,  /=  1 ГГц: 

модуль  -10  дБ 

фаза 61  ° 

Коэффициент  прямой  передачи  напряжения  в схеме  с 
общим  эмиттером*  при  С/кэ  = 5 В: 
при  /к  = 10  мА,  / = 0,5  ГГц: 

модуль  8 дБ 

фаза  81° 

при  /к  = 30  мА,  / = 0,5  ГГц: 

модуль 0,5  дБ 

фаза 25° 

при  /к  = 10  мА,  / = 1 ГГц: 

модуль 4 дБ 

фаза 60 

при  /к  = 30  мА,  /=  1 ГГц: 

модуль 4,5  дБ 

фаза 69 0 

Коэффициент  отражения  выходной  цепи  в схеме  с 
общим  эмиттером  * при  (Укэ  = 5 В : 
при  /к  = 10  мА,  /=  0,5  ГГц: 

модуль 1-.29 

фаза —55° 

при  /к  = 30  мА,  /=  0,5  ГГц: 

модуль 1.45 

фаза — 40  ° 

при  /к  = Ю мА,  /=  1 ГГц: 

модуль 1.62 

фаза —52° 

при  /к  = 30  мА,  /=  1 ГГц: 

модуль 1.38 

фаза — 61  ° 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

7?Эб  4 100  Ом  8 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,2  В 
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Импульсный  ток  коллектора  при  298  К,  ти  < 10  мкс, 


б > 100  140  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Тк  = 213  -ь  303  К 175  мВт 

при  Гк  = 343  К 85  мВт 

Рассеиваемая  мощность  коллектора  в режиме  усиления 
мощности : 

при  7"к  = 213  -ь  303  К 300  мВт 

при  Гк  = 343  К 120  мВт 

Температура  перехода 373  к 

Температура  кристалло держателя От  213  до 

343  К 

При  эксплуатации  обязательно  применение  теплоотвода, 
обеспечивающего  тепловое  сопротивление  переход- 
окружающая  среда  не  более 250  К/Вт 


3,5 

3.25 

3.0 
Ь 2,75 
ч?  2,5 

2.25 

2.0 


1 1 1 
1Т387А-2 

| 1 

'0  10  20  30  40  50Іэ,мА 

Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  эмиттера. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти в режиме  автогенератора  от 
напряжения  коллектор-база. 


10  20  30  40  50  60Іэ,мА  0 10  20  30  40  50Рвх,мВт 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти в режиме  автогенератора 
от  тока  эмиттера. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной  в усилителе 
класса  С в схеме  с общей  базой. 
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КТ391А-2,  КТ391Б-2,  КТ391В-2 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
3,6  ГГц. 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  сверхвысоких  частот. 

Бескорпусные,  на  керамическом  кристаллодержателе,  с гибкими 
полосковыми  выводами  и приклеиваемой  керамической  крышкой. 
Обозначение  типа  приводится  на  ярлыке,  находящемся  в инди- 
видуальной таре.  На  крышке  транзистора  наносится  условная  мар- 
кировка цветными  точками:  КТ391А-2  — две  черные,  КТ391Б-2  — 
две  белые,  КТ391В-2  — две  синие. 

Масса  транзистора  не  более  0,2  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  э = 7 В,  /э  = 5 мА : 

КТ392А-2,  КТ391Б-2  не  менее 5 ГГц 

типовое  значение 6*  ГГц 

КТ391В-2  не  менее 4 ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при 

ЦКБ  = 7 В,  /э  = 5 мА,  / = 100  МГц  не  более  ....  3,7  пс 

типовое  значение 3 пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  6/кб  = 7 В, 

/э  = 5 мА,  / = 3,6  ГГц  не  более: 

КТ391А-2 4,5  дБ 

КТ391Б-2 5,5  дБ 

КТ391В-2 6 дБ 

типовое  значение: 

КТ391А-2 3,5*  дБ 

КТ391Б-2 5,2*  дБ 

Максимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  при 
1/КБ  = 7 В,  Іэ  = 5 мА,  /=  3,6  ГГц: 

КТ391А-2,  КТ391Б-2  не  менее 6 дБ 

типовое  значение 7*  дБ 

КТ391В-2  не  менее 4 дБ 
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Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  * при 

^кб  = 7 В,  /э  = 5 мА,  / = 3,6  ГГ ц не  менее 

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = 7 В,  /э  = 5 мА  не 

менее  

типовое  значение  

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т = 298  К: 

КТ391А-2,  КТ391Б-2  при  СКБ  = 10  В . . 

КТ391В-2  при  ѴКБ  = 7 В 

при  Т=  398  К: 

КТ391А-2,  КТ391Б-2  при  СКБ  = 10  В . 

КТ391В-2  при  І/КБ  = 7 В 

Обратный  ток  эмиттера  не  более' 

КТ391А-2,  КТ391Б-2,  при  СЭБ  = 2 В . . 

КТ391В-2  при  1/ЭБ  = 1 В 

Выходная  мощность  * при  снижении  усиления  на  1 дБ 
при  І/КБ  = 7 В,  /=  3,6  ГГц: 

при  /э  = 5 мА  не  менее 

типовое  значение  

при  /э  = 7 мА  не  менее 

типовое  значение  

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  в 
схеме  с общей  базой  * при  6/КБ  = 7 В,  /э  = 5 мА 

не  более 

типовое  значение  

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 5 в 

более  

типовое  значение  

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  6'ЭБ  = 0 В 

более 

типовое  значение  

Емкость  корпуса  входная  * 

Емкость  корпуса  выходная  * 

Емкость  корпуса  проходная  * 

Индуктивность  вывода  базы  * при  / = 1 мм  ! ’ [ 
Индуктивность  вывода  эмиттера  при  параллельном  соеди 

нении  выводов  * при  / = 1 мм 

Индуктивность  вывода  коллектора  * при  / = 1 мм  . 
Индуктивность  выводов  корпуса  * 0 


3,5  дБ 
5*  дБ 


20 

90* 


0,5  мкА 
0,5  мкА 

2 мкА 
2 мкА 

20  мкА 
20  мкА 


2 мВт 
2,5  мВт 

3 мВт 

4 мВт 


8,5  Ом 
6,7  Ом 

0,7  пф 
0,5*  пФ 

1 пФ 
0,8  пФ 
0,18  пф 
0,26  пф 
0,04  пФ 
0,87  нГн 

0,43  нГн 
0,87  нГн 
,69  нГн/мм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база' 

КТ391А-2,  КТ391Б-2 15  в 

КТ391В-2 ‘ ,о  в 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?эб  < Ю кОм 10  В 
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Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

КТ391А-2,  КТ391Б-2 2 В 

КТ391В-2 1 В 

Постоянный  ток  коллектора Ю мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  -=-  358  К 70  мВт 

при  Г = 398  К 50  мВт 

СВЧ  мощность,  падающая  на  вход  транзистора*,  при 
І/КБ  = 7 В,  /э  = 5 мА,  /=  3,6  ГГц: 

непрерывная 70  мВт 

импульсная  при  ти  < 10  мкс,  ^ > 1000  200  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  частоты  при 
настройке  на  минимум  коэффи- 
циента шума. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  частоты  при 
настройке  на  минимум  коэффи- 
циента шума. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  частоты  при 
настройке  на  минимум  коэффи- 
циента шума. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  частоты  при 
настройке  на  максимум  коэф- 
фициента усиления. 
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Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  частоты  при 
настройке  на  максимум  коэф- 
фициента усиления. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  частоты  при 
настройке  на  максимум  коэф- 
фициента усиления. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  в 50-омном  трак- 
те от  частоты. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  от  температуры. 


1 


1,5  2 2,5  3 3,5 -Г,  ГГц 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  в 50-омном  трак- 
те от  частоты. 


Зависимость  коэффициентов  шу- 
ма и усиления  в 50-омном  трак- 
те от  частоты. 
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2Т396А-2,  КТ396А-2 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ 
усилительные  с ненормированным  коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления 
сигналов  сверхвысоких  частот. 

Бескорпусные,  на  никелевом 
кристаллодержателе,  с гибкими  вы- 
водами и защитным  покрытием 
на  основе  кремнийорганического 
лака. 

Выпускаются  в сопроводитель- 
ной таре.  Обозначение  типа  при- 
водится на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,003  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  (7  кб  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 

менее 2,1  ГГц 

типовое  значение  2Т396А-2 2,75*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

(7Кб  = 2 В,  Іэ  = 5 мА, /=  30  МГц  не  более  ....  15  пс 

типовое  значение  2Т396А-2 2,7*  пс 

Время  задержки  включения  в схеме  дифференциального 

усилителя  * при  /к  = 20  мА 0,6  нс 

Время  нарастания  в схеме  дифференциального  усили- 
теля * при  /к  = 20  мА 0,8  нс 

Время  задержки  выключения  в схеме  дифференциаль- 
ного усилителя  * при  /к  = 20  мА 0,9  нс 

Время  спада  в схеме  дифференциального  усилителя  * 

при  /к  = 20  мА 0,65  нс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в охеме  с 
общим  эмиттером  при  С/кб  = 2 В,  /к  = 5 мА: 

при  Г = 298  К 40-250 

при  Г =213  К 20-250 

при  Г = 358  К КТ396А-2  40-500 

при  Г = 398  К 2Т396А-2  40-500 

Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее  ...  10  В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/Кб=15  В не 
более : 

при  Г = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 358  К КТ396А-2 5 мкА 

при  Г = 398  К 2Т396А-2 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  V эб  = 3 В не  более  ...  1 мкА 
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Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в режиме 
малого  сигнала  при  І/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА, 

/=  50  -г-  1000  Гц  не  .более П Ом 

типовое  значение  2Т396А-2 6 1*  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  ГКБ  = 5 В не 

более 1 ,5  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/ЭБ  = 1 В не 

более 2 пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера*  не  более 0,52  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы  * не 

более 13  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

лэб  = 3 кОм і о В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 40  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 40  мА 

Импульсный  ток  коллектора 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  = 338  К 2Т396А-2 30  мВт 

при  Т=  213  = 323  К КТ396А-2 30  мВт 

при  Г = 358  К КТ396А-2 16  мВт 

при  Г = 398.  К 2Т396А-2 10  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление: 

2Т396А-2 к/мВт 

КТ396А-2 2,5  К/мВт 

Температура  перехода: 

2Т396А-2  . 423  к 

КТ396А-2  398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т396А-2 От  213  до 

398  К 

2Т397А-2  От  213  до 

358  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в составе  микро- 
схем с тепловым  сопротивлением  участка  между  нижней  поверхностью 
кристаллодержателя  и окружающей  средой  Кт  максимально  допусти- 
мая постоянная  рассеиваемая  мощность,  мВт,  рассчитывается  по 
формуле 


^макс  — (7ц  макс  — Г)/(0, 1 5 + Л7-), 

но  не  должна  превышать  100  мВт  для  транзистора  2Т396А-2  и 
80  мВт  для  транзистора  КТ396А-2. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллек- 
тора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  относительной  гра-  Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит-  ничной  частоты  от  напряжения 
тера.  коллектор-база. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


13* 


2Т397А-2,  КТ397А-2 


База.  Коллектор  Знаттер 


Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные п-р-п  СВЧ 
усилительные  с ненормированным 
коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления 
сигналов  высокой  частоты. 

Бескорпусные,  на  керамиче- 
ском кристаллодержателе,  с гибки- 
ми выводами  и защитным  покры- 
тием на  основе  кремнийоргани- 
ческого  лака.  Выпускаются  в 
сопроводительной  таре.  Обозначе- 
ние типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,02  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 2 мА  не 

менее ' 500  МГц 

типовое  значение  КТ397А-2 1,06*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  ЦКБ  = 

= 5 В,  /э  = 2 мА,  /=  30  МГц  не  более  ....  40  пс 

типовое  значение  2Т397А-2 18*  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /к  = 2 мА: 

при  Т = 298  К 40-300 

при  Г =213  К 20-300 

при  Г = 358  К КТ397А 40-600 

при  Г = 398  К 2Т397А 40-600 

Граничное  напряжение  при  /э  = 2 мА  не  менее  ...  25  В 

Обратный  ток  коллектора  при  = 40  В не  более : 

при  Т = 298  К 1 мкА 

при  Г = 358  К КТ397А  . 10  мкА 

при  Г = 398  К 2Т397А 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СэБ  = 4 В не  более  ...  1 мкА 

Входное  сопротивление  в схеме  с общей  базой  в режи- 
ме малого  сигнала  при  СкБ  = 5 В,  /э  = 2 мА, 

/=  50  -г-  1000  Гц  не  более 25  Ом 

типовое  значение  2Т397А-2 17,5*  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С^е  = 5 В не 

более 1,3  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  — 1 В не 

более  1,5  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера* 0,1  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы*  . . . 13  нГн 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  7?эб  < 

< 10  кОм 40  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

^ ^ 2 20  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 1 0 мкс,  2 . . . 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  7 = 213  -н  363  К 2Т397А-2  . . 120  мВт 

при  7 = 213  ->  338  К КТ397А-2 120  мВт 

при  7=  358  К КТ397А-2 80  мВт 

при  7=  398  К 2Т297А-2 50  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,5  К/мВт 

Температура  перехода: 

2Т397А-2  423  К 

КТ397А-2  398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т397А-2 От  213  до 

398  К 

КТ397А-2 От  213  до  358  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в составе  микро- 
схем с тепловым  сопротивлением  участка  между  нижней  поверхностью 
кристаллодержателя  и окружающей  средой  Кт  при  общем  тепловом 
сопротивлении  не  более  0,5  К/мВт  максимально  допустимая  постоян- 
ная рассеиваемая  мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Лиакс  = (Т’п.макс  - Т)К 0,1  + Кт\ 

но  не  должна  превышать  225  мВт  для  транзистора  2Т397А-2  и 
180  мВт  для  транзистора  КТ397А-2. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 
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1,4 
1,3 
1,2 
1,1 
1,0 
0,9 
0,8 

О 8 16  24  32  40икв,В 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  по- 
стоянного напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
в цепи  эмиттер-база. 


КТ399А 

Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  СВЧ 
усилительный  с нормированным  коэффициентом  шума  на  часто- 
те 400  МГц. 

Предназначен  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  высокой  и сверхвысокой  частот. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  1 г. 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 

менее 1,8  ГГц 

типовое  значение 2,4*  — 2,9*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
І/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА,  /=  30  МГц  не 

более 

типовое  значение  

Минимальный  коэффициент  шума  при  V КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  400  МГц  не  более 

типовое  значение  

Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  * 

при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  400  МГц  ....  11,5-13,0  дБ 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/|<Б  =1  В,  /э  = 5 мА: 


при  Т = 298  К не  менее 40 

типовое  значение 80*  — 170* 

Обратный  ток  коллектора  при  ЦКБ  = 15  В, 

Т = 298  К не  более 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  (/КБ  = 3 В 

не  более 1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скб  = 5 В не 

более 1,7  пФ 

типовое  значение 1,5*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/Эб  = 1 В не 

более 3 пФ 

типовое  значение 2,1*  — 2,6*  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводом  эмиттера 

и корпусом  * 0,45  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводом  коллектора 

и корпусом  * 0,6  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводом  базы 

и корпусом* 0,4  пФ 

Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и базы  * 0, 1 5 пФ 


8 пс 
6,2*  пс 


2 лБ 

1 Т*_  1 7*  „К 
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Емкость  конструктивная  между  выводами  коллектора 

и эмиттера  * 0,08  пФ 

Индуктивность  выводов  эмиттера  и базы  * при 

I — 3 мм 4,5  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Лэб  5 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

()  > 2 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мкс, 

()>  2 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  ч-  328  К,  р < 6650  Па 150  мВт 

при  Т = 213  -г  328  К,  р = 665  Па 105  мВт 

при  Г = 398  К 39  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


— 1 — 
КТ 399 А 
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Зона  возможных  положений 
приведенной  зависимости  коэф- 
фициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 

Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощно- 
сти от  тока  эмиттера. 

Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 


О 2,5  5 7,5  10  12,5 иКБ, В 


10~3  Ю~2  ІО'1  1 10  ІО2  МГц  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0, 9 Г, ГГц 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  частоты. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощности 
от  частоты. 


КТ3101А-2 


Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  СВЧ 
усилительный  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частотах 
1 и 2,25  ГГц. 

Предназначен  для  применения  во  входных  и последующих  кас- 
кадах усилителей  сверхвысоких  частот. 

Бескорпусный,  на  керамическом  кристалло держателе,  с гибкими 
полосковыми  выводами  и приклеиваемой  компаундом  керамической 
крышкой.  Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,04  г. 
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7,7 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  І/КБ  = 5 В,  /э=10  мА  не 

менее 4,0  ГГц 

типовое  значение 4,5*  ррц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

Нкб  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  30  МГц  не  более  ...  10  пс 

типовое  значение 5*  пс 

Минимальный' коэффициент  шума: 

при  С/кв  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  2,25  ГГц  не 

более 4,5  дБ 

типовое  значение 3,3* 4,1*  дБ 

при  1/КБ  = 2 В,  /э  = 2 мА,  /=  1 ГГц  не 

более 3,0  дБ 

типовое  значение 1,8*  — 2 2*  дБ 

Максимальный  коэффициент  усиления  по  мощности: 
при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА,  /=  2,25  ГГц  не 

менее  6 дБ 

типовое  значение 8,2*  — 9 8*  дБ 

при  1/КБ  = 2 В,  /э  = 2 мА,  /=  1 ГГц 13,0-17,5  дБ 

Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  * : 

при  ПКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, /=  2,25  ГГц  . . . . 6,3 -8,7  дБ 

при  ѴКБ  = 2В,/Э  = 2 МА,  /=  1 ГГц 8, 0-9,1  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  І/КБ  =1  В,  /к  = 5 мА, 

7’=  298  К 35-300 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  =15  В, 

Т = 298  В не  более 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  С/ЭБ  = 

= 2,5  В не  более 1 МкА 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  (/КБ  = 5 В не 

более 1,5  пФ 

типовое  значение 0,65*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (УЭБ  = 1 В не 

более 2,5  пФ 

типовое  значение 1,0*  пФ 

Индуктивность  вывода  базы  * 2 нГн 

Индуктивность  вывода  эмиттера* 2 нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

і/Эб  = 10  кОм  15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс, 

<2  > 2 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  ти  < 10  мкс, 

2 > 2 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  -т-  318  К ' . 100  мВт 

при  Т = 358  К 50  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,8  К/мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

358  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в составе  мик- 
росхем должен  быть  обеспечен  теплоотвод  от  кристалла  с 
і?т-<0,8  К/мВт. 


Приведенная  зависимость  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощности 
от  тока  эмиттера. 
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Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


7,5  10  12,5  и кь  ,8 

Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощности 
от  напряжения  коллектор-база. 


О 0,4  0,8  1,2  1,6  20  Г,, ГГц 


Приведенная  зависимость  коэф-  Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  частоты.  фициента  усиления  по  мощно- 

сти от  частоты. 


КТ3106А-2 

Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  СВЧ  уси- 
лительный с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
120  МГц. 

Предназначен  для  применения  во  входных  и последующих  ка- 


скадах усилителен  высокой  час 
тоты. 

Бескорпусный,  на  никелевом 
кристаллодержателе,  с гибкими 
выводами  и защитным  покрытием 
на  основе  кремнийорганического 
лака.  Выпускается  в сопроводи- 
тельной таре.  Обозначение  типа 
приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,003  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  І/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 

менее 1 ГГц 

типовое  значение 1,6*—  2,2*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

І/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА,  / = 30  МГц  не  более  ...  10  пс 

типовое  значение 6,4*  — 9,0*  пс 

Коэффициент  шума  при  V кБ  = 5 В,  /э  = 5 мА, 

Кг  = 50  Ом,  /=120  МГц  не  более 2 дБ 

типовое  значение 1,06*  — 1,8*  дБ 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  (Ук б = 

= 5 В,  /э  = 5 мА, /=  120  МГц,  Дг=  50  Ом  . . . 17-18  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  V кБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 

менее 40 

типовое  значение  100* 

Граничное  напряжение*  при  /э  = 5 мА 21— 28  В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/Кб  =15  В не 

более 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Г = 298  К,  С/ЭБ  = 

= 2,5  В не  более 1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В не 

более 2 пФ 

типовое  значение 1,5*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/эб  = 1 В не 

более 3,5  пФ 

типовое  значение  3,0*  пФ 

Индуктивность  вывода  базы* 13  нГн 

Индуктивность  вывода  эмиттера* 13  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭб  < 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  ти  < 10  мкс, 

()>  2 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  т„  < 10  мкс, 

2 > 2 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  ч-  323  К 30  мВт 

при  Г = 358  К 16  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление . 2,5  К/мВт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

358  К 
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Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в составе 
микросхем  должен  быть  обеспечен  теплоотвод  от  кристалла  с 
Рі  < 2,5  К/мВт. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


1,50 

1,25 
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Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  напряжения 
коллектор-база. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 
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Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  напряжения 
коллектор-база. 


1Т3110А-2 


Транзистор  германиевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  СВЧ  гене- 
раторный маломощный. 

Предназначен  для  усиления  и генерирования  сигналов  сверхвы- 
соких частот. 


Бескорпусный,  на  керамичес- 
ком кристаллодержателе,  с гиб- 
кими полосковыми  выводами  и ке- 
рамической крышкой.  Выпускается 
в индивидуальной  таре-спутнике, 
обозначение  типа  приводится  на 
таре.  На  крышке  наносится  услов- 
ная маркировка  — зеленая  точка. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,2  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  СкБ  = 3 В,  /э  = 50  мА  не  менее  2,5  ГГц 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (7кб  = 5 В, 


/э  = 30  мА,  / = 100  МГц  не  более 5 пс 

Выходная  мощность  в режиме  автогенератора  при 

{/КБ  = 7 В,  Іэ  = 5 мА,  /=  4 ГГц  не  менее 50  мВт 

медианное  значение  не  менее 65  мВт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  і/кб  = 7 В, 

/э  = 20  мА,  г|К  = 40%: 

при  /=  0,5  ГГц 10  дБ 

при  /=  1 ,0  ГГ 8,2  дБ 

при  /=  2,25  ГГц 6,6  дБ 
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Минимальный  коэффициент  шума  * при  (/«Б  = 7 В, 

/э=  10  ч-  20  мА: 

при  / = 0,5  ГГц  в схеме  с общим  эмиттером  ...  3 дБ 

при /=  1 ГГц  в схеме  с общей  базой 4,8  дБ 

при /=  2,5  ГГц  в схеме  с общей  базой 7,5  дБ 

Граничное  напряжение*  при  /э  = 50  мА  не  менее  . ...  8 В 

Обратный  ток  коллектора  при  (УКБ  =10  В не  более: 

при  Т—  213  К и Т = 298  К 50  мкА 

при  7 = 343  К 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 0,2  В не  более : 

при  7=213  К и 7 = 298  К 50  мкА 

при  7 = 343  К 100  мкА 

Сопротивление  базы  * при  СКБ  = 7 В,  /э  = 50  мА  не  более  9 Ом 
Сопротивление  коллектор-база  * при  СКБ  = 7 В,  /э  = 50  мА 

не  более 4,5  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В не  более  3,5  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  I/  = 0 В не  более  4,5  пФ 

Индуктивность  базы  в режиме  насыщения  * при  СКБ  = 0 В, 

/к  = 50  мА,  /=  1 ГГц  не  более 0,45  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Л < 

« 100  Ом  . 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,2  В 

Постоянный  ток  коллектора  при  7 = 298  К 17,5  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  7 = 298  К,  ти  < 10  мкс, 

140  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
в статическом  режиме: 

при  7=213  ч-  303  К 175  мВт 

при  7 = 343  К 85  мВт 

в динамическом  режиме: 

при  7=  213  ч-  303  К 300  мВт 

при  7 = 343  К 120  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление  * 250  К/Вт 

Температура  перехода 373  К 

Температура  кристаллодержателя От  213  до 

343  К 


Примечание.  При  эксплуатации  обязательно  применение  тепло- 
отвода, обеспечивающего  тепловое  сопротивление  переход-окружаю- 
щая  среда  не  более  250  К/Вт. 
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10  20  30  40  50  ВО  ІЭ)мА 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти в режиме  автогенератора 
от  напряжения  коллектор-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти в режиме  автогенератора 
от  тока  эмиттера. 


2Т3115А-2,  2Т3115Б-2,  КТ3115А-2,  КТ3115В-2, 

КТ3115Г-2 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ  уси- 
лительные с нормированным  коэффициентом  шума  на  частотах  4 
(2Т3115Б-2)  и 5 ГГц. 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  сверхвысоких  частот. 


Бескорпусные,  на  керамическом 
кристаллодержателе,  с гибкими  по- 
лосковыми выводами  и приклеи- 
ваемой керамической  крышкой. 
Обозначение  типа  приводится  на 
ярлыке,  находящемся  в индивиду- 
альной таре.  На  крышке  тран- 
зистора наносится  условная  марки- 
ровка цветным  кодом : 2Т31 15А-2  — 
красная  точка;  2Т31 15Б-2  — желтая 
точка;  КТ31 15А-2  — красная  поло- 
ска; КТ3115В-2  — желтая  полоска; 
КТ31 15Г-2  — синяя  полоска. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,2  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота*  при  ^КБ  = 6 В,  /э  = 5 мА  не  менее  5,8  ГГц 

типовое  значение 7,0  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при  С/КБ  = 7 В, 

/э  = 5 мА, /=  100  МГц  не  более 3,8  пс 

типовое  значение 3 пс 
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Минимальный  коэффициент  шума  при  V — 7 В 
/э  = 5 мА:  КБ 

2Т3115А-2,  КТ3115А-2  при  /=  5 ГГц  не  более  ...  5 дБ 

типовое  значение 4,5  * дБ 

2Т3115Б-2,  КТ3115В-2  при  /=4  ГГц  не  более  ...  3,6  дБ 

типовое  значение 3,4*  дБ 

КТ3115В-2  при  /=  5 ГГц  не  более 4,6  дБ 

КТ3115Г-2  при  /=5  ГГц  не  более 6,0  дБ 

Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  при 
б^КБ  = 7 В,  /э  = 5 мА : 

2Т31І5А-2,  КТ3115А-2,  КТ3115В-2  при  /=  5 ГГц 

не  менее 5 дБ 

типовое  значение 6,7  * дБ 

2Т3115Б-2,  КТ3115В-2  при/=  4 ГГц  не  менее  . ...  6 дБ 

типовое  значение 7,5  * дБ 

КТ3115Г-2  при  /=  5 ГГц  не  менее 4 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не  менее  ....  15 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г=  298  К: 

2Т3115А-2,  2Т3115Б-2,  КТ3115А-2,  КТ3115В-2  при 

б^кБ  =Ю  В 0,5  мкА 

КТ3115Г-2  при  ѴКБ  = 7 В 0,5  мкА 

при  Г=  398  К: 

2Т3115А-2,  2Т3115Б-2,  КТ3115А-2,  КТ3115В-2  при 

б^кБ  = Ю В 20  мкА 

КТ3115Г-2  при  [/КБ  = 7 В 20  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ѴЭБ  = 1 В не  более : 

2Т3115А-2,  2ТЗІ15Б-2,  КТ3115А-2,  КТ3115В-2  ...  20  мкА 

КТ31 15Г-2 35  мкА 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  в схеме 
с общей  базой  * при  С/КБ  = 7 В,  /э  = 1 мА  не  более  9 Ом 

типовое  значение 6,5  Ом 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  1/КБ  = 5 В не  более  0,6  пФ 

типовое  значение 0,33  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  1/ЭБ  — 1 В не  более  0,5  пФ 

типовое  значение 0,46  пФ 

Коэффициент  интермодуляционных  искажений  третьего 
порядка*  при  І/КБ  = 7 В,  Ртх  = 100  мкВт: 

при  /э  = 7 мА От  —51  до 

-62  дБ 

при  /3  = 5 мА От  —45  до 

-54  дБ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т3115А-2,  2Т3115Б-2,  КТ3115А-2,  КТЗП5В-2  ...  10  в 

КТ3115Г-2 7 В 
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Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Лэ Б < 

< 1 кОм: 

2Т3115А-2,  2Т3115Б-2,  КТ3115А-2,  КТ3115В-2  . . . 10  В 

КТ3115Г-2 7 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 1 В 

Постоянный  ток  коллектора 8,5  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  - 243  К 2Т3115А-2,  2Т3115Б-2, 

КТ3115А-2,  КТ3115В-2 70  мВт 

при  Т=  213  -г-  358  К КТ3115Г-2 50  мВт 

при  Т = 398  К 35  мВт 

СВЧ  мощность,  падающая  на  вход  транзистора  *, 
при  Т « 358  К,  /=  3,6  ГГц: 

непрерывная 25  мВт 

импульсная  при  ти  « 1 мкс: 

при  /повт  = 1 кГц 500  мВт 

при  /повт  = 25  кГц 100  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


Зависимость  минимального  ко- 
эффициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  оптимального  ко- 
эффициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма в 50-омном  тракте  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  максимального  ко- 
эффициента усиления  по  мощ- 
ности от  тока  эмиттера. 


0 2 4 6 8 10  Із,  мА 


Зависимость  оптимального  ко- 
эффициента усиления  по  мощ- 
ности от  тока  эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  в 50-омном 
тракте  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  частоты. 


2Т3120А,  КТ3120А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ  уси- 
лительные с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
400  МГц. 
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Предназначены  для  применения  во 
входных  и последующих  каскадах  уси- 
лителей сверхвысоких  частот. 

Выпускаются  в металлокерамиче- 
ском корпусе  с гибкими  полосковыми 
выводами.  Обозначение  типа  приво- 
дится на  этикетке.  На  крышке  корпуса 
наносится  условная  маркировка  цвет- 
ными точками:  2Т3120А  — одна  белая, 
КТ3120А  — две  белые. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  С/Кб  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  менее  1,8  ГГц 

типовое  значение 3 * ГГ ц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  V кб  = 5 В, 

/э  = 10  мА,  /=  30  МГц  не  более 8 пс 

типовое  значение 3,8  * пс 

Минимальный  коэффициент  шума  при  С/КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  / = 400  МГц  не  более 2 дБ 

типовое  значение 1,3*  дБ 

Коэффициент  шума  при  С/Кб  = 5 В,  /э  = 5 мА,  Кг  = 50  Ом, 

/ = 400  МГц  не  более 2,2  дБ 

типовое  значение 1,6*  дБ 

Оптимальный  коэффициент  усиления  по  мощности  при 

С/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 400  МГц  не  менее  ....  10  дБ 

типовое  значение 13,5*  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С/к  б = 1 В,  /к  = 5 мА: 

при  Т = 298  К не  менее 40 

типовое  значение 124* 

при  Т=  213  К не  менее 20 

при  Т = 398  К не  менее 40 

Обратный  ток  коллектора  при  С/кб  =15  В не  более: 

при  Г=  298  К 0,5  мкА 

при  Г = 398  К 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/эб  = 3 В не  более  ...  1 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 5 В не  более  2 пФ 

типовое  значение  1,4*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 1 В не  более  3,2  пФ 
типовое  значение 2,5  * пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ = 

= 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 
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Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс,  ()  > 2 . . . 40  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  при  хи  < 10  мкс,  ()  > 2 . . 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т=  213  4-  338  К 100  мВт 

при  7"=  398  К 30  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,86  К/мВт 

Температура  перехода ’ 423  к 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  напряжения 
коллектор-база. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощности 
от  напряжения  коллектор-база. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента усиления  по  мощности 
от  тока  эмиттера. 
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Приведенная  зависимость  коэф-  Приведенная  зависимость  коэф- 
фициента шума  от  частоты.  фициента  усиления  по  мощно- 

сти от  частоты. 


1Т612А-4,  ГТ612А-4 


Транзисторы  германиевые  пла- 
нарные п-р-п  СВЧ  генераторные 
маломощные. 

Предназначены  для  усиления 
и генерирования  сигналов  сверх- 
высоких частот  в герметизиро- 
ванной аппаратуре. 

Бескорпусные,  на  керамическом 
кристаллодержателе,  с металлизи- 
рованными контактными  выступа- 
ми и покрытым  эмалью  кристал- 
лом. Выпускаются  в индивидуаль- 
ной таре-спутнике.  Обозначение  ти- 
па приводится  на  таре. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,2  г. 


Электрические  параметры 


1,6  0,6 


Граничная  частота  при  С/КБ  = 5 В,  /э  = 50  мА  не  менее  1,5  ГГц 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (УКБ  = 3 В, 

/э  = ВО  мА,  /=  30  мГ ц не  более 7 пс 

Выходная  мощность  в режиме  автогенератора  при 
= 8 В,  /э  = 90  мА,  у=  2 ГГц: 

1Т612А-4  не  менее 150  мВт 

медианное  значение  не  менее 180  мВт 

ГТ612А-4  не  менее 200  мВт 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  при  /=  1 ГГц, 

Чк  = 65%  1Т612А-4  не  менее 3 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА  1Т612А-4  не  менее  8 В 
Обратный  ток  коллектора  при  1/кБ  =12  В не  более: 

1Т612А-4: 

при  Г =213  К и Г = 298  К 5 мкА 

при  Г = 343  К 50  мкА 
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ГТ612А-4  при  Т = 298  К мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ѴЭБ  = 0,2  В не  более  • 

1Т612А-4: 

при  Г = 213  К и Т=  298  К 5 мкА 

при  Т = 343  К 50  мкА 

ГТ612А-4  при  Т = 298  К Ю МКА 


Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В не  более  3,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  п-)Гі  < 

« 10  Ом  1Т612А-4 . 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора  при  Г =298  К ГТ612А-4 
Импульсный  ток  коллектора  при  Г =298  К,  ти  < 10  мкс 

<2  > 100  1Т612А-4 ; 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора' 
1Т612А-4: 


12  В 

8 В 

0,2  В 
120  мА 

200  мА 


при  Т = 213  = 308  К 

при  Г = 343  К 

ГТ612А-4  при  Г = 298  К 

Рассеиваемая  мощность  коллектора  в режиме 
мощности  и автогенератора: 

при  Г=  298  К ГТ612А-4 

при  Г=  213  -г  308  1Т612А-4  . . . . 

при  Т = 343  К 

Температура  перехода 

Температура  кристаллодержателя : 

1Т612А-4 

ГТ612А-4 


. . . . 360  мВт 

. . . . 190  мВт 

. . . . 360  мВт 

усиления 


. . 570  мВт 

. . 570  мВт 

. . 225  мВт 

. . 373  К 

От  218  до  343  К 
От  213  до  343  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзистора 
обязательно  применение  теплоотвода,  обеспечивающего 
тепловое  сопротивление  переход-окружающая  среда  не 
более  138  К/Вт 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  напря- 
жения коллектор-база. 
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ч°/° 

32 
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27 
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Зависимость  КПД  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимость  коэффициента  уси-  Зависимость  КПД  от  входной 
ления  по  мощности  от  выход-  мощности, 

ной  мощности. 


1Т614А 


Транзистор  германиевый  пла- 
нарный п-р-п  СВЧ  генераторный 
маломощный. 

Предназначен  для  работы  в 
генераторных  схемах  в герметизи- 
рованной аппаратуре. 

Бескорпусный  на  керамическом 
кристаллодержателе  с металлизи- 
рованными контактными  выступа- 
ми и покрытым  эмалью  крис- 
таллом. Обозначение  типа  приво- 
дится в этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,2  г. 


Эмиттер 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  V КБ  = 9 В,  /к  = 70  мА, 
/=  500  МГц  в схеме  с общей  базой  не  менее  . . . 
Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/кэ  = 5 В, 

/к  = 50  мА,  /=  100  МГц  не  менее 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/кБ  = 5 В, 

/э  = 50  мА, /=  30  МГц  не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 50  мА 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  =12  В не  более- 

при  Т=  213  К и 298  К 

при  Т = 343  К ’ ’ 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 0,5  не  более : 

при  Г=  213  и 298  К 

при  Т = 343  К 


200  мВт 
10 

15  пс 

15-250 

10  мкА 
60  мкА 

5 мкА 
10  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 12  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭб  = 0 9 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0 5В 

Постоянный  ток  коллектора 200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  7=  213  = 323  К 400  мВт 

при  Г = 343  К 200  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 100  К/Вт 

Температура  перехода  363  ^ 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

343  К 


Примечание.  Температура  припоя  при  монтаже  транзистора 
в схему  должна  быть  не  выше  503  К.  Время  пайки  не  должно 
превышать  3 с. 
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Зависимость  выходной  мощно-  Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор-  сти  от  частоты, 

база. 
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Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  тока 
эмиттера. 


6 

10  30  50  70Іэ,мА 


КТ633Б 

Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  СВЧ 
универсальный. 

Предназначен  для  работы  в усилительных  и импульсных  схемах. 
Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  3 г. 
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Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером  при  С/кб  = 1 В,  /э  = 10  мА 

Граничное  напряжение*  при  /э  = 10  мА  не  менее  . . . 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 100  мА,  /Б  = 10  мА  не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 100  мА, 

/Б  = 10  мА  не  более 

типовое  значение  


20-160 
15  В 

0,6  В 

1,5  В 
0,85*  В 


Время  рассасывания  при  = 10  мА,  ІБ  = 10  мА  не  более  30  нс 

типовое  значение 6 * нс 

Время  выключения*  при  1/ЭБ  = 1,5  В,  Ік  = 10  мА 

_ /б = 3 мА ; 9 нс 

Время  выключения*  при  С/ЭБ  = 1,5  В,  /к  = 10  мА, 

= 3 мА 13  нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  на  /=  100  МГц, 

при  С/кэ  = 10  В,  /к  = 100  мА  не  менее 5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при/=  5 МГц, 

І/к  = 10  В,  /э  = 30  мА 10  пс 


Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 10  В не  более  4,5  пФ 
Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/ЭБ  = 0,5  В не  более  25  пФ 
Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 30  В не  более  ...  10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4,5  В не  более  ...  10  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  7/кэ  = 30  В не  более  3 мкА 
Коэффициент  шума*  при /=  20  МГц,  С/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  6 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,2  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс,  0 > 50  0,5  А 

Постоянный  ток  базы 012А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора- 
ми Г*  = 228  + 298  К 1>2  Вт 

при  Тк  = 358  К 0,24  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
ти  < 10  мкс,  ^ > 50: 

при  Т = 228  ч-  298  К 0 72  Вт 

при  Т=  358  К (Г  15  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  среда  347  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 104  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  228  до 

358  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  при  температуре  пайки  не 
более  523  К в течение  не  более  10  с при  наличии  теплоотвода  в 
месте  пайки.  Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм 
от  корпуса  транзистора.  Допустимая  величина  электростатического 
потенциала  1000  В. 


О 50  100  150200  250  300  Ік,  мА  0 50  100  150  200  250  500  Ік  ,м  А 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 
фициента  передачи  тока  от  тока  щения  коллектор-эмиттер  от  то- 
коллектора.  ка  коллектора. 


Зависимость  емкости  коллек-  Зависимость  тока  коллектора  от 
торного  перехода  от  напряже-  напряжения  коллектор-база, 

ния  коллектор-база. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 
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КТ640А-2,  КТ640Б-2,  КТ640В-2 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  СВЧ  ге- 
нераторные. 

Предназначены  для  применения  в схеме  с общей  базой  в усили- 
тельных и генераторных  устройствах  в диапазоне  I - 7,2  ГГц  в герме- 
тизируемой аппаратуре. 


Бескорпусные,  на  металлокера- 
мическом держателе,  с полосковы- 
ми выводами.  Условное  обозна- 
чение типа  приводится  на  верхней 
части  держателя : КТ640А-2  - чер- 
ная полоска,  КТ640Б-2  - белая  по- 
лоска, КТ640В-2  — синяя  полоска. 
Обозначение  типа  приводится  в эти- 
кетке. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,2  г. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  /=  7 ГГц,  1/КБ  =15  В,  /к  = 

= 45  мА,  Рвх  = 25  мВт: 

КТ640А-2,  КТ640Б-2  не  менее 80  мВт 

типовое  значение 100  мВт 

КТ640В-2,  типовое  значение 80  мВт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  /=  7 ГГц, 

Скб=15  В,  /к  = 45  мА,  Рвх  = 25  мВт  КТ640А-2І 

КТ640Б-2,  типовое  значение 6 дБ 

Фаза  коэффициента  передачи  тока  при  /=  1 ГГц, 

(/КБ  = 5 В не  более : 

КТ640А-2: 

при  /к  = 30  мА 0,33  рад 

при  /к  = 50  мА 0,47  рад 

КТ640Б-2,  КТ640В-2: 

при  /к  = 30  мА 0,26  рад 

при  /к  = 50  мА 0,44  рад 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
СКБ  = 5 В не  менее : 

КТ640А-2: 

при  /к  = 30  мА 3,0  ГГц 

при  /к  = 50  мА 2,1  ГГц 

КТ640Б-2,  КТ640В-2: 

при  /к  = 30  мА 3,8  ГГц 

при  /к  = 50  мА 2,3  ГГц 

типовое  значение: 

при  /к  = 30  мА 

при  /к  - 50  мА 

Критический  ток  * при  С/КБ  = 5 В,  типовое  значение 
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5,0*  ГГц 
4,0*  ГГц 
50  мА 


Модуль  коэффициента  обратной  передачи  напряжения  в 
схеме  с общей  базой  при  1/Кб  = '5  В,  /к  = 30  мА, 

/=  100  МГц  не  более: 

КТ640А-2 1,5 -ІО-3 

КТ640Б-2,  КТ640В-2 3,0- 10“3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте*  при  І/КБ  = 15  В,  /к  = 30  мА,  типовое  зна- 
чение : 

КТ640А-2 0,6  пс 

КТ640Б-2,  КТ640В-2 1,0  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  ІУкб  = 15  В не 

более 1,3  пФ 

типовое  значение 0,9*  пФ 

Активная  емкость  коллектора*  при  Е/кб  =15  В,  типо- 
вое значение 0,15  пФ 

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора* 

при  СКБ  = 15  В,  типовое  значение 0,50  пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение  ....  0,12  пФ 

Емкость  коллекторного  вывода  *,  типовое  значение  0,28  пФ 
Емкость  эмиттерного  вывода*,  типовое  значение  . . . 0,16  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/Эб  = 0 не  более  3 пФ 

типовое  значение 1,8*  пФ 

Сопротивление  базы*,  типовое  значение 4 Ом 

Последовательное  сопротивление  коллектора  *,  типовое 

значение 2 Ом 

Индуктивность  вывода  эмиттера  внутренняя  *,  типовое 

значение 0,5  н Гн 

Индуктивность  вывода  базы  внутренняя  *,  типовое  зна- 
чение   0,3  нГн 

Индуктивность  вывода  коллектора  внутренняя*,  типовое 

значение 0,5  нГн 

Обратный  ток  коллектора  при  Скб  = 25  В не  более  1 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/Эб  = 3 В не  более  0,1  мА 

Минимальный  коэффициент  шума  * при  Л"Ур  = 8 дБ 
КТ640А-2,  типовое  значение: 

при  6/(сб  = 15  В,  — 10  мА,  У=  4 ГГц  •••■..  5,5  дБ 

при  1/КБ  = 10  В,  /к  = 15  мА,  /=  6 ГГц 8,0  дБ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  .......  ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т от  213  К до  Тк  = 333  К 600  мВт 

при  Гк  = 398  К 165  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 150  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  корпуса От  213 

до  398  К 
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Примечание.  Монтаж  транзисторов  в схему  осуществляется 
припайкой  металлизированного  основания  держателя  к теплоотво- 
ду при  Т < 423  К.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не 
менее  2 мм  от  держателя  при  Т < 533  К,  допускается  пайка  вы- 
водов на  расстоянии  0,5  мм  от  держателя  при  Г < 423  К в течение 
не  более  3 с. 

Не  рекомендуется  напряжение  питания  более  15  В. 


Зависимость  фазы  коэффициента 
передачи  тока  от  тока  коллек- 
тора. 


Зависимость  фазы  коэффициен- 
та передачи  тока  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента обратной  передачи  напря- 
жения от  тока  коллектора. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента обратной  передачи  напря- 
жения от  напряжения  коллек- 
тор-база. 
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ск>п<*> 

1,6 

V 

0,3 

0,4 

о 5 ю 15  гоикв,в 

Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 


О 0,6  1,2  1,8  г,чиЭБ,в 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 


О 3 6 9 12  15  і/кБ,В  0 3 6 9 12  15икв,В 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 


О 3 6 9 12  15икв,В 


14  Полупроводниковые  приборы 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента отражения  входной  цепи 
и его  фазы  от  частоты. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента прямой  передачи  напряже- 
ния и его  фазы  от  частоты. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента обратной  передачи  напря- 
жения и его  фазы  от  частоты. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента отражения  выходной  цепи 
и его  фазы  от  частоты. 


р-п-р 

1Т313А,  1Т313Б,  1Т313В,  ГТ313А,  ГТ313Б, 
ГТ313В 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  универ- 
сальные. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  высокой  и сверхвысокой 
частот  и для  работы  в схемах  переключения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигнала 


при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 
при  Т = 298  К : 

1Т313А 20-250 

1Т313Б 20-80 

1Т313В. 60-250 

ГТ313А,  ГТ313Б 20-200 

ГТ313В 30-170 

типовое  значение*: 

1Т313А 80 

1Т313Б 47 

1Т313В 93 

при  Т = 233  К ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 15  — 200- 

при  Т = 328  К : 

ГТ313А,  ГТ313Б 20-400 

ГТ313В 30-350 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  {/КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  100  МГц: 

1Т313А 3-10 

1Т313Б,  1Т313В,  ГТ313Б 4,5-10 

ГТ313А,  ГТ313В 3,5-10 

типовое  значение*: 

1Т313А 4,7 

1Т313Б,  1Т313В 5,2 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  СКэ  = 3 В,  /э  = 15  мА: 
при  Г = 298  К: 

1Т313А 10-230 

1Т313Б 10-75 

1Т313В 30-230 

при  Т = 213  К От  1 до  0,5  значения  при  Т = 298  К 

при  Г = 343  К От  1 до  2,5  значений  при  Т = 298  К, 


но  не  более  500 

Обратный  ток  коллектора  при  ЦКБ  = 12  В не  более: 

при  Т = 213  и 298  К 1Т313А,  1Т313Б,  1Т313В  5 мкА 

при  Т = 233  и 298  К ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В  5 мкА 

при  Г = 328  К ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В  ....  50  мкА 

при  Г = 343  К 1Т313А,  1Т313Б,  1Т313В 40  мкА 


14* 
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Обратный  ток  эмиттера  при  (/ЭБ  = 0,4  В не  более: 

1ТЗІЗА,  1Т313Б,  1Т313В 30  мкА 

ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В . 50  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/КБ  = 5 В не  более  2,5  пФ 
типовое  значение*  1Т313А,  1Т313Б,  1Т313В  ....  1,5  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  і/Кб=  5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более: 

1Т313А,  ГТ313А,  ГТ313В 75  пс 

1Т313Б,  1Т313В,  ГТ313Б 40  пс 

типовое  значение  * : 

1Т313А 38  пс 

1 ТЗ 1 ЗБ 17  пс 

1Т313В 20  пс 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к=  15  мА, 

/Б  = 1,5  мА  не  более .0,7  В 

типовое  значение  * : 

1 ТЗ  1 ЗА,  1Т313В 04В 

1Т313Б 0,45  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к=15  мА, 

/Б=  1,5  мА  не  более 0,6  В 

типовое  значение  * : 

1Т313А,  1Т313Б 0,46  В 

1Т313В 0,48  В 

Граничное  напряжение  при  /э=  Ю мА  1 ТЗ  1 ЗА,  1Т313Б, 

1Т313В  не  менее 7 В 

типовое  значение* 10,2  В 

Коэффициент  шума  при  {/КБ  = 5 В,  7Э  = 5 мА,  Лг=  75  Ом, 

/=60  МГц  1 ТЗ  1 ЗВ  не  более 8 дБ 

типовое  значение* '.  . . . 5,2  дБ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/ЭБ  = 0-26  В, 

/=  10  МГц  не  более: 

1Т313А 18  пФ 

1Т313Б,  ІТ313В 14  пФ 

типовое  значение*: 

1Т313А 11,6  пФ 

1Т313Б 10  пФ 

1Т313В 10,7  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  кѳллектор-база : 
при  Т « 3 1 8 К : 

1Т313А,  1Т313Б,  1Т313В  12  В 

ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 15  В 

при  Т = 343  К 1Т313А,  1Т313Б,  1Т313В 7 В 

при  Т = 328  К ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 13  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  ти  « 1 мкс 
и коэффициенте  заполнения  не  более  0,1  1Т313А, 

1Т313Б,  1Т313В: 

при  Т « 318  К 20  В 

при  Т = 343  К 15  В 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  Кв/Кэ  < 10  1Т313А,  1Т313Б,  ІТ313В: 

при  Т < 318  К 12  В 

при  Г = 343  К ТВ 

при  Лэ  > 500  Ом,  ^ 2 кОм  ГТ313А,  ГТ313Б, 

ГТ313В 15  В 

при  /?бэ  = 500  Ом  ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В  ...  12  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,7  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

ІТЗІЗА,  1Т313Б,  ІТ313В 50  мА 

ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 213  = 315  К ІТЗІЗА,  1Т313Б,  1Т313В  . . . . 100  мВт 

при  Т=  343  К ІТЗІЗА,  1Т313Б,  1Т313В 35  мВт 

при  Г=  213  = 293  К ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В  . . . 100  мВт 

при  Т=  328  К ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 50  мВт 

Температура  перехода: 

ІТЗІЗА,  1Т313Б,  1Т313В 358  К 

ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В 343  К 

Температура  окружающей  среды: 

ІТЗІЗА,  1Т313Б,  1Т313В От  213  до  343  К 

ГТ313А,  ГТ313Б,  ГТ313В От  233  до  328  К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости обратного  тока  кол- 
лектора от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  частоты. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости модуля  коэффициен- 
та передачи  тока  от  частоты. 
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2Т326А,  2Т326Б,  КТ326А,  КТ326Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  высоко- 
частотные и СВЧ  усилительные.  Предназначены  для  усиления  высо- 
кочастотных и сверхвысокочастотных  сигналов  и для  работы  в схемах 
переключения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 2 В,  /э  = 10  мА: 


при  Т=  298  К: 
2Т326А,  КТ326А  . 
2Т326Б,  КТ326Б  . 
при  7=213  К: 


2Т326А,  2Т326Б  не  менее 


КТ326А 


20-70 

45-160 


.0,3  значения  при 
Г =298  К 
•От  0,3  значения 
при  7=  298  К 
до  70 
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КТ326Б От  0,3  значения 

при  Г = 298  К 
до  160 

при  Т = 398  К: 

2Т326А,  2Т326Б,  не  более 2 значения  при 

Г = 298  К 

КТ326А От  10  до  2 

значений  при 
Г = 298  К 

КТ 326  Б От  22  до  2 

значений  при 
Г = 298  К 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/КБ  = 5 В, 

/э  = 10  мА,  /=  100  МГц  не  менее: 

2Т326А 2,5 

2Т326Б 4 

КТ326А,  КТ326Б 4 

Обратный  ток  коллектора  при  {/«б  =10  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (/эв  = 4 В не  более: 

при  Т = 298  К 0,1  мкА 

при  Г = 398  К 2Т326А,  2Т326Б . 10  мкА 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /« = 10  мА 

/Б  = 1 мА  не  более 1,2  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 5 В, 

/э  = 10  мА,  /=5  МГц  не  более 450  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Г'КБ  = 5 В не  более  5 пФ 
Емкость  эмиттерного  перехода  при  6/эб  = 0 не  более  4 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база . 4 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 15  В 

Суммарное  постоянное  и переменное  напряжение  кол- 
лектор-эмиттер в режиме  усиления  при  Кэ Б < 100  кОм  20  В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т=  213  = 298  К 2Т326А,  2Т326Б 250  мВт 

при  Т = 398  К 2Т326А,  2Т326Б 83,3  мВт 

при  Г=  213  = 303  К КТ326А,  КТ326Б 200  мВт 

при  Г = 398  К КТ326А,  КТ326Б 41,7  мВт 

Температура  перехода: 

2Т326А,  2Т326Б 448  К 

КТ326А,  КТ326Б 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  398  К 

423 


ІБ,м/\ 

10 

8 
6 
4 
2 

О 0,4  0,8  1,2  1,6  г,оиЭБ,в 

Зависимость  тока  базы  от  на- 
пряжения эмиттер-база. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


V 

1,0 

аз  0,8 

I 0,6 

^ 0,4 

0,2 

0 2 4 6 8 101 к, мА 


2Т 

-кт 

326А 

326 

,2Т 
4,  КТ 

3265 

3261 

? 

*Б 

= 1 Ь 

А 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


1,2 
1,0 

І0,6 

=?  0,4 

0,2 

О 1 2 3 4 5Ів,мА 


2 

~К 

Т32І 

Т32Ѣ 

'А, г 
А, К 

Т321 

Т326 

к, 

Б 

I* 

II 

СЁ 

и А 

120 

100 

80 

60 

40 

20 


2К 

’26а\  2Т326Ь,КТЗ 

26А, 

Л / 

ІБ 

= 0,1 

г к 

О 10  20  30  40  501 к, мА 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  времени  рассасыва- 
щения  база-эмиттер  от  тока  ния  от  тока  коллектора* 

базы. 
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С ,п<Р 

5.0 

4.0 

3.0 

2.0 
1,0 

0 2 4 6 8 10икЬ,В 

Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


О 1.2  3 4 5изв,В 

Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


21 

-21 

326 

326 

Г 

Б -/ 

(Т32 

азг 

г 

6А 

6Б- 

ГТ328А,  ГТ328Б,  ГТ328В 

Транзисторы  германиевые  Эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
180  МГц. 

Предназначены  для  усиления  сигналов  в метровом  диапазоне 
длин  волн  с автоматической  регулировкой  усиления. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Граничная  частота: 

при  1/КБ  =10  В,  /э  = 2 мА  не  менее: 

ГТ328А 400  МГц 

ГТ328Б,  ГТ328В 300  МГц 

при  С/КБ  = 5 В,  /з  =10  мА  не  более 90  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/]<Б  = 10  В, 

/э  = 2 мА,  /=  15  МГц  не  более: 

ГТ328А 5 „с 

ГТ328Б,  ГТ328В Ю пс  ~ 

Коэффициент  шума  при  СКБ  =10  В,  /э  = 2 мА, 

= 15  Ом,  /=  180  МГц  не  более 7 дБ 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 


эмиттером  при  1/кв  = 5 В,  /э  = 3 МА: 
при  Т = 293  К: 

ГТ328А 20-200 

ГТ328Б 40-200 

ГТ328В 10-50 

при  Т — 233  К: 

ГТ328А 5 — 200 

ГТ328Б 10-200 

ГТ328В 3 — 50 

при  Т = 328  К: 

ГТ328А 20-600 

ГТ328Б 40-600 

ГТ3288 10-150 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  =15  В не  более: 

при  Т = 293  К 10  мкА 

при  Г = 328  К 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К,  Ѵэв  = 0,25  В 

не  более 100  мкд 

Емкость  коллекторного  перехода: 

при  НКБ  = 5 В,  /=  10  МГц  не  более 1,5  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода: 

при  (Уэб  = 0,15  В, /=10  МГц  не  более: 

ГТ328А 2,5  пФ 

ГТ328Б,  ГТ328В  . . ; 5,0  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Яэв  « 5 кОм 15В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,25  В 

Постоянный  ток  коллектора Ю мд 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 50  мВт 

Температура  окружающей  среды От  233 


до  328  К 


V 

< 1,0 

5 

0,8 

0,7 


—г 

г~ 

7321 

Г 

А - 

гтз< 

г~ 

’вв 

Із 

= 3 1 

іА 

о 2 Ч 6 8 юиКѢ,в 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительного  Зависимость  постоянной  време- 

статического  коэффициента  пе-  ни  цепи  обратной  связи  от  тока 

редачи  тока  от  температуры.  эмиттера. 


1Т335А,  1Т335Б,  1Т335В,  1Т335Г,  1Т335Д 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  СВЧ  пе- 
реключательные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения. 
Выпускают  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  2,2  г. 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 

менее  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более 

Время  рассасывания  при  /к  нас  = 10  мА,  /Б  = 0,5  мА 
не  более: 

1Т335А 

1Т335В,  1Т335Д ‘ 150 

типовое  значение: 


300  МГц 
700  пс 


100  нс 
нс 


75' 

82' 


нс 

нс 


1Т335Б,  1Т335Г,  1Т335Д 


1Т335А 

1Т335В,  1Т335Д ’ | 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  {/КБ  = 3 В,  /э  = 50  мА: 
при  Г = 298  К: 

1Т335А,  1Т335В 40-70 

1Т335Б.Т1335Г 60-ЮО 

1Т335Д 50-100 

при  Г =213  К От  0,6  до  1,4 

значения  при 
Г = 298  К 

при  Т = 343  К: 

1Т335А,  1Т335В От  0,9  до  1,5 

значения  при 
Г = 298  К 

От  0,9  до  1,7 

значения  при 
Г = 298  К 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее: 

1Т335А,  1Т335Б 13  В 

1Т335В,  1Т335Г,  1Т335Д Ю В 

типовое  значение: 

1Т335А,  1Т335Б • 14  5*  В 

1Т335В,  1Т335Г,  1Т335Д 12,5*  в 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер 
/к  = 250  мА,  /Б  = 25  мА  не  более: 

1Т335А,  1Т335Б 

1Т335В,  1Т335Г,  1Т335Д ’ 

типовое  значение 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА 

не  более 0,45  В 

типовое  значение 0,36  * В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  Г = 298  К,  ЦКБ  = 20  В 10  мкА 

при  Т = 343  К,  {УКБ  = 15  В 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

1Т335А,  1Т335Б,  1Т335В,  1Т335Г: 


при 


2 В 
1,5  В 
0,72*  В 
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при  С/эб  = 2,5  В 5 мА 

при  V эб  = 3 В Ю МА 

1Т335Д : 

при  {/ЭБ  = 2 В 60  мкА 

при  ІУэБ  — ЗВ 1 МА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/кб  = 5 В не 
более : 

1Т335А,  1Т335Б 8,5  пФ 

1Т335В,  ГТ335Г,  1Т335Д Ю пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6/эб  = 1 В не  более  35  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Т=  213  -г  318  К 20  В 

при  Т = 343  К 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

С/эб  ^ 0,5  В : 

при  Т=  213  -ь  318  К 19  в 

при  Т = 343  К 14  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ  < 1 кОм : 

1Т335А,  1Т335Б : 

при  Т = 213  -г-  318  К 17  В 

при  Т = 343  К 14  В 

1Т335В,  1Т335Г,  1Т335Д : 

при  Т=  213  ч-  318  К 14  В 

при  Т = 343  К 11В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

при  Т = 213  -ь  318  К ЗВ 

при  Т = 343  К 2,5  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  (УЭБ  < 2 В, 
т„  < 10  мкс,  ()  > 10: 

1Т335А,  1Т335Б: 

при  7’=  213  -г  318  К 35  В 

при  Т = 343  К 30  В 

1Т335В,  1Т335Г,  1Т335Д : 

при  Т = 213  -ь  318  К 30  В 

при  Т = 343  К 25  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
1/ЭБ  > 0,5  В,  ти  < 10  мкс,  (?  > 10: 

при  Т=  213  -318  К 25  В 

при  Г=  343  К 20  В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  т„  < 250  мкс, 

^ > 10: 

при  Т=  213  н-  318  К 4 В 

при  Т = 343  К 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Т=  213  -г  318  К 150  мА 

при  Г = 343  К 100  мА 
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Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 50  мкс  О > 5 

при  Г=  213  -=-  333  К 

при  Т = 343  К ’ [ ] ‘ 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  -г  318  К 

при  Т = 343  К 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  1ГКЭ  < (/КЭо 
т„  < 50  мкс,  <2  » 5 : Ф 

при  Т = 213  333  К 

при  Т = 343  К ’ ’ 

Общее  тепловое  сопротивление 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


250  мА 
150  мА 

200  мВт 
67  мВт 


500  мВт 
350  мВт 
300  К/Вт 
363  К 
От  213 
до  343  К 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  темпе- 
ратуры. 
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Зависимость  времени  рассасыва- 
ния от  температуры. 
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Зависимость  времени  рассасы- 
вания от  температуры. 
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КТ337А,  КТ337Б,  КТ337В 


Транзисторы  кремниевые 
универсальные  маломощные. 

Предназначены  для  примене- 
ния в переключательных,  импульс- 
ных и усилительных  высокочастот- 
ных схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  На 
корпусе  наносится  условная  мар- 
кировка двумя  цветными  точками: 
на  КТ337А  — красной  и розовой, 
на  КТ337Б  — красной  и желтой, 
на  КТ337В  — красной  и синей. 

Масса  транзистора  не  более 
0,5  г. 


эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Т/«э  = 5 В,  /э  = 10  мА  не 
менее : 

КТ337А 

КТ337Б,  КТ337В 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б1  = /Б2  = 1 МА 
не  более : 

КТ337А 

КТ337Б,  КТ337В 


500  МГц 
600  МГц 


25  нс 
28  нс 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Скэ  = 0,3  В,  /э  = 10  мА,  не  менее 

КТ337А 

КТ337Б 

КТ337В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 


/б  = 1 мА  не  более 0,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/ б = I мА  не  более I В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В, 

/=  10  МГц  не  более 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/Эб  = 0,  / = 10  МГЦ 

не  более 8 пф 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 6 В не  более  1 мкА 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  {/кэ  = 6 В, 

7?бэ  = 10  кОм  не  более мкд 


Обратный  ток  эмиттера  при  С7Эб  = 4 В не  более  ...  5 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 


эмиттер  при  ЛБЭ  < 10  кОм 6 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 333  К 150  мВт 

при  Т=  358  К 108  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Тепловое  сопротивление 0,6  К/мВт 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  358  К 


ГТ346А,  ГТ346Б,  ГТ346В 

Транзисторы  германиевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
800  МГц. 

Предназначены  для  усиления  сигналов,  в дециметровом  диа- 
пазоне длин  волн  с автоматической  регулировкой  усиления. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  1 г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  С/КБ  =10  В,  /э  = 2 мА  не 
менее: 

ГТ 346 А 700  МГц 

ГТ346Б,  ГТ346В 550  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Скб  = 10  В, 

/э  = 2 мА  не  более : * 

ГТ346А 3 пс 

ГТ346Б 5,5  пс 

ГТ346В 6 пс 

Коэффициент  шума  при  6/КБ  =10  В,  /э  = 2 мА, 

Лг  = 75  Ом  не  более: 

ГТ346А  при  /■=  800  МГц 7 дБ 

ГТ346Б  при  / = 800  МГц 8 дБ 

ГТ346В  при  /=  200  МГц 7 дБ 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  С/^б  = Ю В, 

/э  = 2 мА,  /=  800  МГц  не  менее 10,5  дБ 

Коэффициент  обратного  усиления  по  мощности  при 
Укъ  — Ю В,  /э  = 2 мА, /=800  МГц  не  менее: 

ГТ346А 20  дБ 

ГТ 346В 12  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с-  об- 
щим эмиттером  при  (/«6=10  В,  /э  = 2 мА: 
при  Г = 298  К: 

ГТ346А,  ГТ346Б 10-150 

ГТ346В 15-150 

при  Т = 233  К не  менее 3,5 

при  Т — 328  К не  более 3 значения 

при  Г = 298  К 

Обратный  ток  коллектора  при  Т/КБ  =15  В не  более; 

при  Т — 298  К 10  мкА 

при  Т = 328  К 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 298  К,  V ЭБ  = 0,3  В 

не  более 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скб  = 5 В не 
более 1,3  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  7?эб  = 0 20  В 

при  Лэб  = 5 кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,3  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 50  мВт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  328  К 
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12  3 4 5 613,мА 


Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  тока 
эмиттера. 


КТ347А,  КТ347Б,  КТ347В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 
универсальные  маломощные. 

Предназначены  для  работы  в переключающих,  импульсных 
и усилительных  схемах  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  менее  500  МГц 
Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более  0,3  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  І/КБ  = 0,3  В,  Іэ  = 10  мА: 

КТ347А,  КТ347Б 30-400 

КТ347В 50-400 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не 
более : 

КТ347А,  КТ347Б 25  нс 

КТ 347В 40  нс 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  Е/КБ  = 5 В, 

/=  10  МГц  не  более 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/БЭ  = 0,  /=  10  МГц 

не  более 8 пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = Г'КБ  чакс  не  более  1 мкА 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 10  кОм, 

Скэ  = Скэ  макс  не  более 0,5  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/кэ  = 4 В не  более  10  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянные  напряжения  коллектор-база,  коллектор-эмит- 
тер при  /?БЭ  = 10  кОм: 

КТ347А 15  В 

КТ347Б 9 В 

КТ347  В 6 В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Импульсный  ток  коллектора ПО  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т = 233  -т-  328  К 150  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  . ; . 150  мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды . , От  233 


до  358  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность  коллектора,  мВт,  при  Т = 328  4-  358  К рассчиты- 
вается по  формуле  Г’к.макс  = 50  + (378  — 7~)/0,5. 

2.  Допускается  производить  пайку  выводов  на  расстоянии  не  ме- 
нее 5 мм  от  корпуса  транзистора.  При  пайке  жало  паяльника  долж- 
но быть  заземлено.  Разрешается  производить  пайку  путем  погружения 
выводов  не  более  чем  на  3 с в расплавленный  припой  с Т — 533  К. 

Минимальное  расстояние  места  изгиба  вывода  от  корпуса  3 мм, 
радиус  изгиба  не  менее  1,5  мм.  При  включении  транзистора  в электри- 
ческую цепь,  находящуюся  под  напряжением,  коллекторный  вывод 
должен  присоединяться  последним  и отсоединяться  первым.  Не  ре- 
комендуется эксплуатация  транзисторов  с отключенной  базой  по 
постоянному  току.  Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов  при 
рабочих  токах,  соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами 
во  всем  диапазоне  температур. 


КТ349А,  КТ349Б,  КТ349В 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ  уни- 
версальные маломощные. 

Предназначены  для  переключения  и усиления  сигналов  высо- 
кой частоты. 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  0.5  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  {/КБ  = 5 В,  /э  = 10  мА  не  менее  300  МГц 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  і/Кб  = 1 В,  /э  = 10  мА. 

КТ349А 20-80 

КТ349Б 40-160 

КТ 349В 120-130 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  =10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 1 0 мА, 

/Б  = 1 мА  не'  более 1 ,2  В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/Кб=Ю  В не  более  1 мкА 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  С/кэ  =15  В, 

/?эб  < Ю кОм  не  более 1,5  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В не 

более 6 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  V эБ  = 0 не  более  8 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  КЭб  < 

< 10  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  тиСІ  мс 40  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 233  ч-  303  К 200  мВт 

при  Г = 358  108  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 600  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233 


до  358  К 
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2Т360А-1,  2Т360Б-1,  2Т360В-1,  КТ360А-1, 

КТ360Б-1,  КТ360В-1 


Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные р-п-р  СВЧ 
переключательные  маломощные. 

Предназначены  для  примене- 
ния в переключающих  схемах  гер- 
метизированной аппаратуры. 

Бескорпусные  е гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приво- 
дится на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,005  г. 

Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме 

с общим  эмиттером  при  С/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА  не 


менее : 

2Т360А-1,  КТ360А-1 .300  МГц 

2Т360Б-1,  2Т360В-1,  КТ360Б-1,  2Т360В-1 400  МГц 

типовое  значение* 550  МГц 


Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  С/КБ  = 2 В,  /э  = 5 мА,  /=  5 МГц  не  более 
типовое  значение  * . . . 

Время  рассасывания*  при  /к  = 10  мА,  /Б|  = /Б2  = 1 мА  не 
более : 

2Т360А-1,  КТ360А-1 

2Т360Б-1,  2Т360В-1,  КТ360Б-1,  КТ360В-1  . . . . 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  [/«в  = 2 В,  /э  = 10  мА: 
при  Г = 298  К: 

2Т360А-1 

КТ360А-1 

2Т360Б-1 

КТ360Б-1 

2Т360В-1,  КТ360В-1 

при  Т = 213  К: 


2Т360А-1 

...  .От 

0,3 

значения  при 

Т = 

298 

К 

до 

70 

">Т360Б-І 

0,3 

значения 

при 

Т = 

298 

К 

до 

120 

2Т360В-1  

0,3 

значения 

при 

Т = 

298 

К 

до 

240 

при  Т = 358  К : 

2Т360А- 1 

25 

до  2,5 

значений  при 

Т = 

= 298 

К 

450  пс 
180  пс 


100  нс 
200  нс 


25-70 

20-70 

40-120 

40-140 

80-240 
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2Т360Б-1 


.От  40  до  2,5  значений  при 
Г = 298  К 

2Т360В-І От  80  до  2,5  значений  при 

Т = 298  К 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/б  = 1 мА  не  более  . 0,35  В 

типовое  значение*  0,12  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/б  = 1 мА  не  более 1.2  В 

типовое  значение* 0,85  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г = 298  К: 

при  С/КБ  = 25  В 2Т360А-1,  КТ360А-1 1 мкА 

при  [/кв  = 20  В 2Т360Б-1,  2Т360В-І,  КТ360Б-1, 

КТ360В-1 ] мкд 

при  Т = 358  К: 

при  І/КБ  = 25  В 2Т360А-1 Ю мкА 

при  Т/КБ  = 20  В для  2Т360Б-1,  2Т360В-1 Ю мкА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Т = 298  К: 

при  (УЭБ  = 5 В 2Т360А-1,  КТ360А-1 0,5  мкА 

при  {УЭБ  = 4 В 2Т360Б-1,  2Т360В-1,  КТ360Б-1, 

КТ360В-1 0,5  мкА 

при  Г = 358  К: 

при  і/эб  — 5 В 2Т360А-1 10  мкА 

при  С/ЭБ  = 4 В 2Т360Б-1,  2Т360В-1 10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/КБ  = 5 В не  более  5 пФ 

типовое  значение* 18  пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/э Б = 0 не  более  7 пФ 
типовое  значение* 2,8  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т360А-1,  КТ360А-1 25  В 

2Т360Б-1,  2Т360В-1,  КТ360Б-1,  КТ360В-1 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
Лбэ  < Ю кОм: 

2Т360А-1,  КТ360А-1 20  В 

2Т360Б1,  2Т360В-1,  КТ360Б-1,  КТ360В-1 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2Т360А-1,  КТ360А-1 5 В 

2Т360Б- 1 , 2Т360В-1,  КТ360Б-1,  КТ360В-1 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 1 мкс,  ()  > 10  75  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 328  К 10  мВт 

при  Т = 358  К 5 мвт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т360А-1,  2Т360Б-1,  2Т360В-1 От  213  до  358  К ' 

КТ360А-1,  КТ360Б-1,  КТ360В-1 От  233  до  358  К 
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2Т363А,  2Т363Б,  КТ363А,  КТ363АМ,  КТ363Б, 

КТ363БМ 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 
универсальные  маломощные. 

Предназначены  для  переключения  и усиления  сигналов  высо- 
кой и сверхвысокой  частот. 

Транзисторы  2Т363А.  2Т363Б,  КТ363А,  КТ363Б  выпускаются 
в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами.  Обозна- 
чение типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Транзисторы  КТ363АМ,  КТ363БМ  выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  На  корпусе  наносится  условная  мар- 
кировка двумя  цветными  точками:  КТ363АМ  - две  розовые; 
КТ363БМ  — розовая  и желтая. 

Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  0.5  г 
и в пластмассовом  — не  более  0,3  г. 


Коллектор 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  І/КБ  = 5 В,  /э  = 5 мА  не 


менее: 

2Т363А,  КТ363А,  КТ363АМ 1 0 ГГц 

2Т363Б,  КТ363Б,  КТ363БМ 1^5  ГГц 
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типовое  значение: 

2Т363А 1,8*  ГГц 

2Т363Б 2,3*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  І/КБ  = 5 В, 

/э  = 5 мА,  /=  30  МГц  не  более: 

2Т363А,  КТ363А,  КТ363АМ 50  пс 

2Т363Б,  КТ363Б,  КТ363БМ 75  пс 

типовое  значение: 

2Т363А 25  * пс 

2Т363Б 30*  пс 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА  не  более: 

2Т363А,  КТ363А,  КТ363АМ  при  /Б  = 1 мА 10  нс 

2Т363Б,  КТ363Б,  КТ363БМ  при  /Б  = 0,5  мА  ....  5 нс 


типовое  значение: 

2Т363А  при  /Б  = 1 мА 

2Т363Б  при  /Б  = 0,5  мА 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 5 мА: 
при  Т = 298  К : 

2Т363А,  2Т363Б,  КТ363А,  КТ363Б, 

КТ363АМ,  КТ363БМ 20-120 

при  Т—  213  К 2Т363А,  2Т363Б  . . . От  0,3  значения  при 

Т = 298  К до  130 


4,5*  нс 
4*  нс 


при  Т = 233  К : 

КТ363А,  КТ363АМ  . 

КТ363Б,  КТ363БМ  . 

при  Т = 358  К : 

КТ363А,  КТ363АМ  . 

КТ363Б,  КТ363БМ  . 

при  Т = 398  К : 

2Т363А 

2Т363Б 


. От  0,3  значения  при 
Г = 298  К до  85 
. От  0,3  значения  при 
Г = 298  К до  1 50 

.От  15  до  2,5  значений 
при  Г = 298  К 
. От  30  до  2,5  значений 
при  Г = 298  К 

•От  15  до  2,5  значений 
при  Т = 298  К 
. От  30  до  2,5  значений 
при  Т = 298  К 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер 


/к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,35  В 

типовое  значение 0,2  * В 


Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 


/Б  = 1 мА  не  более 1,1  В 

типовое  значение 0,8  * В 


Обратный  ток  коллектора  при  (Укб  = 15  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 358  К КТ363А,  КТ363АМ,  ТК363Б, 

КТ363БМ  и при  Т = 398  К 2Т363А,  2Т363Б  10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 4 В не  более: 
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при  Г = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 358  К КТ363А,  КТ363АМ,  КТ363Б, 

КТ363БМ  и при  Г = 398  К 2Т363А,  2Т363Б  10  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В не 

более 2 пФ 

типовое  значение  15*  пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  ІГЭВ  = О 2Т363А, 

2Т363Б  не  более 2 пф 

типовое  значение 0,8  * пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  ЛЭБ  « 1 кОм : 

2Т363А,  КТ363А,  КТ363АМ 

2Т363Б,  КТ363Б,  КТ363БМ 

при  ЛЭБ  < 10  кОм 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора  

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  « 1 мкс,  ()  > 2 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т « 318  К ' 

при  Г = 358  К КТ363А  КТ363АМ,  КТ363б! 

КТ363БМ 

при  Т = 398  К 2Т363А,  2Т363Б  ..!!!!! 
Импульсная  рассеиваемая  мощность  2Т363А,  2Т363Б 

Общее  тепловое  сопротивление 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды: 

2Т363А,  2Т323Б 

КТ363А.  КТ363АМ,  КТ363Б,  КТ363БМ 


15  В 


15  В 
12  В 
10  В 
4 В 

30  мА 
50  мА 


150  мВт 

93  мВт 
36  мВт 
1>5  Рк.  макс 
700  К/Вт 
423  К 

От  213 
до  398  К 
От  233 
до  358  К 


л273 
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0 


1 1 1 — 1 — 

2Т363А,  2Т363Б 

КТ363А .КТ363Б 
КТ363АМ.  ’ктзбзом 

т 

т 

=.298К 

ІЗ 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-база. 


"21Э 

60 

50 

40 

ЗѲ 
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1 1 1 

2Т363А]  2Т363Б 

КТ363А  ,КТ363Б 
ч БТ363АМ , КТЗбЗ 

5М 

7 = 298 К 
— 60/г  = 58 

6 8 10икв>В  о 20  40  60  80  100 13,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 
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2Т370А-1,  2Т370Б-1,  КТ370А-1,  КТ370Б-1 

Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные р-п-р  СВЧ 
универсальные  маломощные. 

Предназначены  для  переклю- 
чения и усиления  высокочастот- 
ных и сверхвысокочастотных  сиг- 
налов. 

Бескорпусные,  без  кристалло- 
держателя, с гибкими  выводами 
и защитным  покрытием.  Выпуска- 
ются в сопроводительной  таре. 
Обозначение  типа  приводится  на 
основании  индивидуальной  тары. 

Масса  транзистора  не  более 
0,005  г. 

Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схе- 
ме с общим  эмиттером  при  [/«б  = 5 В,  /э  = 3 мА 
не  менее: 

2Т370А-1,  КТ370А-1 

2Т370Б-1,  КТ370Б-1 

типовое  значение: 

2Т370А-1,  КТ370А-1 

2Т370Б-1,  КТ370Б-1 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
(7кб  = 5 В,  /э'=  3 мА,  / = 30  МГц  не  более: 

2Т370А-1,  КТ370А-1  . . 

2Т370Б-1,  КТ370Б- 1 

типовое  значение: 

2Т370А-1,  КТ370А-1 

2Т370Б-1,  КТ370Б-1 

Время  рассасывания  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не 

более 

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С/«б  = 5 В.  /э=  3 мА: 


при  Г = 298  К : 

2Т370А-1,  КТ370А-1 20-70 

2Т370Б-1,  КТ370Б-1 40-120 

при  Г = 21 3 К: 

2Т370А-1  От  0,3  значения  при 

Г = 298  К до  75 

2Т370Б-1 От  0,3  значения  при 

Т = 298  К до  130 

при  Г = 233  К: 

КТ370А-1 


I ГГц 
1,2  ГГц 

1.5*  ГГц 
1,7*  ГГц 


50  пс 
75  пс 

25  * пс 
35  * пс 

10  нс 
5 * нс 


0,6 
I— *1 

м 


*<  г 


а о 


00,036 


К 


Б 

* 


1 
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От  0,3  значения  при 
Г = 298  К до  75 


КТ370Б-1 


.От  0,3  значения  при 
Г=  298  К до  130 

при  Г = 358  К не  более 2,5  значения  при 

Т = 298  К 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 

типовое  значение  

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 

типовое  значение  

Обратный  ток  коллектора  при  (/кб  = 15  В не  более: 

при  Т — 298  К . . . . 

при  Г = 358  К 

Обратный  ток  эмиттера  при  V эб  = 4 В не  более: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 358  К 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/кб  = 5 В не 

более 

типовое  значение 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (/эб  = 0 не  более 
типовое  значение 


0,35  В 
0,2*  В 

1,1  В 
0,8*  В 

0,5  мкА 
10  мкА 

0,5  мкА 
10  мкА 

2 пФ 
1,5*  пФ 
2 пФ 
0,8*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база  .... 
Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер: 
при  /?эб  < 1 кОм: 

2Т370А-1,  КТ370А-1.  КТ370Б-1 

2Т370Б-1 

при  Яэб  < Ю кОм 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Г < 323  К 

при  Т = 358  К 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мкс,  <2 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора : 

при  Т < 323  К 

при  Т = 358  К 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора 
ти  « 1 мкс,  0 » 20  2Т370А-1,  2Т370Б-1: 

при  Т = 213  -5-  323  К 

при  Т = 358  К 

Общее  тепловое  сопротивление 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды: 

2Т370А-1,  2Т370Б-1 

КТ370А-1,  КТ370Б-1 


15  В 


15  В 
12  В 
10  В 
4 В 

. . 15  мА 

. . 10  мА 

> 20  30  мА 

. . 15  мВт 

. . 8 мВт 

при 


. 30  мВт 

. 16  мВт 

5 К/мВт 
398  К 

.От  213  до  358  К 
.От  233  до  358  К 


443 


1 10  100  І3,мнА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор- эмиттер  от  то-  щения  база-эмиттер  от  тока  кол- 
ка коллектора.  лектора. 


1Т376А,  ГТ376А 

Транзисторы  германиевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
180  МГц. 

Предназначены  для  применения  во  входных  и последующих 
каскадах  усилителей  высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 


с общим  эмиттером  при  (/КБ  = 5 В,  /э  = 2 мА  не 

менее • . . . 1 ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/^б  = 

= 5 В,  /э  = 2 мА.  / = 100  МГц  не  более: 

1Т376А 10  пс 

ГТ376А 15  пс 

Коэффициент  шума  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 1 мА,  Лг  = 

= 50  Ом,  /=180  МГц  не  более: 

для  100%  транзисторов 3,5  дБ 

для  95  % транзисторов  1Т376А 3 дБ 

для  25  % транзисторов  1Т376А 2 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 2 мА : 

при  Г = 293  К 10-150 

при  Т = 213  К От  0,3  до  1 

значения  при 
Т = 298  К 

при  Т = 358  К От  0,8  до  3 

значений  при 
Г = 298  К 

Граничное  напряжение  при  /э  = 2 мА  не  менее  ....  7 В 

Обратный  ток  коллектора  при  1/кБ  = 7 В не  более: 

при  Т = 293  К 5 мкА 

при  Т=  358  К 300  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СэБ  = 0,25  В не  более  . . . 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/«Б  = 5 В не 

более 1,2  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  1/э Б = 0,15  В 1Т376А 

не  более 5 пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 7 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  7?эб  < 

< 3 кОм 7 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,25  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 35  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до  358  К 
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Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительного  ко-  Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  тока  эмит-  эффициента  шума  от  темпера- 
тера.  туры. 
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1Т386А 


Транзистор  германиевый  эпитаксиально-планарный  р-п-р  СВЧ  уси- 
лительный с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
180  МГц; 

Предназначен  для  применения  в усилителях  высокой  частоты, 
смесителях,  гетеродинах,  в том  числе  для  схем  с автоматической 
регулировкой  усиления. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 


с общим  эмиттером: 

при  (/«в  =10  В,  /э  = 2 мА  не  менее 450  МГц 

при  Скб  = 2 В,  /э  = 10  мА  не  более 90  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  і/кб  = 

= 10  В,  /э  = 2 мА,  / = 100  МГц  не  более 10  пс 

Коэффициент  шума  при  С/«б  = Ю В,  /э  = 1 мА,  Лр  = 

= 50  Ом,/  = 180  МГц  не  более 4 дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  =5  В,  /э  = 3 мА: 

при  Т = 293  К 10-100 

при  Т = 213  К От  0,3  до  1 

значения  при 
Г=  293  К 

при  Г = 343  К От  0,8  до  2,5 

значения  при 
Т=  293  К 


Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  =15  В не  более: 

при  Т = 293  К 10  мкА 

при  Т = 343  К 150  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т = 293  К,  1/Эб  = 0,3  В 

не  более 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (Укб  = 5 В не 
более 1,5  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

/?эб  < 3 кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,3  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность 40  мВт 

Температура  перехода 358  к 

Температура  окружающей  среды От  213 


1,2 

1,0 

0,8 

'^0,6 
ч?  0,1 
0,2 

0 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  относительной  гра- 
ничной частоты  от  напряжения 
коллектор-база. 


V? 


0 2 16  8 10І3,мА 


0 2 1 6 8 12  иКБ,в 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 
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Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  тока  эмит- 
тера. 


Зависимость  относительного  ко- 
эффициента шума  от  напряже- 
ния коллектор-эмиттер. 


2Т392А-2,  КТ392А-2 


Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные р-п-р  СВЧ 
усилительные  с ненормированным 
коэффициентом  шума. 

Предназначены  для  усиления 
сигналов  высокой  частоты. 

Бескорпусные,  на  кристалло- 
держателе, с гибкими  выводами 
и защитным  покрытием. 

Выпускаются  в сопроводитель- 
ной таре.  Обозначение  типа  при- 
водится на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более 
0,02  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  = 5 В,  /э  = 2,5  мА 


не  менее: 

2Т392А-2 • 300  МГц 

КТ392А-2  500  МГц 

типовое  значение  2Т392А-2  450*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С|св  = 

= 5 В,  /э  = 2,5  мА,  / = 30  МГц  не  более : 

2Т392А-2 120  пс 

КТ392А-2 80  пс 

типовое  значение  2Т392А-2 55*  пс 


15  Полупроводниковые  приборы 
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Коэффициент  шума  * при  1/«Б  = 5 В,  /э  = 2,5  мА,  / = 

= 100  МГц,  Кг  = 75  Ом 4,3 -4,8  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Скб  = 5 В,  /э  = 2,5  мА: 

при  Т = 298  К 40—180 

при  Т = 213  К 2Т392А-2  не  менее значения  при 

Т = 298  К 

при  Т = 358  К 2Т392А-2  не  более 2 значения 

при 

Г=  298  К 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 40  В не  более : 

при  Т = 298  К 0,5  мкА 

при  Г = 358  К 2Т392А-2 5 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  і/Эб  = 4 В не  более : 

при  Т=  298  К 0,5  мкА 

при  Г = 358  К 2Т392А-2 5 мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В не 

более 2,5  пФ 

типовое  значение 1,12*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  не  более: 

2Т392А-2  при  ѴЭБ  =1В 5 пФ 

КТ392А-2  при  СЭБ  = 0 3,5  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Лэб  < 

« 10  кОм 40  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  (9  > 

>2 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  в ус- 
ловной микросхеме  при  ЯТп.с  — 450  К/Вт: 

при  Т « 338  К 120  мВт 

при  Т = 358  К 88  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-кристаллодержатель  . . 100  К/Вт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т392А-2 От  213 

до  358  К 

КТ392А-2 От  233  до 

358  К 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  в схеме  с общим 
эмиттером  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  коэффициента  шу-  Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  напряжения  коллектор-  ма  от  тока  эмиттера, 

база. 


КТ3109А,  КТ3109Б,  КТ3109В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  СВЧ 
усилительные  с нормированным  коэффициентом  шума  на  частоте 
800  МГц. 

Предназначены  для  применения  в селекторах  телевизионных 
каналов  метрового  и дециметрового  диапазонов  длин  волн. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  полосковыми 
выводами. 

На  корпусе  у вывода  базы  наносится  условная  маркировка 
цветными  точками:  КТ3109А  — белая  и розовая;  КТ3109Б  — белая 
и желтая;  КТЗ 109В  — белая  и синяя. 

Масса  транзистора  не  более  0,3  г. 


15* 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  {/«Б  = 'О  В,  /3=  10  мА  не 
менее: 

КТ3109А,  КТ3109Б 

КТ3109В  . 

типовое  значение 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 
= 10  В,  /э  = 10  мА,  / = 30  4-  100  МГц  не  более: 

КТ3109А . 

КТ3109Б,  КТ3109В • 

типовое  значение 

Коэффициент  шума  при  (Укб  — '0  В,  /3=  Ю мА.  Лп  = 
= 75  Ом,  / = 800  МГц  не  более: 

КТ3109А 

КТ3109Б 

КТ3109В 

типовое  значение 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  1/кб  = Ю В, 
Уэ  = 10  мА,  Лг  = 2 кОм,  /=  800  МГц  не  менее: 

КТ3109А ' 

КТ3109Б,  КТ3109В 

типовое  значение ~ 

Коэффициент  обратного  усиления  по  мощности  при 
Г/КБ  = 10  В,  /э  = 10  мА,  /=  800  МГц  не  более: 

КТ3109А 

КТ3109Б 


800  МГц 
600  МГц 
1 400 * МГц 


6 пс 
10  пс 
4 * пс 


6 дБ 

7 дБ 

8 дБ 
7*  дБ 


15  дБ 
13  дБ 
18*  дБ 


-7  дБ 
-3  дБ 
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КТЗІ09В -1  дБ 

типовое  значение —5*  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  {/«б  = Ю В,  /э  = 10  мА: 

при  Т = 298  К не  менее 15 

при  Г = 228  К 5-240 

при  Г = 358  К 10-500 

Обратный  ток  коллектора  при  Ь^б  = 20  В не  более: 

при  Т = 298  К 0,1  мкА 

при  Г = 358  К 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Сэб  = 2 В не  более: 

при  Г = 298  К 10  мкА 

при  Г=  358  К 100  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скб  =10  В не 

более 1 пФ 

типовое  значение 0,8*  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ3109А 30  В 

КТ3109Б,  КТ3109В  . ' . . 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ДЭБ  < 

< 100  кОм : 

КТ3109А 25  В 

КТ3109Б,  КТЗІ09В 20  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Г = 228  ч-  313  К 170  мВт 

при  Т — 358  К 100  мВт 

Общее  тепловое  сопротивление 0,65  К/мВт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  228 

до  358  К 

П418Г,  П418Д,  П418Е,  П418Ж,  П418И, 
П418К,  П418Л,  П418М 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  усилитель- 
ные маломощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генераторных 
каскадах  СВЧ  и ВЧ  диапазонов. 

Выпускаются  в металлостеклянном  коаксиальном  корпусе  с 
жесткими  выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  боковой  по- 
верхности корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  3 г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  {/кв  = 6 В,  /э  =10  мА  не 
менее : 

П418Г,  П418Д,  П418Е,  П418Ж 

П418И,  П418К,  П418Л,  П418М 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Г'к в = 

= 5 В,  /э  = 5 мА,  / = 5 МГц  не  более: 

П418Г,  П418Е  . . . . 

П418Д,  П418Ж,  П418И,  П418Л 

П418К,  П418М 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/Кб  = ' В,  /э  = 10  мА: 

П418Г,  П418Д,  П418Л,  П418М: 

при  Т = 293  К 

при  Т = 343  К 

при  7"  = 21 3 К 

П418Е,  П418Ж,  П418И,  П418К: 

при  Т = 293  К 

при  Т = 343  К 

при  Т = 213  К 

Входное  сопротивление  при  (У«Б = 5 В.  1Э=  5 мА  не 

более 

Входная  полная  проводимость  при  СКв  = 5 В,  /э  = 

= 5 мА  не  более 

Обратный  ток  коллектора  при  Скв = Ю в не  более: 

при  Т = 293  К и Г = 21 3 К 

при  Т = 343  К ‘ ' 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ск в = 8 В,  ЯБЭ  = 

= 50  кОм  не  более 

Граничное  напряжение  при  /д  = 3 мА  не  менее. 

П418Г,  П418Д,  П418Л,  П418М 

П418Е,  П418Ж,  П418И,  П418К 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В,  / = 
= 5 МГц  не  более: 

П418Г,  П418Д,  П418Е,  П418Ж 

П418И,  П418К,  П418Л,  П418М  ........ 


400  МГц 
200  МГц 


50  пс 
100  пс 
200  пс 


8-70 

8-110 

6-70 

60-170 

60-250 

40-170 


10  Ом 


10  мкСм 

3 мкА 
70  мкА 


10  мкА 

7 В 

6,5  В 


3 пФ 

4 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  короткозамкнутых  выводах  эмиттера  и базы  . . . 10  В 

при  отключенной  базе 8 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 0,3  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Г = 213  -5- 

-5-  333  К 50  мВт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213 


до  343  К 


Примечание.  При  Т = 333  ч-  343  К максимально  допустимая 


постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт,  рассчитывается 
по  формуле 


= (358  - 73/0,5. 


0 10  20  20  40  50 13,мА  0 2 4 6 8 10  ІЭ)мА 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  коэффициента  пе- 

фициента  передачи  тока  от  тока  редачи  тока  в режиме  малого 
эмиттера.  сигнала  от  тока  эмиттера. 


Раздел  шестой 

ТРАНЗИСТОРЫ  МОЩНЫЕ  НИЗКОЧАСТОТНЫЕ 

п-р-п 

П701,  П701А,  П701Б 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-сплавные  п-р-п  усилитель- 
ные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генератор 
ных  каскадах  радиоэлектронных  устройств. 


Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12  г,  с крепежным  фланцем  не 
более  16  г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Скб  = Ю В: 
при  Т = 298  К : 

П701  при  1К  = 0,5  А 

П701А  при  /к  = 0,2  А 

при  Т = 398  К и /к  = 0,2  А: 

П701 

П701А 

при  Т — 213  К: 

• П701  при  /к  = 0,5  А не  менее 

П701А  при  /к  = 0,2  А не  менее 

П701Б  при  /к  = 0,5  А: 

при  Т = 293  К 

при  Г =218  К не  менее 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  (7«ь  = 20  В, 

/к  = 0,1  А,  /=  5 МГц  не  менее 

Входное  напряжение  при  (/«б  =10  В,  /к  = 0,5  А не 

более  

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,1  А не  более 

Обратный  ток  коллектора  П701,  П701Б  при  і/кб  = 40  В 

и П701А  при  1/кБ  = 60  В не  более 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 100  Ом 
не  более : 

П70І : 

при  1/КБ  = 50  В,  Т = 298  К и Г=213  К , . . . 
при  (7Кь  = 35  В,  Т = 398  К 


10-40 

15-60 

10-90 

15-120 

6 

9 

30-100 

15 


2,5 


4.0  В 

7.0  В 
100  мкА 


0,5  мА 
3,0  мА 
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П701А: 

при  6/КБ  = 70  В,  Г=  298  К и Г=  213  К . . . . 0,5  мА 

при  1/КБ  = 50  В,  Т = 398  К 3,0  мА 

П70ІБ: 

при  6/КБ  = 50  В,  Г=  293  К и Г=  218  К 0,5  мА 

при  Т - 373  К 5,0  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УЭБ  = 3 В не  более  ...  3,0  мА 


Предельные  эксплуатационные  ланные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  < 


< 100  Ом: 

при  Т=  213  -г  373  К: 

П701 40  В 

П701А 60  В 

при  Т=  218  н-  373  К П701В 40  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /к  „ = 

= 0,5  А,  ЛБЭ«  100  Ом,  Г=  213  = 373  К: 

П701  30  В 

П7Ѳ1А 50  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т = 213  = 373  К: 

П701 40  В 

П701А . 60  В 

при  Т=  218  ч-  373  К П701Б 40  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

П701 , П701А  при  Т=  353  = 393  К и П701Б  при 

Т = 373  К 1,8  В 

П701Б  при  Г=  218  -г  353  К 2,0  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Импульсный  ток  коллектора  П701,  П701А 1,0  А 

Постоянный  ток  эмиттера 0,7  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

с теплоотводом  при  Тк  < 323  К 10  Вт 

без  теплоотвода  при  Т < 338  К 1 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 10  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 85  К/Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды: 

П701,  П701А От  213 

до  398  К 

П701Б От  218 

до  373  К 


Примечание.  При  Г > 373  К (7КЭ  и 6/КБ  снижаются  на  10  % 
через  каждые  10  К.  При  Т к > 323  К рассеиваемая  мощность  кол- 
лектора, Вт,  рассчитывается  по  формуле 

^К.  макс  = (423  — ТЛЯт.ы. 

При  Т = 338  -г  393  К рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт, 
рассчитывается  по  формуле  РК  шкс  - (423  - Т)/ЯТм<. 
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Входные  характеристики. 


О 0,2  0,4  0,6  0,8  1,01  к,  А 

Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 
фициента  передачи  тока  от  тем-  щения  коллектор-эмиттер  от 
пературы.  температуры. 


458 


П702,  П702А 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  усилительные 
низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в выходных  каскадах  усилите- 
лей низкой  частоты,  переключающих  каскадах,  преобразователях 
и стабилизаторах  постоянного  напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  24  г,  с крепежным  фланцем 
не  более  34  г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СкБ=Ю  В,  /э  = 1,1  А не  менее: 
при  Гк  = 398  К : 

П702  25 

П702А . 10 

при  Т = 213  К: 

П702  10 

П702А 5 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Скэ  = 30  В, 

/к  = 0,3  А,  /=  1 МГц  не  менее 4,0 

Входное  напряжение  при  1/к  э =10  В,  /к  = 1 А не 

более 4,0  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 1 А, 

/Б  = 0,2  А не  более : 

П702  2,5  В 

П702А 4,0  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 70  В не  более: 
при  Т=  298  К и Т = 213  К: 

П702  5,0  мА 

П702А 2,5  мА 

при  Гк  = 398  К : 

П702  10  мА 

П702А 5,0  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 100  Ом, 

Скэ  = 70  В не  более: 
при  Т=  298  К и Т=  213  К: 

П702  10  мА 


459 


П702А 5,0  мА 

при  Гк  = 398  К: 

П702  15  мА 

П702А 7,5  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  {/ЭБ  = 3 В : 

при  Т — 298  К . . . 5 мА 

при  Гк  = 398  К 15  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  и коллектор- 
база: 

при  Тп  < 393  К 60  В 

при  Гп  = 423  К 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,0  В 

Постоянный  ток  коллектора 2,0  А 

Постоянный  ток  базы 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
с теплоотводом: 

при  Тк  < 323  К 40  Вт 

при  Гк  = 398  К Ю Вт 

без  теплоотвода: 

при  Т < 293  К 4 Вт 

при  Т = 398  К 0,75  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 2,5  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 33  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  Гк  = 
= 398  К 


Примечание.  При  Тк  > 323  К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается 
по  формуле  РК  мж  = (423  - Тк)/КТ  п.к. 

При  Т > 293  К максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 


Лсмакс  = (423  - Т)/Кт„^. 


0 0,4-  0,8  1,2  1,6  2,0 Ік, А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


0 10  20  30  40  50  0КЗ,В 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  на- 
пряжения коллектор-эмиттер. 
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Зависимость  коэффициента  пе-  Зависимость  напряжения  насы- 

редачи  тока  в импульсном  ре-  щения  коллектор-эмиттер  от 

жиме  от  статического  коэффи-  температуры. 


циента  передачи  тока. 

2Т704А,  2Т704Б,  КТ704А,  КТ704Б,  КТ704В 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  высоковольтные 
низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в импульсных  модуляторах. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Вывод  эмиттера 
маркируется  условной  точкой  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 


= 2,5  А,  /Б  = 1,5  А не  более 5 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 2,5  А, 

/Б  = 1 ,5  А не  более ЗВ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с ■ 
общим  эмиттером : 

при  Т=  298  К,  Ѵкэ  = 15  В,  /к  = 1 А: 

2Т704А,  2Т704Б,  КТ704А,  КТ704Б Ю — 100 

КТ704В  не  менее Ю 

при  Т=  373  К,  Скэ  = 10  В,  /к  = 0,5  А 

2Т704А,  2Т704Б 6-300 

при  Т = 213  К,  І/кэ=  15  В,  /к=  1 А 
2Т704А,  2Т704Б 6-100 
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Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  1 МГц, 


Нкб  = 15  В,  Ік  = 0,1  А не  менее 3 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  =10  Ом  не 
более : 

при  Т — 298  К: 

2Т704А,  КТ704А  при  б/^э  = 1000  В 5 мА 

2Т704Б,  КТ704Б  при  б/кэ  = 700  В 5 мА 

КТ704В  при  б/кэ  = 500  В 5 мА 

при  Т=  373  К и 7=213  К: 

2Т704А  при  б/кэ  = 700  В Ю мА 

2Т704Б  при  б/кэ  = 500  В 10  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  б/БЭ  = 4 В не  более  ...  100  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 


= 10  Ом  или  б/БЭ  = 1,5  В 
при  7;  = 213  4 373  К: 

2Т704А 500  В 

2Т704Б 350  в 

при  Тк  = 263  4 333  К КТ704Б,  КТ704В 400  В 

при  Тк  = 228  4 358  К КТ704А 500  В 


Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 

= 10  Ом  или  б/БЭ  = 1,5  В,  ти  = 1 4-  10  мс,  Тф  > 10  мкс, 

<2  > 50  и ти  < 1 мс,  Тф  » 10  мкс,  0 > 10: 
при  Тк  = 233  4 353  К: 

2Т704А,  КТ704А 1000  В 

2Т704Б,  КТ704Б ‘ 700  В 

КТ704В 500  В 

при  Гк  = 213  4 373  К: 


2Т704А 

2Т704Б  

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Гк  = 213  = 
4 373  К 2Т704А,  2Т704Б  и при  Г = 228  4 353  К 

КТ704А,  КТ704Б,  КТ704В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Тк  = 213  4 373  К 2Т704А, 
2Т704Б  и при  Тк  = 228  4 353  К КТ704А,  КТ704б' 

КТ704В 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс  0 > 2 
Тк  — 213  4 373  К 2Т704А,  2Т704Б  и при  т'=  223  — ' 

4 353  К КТ704А,  КТ704Б,  КТ704В 

Постоянный  ток  базы  при  Гк  = 213  4 373  К 2Т704А, 

2Т704Б  и при  Гк  = 223  4 353  К КТ704А,  КТ704б! 

КТ704В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при  Т = 
= 213  4 323  К (при  Тк  = 228  4 323  К КТ704А,  КТ704Б 

КТ704В) 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды: 


700  В 
500  В 

4 В 

2,5  А 

4 А 

2 А 

15  Вт 
398  К 


2Т704А,  2Т704Б  . 


От  213  К до 
Тк  = 373  К 
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КТ704А,  КТ704Б,  КТ704В  . . 


.От  228  К до 
Гк  = 358  К 


Примечания.  I.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность  коллектора,  Вт,  при  Тк  > 323  К определяется  по 
формуле 

макс  = (Г„  — Тк)ІЛГп.„ 

і 

где  кГп.,  — тепловое  сопротивление  переход-корпус,  определяемое 
из  области  максимальных  режимов. 

За  температуру  корпуса  принимается  температура  любой  точки 
основания  транзистора  диаметром  не  более  13  мм  со  стороны  опор- 
ной поверхности. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  2 мм  от 
корпуса  транзистора. 


О 0,4  0,8  1,2  1,бивэ,В 


5 
4 
3 
2 
1 

О 0,2  0,4  0,8  0,8иБЭ,в 


Входные  характеристики. 


Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  база-эмиттер. 


О 0,5  1 1,5  2 1К,А 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 
фициента  передачи  тока  от  тока  щения  коллектор-эмиттер,  в,  от 
коллектора.  отношения  /К//Е. 
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о і г з чиБЭ,  в о го  чо  во  воиКБ,в 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Ьгіэ 
50 

40 
30 
20 
10 

213  253  293  333  373  Тк, К 


21 

—К' 

Г70Ч/ 

ПОЧТ- 

\,2Т 

\-К1 

70ЧБ 
704  В 

Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  относительного  на- 
фициента  передачи  тока  от  пряжения  коллектор-эмиттер  от 
температуры  корпуса.  сопротивления  база-эмиттер. 


Ч 

2 

1 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

0,06 

0,04 

0,02 

0,01 

0,006 

,004 

0,002 
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КТ104А 
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к- 

Т„=39ВК- 
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:ном 
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5 

и^З=-1,5Вили  В63$100м, 

или  0 Э 10  ХЛ  Імс  .т-  і Юмкп 

X 

\ 

1 2 4 61020  40 60100  200  0КЗ, В 

Область  максимальных  режи- 
мов. 


В импульсном  режиме 
~ 0^3= -1,5В  или  #53$  10  Ом ' 
іО.  ^ 50, Тн = /-  10мс,ТдРІ0мкс  — 
"или  4 ^ 1мс,Тф&  10  мне  ~ 


0,002 

0,001 


1 2 Ч 610  20  40 60 100 200  0КЭ)В 


Область 


максимальных 

мов. 


режи- 
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ГТ705А,  ГТ705Б,  ГТ705В,  ГТ705Г,  ГТ705Д 

Транзисторы  германиевые  сплавные  п-р-п  усилительные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усилителей  мощности 
низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  15  г. 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 1,5  А,  /Б  = 0,1  А не  более 1 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 1,5  А, 

/Б  = 0, 1 не  более 2 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/к э =1  В,  /э  = 0,05  А: 

ГТ705А,  ГТ705В 30-70 

ГТ705Б,  ГТ705Г 50-100 

ГТ705Д 90-250 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
' с общим  эмиттером  при  С/Кэ  = 2 В,  /к  = 0,5  А не 

менее 10  кГц 


Линейность  статического  коэффициента  передачи  тока 


К(  = (Л2,э  при  /э  = 0,05  А)/(А2іэ  при  /э  = 1,5  А)  . . . 0,6— 1,5 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 20  В ГТ705А, 

ГТ705Б,  ГТ705Д ; при  СКБ  = 30  В ГТ705В,  ГТ705Г 

не  более 0,5  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 50  Ом, 

С/кэ  = 25  В ГТ705А,  ГТ705Б,  ГТ705Д  и при 

{/кэ  = 36  В ГТ705В,  ГТ705Г  не  более 1,5  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/БЭ  = 10  В не  более  ...  0,3  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 

= 50  Ом,  Тк  = 233  = 328  К: 

ГТ705А,  ГТ705Б,  ГТ705Д 20  В 
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ГТ705В,  ГТ705Г 30  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
7?бэ  = 50  Ом,  ти  « 3 мс,  ()>  10: 

ГТ705А,  ГТ705Б,  ГТ705Д 25  В 

ГТ705В,  ГТ705Г 35В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Тк  = 233  ч-  328  К . . . 3,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом  при  Тк  = 233  ч-  313  К 15  Вт 

без  теплоотвода  при  Т = 233  ч-  308  К 1,6  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 3 К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 30  К/Вт 

Температура  окружающей  среды  От  233  до 


Ту.  = 328  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  с теплоотводом  при 
Ту  = 313  ч-  328  К определяется  по  формуле 
Рк  макс  = (358  - Г,)/3. 


Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  без  теплоотвода  при  Т = 308  ч-  328  К определяется 


по  формуле 


^к.  макс  — (358  Т)!  30. 


2.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  6 мм 
от  корпуса  любым  способом  (пайка,  сварка,  пайка  погружением 
и т.  д.)  при  условии,  что  температура  в любой  точке  корпуса  не 
превышает  предельно  допустимую  температуру  окружающей  среды. 

При  включении  транзисторов  в электрическую  цепь  коллектор- 
ный контакт  должен  присоединяться  последним  и отсоединяться 
первым.  Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов  при  рабочих 
токах,  соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами. 


КТ801А,  КТ801Б 


Транзисторы  кремниевые  диффузионно-сплавные  п-р-п  мощные. 
Предназначены  для  работы  в схемах  кадровой  и строчной 
разверток,  вторичных  источниках  питания. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4 г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Г/^б  = Ю В,  /к  = 0,3  А не 

менее 10  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  э = 5 В,  /к  — 1 А: 

КТ801А 13-50 

КТ801Б 30-150 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 1 А, 

/Б  = 0,2  А не  более 2 В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 100  Ом 
не  более: 

КТ801А: 

при  1/КЭ  = 80  В,  Тк  = 233  ч-  298  К 10  мА 

при  С/кэ  = 40  В,  Тк  = 358  К 20  мА 

КТ801Б: 

при  */кэ  = 60  В,  Тк  = 233  н-  298  К 10  мА 

при  Скэ  = 30  В,  Гк  = 358  К 20  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 2,5  В не  более  ...  2 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  /?эб  < 

< 100  Ом: 

при  Тк  = 233  — 328  К: 

КТ801А 80  В 

КТ801Б  . . . . ОѴ 60  В 

при  Тк  = 358  К : 

КТ801А 40  В 

КТ801Б 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 2 А 

Постоянный  ток  базы 0,4  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гк  = 233  -г-  328  К 5 Вт 

при  Г,  = 358  К 2 Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233 

до  358  К 


Примечание.  При  температуре  корпуса  от  328  до  358  К 
напряжение  и рассеиваемая  мощность  снижаются  линейно. 
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О 200  000  600  8001к,мА 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  от  тока  кол- 
лектора. 


80 

60 

40 

20 

О 200  400  600  80 01 к, мА 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


КТ802А 

Транзистор  кремниевый  меза-планарный  п-р-п  мощный  универ- 
сальный. Предназначен  для  работы  в усилителях  постоянного  тока, 
генераторах  строчной  развертки,  усилителях  мощности,  вторичных 
источниках  питания. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  22  г,  е накидным  фланцем  не 
более  34  г. 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  СУКБ  =10  В,  Ік  = 0,5  А не 


менее 10  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером  при  Скб  = 10  В,  Ік  = 2 А не  менее  ...  15 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 5 А, 

/Б  = 0,5  А не  более 5 В 
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^Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  =150  В не  более: 


при  Тк  = 248  -г-  298  К . 60  мА 

при  Тк  = 373  К . . 200  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 150  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ти  < 

« 10  мкс,  ^ >2 130  В 

Постоянный  ток  коллектора 5 А 

Постоянный  ток  базы ІА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гк  = 248  н-  298  К . 50  Вт 

при  Г*  = 373  К 20  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  2,5  К/Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  корпуса От  248  до  373  К 


Примечание.  При  температуре  корпуса  от  298  до  373  К 
рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле: 
макс  = (423  — ТК)  І К Тп.к. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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123 Кнас 
Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния коллектор-эмиттер  от  коэф- 
фициента насыщения. 


2Т803А,  КТ803А 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  мощные  уни- 
версальные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  постоянного  тока, 
генераторах  строчной  развертки,  источниках  питания. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  22  г,  с накидным  фланцем  не 
более  34  г. 
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Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока 
в схеме  с общим  эмиттером  при  С/КБ  =10  В, 

/э  = 0,5  А не  более 20  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 10  В,  /к  = 5 А: 

2Т803А 10-50 

КТ803А Ю-70 

при  Г*  = 213  К 2Т803А 6-50 

при  Гк  = 233  К КТ803А  не  менее 6 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 5 А,  /Б  = 1 А 0,5*  — 1,75*  — 2,5  В 

Статическая  крутизна  прямой  передачи  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/Кэ  = Ю В,  /к  = 5 А 

не  менее  . 2 А/В 

Время  включения  * при  Цкэ  = 40  В,  /к  = 6 А, 

= 0,5—  10  мкс 0, 1-0,3  мкс 

Время  выключения  * при  СКэ  = 40  В,  /к  = 6 А, 

ти  = 0,5  — 10  мкс 0, 1-0,4  мкс 

Время  рассасывания*  при  /к  = 1,5  А,  ТД'нас  = 2, 

= 10  Ом,  ти  = 10  мкс 0,6  — 2,5  мкс 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  СКБ  = 10  В 300-400-500  пФ 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 

< 100  Ом : 

при  Гк  = 213  К и 298  К,  Цкэ  = 70  В . . . . 5 мА 

при  Ту.  = 398  К,  Скэ  = 60  В 15  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 4 В не  более : 

2Т803А 20  мА 

КТ803А 50  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Лэб  < 

< 100  Ом 60  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  V эБ  = 

= 2 В,  ти  « 10  мкс,  0 > 2 80  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 
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Постоянный  ток  коллектора 10  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  транзистора: 

при  7^  = 213  4-  323  К 2Т803А 60  Вт 

при  Тк  = 233  -т-  323  К КТ803А 60  Вт 

при  Тк  = 373  К КТ803А 30  Вт 

при  Тк  = 398  К 2Т803А 15  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 1,66  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 


2Т903А От  213  до  Тк  = 398  К 

КТ803А От  233  до  Тк  = 373  К 

Примечание.  При  температуре  корпуса  более  323  К рассеи- 
транзистора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле: 

^макс  = 60  — (7'к  — 323)/ ЯТп.к. 


ваемая  мощность 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  на- 
пряжения коллектор-эмиттер. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


ного  перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


висимости  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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КТ805А,  КТ805Б,  КТ805АМ,  КТ805БМ, 
КТ805ВМ 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиальные  п-р-п  переключательные 
низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  выходных  каскадов 
строчной  развертки  телевизоров,  систем  зажигания  двигателей  внут- 
реннего сгорания. 

Транзисторы  КТ805А,  КТ805Б  выпускаются  в металлостеклян- 
ном корпусе  с жесткими  выводами. 

Транзисторы  КТ805АМ,  КТ805БМ,  КТ805ВМ  выпускаются  в 
пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  24  г, 
в пластмассовом  не  более  2,5  г. 
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Электрические  параметры 


2,5  В 

5 В 

2,5  В 


2,5  В 
5 В 


15 

5 


20  МГц 


60  мА 
7СЦѵіА 
^00  м^ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ти  < 

< 500  мс,  Тф  >15  мс,  ЛБэ  5 10  Ом  при  Гп  < 373  К: 

КТ805А,  КТ805АМ 160  В 

КТ805Б,  КТ805БМ,  КТ805ВМ 135  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 5 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 200  мс  и (7=1,5  8 А 

Постоянный  ток  базы  . . 2А 

Импульсный  ток  базы  при  ти  < 20  мс 2,5  А 

Средняя  рассеиваемая. мощность: 

при  Г,  < 323  К . " 30  Вт 

при  Тк  = 373  К 15  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 3,3  К/Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 


Т%  = 373  К 

Примечания:  1.  Для  КТ805А,  КТ805АМ  в схемах  строчной 
развертки  телевизоров  допускается  1/кэ.и  = 180  В при  Тк  < 343  К, 
ти  < 15  мкс.  При  повышении  температуры  до  423  К Укэ.и  умень- 
шается на  10%  через  каждые  10  К.  В схемах  строчной  развертки 
телевизоров  допускается  1/эб.и  = 8 В при  ти  < 40  мкс. 

. 2.  При  температуре  корпуса  от  323  до  373  К рассеиваемая 
мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле: 

-^Кмакс  = (423  — Т ДЛгп-к- 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 
при  /к  = 5 А,  /Б  = 0,5  А: 

КТ805А,  КТ805АМ  не  более 

КТ805Б,  КТ805БМ  не  балее . 

/к  = 2 А,  /Б  = 0,2  А КТ805ВМ  не  более  . . . . 
Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 5 А,  / Б = 
= 0,5  А: 

КТ805А,  КТ805АМ  не  более 

КТ805Б,  КТ805БМ,  КТ805ВМ  не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  (7кэ  = 10  В,  /к  = 2 А не  менее: 

при  Т = 298  К 

при  Г=  213  К 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  І/кэ  =10  В,  /к  = 1 А не 

менее 

Импульсный  обратный  ток  коллектора  при  7?бэ  = Ю Ом 
при  Г = 298  К и 373  К не  более: 

КТ805А,  КТ805АМ  при  Ѵкз  = 160  В 

КТ805Б,  КТ805БМ,  КТ805ВМ  при  7/Кэ  = 135  В . . . 
Обратный  ток  эмиттера  при  1/эб  = 5 В не  более  . . . . 
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3.  Пайку  выводов  транзисторов  в металлостеклянном  корпусе 
следует  производить  в течение  не  более  10  с.  Температура  пайки 
не  должна  превышать  533  К. 

Пайку  выводов  транзисторов  в пластмассовом  корпусе  разре- 
шается производить  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса 
транзистора. 

При  монтаже  транзисторов  в схему  допускается  одноразовый 
изгиб  их  выводов  на  расстоянии  не  менее  2,5  мм  от  корпуса 
под  углом  90°  с радиусом  изгиба  не  менее  0,8  мм.  При  этом 
должны  приниматься  меры,  исключающие  возможность  передачи  уси- 
лий на  корпус. 

Изгиб  в плоскости  выводов  не  допускается. 


Ьгь 

юо 

80 

60 

40 

20 

0 12  3 4 5 ІК,А 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  частоты. 


1 

КТ605А 

1 

КТ 80 5 В 

1 

ИТ605АМ, 

нты 

тм 

Окэ 

= 10 

в 

’ависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  эмиттер-база. 
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КТ807А,  КТ807Б,  КТ807АМ,  КТ807БМ 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  универсальные 
низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в генераторах  кадровой  и строчной 
разверток,  усилителях  низкой  частоты,  источниках  питания. 

Выпускаются  в металлопластмассовом  (КТ807А,  КТ807Б)  и в 
пластмассовом  (КТ807АМ,  КТ807БМ)  корпусах  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  КТ807А,  КТ807Б  не  более  2,5  г,  КТ807АМ, 
КТ807БМ  не  более  1 г. 


22 


15 


Коллектор 


База  Эмиттер 

КТ 807 А,  КТ807Б 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 

с общим  эмиттером  не  менее 5 МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  і/кэ  = 5 В,  /к  = 0,5  А : 
при  Т = 298  К: 

КТ807А,  КТ807АМ 15-45 

КТ807Б,  КТ807БМ 30-100 

при  Т = 358  К : 

КТ807А,  КТ807АМ 20-60 

КТ807Б,  КТ807БМ 45-150 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  = 

= 0,5  А,  /Б  = 0,1  А не  более 1 В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Скэ  =100  В, 
і?Бз  =10  Ом ! 

при  Т = 298  К не  более 5 мА 

при  Т = 358  К не  более 15  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  17 эБ  = 4 В не  более  . . . 15  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  < 

< 10  Ом  или  ЛБЭ  = 1 кОм  и 1/бэ  = 0,5  В . . . . 100  В 
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Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер 120  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс,  > 1 . . . 1,5  А 

Постоянный  ток  базы 0,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 233  -г  343  К 10  Вт 

при  Г = 358  К 8 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 8 К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233 


до  358  К 


Примечание.  При  температуре  окружающей  среды  от  343 
до  358  К рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается  по 
формуле : 

Ле.макс  = (423  - Г)/ЛТп_к. 


233  273  313  Г,  К 


^213 

120 


80 


40 


КТ  8 

07А,КТ8С 

17Б 

^ 

Ѵ N 

\ 

\ 

\ 

^Ю~5В 

0 0,2  0,4  ІК,А 


КТ80 

'А , КТ807 

— 

5 



Ік  = 0,5 

4=0, и 

1 

1 

1 

1 1 

233  273  313  зззт.к 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  темпе- 
ратуры. 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния коллектор-эмиттер  от  тем- 
пературы. 
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2Т808А,  КТ808А 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  переключательные 
низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в ключевых  схемах,  генераторах 
строчной  развертки,  электронных  регуляторах  напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  22  г,  накидного  фланца  12  г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  2=6  А, 

/ =0,6  А 1 * — 2,5  В 

ь 1 А * П 

типовое  значение о 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  і/  =3  В,  7=6  А : 

при  Т = 298  К.  . . . К 10-50 

типовое  значение 15* 

при  Т = 398  К 2Т808А  и Т = 373  К КТ808А  ....  10-150 

при  Г =213  К 6-50 

Отношение  статического  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  Т — 398  К к стати- 
ческому коэффициенту  при  Т = 298  К не  более  .... 

Время  рассасывания  при  I/  = 1 5 В,  /к  = 6 А не  более  2 мкс 
Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  3,5  МГц, 

Скэ=10  В,  /э  = 0,5  А не  менее 2,4 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скэ  = Ю В, 

/=  1 МГц  не  более 500  нФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Лбэ  = Ю Ом: 

при  Г = 298  и 213  К,  Цкэ  = 200  В 2Т808А  и 

Скэ  = 120  В КТ808А  не  более 3 мА 

типовое  значение 0,1*  мА 

при  Т = 398  К,  І/кэ  = '60  В 2Т808А  не  более  ...  20  мА 

при  Т=  373  К,  С/кэ=  12°  в КТ808А  не  более  ...  20  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  {7бэ  = 4 В не  более  ...  50  мА 

типовое  значение 4'  мА 


477 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  К = 

= 10  Ом,  Г„  « 373  К Б?  . 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  С/БЭ  = 2 В 
или  ЛБЭ  = 10  Ом,  х„  « 500  мкс,  2 > 6,  Т„  < 373  К . . . 
Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Т = 213  -г  398  К 
Постоянный  ток  коллектора  при  Г=213-ь398  К . . . 

Ток  базы  при  Т = 213  -=-  398  К 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гц  = 213 -ь  323  К с теплоотводом 

при  Т — 2 1 3 -т-  323  К без  теплоотвода 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды: 


120  В 

250  В 
4 В 
10  А 

4 А 

50  Вт 

5 Вт 
2 К/Вт 

423  К 


2Т808А От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ808А . . От  Г=  213  К 


до  Тк  = 373  К 


Примечания:  1.  Постоянное  и импульсное  напряжение  коллек- 
тор-эмиттер при  Тп  = 373  -=-  423  К снижается  линейно  на  10%  через 
каждые  10  К. 


Не  рекомендуется  работа  транзисторов  при  рабочих  токах,  соизме- 
римых с неуправляемыми  обратными  токами  во  всем  диапазоне 
температур. 

Для  снижения  контактного  теплового  сопротивления  между  корпу- 
сом и теплоотводом  необходимо  применять  смазку  из  невысыхающего 
масла  или  тонкую  фольгу  из  мягкого  металла. 

2.  Механические  усилия  на  выводы  транзисторов  не  должны 
превышать  19,62  Н в осевом  и 3,43  Н в перпендикулярном 
направлениях  к оси  вывода. 

Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  6 мм  от 
корпуса  транзистора. 


298  12 1 348  373  398  Тк/ 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой рассеиваемой  мощно- 
сти коллектора  от  температуры 
корпуса. 


Ч 
3 
2 
1 

0 0,2  0,4  0,8  0,8  и ЗБ,  В 

Входные  характеристики. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 


коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  корпуса. 


^гіэ 

25 

20 
15 
10 
5 
О 

213  253  293  333  373Тк,К 
Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы корпуса. 
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о ю го  зо  чоинѣ, 

Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  напряжения  насы-  Область  максимальных  режи- 
щения  коллектор-эмиттер  от  мов. 

тока  базы. 
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2Т809А,  КТ809А 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  переключательные 
низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в ключевых  и импульсных  схемах. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  22  г,,  накидного  фланца  не  более  12  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 


/к  = 2 А,  /б  = 0,4  А 0,22* -0,6* -1,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  — 

= 2 А,  /Б  = 0,4  А 1,03* -1,3* -2,3  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Йкэ  = 5 В,  /к  = 2 А: 

при  Т = 298  К 15-100 

при  Г=  398  К 15-130 

при  Т=  213  К 10-100 

Время  включения  * при  /к  = 2 А,  /Б  = 0,5  А, 

ти  = 10  мкс 0,2 -0,3  мкс 

типовое  значение 0,25  мкс 

Время  спада*  при  /к  = 2 А,  /Б  = 0,5  А,  т„  = 

= 10  мкс 0,2 -0,3  мкс 

типовое  значение 0,25  мкс 

Время  рассасывания*  при  /к  = 2 А,  /Б  = 0,5  А, 

тя  = 10  мкс 0,5-3  мкс 

типовое  значение 2 мкс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  / = 

= 3,0  МГц,  І/к э = 5 В,  /к  = 0,5  А не  менее  ...  1,7 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  V кэ  = 400  В, 

/?вэ  = 10  Ом  не  более: 

при  Т = 298  К и Г = 2 1 3 К 3 мА 

при  Т = 398  К,  С/кэ  = 300  В 10  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УБЭ  = 4 В не  более  50  мА 
Емкость  коллекторного  перехода*  при  (Укэ  = 5 В 190-220-270  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Гп  « 373  К,  ЯБЭ  = 10  Ом 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Тк  = 

= 213  4 398  К 

Постоянный  ток  коллектора  при  7^  = 213  4 398  К 
Импульсный  ток  коллектора  при  х„  < 400  мкс, 

2 > 10,  Гк  = 213  4 398  К 

Ток  базы  при  Гк  = 213  4 398  К 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Гк  = 213  4 323  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


400  В 


4 В 
3 А 

5 А 
1,5  А 

40  Вт 
2,5  К/Вт 
423  К 
От  213  К 


до  Тк  = 398  К 

Примечания:  1.  Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 
при  Тп  = 373  4 423  К снижается  линейно  на  10%  через  каждые  10  К. 

2.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  при  Т к > 323  К снижается  в соответствии  с формулой 


Рк  = (Г  - Т )/Лт  , 

К.  макс  п к Т.п-к 

где  Кт  п-к  “ тепловое  сопротивление  переход-корпус,  определяемое 
из  области  максимальных  режимов. 

В импульсных  схемах  допускаются  перегрузки  по  мощности 
рассеивания  до  300  Вт  в момент  переключения,  при  этом  длитель- 
ность перегрузки  должна  быть  не  более  0,5  мкс,  частота  перегрузки 
не  более  5 кГц,  температура  корпуса  не  более  363  К. 

В импульсных  схемах  допускается  С/^э  < 8 В,  при  этом  должно 
быть:  /Б  « 1 А,  2 > 2,  />  30  кГц. 

Допускается  использование  транзистора  при  / < 7 А,  (}<  2. 

Мгновенная  мощность  при  переключении  не  должна  превышать 
100  Вт  в течение  не  более  5 мкс  и 0 > 10. 

Не  рекомендуется  работа  транзисторов  при  рабочих  токах,  соизме- 
римых с неуправляемым  и обратными  токами  во  всем  диапазоне 
температур  окружающей  среды. 


Входные  характеристики.  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  базы. 


16  Полупроводниковые  приборы 
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О 0,1  0,2  0,3  0,4 ІБ, А 


0,5  1 1,5  2 2,5ІК,  А 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
базы. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектор-эмиттер  от  темпера- 
туры корпуса. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектор-эмиттер  от  темпера- 
туры корпуса. 


0 12  3 41",  А 


Зависимость  времени  рассасы- 
вания от  тока  коллектора. 
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3.  Механические  усилия  на 
выводы  транзисторов  не  дол- 
жны превышать  19,62  Н в осе- 
вом и 3,43  Н в перпендику- 
лярном направлениях  к оси 
вывода. 

Пайка  выводов  допускается 
на  расстоянии  не  менее  6 мм  от 
корпуса  транзистора. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


2Т812А,  2Т812Б,  КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  импульсные  вы- 
соковольтные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в выходных  каскадах  строчной 
развертки  и телевизоров,  в импульсных  и ключевых  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 0,1  А . . . . 350-450* -650*  В 
Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 8 А,  /Б=  1,6  А 1,0*  — 2,5  В 

типовое  значение * . 1 35*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 


= 8 А,  /Б  = 1,6  А 

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером: 


1,8*  — 2,5  В 
2,2*  В 


16* 
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при  Тк  = 298  К : 

2Т812А,  2Т812Б  при  2КЭ  = 3 В,  /к  = 8 А 5-  15*  -30 
КТ812А,  КТ812Б  при  1/кэ  = 2,5  В,  /к  = 

= 8 А не  менее 4 

КТ812В  при  І7КЭ  = 5 В,  /к  = 5 А . . . 10  — 80*  — 125* 

при  Тк  — 398  К 2Т812А,  КТ812Б  при 
І/кэ  =3  В,  /к  = 5 А не  менее  ....  4 

при  Тк  = 213  К 2Т812А,  2Т812Б  при  (7КЭ  = 

= 3 В,  /к  = 8 А не  менее 3 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  * при 

1/КЭ=Ю  В,  /к  = 0,2  А, /=  1 МГц  ....  3,5  — 6,8  — 8,4 

Время  спада  при  1/кэ = 250  В,  І/Бэ  = 4 В, 

/к  = 5 А,  /Б  = 2,5  А 0, 22*  -0, 6*  -1,3  мкс 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  І/КБ  = 

= 100  В 70-85-100  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  2эб  = 0 1300—1700  — 2300  пФ 
Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  Г = 298  К,  і/Кб  = 700  В 2Т812А, 

КТ812А,  1/КБ  = 500  В 2Т812Б,  2Т812Б, 

Е/кв  = 300  В КТ812В 5 мА 

типовое  значение* 0,5  мА 

при  Г = 398  К,  1/КБ  = 400  В 2Т812А, 

1/КБ  = 300  В 2Т812Б 10  мА 

при  Т = 213  К,  1/КБ  = 500  В 2Т812А, 

1/КБ  = 400  В 2Т812Б Ю мА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  1/эБ  = 6 В 2Т8 1 2 А,  2Т8 1 2Б  . . . . 50  мА 

типовое  значение* 5 мА 

при  С/эб  = 7 В КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В  150  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер 
при  Лбэ  = 10  Ом,  ти  < 20  мкс,  Тф  » 3 мкс, 

2 > 3,  Гк  = 233  ч-  358  К 2Т812А,  2Т812Б  и 
ти  < 1 мс,  <2  > 10  или  ти  < 50  мкс,  2 > 2 
КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В 

2Т812А,  КТ812А 700  В 

2Т812Б,  КТ812Б 500  В 

КТ812В 300  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер 
при  ЛБЭ  = 10  Ом,  т„  < 500  мкс,  тф  > 3 мкс, 

2 >2,  Т=  233  ч-  358  К:  для  2Т812А, 

2Т812Б 350  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер: 

2Т812А,  2Т812Б 6 В 

КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В 7 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т812А,  2Т812Б 10  А 

КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В 8 А 
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Импульсный  ток  коллектора: 

2Т812А,  2Т812Б: 

при  ти  « 20  мкс,  <2  > 10  ...  . 17  А 

при  ти  « 20  мкс,  2 > 2 12  А 

КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В  при  ти  < 1 мс, 

2 > 10  или  ти  « 50  мкс,  2 > 2 . . . . 12  А 

Постоянный  ток  базы: 

. 2Т812А,  2Т812Б 4 А 

КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В ЗА 

Импульсный  ток  базы: 

2Т812А,  2Т812Б: 

при  ти  « 20  мкс,  2 > Ю 7 А 

при  ти  < 20  мкс,  2^2 5 А 

КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В  при  ти  « 1 мс, 

2 > 10  или  ти  < 50  мкс,  2 > 2 . . . . 4 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллек- 
тора 2Т812А,  2Т812Б  при  Тк  = 213  -г  323  К 
и КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В  при  Гк  = 

= 228  4-  323  К 50  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т812А,  2Т812Б От  213  К до  Тк  = 398  К 

КТ812А,  КТ812Б,  КТ812В От  228  К до  Тк  = 358  К 


Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора  при  Тк  > 323  К снижается  линейно 
на  0,5  Вт  через  1 К. 

2.  При  применении  транзисторов  в схемах  строчной  развертки 
допускается  эксплуатация  при  предельных  значениях  напряжения 
коллектор-эмиттер  и тока  коллектора,  при  этом  температура  корпуса 
не  должна  превышать  373  К. 


Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  база-эмиттер. 


Входная  характеристика. 
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0 2 4 6 8Ік,К 


О 0,5  1 1,5  г 2ДГ„Л 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зависимость  напряжений  насы- 
щения коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  коллектора. 


КТ815А,  КТ815Б,  КТ815В,  КТ815Г 


Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  п-р-п 
универсальные  низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  низкой  частоты,  опе- 
рационных и дифференциальных  усилителях,  преобразователях,  им- 
пульсных схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1 г. 
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_ Коллектор 
2,3 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  1 = 50  мА,  т = 300  мкс, 

2 > ЮО  не  менее:  " 

КТ815А 25  В 

КТ815Б 40  В 

КТ815В 60  В 

КТ815Г 80  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  / = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  Іу  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 1,2  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  17кэ  = 2 В,  /к  = 0,15  А не  менее: 
при  Г = 298  К 

КТ815А,  КТ815Б,  КТ815В 40 

КТ815Г 30 

при  Т — 233  К: 

КТ815А,  КТ815Б,  КТ815В 30 

КТ815Г 20 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  V кэ  = 5 В,  /э  = 0,03  А не 

менее  3 МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  V кэ  = 5 В,  /= 

= 465  кГц  не  более 60  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,5  В не  более  75  пФ 
Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  при 

Ѵѵэ  — 5 В,  /к  = 5 мА,  /=  800  Гц  не  менее  ....  800  Ом 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 40  В не  более : 

при  Гк  = 233  -т-  298  К 50  мкА 

при  Тк  = 373  К 1000  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эми  гтер  при  Лс-э  < 

« 100  Ом.  Тк  = 233  и-  373: 

КТ815А 40  В 

КТ815Б 50  В 

КТ815В 70  В 

КТ815Г 100  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

КТ815А 25  В 

КТ815Б 40  В 

КТ815В 60  В 

КТ815Г 80  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Г*  = 213  = 

= 373  К 5 В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Гк  = 233  = 373  К . . . 1,5  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  тн  < 10  мс,  2 > 100, 

Гк  = 233  = 373  К ЗА 
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0,5  А 


Постоянный  ток  базы  при  Гк  = 233  4-  373  К . . . . 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 


с теплоотводом  при  Тк  = 233  н-  298  К 10  Вт 

без  теплоотвода  при  Т = 233  4-  298  К 1 Вт 

Температура  перехода  . . • 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

= 373  К 


Пр  имечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность  коллектора  без  теплоотвода  при  Гк  = 298  4-  373  К 
снижается  линейно  на  0,01  Вт  через  1 К. 

2.  Пайку  выводов  разрешается  производить  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса.  Разрешается  производить  пайку  путем  погру- 
жения выводов  не  более  чем  на  2 с в расплавленный  припой 
с температурой  не  выше  523  К. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора  с радиусом  закругления  1,5  — 2 мм,  при  этом 
должны  приниматься  меры,  исключающие  возможность  передачи 
усилий  на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов  не  допускается. 


10  20  40  ВО  100200  0001  юм А 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 


Зависимость  статического  коэффици-  Зависимость  максималь- 

ента  передачи  тока  от  тока  коллектора.  но  Допустимой  мощ- 

ности рассеивания  кол- 
лектора от  температуры 
корпуса. 
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КТ817А,  КТ817Б,  КТ817В,  КТ817Г 


Транзисторы  кремниевые  меза- 
эпитаксиально-планарные  п-р-п  уни- 
версальные низкочастотные  мощ- 
ные. 

Предназначены  для  примене- 
ния в усилителях  низкой  частоты, 
операционных  и дифференциаль- 
ных усилителях,  преобразователях 
и импульсных  схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Обоз- 
начение типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более 
0,7  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА,  < 300  мкс, 
> 100  не  менее: 

КТ817А 

КТ817Б 

КТ817В 

КТ817Г ’ 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 1 А,  /б  = 0,1  А не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 1 А, 

/б  = 0, 1 А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  С/Кэ  = 2 В,  /э  = 1 А не  менее : 

при  Т = 298  К и Т = 373  К 

при  Т = 233  К 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  I! кэ  = 10  В,  /э  = 0,25  А 

не  менее  

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  =10  В,  / = 

= 1 МГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Ѵэѣ  = 0,5  В не  более 
Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ  = 40  КТ817А;  при 
Скб  = 45  В КТ817Б;  при  СКБ  = 60  В КТ817В; 
при  1/«б  = 100  В КТ817Г  не  более: 

при  Г = 233  и 298  К 

при  Т = 373  К 


25  В 

45  В 
60  В 
80  В 

0,6  В 

1,5  В 


25 

15 


3 МГц 

60  пф 
115  пФ 


100  мкА 
3000  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ДБЭ  = 

= оо,  Тк  = 233  -т-  373  К : 

КТ817А 25  В 
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КТ817Б 45  В 

КТ817В 60  В 

КТ817Г 80  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛБЭ  < 1 кОм,  Гк  = 233  ч-  373  К : 

КТ817А 40  в 

КТ817Б 45  В 

КТ817В 60  В 

КТ817Г 100  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Тк  = 233  -г  373  К 5 В 
Постоянный  ток  коллектора  при  Тк  = 233  ч-  373  К . . . ЗА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 20  мс,  (?  > 100, 

Тк  = 233  -г-  373  К 6 А 

Постоянный  ток  базы  при  Тк  = 233  ч-  373  К . . . . ІА 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом  при  Гк  = 233  ч-  298  К . . . . 25  Вт 

без  теплоотвода  при  Т = 233  н-  298  К ! Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

Тк  = 373  К 


Примечания:  1.  Постоянная  рассеиваемая  мощность  при 
Тк  > 298  К уменьшается  линейно  на  0,2  Вт/К  с теплоотводом 
и на  0,01  Вт/К  без  теплоотвода. 

2.  Пайку  выводов  разрешается  проводить  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора  с радиусом  закругления  1,5-2  мм,  при  этом 
должны  приниматься  меры,  исключающие  возможность  передачи  уси- 
лий на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов  не  допускается. 

При  монтаже  транзисторов  на  теплоотвод  крутящий  момент  при 
нажатии  не  должен  превышать  70  Н • см. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  статического  коэф- 
щения  коллектор-эмиттер  от  то-  фициента  передачи  тока  от  тока 
ка  коллектора.  эмиттера. 
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213  253  293  333  373  Ъ.К 


Зависимость  максимально  допусти- 
мой мощности  рассеивания  кол- 
лектора от  температуры  корпуса. 


1 2 4 6 810  20  40икэ,В 

Область  максимальных  режи- 


2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В,  КТ819А,  КТ819Б, 
КТ819В,  КТ819Г,  КТ819АМ,  КТ819БМ,  КТ819ВМ, 

КТ819ГМ 


Транзисторы  кремниевые  меза- 
эпитаксиально-планарные  п-р-п  уни- 
версальные низкочастотные  мощ- 
ные. Предназначены  для  примене- 
ния в усилителях  низкой  частоты, 
операционных  и дифференциаль- 
ных усилителях,  преобразователях 
и импульсных  схемах. 

Транзисторы  КТ819А,  КТ819Б, 
КТ819В,  КТ819Г  выпускаются  в 
пластмассовом  корпусе  с гибкими 
выводами  (вариант  1),  транзисторы 
2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В, 

КТ819АМ,  КТ819БМ,  КТ819ВМ, 
КТ819ГМ  — в металлостеклянном 
корпусе  с жесткими  выводами  (ва- 
риант 2).  Обозначе- 
ние типа  приводит- 


Вариант  1 


Вариант  2 


ся  на  корпусе. 

Масса  транзис- 
торов КТ819А, 
КТ819Б,  КТ819В, 

КТ819Г  не  более 
2,5  г,  транзисторов 
2Т819А,  2Т819Б, 

2Т819В,  КТ819АМ, 
КТ819БМ, 
КТ819ВМ, 
КТ819ГМ 
не  более  20  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 0,1  А,  ти  < 300  мкс, 


е > 100: 

КТ819А,  КТ819АМ  не  более 25  В 

КТ819Б,  КТ819БМ,  2Т819В 40-60*-80*  В 

КТ819В,  КТ819ВМ,  2Т819Б 60  — 80*  — 100*  В 

КТ819Г,  КТ819ГМ,  2Т819А 80— 100*  — ПО*  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 
при  Ік  = 5 А,  /Б  = 0,5  А: 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В 1 В 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г,  КТ819АМ, 

КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ 2 В 


при  /к  = 20  А,  /Б  = 4 А 2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В  . . 5*  В 

при  /к=  15  А,  /Б  = 3 А КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В, 

КТ819Г,  КТ819АМ,  КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ  4*  В 
Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 5 А, 


/Б  = 0,5  А не  более : 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В 15В 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г,  КТ819АМ, 

ІСТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ ЗВ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Скб  = 5 В,  /к  = 5 А не  менее; 
при  Т=  298  К и Г=Г,макс: 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В 20 

КТ819А,  КТ819В,  КТ8І9АМ,  КТ819ВМ  . . . . ’ 15 

КТ819Б,  КТ819БМ 20 

КТ819Г,  КТ819ГМ 12 

при  Т = 213  К 2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В  ....  9 

при  Т = 233  К : 

КТ819А,  КТ819В,  КТ819АМ,  КТ819ВМ  ....  10 

КТ819Б,  КТ819БМ 15 

КТ819Г,  КТ819ГМ 7 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  СКБ  = 5 В,  /э  = 0,5  А . . . 3-5  — 

12  МГц 

Время  выключения*  при  /к  = 5 А,  /Б  = 0,5  А не 

б°лее 2,5  мкс 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  СКБ  = 5 В . . .360-600- 

1000  пФ 

Пробивное  напряжение  коллектор-база  при  Т = 

= 213  и-  298  К,  /к  = 1 мА  и при  Т = 398  К, 

/к  = 5 мА  не  менее: 

2Т819А ЮО  В 

2Т819Б 80  В 

2Т819В 60  В 

Обратный  ток  коллектора  при  ИКБ  = 40  В не  более: 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г,  КТ819АМ, 

КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ: 
при  Т = 233  -г-  298  К 1 мд 
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при  Т =373  К ....  . 10  мА 

Пробивное  напряжение  эмиттер-база  при  /э  = 5 мА  не 
менее . . . 5 В 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база : 

2Т819А 25  В 

2Т819Б 40  В 

2Т819В 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛБЭ«  100  Ом,  Т = Гмин  - 323  К: 

КТ819А,  КТ819АМ 40  В 

КТ819Б,  КТ819БМ 50  В 

КТ819В,  КТ819ВМ 70  В 

2Т819А,  КТ8І9Г.  КТ8І9ГМ 100  В 

2Т819Б 80  В 

2Т819В 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г  ......  10  А 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В,  КТ819АМ,  КТ819БМ, 

КТ819ВМ,  КТ819ГМ 15  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс,  (9  > 100: 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г 15  А 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В,  КТ819АМ,  КТ819БМ, 

КТ819ВМ,  КТ819ГМ 20  А 

Постоянный  ток  базы ЗА 

Импульсный  ток  базы  при  ти  < 10  мс,  2 > 100  ...  5 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
с теплоотводом  при  Тк  < 298  К : 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г 60  Вт 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В,  КТ819АМ,  КТ819БМ, 

КТ819ВМ,  КТ819ГМ 100  Вт 

без  теплоотвода  при  Т < 298  К : 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г 1,5  Вт 

КТ819АМ,  КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ 2 Вт 

2Т819А,  КТ819Б,  2Т819В 3 Вт 

Температура  перехода: 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В 423  К 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г,  КТ819АМ, 

КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ 398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т819А,  2Т819Б,  2Т819В От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г,  КТ819АМ, 

КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ От  233  до 

Тк  = 373  К 
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Примечания:  1.  Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллек- 
тора без  теплоотвода  при  Тк  = 298  4-  373  К снижается  линейно  на 
0,015  Вт  через  1 К КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В,  КТ819Г  и на  0,02  Вт 
через  1 К КТ819АМ,  КТ819БМ,  КТ819ВМ,  КТ819ГМ. 

2.  Пайку  выводов  разрешается  производить  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса. 

При  монтаже  в схему  транзисторов  КТ819А,  КТ819Б,  КТ819В, 
КТ819Г  допускается  одноразовый  изгиб  выводов  на  расстоянии  не 
менее  2,5  мм  от  корпуса  под  углом  90°,  радиусом  не  менее  0,8  мм. 
При  этом  должны  приниматься  меры,  исключающие  возможность 
передачи  усилий  на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов  не  допуска- 
ется. 


КТ819АМ-КТ819ГМ 


255  295  555  5 75  413Тк,К 


КТ819А-КТ819Г 

С теплоотводом 
6/ 

7 

\ 

: 

V 

.дез  теплоот- 
\/  вода 

255  295  255  573  413  Тк, К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 
корпуса. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 
корпуса. 


1 

^ ГН  . 

— 

11ВА 

Ч19А 

—КТ8191 

-2Т819В 

1 1 

1, 

1 

1=0 

1 

/ 

У 

0 I— 

о,ч  0,5  о,в  0,1  о,виьэ,в 


0,010,02  0/160,10,20,40,61  2 4 6ІЭ,А 


Входная  характеристика.  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


494 


V 

1 

^ 0,8 
^0,6 
8 О-4 
0,2 
О 


КТ819А  ~ КТ819Е 
9ТЯ10А  - 9ТЯ10Я 

, 

10  20  4060100  т 10*2  4К13#м 


2 

1 

0,6 
оэ 
3 0,2 
й 0,1 
^ 0,06 
0,04 
0,02 
0,01 


_1 1 111  1 т. 

і 

КТ819А  -КГ8196 
-2Т819А  -2Т819В 

, 

/ 

' 

1 'III 

Т /т  4П 

к / 

‘■Б 

0,10,20,40,61  2 4 6ІК,А 


Зависимость  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  сопротивле- 
ния база-эмиттер. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


г 73  253  293  333  373  Тн, К 


Зависимость  времени  выключе- 
ния от  тока  коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
температуры  корпуса. 


Зависимость  граничного  напря- 
жения от  температуры  корпуса. 


К1 
~ 2Т 

Г819А 
81  9 А 

-кт 

-2Т8 

819В, 

19В 

213  253  293  333  373ТН,К 


КТ821А-1,  КТ821Б-1,  КТ821В-1 

Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  п-р-п  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 
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Коллектор 


Предназначены  для  применения 
в усилителях  низкой  частоты,  опе- 
рационных и дифференциальных 
усилителях,  преобразователях  и 
импульсных  схемах  герметизиро- 
ванной аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  вы- 
водами, без  кристаллодержателя, 
с защитным  покрытием.  Каждый 
транзистор  упаковывается  в инди- 
видуальную тару.  Обозначение  типа 
приводится  на  сопроводительной 
таре. 

Масса  транзистора  не  более 
0,02  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 50  мА,  т„  < 300  мкс, 
<2 > 100  не  менее: 

КТ821А-1 

КТ821Б-1 

КТ821В-1 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/б  = 0,05  А не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/б  = 0,05  А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  С^б  = 2 В,  /к  = 1 50  мА  не  менее: 

КТ821А-1,  КТ821Б-1 

КТ821В-1 


40  В 
60  В 
80  В 

0,6  В 

1,2  В 


40 

30 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Скэ  = 5 В,  /э  = 0,03  А не 

менее 3 МГц 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 40  В не  более  ...  30  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  і/кэ  = 

= 5 В,  /=465  кГц 45-50-65  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  і/эв  = 0,5  В 45-50-65  пФ 
Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  * 
при  Скэ  = 5 В,  /э  = 5 мА,  /=  800  Гц  ...  . 160-800  Ом 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 40  В не  более  30  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 


2?бэ  ^ 100  Ом : 

КТ821А-1 50  В 

КТ821Б-1 70  в 

КТ821В-1 ЮО  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 
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Постоянный  ток  коллектора  

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс,  <2  > 100  . 

Постоянный  ток  базы 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  в составе 
гибридной  схемы  при  Т = 233  ч-  298  К 
Тепловое  сопротивление  переход-кристалл  . . . * 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


0,5  А 
1,5  А 
0,3  А 

10  Вт 
10  К/Вт 
398  К 
От  233  до 


358  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая  мощность  коллектора,  Вт,  в составе  гибридной  схемы  при 
1 — іуъ  ч-  358  К определяется  по  формуле 


^К.макс  (398  — Т)/Ю, 

2.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
защитного  покрытия. 


КТ823А-1,  КТ823Б-1,  КТ823В-1 

Транзисторы  кремниевые  меза- эпитаксиально-планарные  п-р-п  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения 


операционных  и дифференциальных 
и импульсных  схемах. 

Бескорпусные,  с гибкими  выво- 
дами, без  кристаллодержателя,  с 
защитным  покрытием.  Каждый 
транзистор  упаковывается  в инди- 
видуальную тару.  Обозначение  типа 
приводится  на  сопроводительной 
таре. 

Масса  транзистора  не  более 
0,03  г. 


в усилителях  низкой  частоты, 
усилителях,  преобразователях 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  / = 100  мА,  т « 300  мкс 
(2  > 100  не  менее:  и 

КТ823А-1 

КТ823Б-1 

КТ823В-1 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  / = 1 А 

ГБ  = 0,1  А не  более к 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 1 А 
Гб  = 0, 1 А не  более 


45  В 
60  В 
80  В 

0,6  В 

1,5  В 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  і/кэ  = 2 В,  /к  = 1 А 
не  менее: 

Гѵ  = 298  и 358  К 25 

Т = 233  К 15 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  Ѵкэ  = 5 В, 

/к  = 0,05  А не  менее 3 МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  I) кэ  = 5 В, 

/==  1 МГц 35* -60*- 75  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/эв  = 0,5  В80* - 1 15* - 130  пФ 
Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала  * 


при  Ѵкэ  = 5 В,  /э  = 30  мА,  /=  800  Гц  . . . .250- 500- 1500  Ом 
Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  Т = 298  К и СКБ  = 45  В 50  мкА 

при  Т=  358  К и СКБ  = 40  В 100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
Лбэ  < 1 кОм : 

КТ823А-1 45  В 

КТ823Б-1 60  В 

КТ823В-1 ЮО  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 2 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 20  мс, 

(2>  100 4 А 

Постоянный  ток  базы 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора 

в составе  гибридной  схемы  при  Т = 233  -г  298  К 20  Вт 

Температура  перехода 398  К 

Тепловое  сопротивление  переход-кристалл  . ...  5 К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  233  до  358  К 


Примечание.  Рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт,  в 
составе  гибридной  схемы  при  Т = 298  : 398  К рассчитывается  по 
формуле: 

Л<.макс  = (398-Гк)/5. 


2Т824А,  2Т824АМ,  2Т824Б,  2Т824БМ 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  импульсные  низ- 
кочастотные мощные  высоковольтные. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выво- 
дами (2Т824А,  2Т824Б  — вариант  1)  и в металлостеклянном 

корпусе  с жесткими  выводами  (2Т824АМ,  2Т824БМ  - вариант  2). 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Вывод  эмиттера  2Т824А, 
2Т824Б  маркируется  двумя  условными  точками  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 
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Электрические  параметры 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  СКБ  =10  В, 

= 0>2  А,  /=  1 МГц  не  менее 

типовое  значение  

Время  спада  при  1/кэ  =100  В,  /к  = 5 А,  /Б  = 2,5  А не 

более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером : 

при  Г = 298  К,  1]к э = 2,5  В,  /к  = 8 А не  менее 

типовое  значение 

при  7 = 213  К,  Скэ  = 2,5  В,  /к  = 8 А не  менее 

при  Т=  398  К,  17 кэ  = 2,5  В,  /к  = 5 А не  менее 

Граничное  напряжение  при  /к  = 100  мА,  ти  « 200  мкс 

не  менее 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 

при  Ік  = 8 А,  /б  =1,6  А не  более 

типовое  значение 

при  /к  = 17  А,  /Б  = 5 А типовое  значение 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 8 А, 

2б  = 1,6  А не  более 

типовое  значение 

Обратный  ток  коллектора  не  более’ 
при  Т = 298  К: 

при  СКБ  = 700  В 2Т824А,  2Т824АМ 

при  СКБ  = 500  В 2Т824Б,  2Т824БМ  . 
при  Г=  213  К: 


3,5 

6* 

1,8  мкс 


5 

15* 

3 

4 

350  В 

2,5  В 

1,1  * В 
1,9*  В 

2,5  В 
1,8*  В 


5 мА 
5 мА 
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при  С/КБ  = 500  В 2Т824А,  2Т824АМ 10  мА 

при  ЦКБ  = 400  В 2Т824Б,  2Т824БМ 10  мА 

при  Т = 398  К : 

при  ѴКБ  = 400  В 2Т824А,  2Т824АМ 10  мА 

при  І/КБ  = 300  В 2Т824Б,  2Т824БМ 10  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  {/ЭБ  = 6 В не  более  50  мА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Ѵ^Б  = 100  В, 

/—  1 МГц  не  более 250  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0,  /=  1 МГц 

не  более 8000  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЯЭБ  < 10  Ом,  Іи р > 3 мкс,  Гк=213  + 373  К: 

2Т824А,  2Т824АМ 400  В 

2Т824Б,  2Т824БМ 350  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭБ  = 10  Ом,  Гк  = 233  + 358  К: 
при  ти  < 20  мкс,  Тф  > 3 мкс,  ()  > 3 : 

2Т824А,  2Т824АМ 700  В 

2Т824Б,  2Т824БМ 500  В 

при  х„  < 500  мкс,  Тф  > 0,5  мкс,  ()  > 2 400  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Гк  = 213  + 398  К 7 В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Тк  = 213  + 398  К 10  А 
Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 20  мкс, 

Тк  = 213  + 398  К: 

при  2 > Ю 17  А 

при  2^2: 12  А 

Постоянный  ток  базы  при  Тк  = 213  + 398  К 4 А 

Импульсный  ток  базы  при  ти  < 20  мкс,  Тк  = 213  + 398  К: 

при  ()>  10 7 А 

при  ()>  2 5А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Гк  = 213  + 323  К 50  Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Тк  = 398  К 

Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  Вт,  при  Тк  > 323  К определяется  по 
формуле 

■Рк.макс  = (423  - Гк)/2. 

Максимально  допустимое  импульсное  напряжение  коллектор- 
эмиттер  (при  Тф  > 3 мкс)  при  понижении  температуры  корпуса  от 
233  до  213  К и повышении  температуры  корпуса  от  358  до  373  К 
снижается  линейно  до  500  В 2Т824А,  2Т824АМ  и до  400  В 2Т824Б, 
2Т824БМ;  при  повышении  температуры  корпуса  от  373  до  398  К это 
напряжение  снижается  линейно  до  400  В 2Т824А,  2Т824АМ  и до 
300  В 2Т824Б,  2Т824БМ.  Максимально  допустимое  импульсное  напря- 
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жение  коллектор-эмиттер  (при  іф  » 0,5  мкс)  при  понижении  темпера- 
туры корпуса  от  233  до  213  К и при  повышении  температуры 
корпуса  от  358  до  373  К снижается  линейно  до  350  В;  при  по- 
вышении температуры  корпуса  от  373  до  398  К это  напряжение 
снижается  линейно  до  300  В.  Максимально  допустимое  постоянное 
напряжение  коллектор-эмиттер  при  повышении  температуры  корпуса 
от  373  до  398  К снижается  линейно  до  300  В.  При  подаче  на 
закрытый  транзистор  импульса  напряжения  с С/кэ  > <УКЭОгр  амплиту- 
да тока  при  переходном  процессе  не  должна  превышать  0,4  В/7?Эб- 
Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1,5  мм  от  кор- 
пуса. 


2Т826А,  2Т826Б,  2Т826В,  КТ826А,  КТ826Б,  КТ826В 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  переключатель- 
ные  высоковольтные  низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  преобразователей  посто- 
янного напряжения,  высоковольтных  стабилизаторах,  ключевых  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  17  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  = 100  мА  не  менее- 
2Т826А,  2Т826В,  КТ826А,  КТ826В  . . 

2Т826Б,  КТ826Б 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  Ік  = 

= 0,5  А,  /Б  = 0,2  не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/б  = 0,2  А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  ІГКЭ  = 10  В,  /«  = 0,1  А: 

при  Тк  = 298  К 

при  Г,.  = 398  К 2Т826А,  2Т826б’  2Т826В  .’  ! ! ! 


500  В 
600  В 

2,5  В 

2 В 


10-120 

5-300 
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Тк  — 373  К,  КТ826А,  КТ826Б,  КТ826В 5-300 

при  Т=  213  К 5—120 

Время  спада  при  і/кэ  = 500  В,  1/БЭ  = 5 В,  /к  = 

= 0,5  А,  /Б  = 0,2  А не  более: 

2Т826А,  КТ826А 1,5  мкс 

2Т826Б,  КТ826Б 0,7  мкс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  /=1  МГц,  С/кэ  =15  В,  Ік  = 0, 1 А 

не  менее 6 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  6/КБ  = 100  В, 

/=МГц  не  более 25  пФ 

типовое  значение 20  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  І/БЭ  = 5 В,  /= 

= 1 МГц  не  более  250  пФ 

типовое  значение 200  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  = 10  Ом 
не  более: 

при  Г,  = 298  К,  і/кэ  = 700  В 2 мА 

при  Тк  = 398  К,  7/кэ  = 300  В 2Т826А,  2Т826Б, 

2Т826В 5 мд 

при  Гк  = 373  К,  НКЭ  = 300  В КТ826А,  КТ826Б, 

КТ826В 5 мкд 

при  Г=213  К,  і/кэ  = 500  В . 4 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ  = 5 В не  более  ...  3 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ  < 10  Ом,  Тк  = 213  -г  348  К 700  В 

Импульсное  напряжение  коллектор- эмиттер  при 

ЛБЭ  < 10  Ом,  ти  < 20  мс,  (2  > 50: 
при  Тф  > 0,2  (скорость  нарастания  переднего  фронта 
не  более  3,5  В/нс),  7^  = 213  4-  348  К . . . . . . 700  В 

при  Тф  > 1,5  мкс  (скорость  нарастания  переднего 
фронта  не  более  0,66  В/нс),  Гк  = 298  К КТ826Б  1000  В 
Постоянный  и импульсный  токи  коллектора  ....  ІА 

Постоянный  и импульсный  токи  базы 0,75  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Г,  < 323  К 15  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т826А,  2Т826Б,  2Т826В От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ826А,  КТ826Б,  КТ826В От  213  до 

Гк  = 373  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность,  Вт,  при  Тк  > 323  К рассчитывается  по  формуле 

^К.макс  = (423  - г,)/ 6,6. 
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2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  основания  корпуса. 


~ 800 
оо 

ё 700 
а 

* 600 
05 

=?  500 

О 

| ООО 

5 зоо 

53  213  253  293  333  373  Т„,  К 

Зависимость  максимально  до- 
пустимого постоянного  и им- 
пульсного напряжений  коллек- 
тор-эмиттер от  температуры 
корпуса. 


Входные  характеристики. 


т 

КТО 
" 2Т8 

26 А - 

26 А- 

КТ82 

2Т82 

1 

К 

Оо 

1 

I 

Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температу- 
ры корпуса. 


1 

— КТ826А 
КТ826В 
2 Тв 26 А 

V 

\ 

2Т 

826В 

N 

IV 

Л 

213  253  293  333  373  013Тк,К 


10  20  00  60 100  200  000  Ік, А 


КТ826А- 

КТ826В, 

2Т826А- 

0,2А 

1*1 

■0,5 А 

V 

0,8  А 

— 

О 100  200  ЗОО  ОООІБ,мА 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 
фициента  передачи  тока  от  тока  щения  коллектор-эмиттер  от  то- 
коллектора.  ка  базы. 
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ік>  мА 


Зависимость  тока  коллектора  от 
напряжения  база-эмиттер. 


Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


О 20  40  60  80иКБіВ 


Сэ,пФ 
240 

220 
200 
180 
160 

12  3 4 1%5,в 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до-  Зависимость  напряжения  насы- 
пустимого  напряжения  коллек-  щения  коллектор-эмиттер  от 
тор-эмиттер  от  сопротивления  /К//Б. 

база-эмиттер. 
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213  253  293  333  373  Тн,  К 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы корпуса. 


2Т826А -2Т826В 
КТВ2ВА  -КТ826В  ~ 

~при\  ОиМі  < 3,5В/нс~ 

II  II  I I ІИ  I 
9 610  20  4060100200  икз,в 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


2Т827А,  2Т827Б,  2Т827В,  КТ827А,  КТ827Б,  КТ827В 

Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  п-р-п  со- 
ставные универсальные  низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  йизкой  частоты,  им- 
пульсных усилителях  мощности,  стабилизаторах  тока  и напряжения, 
повторителях,  переключателях,  в электронных  системах  управления, 
в схемах  автоматики  и защиты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  = 100  мА: 

2Т827А,  КТ827А 100-140*  В 

типовое  значение ПО*  В 
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2Т827Б,  КТ827Б 80-100*  В 

типовое  значение  90*  В 

2Т827В,  КТ827В 60-80*  В 

типовое  значение  70*  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 

при  /к  = 10  А,  /Б  = 40  мА 1*  — 2 В 

типовое  значение 1,45*  В 

при  /к  = 20  А,  /Б  = 200  мА 1 ,8*  — 3*  В 

типовое  значение 2,4*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  Ік  = 

= 20  мА,  /Б  = 200  мА 2,6*  — 4 В 

типовое  значение  3*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/Кэ  = 3 В,  /к  =10  А: 

при  Т = 298  К 750-18  000 

типовое  значение 6000* 

при  Т = Гкмакс  не  менее 750 

при  Г=213  К не  менее 100 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/кэ  = 3 В,  /к  = 20  А 100  — 750*  — 3500* 
Время  включения  * при  /к  = 10  А,  /Б  = 40  мА  . . . 0,3  — 1 мкс 

типовое  значение 0,5  мкс 

Время  выключения*  при  /к  = 10  А,  /Б  = 40  мА  3 — 6 мкс 

типовое  значение 4 мкс 

Время  рассасывания*  при  /к  = 10  А,  /Б  = 40  мА  2 — 4,5  мкс 

типовое  значение 3 мкс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  6'кэ  = 

= 3 В,  /к  = 10  А,  /=  10  МГц  не  менее  . . . 0,4 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  6/КБ  = 10  В . . .200  — 400  пФ 

типовое  значение 260  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  СБЭ  = 5 В . . . .160  — 350  пФ 

типовое  значение 180  пФ 

Входное  напряжение  база-эмиттер*  при  /к  = 10  А, 

Скэ  = 3 В 1,6  — 2,8  В 

типовое  значение  2 В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 1 кОм  не 
более : 

при  Т = 298  и 7=  213  К 3 мА  " 

при  Т = Тк  5 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ  = 5 В не  более  ...  2 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 
= 1 кОм  и постоянное  напряжение  коллектор-база: 


2Т827А,  КТ827А 100  В 

2Т827Б,  КТ827Б 80  В 

2Т827В,  КТ827В 60  В 


Импульсное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  Тф  = 
= 0,2  мкс : 
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КТ827А 100  В 

КТ827Б 80  В 

КТ827В 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  .......  5 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  А 

Постоянный  ток  базы - 0,5  А 

Импульсный  ток  коллектора 40  А 

Импульсный  ток  базы 0,8  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

7'к  = 213  ч-  298  К 125  Вт 

Тепловое  сопротивление  при  Нкэ  = 10  В,  /к  = 12,5  А . . 1,4  К/Вт 

Температура  перехода - . . 473  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т827А*  2Т827Б,  2Т827В От  213  до 

Т = 398  К 

КТ827А,  КТ8Т  327В От  213  до 

Тк  = 373  К 


П р и м е ч а і Лаксимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мои,.  ■.■..лектора,  Вт,  при  Тк  > 298  К определяется 

по  формуле : 

...  макс  = (7п“  Тк)//?т  п_к, 

где  К [ п.к  — тепловое  сопротивление  переход-корпус,  определяется  из 
области  максимальных  режимов.  , 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  корпуса  транзистора. 


пгіз 

40000 

20000 

10000 

6000 

4000 


КТ827А  - КТ827В , 
- 21827 А -2Т827В  - 


Т„=^298К  и ТИ=398К 


4 6 8 10  Ік,  А 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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КТ827А  -КТ827В, 
2Т827А  -2Т827В 

Г 
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<Э.  нас 

иБЭ.нас 
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0 5 10  15  20ІК,А 

Зависимости  напряжений  насы- 
щений коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  коллектора. 
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Зависимости  напряжений  насы- 
щений коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  базы. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


508 


2Т828А,  2Т828Б,  КТ828А,  КТ828Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  импульсные  вы- 
соковольтные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  источников  питания,  вы- 
соковольтных ключевых  схемах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 0,1  А не  менее: 

2Т828А,  КТ828А 700  В 

2Т828Б,  КТ828Б 600  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 4,5  А,  /Б  = 2 А : 

при  Гк  = 298  К 0,5* -3  В 

типовое  значение 1*  В 

при  Т = 213  К и Т = Гк  макс  не  более 5 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  1/к  = 4,5  А, 

/Б  = 2 А 0,95*  — 3 В 

типовое  значение  1*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СкЭ  = 5 В,  /к  = 4,5  А не  менее  ...  2,25 

типовое  значение  4* 

Модуль  коэффициента  передачи  тока*  при  /=1  МГц, 

= 20  В,  Ік  = 100  мА  не  менее 4 

типовое  значение  7 

Время  включения  * при  1/кэ  = 500  В,  /к  = 4,5  А, 

/Б  =1,8  А не  более 0,55  мкс 

типовое  значение 0,4  мкс 

Время  рассасывания  * при  і/кэ  = 500  В,  /к  = 4,5  А 
/Б  = 1,8  А не  более 10  мкс 
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типовое  значение  

Время  спада  при  Ѵкэ  = 500  В,  /к  = 4,5  А,  /Б  = 

= 1,8  А не  более 

типовое  значение  

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 1400  В,  2Т828А 
КТ828А ; С/КБ  = 1200  В,  2Т828Б,  КТ828Б  не  более  . . 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 10  Ом  не 
более : 

при  Тк  = 398  К: 

2Т828А,  С/кэ  = 500  В и 2Т828Б,  Цкэ  = 400  В . . 
при  Г=  213  К: 

2Т828А,  Ѵкэ  = 800  В и 2Т828Б,  6/кэ  = 600  В . . . 
Обратный  ток  эмиттера  при  ЦБЭ  = 5 В не  более  . 
типовое  значение  


5 мкс 

1,2  мкс 
1*  мкс 

5 мА 


10  мА 

5 мА 
10  мА 
1*  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  = 
= 10  Ом,  Тк  = 213  ч-  353  К : БЭ 

2Т828А,  КТ828А 

2Т828Б,  КТ828Б ‘ ‘ ' 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 
= 10  Ом,  х„  « 40  мкс,  <2  > 10,  тф  > 3 мкс,  сІи/сИ  < 
<0,46  В/нс  2Т828А,  КТ828А  и 0,4  В/нс  2Т828Б, 
КТ828Б  при  Т = 233  -г  Тк  = 358  К и 0,3  и 0,26  В/нс 
соответственно  при  Г =213  К ч-  Т.  = Тѵ  „ ■ 

2Т828А,  КТ828А 

2Т828Б,  КТ828Б 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 10  мс,  2 > 2 . 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Гк  = 213  ч-  323  К 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды: 

2Т828А,  2Т828Б 

КТ828А,  КТ828Б ' г 


800  В 
600  В 


1400  В 
1200  В 
5 В 
5 А 
7,5  А 

50  Вт 
423  К 

213  до 
= 398  К 
213  до 


Примечание.  Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 
2Т828А,  КТ828А  при  Тк  > 358  К снижается  линейно  до  500  В и 
2Т828Б,  КТ828Б  до  400  В. 

Импульсное  напряжение  коллектор- эмиттер  2Т828А  КТ828А 
при  изменении  Гк  от  233  до  213  К и увеличение  Гк  от  358  до 
тк.  макс  снижается  линейно  до  1000  В,  2Т828Б,  КТ828Б  до  800  В. 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  тф  > 0,3  мкс 
б > 2,  т„  < 40  мкс  (сШкэ/(іі  < 2,3  В/нс  и 2 В/нс  2Т828А,  КТ828А 
и 2Т828Б,  КТ828Б  соответственно)  снижается  линейно  до  700  В, 
2Т828В,  КТ828А  и до  600  В 2Т829Б,  КТ828Б  при  Гк  < 358  К. 
При  Гк  = 358  ч-  398  К это  напряжение  снижается  линейно  до  500  В 
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2Т828А,  КТ828А  и до  400  В КТ828Б  (<Я/КЭ/А  < 1,65  В/нс 
2Т828А,  КТ828А  и <Шкэ/сіІ  т < 1,33  В/нс  2Т828Б,  КТ828Б). 

Для  улучшения  теплового  контакта  рекомендуется  смачивать 
нижнее  основание  транзистора  полиметилсилоксановой  жидкостью 
ИМС-100  ГОСТ  13032-77. 


і'бА 

4 

з 
2 
1 
0 

0,6  0,7  0,8  0,9  ЮБЭ,В 
Входные  характеристики. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  /К//Б. 


Орі  0,02  0,06  0,1 0,2  0,40,61  2 4ІК,А 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  статического  коэф- 
щения  коллектор-эмиттер  от  фициента  передачи  тока  от  тока 
/К//Б.  коллектора. 


Ск,пФ 

чоо 

зоо 

200 

100 


1 1 
КТ828А, 

КТ 8 28 Б, 
2Т828А, 

V, 

2 

Т828 

Б 

ч 

ч, 

20  40  ВО  80иКБ,В 


01234  Ѵвэ,В 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 
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Зависимость  максимально  до-  Зависимость  времени  рассасы- 
пустимой  мощности  рассеива-  вания  от  тока  коллектора, 

ния  коллектора  от  температуры 
корпуса. 
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Область  максимальных  режи- 
мов. 


Зависимость  времени  спада  от 
тока  коллектора. 


КТ829А,  КТ829Б,  КТ829В,  КТ829Г 


Транзисторы  кремниевые  меза- 
планарные  п-р-п  составные  уни- 
версальные низкочастотные  мощ- 
ные. 

Предназначены  для  работы  в 
усилителях  низкой  частоты,  ключе- 
вых схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на 
корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  = 100  мА  не  менее: 

КТ829А 100  В 

КТ829Б 80  В 

КТ829В 60  В 

КТ829Г 45  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 3,5  А, 

/Б  = 14  мА  не  бол^е 2 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 3,5  А, 

/Б  = 14  мА  не  более 2,5  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  V кэ  = 3 В,  /к  = 3 А не  менее: 

при  Гг  = 298  К и Гк  = 358  К 750 

при  Гк  = 233  К 100 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  10  МГц, 

(7К э = 3 В,  /к  = 3 А не  менее 0,4 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  1/«э  = 6/кэ.Макс> 

ДБЭ  = 1 кОм  не  более : 

при  Гк  = 298  К и Г=  233  К 1,5  мА 

при  Г,  = 358  К з мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/Бэ  = 5 В не  более  2 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЯБЭ  < 

< 1 кОм,  постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ829А 100  В 

КТ829Б 80  В 

КТ829В 60  В 

КТ829Г 45  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 8 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 500  мкс,  ^ > 10  . . 12  А 

Постоянный  ток  базы 0,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Тк  < 298  К 60  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 2,08  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

Г,  = 358  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  при  Тк  — 298  = 358  К рассчи- 
тывается по  формуле 

^к.  макс  = (423  - ТК)1 2,08. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  корпуса  транзистора,  при  этом  температура  корпуса  не  должна  пре- 
вышать 358  К. 


17  Полупроводниковые  приборы 
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Входные  характеристики. 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щен ия  коллектор-эмиттер  от 
'к/4- 


10  20  40  В0 100  1000  КБЭ,0м  273  293  313  333  353  Тк>К 


1 2 4 6 10  20  40  60100 


икэ,в 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температу- 
ры корпуса. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 
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Для  улучшения  теплового  контакта  рекомендуется  смачивать 
нижнее  основание  транзистора  полиметилсилоксановой  жидкостью 
ПМС-100  ГОСТ  13032-77. 

Температура  корпуса  транзистора  измеряется  на  поверхности 
основания  корпуса  со  стороны  держателя. 

р-п-р 

П4АЭ,  П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения,  вы- 
ходных каскадах  усилителей  низкой  частоты,  преобразователях  по- 
стоянного напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  14  г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 2 А, 

/Б  = 0,3  А П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ  не  более  0,5  В 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  ІІКЭ  = 10  В,  /к  = 2 А: 

П4АЭ  не  менее 5 

П4БЭ 15-40 

П4ВЭ  не  менее 10 

П4ГЭ 15-30 

П4ДЭ  не  менее 30 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  Рвых  = 10  Вт, 

СКБ  — 26  В,  К„  = 25  Ом,  /=  1 кГц  не  менее: 

П4АЭ 20  дБ 

П4БЭ 23  дБ 

П4ГЭ 27  дБ 

П4ДЭ 30  дБ 

Коэффициент  нелинейных  искажений  при  Рвых  = 10  Вт, 

(7кб  = 26  В,  К„  = 25  Ом,  /=  1 кГц  не  более: 


17* 
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П4АЭ 

П4БЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ ’ ‘ 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 

с общей  базой  не  менее 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  =10  В не  более- 

П4АЭ 

П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = ] 5 Ом : 

при  С/^э  = 60  В П4БЭ  не  более 

при  6/Кэ  = 50  В : 

П4ГЭ,  П4ДЭ  не  более 

П4АЭ  не  более 

при  {/к э = 35  В П4ВЭ  не  более 


15% 

Ю% 

150  кГц 

500  мкА 
400  мкА 

20  мкА 

20  мкА 
50  мкА 
2.0  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

П4АЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 60  В 

П4БЭ 70  в 

П4ВЭ 40  в 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ДБЭ  « 15  Ом: 

П4АЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 50  В 

П4БЭ 60  В 

П4ВЭ 35  В 

Постоянный  ток  коллектора 5 А 

Постоянный  ток  базы 1,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
с теплоотводом: 
при  Тк  < 313  К: 

П4АЭ 20  Вт 

П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 25  Вт 

при  Тк  = 323  К : 

П4АЭ 15  Вт 

П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 20  Вт 

при  Гк  = 343  К: 

П4АЭ 7,5  Вт 

П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 10  Вт 

без  теплоотвода: 
при  Т < 298  К : 

П4АЭ 2 Вт 

П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 3 Вт 

Температура  перехода 363  К 

Тепловве  сопротивление  переход-корпус: 

П4АЭ 2,67  К/Вт 

П4БЭ,  П4ВЭ,  П4ГЭ,  П4ДЭ 2 К/Вт 

Температура  корпуса От  213  до 

343  К 
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Входные  характеристики.  Зависимость  относительного 

статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температу- 
ры корпуса. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


П201Э,  П201АЭ,  П202Э,  П203Э 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения,  выход- 
ных каскадах  усилителей  низкой  частоты,  преобразователях  постоянно- 
го напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12  г. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 2 А, 

/в  = 0,3  А П201АЭ,  П202Э,  П203Э  не  более  2,5  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  С'кэ  =10  В,  /к  = 0,2  А, 
не  менее: 

П201Э,  П202Э 20 

П201АЭ 40 

Статическая  крутизна  прямой  передачи  при  Ѵкэ  = 28  В 
П203Э: 

при  Г = 298  К 1,2- 1,8  А/В 

при  7 = 213  К 0, 8- 1,4  А/В 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схе- 
ме с общей  базой  при  СКБ  =10  В,  /к  = 0,2  А 
не  менее : 

П201Э,  П202Э  . . 100  кГц 

П201АЭ,  П203Э 200  кГц 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  7 = 298  К: 

при  Скб  = 20  В П201Э,  П201АЭ  и Г/КБ  = 30  В 

П202Э,  П203Э 0,4  мА 

при  7=  343  К: 

при  СКБ  = 20  В П201Э,  П201АЭ  и СКБ  = 30  В 

П202Э,  П203Э 2 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = І0  В не  более: 

при  7 = 298  К 0,4  мА 

при  7 = 343  К 2,5  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  7 = 293  К: 

П201Э,  П201АЭ 45  В 

П202Э,  П203Э 70  В 

при  7=  323  К: 

П201Э,  П201АЭ 30  В 

П202Э,  П203Э 55В 
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Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 50  Ом: 

при  Т < 293  К : 

' П201Э,  П201АЭ 30  В 

П202Э,  П203Э 55  В 

при  Г = 323  К: 

П201Э,  П201АЭ 22  В 

П202Э,  П203Э 30  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Рк  < 

< 10  Вт,  Г<  323  К: 

П2013,  П201АЭ ю " 

П202Э,  П203Э 15  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

П201Э,  П201АЭ  . 1,5  А 

П202Э,  П203Э 2 А 

Импульсный  ток  коллектора: 

П201АЭ 2 А 

П202Э,  П203Э 2,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
с теплоотводом: 

при  Тк  < 323  К 10  Вт 

при  Гк  = 343  К . 4,3  Вт 

без  теплоотвода: 

при  Т < 298  К . ■. 1 Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ти  < 5 с,  @ > 3, 

Тк  « 343  К 10  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Общее  тепловое  сопротивление  переход-корпус  ....  3,5  К/Вт 

Температура  корпуса От  213 


до  343  К 


0 0,5  1,0  1,5  2,0  2,5 1К,  А 


10г  103  10ѵ  Г,  Гц 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  частоты. 
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Входные  характеристики.  Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


П210А,  П210Ш 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения,  вы- 
ходных каскадах  усилителей  низкой  частоты,  преобразователях  по- 
стоянного напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  37  г,  с наконечниками  выводов 
и крепежным  фланцем  48,5  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  „ = 2,5  А не  менее  ....  50  В 

типовое  значение 70*  В 

Статическая  крутизна  прямой  передачи  в схеме  с общим 
эмиттером: 
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П210А  при  /к  = 5 А,  6/кэ  = 2 В не  менее 6,66  А/В 

типовое  значение 9 * А/В 

П210Ш  при  /к  = 7 А,  і/кэ  = 1 В не  менее 6,52  А/В 

типовое  значение 10*  А/В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
Эмиттером : 

П210А  при  6/кэ  = 2 В,  /к  = 5 А не  менее 15 

типовое  значение 19* 

П210Ш  при  6/кз  — 1 В,  /к  = 7 А 15  — 60 

типовое  значение 23  * 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  V КБ  = 20  В,  Іэ  = 0,1  А не  менее  100  кГц 
Плавающее  напряжение  эмиттера  при  1/к Б = 40  В не 
более : 

П210А 1,5  В 

П210Ш 0,15  В 

Обратный  ток  коллектора: 
при  Т — 298  К: 

при  СКБ  = 45  В П210А,  СКБ  = 65  В П210Ш  не 

более 8 мА 

при  Т = 343  К: 

при  1/КБ  = 45  В П210А  не  более 50  мА 

при  С/КБ  = 65  В П210Ш  не  более 12  мА 

Обратный  ток  эмиттера  П210Ш  не  более 

при  6/ЭБ  = 15  В 3 мА 

при  НЭБ  = 35  В 10  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  П210А 65В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

П210А  при  (/БЭ  > 1,5  В 65  В 

П210Ш  при  С/БЭ  >0,5  В 64  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 25  В 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  П21ѲА  12  А 
Импульсный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  при 

Тф  « 15  мкс  П210Ш 9 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Гк  < 298  К 60  Вт 

при  Тк  = 343  К 15  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление: 

переход-корпус 1 К/Вт 

переход-окружающая  среда 40  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  Гк  = 343  К 

Примечание.  Пайку  выводов  разрешается  производить  на 
расстоянии  не  менее  20  мм  от  корпуса  в течение  не  более  10  с. 
Температура  жала  паяльника  должна  быть  не  более  533  К. 

Расстояние  от  корпуса  до  начала  изгиба  вывода  должно  быть 
не  менее  20  мм. 
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12  3 4 5 ВІК,А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 


О 4 8 12  18  20-Г, нГц 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  час- 
тоты. 


1 1,5  2 2,5  3 Кнас 

Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  ко- 
эффициента насыщения. 


Зависимость  граничного  напря- 
жения от  температуры  корпуса. 


Зависимость  времени  рассасыва- 
ния от  коэффициента  насыще- 
ния. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  нап- 
ряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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П213,  П213А,  П213Б,  П214,  П214А,  П214Б, 
П214В,  П214Г,  П215 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения,  выход- 
ных каскадах  усилителей  низкой  частоты,  преобразователях  постоянно- 
го напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12,5  г,  крепежного  фланца  не 
более  4,5  г. 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 
при  /к  = 3 А,  /Б  = 0,37  А не  более: 

П213 0,5  В 

П214,  П214А,  П214Б,  П215 0,9  В 

при  /к  = 2 А,  /Б  = 0,3  А П213Б,  П214В,  П214Г  не 

б°лее 2,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 2 5 А 
/Б  = 0,37  А: 

П213  не  более 0 75  В 

П214,  П214А,  П215  не  более 1,2  В 

П214Б 0, 6-0, 9 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1ГКЭ  = 5 В,  /к  = 0,2  А : 

П213А,  П214В  не  менее 20 

П213Б  не  менее 40 

П214 20-60 

П214А 50-150 

П214Б,  П215 20—150 

П213  при  /к  = 1 ,0  А 20-50 


Статическая  крутизна  прямой  передачи  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1/кэ  = 28  В,  Ян  = 36  Ом,/=  270  Гц  П214Г  1, 4-2,1  А/В 
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Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  1/КБ  =10  В,  /к  = 100  мА  не 

менее 150  кГц 

Плавающее  напряжение  эмиттера  при  Т = 343  К : 
при  С/КБ  = 45  В : 

П213  не  более 0,3  В 

П213А,  П213Б  не  более 0,5  В 

при  [}КБ  = 60  В : 

П214,  П214А,  П214Б  не  более 0,3  В 

П214В,  П214Г  не  более 0,5  В 

при  1/КБ  = 80  В П215  не  более 0,3  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т = 293  К: 
при  ІІКБ  = 45  В: 

П213 0,15  мА 

П213А,  П213Б 1,0  мА 

при  {УКБ  = 60  В : 

П214,  П214А 0,3  мА 

П214Б,  П214В,  П214Г 1,5  мА 

при  (УКБ  = 80  В П215 о’з  мА 

при  Г=  343  К: 
при  С/КБ  = 45  В : 

П213 2,0  мА 

П213А,  П213Б 4,5  мА 

при  (УКБ  = 60  В : 

П214,  П214А 2,5  мА 

П214Б 2,0  мА 

П214В,  П214Г 5,0  мА 

при  С/КБ  = 80.  В П215 2,5  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /Б  = 0 не  более : 

при  Г/Кэ  = 30  В П213 20  мА 

при  Пкэ  = 45  В П214,  П214А,  П214Б 30  мА 

при  [/кэ  = 55  В П214В,  П214Г 30  мА 

при  С/кэ  = 60  В П215 30  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 50  Ом 
не  более: 

при  С/кэ  ==  30  В П213А,  П213Б 10  мА 

при  Г/кэ  = 55  В П214В,  П214Г 10.  мА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Т = 293  К: 

при  С/ЭБ  =15  В П213,  П214,  П214А,  П214Б, 

П215 0,3  мА 

при  ПЭБ=10  В П213А,  П213Б,  П214В,  П214Г  0,4  мА 

при  Т = 343  К : 
при  1)ЭБ  = 1 5 В : 

П213,  П214Б 2 мА 

П214,  П214А,  П215 2,5  мА 

при  І/ЭБ  = 10  В: 

П213А,  П213Б 4 5 мА 

П214В,  П214Г 5 мА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

П213,  П213А,  П213Б . 45  В 

П214,  П214А,  П214Б,  П214В,  П214Г 60  В 

П215 80  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
і?эб  4 50  Ом : 

П213А,  П213Б 30  В 

П213 40  в 

П214,  П214А,  П214Б,  П214В,  П214Г 55  В 

П215 70  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /Б  = 0 : 

П213 30  В 

П214,  П214Б 45  В 

П215 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

П213А,  П213Б,  П214В,  П214Г 10  В 

П213,  П214,  П214А,  П214Б,  П215 15  В 

Постоянный  ток  коллектора  . 5А 

Постоянный  ток  базы 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
при  Гк  « 318  К: 

П213А,  П213Б,  П214,  П214А,  П214В,  П214Г, 

П215 Ю Вт 

П213,  П214Б Ц,5  Вт 

при  Тк  = 343  К: 

П213А,  П213Б,  П214,  П214А,  П214В,  П214Г, 

П215 3,75  Вт 

П213,  П214Б 4,3  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  перехоД-корпус: 

П213,  П214Б 3,5  к/Вт 

П213А,  П213Б,  П214,  П214А,  П214В,  П214Г,  П215  4 К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Гк  = 343  К 

Примечание.  При  эксплуатации  транзистор  с помощью 
накидного  фланца  должен  быть  жестко  закреплен  на  металли- 
ческом шасси  или  на  специальном  теплоотводе  со  шлифованной  по- 
верхностью. 

Перед  креплением  транзистора  контактирующие  поверхности  ре- 
комендуется смазывать  маслом. 

Диаметр  отверстия  в теплоотводе  под  выводы  транзистора 
должен  быть  не  более  5 мм. 

При  необходимости  электрической  изоляции  корпуса  (коллектора) 
транзистора  от  шасси  или  теплоотвода  между  транзистором  и теп- 
лоотводом рекомендуется  ставить  прокладку  из  слюды.  Суммарное 
тепловое  сопротивление  между  переходом  и теплоотводом  увеличи- 
вается на  0,5  К/Вт  на  каждые  50  мкм  слюдяной  прокладки. 
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Пайку  к выводам  транзистора  необходимо  производить  на  их 
плоской  части.  При  пайке  цилиндрическая  часть  вывода  должна 
быть  зажата  теплоотводящими  губками. 

Изгиб  выводов  допускается  только  на  их  плоской  части. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 


П216,  П216А,  П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д, 
П217,  П217А,  П217Б,  П217В,  П217Г 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  переключения,  выход- 
ных каскадах  усилителей  низкой  частоты,  преобразователях  постоян- 
ного напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12,5  г,  крепежного  фланца  не 
более  4,5  г. 
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Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 
при  /к  = 4 А,  4 = 0,5  А не  более: 

П216,  П216А 0,75  В 

П217,  П217А,  П217Б,  П217Г 1,0  В 

при  /к  = 2 А,  /Б  = 0,3  А П216Б,  П216В,  П216Д, 

П217В  не  более 0,5  А 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /«  = 3,5  А, 

/Б  = 0,5  А: 

П216,  П217  не  более 1,5  В 

П217Б 0,6  — 0,9  В 

П217  не  более ' 0,8  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т = 293  К : 

при  {/к Б = 35  В: 

П216Б 1,5  мА 

П216В 2 мА 

при  І/КБ  = 40  В П216,  П216А 0,5  мА 

при  V кв  = 50  В : 

П216Г 2,5  мА 

П216Д 2 мА 

при  С/КБ  = 60  В : 

П217,  П217А,  П217Б 0,5  мА 

П217В,  П217Г 3 мА 

при  Г = 343  К : 

при  С/кб=35  В П216Б,  П216В 7,5  мА 

при  {/кб  = 40  В П216,  П216А 4,5  мА 

при  І/КБ  = 50  В П216Г,  П216Д 7,5  мА 

при  6'кб  = 60  В : 

П217,  П217А,  П217Б 5 мА 

П217В,  П217Г 7,5  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /Б  = 0 не  более : 

при  1/кэ  = 30  В П216,  П216А 40  мА 

при  1/кэ  = 45  В П217,  П217А,  П217Б 50  мА 
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Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 0 не  более : 

при  1/кэ  = 35  В П216Б,  П216В 20  мА 

при  С/Кэ  = 50  В : 

П216Г 50  мА 

П216Д 20  мА 

при  Скэ  = 60  В П217В,  П217Г 20  мА 

Обратный  ток  эмиттер-база  при  1/э б = 15  В не  более: 
при  Т = 293  К: 

П216,  П216А,  П217,  П217А,  П217Б 0,4  мА 

П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д,  П217В,  П217Г  0,75  мА 

при  Т = 343  К : 

П216,  П216А,  П217,  П217А,  П217Б 4 мА 

П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д,  П217В,  П217Г  7 мА 

Коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим  эмит- 
тером в режиме  малого  сигнала: 
при  і/кэ  = 5 В,  /к  = 1 А : 

П216А 20-80 

П217А 20-60 

П217Б  не  менее 20 

при  С7КЭ  = 3 В,  /к  = 2 А : 

П216Б  не  менее 10 

П216В  не  менее 30 

П216Г  не  менее 5 

П216Д 15-30 

П217Г 15-40 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером: 

при  7/кэ  = 0,75  В,  /к  = 4 А П216  не  менее  18 

при  С/кэ  = 1 В,  /к  = 4 А П217  не  менее 15 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общей  базой  при  С/КБ  =10  В,  /к  = 0,1  А не  менее  100  кГц 
Плавающее  напряжение  эмиттера  не  более: 

при  [/КБ  = 35  В П216Б,  П216В 0,5  В 

при  1/КБ  = 40  П216,  П216А 0,3  В 

при  Скб  = 50  В П216Г,  П216Д 0,5  В 

при  Т/КБ  = 60  В : 

П217,  П217А,  П217Б 0,3  В 

П217В,  П217Г 0,5  В 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  ЛБэ  = 0: 

П216Б,  П216В 35  В 

П216,  П216А 40  В 

П216Г,  П216Д 50  В 

П216,  П217А,  П217Б,  П217В,  П217Г 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /Б  = 0: 

П216,  П216А 30  В 

П217,  П217А,  П217Б 45  В 
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Постоянное  напряжение  эмиттер-база 15  В 

Постоянный  ток  коллектора 7,5  А 

Постоянный  ток  базы 0,75  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
при  Тк  « 298  К : 

П216,  П216А,  П217,  П217А,  П217Б  ...  30  Вт 

П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д,  П217В,  П217Г  24  Вт 

при  Тк  = 343  К : 

П216,  П216А,  П217,  П217А,  П217Б 7,5  Вт 

П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д,  П217В,  П217Г  6 Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

П216,  П216А,  П217,  П217А,  П217Б 2 К/Вт 

П216Б,  П216В,  П216Г,  П216Д,  П217В,  П217Г  2,5  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Гк  = 343  К 


Примечание.  При  эксплуатации  транзистор  с помощью  на- 
кидного фланца  должен  быть  жестко  закреплен  на  металлическом 
шасси  или  на  специальном  теплоотводе  со  шлифованной  поверх- 
ностью. Перед  креплением  транзистора  контактирующие  поверхности 
рекомендуется  смазывать  невысыхающим  маслом.  Диаметр  отверстия 
в теплоотводе  под  выводы  транзистора  должен  быть  не  более  5 мм. 

При  необходимости  электрической  изоляции  корпуса  (коллектора) 
транзистора  от  шасси  или  теплоотвода  между  транзистором  и теп- 
лоотводом рекомендуется  ставить  прокладку  из  оксидированного 
алюминия  или  слюды.  Суммарное  тепловое  сопротивление  между 
переходом  и теплоотводом  увеличивается  на  0,5  К/Вт  на  каждые 
50  мкм  слюдяной  прокладки  или  на  0,25  К/Вт  на  каждые  50  мкм 
слоя  окиси  алюминия. 
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Входные  характеристики.  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 


529 


О 1 2 Іц , А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Пайка  к выводам  транзистора  допускается  только  на  их  плос- 
кой части.  При  пайке  цилиндрическая  часть  вывода  должна  быть 
зажата  теплоотводящими  губками. 

Изгиб  выводов  допускается  только  на  их  плоской  части. 


П302,  ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304,  П306,  П306А 

Транзисторы  кремниевые  р-п-р  усилительные  низкочастотные 
мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усиления  низкой  ча- 
стоты и преобразователях  постоянного  напряжения. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  10  г. 
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Электрические  параметры 

Сопротивление  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 


= 150  мА,  /Б  = 50  мА  не  менее: 

при  Т = 298  К ПЗОЗ,  ПЗОЗА 20  Ом 

при  Г = 393  К и Г =213  К ПЗОЗ,  ПЗОЗА  ....  30  Ом 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме'  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = 10  В: 
при  Т = 298  К : 
при  /э  = 120  мА : 


П302  не  менее 10 

ПЗОЗ,  ПЗОЗА  не  менее 6 

при  /э  = 100  мА  П306  7 — 25 

при  /э  = 60  мА  П304  не  менее 5 

при  /э  = 50  мА  П306А 5 — 35 

при  Т—  213  К не  менее: 

при  /э  = 1 20  мА  П302  6 

при  /э  = 120  мА  ПЗОЗ,  ПЗОЗА  . .- 3,5 

при  /э  = 100  мА  П306  4 

при  /э  = 60  мА  П304  3 

при  /э  = 50  мА  П306А 3,5 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
і/«б  = 20  В не  менее: 
при  /э  = 120  мА : 

П302  200  кГц 

ПЗОЗ,  ПЗОЗА 100  кГц 

П304  50  кГц 

при  /э  = 100  мА  П306  и при  /э  = 50  мА  П306А  ...  50  кГц 

Входное  напряжение  не  более: 
при  І/КБ  =Ю  В,  /к  = 300  мА: 

П302  6 В 

ПЗОЗ,  П304  10  В 

ПЗОЗА 4 В 

при  С/КБ  = 15  В;  /к  = 300  мА  П306  6 В 
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при  1/кб=15  В,  /к  = 200  мА  П306А 4 В 

Обратный  ток  коллектора: 
при  Г = 298  К,  1/КБ  = 35  В П302;  при  НКБ  = 60  В 
ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304,  П306;  при  1/КБ  = 80  В П306А 

не  более 100  мкА 

при  Т = 393  К,  С/КБ  = 30  В П302;  при  НКБ  = 

= 50  В ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304,  П306;  при  ПКБ  = 

= 65  В П306А  не  более 1500  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер: 

при  Г = 298  К,  ДБЭ=  1 кОм,  {/кэ  = 40  В П302; 

при  Ѵкэ  — 70  В ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П306;  при  Нкэ  = 

= 100  В П304,  П306А  не  более 1 мА 

при  Т — 393  К,  ЛБЭ=100  Ом,  Нкэ=30  В П302; 
при  Нкэ  = 50  В ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П306;  при  Цкэ  = 

= 65  В П304;  при  Нкэ  = 60  В П306А  не  более  ...  6 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

<100  Ом  и коллектор-база 
при  Тп  = 213  = 293  К: 

П302  30  В 

ПЗОЗ,  ПЗОЗА 50  В 

П304  65  В 

при  Т„  = 293  -н  373  К : 

П302  35  В 

ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П306  60  В 

П304,  П306А 80  В 

при  Тп  = 423  К : 

П302  18  В 

ПЗОЗ,  ПЗОЗА 30  В 

П304  40  В 

при  Г,,  = 298  К: 

П306  60  В 

П306А 80  В 

при  Тп  = 213  К : 

П306  50  В 

П306А 70  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

П306,  П306А 0,4  А 

П302,  ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304  0,5  А 

Постоянный  ток  эмиттера  П306,  П306А 0,5  А 

Постоянный  ток  базы  •...., 0,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
с теплоотводом 
при  Тк  < 323  К : 

П302  7 Вт 

ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304,  П306,  П306А 10  Вт 

при  Гк  = 393  К : 

П302,  ПЗОЗ,  ПЗОЗА,  П304  1 Вт 
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П306,  П306А 

при  Тк  — 363  К:  П306,  П306А 


без  теплоотвода: 

при  Т « 323  К ! Вт 

при  Т = 393  К . ...  . 0,3  Вт 

Температура  перехода 42з  к 

Тепловое  сопротивление: 

переход-корпус к/Вт 

переход-среда 100  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

393  К 


Примечания.  1.  С/Кэ  макс,  і/КБмакс  при  повышении  темпера- 
туры перехода  свыше  373  К снижаются  линейно  на  10%  на  каждые 
10  К.  Температура  перехода  определяется  по  формуле: 

7п  = Т'к  + Лтъ-кЛс- 


Рк.  макс*  Вт,  с теплоотводом  при  Тк  > 323  К определяется 
по  формуле: 

Рк  макс  = (423-  Гк)/ 10. 


3.  Рк  макс*  Вг,  без  теплоотвода  при  Тк  > 323 
по  формуле 


К определяется 


^К.  макс  = (423  - Г)/ 100. 


Входные  характеристики.  Зависимость  относительного 

статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллектора. 
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Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  темпера- 
туры. 


П601И,  П601АИ,  П601БИ,  П602И,  П602АИ 


Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  универ- 
сальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  импульсных  и 
переключающих  каскадах  радиоэлектронных  устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  (вариант  1) 
и жесткими  (вариант  2)  выводами.  Обозначение  типа  приводится 
на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12,5  г. 
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Вариант  2 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  = 0,3  А,  /=  1 кГц, 
ти  = 5 мкс  не  менее: 

П601И,  П602АИ 20  В 

П601АИ,  П601БИ,  П602И 25  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  * при 

/к  = 120  мА,  /Б  = 60  мА 2 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  * при  /к  = 

= 0,5  А.  /Б  = 0,25  А 1,5  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  12 кэ  = 3 В,  = 0,5  А: 
при  Т = 293  К: 

П601И  не  менее 20 

П601АИ,  П602И 40-100 

П601И,  П602АИ 80-200 

при  Т = 343  К: 

П601И,  П601БИ,  П602АИ  не  более  ....  250 

П601АИ,  П602И 40  — 100 

при  Т = 213  К: 

П601И  не  менее ..  10 

П601АИ,  П 601  БИ,  П602И,  П602АИ  не 

более 0,5  значения 


при  Т = 293  К 
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Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
1/КБ  = 20  В,  /э  = 50  мА,  /=  5 МГц  не 
более 750  пс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  І/КБ  = 

= 10  В,  /э  = 50  мА,  /=  10  МГц  не  менее: 

П601И,  П601АИ,  П601И  . . . 2 

П602И,  П602АИ 3 

Время  нарастания  при  /к  = 0,5  А не  более: 

П601И  при  /Б  = 60  мА 0,4  мкс 

П601АИ,  П601БИ,  П602И,  П602АИ  при 

/Б  = 30  мА 0,4  мкс 

Время  рассасывания  при  /к  = 0,5  А не  более: 

П601И  при  /Б  = 60  мА 6 мкс 

П601АИ,  П602И  при  /Б  = 30  мА 4 мкс 

П601БИ,  П602АИ  при  /Б  = 30  мА 5 мкс 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т=  293  К: 
при  6/КБ  = Ю В: 

П601И 200  мкА 

П601АИ,  П602И 100  мкА 

П601БИ,  П602АИ 130  мкА 

при  ѴКБ  = 25  В : 

П601И 2 мА 

П602АИ 1,5  мА 

при  {/КБ  = 30  В П601АИ,  П601БИ, 

П602И 1,5  мА 

при  Т = 343  К при  С/КБ  — 10  В П601И, 

П601АИ,  П601БИ,  П602И,  П602АИ  ....  6 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ѴЭБ  = 0,5  В ...  . 1 мА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 20  В, 

/=5  МГц  не  более 170  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  V эБ  = 0,5  В, 

/=  5 МГц 2500  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 100  Ом: 
при  Т = 293  К : 

П601И,  П602АИ 25  В 

П601АИ,  П601БИ,  П602И 30  В 

Напряжение  коллектор-база : 
при  Г=  293  К: 

П601И,  П602АИ 25  В 

П601АИ,  П601БИ,  П602И 30  В 

Напряжение  эмиттер-база: 
при  Т = 293  К . . 
при  Т = 343  К . . 
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0,7  В 
0,5  В 


=100  Ом) 


Импульсный  ток  коллектора  . . ......  . . . 1,5  А 

Рассеиваемая  мощность: 

без  теплоотвода  при  Т — 213  -г  333  К 0,5  Вт 

с теплоотводом 

при  Гк  = 298  К 3,0  Вт 

при  Гк  = 343  К 0,75  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 15  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 50  К/Вт 

Температура  перехода  358  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до  Гк  = 343  К 


Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  Вт,  с теплоотводом  при  Гк  = 298  н-  343  К 
и без  теплоотвода  при  Т = 333  -ь  343  К рассчитывается  по  формулам : 

Ле.макс  = (358  — Тк)/15  (с  теплоотводом); 

^к.  макс  = (358  — Г)/ 50  (без  теплоотвода). 
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Входные  характеристики.  Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  сопротивле- 
ния база-эмиттер. 
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Зависимость  относительного  пробивного 
напряжения  коллектор-эмиттер  от  сопро- 
тивления база-эмиттер. 


ГТ701А 

Транзистор  германиевый  сплавной  р-п-р  универсальный  низко- 
частотный мощный. 

Предназначен  для  работы  в схемах  усилителей  мощности  низ- 
кой частоты,  в импульсных  и ключевых  схемах. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  25  г,  крепежного  фланца  не  бо- 
лее 7,5  г. 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 2,5  А не  менее: 


при  Г = 298  К 100  В 

при  Г=  343  К 90  В 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКэ  = 2 В.  /к  = 5 А не 

менее 

Предельная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
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с общим  эмиттером  при  І/КБ  = 20  В,  /к  = 0,1  А не 


менее 50  кГц 

Обратный  ток  коллектора  при  (/КБ  = 60  В не  более : 

при  Т = 298  К 6 мА 

при  Т = 343  К и Г=  218  К 30  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  1/кэ  = 100  В, 

6/БЭ  = 1,5  В не  более 50  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 55  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  (/Бэ  = 

= 0,5  В,  ти  = 1 мс,  <2  > 10 100  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  = 

= 0,56  В,  ти  = 0,3  мс,  10 140  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 15  В 

Постоянный  ток  коллектора 12  А 

Постоянный  ток  базы  в режиме  включения 0,15  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т = 298  К 50  Вт 

при  Г=  328  К 25  Вт 

при  Г = 343  К . . 8,3  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
ти  = 1 мс,  ^ > 10: 

при  Г = 298  К 1200  Вт 

при  Т = 348  К 700  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 1,2  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 
корпуса. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой импульсной  мощности 
рассеивания  коллектора  от  тем- 
пературы корпуса. 
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Входные  характеристики.  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


1Т702А,  1Т702Б,  1Т702В 

Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  универсальные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  мощности  низкой 
частоты,  в ключевых  схемах  преобразователей  напряжения,  в схемах 
управляемых  регуляторов,  в импульсных  схемах. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  23  г. 


Граничное  напряжение  при  /к  = 2,5  А не  менее: 


при  Т = 298  К: 

1Т702А,  1Т702Б 60  В 

1Т702В 40  В 

при  Т = 343  К: 

1Т702А,  1Т702Б 45  В 

1Т702Б 30  В 

при  Т — 213  К : 

1Т702А,  1Т702Б 45  В 

1Т702В 35  В 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 30  А, 
/Б  = 3 А не  более: 
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1Т702А,  1Т702В  . . 0,6  В 

1Т702Б 1,2  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  І/КБ  =1,5  В,  /к  = 30  А: 

1Т702А,  1Т702Б 15-100 

1Т702В,  не  менее 20 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  /=  10  кГц,  СКБ  = 1,5  В,  /к  = 4 А 
не  менее 12 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 60  В не  более : 

при  Т = 298  К 12  мА 

при  Т = 343  К 30  мА 

при  Г =213  К 10  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6/БЭ  = 4 В не  более  ....  2 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  1/БЭ  = 

= 3 В,  Т„  = 213  = 348  К: 

1Т702А,  1Т702Б 60  В 

1Т702В 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Гп  = 2 1 3 = 

348  К 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер  при  Тп  = 213  4- 

= 348  К 4 В 

Постоянный  ток  коллектора  при  Гп  = 213  4-  348  К . . . 30  А 

Постоянный  ток  базы  при  Тп  = 213  — 348  К . . . . 5 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
с теплоотводом: 

при  Гк  = 303  К 150  Вт 

при  Тк  = 323  К 80  Вт 

при  Гк  = 338  К 30  Вт 

без  теплоотвода: 

при  Т = 298  К 5 Вт 

Температура  перехода 348  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 0,3  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-о  кружающая  сре- 
да   Ю К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Гк  = 343  К 


Примечание.  Не  допускается  отсоединение  цепи  базы  при 
наличии  напряжения  между  коллектором  и эмиттером. 
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Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 


5 10  15  20  25  ІК)А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  базы. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы корпуса. 


ГТ703А,  ГТ703Б,  ГТ703В,  ГТ703Г,  ГТ703Д 


Транзисторы  германиевые  сплавные  р-п-р  усилительные  низко- 
частотные мощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усилителей  мощности  низ- 
кой частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  15  г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 3 А, 

/Б  = 0,225  А не  более 0,6  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 3 А, 

/Б  = 0,225  А не  более 1 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  V кэ  =1  В,  /э  = 0,05  А : 
при  Т - 298  К : 

ГТ703А,  ГТ703В 30-70 

КТ703Е,  ГТ703Г 50-100 

ГТ703Д 20-45 

при  Т = 328  К : 

ГТ703А,  ГТ703В 30—100 

ГТ703Б,  ГТ703Г 50-150 

ГТ703Д 20-70 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  II  кз  = 2 В,  /к  = 0,5  А не 

менее 10  кГц 

Линейность  статического  коэффициента  передачи  тока 
К,  = (й 2іэ  при  /э  = 0,05  А )/(А21Э  при  /э  = 1,5  А)  . . . 0,6— 1,5 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = 20  В ГТ703А, 

ГТ703В  и при  СКБ  = 30  В ГТ703В,  ГТ?03Г, 

ГТ703Д  не  более 0,5  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/БЭ  = 10  В 0,5  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  = 

= 50  Ом: 

ГТ703А,  ГТ703Б 20  В 

ГТ703В,  ГТ703Г 30  В 

ГТ703Д 40  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ДБЭ  = 

= 50  Ом,  ти  = 1 мс,  <2^10: 

ГТ703А,  ГТ703Б 25  В 

ГТ703В,  ГТ703Г 35  В 

ГТ703Д 50  В 

Постоянный  ток  коллектора . . . 3,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом  при  Тк  = 233  = 313  К 15  Вт 

без  теплоотвода  при  Т — 233  -ь  308  К 1,6  Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 3 К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 30  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

Тк  = 328  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  с теплоотводом  при  Тк  = 
= 313  4-  328  К определяется  по  формуле 


Рк.  макс  — (358  Гк)/3. 


543 


Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  без  теплоотвода  при  Т = 308  4-  328  К определяется 
по  формуле 

Рк.  макс  = (358  - 1)130. 

2.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  6 мм 
от  корпуса  любым  способом  (пайка,  сварка,  пайка  погружением 
и т.  д.)  при  условии,  что  температура  в любой  точке  корпуса 
не  превышает  предельно  допустимую  температуру  окружающей 
среды. 

При  включении  транзисторов  в электрическую  цепь  коллектор- 
ный контакт  должен  присоединяться  последним  и отсоединяться 
первым. 

Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторов  при  рабочих  токах, 
соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами. 

ВО 
60 
00 
20 

0 0,3  0,6  0,9  1,2ІЭ,А 

Входные  характеристики. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В,  ГТ806А,  ГТ806Б, 
ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  переклю- 
чательные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в импульсных  схемах,  преобразо- 
вателях и стабилизаторах  тока  и напряжения. 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  28  г. 


Элекі  рические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 3 А,  ти  < 50  мкс, 
/=  20  4-  50  Гц  не  менее: 

1Т806А ■. 

1Т806Б 

1Т806В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 
при  /к  = 20  А,  /Б  = 2 А 1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В  . . 
при  /к  =15  А,  /Б  = 2 А ГТ806А,  ГТ806Б,  ГТ806В, 

ГТ806Г,  ГТ806Д 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  не  более: 

при /к  = 20  А, /Б  = 2 А 1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В  . . . 
при  /к  = 15  А,  /Б  = 2 А ГТ 806 А,  ГТ806Б,  ГТ806В, 

ГТ806Г,  ГТ806Д 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  (на  границе  насыщения): 

ІТ806А,  1Т806Б,  1Т806В : 

при  Тк  = 298  К,  /к  = 10  А 

при  Тк  = 343  К,  /к  = 5 А 

при  Г=213  К,  /к  = 10  А 

ГТ806А.  ГТ806Б,  ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д: 

при  Тк  = 298  К,  /к  = 10  А 

при  Гк  = 328  К,  Тк  = 5 А 

при  Г=218  К,  /к  = 10  А 

Время  выключения  при  1/кэ  = 45  В,  /к  = 5 А, 

/Б  = 0,25  А не  более 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С/кэ  = 5 В,  /к  = 1 А не 

менее  

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  (УБЭ  = 1 В, 
Скэ  = 75  В 1Т806А ; при  Скэ  = 100  В 1Т806Б;  при 
4/ кэ  = 1 20  В 1Т806В  не  более: 

при  Г = 298  К и Г =213  К 

при  Т = 343  К 

при  Г = 298  К Скэ  = Окэ  макс  ГТ806А,  ГТ806Б, 


40  В 
65  В 
80  В 

0,6  В 

0,6  В 

0,8  В 

1,0  В 


10-100 

10-100 

10-150 

10-  100 
10-200 
8-100 

30  мкс 


10  МГц 


12  мА 
25  мА 


1 8 Полупроводниковые  приборы 
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ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д 15  мА 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  С/бэ  = 2 В 1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В  ....  5 мА 

при  С/БЭ  = 1,5  В ГТ806А,  ГТ806Б,  ГТ806В,  ГТ806Г. 

ГТ806Д 8 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  І/Бэ = 

= 1 В: 

1Т806А,  ГТ806А 25  В 

1Т806Б,  ГТ806Б 100  В 

1Т806В,  1Т806В 120  В 

ГТ806Г 5°  в 

ГТ806Д 140  в 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер: 

1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В 2 В 

ГТ806А,  ГТ806Б,  ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д  ...  1,5  В 

Постоянный  ток  коллектора  в режиме  насыщения 

1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В 20  А 

ГТ806А,  ГТ 806 Б,  ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д  ....  15  А 

Импульсный  ток  коллектора  в режиме  насыщения  при 
0 >2,  ти  = 1000  мкс,  /Снас  = 1 1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В  25  А 

Постоянный  ток  базы 2 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом  при  Тк  < 298  К 30  Вт 

без  теплоотвода  при  Т < 298  К 2 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 2 К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 30  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды: 

1Т806А,  1Т806Б,  1Т806В От213до  Гк  = 343  К 

ГТ806А,  ГТ806Б,  ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д  . .От 218  до  Гк=  328 К 

Примечания:  1.  При  Г„  = 298  ч-  343  К (при  Гк  = 328  К 
ГТ806А,  ГТ806Б,  ГТ806В,  ГТ806Г,  ГТ806Д)  максимально  допусти- 
мая постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт,  с тепло- 
отводом рассчитывается  по  формуле 

макс  = (358  — ГКѴЛГ.„. 

Не  допускается  отключение  базы  при  наличии  напряжения  меж- 
ду коллектором  и эмиттером.  Не  рекомендуется  работа  транзистора 
при  рабочих  токах,  соизмеримых  с неуправляемыми  токами  во 
всем  диапазоне  температур, 

Эксплуатация  транзисторов  в режимах  за  пределами  областей 
максимальных  режимов,  в том  числе  с учетом  процессов,  про- 
исходящих при  включении  и выключении,  запрещается.  При  работе 
в импульсном  режиме  при  отсутствии  открывающего  импульса 
транзистор  должен  быть  закрыт  положительным  смещением  базы 
0,5  В < ѴБЭ  < 2 В. 
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2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  6 мм 
от  корпуса  транзистора.  При  включении  транзистора  в электри- 
ческую цепь,  находящуюся  под  напряжением,  коллекторный 
контакт  должен  подсоединяться  последним  и отсоединяться  пер- 
вым. г 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


18* 
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Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 

фициента  передачи  тока  от  тем-  щения  коллектор-эмиттер  от 

пературы  корпуса.  тока  базы. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  тока  коллектора  от 

щения  база-эмиттер  от  тока  ба-  напряжения  база-эмиттер, 

зы. 


Входные  характеристики. 


ГТ810А 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  низкочас- 
тотные усилительные  мощные. 
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Предназначены  для  применения  в выходных  каскадах  блоков 
строчной  развертки  телевизионных  приемников. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12  г. 


Электрические  параметры 


Модуль  коэффициента  передачи  тока  на  высокой 
частоте  при  Скэ  = 10  В,  /э  = 0,5  А,  /=  5 МГц, 

не  менее 3 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 10  А,  /Б=1  А 0,2* -0,4* -0,7  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 

= 10  А,  /Б  = 1 А 0,44* -0,5* -0,8  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С/кэ  = 10  В,  /э  = 

= 5 А не  менее 15 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 200  В не  более  20  мА 
Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 1,4  В . . . 0,5* -4*— 15  мА 

Время  рассасывания  при  С/кэ  = 30  В,  /к  = 5 А, 

/Б  = 0,5  А,  не  более 5 мкс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Т = 

= 218  ч-  303  К 200  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  І/ЭБ  < 

<1,4  В,  7’  =218  -ь  303  К 200  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ѴЭБ  < 1,4  В,  ти  = 20  мкс,  (У  = 3,  Г=218  ч-  303  К . . . 250  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 1,4  В 

Постоянный  (импульсный)  ток  коллектора  при  Т = 

= 298  К 10  А 

Постоянный  ток  базы  при  Г = 298  К 1,5  А 

Импульсный  ток  базы  при  ти  = 500  мкс,  (9  > 2 . . . . 1,5  А 
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Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора : 

с теплоотводом  при  Тк  < 300,5  К 


без  теплоотвода  при  Гк  < 300,5  К 0,75  Вт 

Тепловое  сопротивление: 

переход-корпус 2,5  К/Вт 

переход-среда 50  К/Вт 

Температура  перехода  338  К 

Температура  окружающей  среды От  218  до  328  К 


Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность,  Вт,  при  Тк  > 300,5  К с теплоотводом  и при 
Г > 300,5  К без  теплоотвода  рассчитываются  по  формулам: 

Рк.  макс  = (328-Гк)/2,5  (с  теплоотводом); 

Р к . макс  (328  — Г) /50  (без  теплоотвода). 

1Т813А,  1Т813Б,  1Т813В 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  переклю- 
чательные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  переключающих  устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  28  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 3 А,  ти  < 50  мкс, 
/ = 20  -г-  50  Гц  не  менее : 

1Т813А 

1Т813Б 

1Т813В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 30  А, 

/Б  = 3 А не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 30  А, 

/Б  = 3 А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  (на  границе  насыщения): 

при  Т = 298  К,  /к  = 20  А 

при  Т = 343  К,  /к  = 10  А 

при  Т=  213  К,  /« = 20  А 

Время  выключения  при  СКэ = 30  В,  /к = 30  А, 


60  В 
75  В 
80  В 

0,8  В 

0,8  В 


10-60 
10-60 
10-  120 
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/б  = 5 А не  более : 

1Т813А 3 мкс 

1Т813Б,  1Т813В 5 мкс 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  1/БЭ  = 1 В не 
более : 

при  Т — 298  К и Т = 213  К;  при  С/кэ  = 100  В 
1Т813А;  при  1/кэ  = 125  В 1Т813Б;  при  27кэ  = 

= 150  В 1Т813В 16  мА 

при  Г=  343  К,  при  1/кэ  = 80  В 1Т813А;  при 
Икэ=  100  В 1Т813Б;  при  Нкэ=  120  В 1Т813В  . . . 25  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ѴБЭ  = 2 В не  более  ...  40  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  1/БЭ  = 1 В : 
при  Тк  = 213  ^ 303  К: 

1Т813А 100  В 

1Т813Б 125  В 

1Т813В 150  В 

при  Гк  = 213  -ь  343  К: 

1Т813А 80  В 

1Т813Б 100  В 

1Т813В 120  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 2 В 

Импульсное  напряжение  база-эмиттер: 

при  ти  < 1 мс,  <2  > 2 4 В 

при  ти  < 5 мкс,  ^ > 3 6 В 

Постоянный  ток  коллектора 30  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс,  <2  > 2 . . . 40  А 

Постоянный  ток  базы 5 А 

Импульсный  ток  базы  при  ти  < 1 мс,  (3  > 2 10  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом  при  Гк  = 213  4-  298  К 50  Вт 

без  теплоотвода  при  Т = 213  -ь  298  К 1,5  Вт 

Температура  перехода  358  К 

Температура  окружающей  среды От  213  К до 

Гк  = 343  К 

Тепловая  постоянная  времени  отвода  тепла  переход- 

среда  * 5-10  мин 

типовое  значение 7 мин 

Тепловая  постоянная  времени  отвода  тепла  переход- 

корпус*  7_25  мин 

типовое  значение 12  мин 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 15  — 30  К/Вт 

типовое  значение 20  К/Вт 

Примечания:  1.  Не  допускается  отключение  базы  при  нали- 
чии напряжения  между  коллектором  и эмиттером.  Запрещается 
использовать  транзистор  в схемах,  у которых  цепь  базы  разомкну- 
та по  постоянному  току. 

При  напряжении  0КЭ  > 20  В и ЛБэ  > 5 Ом  рекомендуется  за- 
пирать транзистор  положительным  смещением  0,5  В < С/Бэ  <2  В. 
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Эксплуатация  транзисторов  за  пределами  областей  максималь- 
ных режимов  (открытое  состояние),  в том  числе  с учетом  про- 
цессов, происходящих  при  включении  и выключении,  запрещается. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  6 мм 
от  корпуса.  Разрешается  производить  пайку  выводов  методом  по- 
гружения не  более  чем  на  2 — 3 с в расплавленный  припой  с тем- 
пературой не  более  533  К. 

При  включении  транзистора  в электрическую  цепь,  находящую- 
ся под  напряжением,  коллекторный  контакт  должен  присоединяться 
последним  и отсоединяться  первым. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжений  насы- 
щений коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  коллектора. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеивае- 
мой мощности  коллектора  от 
температуры  корпуса. 


180 
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Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  температуры 
корпуса. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы корпуса. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры  корпуса. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектор-эмиттер  от  темпера- 
туры корпуса. 


КТ814А,  КТ814Б,  КТ814В,  КТ814Г 

Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  низкой  частоты,  опе- 
рационных и дифференциальных  усилителях,  преобразователях,  им- 
пульсных схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1 г. 


2,8 


0,5 


1,1 
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Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 50  мА,  ти  < 300  мкс, 
2 > 100  не  менее: 

КТ814А 

КТ814Б 

КТ814В 

КТ814Г 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  [/«б  = 2 В,  /э  = 0, 15  А не 
менее : 

КТ814А,  КТ814Б,  КТ814В 

КТ814Г 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

С/Кэ  = 5 В,  /э  = 0,03  А не  менее 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/кэ  =5  В, 

/=  465  кГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  = 0,5  В, 

/=  465  кГц  не  более 

Обратный  ток  коллектора  при  (/КБ  = 40  В не  более: 

при  Тк  < 298  К 

при  Гк  = 373  К 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБэ  < 
< 100  Ом: 

КТ814А 

КТ814Б 

КТ814В 

КТ8І4Г 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /Б  = 0: 

КТ814А 

КТ815Б 

КТ815В 

КТ815Г 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс,  ^ > 100  . . . 

Постоянный  ток  базы 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

с теплоотводом  при  Тк  < 298  К 

без  теплоотвода  при  Т = 233  4-  298  К 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды 


25  В 
40  В 
60  В 
80  В 

0,6  В 

1,2  В 


40 

30 

3 МГц 

60  пФ 

75  пФ 

50  мкА 
1000  мкА 


40  В 
50  В 
70  В 
100  В 

25  В 

40  В 
60  В 
80  В 
5 В 
1,5  А 
3 А 
0,5  А 

10  Вт 
1 Вт 
298  К 
От  233  до 
Г*  = 373  К 
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Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассей- 
ваемая  мощность  коллектора  без  теплоотвода  при  Г = 298  =373  К 
снижается  линейно  на  0,01  Вт  через  I К и с теплоотводом 
при  Гк=  298  = 373  К на  0,1  Вт  через  1 К. 

2.  Пайку  выводов  разрешается  производить  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса.  При  пайке  жало  паяльника  должно  быть 
заземлено. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора  с радиусом  закругления  1,5-2  мм,  при  этом 
должны  приниматься  меры,  исключающие  возможность  передачи 
усилий  на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов  не  допускается. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеивае- 
мой мощности  коллектора  от 
температуры  корпуса. 


КТ816А,  КТ816Б,  КТ816В,  КТ816Г 


Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 
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7.8 


Предназначены  для  при- 
менения в усилителях  низкой 
частоты,  операционных  и диф- 
ференциальных усилителях,  пре- 
образователях и импульсных 
схемах. 

Выпускаются  в пластмас- 
совом корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа 
приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 0,7  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА,  ти  < 300  мкс, 

<2  > 100  не  менее: 

КТ816А 25  В 

КТ816Б 45  В 

КТ816В 60  В 

КТ816Г 80  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /^  = 3 А, 

/Б  = 0,3  А не  более 1 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 3 А, 

/Б  = 0,3  А не  более 1,5  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  і/кэ  = 2 В,  /к  = 2 А не  менее: 

при  Тк  = 298  -і-  373  К 25 

при  Т = 233  К 15 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 10  В,  /к  = 0,25  А не  менее  3 МГц 
Емкость  коллекторного  перехода  при  ІІКБ  = 10  В, 

/=  465  кГц  не  более 60  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (/ЭБ  = 0,5  В, 

/=  465  кГц  не  более 115  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 25  В КТ816А; 
при  (/КБ  = 45  В КТ817Б;  при  СКБ  = 60  В КТ816В; 
при  1/кБ  = 100  В КТ816Г  не  более: 

при  Гк=  298  К 100  мкА 

при  Гк  = 373  К 3000  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /Б=0: 

КТ816А 25  В 

КТ816Б 45  В 

КТ8І6В 60  В 

КТ816Г 80  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 1 кОм: 

КТ816А 40  В 
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КТ816Б 45  В 

КТ816В 60  В 

КТ816Г 100  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора ЗА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 20  мс,  <2  > 100  . . . 6 А 

Постоянный  ток  базы ІА 


Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 


с теплоотводом  при  Гк  = 233  -т  298  К 25  Вт 

без  теплоотвода  при  Т — 233  298  К 1 Вт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 


Тк  = 373  К 

Примечание.  Пайку  выводов  разрешается  проводить  на  рас- 
стоянии не  менее  5 мм  от  корпуса.  При  пайке  жало  паяльника 
должно  быть  заземлено. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  транзистора  с радиусом  закругления  1,5  — 2 мм,  при  этом 
должны  приниматься  меры,  исключающие  возможность  передачи 
усилий  на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов  не  допускается. 

При  монтаже  транзисторов  на  теплоотвод  крутящий  момент  при 
нажиме  не  должен  превышать  70  Н ■ см. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка эмиттера. 


213  253  293  333  373  ТН,К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеи- 
ваемой мощности  коллектора 
от  температуры  корпуса. 


Т А С-1 з — гп 1 — 

1«Л  -КТ816А  - КТ816Г 
ц-Тк=298К  I 1 


Ч 8810  20  чо  икэ,в 


Область  максимальных  режи- 
мов. 
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2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В,  КТ818А,  КТ818Б, 
КТ818В,  КТ818Г,  КТ818АМ,  КТ818БМ, 
КТ818ВМ,  КТ818ГМ 

Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарныер-л-р  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилителях  низкой  частоты, 
операционных  и дифференциальных  усилителях,  преобразователях 
и импульсных  схемах. 

Транзисторы  КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г  выпускаются 
в пластмассовом  корпусе  с жесткими  выводами  (вариант  1),  тран- 
зисторы 2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В,  КТ818АМ,  КТ818БМ,  КТ8І8ВМ, 
КТ818ГМ  — в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами 
(вариант  2).  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзисторов  КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г  не  более 
2,5  г,  транзисторов  2Т8І8А,  2Т818Б,  2Т8І8В,  КТ818АМ,  КТ818БМ 
КТ818ВМ,  КТ818ГМ  не  более  15  г. 


Вариант  1 
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Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 0,1  А,  т„  < 300  мкс, 

100: 

КТ818А,  КТ818АМ  не  менее 25  В 

2Т818В,  КТ818Б,  КТ818БМ 40-60*-80*  В 

2Т818Б,  КТ818В,  КТ818ВМ 60  — 80*  — 1 00*  В 

2Т818А,  КТ818Г,  КТ818ГМ 80- 100* -150*  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 
при  /к  = 5 А,  /Б  = 0,5  А не  более: 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В 1 В 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ8І8В,  КТ8І8Г,  КТ818АМ 

КТ818БМ,  КТ818ВМ,  КТ818ГМ  2 В 

при  /к  = 20  А,  /Б  = 5 А : 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В 0,7* - 1,5* -4*  В 

КТ8І8А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г,  КТ8І8АМ, 

КТ818БМ,  КТ818ВМ,  КТ818ГМ 0,7*  — 1,5*  — 5*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер: 
при  /к  = 5 А,  /Б  = 0,5  А не  более: 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В 1,5  В 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г,  КТ818АМ, 

КТ818БМ.  КТ818ВМ,  КТ818ГМ ЗВ 

при  /к  = 20  А,  /б=5  А 2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В  1,6* -2,3* -5*  В 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  (/«6  = 5 В,  /к  = 5 А не  менее: 

2Т818А,  2Т8І8Б,  2Т818В: 

при  Т = 298  и 398  К 20 

при  Т = 213  К 9 

при  Т = 298  и 398  К : 

КТ818А,  КТ818В,  КТ8І8АМ,  КТ818ВМ  ...  15 

КТ818Б,  КТ818БМ 20 

КТ818Г,  КТ818ГМ 12 

при  Т = 223  К : 

КТ818А,  КТ818В,  КТ818АМ,  КТ8І8ВМ  ...  10 

КТ8І8Б,  КТ818БМ 15 

КТ818Г,  КТ818ГМ 7 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

Г/КБ  = 5 В,  /э  = 0,5  А не  менее 3 МГц 

Время  выключения*  при  /к  = 5 А,  /Б  = 0,5  А 

не  более 2,5  мкс 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  С/кв  = 5 В 400  — 600— 1000  пФ 
Пробивное  напряжение  коллектор-база  при  7'=213ч-298  К, 

/к=  I мА  и при  Г = 398  К,  /к  = 5 мА,  не  менее: 

2Т818А 100  В 

2Т818Б 80  В 

2Т818В 60  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ=40  В не  более: 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г,  КТ8І8АМ, 

КТ8І8БМ,  КТ818ВМ,  КТ818ГМ : 

при  Т = 233  -г-  298  К 1 мА 
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при  Т = 373  К 

Пробивное  напряжение  эмиттер-база  при  /э  = 5 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т818А 

2Т818Б 

2Т818В  

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 


КБэ  = 100  Ом: 
при  Г = 213  т-  353  К: 

2Т818А 

2Т818Б 

2Т818В 

при  Т = 233  4-  298  К: 

КТ818А,  КТ818АМ 

КТ818Б,  КТ818БМ 

КТ818В,  КТ818ВМ 

КТ818Г,  КТ818ГМ 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 


Постоянный  ток  коллектора: 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В,  КТ818АМ,  КТ818БМ 

КТ818ВМ,  КТ818ГМ • • • 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  « 10  мс,  <2  > 100 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ8І8В.  КТ818Г 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В,  КТ818АМ,  КТ818БМ 
КТ818ВМ,  КТ818ГМ 


Постоянный  ток  базы 


Импульсный  ток  базы 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора, 
с теплоотводом  при  Тк  < 298  К : 


КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В, 
2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В, 

КТ818ВМ,  КТ818ГМ  . . 


КТ818Г 

КТ818АМ,  КТ818БМ, 


без  теплоотвода  при  Т < 298  К : 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г 

КТ818АМ,  КТ818БМ,  КТ818ВМ,  КТ818ГМ  . . . 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В 


Температура  перехода: 

2Т818А.  2Т818Б,  2Т818В 

КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В,  КТ818Г,  КТ818АМ, 

КТ818БМ,  КТ818ВМ,  КТ818ГМ 

Температура  окружающей  среды: 

2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В 


КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В.  КТ818Г,  КТ818АМ, 

КТ818БМ,  КТ818ВМ,  КТ818ГМ 


10  мА 
8* -30*  В 


100  В 
80  В 
60  В 


100  В 
80  В 
60  В 

40  В 
50  В 
70  В 
90  В 
5 В 

10  А 

15  А 

15  А 

20  А 
3 А 
5 А 


60  Вт 
100  Вт 

1,5  Вт 

2 Вт 

3 Вт 

423  К 

398  К 

От  213  К 
до  7^  = 398  К 

От  233  К 
до  Гк  = 373  К 
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Примечания:  1.  Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллекто- 
ра, Вт,  при  повышении  температуры  окружающей  среды  (корпуса) 
свыше  298  К : 

для  2Т818А,  2Т818Б,  2Т818В  рассчитывается  по  формулам: 
Л<.макс=  (423  — Гк)/ 1,25  (с  теплоотводом); 

^к.  макс  = (423  — Г)/ 41,6  (без  теплоотвода); 

для  КТ818А,  КТ8І8Б,  КТ818В,  КТ818Г  уменьшается  на  0,6  Вт/К 
с теплоотводом  и на  0,015  Вт/К  без  теплоотвода; 

для  КТ818АМ,  КТ818БМ,  КТ818ВМ,  КТ8І8ГМ  уменьщаегся  на 
^ с теплоотводом  и на  0,02  Вт/К  без  теплоотвода. 

2.  Пайку  выводов  разрешается  производить  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса.  При  пайке  жало  паяльника  должно 
быть  заземлено. 

При  монтаже  в схему  транзисторов  КТ818А,  КТ818Б,  КТ818В, 
КТ818Г  допускается  одноразовый  изгиб  выводов  на  расстоянии  не 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеи- 
ваемой мощности  коллектора 
от  температуры  корпуса. 
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Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеивае- 
мой мощности  коллектора  от 
температуры  корпуса. 
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Входная  характеристика. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 
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менее  2,5  мм  от  корпуса  под  углом  90°,  радиусом  не  менее 
0,8  мм.  При  этом  должны  приниматься  меры,  исключающие  воз- 
можность передачи  усилий  на  корпус.  Изгиб  в плоскости  выводов 
не  допускается. 
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Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


16ІК,А 


Зависимость  времени  выключе- 
ния от  тока  коллектора. 


КТ818А-КТ818Г; 
~КТ818АМ~КТ818ГМ\ 
-2Т818А  -2Г818В 
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10ІК,А 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


212  252  292  222  272  Тк,  К 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы корпуса. 


Зависимость  граничного  напря- 
жения от  температуры  корпуса. 


КТ820А-1,  КТ820Б-1,  КТ820В-1 


Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилителях  низкой  частоты, 
операционных  и дифференциальных  усилителях,  преобразователях  и 
импульсных  схемах  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами,  без  кристаллодержателя, 
с защитным  покрытием.  Каждый  транзистор  упаковывается  в инди- 
видуальную тару.  Обозначение  типа  транзистора  приводится  на 
сопроводительной  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,02  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  = 50  мА,  ти  < 300  мкс, 

^ > 100  не  менее : 

КТ820А-1 40  в 

КТ820Б-1 60  в 

КТ820В-1 80  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более  0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А, 

/Б  = 0,05  А не  более 1,2  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКБ  = 2 В,  /к  = 150  мА  не  менее: 

КТ820А-1,  КТ820Б- 1 40 

КТ820В-1 30 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

{/Кэ  = 5 В,  /к  = 0,03  А не  менее 3 МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В, 

/=  465  кГц  не  более 65  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СБЭ  = 0,5  В, 

/ = 465  кГ ц не  более 65  пФ 
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Обратный  ток  коллектора  при  (/КБ  — 40  В не 
более 


30  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
« 100  Ом: 

КТ820А-1 50  В 

КТ820Б-1 70  В 

КТ820В-1 100  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер -*  в 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  ^ 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мс,  <2  > 100  1,5  А 

Постоянный  ток  базы 0,3  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  в составе 

гибридной  схемы  при  Т = 233  ч-  298  К 10  Вт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 


Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая  мощность  коллектора,  Вт,  в составе  гибридной  схемы 
при  Г = 298  ч-  358  К определяется  по  формуле 

/>к  макс  = (398-  Г)/ 10. 

2.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  3 мм 
от  защитного  покрытия. 


1 2 4 В у)  2 4 В юг  2 4 Із,мА 


Л гіэ 
40 

35 
30 
25 
20 

213235  293  333  373 Т,  К 


кт  а 

КТ8 

гол-1  - 

20  В -1- 

иКБ  ~2 В 
/э  =0,5  А 

3 1 1 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 
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Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 
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Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  обратного  тока 
щения  коллектор-база  от  тока  коллектора  от  температуры, 

коллектора. 


КТ822А-1,  КТ822Б-1,  КТ822В-1 

Транзисторы  кремниевые  меза-эпитаксиально-планарные  р-п-р  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилителях  низкой  частоты, 
операционных  и дифференциальных  усилителях,  преобразователях  и 
импульсных  схемах. 

Бескорпусные,  с гибкими  выводами  без  кристаллодержателя, 
с защитным  покрытием.  Каждый  транзистор  упаковывается  в инди- 
видуальную тару.  Обозначение  типа  приводится  на  сопроводитель- 
ной таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,02  г. 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА,  т„  « 300  мкс, 
2 > 100  не  менее: 

КТ822А-1 

КТ822Б-1 

КТ822В-1 • 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 1 А, 

/Б  = 0, 1 А не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 1 А, 

/Б  = 0,1  А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  ІІК э=  2 В,  /«=  1 А: 

при  Т = 298  и 358  К 

при  Т = 233  К 

Входное  сопротивление  в режиме  малого  сигнала*  при 
СІКЭ  = 5 В,  /к  = 30  мА,  / = 0,8  кГц 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  С?кэ=  5 В,  /к  = 0,05  А 

не  менее 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Цк  б=5  В, 

/=  465  кГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (7эб  = 0,5  В, 

/=  465  кГц  не  более 

Обратный  ток  коллектора  при  І/КБ=40  В не  более: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 358  К 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛБЭ  < 1 кОм: 

КТ822А-1 

КТ822Б-1 

КТ822В- 1 


45  В 
60  В 
80  В 

0,6  В 

1,5  В 


25 

15 

0,15  — 0,36  — 
1 кОм 


3 МГц 

115  пФ 

150  пФ 

50  мкА 
100  мкА 


45  В 
60  В 
100  В 
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Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора ->  ^ 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 20  мс,  О > 100  4 А 

Постоянный  ток  базы 05А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  в составе 

гибридной  схемы  при  Т = 233  -ь  298  К 20  Вт 

Температура  перехода  . . . 393  к 

Тепловое  сопротивление  переход-кристалл 5 К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 

2Т825А,  2Т825Б,  2Т825В,  КТ825Г,  КТ825Д, 

КТ825Е 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  р-п-р  составные  уни- 
версальные низкочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  низкой  частоты, 
импульсных  усилителях  мощности,  стабилизаторах  тока  и напряже- 
ния, повторителях,  электронных  системах  управления,  схемах  авто- 
матики и защиты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 100  мА- 

2Т825А 

2Т825Б 

2Т825В,  КТ825Д  

КТ825Г 

КТ825Е 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более 

при  /к  = 10  А,  /Б  = 40  мА 

при  /к  = 20  А,  /Б  = 200  мА 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  не  более: 

при  /к  = 10  А,  4 = 40  мА 

при  /к  = 20  А,  /Б  = 200  мА ] і 


80  В 
60  В 
45  В 
70  В 
25  В 

2 В 
3*  В 

3 В 
4*  В 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = 10  В,  /э  = 10  А: 
при  Г = 298  К: 

2Т825А 

2Т825Б,  2Т825В,  КТ825Г,  КТ825Д,  КТ825Е  . . . 
при  Г = 398  К : 

2Т825А 

2Т825Б,  2Т825В  . , 

при  Г = 21 3 К : 

2Т825А 

2Т825Б,  2Т825В 

Статистический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером*  при  1/]<Б  = 10  В,  /э  = 20  А 

не  менее 

Коэффициент  передачи  тока  в режиме  малого  сигна- 
ла* при  СКБ  = 3 В,  /э  = 10  А,  /=  5 кГц  . . . . 

типовое  значение  

Время  включения  при  /к  = 10  А,  /Б  = 40  мА  не 

более 

типовое  значение  

Время  выключения  при  /к  =10  А,  /Б  = 40  мА  не 

более 

типовое  значение 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  СкБ  = 3 В, 

/э  = 10  А,  /=  1 МГц  не  менее 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  =10  В, 

/ = 100  кГц  не  более 

типовое  значение  

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/БЭ  = 3 В, 

/=  100  кГц  не  более 

типовое  значение  

Пробивное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
СБЭ  = 1,5  В не  менее: 
при  Т = 298  К,  /к  = 1 мА : 

2Т825А 

2Т825Б  

2Т825В,  КТ825Д 

КТ825Г 

КТ825Е 

при  Т = 398  К,  /к  = 5 мА: 

2Т825А 

2Т825Б  

2Т825В  

при  Т=  213  К,  /к  = 5 мА: 

2Т825А 

2Т825Б 

2Т825В  

Пробивное  напряжение  эмиттер-база  при  /э  = 2 мА, 
не  более 


500-18  000 
750-18  000 

400-25  000 
600-25  000 

100-  18  000 
150-18  000 


100 

430-60  000 
1500 

1 мкс 
0,4  * мкс 

4,5  мкс 
3*  мкс 

4 

600  пФ 
350*  пФ 

600  пФ 
400*  пФ 


100  В 

80  В 
60  В 
90  В 
30  В 


80  В 
60  В 
50  В 


100  В 
80  В 
60  В 

5 В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛБэ  ^ I кОм  или  і/бэ=1,5  В при  Гк  = 213  ч- 328  К 
2Т825А,  2Т825Б,  2Т825В  и при  Тк  = 233  ч-  328  К 
КТ825Г,  КТ825Д,  КТ825К: 

2Т825А 

2Т825Б 

2Т825В,  КТ825Д 

КТ825Г 

КТ825Е 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора : 

2Т825А,  2Т825Б,  2Т825В 

КТ825Г,  КТ825Д,  КТ825Е 

Постоянный  ток  базы 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

2Т825А,  2Т825Б,  2Т825В  при  Гк  < 298  К 

КТ825Г,  КТ825Д,  КТ825Е  при  Тк  < 298  К . . . . 

без  теплоотвода  при  Т = 298  К 

Температура  перехода: 


100  В 

80  В 
60  В 
90  В 
30  В 
5 В 
20  А 

40  А 
30  А 
0,5  А 

160  Вт 
125  Вт 
3 Вт 


2Т825А,  2Т825Б,  2Т825В  . . 
КТ825Г,  КТ825Д,  КТ825Е  . 
Температура  окружающей  среды : 
2Т825А,  2Т825Б,  2Т825В  . . 


448  К 
423  К 

От  213  до 


КТ825Г,  КТ825Д,  КТ825Е 


Тк  = 398  К 
От  233  до 


Тк  = 373  К 


200 
160 
ад  120 

•ч 

0 

1 80 
«5 

40 
0 

273  313  353  393  433  Тн,  К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой постоянной  рассеивае- 
мой мощности  коллектора  от 
температуры  корпуса. 
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Зависимость  максимально  до-  Зависимость  статического  коэф- 
пустимого  напряжения  коллек-  фициента  передачи  тока  от  тока 
тор-эмиттер  от  температуры  эмиттера, 

корпуса. 


Зависимость  напряжений  насы- 
щения коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного 
пробивного  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 
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Область  максимальных  режи-  Зависимость  максимально  до- 
мов. пустимого  напряжения  коллек- 

тор-эмиттер от  температуры 
корпуса. 
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ТРАНЗИСТОРЫ  МОЩНЫЕ  ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 

п-р-п 

КТ604А,  КТ604Б,  КТ604АМ,  КТ604БМ 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  универсальные 
высокочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  операционных  уси- 
лителей, видеоусилителей  и генераторов  разверток. 

Транзисторы  КТ604А,  КТ604Б  выпускаются  в металлостеклян- 
ном корпусе  (вариант  1),  а транзисторы  КТ604АМ,  КТ604БМ  - 
в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами  (вариант  2).  Обозна- 
чение типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  5 г, 
в пластмассовом  не  более  1 г. 
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Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 20  мА,  /Б  = 2 мА  не  более 8 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  ЦКБ  = 40  В,  Іэ  = 20  мА: 

КТ604А,  КТ604АМ 10-40 

КТ604Б,  КТ604БМ 30-120 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/]<Б  = 40  В,  /э  = 20  мА 

не  менее 40  МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  V кб  = 40  В, 

/=2  МГц  не  более 7 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Сэб  = 0,  /=  2 МГц 

не  более 50  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  б'кэ  = 250  В не 

более 20  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/эБ  = 5 В не  более  ...  50  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 
Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Т < 373  К 300  В 

при  Т = 423  К 150  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?эб  < 

< 1 кОм: 

при  Т « 373  К 250  В 

при  Г = 423  К 125  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база : 

при  Т < 373  К 5 В 

при  Г = 423  К 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 200  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 
без  теплоотвода: 

при  Г <298  К 0,8  Вт 

при  Т = 373  К 0,33  Вт 

с теплоотводом: 

при  Гк  « 298  К 3 Вт 

при  Гк  = 373  К 1,25  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Тепловое  сопротивление: 

переход-корпус 40  К/Вт 

переход-окружающая  среда 150  К/Вт 

Температура  окружающей  среды  и корпуса От  233  до 

373  К 


Примечание.  При  монтаже  допускается  пайка  выводов  на 
расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса.  Пайку  следует  производить 
паяльником  в течение  не  более  10  с,  температура  пайки  не  должна 
превышать  533  К.  Необходимо  осуществлять  теплоотвод  между 
корпусом  и местом  пайки. 
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Для  транзисторов  в металлостеклянном  корпусе  изгиб  выводов 
допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса  с ра- 
диусом закругления  не  менее  3 мм,  при  этом  должны  быть  при- 
няты меры  предосторожности,  обеспечивающие  неподвижность  вы- 
вода между  местом  изгиба  и стеклянным  изолятором. 

Для  транзисторов  в пластмассовом  корпусе  изгиб  выводов 
допускается  под  углом  не  более  90  ° в плоскости,  перпендикуляр- 
ной плоскости  основания  корпуса  транзистора,  и на  расстоянии 
не  менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом  изгиба  не 
менее  1,5  мм. 


ьгіэ 
100 

80 

ВО 

40 

20 

О 40  80  12013>мА 


КТ  В 04 
КТ  В 04, 

/''"ч 

А,КТБ04Б 

\М,КТ604БМ- 

✓ 

/ 

/ 

\ икз~ 
\ 

=40  В 

\ 

, 

\ 

— — 

— 

Ь213 
100 

80 

ВО 

40 

20 

0 40  80  120  0КЭ,В 


КТБ04А, 

К ТВ  04 

/ 

— 

3 

КТВі 

14  Б М 

/ 

/ 

У 

Ь=і 

ОмА 

— 

" 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-эмиттер. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  частоты. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости модуля  коэффициен- 
та передачи  тока  от  тока  эмит- 
тера. 
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Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости модуля  коэффициента 
передачи  тока  от  напряжения 
коллектор-эмиттер. 


КТ611А,  КТ611Б,  КТ611В,  КТ611Г 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  усилительные. 
Предназначены  для  усиления  и генерирования'  напряжения  в 
диапазоне  высоких  частот. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  5 г. 


Электрические  параметры 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/Кэ  = 4®  В, 

/э  = 20  мА,  / = 20  МГц  не  менее 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
1/КБ  = 20  В,  Іэ  = 20  мА,  /=  2 МГц  не  более  .... 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  І/КБ  = 40  ®>  = 20  мА : 

при  Т = 298  К: 

КТ611А,  КТ611В Ю-40 


3 

200  пс 


КТ611Б,  КТ611Г 


30-120 


575 


10- 

30- 


-80 

240 


при  Т=  373  К: 

КТ611А,  КТ611В 

КТ611Б,  КТ611Г 

при  Т = 248  К : 

КТ611А,  КТ611В 5_40 

КТ611Б,  КТ611Г 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер 
/к  = 20  мА,  /б  = 2 мА  не  более  .... 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Т'КБ0  = 40  В не 

более  

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ 
при  ІІКЭ  = 180  В КТ611А,  КТ611Б, 
при  Е/кэ  = 1 50  В КТ61ІВ,  КТ6ПГ 
Обратный  ток  эмиттера  не  более: 

при  Ь'эбо  = ЗВ 


при 


0 не  более: 


Предельные  эксплуатационные  данные 


коллектор-эмиттер  при 


Постоянное  напряжение 
Лэь  < 1 кОм: 
при  Тп  < 373  К: 

КТ6ІІА,  КТ611Б 

ктбпв,  ктбпг ; ; 

при  Т„  = 423  К : 

КТ611А,  КТ611Б 

КТ611В,  КТ611Г ’ ’ 

Постоянное  напряжение  коллектор-база- 
КТ611А,  КТ611Б: 

при  Г„  « 373  К 

при  Г„  = 423  К 

КТ611В,  КТ611Г: 

при  Т„  < 373  К 

при  Т„  = 423  К 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер : 

при  Т„  < 373  К 

при  Тп  = 423  К 

Постоянный  ток  коллектора  при  Т„  < 373  К 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
без  теплоотвода: 

при  Т = 298  К 

при  Т = 398  К 

с теплоотводом: 

при  Гк  = 298  К 

при  Гк  = 398  К ‘ 

Тепловое  сопротивление 
среда  ........  с 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  . 
Температура  перехода  КТ6І1А,  КТ611Б 
КТ611Г 


15-120 

0.8  В 

5 пФ 

100  мкА 
100  мкА 


100  мкА 
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Вт 

3 

8т 

1,25 

Вт 

переход-окружающая 


150  К/Вт 
40  К /Вт 


КТ611В, 

...  423  К 

Температура  окружающей  среды От  248  К до 

Тк  = 398  К 
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Примечание.  Пайка  выводов  транзисторов  КТ611А,  КТ6І1Б, 
КТ6І1В,  КТ6І1Г  допускается  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от 
корпуса  при  температуре  пайки  не  более  533  К в течение  10  с. 
Допускается  изгиб  выводов  на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпу- 
са с радиусом  изгиба  1,5  — 2 мм.  Запрещается  использование  тран- 
зисторов без  теплоотвода  при  мощности  рассеяния  более  0,8  Вт. 
Разрешается  использовать  транзисторы  в схеме  видеоусилителя  теле- 
визоров при  коэффициенте  использования  по  напряжению  С/кэ = 
= 0.9С/КЭк  макс- 


2Т625А-2,  2Т625Б-2,  2Т625АМ-2,  2Т625БМ-2, 
КТ625А,  КТ625АМ 


Транзисторы  крем- 
ниевые эпитаксиально- 
планарные п-р-п  переклю- 
чательные. 

Предназначены  для 
работы  в импульсных  схе- 
мах в герметизированной 
аппаратуре. 

Бескорпусные,  с за- 
щитным покрытием,  с гиб- 
кими выводами.  Обозна- 
чение типа  приводится  на 
этикетке. 

Масса  транзисторов 
2Т625А-2,  2Т625Б-2, 

КТ625А  (вариант  1)  не 
более  0,015  г,  2Т625АМ-2, 
2Т625БМ-2,  КТ625АМ 
(вариант  2)  не  более 
0,04  г. 


Вариант  1 


х 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  1/^ э =1  В,  /«  = 500  мА: 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2 30-120 

2Т625Б-2,  2Т625БМ-2 20-120 

КТ625А,  КТ625АМ 20-200 


19  Полупроводниковые  приборы 
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Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 
/к  = 500  мА,  /Б  = 50  мА : 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2  не  более 0,65  В 

КТ625А,  КТ625АМ  не  более 1,2  В 

2Т625Б-2,  2Т625БМ-2 0,2 -0,7  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 500  мА, 

/Б  = 50  мА  не  более : 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2 1,2  В 

2Т625Б-2,  2Т625БМ-2,  КТ625А,  КТ625АМ 1,5  В 

Граничное  напряжение  при  /к  = 10  мА,  /Б  = 0,  ти  < 

< 30  мкс,  2 > 50  не  менее : 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2 40  В 

2Т625Б-2,  2Т625БМ-2 30  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 500  мА,  /Б  = 50  мА,  не 
более : 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2,  2Т625Б-2,  2Т625БМ-2  ....  30  нс 

КТ625А,  КТ625АМ 60  нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Гкэ  = '0  В, 

/к=  50  мА,  / = 100  МГц  не  менее 2 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/КБ  =10  В не 

более 9 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  і/Эб  = 0 не  более  ...  90  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  1/кБ  = 60  В не  более  ...  30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6/эБ  = 5 В не  более  ....  100  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  V кэ  = 60  В, 

ЯЭБ  = 0 не  более 60  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

7?эБ  < 5 кОм 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2,  2Т625Б-2,  2Т625БМ-2: 

при  Гк  < 373  К 60  В 

при  Гк  = 398  К 45  В 

при  Гк  < 358  К КТ625А,  КТ625АМ 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора ІА 

Импульсный  ток  коллектора  при  \ < 5 мкс,  2 > 10  . . . 1,3  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2,  2Т625Б-2,  2Т625БМ-2  при 

Гк  « 358  К и КТ625А,  КТ625АМ  при  Тк  < 343  К . . . I Вт 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2,  2Т625Б-2,  2Т625БМ-2  при 

Гк  = 398  К и КТ625А,  КТ625АМ  при  Гк=  358  К . . . 0,7  Вт 

Температура  перехода: 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2,  2Т625Б-2,  2Т625БМ-2  ...  408  К 

КТ625А,  КТ625АМ 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т625А-2,  2Т625АМ-2,  2Т625Б-2,  2Т625БМ-2  ...  От  213 

до  Гк  = 398  К 
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КТ625А,  КТ625АМ 


От  223  до 
Гк  = 358  К 


Примечание.  Монтаж  транзисторов  в микросхемы  осущест- 
вляется в следующем  порядке:  место  монтажа  в микросхеме  сма- 
чивается флюсом  ФКСп,  затем  укладывается  фольга  припоя  ПОС-61 
толщиной  30  мкм,  размером  1,9  х 1,9  мм.  Допускается  нагрев 
микросхемы  до  температуры  не  выше  473  К в течение  не  более 
10  с.  В момент  пайки  транзистор  прижимается  к месту  монтажа 
пинцетом.  Усилие  прилагается  к боковым  поверхностям  кристал- 
лодержателя. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


2Т625А-2, 2Т 6255-2 

2 Те 25 А 

М~2,2Тд25БМ-2 

ІК/ІБ  ~Ю 

0 200  400  600  Ік  мА 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  времени  рассасы- 
вания от  тока  коллектора. 


19* 
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2Т625А-2, 2Т 6256-2 

2 Гб 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


КТ902А 

Транзистор  кремниевый  меза-планарный  п-р-п  генераторный  вы- 
сокочастотный мощный. 

Предназначен  для  применения  в схемах  высокочастотных  уси- 
лителей мощности. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  25  г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  на /=  10  МГц,  {/кэ  = 28  В не  менее  20  Вт 
Коэффициент  усиления  по  мощности  при  /=П0  МГц, 

Лшх=  20  Вт,  1/кэ=  28  В не  менее 7 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /кэ  = 

= 2,5  А,  7б  = 0,4  А не  более 2 В 
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Входное  напряжение  база-эмиттер  при  (Укэ  = 10  В,  /к  = 

= 2 А не  более 2 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 

общим  эмиттером  при  і/кэ  = 10  В,  /к  = 2 А не 

менее 15 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/кэ  =10  В,  /э  = 1 А не 


Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 70  В не  более  ...  10  мА 

Обратный  импульсный  ток  коллектор-эмиттер  при  Цкэ  = 

= 110  В,  КБЭ  = 50  Ом,  / = 50  Гц  не  более 60  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/ЭБ  = 5 В не  более  ....  100  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Т < 

< 398  К . 65  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т « 398  К, 

ЛБэ  < 50  Ом,  тп  < 15  мкс ПО  В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  тп  = 40  мкс  . . 8 В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Т < 398  К . . . 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 5 д 

Постоянный  ток  базы 2 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Тк  « 323  К 30  Вт 

при  Тк  = 398  К 7,6  Вт 

Температура  перехода 423  к 

Общее  тепловое  сопротивление 3,3  К/Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до  Г =398  К 


Примечание:  1.  С/КБ.макс-  ^КЭи  макс  при  Тк  = 423  К умень- 
шаются в 2 раза. 

2.  Пайка  выводов  производится  в течение  не  более  10  с. 
Пайка  допускается  на  плоской  части  выводов  транзисторов. 

Запрещается  кручение  выводов  вокруг  оси.  Изгибы  и боковые 
натяжения  выводов  не  допускаются. 


213 
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50 

40 
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О 4 8 12  16  гоокэ,б 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


0 2 4 6 8 10ІК,А 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 


коллектора. 
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Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


273  323  373  Т,К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого импульсного  напря- 
жения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 


о і 2 зи3в,в 

Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


273  323  373  Тк,К 

Зависимость  максимально  до- 
пустимой рассеиваемой  мощ- 
ности коллектора  от  темпера- 
туры корпуса. 


2Т903А,  2Т903Б,  КТ903А,  КТ903Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  генераторные 
высокочастотные  мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилителях  мощности  и 
автогенераторах . 
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Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  24  г. 

Электрические  параметры 

Выходная  мощность*  при  (/ кэ=30  В,  / = 50  МГц, 

Гк  < 323  К не  менее  

Коэффициент  усиления  по  мощности*  при  Рвьа  = 10  Вт, 

/ = 50  МГц  не  менее 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 2 А, 
/б=0,4  А не  более: 

2Т903А,  2Т903Б 

КТ903А,  КТ903Б 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к=  2 А, 

/Б  = 0,4  А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  (/ кэ=  '0  В,  /к  = 2 А: 

2Т903А,  КТ903А 

2Т903Б,  КТ903Б 

Входное  напряжение  база-эмиттер  при  (2Кэ=Ю  В, 
/к  = 2 А не  более : 

2Т903А,  2Т903Б  

КТ903А,  КТ903Б 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  на  высокой  частоте 
при  (/КБ  = Ю В,  /к  = 0,5  А, /=  30  МГц  не  менее  . . . 
Емкость  коллекторного  перехода  при  (7кб  = 30  В, 

/=2  МГц  не  более 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  (7кэ  = 30  В,  /к  = 100  мА,  /=  2 МГц 

не  более  

Обратный  ток  коллектор-эмиттер: 

при  (/кэ  = 70  В,  ДБЭ  = 100  Ом,  Г = 298  К не  более: 

2Т903А,  2Т903Б 

КТ903А,  КТ903Б 

при  (7КЭ  = 60  В,  ЛБЭ  = 0 Ом,  Г = 398  К не  более 

2Т903А,  2Т903Б  

при  С/кэ  = 60  В,  (/ЭБ  = 0,  Т = 358  К не  более 

КТ903А,  КТ903Б 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7эб  = 4 В не  более: 

2Т903А,  2Т903Б  

КТ903А,  КТ903Б 

Индуктивность  эмиттерного  вывода  не  более  .... 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Г < 373  К 
2Т903А,  2Т903Б  и Г < 343  К КТ903А,  КТ903Б  . . . 
Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  Г < 373  К 
2Т903А,  2Т903Б  и Г < 343  К КТ903А,  КТ903Б  . . . 
Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Яъэ  < 
<100  Ом,  Г < 373  К 2Т903А,  2Т903Б  и Г < 343  К 
КТ903А,  КТ903Б 


выводами. 

10  Вт 

3 

2 В 
2,5  В 

2 В 

15-70 

40-180 

2,5  В 

3 В 

4 

180  пФ 

500  пс 

2 мА 
10  мА 

10  мА 

30  мА 

30  мА 
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Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ти  < 
< 1 мкс,  2 > 100,  ЛБЭ  < 100  Ом,  при  Г < 373  К 2Т903А, 


2Т903Б  и Г < 343  К КТ903А,  КТ903Б 80  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 3 д 

Импульсный  ток  коллектора: 


при  ти  < 10  мкс,  ^ > \0 5А 

при  т„  < 1 мкс,  й > 100 Ю А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Гк<  323  К 2Т903А,  2Т903Б;  при  Гк  < 298  К 

КТ903А,  КТ903Б 30  Вт 

при  Г,  = 393  К 2Т903А,  2Т903Б;  при  Гк  < 358  К 

КТ903А,  КТ903Б 9 Вт 

при  Гк  = 398  К 2Т903А,  2Т903Б 7.5  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  т„  < 10  мкс 
2 > 10,  і/кэ  < 30  В: 

при  Гк  = 323  К 2Т903А,  2Т903Б:  при  Гк  < 298  К 

КТ903А,  КТ903Б 60  Вт 

при  Тк  = 343  К 2Т903А,  2Т903Б;  при  Гк  = 358  К 
КТ903А,  КТ903Б і«  Вт 


Температура  перехода: 

2Т903А,  2Т903Б 423  К 

КТ903А,  КТ903Б 388  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 3,33  К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т903А,  2Т903Б От  213  до 

Т = 398  К 

КТ903А,  КТ903Б От  233  до 

Гк  = 358  К 


Примечание.  При  Тк  > 373  К для  2Т903А,  2Т903Б  и 

Т > 343  К для  КТ903А,  КТ903Б  постоянное  напряжение  коллектор- 
база  и коллектор-эмиттер  снижается  линейно  на  10  % через  каждые 


10  К. 


30 
25 
20 
ад  15 
$10 
5 

20  30  40  50  ?;МГц 

Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  частоты. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
эмиттер. 
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О 1 2 3 4 51К,А 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  напря- 
жения коллектор-эмиттер. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


При  работе  в схемах  ВЧ  генераторов  и усилителей  с ампли- 
тудной модуляцией  допускается  мгновенное  значение  напряжения 
коллектор-эмиттер  звуковой  частоты  до  70  В. 


2Т908А,  КТ908А,  КТ908Б 

Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  переключательные 
высокочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в ключевых  стабилизаторах  и 
преобразователях  напряжения,  импульсных  модуляторах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  без  накидного  фланца  не  более  22  г, 
накидного  фланца  не  более  12  г. 
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щШШвШЯаа і 


Электрические  параметры 


Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  не  более: 

2Т908А,  КТ908А  при  /к  = 10  А,  /Б  = 2 А 1,5  В 

2Т908А  при  /к  = 5 А,  /Б  = 1 А 0,8  В 

КТ908Б  при  /к  = 4 А,  /Б  = 0,4  А 1 В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  не  более: 

2Т908А,  КТ908А  при  /к  = 10  А,  /Б  = 2 А 2,3  В 

2Т908А  при  /к  = 5 А,  /Б  = 1 А 1 ,6  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Т = 298  К: 

2Т908А,  КТ908А  при  Скэ  = 2 В,  1К  = 10  А . . . 8-60 

КТ908Б  при  1/«э  = 4 В,  /к  = 4 А не  менее  ...  20 

Отношение  статического  коэффициента  передачи  тока 
при  Тк  = 398  К к статическому  коэффициенту  передачи 
тока  при  Т = 298  К,  Скэ  =2  В,  /к  = 5 А не  более : 

2Т908А з 

КТ908А,  КТ908Б 5 

Время  включения  при  /к  = 5 А,  /Б=  1 А,  ти  = 1 0 мкс 

2Т908А 0, 1-0,3  мкс 

типовое  значение 0,2  мкс 

Время  рассасывания  при  Ік  = 5 А,  /Б  = I А,  ти  = 

= 10  мкс  2Т908А 0,6 -2,6  мкс 

типовое  значение 2 мкс 

Время  спада  при  /к  = 5 А,  /Б  = 1 А,  т„  = 10  мкс 

2Т908А 0,1— 0,3  мкс 

типовое  значение 0,2  мкс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  10  МГц, 

Окэ  = 1 0 В,  А = 1 А не  менее : 

2Т908А  . : 5 

КТ908А,  КТ908Б 3 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Ѵк  = 10  В,  /= 

= 0,3  МГц  не  более 700  пФ 

типовое  значение 500  * пФ 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Т=  298  К и Т=  213  К: 

2Т908А,  КТ908А  при  ЛБЭ  = 10  Ом,  і/кэ  — 

= 100  В 25  мА 
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КТ908Б  при  ЛБЭ  = 250  Ом,  і/кэ  = 60  В ...  . 50  мА 

при  Т = 398  К 2Т908А  при  ЛБЭ  = Ю Ом,  {/кэ  = 

80  В 50  мА 


Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ  = 5 В не  более  . . . 300  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
Т„  < 373  К : 

2Т908А,  КТ908А  при  ЙБЭ=10  Ом 100  В 

КТ908Б  при  ЛБЭ  = 250  Ом 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Тп  < 373  К 

2Т908А 140  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 10  А 

Постоянный  ток  базы 5 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Гк  < 323  К 50  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  корпуса 398  К 

Температура  окружающей  среды • . . . От  213  до 

Гк  = 398  К 


Примечания:  1.  Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 
и коллектор-база  при  Тп  = 373  н-  423  К снижается  линейно  на 
10%  через  каждые  10  К. 

Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора  при  Гк  = 323  -е-  398  К определяется  по  формуле 

^К.макс  = (Тп  — 7У/ЛТ.«. 

где  7?т  п-к  ~ тепловое  сопротивление  переход-корпус,  определяемое 
из  области  максимальных  режимов  (например,  при  Цкэ  = 10  В, 
/к  = 5 А ЯТм  = 2 К/Вт). 

Не  рекомендуется  работа  транзистора  при  рабочих  токах, 
соизмеримых  с неуправляемыми  обратными  токами  во  всем  диа- 
пазоне температур.  При  конструировании  схем  следует  учитывать 
возможность  самовозбуждения  транзистора  за  счет  паразитных  связей. 

2.  Механические  усилия  на  выводы  транзистора  не  должны 
превышать  19,62  Н в осевом  и 3,43  Н в перпендикулярном 
направлениях  к оси  вывода. 

Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  6 мм 
от  корпуса  транзистора. 
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Входные  характеристики. 


О 0,5  1 1,5  2 иБЭ,в 


Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  база-эмиттер. 


1 1,4  1,8  2,2  2,6ІВ,А 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то-  щения  база-эмиттер  от  тока 

ка  базы.  базы. 


0 2 4 6 8ІК,А 


215  255  295  555  575  ТН,К 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока  фициента  передачи  тока  от  тем- 
коллектора.  пературы  корпуса. 
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Зависимости  напряжений  насы-  Зависимость  емкости  коллек- 

щения  коллектор-эмиттер  и ба-  торного  перехода  от  напряже- 

за-эмиттер  от  температуры  кор-  ния  коллектор-база, 

пуса. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 


2Т912А,  2Т912Б,  КТ912А,  КТ912Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  высоко- 
частотные генераторные. 

Предназначены  для  работы  в линейных  усилителях  мощности  на 
частотах  1,5  — 30  МГц  при  напряжении  питания  27  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Транзисторы  поставляются  с диодом,  смонтированным  внутри 
корпуса  и предназначенным  для  контроля  температуры  корпуса. 
Разрешается  поставлять  транзисторы  без  диода.  Обозначение  типа 
приводится  на  боковой  поверхности  корпуса.  Транзистор  без  диода 
маркируется  синей  точкой  около  диодного  вывода. 

Масса  транзистора  не  более  45  г. 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  двухтонового  сигнала  в пике  оги- 
бающей на  частоте  30  МГ  ц при  Ек  = 21  В не 

менее 70  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  РВЫХІпо)  = 70  Вт, 

/=  30  МГц  не  менее 10 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при  Гвых(по|  = 

= 70  Вт,  /=  30  МГц  не  менее 50% 

Коэффициент  комбинационных  составляющих  третьего 

порядка  при  /■)ВЫХ([Ю)  = 70  Вт  не  более — 30  дБ 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  30  МГц, 

Цкэ  = 10  В,  /к  = 3 А не  менее 3 

типовое  значение 5,5  * 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  І/КБ  = 27  В не  более  200  пФ 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Скб  =10  В,  /к  = 5 А: 

2Т912А,  КТ912А 10-50 

2Т912Б,  КТ912Б 20-100 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Скэ  = 70  В, 

ЯЭб  < 10  Ом  не  более: 

при  Т < 298  К 50  мА 

при  Г = 358  К КТ912А,  КТ912Б 75  мА 

при  Г = 398  К 2Т912А,  2Т912Б 75  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Сэб  = 5 В не  более  . . . 250  мА 

Постоянное  прямое  напряжение  на  диоде  при  /пр  = 20  мА  0,3—1  В 
Постоянный  обратный  ток  диода  при  II  — 5 В не  более  1 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?эб  < 10  Ом : 

2Т912А,  2Т912Б : 

при  Т„  < 398  К 70  В 

при  Тп  = 428  К 35  В 

КТ912А,  КТ912Б: 

при  Тк  < 348  К 70  В 

при  Тк  = 358  К 56  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ПЭб=  1,5  В 
2Т9І2А,  2Т912Б: 

при  Т„  < 398  К 80  В 

при  Т„  = 428  К 60  В 
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КТ912А,  КТ912Б: 

при  Тп  < 348  К 80  В 

при  Т„  = 358  К 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  А 

Постоянный  ток  базы 10  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора : 

2Т912А,  2Т912Б: 

при  Гк  < 213  4-  373  К 30  Вт 

при  Гк  = 398  К 1 5 Вт 

КТ912А,  КТ912Б  при  Гк  < 358  К 30  Вт 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме  при  Ек  < 28  В: 

2Т912А,  2Т912Б : 

при  Тк  < 358  К 35  Вт 

при  Тк  = 398  К 1 7,5  Вт 

КТ912А,  КТ912Б  при  Тк  « 358  К 35  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 1,42  К/Вт 

Температура  окружающей  среды 

2Т912А,  2Т912Б От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ912А,  КТ912Б От  223  до 

Гв  = 358  К 


Примечание.  Допускается  производить  пайку  выводов  на 
расстоянии  не  менее  2 мм  от  корпуса  паяльником,  нагретым  до 
температуры  523  К,  в течение  не  более  10  с.  Допустимый  крутящий 
момент  на  монтажный  винт  при  креплении  транзистора  1,8  Н м. 
Осевое  усилие  на  винт  допускается  не  более  1600  Н. 


2 3 Ч 5 В 7 в Ік,  А 


0 1 2 3 Ч 5 6 Ік,  А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-база. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 


2Т917А 

Транзистор  кремниевый  меза-планарный  п-р-п  универсальный  вы- 
сокочастотный мощный. 

Предназначен  для  работы  в импульсных  схемах,  схемах  усиле- 
ния и генерирования. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Вывод  эмиттера 
маркируется  условной  точкой  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = Ю А, 

/Б  = 2 А не  более 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  А, 

/Б  = 2 А не  более 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С^э  =5  В,  /к  = 2 А: 

при  Т = 298  К 
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при  Г = 21 3 К 8 —60 

при  Г = 398  К,  /к  = 2,5  А 10-180 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/к э = 10  В, 

/к  = I А,  /=  30  МГц  не  менее . 2 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  = Ю Ом, 

{/«э  = 150  В не  более: 

при  Г=  298  К и Г=213  К 20  мА 

при  Т = 398,  С/кэ  = 120  В 40  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/Б э = 5 В не  более  . . . 200  мА 

Выходная  мощность*  при  і/к  = 30  В,  /=  10  МГц  в 

классе  С 30  — 50  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  (Рв ых  « 50  Вт)  при 

С/к  = 50  В,  /=  10  МГц ’ 10-20 

Коэффициент  полезного  действия  при  1/к  = 30  В,  [ = 

= 10  МГц  (Л,,,,*  « 50  Вт) . 70-80% 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?Бз  = 1 0 Ом 

при  Тп  « 373  К 150  В 

при  Т„  = 423  К 75  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  т„  «і  1 мс, 

2 > 2 200  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 150  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Импульсное  напряжение  база-эмиттер  при  т„  < 1 мс, 

О > 2,  /БЭи  «ІА 8 В 

Постоянный  ток  коллектора 10  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  тп  « 1 мс,  ()>  2 . . . 15  А 

Постоянный  ток  базы 5 А 

Импульсный  ток  базы  при  ти  < 1 мс,  ^ > 2 7 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при  Гк  « 

< 323  К 50  Вт 

Мгновенная  рассеиваемая  мощность  коллектора  на  фрон- 
тах в режиме  переключения  при  длительности  фрон- 
тов переходных  процессов  0,1— 0,2  мкс,  Тп  « 423  К 500  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 2 К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Тк  = 398  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  при  Тк  > 323  К определяется 
по  формуле 

^Кмакс  = (423  - Тк)/2. 

Максимально  допустимое  постоянное  напряжение  коллектор- 
эмиттер  при  Тп  > 373  К снижается  линейно  на  10  % через  каждые 
10  К. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  2 мм 
от  корпуса  транзистора. 
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2Т920А,  2Т920Б,  2Т920В,  КТ920А,  КТ920Б, 
КТ920В,  КТ920Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные высокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности, 
в том  числе  с амплитудной  модуляцией,  умножителях  частоты 
и автогенераторах  на  частотах  50  — 200  МГц  при  напряжении  пи- 
тания 12,6  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  ленточ- 
ными выводами  и монтажным  винтом.  Обозначение  типа  приводится 
на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4,5  г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  С/кэ  = 1 2,6  В,  /=175  МГц, 


Гк  <313  К: 

2Т920А,  КТ920А 2 Вт 

2Т920Б 7 Вт 

КТ920Б 5 Вт 

2Т920В,  КТ920В 20  Вт 

КТ920Г 15  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  С/кэ  =12  6 В 
/=  175  МГц: 

2Т920А,  КТ920А  РВЫ!І  = 2 Вт  не  менее 7 

типовое  значение  \2* 

2Т920Б,  КТ920Б  Рвых  = 5 Вт  не  менее 4,5 

типовое  значение 9* 

2Т920В,  КТ920В  Рвьп  = 20  Вт  не  менее 3 

типовое  значение 4* 

КТ920Г  Рйых  =15  Вт  не  менее 3 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора 

2Т920А,  2Т920Б,  2Т920В  не  менее 60% 

типовое  значение  70*  % 


КТ902А,  КТ920Б,  КТ920В,  КТ920Г  не  менее  ....  55% 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  * при  V кэ  = 5 В : 

2Т920А  при  Ік  = 50  мА,  типовое  значение  ....  30 

2Т920Б  при  /к  = 100  мА,  типовое  значение  ....  40 

2Т920В  при  /к  = 250  мА,  типовое  значение  ....  25 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  * : 

2Т920А  при  /к  = 50  мА,  = 10  мА,  типовое  зна- 
чение   0,3  В 

2Т920Б  при  /к  = 100  мА,  /Б  = 20  мА,  типовое 

значение 0,4  В 

2Т920В  при  /к  = 250  мА,  /Б  = 50  мА,  типовое 

значение 0,45  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  / = 100  МГц, 

Скэ  = 10  В: 

2Т920А,  КТ920А  при  /к  = 0,2  А не  менее  ....  4 

типовое  значение 7,5  * 

2Т920Б,  КТ920Б  при  /к  = 0,4  А не  менее 4 

типовое  значение 7 * 

2Т920В,  КТ920В  при  /к  =1,0  А не  менее  ....  4 

типовое  значение 4,5  * 

КТ920Г  при  /к  =1,0  А не  менее 3,5 

Критический  ток  коллектора*  при  1/кэ  = 10  В,  / = 

= 100  МГц: 

2Т920А,  КТ920А  не  менее 0,8  А 

типовое  значение 1,0  А 

2Т920Б,  КТ920Б  не  менее К5  А 

типовое  значение 2,0  А 

2Т920В,  КТ920В  не  менее 4,5  А 

типовое  значение 7,0  А 

КТ920Г  не  менее 4,0  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  1/к э =10  В,  /=  5 МГц: 
при  /э  = 30  мА  2Т920А,  2Т920Б,  КТ920А, 

КТ920Б  не  более 20  пс 

типовое  значение 7 пс 

при  /э=  150  мА  2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г  не  более  20  пс 

типовое  значение 9*  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  і/кэ  = 10  В,  / = 

= 5 МГц: 

2Т920А  не  более 15  пФ 

типовое  значение 10*  пФ 

2Т920Б  не  более 25  пФ 

типовое  значение 16*  пФ 

2Т920В  не  более 75  пФ 

типовое  значение 50*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Цѣэ  = 0, /=  5 МГц  не 
более : 

2Т920А 55  пФ 

2Т920Б 100  пФ 

2Т920В 410  пФ 
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Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  і/кз  = 36  В,  ЛЭБ  = 
= 100  Ом  не  более: 
при  Г = 298  К: 

2Т920А 

2Т920Б,  КТ920А ' 

2Т920В  

КТ920Б 

КТ920В,  КТ920Г 

при  Т = 398  К: 

2Т920А 

2Т920Б 

2Т920В 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = 4 В : 
при  Т=  298  К: 

2Т920А,  2Т920Б 

2Т920В 

Индуктивность  выводов*  при  /=  1 мм: 

2Т920А,  КТ920А: 

эмиттерного 

коллекторного  

базового  

2Т920Б,  КТ920Б : 

эмиттерного 

коллекторного  

базового  

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г: 

эмиттерного 

коллекторного  

базового  

Емкости  электродов  относительно  корпуса*: 

эмиттер-корпус 

коллектор-корпус 

база-корпус 


1 мА 

2 мА 
5 мА 
4 мА 
7,5  мА 

2 мА 
4 мА 
10  мА 


0,25  мА 
2 мА 


1,7 

нГн 

нГ  н 

2,9 

нГн 

нГн 

2.4 

нГн 

нГн 

1,0 

нГн 

нГн 

2,4 

нГ  н 

1,84  пФ 

1,53  пФ 

0,96  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

^ 100  Ом 36  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т920А,  КТ920А 0.5  А 

2Т920Б,  КТ920Б ІА 

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г ЗА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 20  мкс,  2 а*  50: 

2Т920А,  КТ920А ІА 

2Т920Б,  КТ920Б 2 А 

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г 7 А 

Постоянный  ток  базы: 

2Т920А,  КТ920А 0,25  А 
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2Т920Б.  КТ920Б 0,5  А 

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г 1,5  А 

Импульсный  ток  базы  при  т„  < 10  мкс,  <2  > 100: 

2Т920А,  КТ920А 0,5  А 

2Т920Б,  КТ920Б ІА 

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г 3,5  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме: 
при  Тк  < 323  К: 

2Т920А,  КТ920А 5 Вт 

2Т920Б,  КТ920Б 10  Вт 

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г 25  Вт 

при  Гк  = 398  К : 

2Т920А 1,25  Вт 

2Т920Б 2,5  Вт 

2Т920В 6,2  Вт 


Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 


2Т920А,  КТ920А 20  К/Вт 

2Т920Б,  КТ920Б 10  К/Вт 

2Т920В,  КТ920В,  КТ920Г 4 К/Вт 

Температура  перехода 433  К 

Температура  окружающей  среды : 

2Т920А,  2Т920Б,  2Т920В От  213  до 

Гк  398  К 

КТ920А,  КТ920Б,  КТ920В,  КТ920Г От  238  до 

Гк  = 258  К 


Примечание.  Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии 
не  менее  5 мм  от  корпуса  без  передачи  усилия  на  керами- 
ческую часть  корпуса,  без  нарушения  герметичности  и с сохранением 
обозначения  коллекторного  вывода. 


Зависимость  выходной  мощ-  Зависимость  выходной  мощно- 

ности  и КПД  от  входной  мощ-  сти  и КПД  от  входной  мощ- 
ности. ности. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  напряжения 
коллектор-эм  иттер. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  напряжения 
коллектор-эмиттер. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  напряжения 
коллектор-эмиттер. 


Зависимость  выходной  мощно-  Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  частоты.  сти  от  частоты. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  частоты. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


О 2 Ч 6 8 ЮІ к,  А 

2Т921А,  КТ921А,  КТ921Б 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  высокочастотные  гене- 
раторные. 

Предназначены  для  работы  в линейных  усилителях  КВ  и УКВ 
диапазонов  при  напряжении  питания  27  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами и монтажным  винтом.  Обозначение  типа  приводится  на 
корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  6,5  г. 


10,8  11  П 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  /=  60  МГц,  ЕК  = П В не  менее  12,5  Вт 
Коэффициент  усиления  по  мощности  при  Рът  = 12,5  Вт, 

/=  60  МГц: 

2Т921А,  КТ921А  не  менее В 

КТ921Б  не  менее 5 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при 
Л>ых  = 12,5  Вт,  /=  60  МГц  не  менее: 

2Т921А,  КТ921А 50% 

КТ921Б 40% 

Коэффициент  комбинационных  составляющих  третьего 
порядка  при  /=  30  МГц,  Ліых(по)  = 12,5  Вт  не  более  —30  дБ 
Модуль  коэффициента  передачи  тока  на  /=  30  МГц 

при  Цк э =10  В,  / к = 0,4  А не  менее 3 

типовое  значение 7,5  * 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  {/ КБ=  10  В,  /к  = 1 А не  менее  ...  10 

типовое  значение  45* 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  V кб  = Ю В,  /к  = 1 А,  /=  10  МГц  не  более  22  пс 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  С/КБ  = 20  В 50  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  С/ЭБ  = 3 В 210  пФ 

Обратный  ток  эмиттера  при  (УЭБ  = 4 В не  более  ...  20  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  С/кэ  = 70  В,  ЛЭБ  = 

= 10  Ом  не  более 10  мА 

Индуктивность  коллекторного  вывода* 3,5  нГн 

Индуктивность  базового  вывода* 3,5  нГн 

Индуктивность  эмиттерного  вывода* 3,0  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛЭБ  « Ю Ом: 

при  Т„  « 398  К 65  В 

при  Гп  = 423  К 32  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  . при 

СЭБ=  1,5  В: 

при  Т„  < 398  К 80  В 

при  Т„  = 423  К 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 3,5  А 

Постоянный  ток  базы ІА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гк  < 348  К 12,5  Вт 

при  Гк  = 398  К 4,2  Вт 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динамиче- 
ском режиме  при  Ек  < 28  В: 

при  Гк  « 348  К 1 2,5  Вт 

при  Г*  = 398  К 4,2  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 6 К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т921 А От  213 

до  Гк  = 398  К 

КТ921А,  КТ921Б От  228 

до 

Гк  = 398  К 

Примечание.  Пайку  выводов  допускается  производить  на 
расстоянии  не  менее  2 мм  от  корпуса  транзистора.  Осевое  усилие 
на  винт  допускается  не  более  250  Н,  на  выводы  транзистора  не 
более  5 Н,  изгибающее  усилие  не  более  1 Н. 
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Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  емкости  коллектор- 
фициента  передачи  тока  от  тока  ного  перехода  от  напряжения 
коллектора.  коллектор-база. 


О 1 2 3 0 эво, В 

Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 


О 1 2 3 I к, А 

Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


22  24  26  гвикэ,в 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  коллектора. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  напря- 
жения коллектор-эмиттер. 
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2Т922А,  2Т922Б,  2Т922В,  КТ922А,  КТ922Б, 
КТ922В,  КТ922Г,  КТ922Д 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные высокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности, 
в том  числе  при  амплитудной  модуляции,  в умножителях  частоты 
и автогенераторах  на  частотах  выше  50  МГц  при  напряжении 
питания  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с четырьмя  изо- 
лированными от  корпуса  гибкими  ленточными  выводами  и мон- 
тажным винтом.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4,5  г. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  С/кэ  = 28  В,  /=175  МГц, 

Г„  « 313  К: 

2Т922А,  КТ922А 5 Вт 

2Т922Б,  КТ922Б 20  Вт 

КТ922Г 17  Вт 

КТ922Д 35  Вт 

2Т922В,  КТ922В 40  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  1/кэ  = 28  В, 

/=  175  МГц: 

2Т922А,  КТ922А  /"вы,  = 5 Вт  не  менее 10 

типовое  значение 20* 

2Т922Б,  КТ922Б  Р вых  = 20  Вт  не  менее 5,5 

типовое  значение 10* 

КТ922Г  />вых=  12  Вт  не  менее 5 

2Т922В,  КТ922В  Ршх  = 40  Вт  не  менее 4 

типовое  значение 6* 

КТ922Д  Ршх  = 35  Вт  не  менее 3,5 
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Коэффициент  полезного  действия  коллектора  не  менее- 

2Т922А,  2Т922Б,  2Т922В ] 

типовое  значение 

КТ922А,  КТ922Б,  КТ922В,  КТ922Г,  КТ922Д  не 'менее 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером*  при  ІГКЭ  = 5 В,  при  /к  = 0, 1 А 2Т922А; 
/к  = 0,25  А 2Т922Б;  при  /к  = 0,5  А 2Т922В  не  менее 
типовое  значение  

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер*,  типовое 
значение: 

2Т922А  при  /к  = 100  мА,  /Б  = 20  мА 

2Т922Б  при  /к  = 250  мА,  /Б  = 50  мА  . . . . ’ 
2Т922В  при  /к  = 500  мА,  /Б  = 100  мА  . . . ! ' 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц 
V КЭ  =Ю  В : 


2Т922А,  КТ922А  при  = 0,4  А не  менее  . 


типовое 

значение 

2Т922Б, 

КТ922Б, 

КТ922Г 

при 

'к  =1.5  А 

не 

менее  . 

типовое 

значение  . 

2Т922В, 

КТ922В  при 

/к  = 3 

А не 

менее  . 

типовое  значение  . . 

КТ922Д 

при  /к  = 3 

А не 

менее 

Критический 

ток  коллектора  при  і/кз  = 

10  В,  г=  100  МГп: 

2Т922А, 

КТ922  не 

менее  . 

типовое 

значение 

КТ922Г 

не  менее  . 

2Т922Б, 

КТ922Б  не 

менее  . 

типовое 

значение  . 

КТ922Д 

не  менее  . 

2Т922В, 

КТ922В  не 

менее  . 

типовое 

значение  . 

Постоянная 

времени 

цепи 

обратной  связи 

при 

^кэ=Ю  В,  /*=  5 МГц 

2Т922А, 

КТ922А  при 

/э  = 40 

мА  не  более  . 

типовое  значение . . 

2Т922Б, 

КТ922Б,  КТ922Г 

при 

/э  = 150  мА 

не 

более  . 

типовое 

значение  . 

2Т922В, 

КТ922В,  КТ922Д 

при 

/э  = 300  мА 

не 

более  . 

типовое 

значение  . 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Цкг.  = 28  В 
/=  5 МГц: 

2Т922А,  КТ922А  не  более  .... 


типовое  значение 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г  не  более  . 

типовое  значение 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д  не  более  .' 


55  % 
65*  % 
50% 


10 

50 


0,3  В 
0,35  В 
0,4  В 


3 

7* 

3 

6.5* 

3 

4,5* 

2,5 

0,6  А 
1,2*  А 
1,8  А 
2 А 
3*  А 
4,5  А 
5 А 
6,5*  А 


20  пс 
7,5*  пс 

20  пс 
8*  пс 

25  пс 
20*  пс 


15  пф 
8*  пФ 
35  пФ 
20*  пФ 
65  пф 


типовое  значение 50*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  і/Эб  = 0,  / = 5 МГц, 
типовое  значение: 

2Т922А,  КТ922А 75  пФ 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г 200  пФ 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д 500  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  {/кэ  = 65  В, 

7?эб  = 100  Ом  не  более: 
при  Г = 298  К : 

2Т922А 2 мА 

КТ922А 5 мА 

2Т922Б 10  мА 

2Т922В,  КТ922Б,  КТ922Г 20  мА 

КТ922В,  КТ922Д 40  мА 

при  Г = 358  К : 

КТ922А Ю мА 

КТ922Б,  КТ922Г 20  мА 

КТ922В,  КТ922Д 40  мА 

при  Т = 398  К: 

2Т922А 4 мА 

2Т922Б 20  мА 

2Т922В . 40  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  V эб  — 4 В не  более: 
при  Г = 298  К: 

2Т922А 0,25  мА 

КТ922А 0,5  мА 

2Т922Б 1,0  мА 

2Т922В 2,5  мА 

КТ922Б 3 мА 

КТ922Г 4 мА 

КТ922В,  КТ922Д 6 мА 

при  Т=  358  К: 

КТ922А 1 мА 

КТ922Б 10  мА 

КТ922В,  КТ922Д 12  мА 

КТ922Г 8 мА 

при  Г=  398  К: 

2Т922А 0,5  мА 

2Т922Б 2 мА 

2Т922В 5 мА 

Индуктивность  выводов  при  / = 1 мм 
2Т922А,  КТ922А: 

эмиттерного  . . . 1,7  нГн 

коллекторного 2,4  нГн 

базового 2,9  нГн 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г: 

эмиттерного 1,1  н Гн 

коллекторного 2,4  нГн 
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базового 2,5  нГн 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д: 

эмиттерного 0,9  нГн 

коллекторного 2,4  нГн 

базового 2,4  нГн 

Емкости  электродов  относительно  корпуса*: 

эмиттер-корпус 1,84  пФ 

коллектор-корпус 1,53  пФ 

база-корпус 0,96  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?бэ  ^ 100  Ом : 

при  Тп  = 298  -г-  433  К 65  В 

при  Т=  Г,™,, 55  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т922А,  КТ922А 0 8 А 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г {5  д 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д 3 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 20  мкс,  (2  > 50: 

2Т922А,  КТ922А 1,5  А 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г 4,5  А 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д 9 А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом 
режиме : 

при  Тк  < 313  К: 

2Т922А,  КТ922А 8 Вт 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г 20  Вт 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д 40  Вт 

при  Тк  = 398  К : 

2Т922А 2,3  Вт 

2Т922Б 5,8  Вт 

2Т922В 1,17  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т922А,  КТ922А 15  К/Вт 

2Т922Б,  КТ922Б,  КТ922Г 6 К/Вт 

2Т922В,  КТ922В,  КТ922Д 3 К/Вт 

Температура  перехода 433  К 

Температура 

2Т922А,  2Т922Б,  2Т922В От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ922А,  КТ922Б,  КТ922В,  КТ922Г,  КТ922Д  . . . . От  233  до 

• Гк  = 358  К 


Примечания:  1.  Допускается  работа  транзисторов  при  любых 
значениях  коэффициента  стоячей  волны  по  напряжению  (по  модулю 
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и фазе)  при  Епт  < (28  + 2,8)  В при  условии,  что  предельные  эксплуа- 
тационные значения  Р к макс,  /к  ШКС,ѴКЭ,  І/ЭБ  (постоянные  состав- 
ляющие) не  превышают  допустимые. 

2.  Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм 
от  корпуса  без  передачи  усилия  на  керамическую  часть  корпуса 
и без  нарушения  герметичности  с сохранением  обозначения  кол- 
лекторного вывода. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотводов  должна  быть  не 
менее  1,6.  Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоотводов 
должна  быть  не  более  0,04  мм. 


100 

80 

ВО 

40 

20 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  входной  мощ- 
ности. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  входной  мощ- 
ности. 


% 

100 

80 

60 

40 

20 

0 5 10  15  20  25  0кз,В 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  входной  мощ- 
ности. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  напряжения 
коллектор- эмиттер. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  напряжения 
коллектор-эмиттер. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и КПД  от  напряжения 
коллектор-эмиттер. 


О 0,2  0,4  0,6  0,8  1,0  Ік,  А 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


0 2 4 6 8 101  к,  А 


О 4 8 12  16  20ию,В 


Зависимость  модуля  коэффици-  Зависимость  критического  тока 

ента  передачи  тока  от  тока  от  напряжения  коллектор-эмит- 

коллектора.  тер. 
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«X. 


— 

2Т9с 

’2Б,І 

<192 

— 

2Б 

= 10 

9 МГ 

Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимость  постоянной  вре- 
мени цепи  обратной  связи  от 
тока  коллектора. 


2Т926А,  КТ926А,  КТ926Б 

Транзисторные  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  переключатель- 
ные высокочастотные  высоковольтные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в импульсных  модуляторах. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


20  Полупроводниковые  приборы 
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Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 1 5 А, 

/Б  = 1,5  А (КТ926Б  при  /к  = 10  А) 0,4*-2,5  В 

типовое  значение 0,6*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 15  А, 

/Б  = 1,5  А (КТ926Б  при  /к  = 10  А)  не  более  ....  2,5  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/кэ  — 1 В,  /к  = 1 5 А, 
ти  = 500  мкс,  <2  > 50  : 
при  Т = 298  К : 

2Т926А 12-60 

КТ926А,  КТ926Б Ю-60 

при  Г=213  К 2Т926А 5_60 

Отношение  статического  коэффициента  передачи  тока 
при  7’=  398  К к статическому  коэффициенту  передачи 

тока  при  Т = 298  К 2Т926А  не  более 3 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  30  МГц, 

Укэ  — 10  В,  /к  = 1 А не  менее 1,7 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 10  Ом  не 
более : 

при  Т=  298  К и Г=  213  К,  Скэ  = 150  В . . . 25  мА 

при  Т = 398  К,  Скэ  = 120  В 2Т926А 80  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵвэ  = 5 В не  более  ....  300  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Льэ  = Ю Ом 150  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ти  < 500  мкс,  2 > 50  200  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 15  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 520  мкс. 

в > 50  25  А 

Постоянный  ток  базы 7 д 

Импульсный  ток  базы 12  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
Тк  = 213-т-  323  К (при  Тк  = 228  4-  323  К КТ926А, 

КТ926Б) 50  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  т„  « 500  мкс, 

_ & > 50  450  Вт 

Температура  перехода 423  к 

Температура  окружающей  среды: 

2Т926А От  213  до 

Т = 398  К 

КТ926А,  КТ926Б От  228  до 

Гк  = 373  К 

Примечания:  1.  Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 
при  Тп  = 373  + 423  К снижается  линейно  на  10%  через  каждые 

10  К. 
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Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  при  Тк  — 323  ч-  398  К определяется  по  формуле 

/'К  макс  — (Т’п  “ ^к)/^Г.  п-к» 

где  „.к  — тепловое  сопротивление  переход-корпус,  определяемое 
из  области  максимальных  режимов  (например,  при  (Лез  =10  В, 
/к  = 5 А,  КГп.к  = 2 К/Вт). 

При  конструировании  схем  следует  учитывать  возможность 
самовозбуждения  транзисторов  за  счет  паразитных  связей. 

2.  Для  снижения  контактного  теплового  сопротивления  необ- 
ходимо применять  смазку  из  невысыхающего  масла  или  тонкую 
фольгу  из  мягкого  материала. 

Крепление  транзисторов  к панели  осуществляется  при  помощи 
гайки.  Осевое  усиление  на  винт  должно  быть  не  более  1176  Н. 

Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  2 мм  от 
корпуса  транзистора.  За  температуру  корпуса  принимается  темпера- 
тура любой  точки  основания  диаметром  не  более  13  мм  со 
стороны  опорной  поверхности. 


0,4  0,8  1,2  1,8  2 0бэ,В 


0 4 В 12  16ІК,А 


Входные  характеристики.  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимости  напряжений  насы- 
щения коллектор-эмиттер  и ба- 
за-эмиттер от  тока  базы. 


о го  40  во  8оиКБ,в 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


20* 
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•ѵ 
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=?  во 
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2Т926А 

1 

КТ926А 

КТ92 

’6Б 

200  400  600  800  К БЭ  ,0м 


1200 


273  298 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой импульсной  мощно- 
сти рассеивания  коллектора  от 
температуры  корпуса. 


О 30  60  90  1200КЭ,В 


213  253  293  333  373  Тк,  К 


1 2 4 6 810  20  400КЭ,В 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого импульсного  тока 
коллектора  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 
корпуса. 


Область  максимальных  режи- 
мов. 
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КТ927А,  КТ927Б,  КТ927В 

Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  генераторные  высоко- 
частотные. 

Предназначены  для  применения  в линейных  усилителях  мощнос- 
ти на  частотах  до  30  МГц  при  напряжении  питания  28  В. 

Выпускаются  в металлопластмассовом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Внутри  корпуса  транзистора  смонтирован  диод,  предназна- 
ченный для  контроля  температуры.  Обозначение  типа  приводится  на 
корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  10  г. 


1*9  2 база.  Даод 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  і/кэ  = 28  В,  /=  30  МГц  75  Вт 
Коэффициент  усиления  по  мощности  при  Пкэ  = 28  В, 

/=  30  МГц,  Лшх(по)  = 75  Вт 13,4-16 

Коэффициент  полезного  действия  транзистора  при 

Цкэ  = 28  В,  / = 30  М Гц,  Рвых(по)  = 75  Вт 48  - 52  % 

Коэффициент  комбинационных  составляющих  при 

Нкэ  = 28  В,/ = 30  МГц,  Рвых(по)  = 75  Вт _(30-39)  дБ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  6/КБ  = 6 В,  /к  = 5 А: 

КТ927А 15-50 

КТ927Б 25-75 

КТ927В 40-100 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = Ю А,  /Б  = 2 А не  более 0,7  В 

Активная  составляющая  полного  входного  сопротив- 
ления при  Рвых  = 75  Вт,  Ѵкэ  = 28  В,  /= 

= 30  МГц 2,65  Ом 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  V кэ  = 28  В, 

/к=1  А 105-210  МГц 

типовое  значение 150*  МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/кБ  = 28  В не 

более 190  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  V эБ  = 0 не 
более 2850  пФ 
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Обратный  ток  эмиттера  при  (7ЭБ  = 3,5  В не  более: 

при  Т = 298  К 40  мА 

при  Т = 398  К 120  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /?ЭБ  = 0 и 

і/кэ  = 70  В не  более 40  мА 


Постоянное  прямое  напряжение  диода  при  /пр  = 1 мА  0,6— 0,8  В 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  ЛБЭ  = 0 70  В 

при  КБЭ  =оо 35  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  А 

Импульсный  ток  коллектора 30  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динамиче- 
ском режиме: 

при  Тк  < 348  К 83,3  Вт 

при  Тк  = 423  К 33,3  Вт 

Тепловое  сопротивление  корпус-переход 1,5  К/Вт 

Температура  перехода 473  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 


Тк  = 423  К 

* 2Т928А,  2Т928Б,  КТ928А,  КТ928Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  высоко- 
частотные импульсные. 

Предназначены  для  работы  в быстродействующих  импульсных 
схемах,  в цепях  вычислительных  машин. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Масса  транзистора  не  более  3 г. 
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Электрические  параметры 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  (7Кб  =10  В,  /к  = 50  мА, 
не  менее: 

2Т928А,  2Т928Б 300  МГц 

КТ928А,  КТ928Б 250  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  Скб  = 3 В,  /э  = 150  мА: 

2Т928А 30-100 

2Т928Б,  КТ928Б 50-200 

КТ928А 20-100 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /«  = 

= 300  мА,  /Б  = 30  мА  не  более: 

2Т928А,  2Т928Б 0,6  В 

КТ928А,  КТ928Б 1,0  В 

Напряжение  насыщения  эмиттер-база  при  Ік  = 300  мА, 

/Б  = 30  мА  2Т928А,  2Т928Б  не  более 1,5  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Цкъ  =10  В, 

/=  10  МГц  не  более: 

2Т928А,  2Т928Б 10  пФ 

КТ928А,  КТ928Б 12  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Нкб  = 0 не  более: 

2Т928А,  2Т928Б 90  пФ 

КТ928А,  КТ928Б 100  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  на  высокой 
частоте  при  Нкв  = Ю В,  /к  = 50  мА,  /=  10  МГц 

КТ928А,  КТ928Б  не  более 100  нс 

Обратный  ток  коллектора  при  Нкб  = 60  В не  более: 

2Т928А,  2Т928Б . 1 мкА 

КТ928А,  КТ928Б 5 мкА 

Время  рассасывания  при  /к  = 300  мА,  /Б  = 30  мА  не 
более: 

2Т928А,  2Т928Б 225  нс 

КТ928А,  КТ928Б 250  нс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБэ  = 0,.,..., 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 0,8  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс, 

0 5*  50 1,2  А 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллектора 
при  ти  < 10  мкс,  б > 50: 

2Т928А,  2Т928Б: 

при  Т < 298  К 3,6  Вт 

при  Т — 398  К 3,2  Вт 
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КТ928А : 

при  Т < 298  К 3,5  Вт 

при  Г = 358  К 3.26  Вт 

КТ928Б: 

при  Т < 298  К 3,6  Вт 

при  Т = 358  К 3,36  Вт 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  без  тепло- 
отвода 

2Т928А,  2Т928Б: 

при  Т « 298  К 0,5  Вт 

при  Т = 398  К 0,1  Вт 

КТ928А,  КТ928Б: 

при  Т < 298  К 0,5  Вт 

'при  Т = 358  К 0,26  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т928А,  2Т928Б От  213  до 

358  К 


Примечание.  При  Т > 298  К /Ѵмакс  линейно  снижается  на 
16  мВт/К,  /’к.и.макс  на  4 МВт/К. 


2Т929А,  КТ929А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные высокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности, 
в том  числе  при  амплитудной  модуляции,  в умножителях  частоты 
и автогенераторах  на  частотах  более  50  МГц  при  напряжении  пи- 
тания 8 В. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  ленточ- 
ными выводами  и монтажным  винтом.  Обозначение  типа  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4,5  г. 


6,8 


3,3 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  V кэ  = 8 В,  /=  175  МГц,  Гк  < 

<313  К не  менее 2 Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  і/кэ  = 8 В, 

Евых  = 2 Вт,  /=175  МГц  не  менее: 

2Т929А 10 

типовое  значение 1 1,5* 

КТ9?9А 8 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  не 

менее 55% 

типовое  значение  72*  % 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером*  при  Скэ  = 5 В,  /к  = 0,7  А,  не  менее  ...  25 

типовое  значение  40 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=175  МГц, 

С/кэ  = 8 В,  /к  = 0,3  А не  менее 4 

типовое  значение  8* 

Критический  ток  коллектора  * при  Скэ  = 8 В,  / = 

= 100  МГц,  типовое  значение 2,5  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (/«э  = 

= 8 В,  /=  5 МГц,  /к  = 50  мА  не  более 25  пс 

типовое  значение : . . 9*  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/КБ  = 8 В, 

/=  5 МГц  не  более 20  пФ 

типовое  значение 15*  пФ 

Обратный  ток  коллектора  * при  СКБ  = 30  В,  Г = 298  К, 

типовое  значение 0,5  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ѵкэ  — 30  В, 

ЯБЭ  = 100  Ом  не  более: 

при  Г = 298  К 5 мА 

при  Т = 398  К 10  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СэБ  = 3 В не  более: 

при  Т = 298  К 5 мА 

при  Т = 398  К 2Т929А  и Т = 358  К КТ929А  ....  10  мА 

Индуктивность  выводов  * при  I = 1 мм : 

эмиттерного нрн 

коллекторного 2 4 нГн 

базового 2,6  нГн 

Емкости  электродов  относительно  корпуса* 

эмиттер-корпус 1,84  пФ 

коллектор-корпус /53  пф 

база-корпус 0,96  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 30  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ЛБЭ  « 100  Ом 30  В 


617 


Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 0,8  А 

Импульсный  ток  коллектора 1,5  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме 

при  Тк  « 313  К 6 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 20  К/Вт 

Температура  перехода 433  к 

Температура  окружающей  среды: 

2Т929А От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ929А От  233  до 

Тк  = 358  К 


Примечания:  1.  При  Епт  <9  В допускается  работа  тран- 
зистора при  Ксті/  < 10  при  условии  непревышения  предельно  до- 
пустимых режимов  эксплуатации.  При  Епит  ^ 9 -г  12,6  В пиковое 
значение  напряжения  коллектор-эмиттер  не  должно  превышать  50  В. 

2.  Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм 
от  корпуса  без  передачи  усилия  на  керамическую  часть  корпуса 
без  нарушения  герметичности  и с сохранением  обозначения  коллек- 
торного вывода. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотвода  должна  быть  не 
менее  1,6.  Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоотводов 
должна  быть  не  более  0,04  мм.  Для  уменьшения  контактного 
теплового  сопротивления  между  корпусом  и теплоотводом  следует 
применять  теплоотводящие  смазки. 


Зависимость  выходной  мощно-  Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной  мощности.  сти  и КПД  от  частоты. 
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Зависимость  модуля  коэффици-  Зависимость  модуля  коэффици- 

ента передачи  тока  от  напряже-  ента  передачи  тока  от  тока  кол- 
ния  коллектор-эмиттер.  лектора. 
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Зависимость  критического  тока  Зависимость  постоянной  вре- 
от  напряжения  коллектор-эмит-  мени  цепи  обратной  связи  от 
тер.  тока  эмиттера. 


О 10  20  30  иКБ,в 


0 12  3 и 35,  в 


Зависимость  емкости  коллек-  Зависимость  емкости  эмиттер- 

торного  перехода  от  напряже-  кого  перехода  от  напряжения 

ния  коллектор-база.  эмиттер-база. 
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Н21э 

70 
ВО 
50 
40 
30 
20 

О 0,2  0,4  0,6  0,8  1/ПК,А 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


0 2 4 6 8 10  0КБ,В 

Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
напряжения  коллектор-база. 


2Т935А,  КТ935А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиальные  меза-планарные  п-р-п 
переключательные  высокочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в ключевых  и импульсных  схемах. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Вывод  эмиттера 
маркируется  услорной  точкой  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


1 7,7  2 


База. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  = 1 А не  менее  ....  70  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 

/к  = 15  А,  /Б  = 3 А не  более 1 В 

типовое  значение 0,75*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 15  А, 

/Б  = 3 А не  более 1,7  В 

типовое  значение 1,3*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Скэ  = 4 В,  /к  = 1 5 А : 
при  Т = 298  К 20-100 
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типовое  значение • ^ 

2Т935А  при  {/кэ  =5  В,  /к  = 3 А не  более 

при  Т = 398  К 150 

при  Т = 213  К 10-100 

Время  включения  при  /к.  и = Ю А,  /Б  = 2 А не 

более  0,25  мкс 

Время  выключения*  при  /к.  и = Ю А,  /Б  = 2 А не 

более 0,7  мкс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  / = 30  МГц, 

11кэ  = 10  В,  /к  = 1 А не  менее 1,7 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 10  В, 

/=  1 МГц  не  более 800  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  Т/БЭ  = 4 В, 

/ = 1 МГц  не  более 3500  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  = 10  Ом  не 
более : 

при  Г = 298  К и Г =213  К,  і/кэ  = 80  В . . . . 30  мА 

при  Т = 398  К і/кэ  = 60  В 60  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6'Бэ  = 4 В не  более  ....  300  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Л6Э  = 

= 10  Ом,  Т„  « 373  К 80  В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  т„  < 

< 50  мкс,  б ^ 20,  Тф  > 15  мкс,  КБЭ  = Ю Ом  ....  100  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер . 5 В 

Импульсное  напряжение  база- эмиттер  при  ти  < 50  мкс, 

б > 20 6 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс,  б > 20  . . . 30  А 

Постоянный  ток  базы  10  А 

Импульсный  ток  базы  при  т„  < 1 мс,  б > 20  . . . . 15  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Гк  < 323  К 60  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т935А От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ935А От  228  до 

Тк  = 383  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  при  Тк  > 323  К рассчитывается 
по  формуле 

Рк  макс  = (423  — Гк)/ЛГ  п.к, 

где  Кт  п_к  — тепловое  сопротивление  переход-корпус,  определяемое 
из  области  максимальных  режимов. 

Допускается  при  включении  аппаратуры  выброс  тока  коллектора 
до  50  А в течение  1 мс,  далее  ток  коллектора  спадает  до 
20  А в течение  2 мс. 
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Зависимость  максимально  до-  Входные  характеристики, 
пустимого  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  температуры  пе- 
рехода. 


О 4 8 12  1БІК,А 


Зона  возможных  положений  за-  Зависимость  напряжения  насы- 

висимости  статического  коэф-  щения  коллектор-эмиттер  от  то- 

фициента  передачи  тока  от  тока  ка  базы, 

коллектора. 


О 20  40  60  80  Б «Б  ,В 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  емкости  коллек- 

щения  база-эмиттер  от  тока  торного  перехода  от  напряже- 

базы.  ния  коллектор-база. 
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213  253  293  333  373Тк,К  0,01  0,04  0,1  0,2  0,4  0,61  2 4 К53,0м 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 
корпуса. 


О 2 Ч 5 в Кнас 


Зависимость  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  сопротивле- 
ния база-эмиттер. 


у -импульсное  напряжение 
при  ХИй  50 мкс,  (?  >20:  ^ 

~Квз  = 100м,ТсрЪІ,  5шс 

і I іЛі__] !_ 

г 4 6 10  20  4050100  Цкз, В 


Зависимость  напряжения  насы-  Область  максимальных  режи- 

щения  коллектор-эмиттер  от  мов. 

Лс/^б- 

2.  І2кэ«макс  при  Т„  > 373  К снижается  линейно  до  40  В. 

3.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  2 мм  от 
корпуса  транзистора. 

КТ940А,  КТ940Б,  КТ940В 


Транзисторы  кремниевые  меза-планарные  п-р-п  высокочастотные 
усилительные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в выходных  каскадах  видеоусили- 
телей телевизионных  приемников  цветного  и черно-белого  изображе- 
ния. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами.  Обо- 
значение типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,7  г. 
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7,8 


Электрические  параметры 

Граничная  частота  при  Г/кэ  =10  В,  /к  = 15  мА  не 

менее 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  і/кэ  = 10  В,  /к  = 30  мА  не 

менее 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 30  мА, 

/Б  = 6 мА  не  более 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  СКБ  = 250  В КТ940А 

при  С/КБ  = 160  В КТ940Б 

при  СКБ=100  В КТ940В 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 3 В не  более  . . . 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 30  В,  / = 
= 1 МГц  не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ940А 

КТ940Б 

КТ940В [ 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  < 
< 10  кОм : 

КТ940А 

КТ940Б 

КТ940В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 30  мкс,  ()>  10 
Постоянный  ток  базы 


90  МГц 


25 

1 В 

50  нА 
50  нА 
50  нА 
50  нА 

5,5  пф 


300  В 
250  В 
160  В 


300  В 
250  В 
160  В 
5 В 

100  мА 
300  мА 
50  мА 


624 


Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

без  теплоотвода  при  Тк  < 298  К 

с теплоотводом  при  7К  < 218  К: 

при  V кэ  = 100  В 

при  С'кэ  = ЮО  В 

при  С/«э  = 250  В 

при  НКэ  = 300  В 

Тепловое  сопротивление 

переход-окружающая  среда 

переход-корпус 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


1,2  Вт 

10  Вт 

7.5  Вт 

3.5  Вт 
I Вт 

104  К/Вт 
10  К/Вт 

423  К 
От  228  до 
Гк  = 358  К 


Примечание:  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора,  Вт,  без  теплоотвода  при  Т > 298  К 
определяется  по  формуле 

РК.  макс  = (423  -71/104. 

Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  с теплоотводом  при  7К>318  К определяется 
по  формуле 

7к.макс  = (423  - Г.)  / 10. 


КТ943А,  КТ943Б,  КТ943В,  КТ943Г,  КТ943Д 


Транзисторы  кремниевые  меза- 
планарные  п-р-п  усилительные  высо- 
кочастотные мощные. 

Предназначены  для  работы  в уси- 
лительных импульсных  схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом 
корпусе  с гибкими  выводами.  Обо- 
значение типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,8  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /к  = 100  мА,  не  менее: 


КТ943А 45  В 

КТ943Б,  КТ943Д 60  В 

КТ943В,  КТ943Г 80  В 
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Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 1 А, 
/Б  = 0, 1 А не  более' 

КТ943А,  КТ943Б,  КТ943В 

КТ943Г,  КТ943Д 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  і/кэ  = 2 В,  /к  = 0, 1 5 А • 
при  Т=  298  К: 

КТ943А 

КТ943Б 

КТ943В ' 

КТ943Г ’ ’ • • 

КТ943Д !!.!!!! 

при  Т — 358  К: 

КТ943А 

КТ943Б 

КТ943В 

КТ943Г ’ 

КТ943Д [ ‘ * 

при  Т = 228  К не  менее: 

КТ943А,  КТ943Б,  КТ943В 

КТ943Г,  КТ943Д ] ' 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  10  МГц, 

СКэ  =10  В,  /к  = 0,25  А не  менее 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 45  В КТ943А; 
при  1/КБ  = 60  В КТ943Б;  при  СКБ  = 100  В КТ943в’ 
КТ943Г,  КТ943Д  не  более: 
при  Г = 298  К и Т = 228  К : 

КТ943А,  КТ943Б,  КТ943В 

КТ943Г,  КТ943Д 

при  Т = 358  К : 

КТ943А,  КТ943Б,  КТ943В 

КТ943Г,  КТ943Д ’ 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/Бэ  = 5 В не  более' 

КТ943А,  КТ943Б,  КТ943В 

КТ943Г,  КТ943Д ' 


0,6  В 
1,2  В 


40  - 200 
40-160 
40  - 120 
20-  60 
30  - 100 

40  - 400 
40  - 320 
40  - 250 
20  - 200 
30  - 300 

15 

5 

3 


0,1  мА 
1 мА 

0,3  мА 
3 мА 

1 мА 
5 мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база' 

КТ943А 

Кт943Б ' | 

КТ943В,  КТ943Г,  КТ943Д 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 
= 10  Ом  -г  1 кОм,  С/БЭ  = 0,5  В: 

КТ943А 

КТ943Б,  КТ943Д ! ! ! 1 ! 

КТ943В,  КТ943Г ’ 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 
= 10  Ом: 

КТ943А 


45  В 
60  В 
100  В 


45  В 
60  В 
80  В 


50  В 


626 


КТ943Б 75  В 

КТ943В,  КТ943Г ЮО  В 

КТ943Д 80  в 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 2 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  2 > 50,  т„  < 1 мс  . . . 6 А 

Постоянный  ток  базы 0,3  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Т«  < 298  25  Вт 

Температура  перехода 473  к 

Температура  окружающей  среды От  228  до 

Тк  « 358  К 


Примечания:  1.  Разрешается  использование  транзисторов 
в схемах  кадровой  развертки  телевизоров  при  2 = 2,  ти  = 10  мс 
и Лс.и  < ЗА.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощ- 
ность коллектора,  Вт,  при  Тк  = 298  = 358  К рассчитывается  по 
формуле 

Ле.макс  = (423  - Г,)  / 5. 


2.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  корпуса  транзистора.  При  пайке  температура  корпуса  не  должна 
превышать  398  К.  При  эксплуатации  транзистора  следует  учиты- 
вать возможность  его  самовозбуждения  за  счет  паразитных  обратных 
связей  монтажа. 


Входные  характеристики.  Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 
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О 0,5  1 1,5  2 ІК,А 


1 1 
4=м 

■КТ9‘ 

13  Г,  К 

— 

Т943Д 

к 

КТО 4 

Т9ЧЗ 

ЗВ 

А, КП 

436, 

О 5 10  15  20ІК/ІВ 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
/к//Б. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры 
корпуса. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектора  от  температуры 
корпуса. 
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10  100  1000  10000  КБЭ,Ом 


211253  293  333  373Тк,К 


Зависимость  емкости  коллек-  Зависимость  напряжения  кол- 
торного  перехода  от  напряже-  лектор-эмиттер  от  сопротивле- 
ния коллектор-база.  ния  база-эмиттер. 


2Т945А,  2Т945Б,  2Т945В,  КТ945А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиальные  п-р-п  переключательные 
высокочастотные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в импульсных  модуляторах. 
Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /к  = 0, 1 А не  менее: 


2Т945А 200  В 

2Т945Б,  2Т945В 150  В 
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Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  Ік  = 15  А 
не  более: 

при  /Б  = 3 А 2Т945А,  2Т945Б,  КТ945В 

при  /Б  = 2 А 2Т945В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 15  А, 

при  /Б  = 3 А 2Т945А,  2Т945Б,  КТ945В 

при  /б  = 2 А 2Т945В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Нкэ  = 7 В,.  /к  = 15  А для  2Т945А, 
2Т945Б,  КТ945А  и /к  = 10  А для  2Т945В: 

при  Т = 298  К не  менее 

при  Т = 228  К не  менее 

при  Г=373  К А1,  = (/г2іэ  при  Тк  = 373  К)/(й2іэ  при 

Гк  = 298  К)  не  более 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  30  МГц, 

С/кэ  = 10  В,  Ік  — 1 А не  менее 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Цкэ  = 1 50  В для 
2Т945А,  2Т945Б,  КТ945А  и і/кэ  = 200  В,  для  2Т945В 

АБэ  = 10  Ом  не  более: 

Обратный  ток  эмиттера  при  Т/Бэ  = 5 В не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭб  = 
= 10  Ом: 

2Т945А 

2Т945Б,  2Т945В,  КТ945А 

Импульсное  напряжение  кодлектор-эмиттер  при  (9  > 50, 

ти  « 20  мкс,  (Шкэ/с1і  < 0,36  В/нс 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т945А,  2Т945Б,  КТ945А 

2Т945В  

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  « 500  мкс,  <2  > 20: 

2Т945А,  2Т945Б,  КТ945А 

2Т945В 

Постоянный  ток  базы 

Импульсный  ток  базы  при  <2  > 20,  ти  « 500  мкс  . . . . 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Тк  < 323  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  при  Ѵкэ  = 10  В 
Температура  перехода: 

2Т945А,  2Т945Б,  2Т945В 

КТ945А 

Температура  окружающей  среды: 

2Т945А,  2Т945Б,  2Т945В 

КТ945А 
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2,5  В 
2,5  В 

2,5  В 
2,5  В 


10 

8 

3 

1,7 


25  мА 
300  мА 


200  В 
150  В 

100  В 
5 В 

15  А 
10  А 

25  А 
20  А 
7 А 
12  А 

50  Вт 
2 К/Вт 

448  К 
423  К 

От  213  до 
398  К 
От  228  до 
373  К 


Примечания;  1.  При  Тк  > 323  К постоянная  рассеиваемая 
мощность  коллектора,  Вт,  снижается  в соответствии  с формулой 

Рк  макс  ~ ( Рц  макс  Тк)/ Н т.п-К' 
где  Кт п.к  — тепловое  сопротивление  переход-корпус. 

При  использовании  транзистора  при  І/кэ  > Ю В тепловое  сопро- 
тивление определяется  из  области  максимальных  режимов.  Так,  при 
постоянном  напряжении  коллектор-эмиттер,  лежащем  в пределах 
от  10  до  100  В,  тепловое  сопротивление  составляет  5,55  К/Вт. 

2.  Минимальное  расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  выво- 
дов 5 мм.  При  пайке  температура  корпуса  не  должна  превышать 
373  К в течение  не  более  3 с.  Крепление  транзистора  к панели 
осуществляется  при  помощи  винта  или  винта  с гайкой  с усилием 
19,6  Н. 

Транзистор  используется  только  с теплоотводом.  Для  снижения 
контактного  теплового  сопротивления  необходимо  применять  поли- 
метилсилоксановую  жидкость  ПМО-ЮО  ГОСТ  13032-77. 

За  температуру  корпуса  принимается  температура  поверхности 
основания  диаметром  (20  +1)  мм  относительно  центра  основания 
со  стороны  внешних  выводов. 

Запрещается  даже  кратковременная  работа  транзистора  вне  об- 
ласти максимальных  режимов. 

При  конструировании  схем  следует  учитывать  возможность  само- 
возбуждения транзисторов  за  счет  паразитных  связей. 


ч 

ТО  45  А 

/ 

/ 

/ 

* 

Ч 

\ 

II  

,=>Ѵ 

7В 

/ 

N 

ч 

2Т9‘ 



ш- 

2Т9Ч 

5В 

У 

/ " 

Ч 

0 Ч 8 12  16ІК,А 


КТ9ЧІ 

А 

Хк 

= 15 А 

I 

2Т995А2 

Г94І 

' В 

0,5  1 1,5  2 2,5 Ів,  А 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния база-эмиттер  от  тока  базы. 
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0,5  1 1,5  2 2,51 б,  А 


10  100  500  10*  10 * КБЭ,Ом 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния коллектор-эмиттер  от  тока 
базы. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  насыще- 
ния коллектор-эмиттер  от  со- 
противления база-эмиттер. 


,1 

2,5 

2 

аэ 

І ѵ 


0,5 

О 


2Т945А  - 

1 

2Т945В, 

Ік  = 

15А 

КТ9А5А 

8ік/іб 


Входные  характеристики.  Зависимость  напряжения  насы- 

щения коллектор-эмиттер  от 
/кДб- 


Ск,пФ 
1000 

800 
600 
400 
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О 20  40  60  вООкэ, 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-эмиттер. 


Зависимость  импульсного  теп- 
лового сопротивления  переход- 
корпус  от  длительности  им- 
пульса. 
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40  Ум,  в 


Область  максимальных  режимов. 


2Т947А,  КТ947А 


Транзисторы  кремниевые  планарные  п-р-п  высокочастотные  ге- 
нераторные. 

Предназначены  для  усилителей  мощности  длинно-  и средневол- 
нового диапазона  при  напряжении  питания  27  В. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  35  г. 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  на  /=  1,5  МГц,  1/кэ  -21  В 

не  менее 250  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  Рвых  = 250  Вт, 

^кэ  = 27  В,  /=  1,5  МГц  не  менее 10 

типовое  значение  70 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при 
Лшх  = 250  Вт,  Ѵкэ  = 27  В,  /=  1,5  МГц  не  менее  55% 


Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  30  МГц, 

Г^кэ  =Ю  В,  /к  = 4 А,  не  менее 2,5 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  1/кэ  = 5 В,  /к  = 20  А : 

при  Гк  = 298  К Ю_80 

2Т947А  при  Гк  = 398  К 5_160 

2Т947А  при  Гк  = 213  К 5 — 80 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Тк  = 298  К, 

СКэ=100  В,  ЛЭБ  = 10  Ом  не  более 100  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Тк  = 298  К,  6'ЭІ>  = 5 В 

не  более 150  мА 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  І/КБ  = 27  В не 

более 850  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т?ЭБ  = 

= 10  Ом: 

при  Т„  < 373  К ЮО  В 

при  Т„  = 437  К 70  в 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  />100  кГц,  <2  > 2 . . . 50  А 

Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощ- 
ность коллектора : 

при  Гк  < 323  К 200  Вт 

при  Гк 

^к.макс.  * 100  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 0,75  К/Вт 

Минимальная  рабочая  частота 100  кГц 

Температура  перехода  473  к 

Температура  окружающей  среды: 

2Т947А От  213  до 

Тк  = 398  К 


Тк  = 373  К 

Примечание.  Допускается  осевое  усилие  на  винт  не  более 
1200  Н. 
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О 4 8 12  16  20  24  ІК,А 


Тт 

— 

947 

А, 2 

г947 

А 

1=30  мги. 

Укэ=1 

ОВ 

0 12  2 Іц , А 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  модуля  коэффици- 
фициента  передачи  тока  от  тока  ента  передачи  от  тока  коллек- 
коллектора.  тора. 


20  40  60  иКБ,в 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


2Т957А,  КТ957А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  высоко- 
частотные генераторные. 

Предназначены  для  применения  в линейных  широкополосных 
усилителях  мощности  в диапазоне  частот  1,5  — 30  МГц  при  напряжении 
питания  28  В. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с полосковыми 
выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  15  г. 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  /=  30  МГц,  і/кэ  = 28  В не 

менее 1 25  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  в режиме  двух- 
тонового сигнала  при  РВЬІХ(по)  = 150  Вт,  1/к  = 28  В, 

^эб  = 0>45  В,  /=  30  МГц,  А/'=  І-т-5  кГц  не  менее  17 
Коэффициент  полезного  действия  коллектора  в режиме 
двухтонового  сигнала  при  Рвых(по)  = 1 50  Вт,  і/кэ  = 

= 28  В,  С/ЭБ  = 0,45  В,  /=  30  МГц,  Д/=  1 4- 5 кГц 
не  менее <п 0 

т/.  , , _ /О 


Коэффициент  комбинационных  составляющих  третьего  и 
пятого  порядков  при  Л»ых(по)  = 150  Вт,  С/кэ  = 28  В, 


^эб  = 0,45  В,  /=  30  МГц,  Д^=1  -=-  5 кГц  не  более  33  дБ 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером  при  Скэ  = 5 В,  /к  = 5 А 10-80 

типовое  значение 50* 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Ѵкз  = 5 В, 

/к  = 5 А,  /=  30  МГц  не  менее 3,3 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 28  В не 

более 600  пФ 

типовое  значение* 500*  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Цкэ  = 60  В, 

Кэв  = 10  Ом  не  более 100  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4 В не  более  ...  30  мА 

Активная  составляющая  входного  импеданса*  при 


Реактивная  составляющая  входного  импеданса*  при 

-^вьЩпо)  — 150  Вт,  /=  30  МГц 0,5  Ом 

Индуктивности  выводов*: 

эмиттера 1,4  нГн 

базы 2,2  нГн 

коллектора 2 нГн 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1ГЭБ  = 4 В не  бо- 

лее 2250  пФ 

типовое  значение 1900  пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Пиковое  напряжение  коллектор-эмиттер  в режиме  усиле- 
ния высокочастотного  сигнала  при  ЛЭБ  = 10  Ом  ...  60  В 

Постоянное  напряжение  питания  коллектора  в режиме 


усиления  высокочастотного  сигнала  28  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  А 

Постоянный  ток  базы 7 д 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
Пкэ  = 28  В: 

при  Тк  = 303  К 120  Вт 

при  Гк  = 373  К 69  Вт 

при  = 398  К 2Т957А 52,5  Вт 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динамиче- 
ском режиме  при  І1КЭ  = 28  В : 

при  Тк  < 373  К Вт 

при  Тк  = 398  К 2Т957А 75  Вт 


Степень  рассогласования  нагрузки  в режиме  усиления 
высокочастотного  сигнала  при  Рвых(по)  = 70  Вт,  Пкэ  = 

= 28  В,  і = 1 с и любой  фазе  коэффициента  отражения  30 : 1 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 1,42  К/Вт 

Температура  перехода 473  ^ 

Температура  окружающей  среды: 


2Т957А 

КТ957А 


От  213  К до  Гк  = 398  К 
От  238  К до  Гк  = 358  К 


Примечание.  При  пайке  температура  корпуса  не  должна  пре- 
вышать 398  К.  При  отсутствии  контроля  за  температурой  корпуса 
пайка  производится  паяльником,  нагретым  до  температуры  не  вы- 
ше 523  К,  в течение  не  более  8 с на  расстоянии  не  менее 
1 мм  от  корпуса.  Допускается  изгиб  выводов  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса. 
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КТ957А 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  то- 
ка коллектора. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  коэффициента  ком- 
бинационных составляющих 
третьего  порядка  от  выходной 
мощности  в пике  огибающей. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления от  выходной  мощности 
в пике  огибающей. 


Зависимость  тока  коллектора  от 
О 5 10  15  20  25  30  35і)кэ,В  напряжения  коллектор-эмиттер. 

2Т958А,  КТ958А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные высокочастотные. 
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Предназначены  для  применения  в схемах  широкополосных  уси- 
лителей мощности  класса  С,  в умножителях  частоты  и автогене- 
раторах на  частотах  50  — 200  МГц  при  напряжении  питания  12,6  В. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  ленточ- 
ными выводами.  Транзистор  содержит  внутреннее  согласующее 
ЕС-звено.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  7 г. 

Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  С/к э=12,6  В,  /=175  МГц, 

Тк  < 313  К не  менее 40  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  Рвых  = 40  Вт, 

(Укэ  = 12,6  В,  /=  175  МГц  не  менее 4 

типовое  значение  6* 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при  Рвых  = 

= 40  Вт,  Ѵкэ=  12,6  В, /=  175  МГц  не  менее  ....  50% 

типовое  значение 75  % 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 

эмиттером  при  С/кэ  = 8 В,  /к  = 500  мА  не  менее  ...  10* 

типовое  значение • . 55* 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 500  мА,  /Б  = 1 00  мА,  типовое  значение  ....  0,08*  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=100  МГц, 

= 10  В,  /к  — 3,5  А 

2Т958А  не  менее 4 

типовое  значение 2* 

КТ958А  не  менее 3 

Критический  ток  коллектора  при  Скэ  = Ю В,  /= 

= 100  МГц,  типовое  значение 20*  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  V кб  = 5 В, 

/э  = 50  мА, /=  5 МГц,  типовое  значение 12*  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  Скб  =12  В,  / = 

= 30  МГц  не  более 180  пФ 

типовое  значение 130*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СЭб  = 0,  /=5  МГц 

не  более 2100  пФ 

типовое  значение 1920*  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  І/к  э = 36  В, 

ЛБЭ  = 10  Ом  при  Т = 298  К: 

2Т958А  не  более 15  мА 

КТ958А  не  более 25  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 4 В при  Т = 298  К 

не  более 10  мА 

Индуктивность  внутреннего  ЕС-звена,  типовое  значе- 
ние   0,52*  нГн 

Емкость  внутреннего  ЕС-звена,  типовое  значение  ....  1400  пФ 
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Индуктивность  выводов*  при  1=  1 мм: 


эмиттерного О 49  нГн 

коллекторного 16  нГн 

базового 0,6  н Гн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  К < 

« 10  Ом БЭ. 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 


36  В 

4 В 
10  А 


Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме: 


при  Тк  < 313  К 85  Вт 

при  Тк  = 398  К 2Т958А 25  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 1,4  К/Вт 

Температура  перехода 433  к 


Температура  окружающей  среды : 

2Т958А От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ958А От  233  до 

Гк  = 358  К 


Примечания:  1.  Допускается  работа  транзисторов  на  перемен- 
ном сигнале  в режиме  классов  А,  АВ,  В при  условии,  что  ра- 
бочая точка  находится  в пределах  области  максимальных  режимов. 

Допускается  работа  транзисторов  при / > 200  МГц,  Рвх  макс  < 10  Вт 
и непревышении  предельно  допустимых  режимов. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1 мм  от 
корпуса.  Пайку  производить  при  температуре  не  выше  543  К в те- 
чение времени  не  более  5 с. 

Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм  от 
корпуса,  без  нарушения  герметичности  и с сохранением  обозначения 
коллекторного  вывода. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотводов  должна  быть  не 
менее  2,5. 

Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоотводов  должна 
быть  не  более  0,04  мм. 

Тепловое  сопротивление  корпус-теплоотвод  при  нанесении  тепло- 
отводящей смазки  типа  КПТ-8  (ГОСТ  19783-74)  на  поверхность 
теплоотвода  транзистора  не  более  0,3  К/Вт. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер. 


О Ч 8 12  16  20ІК,А 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока  кол- 
лектора. 


О Ч 8 12  16  20  ІК,А 

Зависимость  критического  тока 
от  тока  коллектора. 


21  Полупроводниковые  приборы 
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Зависимость  постоянной  вре- 
мени цепи  обратной  связи  от 
тока  эмиттера. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  емкости  эмиттер-  Зависимость  обратного  тока 
ного  перехода  от  напряжения  коллектор-эмиттер  от  темпера- 

эмиттер-база.  туры. 


Зависимость  тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 
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р-п-р 


П605,  П605А,  П606,  П606А 

Транзисторы  германиевые  конверсионные  р-п-р  универсальные 
мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  генераторных 
и импульсных  каскадах  низкой  и высокой  частот  (до  30  МГц). 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  (вариант  1) 
и гибкими  (вариант  2)  выводами. 

Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  варианта  1 не  более  1 1 г,  варианта  2 не 
более  12  г. 


Вариант  2 

Жесткая 
часть  ВыВода 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 0,3  А,  /=  1 ч- 10  кГц, 
ти  = 5 мкс: 

П605,  П605А 35  - 55*  В 
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21* 


типовое  значение 45*  в 

П606,  П606А 20  - 40*  В 

типовое  значение 30*  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5  А 
П605,  П606  при  /Б  = 60  мА  и П605А,  П606А  при 

/Б  = 30  мА 0.4* -2.0  В 

типовое  значение 0,7*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 0,5  А 
П605,  П606  при  /Б  = 60  мА  и П605А,  П606А  при 

/Б=  30  мА 0,3* -1.2  В 

типовое  значение 0,5*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером: 

при  і/кэ  = 3 В,  /к  = 0,5  А,  /=  0,1  -ь  10  кГц: 
при  Т = 293  К : 

П605,  П606  20  - 60 

типовое  значение  35* 

П605А,  П606А 50-120 

типовое  значение  75* 

при  Т = 343  К (0,5 -1,5) 

значения 

при 

Г = 293  К 

при  Г=  213  К: 

П605,  П606  14  — 84 

П605А,  П606А 25—168 

при  Скэ  = 7 В,  Ік  = 1,5  мА,  /=0,1-5-10  кГц  при 

Г = 293  К П605,  П605А,  П606,  П606А 20-  50* 

типовое  значение  30* 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Ек  = 20  В, 

/э  = 50  мА,  /=  5 МГц 40* -500  пс 

типовое  значение  80*  пс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  (УКБ  = 10  В, 

/э  = 50  мА,  /=  10  МГц  П606,  П606А 3,0  — 7,0* 

типовое  значение 5,5* 

Время  включения  при  Ек  = 20  В,  /к  = 0,5  А,  / = 

= 1-5-10  кГц,  ти  > івкл  : 

П605,  П606  при  7б  = 60  мА 0.06*  — 

0,3  мкс 

типовое  значение 0,1*  мкс 

П605А,  П606А  при  /Б  = 30  мА  не  более  ....  0,35  мкс 

Время  рассасывания  при  Ек  = 20  В,  /к  = 0,5  А,  / = 

= 1-5-10  кГц: 

П605,  П606  при  /Б  = 60  мА 0, 4* -3,0  мкс 

типовое  значение 1,0*  мкс 

П605А,  П606А  при  /Б  = 30  мА  не  более 4,0  мкс 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  Г = 293  К П605,  П605А  при  Цкъ  = 45  В и 
П606,  П606А  при  І/КБ  = 35  В 2 мА 
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при  Т = 343  К П605,  П605А  при  (УКБ  = 40  В и 

П606,  П606А  при  Ѵкб  = 30  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  сопротивлении  в 
цепи  базы  100  Ом  П605,  П605А  при  1/кэ  = 40  В и 

П606,  П606А  при  1/кэ  = 25  В не  более 

Обратный  ток  эмиттера  П605,  П605А  при  С/ЭБ  = 1,0  В 
и П606,  П606А  при  ЦЭБ  = 0,5  В не  более: 

при  Г = 293  К 

при  Т = 343  К 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 20  В, 

/=  5 МГц 

типовое  значение  

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  І/ЭБ  = 0,5  В,  / = 
= 5 МГц  не  более 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  подан- 
ном С/  Бз : 

при  Г=  213  = 293  К: 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

при  Т = 343  К : 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

при  ЯБЭ  ^ 100  Ом,  Г = 213  ч-  293  К: 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

при  ЛБЭ  < 10  Ом,  Т=  343  К: 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т=  213  = 293  К: 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

при  Т = 343  К: 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

П605,  П605А 

П606,  П606А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мс  и д > 2 
Импульсный  ток  базы  при  ти  < 10  мс  и <2  > 2 . . . . 
Постоянная  (средняя)  рассеиваемая  мощность  без  тепло- 
отвода : 

при  Т = 213  -г-  333  К 

при  Т = 343  К 

Постоянная  (средняя)  рассеиваемая  мощность  с тепло- 
отводом при  КТк<  « 5 К/Вт: 
при  Т = 213  -г-  293  К 


8 мА 


3 мА 


1 мА 

2 мА 

50*-  130  пФ 
70*  пФ 

2000  пФ 


45  В 
35  В 

40  В 
30  В 

40  В 
20  В 

20  В 
15  В 


45  В 
35  В 

40  В 
30  В 

1,0  В 
0,5  В 
1,5  А 
0,5  А 


0,5  Вт 
0,3  Вт 


3,0  Вт 
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при  Г = 343  К 0,75  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус* 15  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда* 50  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

343  К 


Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность,  Вт,  с теплоотводом  при  Т = 298  н-  343  К и без 
теплоотвода  при  Т = 333  + 343  К рассчитывается  по  формуле 

Ле.макс.  = (358- Т)/Ктп-к  (с  теплоотводом) 

Л<.макс  = (358-7) /Ятп-с  (без  теплоотвода) 
2.  Минимальное  расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  20  мм 
(вариант  2)  и 5 мм  (вариант  1). 


ІБ  ,м А 

5.0 

%0 

3.0 

2.0 
1,0 

0 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  иБЗ,в 

Входные  характеристики. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


0 4 8 12  16  20икэ,В 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


0 0,4  0,8  1,2  1,6  2,0  ІК)  А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


П607,  П607А,  П608,  П608А,  П608Б,  П609, 
П609А,  П609Б 

Транзисторы  германиевые  конверсионные  р-п-р  универсальные 
мощные. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  генераторных 
и импульсных  каскадах  низкой  и высокой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  12  г. 


Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э  = 0,1  А,  /=  1 -г-  10  кГц, 
ти  = 5 мкс: 
при  Г=213  4-293  К: 
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П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А 25-50*  В 

типовое  значение . 35  * В 

П608Б,  П609Б . . 40-70*  В 

типовое  значение . 50*  В 

при  Т = 343  К: 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А  не 

менее . . ...  20  В 

П608Б,  П609Б 30  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при 
/к  = 0,2  А П607  при  /Б  = 20  мА;  П607А,  П608, 

П608Б,  П609  при  4=10  мА  и П608А,  П609А, 

П609Б  при  4 — 5 мА  не  более 2 В 

типовое  значение 0,94*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  Ік  = 0,2  А 
П607  при  4 = 20  мА,  П607А,  П608,  П608Б,  П609 
при  4 = 10  мА  и П608А,  П609А,  П609Б  при 

4 = 5 мА  не  более 0,6  В 

типовое  значение 0,4  * В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  (7КЭ  = 3 В,  Ік  = 0,25  А, 

/=  0,1  4-  10  кГц,  ти  = 15  мкс: 
при  Т = 293  К : 

П607  20-80 

типовое  значение 53  * 

П607А 60-200 

типовое  значение 1 39  * 

П608,  П608Б,  П609  40-120 

типовое  значение 80  * 

П608А,  П609А,  П609Б 80-240 

типовое  значение 154* 

при  Т = 343  К не  более 3 значения 

при  Г = 293  К 

при  Т=  213  К От  0,4  до  2 

значения  при 
Т = 293  К 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

СКБ  = Ю В,  /э  = 0,1  А,  /=  5 МГц 8*-500  пс 

типовое  значение 52  * пс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при 
І/КБ  = 10  В,  /э  = 50  мА,  /=  20  МГц: 

П607,  П607А 3-10* 

типовое  значение 6 * 

П608,  П608А,  П608Б 4,5-13* 

типовое  значение 8 * 

П609,  П609А,  П609Б 6-15* 

типовое  значение 1 1 * 

Время  рассасывания  при  Ік  = 0,2  А,  /=  1 4-  10  кГц 
П607  при  4 = 20  мА,  П607А,  П608,  П608Б,  П609 
при  4 = 10  мА  и П608А,  П609А,  П609Б  при 
4=5  мА 0,6*  — 3 мкс 
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типовое  значение ] 1 * мкс 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  Г = 293  К: 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А  при 

С/КБ  = 30  В 300  мкА 

П608Б,  П609Б  при  6/КБ  = 50  В 500  мкА 

типовое  значение 9 * МкА 

при  Т = 343  К : 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А  при 

(/КБ  = 30  В 3000  мкА 

П608Б,  П609Б  при  (УКБ  = 50  В 5000  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер: 

при  Г = 293  К,  ЛБЭ  = 100  Ом  П607,  П607А, 

П608,  П608А,  П609,  П609А  при  6/кэ  = 25  В 
и П608Б,  П609Б  при  і/кэ  = 40  В не  более  ....  500  мкА 

типовое  значение 12*  мкА 

при  Т = 343  К,  при  ЛБЭ  =10  Ом: 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А  при 

^кэ  = 20  В 3000  мкА 

П608Б,  П609Б  при  б/^з  = 30  В ......  . 5000  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  I /ЭБ  = 1,5  В не  более: 

при  Т = 293  К 500  мкА 

типовое  значение 2,0*  мкА 

при  Т = 343  К 2000  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  II Кѣ  =10  В, 

/=  5 МГц 1 6 * — 50  пФ 

типовое  значение 21  * пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  (УЭБ  = 0,5  В, 

/=  5 МГ ц не  более 500  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер: 
при  ЛБЭ  = 100  Ом,  при  Г=  213  = 293  К: 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А 25  В 

П608Б,  П609Б 40  В 

при  ЛБ  = 10  Ом,  при  Г=  343  К: 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А 20  В 

П608Б,  П609Б 30  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

П607,  П607А,  П608,  П608А,  П609,  П609А  ....  30  В 

П608Б,  П609Б 50  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 1,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,3  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  « 10  мс  и (9  > 2 0,6  А 
Импульсный  ток  базы  при  ти  < 10  мс  и 0 >2  0,15  А 
Постоянная  (средняя)  рассеиваемая  мощность  при 

С/кб  « 20  В и Г=  213  = 313  К 1,5  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 15  К/Вт 

Температура  358  к 

Температура  окружающей  среды От  213  до  343  К 
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Входные  характеристики. 


іб,ма 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

О 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5іі53,В 


1 — 
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П608, 
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0кз=і 

П608А 
/1608 Б. 

П609,  1 
0609 А!  1 

П6 

09Б 

/ 
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У 
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~П6 

607,0607А,7 

овл,пеоѳБ, 

П609А,П609 

1 1 

1608 

П60 

5 

7 

9Г 

К 

ас  ~ 

2-5 

1,2 
1,0 
В 0,8 
Ь,е 

і°>ч 
0,2 
О 


0607, 0607 А , Пбдв,П60вА, 

и 

506 

Б ,0609 ,71609 
ПБОЯБ 

А, 

Ік 

3/? 

- 0 , 

5 м 

А 

О 0,1  0,2  0,3  0,4  ІКм,А  101  г 5 юг  2 5 юі  2 5 юЬ2ЯБЭ,0м 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
импульсного  тока  коллектора. 


Зависимость  относительного  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


1,5 

<Ь  1,0 

О 

213  233  253  273  293 313  333  Т,К 


иКБ 

= 2 

9В 

■Н 

ѵ 

г 

5В 

V 

ѵ 

ОкБ 

=30  в 

060 

7,01 

>07А,060в, 

Г 

V 

/160 8 А ’П609,  /1609 А 

1 1 1 » » 

ч 

213233253  273293  313  333  7,  К 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой мощности  рассеива- 
ния коллектора  от  температуры. 
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КТ626А,  КТ626Б,  КТ626В,  КТ626Г,  КТ626Д 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  высоко- 
частотные универсальные. 

Предназначены  для  работы  в усилителях  коротковолнового  диапа- 
зона и переключающих  схемах. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,0  г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  Цкэ  =10  В,  /э  = 30  мА  не 
менее : 

КТ626Б 

КТ626А,  КТ626В,  КТ626Г,  КТ626Д  .!!!!!! 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Ѵкэ  = 2 В,  /к  = 0,15  А- 

КТ626А 

КТ626Б 

КТ626В 

КТ626Г 

КТ626Д 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

КТ626А  при  ѴКБ  = 30  В 

КТ626Б,  КТ626В  при  і/ КБ  = 30  В,  КТ626Г,  КТ626Д 

при  1/КБ  = 20  В 

Обратный  ток  эмиттера*  при  (УЭБ  = 4 В не  более- 

кт626а ; 

КТ626Б,  КТ626В,  КТ626Г,  КТ626Д  .!!!!!! 
Постоянная  времени  цепи  обратной  связи*  на/=  5 МГц, 

при  С/КБ  = Ю В,  /э  = 30  мА  не  более 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  1/КБ  = 10  В не 

более 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  КТ626А, 
КТ626Б  при  /к  = 0,5  А,  /Б  = 0,05  и КТ626В, 
КТ626Г , КТ626Д  при  Ік  = 0,5  А,  /Б  = 0,1  А не 
более 


75  МГц 
45  МГц 


40-250 

30-100 

15-45 

15-60 

40-250 


10  мкА 

150  мкА 

10  мкА 
300  мкА 

500  пс 

150  пФ 


1,0  В 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база. 

КТ626А 45  В 

КТ626Б 60  В 

КТ626В 80  В 

КТ626Г,  КТ626Д 20  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Импульсный  ток  коллектора 1,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора : 

при  Тк  < 333  К 6,5  Вт 

при  Тк  = 358  К 4 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 10  К/Вт 

Температура  перехода 398  К 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

Тк  = 333  к 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  5 мм  от  корпуса  транзистора.  Изгиб  выводов  допускается 
на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом 
закругления  1,5  — 2 мм. 


0,1  0,3  0,5  0,7  Іэ,  А 


0,1  0,3  0,5  0,7  Іэ,  А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 
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2Т629А-2,  КТ629А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  переклю- 
чательные. 

Предназначены  для  работы  в быстродействующих  импульсных 
схемах  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусные  на  керамической 
подложке  с защитным  покрытием, 
с гибкими  выводами.  Выпускаются 
в сопроводительной  таре.  Обозначе- 
ние типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,02  г. 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 


общим  эмиттером: 

2Т629А-2  при  ѴКБ  = 1,2  В,  /э  = 500  мА: 

при  Г = 298  К 25-80 

при  Т = 398  К 25-150 

при  Г=  213  К 10-80 

КТ629А  при  1/КБ  = 5 В,  /э  = 500  мА,  Г = 298  К . . . 25—150 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  Ік  = 

= 500  мА,  /Б  = 50  мА  не  более: 

2Т629А-2 0,8  В 

КТ629А I в 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 500  мА, 

2б  = 50  мА  не  более: 

2Т629А 15В 

КТ629А ’ ‘ ' і2  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 500  мА,  ІБ  = 50  мА,  2Т629А-2 

не  более 90  нс 

Обратный  ток  коллектора  при  ЦКБ  = 50  В,  Т=  213  т- 

= 398  К не  более  5 МКА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  1/кэ  = 50  В, 

Лэб  = 1 кОм  не  более 5 МКА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = 4,5  В не  более  ...  5 мкА 

Граничное  напряжение  при  /э  = 10  мА  не  менее: 

2Т629А-2 50  В 

КТ629А 40  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Цкэ  = 5 В, 

/к  = 50  мА,  /=Ю0  МГц  не  менее 2,5 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  =10  В не 
более : 

2Т629А-2 20  пФ 

КТ629А 25  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  НЭБ  = 0,5  В не 
более : 

2Т629А-2 100  пФ 

КТ629А 120  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи*  при  Н«Б  = 

= 10  В,  /э  = 50  мА,  /=  30  МГц 

типовое  значение 120  нс 

Время  выключения*  при  /к  = 500  мА,  /Б  = 50  мА,  ти- 
повое значение 75  нс 

Время  включения*  при  /к  = 500  мА,  /Б  = 50  мА,  ти- 
повое значение 30  нс 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 

= 1 кОм 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т < 353  К 

при  Т = 398  К 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 


50  В 
50  В 
4,5  В 
1 А 


1 Вт 
0,18  Вт 
408  К 
От  213  до 
Т = 398  К 


Примечание.  При  монтаже  транзистора  допускается  пайка 
выводов  на  расстоянии  не  менее  2 мм  до  места  выхода  вывода 
из  защитного  покрытия  при  температуре  не  выше  473  К в течение 
не  более  10  с.  Изгиб  вывода  допускается  на  расстоянии  не 
менее  0,5  мм  от  места  выхода  вывода  из  защитного  покрытия. 
Запрещается  соприкосновение  вывода  и кристалла  и перегиб  вы- 


водов на  ребрах  металлической 
острыми  краями. 


0 0,2  0,4  0,  В Ік , А 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка коллектора 


0 0,2  0,4  0,6  Ік,  А 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 


коллектора. 
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О 5 10  15  0КБ,В 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-база. 


О 10  20  30  0КѢ,В 

Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


1Т901А,  1Т901Б 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  переклю- 
чательные высокочастотные  мощные. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  25  г.  Масса  крепежного  фланца 
не  более  10  г. 
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Время  нарастания  при  6/кэ  = 10  В,  6/БЭ  = 0,5  В,  /к  = 

= 5 А 0,5  — 0,7  мкс 

Время  спада  при  1/кэ  = 10  В,  1/БЭ  =0,5  В,  /к  = 5 А . .0,2  — 0,7  мкс 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 


щим эмиттером: 
при  Т — 298  К: 
при  6/кэ  =10  В,  /э  = 5 А: 

1Т901А 20-50 

типовое  значение 33  * 

1Т901Б 40-100 

типовое  значение 72  * 

при  С?кэ  = Ю Іэ  = 0,1  А: 

1Т901 А 10-25* 

типовое  значение 19* 

при  Т=  343  К,  Скэ  = 10  В,  /э  = 5 А: 

1Т901А 14-60 

1Т902Б 28-120 

при  Т=  213  К,  і/кэ  = 10  В,  /э  = 5 А: 

1Т901А 20-60 

1Т901Б 40-120 


Г раничное  напряжение  при  /э  = 5 А : 
при  Т = 298  К : 

• 1Т901 А 40  - 53*  В 

типовое  значение  5 1 * В 

1Т90ІБ 30  - 51*  В 

типовое  значение  47*  В 

при  Г=  213  К и Т = 343  К не  менее 30  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  ІБ  = 5 А, 

/Б=  1 А: 

при  Т=  298  К 0,3* -0,6  В 

типовое  значение 0,4  * В 

при  Т = 213  К не  более 0,7  В 

при  Т = 343  К не  более 1,8  В 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 40  В не  более: 

при  Т=  298  К и Т=  213  К 8 мА 

при  Т = 343  К 60  мА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  V кэ  = 50  В, 

СБЭ  = 0,5  В не  более 15  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

1Т901А 50  В 

1Т901Б 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  СЭБ  = 

= 0,5  В: 

1Т901А 50  В 
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1Т901Б 40  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  А 

Постоянный  ток  базы 2 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Гк  < 310,5  К 15  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 2,5  К/Вт 

Температура  перехода 358  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Гк  = 343  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  при  7^  > 3 1 0, 5 К определяется  по  формуле 
Лиакс  = (358  — Тк)/2,5. 

Допускается  в режиме  переключения  выброс  напряжения  кол- 
лектор-база длительностью  до  10  мкс  для  1Т901А  до  50  В,  для 


1Т901Б  до  40  В. 

2.  Расстояние  от  начала  гибкой  части  составного  вывода  до 
начала  изгиба  вывода  не  менее  5 мм. 


1Т905А,  ГТ905А,  ГТ905Б 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  переклю- 
чательные (1Т905А)  и усилительные  (ГТ905А,  ГТ905Б)  мощные. 

Предназначены  для  применения  в переключающих  каскадах,  им- 
пульсных усилителях  и выходных  каскадах  усилителей  низкой  частоты. 

Выпускаются  в металлостеклянном  (1Т905А)  и металлопластмас- 
совом (ГТ905А,  ГТ905Б)  корпусах  с жесткими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 


ГТ 905 А , ГТ 9056 
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Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  4,5  г 
(с  крепежным  фланцем  не  более  6 г),  в металлопластмассовом 
корпусе  не  более  7 г. 

Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /э.  и = 3 А,  ти  = 60  мкс  и 
( Э > 8000  или  ти  = 30  мкс  и 2 > 4000  1Т905А  не  менее  65  В 
Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  1/КБ  =10  В,  /э  = 0,5  А 

1Т905А  не  менее 30  МГц 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 3 А, 

/Б  = 0,5  А не  более: 

1Т905А,  ГТ905А,  ГТ905Б  при  Т = 298  К 0,5  В 

1Т905А: 

при  Т = 213  К 0,5  В 

при  Т = 343  К 0,8  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 3 А, 

/Б  = 0,5  А не  более 0,7  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
С/кБ  = 30  В,  /э  = 30  мА,  /=  20  МГц  не  более: 

ГТ905А,  ГТ905Б 300  пс 

1Т905А 500*  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  1/КБ  = 10  В,  Іэ  = 3 А: 

1Т905А,  ГТ905А,  ГТ905Б  при  Т=  298  К 35-  100 

1Т905А: 

при  Т = 213  К 35-100 

при  Г = 343  К 20-110 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/КБ  =10  В, 

/э  = 0,5  А,  /=  20  МГц  ГТ905А,  ГТ905Б  не  менее  3 
Время  включения  при  [/КБ  = 30  В,  /Б  и = 0,5  А, 

ти  = 20  мкс,  / = 50  Гц  1Т905А  не  более 0,2  мкс 

Время  рассасывания  при  ПКБ  = 30  В,  /Б  и = 0,5  А, 

ти  = 20  мкс,  / = 50  Гц  1Т905А  не  более 4 мкс 

Время  спада  при  [/КБ  = 30  В,  7Б  и = 0,5  А,  ти  = 

= 20  мкс,  /=  50  Гц  1Т905А  не  более 0,3  мкс 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 75  В 1Т905А, 

ГТ905А,  ПКБ  = 60  В ГТ905Б  не  более: 

при  Т = 298  К 2 мА 

при  7"=  213  К 2 мА 

при  Г = 343  К 

1Т905А 8 мА 

ГТ905А,  ГТ905Б 16  мА 

Обратный  ток  эмиттера  6/ЭБ  = 0,4  В не  более 5,0  мА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 30  В, 

/=  10  МГц  не  более: 

ГТ905А,  ГТ905Б 200  пФ 

1Т905А 250*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/КБ  = 30  В, 

/=  10  МГц  не  более 8000*  пФ 


658 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< ,і0  °м 60  В 

при  С/БЭ  = 0,4  В: 

1Т905А,  ГТ905А 75  в 

гт905Б ; : ; 6о  в 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер: 

при  ти  < 10  мс 60  В 

запертого  транзистора  при  ти  < 20  мкс  и О > 3 

ГТ905А,  ГТ905Б 130  в 

Постоянный,  импульсный  (в  режиме  переключения)  ток 

коллектора ЗОА 

Импульсный  ток  коллектора  в режиме  переключения 

при  т„  < 20  мкс 70А 

Постоянный,  средний  прямой  или  обратный  ток  базы  0,6  А 

Импульсный  прямой  или  обратный  ток  базы 1 0 А 

Постоянная  или  средняя  (при  т„  < 1 мс)  рассеиваемая 
мощность  с теплоотводом  при  Тк  « 303  К . . . . 6,0  Вт 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  без  теплоотвода 

при  Т =213  ч-  298  К і 2 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 9 К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 50  К/Вт 

Температура  перехода 353  ^ 

Температура  окружающей  среды От  213 

„ до  343  К 

Примечание.  При  Тк  = 303  -ь  343  К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 

Рк.  макс  = (358  — Тк)/ Ну-  п_к. 

При  Т = 298  — 343  К максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 

Рк.  макс  = (358  - Т)/Кт  п.с. 


Входные  характеристики. 


Ь >А 

2,0 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

0 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  и 63, В 

Зависимость  тока  эмиттера  от 
напряжения  база-эмиттер. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния коллектор-эмиттер  от  тока 
базы. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости напряжения  насыще- 
ния база-эмиттер  от  тока  базы. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


1Т906А,  ГТ906А,  ГТ906АМ 

Транзисторы  германиевые  диффузионно-сплавные  р-п-р  переклю- 
чательные мощные. 

Предназначены  для  применения  в преобразователях  напряжения, 
переключающих  и других  импульсных  каскадах  радиоэлектронных 
устройств. 

Выпускаются  в металлостеклянном  (1Т906А,  ГТ906А)  и метал- 
лопластмассовом (ГТ906АМ)  корпусах  с жесткими  выводами. 

Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  в металлостеклянном  корпусе  не  более  4,5  г 
(с  крепежным  фланцем  не  более  6 г),  в металлопластмассовом 
корпусе  не  более  7 г. 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /Эи  = 5 А не  менее- 

1Т906А ’ 

ГТ 906 А,  ГТ906АМ !!.!!!!! 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/КБ  = 10  В,  /э  = 0,5  А 


1Т906А  не  менее 30  МГц 

апряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 5 А, 

/б  = 0,5  А не  более: 

1Т906А,  ГТ906А,  ГТ 906 А М при  Т = 298  К . . 05  В 

1Т906А : 

при  Г=213  К 0,5  В 

при  Т = 343  К 10В 


Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 5,0  В 


/Б  = 0,5  А не  более: 

1Т906А 0,6  В 

ГТ906А,  ГТ906АМ 0 7 в 

Время  включения  при  СКБ  = 30  В,  /Б  и = 0,5  В, 

ти  = 20  мкс,  /=  50  Гц  не  более 1,0  мкс 

Время  рассасывания  при  І/КБ  = 30  В,  /Б  „ = 0,5  В, 

ти  = 20  мкс,  /=  50  Гц  не  более 5,0  мкс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  І/КБ  = 10  В,  /э  = 5 А: 

1Т906А,  ГТ906А,  ГТ906АМ  при  Г = 298  К . . . . 30-150 

1Т906А : 

при  Г =213  К 30-170 

при  Т = 343  К 20-150 
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Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  І/КБ  = 75  В, 

[/Эб  = 0,5  В не  более: 

при  Т = 298  К при  Т=  213  К 1Т906А,  ГТ906А, 

ГТ906АМ 8,0  мА 

при  Т = 343  К : 

1Т906А 15,0  мА 

ГТ906А,  ГТ906АМ  . . 30,0  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (7эб  =1,4  В не  более: 

1Т906А 8,0  мА 

ГТ906А,  ГТ906АМ 15,0  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор-эмиттер  при  (Убэ  = 0.5  4-  1,4  В 75  В 
Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  запертого 
транзистора  при  ти  < 20  мкс  и <2>  Ъ ГТ906А, 

ГТ906АМ 130  В 

Напряжение  коллектор-база 75  В 

Напряжение  база-эмиттер 1,4  В 

Постоянный  или  импульсный  (в  режиме  переключения) 
ток  коллектора: 

1Т906А 5,0  А 

ГТ906А,  ГТ906АМ 6,0  А 

Постоянный  или  импульсный  ток  коллектора  в режиме 
насыщения  при  токе  выключения  1Т906А  не  более 

' 5 А и ГТ906А,  ГТ906АМ  не  более  6 А 10,0  А 

Ток  коллектора  в режиме  переключения  1Т906А  при 
17  кэ  = 36  В и выбросах  напряжения  до  45  В, 

ти  < 10  мкс  и икэ  < 25  В ГТ906А,  ГТ906АМ 7,0  А 

Постоянный  или  средний  (за  период  не  более  2 мс)  ток 

базы 1,5  А 

Постоянная  или  средняя  (за  период  не  более  2 мс) 

рассеиваемая  мощность  при  Тк  « 310,5  К 15,0  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность: 

при  ти  < 10  мкс 375  Вт 

при  ти  < 200  мкс,  / <5Гциі/к<60В 300  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  2,5  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 50  К/Вт 

Температура  перехода  348  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  Тк  = 343  К 

Примечание.  При  Гк  > 3 10,  5 К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 

^к.  макс  = (348  - ту/ 2,5. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  то- 
ка базы. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-база. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


1Т910А 


Транзистор  германиевый  диф- 
фузионно-сплавной р-п-р  переклю- 
чательный высокочастотный  мощ- 
ный. 

Предназначен  для  применения 
в схемах  мостовых  преобразова- 
телей напряжения. 

Выпускается  в металлопласт- 
массовом корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводит- 
ся на  корпусе.  Вывод  эмиттера 
помечен  синей  точкой. 

Масса  транзистора  не  более 
5 г. 


01 
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Электрические  параметры 

Граничное  напряжение  при  /д  „ = 5 А 25  — 31*  В 

типовое  значение 28  * В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер: 

при  Т = 298  К и Т = 213  К,  /к  „ = 10  А, 

/Б  и = 1 А 0, 15  * — 0,6  В 

типовое  значение 0,19*  В 

при  Т=  298  К,  ІК  и = 20  А,  /Б  „ = 2 А 0,22*-0,8  В 

типовое  значение 0,25  * В 

при  Г = 343  К,  /К  и=10  А,  /Б  „ — 1 А не 

более I В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером : 
при  Г = 298  К : 

при  СКБ  „ = 10  В,  /Э  и = 0,1  А 30-104* 

типовое  значение 70  * 

при  1/КБ  „ =10  В,  /э  и = 10  А 50-320 

типовое  значение 167* 

при  СКБ  „ = 10  В,  /Э  и = 20  А 50-320* 

типовое  значение 223  * 

при  Т = 343  К,  1/КБ  и = 10  В,  Іэ  и = 0,1  А не 

менее 35 

при  Г = 213  К,  СКБ.И=Ю  В,  /э. и = 10  А . . . 35-320 

Время  нарастания  при  II  к.  и — Ю В,  /к.  „ = 5 А 0,6  * — 1 ,5  мкс 

типовое  значение 1 * мкс 

Время  спада  при  ІІКЭ  = 1 0 В,  /к.и  = 5 А 0,5  * — 1 мкс 

типовое  значение 0,8  * мкс 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  1/КБ=10  В, 

/э  = 0, 1 А не  менее 30  МГ ц 

Обратный  ток  коллектора  при  С«Б  = 40  В не  более 

при  Т = 298  К и Т=  213  К 6 мА 

при  Г = 343  К 20  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  6/Бэ  = 

= 0,4  В 32  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 33  В 

Постоянный  ток  коллектора 10  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 1 мс,  ()>  10  20  А 

Постоянный  ток  базы ЗА 

Импульсный  ток  базы  при  ти  < 1 мс,  ()  > \0  . . . 6 А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  (время  ус- 
реднения не  более  1 мс)  при  Тк  < 293  К : 

с теплоотводом 35  Вт 

без  теплоотвода 0,9  Вт 

Температура  перехода  358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 1,85  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 70  К/Вт 

Температура  окружающей  среды  . . . . От  213  до  Гк  = 343  К 
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Примечания:  1.  Допускается  выброс  напряжения  коллектор-эмиттер 
до  37  В длительностью  не  более  10  мкс  в схеме  преобразователя  напряжения. 

Максимально  допустимая  средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора,  Вт, 
при  7 и Г,  = 293  -4-  343  К определяется  по  следующим  формулам : 

с теплоотводом 

^К.ср.макс  = (358  — 7'к)/1,85; 

без  теплоотвода 

^Кср.мнкс  = (358  — 73/70. 

2.  Минимальное  расстояние  места  пайки  от  корпуса  6 мм,  температура 
места  пайки  не  выше  523  К в течение  5 с. 

Допускается  однократный  изгиб  вывода  на  расстоянии  0,5  мм  от  выступа 
компаунда. 


0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  иьэ,В  0,10,2  0,81  2 Ч 8 10  20  4080100  Кѣэ, Ом 


Входные  характеристики.  Зависимость  пробивного  напря- 

жения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


0 Ч 8 12  16І3іА 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
температуры  корпуса. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы корпуса. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 
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2Т932А,  2Т932Б,  КТ932А,  КТ932Б,  КТ932В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  усили- 
тельные мощные. 

Предназначены  для  работы  в широкополосных  усилителях  мощ- 
ности и автогенераторах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  20  г. 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 


І/кэ  = 3 В,  /к  = 1 А не  менее: 

2Т932А 30  МГц 

2Т932Б 50  МГц 

КТ932А 80  МГц 

КТ932Б 100  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  С/^э  = 3 В,  /к  = 1,5  А: 

2Т932А,  КТ932А 15-80* 

2Т932Б,  КТ932Б  . . . 30-120* 

КТ932В  не  менее 40 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 1,5  А,  /Б  = 0,25  А не  более 1,5  В 

типовое  значение 0,4*  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  = 20  В, 

/=  5 МГц 110-300  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 100  Ом  не 
более: 

2Т932А,  КТ932А  при  Скэ  = 80  В 1,5  мА 

2Т932Б,  КТ932Б  при  Ѵкэ  = 60  В 1,5  мА 

КТ932В  при  С/кэ  = 40  В 1,5  мА 
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Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  и коллектор- 


база: 

2Т932А,  КТ932А 80  В 

2Т932Б,  КТ932Б 60  В 

КТ932В 40  в 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  /Эб  = 5 мА*  4,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 2 А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гх  « 323  К 20  Вт 

при  Гк  = 373  К 10  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 42  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т932А,  2Т932Б От  213  до 

Т = 398  К 

КТ932А,  КТ932Б,  КТ932В От  213  до 

Тк  = 373  К 


Минимальное  расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  выводов 
6 мм. 


293  313  333  353  373  Т,К 


Зависимость  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер от  температуры. 


1 1 I 

0 0,5  1 1,5  2 ІК,А 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


2Т933А,  2Т933Б,  КТ933А,  КТ933Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  высоко- 
частотные усилительные  мощные. 

Предназначены  для  работы  в широкополосных  усилителях  мощ- 
ности и автогенераторах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,5  г. 
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Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

С«э  = 3 В,  /э  = 0,4  А не  менее 75  МГц 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  і/кэ  = 3 В,  /к  = 0,4  А : 

2Т933А,  КТ933А 15_80 

2Т933Б,  КТ933Б 30-120 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 0,4  А,  /Б  = 0,05  А не  более 1,5  В 

типовое  значение 0,4*  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 20  В, 

/=  5 МГц 50-100  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  = 100  Ом 
не  более: 

при  Скэ  = 80  В 2Т933А,  КТ933А 0,5  мА 

при  Ѵкэ  = 60  В 2Т933Б,  КТ933Б 0,5  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  и коллектор- 
база: 

2Т933А,  КТ933А 80  В 

2Т933Б,  КТ933Б 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  ^ЭБ  = 5 мА  4,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,5  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Тк  < 323  К 5 Вт 

при  Тк  = 373  К 2,5  Вт 

при  Гк  = 398  К 2Т933А,  2Т933Б 0,2  В 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 20  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды 

2Т933А,  2Т933Б От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ933А,  КТ933Б От  213  до 

Тк  = 373  К 


Примечание.  Минимальное  расстояние  от  корпуса  до  места 
пайки  выводов  6 мм. 
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О 10  20  0КВіВ 


Зона  возможных  положений  за-  Зона  возможных  положений  за- 
висимости статического  коэффи-  висимости  емкости  коллектор- 
циента  передачи  тока  от  тока  ного  перехода  от  напряжения 
коллектора.  коллектор-база. 


Раздел  восьмой 

ТРАНЗИСТОРЫ  МОЩНЫЕ 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ 


п-р-п 

2Т606А,  КТ606А,  КТ606Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощ- 
ности, в том  числе  при  амплитудной  модуляции  в умножителях 
частоты  и автогенераторах  на  частотах  выше  100  МГц  при  на- 
пряжении питания  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с изолированны- 
ми от  корпуса  жесткими  выводами  с монтажным  винтом.  Обозна- 
чение типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  6 г. 


669 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  і/«э  = 28  В,  /=  400  МГц, 
не  менее: 

2Т606А,  КТ606А 0,8  Вт 

КТ606Б 0,6  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  не  менее  ....  2,5 

типовое  значение 3 * 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  не  ме- 
нее   35  % 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  * при  I к = 

= 200  мА,  /Б  = 40  мА  не  более 1 ,0  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  / = 100  МГц, 

Гкэ  В,  /к  = 1 00  мА  не  менее: 

2Т606А,  КТ606А 3,5 

КТ606Б 3 

Критический  ток  коллектора  при  ІІК э = 10  В,  / = 100  МГц 

не  менее 100  мА 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  {/«б  = 

= 10  В, /=  5 МГц,  /э  = 30  мА  не  более: 

2Т606А,  КТ606А 10  нс 

КТ606Б 12  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/^б  = 28  В, 

/=5  МГц  не  более 10  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода 

при  С/Эб  = 0,  /=5  МГц  не  более 27  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Пкэ  = 65  В, 

ЛЭБ  = 100  Ом  не  более: 
при  Т = 298  К : 

2Т606А  ' 1 мА 

КТ606А,  КТ606Б 1,5  мА 

при  Г = 358  К 

КТ606А,  КТ606Б 3 мА 

при  Т = 398  К 2Т606А 2 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6/эб  = 4 В при  Т = 298  К 
не  более: 

2Т606А 0,1  мА 

КТ606А,  КТ606Б 0,3  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  Т?Бэ  5 
^ 10  Ом: 

2Т606А 65  В 

КТ606А,  КТ606Б 60  В 

Пиковое  напряжение  коллектор-эмиттер  при />  100  МГц: 

2Т606А 5 В 

КТ606А,  КТ606Б 70  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 
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Пиковый  ток  коллектора 800  мА 

Постоянный  ток  базы 100  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  ре- 
жиме : 

при  7,  = 313  К 2 5 Вт 

при  Тк  = 398  К 2Т606А 0,57  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 44  К/Вт 

Температура  перехода: 

2Т606А 423  к 

КТ606А,  КТ606Б 393  к 

Температура  окружающей  среды: 

2Т606А От  213  до 

Т = 398  К 

КТ606А,  КТ606Б От  233  до 

Гк  = 358  К 


Примечание.  При  монтаже  транзисторов  допускается  усилие, 
перпендикулярное  оси  вывода,  не  более  50  г,  категорически  за- 
прещается изгиб  выводов,  а также  их  кручение  вокруг  оси. 

Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1 мм  от 
корпуса  транзистора. 

Использование  транзистора  без  теплоотвода  не  рекомендуется. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотводов  должна  быть 
не  менее  2,5.  Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоот- 
вода должна  быть  не  более  0,03  мм. 


0 0,05  0,1  0,15  0,2  0,25Рдх,Вт 


Зависимость  относительной  вы- 
ходной мощности  от  входной. 


Зависимость  относительной  вы- 
ходной мощности  от  напряже- 
ния коллектор-эмиттер. 
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100  200  300  4005001,  МГц 

Зависимость  относительной  вы- 
ходной мощности  от  частоты. 


* 0.6 

ё 

Х°>ч 

| 0,2 


27 606 А, 
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ІО 
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икэ 
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МГц 

> 

О 

О 0,2  0,4  0,6  0,8  1,0Рвых,Вт 

Зависимость  относительного  ко- 
эффициента усиления  от  выход- 
ной мощности. 


О 100  200  300  400  50 06,  МГи, 


Зависимость  относительного  ко-  Зависимость  коэффициента  по- 
эффициента  полезного  действия  лезного  действия  от  частоты, 

от  выходной  мощности. 


о 


\ 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  коллек- 
тора. 


Зависимость  модуля  относи- 
тельного коэффициента  пере- 
дачи тока  от  тока  коллектора. 
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О 50  100  І/(,мА 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  тока  коллектора. 


О 10  20  20  40  5011^,3 


Зависимость  относительной  ем- 
кости коллекторного  перехода 
от  напряжения  коллектор-база. 


О 10  20  20  40  50икз,В 

Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 


Зависимость  относительной  ем- 
кости эмигтерного  перехода  от 
напряжения  эмиттер-база. 


2Т607А-4,  КТ607А-4,  КТ607Б-4 


Транзисторы  кремниевые  эпитак- 
сиально-планарные п-р-п  генераторные 
сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  генерирования 
и усиления  на  частотах  до  1 ГГц 
при  напряжении  питания  до  20  В 
в герметизированной  аппаратуре. 

Бескорпусные  с защитным  покры- 
тием. Обозначение  типа  приводится 
на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,4  г. 

22  Полупроводниковые  приборы 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  (медианное  значение)  при  І/КБ  = 

= 20В,  /К=П0  мА,  /=  1 ГГц  2Т607А-4,  КТ607А-4 
ПРИ  Лк  = 0,4  Вт,  КТ607Б-4  при  Рв^  = 0,5  Вт  не 
менее 1 Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  (медианное  зна- 
чение) при  1/КБ  = 20  В,  /к=  ПО  мА,  /=  1 ГГц  не 
менее: 

2Т607А-4,  КТ607А-4  при  Евх  = 0,4  Вт 4 дБ 

КТ607Б-4  при  Рт  = 0,5  Вт 3 дБ 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  (медианное 
значение)  при  = 20  В,  /к  = ПО  мА.  / = 1 ГГц 
2Т607А-4,  КТ607А-4  при  Рвх  = 0,4  Вт,  КТ607Б-4  при 
Рвх  — 0,5  Вт  не  менее 45  % 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/кэ  = Ю В. 

1К  = 80  мА,  /=100  МГц  не  менее 

типовое  значение 9* 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 

= 10  В,  /э  = 30  мА,  /=  5 МГц: 

2Т607А-4,  КТ607А-4  не  более 18  пс 

типовое  значение 10*  пс 

КТ607Б-4  не  более 25  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 10  В не 
более : 

2Т607А-4,  КТ607А-4 4 пФ 

КТ607Б-4 4,5  пФ 

Обратный  ток  коллектора  2Т607А-4,  КТ607А-4  при 

V кво  = 40  В,  КТ607Б-4  при  (УКБ  = 30  В не  более  ...  1 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = 4 В не  более  ...  0,5  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?3Б  < 10  Ом  : 
при  Т < 358  К : 

2Т607А-4,  КТ607А-4 35  В 

КТ607Б-4 30  В 

при  Г = 398  К 2Т607А-4 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 
при  Т < 358  К : 

2Т607А-4,  КТ607А-4 40  В 

КТ607Б-4 30  В 

при  Г = 398  К 2Т607А-4 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

при  Т < 358  К 4 В 

при  Т = 398  К 2Т607А-4 ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора: 

при  Т « 358  К 150  мА 

при  Г = 398  К 2Т607А-4  125  мА 
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Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 
при  Гк  « 313  К 2Т607А-4,  КТ607А-4,  КТ607Б-4  . ...  1,5  Вт 

при  Гк  = 398  К 2Т607А-4 0,34  Вт 

при  Тк  = 358  К КТ607А-4  и КТ607Б-4 0,89  Вт 

Температура  перехода . 423  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 73  К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т607А-4  От  213 


до 

Г*  = 398  К 

КТ607А-4,  КТ607Б-4 От  228 

до 

Тк  = 358  К 

Примечание.  Крепление  транзистора  производится  приклеи- 
ванием или  пайкой.  Максимально  допустимая  температура  припоя 
не  более  433  К.  Время  пайки  не  более  3 с.  Нажимное  усилие 
на  торпе  каждого  вывода  не  должно  превышать  400  г. 


база. 


Пгп  | 


10 


21 

'ВО  7 

А-Ч,  КТ6077 

-ч 

1 ‘ 

-100 

йГ и 

икэ  ~ 

10  В 

Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  тока  коллектора. 


50  100  150  200  1 к,  мА 

Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


22* 
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Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  тока 
эмиттера. 


2Т610А,  2Т610Б, 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


КТ610А,  КТ610Б 

Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные п-р-п  СВЧ 
усилительные. 

Предназначены  для  усилителей 
напряжения  и мощности. 

Выпускаются  в металлокерами- 
ческом корпусе  с гибкими  полоско- 
выми выводами.  Обозначение  типа 
приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = )0  В,  /Э=І50  мА: 

2Т610А 

2Т610Б  

КТ610А 

КТ6І0Б 

Неравномерность  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  в режиме  малого  сигнала  при 
Скэ=10  В,  /к  = ЗОн-  270  мА  2Т610А,  КТ610А  не 

более  

Коэффициент  усиления  по  мощности  (медианное  зна- 
чение) при  Скэ  = 12,6  В,  Рвъп  = 1 Вт,  /=  400  МГц 

2Т610Б  не  менее 

типовое  значение  

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  (медианное 
значение)  при  Скэ  = 12,6  В,  Рвт  — 1 Вт,  /=  400  МГц 
2Т6І0Б  не  менее  


50-250 
20-250 
50-300 
20  - 300 


2.3 


6.4  дБ 
8*  дБ 

45  0 

^ /о 
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Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Г/Кэ  = • О В,  /к  = 1 50  мА: 

2Т610А,  КТ6І0А  не  менее 1000  МГц 

типовое  значение 1250*  МГц 

2Т610Б,  КТ610Б  не  менее 700  МГц 

типовое  значение 1100*  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  6/КБ  = 

= 10  В,  /э  = 30  мА,  /=  30  МГц: 

2Т6І0А  не  более 35  пс 

типовое  значение 20*  пс 

2Т610Б  не  более 18  пс 

типовое  значение 7,5  * пс 

КТ6І0А  не  более 55  пс 

КТ6І0Б  не  более 22  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/КБ  =10  В не 

более 4,1  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/ЭБ  = 0 не  более  . . . 21  пФ 

Граничное  напряжение  при  /э  = 30  мА  не  менее  ....  20  В 

типовое  значение 24*  В 

Обратный  ток  коллектора  при  6/КБ  = 20  В не  более  ...  0,5  мА 
Обратный  ток  эмиттера  при  С/эБо  = 4 В не  более  ...  0,1  мА 
Коэффициент  шума*  при  /=  2 -и  200  МГц,  /к  = 30  мА, 

«г  = 75  Ом,  типовое  значение : . . 6 дБ 

Индуктивность  эмиттерного  вывода  * (при  использова- 
нии двух  выводов) 0,6  нГн 

Индуктивность  коллекторного  вывода* 2,38  нГн 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  КЭБ  = 

= 100  Ом 26  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянное  напряжение  питания  в режиме  усиления 
мощности  2Т610Б  при  />  100  МГц  при  работе 

в режиме  класса  С 15В 

Постоянный  ток  коллектора 0,3  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гк.  < 323  К 1,5  Вт 

при  Г„  = 358  К 1 Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т610А,  2Т610Б От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ610А.  КТ6І0Б От  228  до 

Тк  = 358  К 

Примечание.  Пайка  выводов  допускается  при  температуре 
не  выше  423  К.  Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии 
не  менее  3 мм  от  корпуса  транзистора  с радиусом  не  менее 
1,5  мм.  Допустимое  значение  электростатического  потенциала 
1000  В. 
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Зависимость  граничной  частоты  Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора.  от  тока  коллектора. 


О 5 10  15  ик  в ,В 


Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
напряжения  коллектор-база. 


О 5 10  15  иКБ,  В 

Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
напряжения  коллектор-база. 
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О 100  200  300Ік,мА 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 


коллектора. 


О 100  200  300  Ік,мА 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


2Т624А-2,  2Т624АМ-2,  КТ624А,  КТ624АМ 


Транзисторы  кремниевые  эпитакси- 
ально-планарные п-р-п  переключатель- 
ные. 

Предназначены  для  работы  в им- 
пульсных схемах  в герметизированной 
аппаратуре. 

Бескорпусные  с защитным  покры- 
тием с гибкими  выводами.  Обозначение 
типа  приводится  в этикетке.  Масса  тран- 
зисторов 2Т624А-2,  КТ624А  (вариант  1) 
не  более  0,615  г.  Масса  транзисторов 
2Т624АМ-2,  КТ624АМ  (вариант  2)  не 
более  0,04  г. 


Вариант  1 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 30  мА  не  менее  ....  12  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  (/«э  = 0,5  В,  /«  = 300  мА  ....  30—180 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /«  = 1 А, 

/Б  = 100  мА  не  более: 

2Т924А-2,  2Т924АМ-2 0,87  В 

КТ924А,  КТ924АМ 0,9  В 
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типовое  значение 0,62*  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 1 А, 

/Б=100  мА  не  более 1,7  В 

типовое  значение 1,2*  В 

Время  рассасывания  при  /к  = 1000  мА,  /Б  = 1 00  мА 
не  более: 

2Т624А-2,  2Т624АМ-2 15  нс 

КТ624А,  КТ624АМ 18  нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  на  /=  100  МГц 

при  6/кэ  = 5 В,  /к  = 100  мА  не  менее 4,5 

типовое  значение 9,7  * 

Граничное  напряжение  при  /э  = 30  мА  не  менее  ...  12  В 

типовое  значение 22*  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/КБ  = 5 В не 

более • 15  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  6Л}Б  = 5 В не 

более 50  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 30  В не  более  . . . 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  0ЭБ  = 4 В не  более  ....  100  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ІІКЭ  = 30  В,  Лэ б = 

= 0 не  более 200  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора ІА 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 5 мкс,  (7  > 10, 

Тк  < 358  К 1,3  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора : 

при  Тк  < 343  К 1 Вт 

при  Тк  = 358  К 0,7  Вт 

Температура  перехода 393  К 

Температура  окружающей  среды:  ' 

2Т624А-2,  2Т624АМ-2 От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ624А,  КТ624АМ От  223  до 

Тк  = 358  К 

Примечание.  Монтаж  транзисторов  в микросхемы  осу- 
ществляется в следующем  порядке:  место  монтажа  в микросхеме 
смачивается  флюсом  ФКСП,  затем  укладывается  фольга  припоя 
ПОС-61  толщиной  30  мкс,  размером  1,9  х 1,9  мм.  Микросхема 
нагревается  до  температуры  473  К в течение  10  с.  В момент 
пайки  транзистор  притирается  к месту  монтажа  пинцетом,  Усилие 
прилагается  к боковым  поверхностям  кристаллодержателя. 
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Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 
фициента  передачи  тока  от  тока  щения  коллектор-эмиттер  от  то- 
коллектора.  ка  коллектора. 


О 200  400  600  Ік,  мА 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Ск,пФ 

В 

Ч 


2т2ЧА-2,2Т62Ш-2 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


О 


Ч 


8 


12  0КѢ,В 
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Зматтер 


2Т634А-2,  КТ634Б-2 


Коллектор  база 


Транзисторы  кремниевые  эпи- 
таксиально-планарные п-р-п  СВЧ 
генераторные. 

Предназначены  для  работы  в 
генераторах  и усилителях  мощ- 
ности в диапазоне  частот  1-5  ГГц 
в герметизированной  аппаратуре 
только  в схеме  включения  с об- 
щей базой. 

Бескорпусной  с защитным  по- 
крытием с гибкими  выводами  на 
кристаллодержателе.  Обозначение  типа  приводится  в этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,15  г. 


16,1 

Сѵ 

1 

-1  ■ 

\ ! 

іъ» 

4,1 

' 6 ' 

|<5Г 

Электрические  параметры 


Выходная  мощность  (медианное  значение)  при  С/КБ  = 20  В, 

/к  = 100  мА,  /=  5 ГГц  не  менее: 

2Т634А-2  350  мВт 

КТ634Б-2  200  мВт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  />вых  = 200  мВт, 

СКБ  = 20  В,  /к  = 100  мА.  /=  5 ГГц 1,75-3,4 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  * при  Реих  = 

= 200  мВт,  СКБ  = 20  В.  /к=100  мА, /=  5 ГГц  . . . 17,5-34% 

типовое  значение 22,5*% 

Граничная  частота  при  Скэ  = 10  В,  /к  = 100  мА  не 

менее 1,5  ГГц 

типовое  значение 2*  ГГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СкБ  = 

= 10  В,  /э = 30  мА,  {—  100  МГц  не  более  2 пс 

типовое  значение > 0,85  * пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  =15  В не 

более 2,5  пФ 

типовое  значение 1,9*  ПФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СЭБ  = 0 не  более  ...  8 нФ 

Межэлектродные  емкости : 

между  базой  и коллектором 0,61  пФ 

между  базой  и эмиттером 0.44  пФ 

между  коллектором  и эмиттером 0,003  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 30  В не  более: 

при  Г = 298  К 0,5  мА 

при  Т = 398  К 5 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/дв  = 3 В не  более: 
при  Г=  213  = 298  К 
при  398  К . . . 
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50  мкА 
500  мкА 


Индуктивности  выводов  * : 


базового 0,11  нГн 

эмиттерного 0,3  нГн 

коллекторного 0,5  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТ634Б-2 30  В 

2Т634А-2 

при  Гк  > 298  К 50  В 

при  Г,  = 213  К 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 0,15  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ()  > 50  0,25  А 

Постоянный  ток  базы 75  МА 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме  на  частотах  более  1 ГГц: 

при  Гк  < 298  К 1,8  Вг 

при  Гк  = 398  К 2Т634А-2 0,36  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 100  К/Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т634А-2 От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ634Б-2 От  213  до 

Гк  = 373  К 


Примеча.ни'е,  Пайка  выводов  производится  при  температуре 
493  К в течение  времени  не  более  10  с.  Держатель  транзистора 
является  базовым  электродом. 


800 


600 


Оз 

5 чоо 


200 


0 50  100  150200250  300  Рвх, мВт  0 


2 

Т63ІА-2 

’ ,К1 

'БЗЧБ-2 

Рвх=200  мВт,  Ік  = 

1,1  А 

1 = 

5 Г 

Гц 

5 6 9 12  15  18  ицЕ  ,В 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 
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О 100  200  300  Рвх,мВт 


Зависимость  коэффициента  по-  Зависимость  граничной  частоты 
лезного  действия  от  входной  от  тока  коллектора, 

мощности. 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  то- 
ка коллектора. 


2Т635А,  КТ635Б 

Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  переклю- 
чательный. 

Предназначены  для  быстродействующих  импульсных  и высоко- 
частотных усилительных  схем. 
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Коллектор 


Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  3 г. 

Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  V кэ  = 1 В,  /«  = 500  мА  . . . . 20—150 

типовое  значение 40* 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 500  мА,  /Б  = 50  мА  не  более 0,5  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 500  мА, 

/Б  = 50  мА  не  более - 1,2  В 

Время  выключения  при  /к  = 500  мА,  Іъ  = 50  мА  не 

более 60  нс 

типовое  значение 45*  нс 

Время  рассасывания  при  /к  = 500,  /Б  = 50  мА  не  бо- 
лее   50  нс 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 60  В не  бо- 
лее   10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/Эб  = 5 В не  более  ...  10  мкА 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  V кэ  = 60  В, 

/?эб  = 0 не  более 10  мкА 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  6/|<э  = Ю В,  = 50  мА 

не  менее 250  МГц 

типовое  значение 460*  МГц 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С«б  =10  В не 

более 10  пФ 

типовое  значение 7,4*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  V эб  = 0 не  более  90  пФ 

Граничное  напряжение  при  /д  = 10  мА  не  менее  ...  45  В 

типовое  значение г 52*  В 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи*  при 

(УКБ  = Ю В,  /э  = 30  мА,  /=  5 МГц  типовое  значение  25  пс 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 60  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 0 60  В 

Постоянный  ток  коллектора ІА 

Импульсный  ток  коллектора 1,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Т < 298  К 0,5  Вт 

при  Т = 358  К 0,1  Вт 

Температура  перехода 

2Т635А 423  К 

КТ635Б 398  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 

2Т635А 250  К/Вт 

КТ635Б 190  К/Вт 
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Тепловое  сопротивление  переход-корпус 

2Т635А 

КТ635Б 

Температура  окружающей  среды 

2Т635А 

КТ635Б 


....  83,3  К/Вт 
....  63  К/Вт 

От  213  до  Гк  = 398  К 
От  228  до  Тк  = 358  К 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 
фициента  передачи  тока  от  тока  щения  коллектор-эмиттер  от  то- 
коллектора.  ка  коллектора. 


20  40  60  80  6,  МГц 


Зависимость  емкости  коллектор-  Зависимость  коэффициента  шу- 
ного  перехода  от  напряжения  Ма  от  частоты, 

коллектор-база. 


2Т904А,  КТ904А,  КТ904Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  ге- 
нерирования, умножения  частоты  в диапазоне  100-400  МГц  в ре- 
жимах с отсечкой  коллекторного  тока  при  напряжении  питания  28  В. 
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Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. 

Обозначение  типа  указывается  на  боковой  поверхности  кор- 
пуса. 

Масса  транзистора  не  более  6 г. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  на  /=  400  МГц  при  1/кэ  = 28  В 
не  менее: 

2Т904А,  КТ904А 3 Вт 

КТ904Б 2,5  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=  400,  МГц 
при  С/кэ  = 28  В не  менее: 

2Т904А,  КТ904А  при  Явых  = 3 Вт 2,5 

КТ904Б  при  Рвых  = 2,5  Вт 2 

Выходная  мощность*  на  /=  100  МГц  при  і/кэ  = 28  В, 

Рт  = 1 Вт  2Т904А,  типовое  значение 8 Вт 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при 
Ѵкэ  = 28  В,  Рвх  = 1 Вт  2Т904А : 

на  /=  400  МГц  не  менее 40% 

на  /=  100  МГц  типовое  значение 73*  % 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=100  МГц, 

Скэ  = 28  В,  /к  = 200  мА  не  менее: 

2Т904А,  КТ904А 3,5 

КТ904Б 3 

Критический  ток  при  Окэ  = 10  В не  менее: 

2Т904А,  КТ904А 400  мА 

КТ904Б 300  мА 

типовое  значение  2Т904А,  КТ904А . 800*  мА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  1/КБ  = 28  В не 

более 12  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  І/КБ  = 

= 10  В,  /э  = 30  мА,  /=  5 МГц  не  менее: 

2Т904А,  КТ904А 15  пс 

КТ904Б 20  пс 

Активная  емкость  коллектора  * при  (УКБ  = 28  В,  типовое 

значение , 2,6  пФ 

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора  * 

при  (/КБ  = 28  В,  типовое  значение 7,8  пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение  ....  0,5  пФ 
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Емкость  эмиттерного  перехода  * при  11э Б = 0,  типовое 

знамение 130  пФ 

Сопротивление  эмиттера  *,  типовое  значение 0,1  Ом 

Сопротивление  базы*,  типовое  значение 1 Ом 

Индуктивность  вывода  внутренняя  *,  типовое  значе- 
ние   2,5  нГн 

Индуктивность  у конца  вывода*,  типовое  значение  ...  4 нГн 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 

общим  эмиттером*  при  ІГКЗ  = 5 В,  /к  = 0,25  А . . . 10  — 60 
Граничное  напряжение  при  Ік  = 0,2  А не  менее  ....  40  В 
Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  * при  /к  = 

= 0,25  А,  /Б  = 0,05  А,  типовое  значение  ....  0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер*  при  /к  = 0,25  А, 

/6  = 0,05  А,  типовое  значение 0,9  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 100  Ом  не 
более: 

2Т904А  при  Скэ  = 65  В 1 мА 

КТ904А,  КТ904Б  при  і/кэ  = 60  В 1,5  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  І/ЭБ  = 4 В не  более : 

2Т904А 0,1  мА 

КТ904А,  КТ904Б 0.3  мА 

Емкость  выводов  эмиттера  и базы  * на  корпус,  типовое 

значение  . . . 13  пф 

Емкость  вывода  коллектора  на  корпус*,  типовое  значение  1,8  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т904А 65  В 

КТ904А,  КТ904Б 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
2?эБ  = 100  Ом: 

2Т904А 65  В 

КТ904А,  КТ904Б 60  В 

Пиковое  напряжение  на  коллекторе  в динамическом 
режиме  при  />  100  МГц: 

2Т904А  75  В 

КТ904А,  КТ904Б 70  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 0,8  А 

Импульсный  ток  коллектора 1,5  А 

Постоянный  ток  базы 0,2  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

2Т904А : 

при  Тк  < 313  К 7 Вт 

при  Тк  = 398  К 1,6  Вт 

КТ904А,  КТ904Б: 

при  Тк  < 313  К 5 Вт 

при  Тк  = 358  К 2,2  Вт 


го 

со 
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Тепловое  сопротивление  переход-корпус  . 16  К/Вт 

Температура  перехода: 

2Т904А 423  К 

КТ904А,  КТ904Б 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т904А От  213  до 

Гк  = 398=- К 

КТ904А,  КТ904Б От  233  до 

Гк  = 358  К 


Примечание.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не 
менее  1 мм  от  корпуса. 

Транзистор  должен  прижиматься  к теплоотводу  с осевым  уси- 
лием 750  Н (крутящий  момент  1,2  Н м). 

Усилие,  перпендикулярное  оси  вывода,  не  более  0,5  Н ; за- 
прещается изгиб  и кручение  выводов. 


Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


0 10  20  и кз,  В 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Т-К  > пс 

10 

8 

6 

Ч 

2 

0 10  20  20  40  50ик6,В  0 100  200  Ік,мА 

Зависимость  емкости  коллектор-  Зависимость  постоянной  време- 

ного  перехода  от  напряжения  ни  цепи  обратной  связи  от  тока 

коллектор-база.  коллектора. 
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О 0,4  0,8  1,2  1,6  2,0  РІХ , Вт  0 0,4  0,8  1,2  1,6  2,0  , Вт 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 
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Зависимость  относительной  вы-  Зависимость  выходной  мощно- 
ходной  мощности  от  напряже-  сти  от  температуры  корпуса, 

ния  коллектор- эмиттер. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  температуры  корпуса. 
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2Т907А,  КТ907А,  КТ907Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  ге- 
нерирования, умножения  частоты  в диапазоне  100  - 400  МГц  в режи- 
мах с отсечкой  коллекторного  тока  в импульсных  схемах  при 
напряжении  питания  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Вывод  эмиттера  электрически  соединен  с корпусом. 

Обозначение  типа  указывается  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  6 г. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  на  /=  400  МГц  при  і/кэ  = 28  В 

2Т907А,  КТ907А  при  />вх  = 4 Вт  не  менее  ....  8 Вт 

типовое  значение 10*  Вт 

КТ907Б  при  = 4 Вт  не  менее 6 Вт 

типовое  значение 8*  Вт 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при 
(Укэ  = 28  В : 

при  Рвх  = 4 Вт,  /=  400  МГц  не  менее 45  % 

типовое  значение  65*  У 

при  /=  150  МГц  не  менее 68*  У, 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  / = 100  МГц, 

(Укэ  = 28  В,  /к-  = 0,4  А не  менее: 

2Т907А.  КТ907А 3 5 

КТ907Б 3 

Критический  ток*  при  — 10  В.  типовое  значе- 
ние   1,8  А 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/КБ  = 30  В не 

более 20  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  / = 5 МГц, 

1/КБ  = 10  В,  = 30  мА  не  более: 

2Т907А,  КТ907А 15  пс 

КТ907Б ; ; 25  пс 

Активная  емкость  коллектора  * при  С/КБ  = 30  В,  типо- 
вое значение 3 5 пф 
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Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора* 

при  (УКБ  = 30  В,  типовое  значение 10  пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение  ...  5 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  1/ЭБ  = 0.  типовое 

значение 220  пФ 

Емкость  вывода  коллектора  на  корпус  *,  типовое  зна- 
чение   5 пФ 

Емкость  вывода  базы  на  корпус  *,  типовое  значение  . . . 1,3  пФ 

Сопротивление  эмиттера  *,  типовое  значение 0,4  Ом 

Сопротивление  базы  *,  типовое  значение 1 Ом 

Индуктивность  вывода  эмиттера  внутренняя*,  типовое 

значение 0,8  нГн 

Индуктивность  вывода  базы  внутренняя*,  типовое  зна- 
чение   2.5  нГн 

Индуктивность  базы  у конца  вывода*,  типовое  зна- 
чение   4 нГн 

Индуктивность  вывода  коллектора  внутренняя  *,  типовое 

значение 2,5  нГн 

Индуктивность  коллектора  у конца  вывода*,  типовое 

значение 4 нГн 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  і/«э  = 5 В,  /к  = 0,4  А не 

менее Ю 

типовое  значение 50* 

Граничное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,2  А 

не  менее 40  В 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер*  при  /к  = 

= 0,25  А,  /Б  = 0,05  А,  типовое  значение 0,35  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер*  при  /к  = 0,25  А, 

/Б  = 0,05  А,  типовое  значение . 0,9  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ЯЭБ = 100  Ом 
2Т907А  при  Скэ  = 65  В,  КТ907А,  КТ907Б  при 

Ѵкэ  = 60  В не  более 3 мА 

Обратный  ток  эмиттер-база  СЭБ  = 4 В не  более  ....  0,25  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
/?зБ  = 100  Ом: 

2Т907А 65  В 

КТ907А,  КТ907Б 60  В 

Пиковое  напряжение  коллектор-эмиттер  в режиме  ге- 
нератора мощности  при  /'=100  МГц: 

2Т907А 75  В 

КТ907А.  КТ907Б 70  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Постоянный  ток  коллектора ІА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти=10  мкс,  (7=  100  3 А 

Постоянный  ток  базы  0,4  А 
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Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 


ческом режиме: 

2Т907А : 

при  Тк  « 298  К 16  Вт 

при  Тк  = 398  К 3,3  Вт 

КТ907А,  КТ907Б : 

при  Тк  < 298  К 13,5  Вт 

при  Тк  = 358  К . . 4,7  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 7,5  К/Вт 

Температура  перехода : 

2Т907А 423  к 

КТ907А,  КТ907Б 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т907А От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ907А,  КТ907Б От  233  до 

Тк  = 258  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  I мм  от  корпуса. 

Транзистор  должен  прижиматься  к теплоотводу  с осевым  уси- 
лием 750  Н (крутящий  момент  1,2  Н • м). 

Усилие,  перпендикулярное  оси  выводов,  не  более  0,5  Н;  за- 
прещается изгиб  и кручение  выводов. 

При  использовании  транзисторов  в режимах  класса  А рекомен- 
дуется снижать  напряжение  питания,  при  этом  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность  коллектора  не  должна  превышать  10  Вт  при 
Тк  < 323  К и 2,5  Вт  при  Тк  = 398  К (для  2Т907А). 


0 1 2 Ік,  А 


Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


О 10  20  икэ,В 


О 10  20  ЮКБ,В 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Хн  , ПС 
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Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  то- 
ка коллектора. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


1 

2Т907А, 

КТ  9 

07А 

В 

=5 
> =1 

1Гц 

ик 

9В 

0,1  0,2  ІК,А 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
эмиттер. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 
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2Т909А,  2Т909Б,  КТ909А,  КТ909Б,  КТ909В, 

КТ909Г 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  ге- 
нерирования, умножения  частоты  в диапазоне  100  — 500  МГц  в ре- 
жимах с отсечкой  коллекторного  тока  при  напряжении  питания 
28  В. 

Выпускаются  в герметичном  металлокерамическом  корпусе,  гер- 
метизированном пластмассой.  Выводы  полосковые,  вывод  эмиттера 
электрически  соединен  с фланцем  корпуса.  Условное  обозначение 
типа  указывается  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4 г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  на  /=  500  МГц  при  11кэ  = 28  В, 
7,  « 313  К не  менее: 

2Т909А  при  Рвх  = 10  Вт 

2Т909Б  при  Рвх  = 20  Вт 

типовое  значение  * : 

2Т909А  при  Рвх  = 1 0 Вт 

2Т909Б  при  Рвх  = 20  Вт 

КТ909А  при  Рвк  = 1 0 Вт 

КТ909В  при  Рвх  = 10  Вт . . . 

КТ909Б  при  Рвх  = 20  Вт 

КТ909Г  при  Рвх  = 20  Вт 


17  Вт 
35  Вт 

24  Вт 
42  Вт 
20  Вт 
15  Вт 
40  Вт 
30  Вт 
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Коэффициент  полезного  действия  коллектора  на 
/=  500  МГц  при  і/кэ  = 28  В,  Тк  < 313  К не  менее: 

2Т909А  при  />„*=  10  Вт 45% 

2Т909Б  при  Л,х  = 20  Вт 45% 

типовое  значение*: 

2Т909А  и КТ909А  при  Рт  = 10  Вт 55% 

2Т909Б  и КТ909Б  при  Рвх  = 20  Вт 55  % 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=100  МГц, 

(Укэ  = Ю В не  менее: 

2Т909А,  КТ909А  при  /к  = 1 ,5  А 3,5 

2Т909Б,  КТ909Б  при  /к  = 3 А 5 

КТ909В  при  /к  = 1 ,5  А 3 

КТ909Г  при  /к  = 3 А 4,5 

Граничная  частота*  при  1УК э=  10  В,  типовое  значение: 

2Т909А,  КТ909А  при  /к  = 1,5  А 650  МГц 

2Т909Б,  КТ909Б  при  /к  = 3 А 680  МГц 

Критический  ток  при  Скэ  = 10  В не  менее: 

2Т909А,  КТ909А ЗА 

2Т909Б,  КТ909Б 6 А 

КТ909В 2,5  А 

КТ909Г 5 А 

типовое  значение: 

2Т909А,  КТ909А 4*  А 

2Т909Б,  КТ909Б 8*  А 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 28  В не  более : 

2Т909А,  КТ909А 30  пФ 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г 60  нФ 

КТ909В 35  пФ 

Емкость  эмиттерцого  перехода*  при  — 0,  типовое 
значение: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 250  пФ 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г 500  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  /=  5 МГц, 

С/кб  = 10  В не  более: 

2Т909А,  КТ909А  при  /э=  150  мА 20  пс 

2Т909Б,  КТ909Б  при  Іэ  = 300  мА 20  пс 

КТ909В  при  /э  = 150  мА 30  пс 

КТ909Г  при  /э  = 300  мА 30  пс 

Активная  емкость  коллектора  * при  6/КБ  = 28  В,  типовое 
значение: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 5 пФ 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г 9 пФ 

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора  * 
при  С/КБ  = 28  В,  типовое  значение: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 15  пФ 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г . 30  пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 7 пФ 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г 10  пФ 

Емкость  корпус-коллектор- эмиттер  *,  типовое  значение  1,7  пФ 
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Емкость  база-эмиттер,  типовое  значение 

Сопротивление  эмиттера*,  типовое  значение' 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г ...... 

Сопротивление  базы*,  типовое  значение: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г ; ’ ' [ 

Индуктивность  вывода  эмиттера  внутренняя*,  типовое 

значение  

Индуктивность  вывода  базы  * на  расстоянии  3 мм  от  осно- 
вания, типовое  значение  

Индуктивность  вывода  коллектора  * на  расстоянии  3 мм 

от  основания,  типовое  значение 

Граничное  напряжение  коллектор-эмиттер  не  менее: 

2Т909А  при  /к  = 0, 1 А 

2Т909Б  при  /к  = 0,2  А . . , 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  *,  типовое 
значение: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В  при  /к  = 0,5  А,  /Б  = 0 1 А 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г  при  /к  = 1 А,  /Б  = 0,2  А 

Напряжение  насыщения  база- эмиттер*,  типовое  значение- 
2Т909А,  КТ909А,  КТ909В  при  /к  = 0,5  А /Б  = 0 1 А 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г  при  /к  = 1 А,  /Б  = 0,2  А 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ѵкэ  = 60  В, 
/?эб  = 1 0 Ом  не  более : 

2Т909А 

КТ909А,  КТ909В 

2Т909Б 

КТ909Б,  КТ909Г 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 3,5  В не  более- 

2Т909А 

КТ909А,  КТ909В ’ ’ ‘ 

2Т909Б ’ ’ ‘ ] ’ 

КТ909Б,  КТ909Г ' ' 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

Яэб  = Ю Ом : 

при  Тп  < 298  К 

при  Тп  = 213  К 

Пиковое  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 10  Ом 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г ’ 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  = 20  мкс,  ()  = 50' 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В ^ 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г і 


0,85  нФ 

0,15  Ом 
0,1  Ом 

0,5  Ом 
0,25  Ом 

0,45  нГн 

2,5  нГн 

2 нГн 

35  В 
35  В 


0,18  В 
0,18  В 

0,85  В 
0,85  В 


25  мА 
30  мА 
50  мА 
60  мА 

4 мА 
6 мА 
8 мА 
10  мА 


60  В 
50  В 
60  В 
3,5  В 

2 А 
4 А 

4 А 
8 А 
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Постоянный  ток  базы: 

2Т909А,  КТ909А,  КТ909В ІА 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г . 2 А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

2Т909А : 

при  Тк  < 298  К 27  Вт 

при  Гц  = 398  К 7 Вт 

2Т909Б : 

при  Тк  < 298  К 54  Вт 

при  Тк  = 398  К 14  Вт 

КТ909А,  КТ909В : 

при  Тк  < 298  К 25  Вт 

при  Тк  — 358  К 8 Вт 

КТ909Б,  КТ909Г : 

при  Тк  < 298  К 50  Вт 

при  Тк  = 358  К 16  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т909А,  КТ909А.  КТ909В 5 К/Вт 

2Т909Б,  КТ909Б,  КТ909Г 2,5  К/Вт 

Температура  перехода  2Т909А,  2Т909Б 433  К 

КТ909А,  КТ909Б,  КТ909В,  КТ909Г 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т909А,  2Т909Б От  213  до 

Г,- = 398  К 

КТ909А } КТ909Б,  КТ909В,  КТ909Г От  233  до 

Тк  = 358  К 


П р имечание.  Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса  в течение  времени  не  более  10  с при  тем- 
пературе пайки  не  более  533  К.  Обрезание  выводов  разрешается 
на  расстоянии  не  менее  5 мм  от  корпуса. 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  граничной  частоты 
фициента  передачи  тока  от  тока  от  тока  коллектора, 

коллектора. 
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Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  то- 
ка эмиттера. 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор- эмит- 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


о ю го  иКЭів 


2П\  \ I II  I II 
О 10  Рвх,Вт 


Зависимость  выходной  мощно-  Зависимость  коэффициента  по- 
сти от  напряжения  коллектор-  лезного  действия  от  входной 

эмиттер.  мощности. 
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2Т911А,  2Т911Б,  КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В, 

КТ911Г 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности 
в том  числе  при  амплитудной  модуляции  в умножителях  часто- 
ты и автогенераторах  на  частотах  более  400  МГц  при  напряжении 
питания  28  В. 

Выпускаются  в металлопластмассовом  корпусе  с гибкими  ленточ- 
ными выводами  и монтажным  винтом.  Обозначение  типа  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  6 г. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  1/кэ  = 28  В,  Гк  < 3 1 3 К, 
при  /=1,8  ГГ ц: 

КТ91 1 А 1,0  Вт 

2Т91ІА,  КТ91ІВ  0.8  Вт 

при  / = 1,0  ГГц: 

КТ9І1Б 1.0  Вт 

2Т9ІІБ,  КТ91ІГ 0,8  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  (Укэ  = 28  В, 

Тк  < 313  К не  менее: 
при  /=  1,8  ГГц 

2Т911А,  КТ911В 2 0 

КТ911А 2^5 

при  / = 1 ГГц 

2Т9І1Б,  КТ911Г 20 

КТ911Б 2,5 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  * при 


700 


икэ  = 28  В,  />вых  = 0,8  Вт,  7*  < 313  К,  /=  1 ч-  1 ,8  ГГц, 

типовое  значение 40  °/о 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  * при  Скэ  =5  В,  /э  = 200  мА,  типовое 

значение 40 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  300  МГц, 

С’кэ  =10  В,  /к  = 100  мА  не  менее: 

2Т9І1А 3,34 

2Т9ІІБ 2,8 

КТ91ІА,  КТ9НВ 2*5 

КТ9І I Б,  КТ9І  !Г 2 

Критический  ток  коллектора  при  Ѵкэ  = 10  В,  /=  300  МГц: 

2Т91ІА,  КТ9І1А  не  менее 170  мА 

типовое  значение  . . 220*  мА 

2Т9ІІБ,  КТ9ІІБ  не  менее 150  мА 

типовое  значение 220*  мА 

КТ91ІВ  не  менее 160  мА 

КТ911Г  не  менее 140  мА 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  і/кБ  = 

= 10  В,  /д  = 30  мА,  / = 5 МГц  не  более' 

2Т9ІІА.2Т9ІІБ.  КТ911А.  КТ911Б.  . . . 25  пс 

КТ9І1В ; ; 50  пс 

КТ91ІГ 100  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 28  В,  / = 

= 5 МГц  не  более . 10  пф 

типовое  значение „ф 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  СЭБ  = 0, /=  5 МГц. 

типовое  значение 18  пф 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ=СКБмакс  не  более: 
при  Г = 298  К: 

2Т911А,  2Т9І1Б 3 мА 

КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В,  КТ911Г 5 мА 

при  Г=  398  К: 

2Т911А,  2Т911Б 10  мА 

при  Т = 358  К : 

КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В,  КТ911Г 10  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (/ЭБ  = 3 В,  Т=  298  К не 
более : 

2X91  ІА.  2Т9ПБ , мА 

КТ911А,  КТ9І1Б,  КТ91ІВ,  КТ91  1Г 2 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т911А.  2Т911Б,  КТ911А,  КТ911Б 55  В 

КТ9І1В,  КТ9І1Г 40  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 100  Ом : 

2Т9І1А,  2Т911Б,  КТ91ІА.  КТ911Б 40  В 
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КТ911В,  КТ911Г 30  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  . ЗВ 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме: 
при  Гк  < 323  К 2Т911А,  2Т911Б;  при  Тк  « 298  К 

КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В,  КТ911Г 3 Вт 

при  Гк  = 398  К 2Т911А,  2Т911Б 0,75  Вт 

при  Гк  = 358  К КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В,  КТ911Г  1.05  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 33  К/Вт 

Температура  перехода: 

2Т911А,  2Т911Б 423  К 

КТ911А,  КТ911Б,  КТ911В,  КТ91ІГ 393  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т911А,  2Т911Б От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ911А,  КТ911Б,  КТ91ІВ,  КТ911Г От  233  до 

Гк  = 358  К 


Примечание.  Разрешается  трехкратный  изгиб  выводов  на  рас- 
стоянии не  менее  3 мм  от  корпуса  с радиусом  закругления  не  менее 
1 мм,  а также  подрезка  выводов  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  корпуса.  При  изгибе  и подрезке  выводов  должна  быть  обеспе- 
чена неподвижность  выводов  на  участке  от  корпуса  до  места  из- 
гиба или  подрезки  и исключена  возможность  передачи  усилия  на 
место  присоединения  вывода  к корпусу.  Допускается  изгиб  выводов 
на  расстоянии  от  1 до  3 мм  от  корпуса  и подрезка  на  расстоянии 
от  3 до  5 мм  от  корпуса  при  условии  выполнения  вышеуказан- 
ных требований  и по  методике,  не  приводящей  к нарушению 
конструкции  и герметичности  транзистора. 


Вт  0 5 10  15  20  25икэ, 


В 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  источника 
питания. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  частоты. 


Зависимость  коэффициента  по- 
лезного действия  от  напряже- 
ния коллектор-эмиттер. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  напря- 
жения коллектор-эмиттер. 


\ьги\ 

10 

8 

6 

ч 

2 

О 5 10  15  20  250КЗ,В 

Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  на- 
пряжения коллектор-эмиттер. 


2ТІ 

— 

111 А 
111 А 



КП 

1 

^ — 100  мА 

- ЛПП  КАП, 

Зависимость  модуля  коэффи- 
циента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  тока  эмиттера. 
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ОЗ 


Зависимость  относительной  ем- 
кости коллекторного  перехода 
от  напряжения  коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


2Т913А,  2Т913Б,  2Т913В,  КТ913А,  КТ913Б, 

КТ913В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  гене- 
раторные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  гене- 
рирования, умножения  частоты  в диапазоне  200—1000  МГц  в ре- 
жимах с отсечкой  коллекторного  тока  при  напряжении  питания  28  В. 

Выпускаются  в герметичном  металлокерамическом  корпусе  с по- 
лосковыми выводами.  Обозначение  типа  указывается  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,6  г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  на  /=1  ГГц  при  э = 28  В не 


менее : 

2Т913А,  КТ913А 3 Вт 

2Т913Б,  КТ913Б 5 Вт 
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2Т913В,  КТ913В 10  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=  1 ГГ ц при 

С/кэ  = 28  В: 

2Т913А  при  /,ВЬіх  = 3 Вт,  типовое  значение  ....  2,5 

2Т913Б  при  Гвых  = 5 Вт,  типовое  значение  ....  2,5 

2Т913В  при  Рцых  = 10  Вт,  типовое  значение  ....  2,5 

КТ913А  при  Ядых  = 3 Вт  не  менее 2 

КТ913Б  при  Рвм  = 5 Вт  не  менее 2 

КТ913В  при  Рвш  = 10  Вт  не  менее 2 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  На /=  1 ГГ ц 
при  Цк э = 28  В: 

2Т913А  при  Р вых  = 3 Вт,  типовое  значение  ....  45% 

2Т913Б  при  Рвых  = 5 Вт,  типовое  значение  ....  45% 

2Т913В  при  РВЬІХ  = 10  Вт,  типовое  значение  ....  55% 

КТ913А  при  Рцых  = 3 Вт  не  менее 40% 

КТ913Б  при  Г’вых  = 5 Вт  не  менее 40% 

КТ913В  при  Рв ых  = 10  Вт  не  менее 50% 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
С/КЭ=Ю  В 2Т913А,  КТ913А  при  /к  = 200  мА; 

2Т913Б,  КТ913Б,  2Т913В,  КТ913В  при  Ік  = 400  мА 

не  менее 900  МГц 

Критический  ток  при  э =10  В не  менее: 

2Т913А 0,4  А 

2Т913Б 0,8  А 

2Т913В 1,6  А 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/кб  = 28  В не 
более : 

2Т913А 6 пФ 

2Т913Б 10  пФ 

2Т913В,  КТ913Б 12  пФ 

КТ913А 7 пФ 

КТ913В 14  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при /=  30  МГц, 

6/кб  =10  В,  /=  50  мА  не  более: 

2Т913А,  КТ913Б,  КТ913В 15  пс 

2Т913Б,  2Т913В 12  пс 

КТ913А 18  пс 

Активная  емкость  коллектора  * при  6/КБ  = 28  В,  ти- 
повое значение: 

2Т913А,  КТ913А 1,3  пФ 

2Т913Б,  КТ913Б 2,5  пФ 

2Т913В.  КТ913В 2,7  пФ 

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора* 
при  6/КБ  = 28  В,  типовое  значение: 

2Т913А,  КТ913А 4 пФ 

2Т913Б,  КТ913Б 8,0  пФ 

2Т913В,  КТ913В 8,2  пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение: 

2Т913А,  КТ913А 0,7  нФ 

2Т913Б,  КТ913Б 1,5  пФ 
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2Т913В,  КТ913В 1,5  пФ 

Сопротивление  эмиттера*,  типовое  значение: 

2Т913А,  КТ9ІЗА 0,15  Ом 

2Т9ІЗБ,  КТ913Б 0,1  Ом 

2Т913В,  КТ913В 0,05  Ом 

Сопротивление  базы*  типовое  значение: 

2Т913А,  КТ913А  . . . . , 3 Ом 

2Т913Б,  КТ913Б 1,5  Ом 

2Т913В,  КТ913В . 1,1  Ом 

Индуктивность  вывода  базы  * на  расстоянии  3 мм  от 
корпуса,  типовое  значение: 

2Т913А,  КТ913А 3 нГн 

2Т913Б,  2Т913В,  КТ913Б,  КТ913В 2,5  нГн 

Индуктивность  вывода  коллектора  * на  расстоянии  3 мм 
от  корпуса  2Т913А,  КТ913А,  2Т913Б.  КТ9ІЗБ,  2Т9ІЗВ, 

КТ9ІЗВ,  типовое  значение 2 нГн 

Индуктивность  вывода  эмиттера  * при  заземлении  обоих 
выводов  у основания,  типовое  значение: 

2Т913А,  КТ913А 0,55  нГн 

2Т913Б,  КТ913Б,  2Т913В,  КТ913В 0,25  нГн 

Граничное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /к  = 75  мА 
2Т913А,  2Т913Б,  2Т913В  не  менее 30  В 


Емкость  эмиттерного  перехода  * при  ІІЭЪ  = 0,  типовое 
значение: 


, 45  пФ 

2Т913Б,  КТ913Б,  2Т913В.  КТ913В 90  пф 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  * при 
/к  = 250  мА,  /Б  = 30  мА,  типовое  значение  ....  0 28  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  * при  /к  = 250  мА. 

I б = 30  мА,  типовое  значение 1,0  В 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Скэ  = 55  В, 

/?эб  = 10  Ом  не  более: 

2Т913А 10  мА 

2Т913Б,  2Т913В 20  мА 

КТ913А 25  мА 

КТ913Б,  КТ913В 50  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Сэб  = 3,5  В не  более: 

2Т913А,  2Т913Б,  2Т913В 1 мА 

КТ913А,  КТ913Б,  КТ913В 1,5  мА 

Полное  входное  сопротивление  в динамическом  режиме* 
на  /=1  ГГц  при  Скэ  = 28  В,  типовое  значение: 

2Т913А  при  Рвых  = 3 Вт (3  + у20)  Ом 

2Т913Б  при  Рвых  = 5 Вт .(1,2+у'16)Ом 

2Т913В  при  Р вых  ==  1 0 Вт .( 1 ,2  +_/)  4}  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
7?эб  = 1 0 Ом  : 

2Т913А,  2Т913Б,  2Т913В: 

при  Тх  < 398  К 55  В 
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при  Гк  = 213  К 45  В 

КТ913А,  КТ913Б,  КТ913В: 

при  < 358  К 55  В 

при  Тк  = 228  К 45  В 

Пиковое  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = Ю Ом  55  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т913А,  КТ913А 0,5  А 

2Т913Б,  2Т913В,  КТ913Б,  КТ913В ІА 

Импульсный  ток  коллектора: 

2Т913А,  КТ913А ІА 

2Т913Б,  2Т913В,  КТ913Б,  КТ913В 2 А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динамиче- 
ском режиме: 

2Т913А : 

при  Тк  « 328  К 4,7  Вт 

при  Гк  = 398  К 1,2  Вт 

2Т913Б: 

при  Гк  < 343  К 8 Вт 

при  Гц  = 398  К 2,5  Вт 

2Т913В: 

при  Гк  < 298  К 12  Вт 

при  Тк  = 398  К 2 Вт 

КТ913А : 

при  Тк  < 328  К 4,7 

при  Гк  = 358  К 3,2  Вт 

КТ913Б: 

при  Тк  < 343  К 8 Вт 

при  Гк  = 358  К 6,5  Вт 

КТ913В: 

при  Тк  « 298  К 12  Вт 

при  Тк  = 358  К 6 Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т913А,  КТ913А 20  К/Вт 

2Т913Б,  2Т913В,  КТ913Б,  КТ913В 10  К/Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т913А,  2Т913Б,  2Т913В От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ913А,  КТ913Б,  КТ913В От  228  до 

Гк  = 358  К 

Примечание.  В процессе  присоединения  выводов  температура 
корпуса  в любой  его  точке  не  должна  превышать  358  К.  Изгиб 
и обрезание  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм 
от  корпуса. 

При  эксплуатации  оба  вывода  эмиттера  должны  быть  симмет- 
рично соединены  в схеме.  На  частотах  менее  200  МГц  должны 
применяться  облегченные  режимы  при  пониженном  напряжении  пи- 
тания. 
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Транзисторы  2Т913А  и КТ913А  могут  быть  использованы  в ли- 
нейных усилителях  в режимах  при  (7КЭ  < 6 В,  /к  < 500  мА. 
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ента передачи  тока  на  высокой 
частоте  от  тока  коллектора. 
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Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 
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Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
тока  эмиттера. 


Ск,пФ 
10 

8 

6 

4 

2 

0 10  20  30  400кб,В 

Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


О 0, в 1,6  2,4  3,2Рвх,Вт 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимости  выходной  мощно-  Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор-  сти  и мощности  рассеивания 
эмиттер.  коллектора  от  фазы  коэффици- 

ента отражения  нагрузки  при 
рассогласовании. 


2Т916А,  КТ916А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности, 
генерирования,  умножения  частоты  в диапазоне  200-1000  МГц 
в режимах  с отсечкой  коллекторного  тока  при  напряжении  пита- 
ния 28  В. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с полосковыми  вы- 
водами. Обозначение  типа  указывается  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  /=1  ГГц,  Г/кэ  = 28  В, 

не  менее  

Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=  1 ГГц  при 

Ліых  = 20  Вт,  1/кэ  = 28  В не  менее 

типовое  значение  

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  на /=  1 ГГц 

при  Рвых  = 20  Вт,  1/кэ  = 28  В не  менее 

типовое  значение  

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 
і/кэ  = Ю В: 

при  /к  = 1 ,5  А не  менее 

при  /к  = 2,6  А не  менее 

при  /к  = 1,5  А,  типовое  значение 

Критический  ток*  при  1/кэ  = 10  В,  типовое  значе- 
ние   

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  * при  С7КЭ  =5  В,  /к  = 0,25  А,  типовое 

значение  

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  * при  /к  = 

= 0,25  А,  /Б  = 0,03  А,  типовое  значение 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  * при  /к  = 0,25  А, 

/Б  = 0,03  А,  типовое  значение 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {УКБ  = 30  В не 

менее 

типовое  значение  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 

= 10  В,  /э  = 100  мА,  /=  30  МГц  не  более 

типовое  значение  

Активная  емкость  коллектора  * при  Скэ  = 30  В,  типовое 

значение  

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора  * 

при  Скб  = 30  В,  типовое  значение 

Емкость  коллектор- эмиттер  *,  типовое  значение  . . . 


20  Вт 
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Сопротивление  базы*,  типовое  значение 0,7  Ом 

Сопротивление  эмиттера*,  типовое  значение 0,05  Ом 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  І/ЭБ  = 0,  типовое 

значение 190  пф 

Индуктивность  эмиттерного  вывода  при  симметричном 
заземлении  у основания  корпуса*,  типовое  значение  0,35  нГн 
Индуктивность  базового  вывода  у основания  корпуса  *, 

типовое  значение 1 нрн 

Индуктивность  коллекторного  вывода  у основания  кор- 
пуса *,  типовое  значение 0,6  нГн 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Скэ  = 55  В, 

Лэб  = Ю Ом  не  более 25  мА 

Обратный  ток  эмиттер-база  при  СЭБ  = 3,5  В не  более  4 мА 
Полное  входное  сопротивление  * при  /=  1 ГГц,  Цкэ  = 

= 28  В,  Рвык  = 20  Вт,  типовое  значение (2,2  + у' 17)  Ом 

Полное  сопротивление  нагрузки*  при  /=  1 ГГц,  Скэ  = 

= 28  В,  Рвт  = 20  Вт,  типовое  значение  . . . . (2  + /6)  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Тк  « 298  К ■ 55  в 

при  Гк  = Гк  45  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
7?эб  = Ю Ом : 

при  Гк  < 298  К 55  В 

при  Тк  — Тк  45  В 

Пиковое  напряжение  коллектор-эмиттер  в динамическом 

режиме 55  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  в 

Постоянный  ток  коллектора 2 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 5 нс,  С*  = 10  4 А 

Постоянный  ток  базы 1 д 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

при  Тк  « 298  К . . . 30  Вт 

при  Тк=  358  К 16,7  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 4,5  К/Вт 

Температура  перехода 

2X9 16А 433  К 

КТ9,6А 398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т9І6А От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ916А От  228  до 

Тк  = 358  К 


Примечание.  При  температуре  менее  433  К ограничений  на 
место  пайки  выводов  не  накладывается. 
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Зависимость  критического  тока  Зависимость  граничной  частоты 
от  напряжения  коллектор-эмит-  от  тока  коллектора, 

тер. 


Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
тока  эмиттера. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимость  коэффициента  по- 
лезного действия  от  входной 
мощности. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
эмиттер. 


КТ918А,  КТ918Б 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  применения  при  включении  с общей  базой 
в схемах  усилителей  мощности  и генераторах  на  частотах  от  1 до 
3 ГГц  при  напряжении  питания  до  20  В герметизированной  ап- 
паратуры. 

Выпускаются  в керамическом  корпусе  с частичной  герметизацией 
с гибкими  ленточными  выводами.  Обозначение  типа  приводится 
на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,15  г. 


§ 

«г 

' 

-п 

Ьь ~ 

н- 

к) 

«5Г 

1Б 

1 

г=±. 

Л 

1-  Кг 

га 

Эмиттер  Коллектор 

ТК-^гі- 


'<2 

— 7 — 

и 

Ж 

/і X N 

■ 

— I 1 1 

ф 

1— а 

- 

АГ 

База 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  1/КБ  = 20  В,  /=  3 ГГц, 


типовое  значение: 

КТ918А  при  Рвх  = 125  мВт 250  мВт  . 

КТ918Б  при  Рвх  = 250  мВт 500  мВт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  не  менее 2 
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Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  Ѵкз  = 10  В,  /к  = 100  мА 
не  менее: 

КТ918А 

КТ918Б 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  І/КБ  = 
= 10  В,  /3  = 30  мА,  /=  100  МГц  не  более' 

КТ918А 

КТ918Б 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 15  В,  / = 

= 10  МГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  І/БЭ  = 0,  /=  10  МГц 

не  более 

Обратный  ток  коллектора  при  0КБ  = 30  В не  более 
Обратный  ток  эмиттера  при  ПБЭ  = 2,5  В не  более 


0,8  ГГц 
1,0  ГГц 


15  нс 
4 нс 

4,2  пФ 

15  пФ 
2 мА 
100  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме 


(при  />  1 ГГц): 

при  Тк  < 298  К 2 5 Вт 

при  Тк  = 358  К ГЗ  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 50  К/Вт 

Температура  перехода 423  к 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

358  К 


Примечание.  Монтаж  транзистора  в микросхему  осуществля- 
ется  путем  припайки  корпуса  транзистора  к теплоотводящей  по- 
верхности. 

Теплоотвод,  на  который  монтируется  транзистор,  должен  быть 
облужен  оловом  толщиной  10  мкм  или  серебром  толщиной  10  мкм. 

Основание  корпуса  перед  пайкой  необходимо  обезжирить  эти- 
ловым спиртом  с помощью  ватного  тампона. 

В качестве  припоя  можно  использовать  сплавы  с температурой 
плавления  менее  423  К.  Например,  индий  — серебро  (3%)  или  индий  — 
олово  (48  %)  (применение  других  припоев  не  допускается).  При- 
пой прокатывается  до  толщины  0,05  — 0,07  мм  и нарезается  на 
прямоугольники  размером  2,6  х 4 мм,  обезжиривается  кипячением 
в четыреххлористом  углероде. 

Место  монтажа  транзистора  на  теплоотвод  смачивается  спирто- 
вым раствором  канифоли,  после  чего  монтируется  транзистор. 

Пайка  транзистора  на  теплоотвод  производится  в печи  с инерт- 
ной атмосферой  при  температуре  не  более  473  К. 

Пайка  выводов  эмиттера  и коллектора  производится  с помощью 
микропаяльника  мощностью  не  более  15  Вт  на  расстоянии  3 мм  от 
корпуса.  Время  пайки  не  должно  превышать  3 с. 
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Допускается  пайка  выводов  на  расстоянии  менее  3 мм  от  кор- 
пуса, если  при  этом  температура  корпуса  не  превышает  443  К. 

Изгиб  выводов  допускается  на  расстоянии  не  более  3 мм  от 
корпуса  транзистора  с радиусом  закругления  1,5  — 2 мм.  При  из- 
гибе должна  быть  обеспечена  неподвижность  участка  вывода  между 
местом  изгиба  и корпусом  прибора. 


2Т919А,  2Т919Б,  2Т919В,  КТ919А,  КТ919Б, 
КТ919В,  КТ919Г 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  гене- 
рирования, умножения  частоты  в диапазоне  0,7  — 2,4  ГГц  в режимах 
с отсечкой  коллекторного  тока  при  напряжении  питания  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамических  корпусах  с полосковыми 
выводами.  Транзисторы  КТ919А,  КТ919Б,  КТ919В,  КТ919Г  имеют 
дополнительную  пластмассовую  оболочку.  Условное  обозначение  типа 
дается  на  верхней  части  корпуса:  транзисторов  2Т919А  - буква  А 
и зеленая  точка,  2Т919Б  - буква  Б и черная  точка,  2Т919В - 
буква  В и белая  точка.  Обозначение  типа  дается  на  этикетке. 
Обозначение  типа  транзисторов  КТ9І9А,  КТ919Б,  КТ919В,  КТ919Г 
дается  на  верхней  части  корпуса. 

Масса  транзисторов  не  более  2,2  г. 


го 
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зистора 

ММ 

2Т919  А 
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2Т919В 
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КТ 919  А 
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ФЭ,2 

КТ  919  Б 

7,5 

Г 

КТ 91 9 Б 

7,5 

СЪ 

\( 

КТ919Г 

7,5 

и 

15 

Коллектор 

База 


Эмиттер 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  на  /=  2 ГГ ц при  (УКБ  = 28  В, 

/?эБ  — 0,4  Ом: 

2Т919А,  КТ9І9А  при  Рвк  = I Вт: 

не  менее 3,5  Вт 

типовое  значение 4,4  Вт 

2Т919Б,  КТ919Б  при  />вч  = 0,5  Вт: 

не  менее 1,6  Вт 

типовое  значение 2 Вт 

2Т919В,  КТ919В  при  />вх  = 0,2  Вт: 

не  менее 0,8  Вт 

типовое  значение I Вт 

КТ919Г  при  Рт  = 1 Вт: 

не  менее 3 Вт 

типовое  значение 3,5  Вт 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  на 
/=  2 ГГц  при  С/КБ  = 28  В,  ЛЭБ  = 0,4  Ом: 

2Т919А,  КТ919А  при  /’вх  = I Вт,  типовое  зна- 
чение   33% 

2Т919Б,  КТ919Б  при  Рех  = 0,5  Вт,  типовое 

значение 30  % 

2Т919В,  КТ919В  при  Рт  — 0,2  Вт,  типовое 

значение 25  % 

КТ919Г  при  Евх  = 1 Вт,  типовое  значение  ...  30  % 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при / = 300  МГц, 

1/КБ  = 10  В не  менее: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г  при  /к  = 0,5  А . . . . 4,5 

2Т919Б,  КТ919Б  при  /к  = 0,25  А 4,5 

2Т919В,  КТ919В  при  /к  = 0,1  А 4^5 

Критический  ток  при  6/КБ  = 10  В не  менее: 

2Т919А,  КТ919А 1,1  А 

2Т919Б,  КТ919Б 0*5  А 

2Т919В,  КТ919В 0,22  А 

КТ919Г ’ 1 А 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  = 28  В: 

2Т9І9А  не  более 10  пФ 

2Т919Б  не  более 6,5  пФ 

2Т919В  не  более 4,5  пФ 

КТ919А,  типовое  значение 8*  пФ 

КТ919Б,  типовое  значение 5,3*  пФ 

КТ919В,  типовое  значение 4,0*  пФ 

КТ919Г,  типовое  значение 7*  пФ 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 
/=  30  МГц,  [/КБ  = 10  В,  /э  = 50  мА  не 

более 2,2  пс 

Активная  емкость  коллектора  * при  (/кБ  = 28  В, 
типовое  значение: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г 2,5  пФ 
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2Т919Б,  КТ919Б 
2Т919В,  КТ919В 


Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллек- 
тора * при  СКБ  = 28  В: 


2 і 919А,  КТ919А,  КТ919Г,  типовое  значение  . . 
2Т919Б,  КТ919Б,  типовое  значение  , 

2Т919В,  КТ919В,  типовое  значение 

7,5  пФ 
4 пФ 

2 пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение - 
2Т919А,  КТ919А,  КТ9І9Г  . 

2Т919Б,  КТ919Б  . . 

2Т919В,  КТ919В  . . 

0,4  пФ 
0,2  пФ 
0,1  пФ 

Емкость  вывода  эмиттера  на  корпус  *,  типовое  зна- 
чение   

Емкость  вывода  коллектора  на  корпус  *,  типовое 
значение  , 

2,7  пФ 

1,9  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  ЦЭБ  = 0,  типо- 
вое значение: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г  . . . 

2Т9І9Б,  КТ919Б  .... 

2Т9І9В.  КТ919В  .... 

50  пФ 
25  пФ 
12  пФ 

Сопротивление  эмиттера*  2Т919А,  КТ919А.  КТ919Г, 
типовое  значение  . . 

0.14  Ом 

Сопротивление  базы*,  типовое  значение- 
2Т919А,  КТ9І9А,  КТ919Г 

2Т919Б,  КТ919Б  . . . 

2Т9І9В,  КТ919В  . . . 

0,5  Ом 

1 Ом 

2 Ом 

Сопротивление  коллектора*,  типовое  значение: 

2Т919А,  КТ919А.  КТ919Г  . , 

2Т9І9Б.  КТ919Б  . . . 

2Т9І9В,  КТ919В  . , 

0,7  Ом 
1,4  Ом 

3 Ом 

Индуктивность  вывода  базы  внутренняя*,  типовое 
значение: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г 

2Т919Б,  КТ919Б 

2Т919В,  КТ919В 

0,14  нГн 
0,22  нГн 
0,3  нГн 

Индуктивность  вывода  эмиттера  внутренняя*,  типовое 
значение: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г  . . . 

2Т919Б,  КТ919Б 

2Т919В,  КТ919В  .... 

0,7  нГн 
0,9  нГн 
1,1  нГн 

Индуктивность  вывода  коллектора  внутренняя*, 
типовое  значение  .... 

1,5  нГн 
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Обратный  ток  коллектора  при  (/КБ  = 45  В не  более- 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г  .......  ю МА 

2Т919Б,  КТ919Б 5 мд 

2Т919В,  КТ9І9В 2 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵэъ  = 3,5  В не  более- 

2Т919А,  КТ919А,  КТ9І9Г 2 мА 

2Т919Б,  КТ919Б I мА 

2Т919В,  КТ9І9В ! ! 0,5  мА 

Полное  входное  сопротивление*  при  /=  2 ГГц, 

С/Кб  = 28  В,  Явх=  1 Вт,  Рвых  = 4,5  Вт  2Т9І9А, 

типовое  значение (2,2  + у]  6)  Ом 

Полное  сопротивление  нагрузки  * при  /=  2 ГГц, 
і/кб  = 28  В,  />вх  = I Вт,  Р вых  = 4,5  Вт  2Т919АІ 
типовое  значение (2,1  — /2,5)  Ом 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2Т919А,  2Т919Б,  2Т919В  при  Ту  < 398  К ...  . 45  В 

КТ919А,  КТ919Б,  КТ919В,  КТ919Г: 

при  Т%  = 298  4-  373  К 45  В 

при  Гк  = 228  К 40  в 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г 07  А 

2Т919Б,  КТ919Б ‘ ’ 0 35  А 

2Т919В,  КТ919В ’ о 2 А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 20  мкс  (9  = 50 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г 1 5 А 

2Т919Б,  КТ919Б ' 0'7  А 

2Т919В,  КТ919В ' 0^4  д 

Постоянный  ток  базы: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г 02  А 

2Т919Б,  КТ919Б 0 1 А 

2Т919В,  КТ919В 0,05  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

2Т919А : 

при  Тк  « 298  К Ю Вт 

при  Тк  = 398  К 1 7 Вт 

2Т919Б: 

при  Тк  < 298  К 5 Вт 

при  Гк  = 398  К і Вт 

2Т919В : 

при  Тк  < 298  К 3 25  Вт 

при  Тк  = 398  К : ; : ; 0Л5ВТ 

КТ919А,  КТ919Г : 

при  Тк  < 298  К Ю Вт 

при  7;  = 373  К 3,8  Вт 
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КТ919Б: 

при  Гк  < 298  К 5 Вт 

при  Гк  = 373  К 2 Вт 

КТ919В : 

при  Гк  < 298  К 3 25  Вт 

при  Г,  = 373  К 1,35  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г 12  К/Вт 

2Т919Б,  КТ919Б 25  К/Вт 

2Т919В,  КТ919В 40  К/Вт 

Температура  перехода 42з  ^ 

Температура  окружающей  среды: 

2Т919А,  2Т919Б,  2Т919В От  213  до 

КТ919А,  КТ919Б,  КТ919В,  КТ919Г От  З^Гдо 


’ > иг  аіъ  до 

Гк  = 373  К 

Примечание.  Изгиб  и пайка  выводов  разрешаются  на  рас- 
стоянии не  менее  3 мм  от  корпуса  при  Г < 573  К.  Допускается 
пайка  на  расстоянии  менее  3 мм  от  корпуса  при  Т < 423  К в те- 
чение времени  не  более  3 с. 

Допускается  применение  транзисторов  в статических  режимах: 

2Т919А,  КТ919А,  КТ919Г  при  С/КБ  < 7 В,  /*  « 0,5  А:  2Т919Б, 

КТ919Б  при  С/кб«7  В,  /к  « 0,25  А;  2Т919В,  КТ919В  при 
. ѴКБ  < 9 В,  /к  « 0,15  А. 

Допускаются  режимы  рассогласования  нагрузки  при  С/Кѣ  = 28  В 
с ^ст(/=3  при  средней  мощности,  рассеиваемой  на  коллекторе,  не 
превышающей  допустимую. 


Зависимость  граничной  частоты  Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора.  от  тока  коллектора. 
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Зависимость  постоянной  време-  Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  то-  ни  цепи  обратной  связи  от  то- 
ка коллектора.  ка  коллектора. 


о ю го  иКБ,  в 
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г9 19  А 

г 

Т919Б 

Т919Е 

'2Т91 

9В,  К1 

Г919В 

О 1,0  2,0  3,0  4,0  % ,в 


Зависимости  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 
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Зависимости  выходной  мощ- 
ности и коэффициента  полез- 
ного действия  от  входной  мощ- 
ности. 


Вт 

— 

’вых 

0 к> 

р 

2Т9 

>КБ  2 

г- 

19Б, 

■28 

КТ9 

3,Р- 

-0, 

19Б- 

• гг 

50м 

Ч,- 

О 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5Рвх,Вт 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 
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Зависимости  выходной  мощно-  Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного  сти  от  частоты, 

действия  от  входной  мощности. 


Зависимость  выходной  мощ-  Зависимости  выходной  мощно- 
ности  и коэффициента  полез-  сти  и коэффициента  полезного 
ного  действия  от  частоты.  действия  от  сопротивления 

эмиттер-база. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  коллек- 
тор-база. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  коллек- 
тор-база. 
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я/3  2я/3  я Чл/3  5л/3  рад 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти, рассеиваемой  мощности 
коллектора  и коэффициента 
стоячей  волны  на  входе  от  от- 
носительной фазы  коэффициента 
отражения  нагрузки  при  рас- 
согласовании. 


2Т925А,  2Т925Б,  2Т925В,  КТ925А,  КТ925Б, 
КТ925В,  КТ925Г 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности 
на  частотах  200  — 400  МГц  при  напряжении  питания  12,6  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  лен- 
точными выводами  и монтажным  винтом.  Обозначение  типа  при- 
водится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4,5  г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  С/кэ  = 1 2,6  В,  /=  320  МГц 
Гк  < 338  К: 


К1Ѵ25А 2 Вт 

кт925Б 5 вт 

2Т925Б 7 Вт 

кт925г ; ; ; ; ; і5  вт 

2Т925В,  КТ925В 20  Вт 


Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=  320  МГц: 

2Т925А,  КТ925А  при  РВЬІХ  = 2 Вт  не  менее  ....  6,3 

типовое  значение  7* 

КТ925Б  при  Рвых  = 5 Вт  не  менее 5 

2Т925Б  при  .Рвых  = 7 Вт  не  менее 4 

типовое  значение 6* 

2Т925В,  КТ925В  при  Рвых  = 20  Вт  не  менее  ....  3 

типовое  значение 3,2* 

КТ925Г  при  Рвых  =15  Вт  не  менее 2,5 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора 

типовое  значение 60  % 

2Т925А,  2Т925Б 63*% 

2Т925В 70  * % 

КТ925А,  КТ925Б,  КТ925В,  КТ925Г  не  менее  ....  55  % 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц, 

Гкэ  = 10  В: 

2Т925А  при  /к  = 0,6  А не  менее 6 

типовое  значение  14* 

2Т925Б  при  /к  = 0,8  А не  менее  .......  6 

типовое  значение  17* 

2Т925В  при  /к  = 1,0  А не  менее 5 

типовое  значение . 10* 

КТ925А  при  /к  = 0,6  А не  менее 5 

КТ925Б  при  /«  = 0,8  А не  менее 5 

КТ925В,  КТ925Г  при  /к  = 1,0  А не  менее  ....  4,5 

Критический  ток  коллектора  при  С/кэ  = 10  В, /=  100  МГц 
не  менее: 

2Т925А,  КТ925А 0,8  А 

2Т925Б,  КТ925Б 1,0  А 

2Т925В,  КТ925В 4,5  А 

КТ925Г 4,0  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  = 

= 10  В.  /=  5 МГц: 

2Т925А,  КТ925А  при  /э  = 30  мА  не  более  ....  20  пс 

типовое  значение 8*  пс 

2Т925Б,  КТ925Б  при  /э  = 30  мА  не  более  ....  35  пс 

типовое  значение 22*  пс 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г  при  /э  = 100  мА  не 

более 40  пс 

типовое  значение 15*  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С /КБ  = 12,6  В, 

/=  5 МГц: 

2Т925А,  КТ925А  не  более 15  пФ 

типовое  значение 9,5*  пФ 

2Т925Б,  КТ925Б  не  более 30  пФ 

типовое  значение 16*  пФ 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г  не  более 60  пФ 

типовое  значение 44*  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  ГКэ  = 36  В, 
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Лэб  =100  Ом  те  более: 
при  Т=  298  К: 

2Т925А 

КТ925А 

2Т925Б  

КТ925Б 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г  .... 

при  Т=  358  К: 

КТ925А' 

КТ925Б  . . 

КТ925В,  КТ925Г ’ 

при  Г = 398  К : 

2Т925А 

2Т925Б ' ’ 

2Т925В  ’ 

Обратный  ток  эмиттера  не  более: 
при  Г = 298  К : 

2Т925А  при  С/ЭБ  = 4 В . . . . 

2Т925Б  при  1/э  Б = 4 В . . . 

2Т925В  при  (УЭБ  = 3,5  В . . . . 
при  Т = 358  К : 

КТ925А 

КТ925Б 

КТ925В,  КТ925Г 

при  Т = 398  К: 

2Т925А  при  І/ЭБ  = 4 В . . 

2Т925Б  при  [/ЭБ  = 4 в . . . 

2Т925В  при  (/ЭБ  = 3,5  В . . . 

Индуктивность  выводов*: 

2Т925А,  КТ925А: 

эмиттерного 

коллекторного  

базового  

2Т925Б,  КТ925Б: 

эмиттерного 

коллекторного  

базового  

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г: 

эмиттерного 

коллекторного  

базового  

Емкости  выводов  относительно  корпуса*: 

эмиттер-корпус 

коллектор-корпус  

база-корпус 


5 мА 
7 мА 
10  мА 
12  мА 
30  мА 


14  мА 
24  мА 
60  мА 


10  мА 
20  мА 
60  мА 


2 мА 
5 мА 

5 мА 

8 мА 
16  мА 
20  мА 


4 мА 
10  мА 
10  мА 


1,2  нГн 
2,4  нГн 
2,6  нГ н 

1,0  нГн 
2,4  нГн 
2,4  нГн 

1,0  нГн 
2,4  нГн 
2,4  нГн 


1.84  пФ 
1,53  пФ 
0,96  пФ 


724 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

ЛБЭ  < 100  Ом 36  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 36  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база: 

2Т925А,  КТ925А,  2Т925Б,  КТ925Б 4 В 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора : 

2Т925А,  КТ925А 0,5  А 

2Т925Б,  КТ925Б 1,0  А 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г 3,3  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  косинусоидальной 

форме  импульса: 

2Т925А,  КТ925А 1,0  А 

2Т925Б,  КТ925Б 3,0  А 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г 8,5  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме: 
при  Гк  < 313  К : 

2Т925А,  КТ925А 5,5  Вт 

2Т925Б,  КТ925Б . 1 1 Вт 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г . . 25  Вт 

при  Гк  = 398  К : 

2Т925А 1,25  Вт 

2Т925Б 2,5  Вт 

2Т925В 5,7  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т925А,  КТ925А  . . . '. 20  К/Вт 

2Т925Б.  КТ925Б 10  К/Вт 

2Т925В,  КТ925В,  КТ925Г 4,4  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т925А,  2Т925Б,  2Т925В От  213  до 

Гк  = 398  К 

КТ925А,  КТ925Б,  КТ925В,  КТ925Г От  233  до 

Тк  = 358  К 

Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса  по  методике,  не  приводящей  к наруше- 
нию конструкции  и герметичности  транзистора.  Пайку  необходимо 
проводить  при  температуре  не  выше  543  К в течение  времени 
не  более  5 с. 

Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  5 мм 
от  корпуса  без  передачи  усилия  на  керамическую  часть,  без  нару- 
шения герметичности  и с сохранением  обозначения  коллекторного 
вывода. 


Зависимость  граничной  частоты  Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора.  от  тока  коллектора. 


1200 

900 

300 

0 2 4 6 8 10  ІК)  А 


г 

Т92 

5 В,  К 

Т92 

— 

ЗВ 

иКЭ 

= 11 

ТВ 

Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


200  ЗОО  400  Г,  МГц 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  частоты. 


200  300  400  Г,  МГц 

Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  частоты. 


200  300  400  Г,  МГц 


О 4 8 12  16  200КБ,В 


Зависимость  коэффициента  уси-  Зависимость  емкости  коллектор- 
ления  по  мощности  от  частоты.  ного  перехода  от  напряжения 

коллектор-база. 


Гн, пс 
50 

40 

30 
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10 

О 0,2  0,4  0,6  0,8  1,01 к, А 
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Зависимость  постоянной  време-  Зависимость  модуля  коэффици- 

ни  цепи  обратной  связи  от  тока  ента  передачи  тока  от  напря- 
коллектора.  жения  коллектор-эмиттер. 
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2Т930А,  2Т930Б,  КТ930А,  КТ930Б 

Транзисторы  кремниевые 
эпитаксиально-планарные  п-р-п 
генераторные  сверхвысокочас- 
тотные. 

Предназначены  для  приме- 
нения в схемах  широкополос- 
ных усилителей  мощности  клас- 
са С,  умножителях  частоты  и 
автогенераторах  на  частотах 
100  — 400  МГц  при  напряжении 
питания  28  В. 

Выпускаются  в металлоке- 
рамическом корпусе  с гибкими 
ленточными  выводами.  Транзистор  содержит  внутреннее  согласую- 
щее ГС-звено.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  7 г. 


Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  і/кэ  = 28  В,  / = 400  МГц, 

Д « 313  К'. 

2Т930А,  КТ930А 40  Вт 

2Т930Б,  КТ930Б 75  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=  400  МГц, 
не  менее: 

2Т930А  при  Дых  = 40  Вт 6 

2Т930Б  при  Дых  = 75  Вт 4 

КТ930А  при  Дых  = 40  Вт 5 

КТ930Б  при  Дых  = 75  Вт 3,5 

Коэффициент  полезного  действия: 

2Т930А,  КТ930А  не  менее 50  % 

типовое  значение 65* 

2Т930Б,  КТ930Б  не  менее 50  % 

типовое  значение 58*  % 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером*  при  Скэ  = 5 В,  /к  = 0,5  А, 
типовое  значение: 

2Т930А,  КТ930А 40 

2Т930Б,  КТ930Б 50 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  300  МГц, 

Скэ = 1 0 В : 

2Т930А,  КТ930А  при  /«  = 2,5  А не  менее  ....  1.5 

типовое  значение 3,0* 

2Т930Б,  КТ930Б  при  /к  = 5 А не  менее 2 

типовое  значение 3,2* 

Критический  ток  коллектора  * при  (/«э  = 5 В, 

/ = 300  М Гц,  типовое  значение : 
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2Т930А,  КТ930А 8 А 

2Т930Б,  КТ930Б 20  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при 
(/КБ  =Ю  В,  /э  = 0,5  А,  / = 5 МГц,  типовое  значение: 

2Т930А,  КТ930А 8 пс 

2Т930Б,  КТ930Б 11  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 28  В, 

/=  30  МГц: 

2Т930А,  КТ930А  не  более 80  пФ 

типовое  значение 62*  пФ 

2Т930Б,  КТ930Б  не  более 170  пФ 

типовое  значение 130*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  Сэб  = 0,  /=  5 МГц, 
типовое  значение: 

2Т930А,  КТ930А 800  пФ 

2Т930Б,  КТ930Б 2000  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Г'кэ = 50  В, 

7?бэ  = 10  Ом,  Т = 298  К не  более: 

2Т930А,  КТ930А 20  мА 

2Т930Б,  КТ930Б 100  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Сэб  = 4 В,  Т = 298 
не  более: 

2Т930А,  КТ930А 10  мА 

2Т930Б,  КТ930Б 20  мА 


Индуктивность  внутреннего  ГС-звена*,  типовое  значение: 


2Т930А,  КТ930А 0,44  нГн 

2Т930Б,  КТ930Б 0,26  нГн 

Емкость  внутреннего  ГС-звена*,  типовое  значение: 

2Т930А,  КТ930А 450  пФ 

2Т930Б,  КТ930Б 650  пФ 


Индуктивность  выводов*,  типовое  значение: 
2Т930А,  КТ930А 
эмиттерного : 

при  / = 1 мм 

при  / = 3 мм 

коллекторного : 

при  1=1  мм 

при  / = 3 мм 

базового : 

при  / = 1 мм 

при  / = 3 мм 

2Т930Б,  КТ930Б 
эмиттерного : 

при  / = 1 мм 

при  1=3  мм 

коллекторного : 

при  / = 1 мм 

при  1=3  мм 


0,35  нГн 
0,54  нГн 

1,6  нГн 
2,03  нГн 

1,57  нГн 
2,05  нГн 


0,24  нГн 
0,43  нГн 


1,6  нГн 
2,03  нГн 
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базового : 

при  /=  1 мм і 42  нрн 

при  / = 3 мм 1.84  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  ппи 

^вэ  ^ Ю Ом 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т930А,  КТ930А 

2Т930Б,  КТ930Б  \ \ \ \ 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом 
режиме  при  Тк  < 313  К: 

2Т930А,  КТ930А  .... 

2Т930Б,  КТ930Б 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  ■ 

2Т930А 

2Т930Б 

КТ930А 

КТ930Б ’ ‘ ’ ' 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды: 

2Т930А,  2Т930Б 

КТ930А,  КТ930Б 


50  В 
4 В 

6 А 
10  А 


75  Вт 
120  Вт 

1,6  К/Вт 
1,0  К/Вт 
1,8  К/Вт 
1,2  К/Вт 
433  К 


От  213  до 
Г,  = 398  К 
От  233  до 
Л = 358  К 


Примечания:  1.  Допускается  работа  транзисторов  при 
сзчшс м Гц ; Лк  < 7 Вт  2Т930А,  КТ930А  и Ли  < 18,75  Вт  2Т930Б, 
КІУ.ОЬ  и непревышении  предельных  эксплуатационных  режимов. 


2,  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1 мм 
от  корпуса  методом,  не  приводящим  к нарушению  конструкции 
и герметичности  транзистора.  Пайку  разрешается  производить  при 
Т < 543  К в течение  времени  не  более  3 с. 

Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм 
от  корпуса  без  передачи  усилия  на  керамическую  часть  корпуса, 
без  нарушения  герметичности  и с сохранением  обозначения  кол- 
лекторного  вывода. 


Чистота  контактной  поверхности  теплоотводов  должна  быть  не 
менее  1,6.  Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоотводов 
должна  быть  не  более  0,04  мм.  Тепловое  сопротивление  корпус- 
теплоотвод  при  нанесении  теплопроводящей  смазки  типа  КПТ-8 


(ГОСТ  19783-74)  на 
0,3  К/Вт. 


поверхность  теплоотвода  транзистора  не  более 
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Зависимость  постоянной  вре-  Зависимость  емкости  коллектор- 
мени  цепи  обратной  связи  от  ного  перехода  от  напряжения 

тока  эмиттера.  коллектор-база. 


О 1 2 3 Ч 5 иЭѢ,в 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


О 10  20  30  ию,в 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


0 2 4-68  10 1 к,  А 

Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока  кол- 


лектора. 
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Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 
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2Т931А,  КТ931А 


Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  генера- 
торный сверхвысокочастотный. 

Предназначен  для  применения  в схемах  широкополосных  уси- 


лителей мощности  класса  С,  умно- 
жителях частоты  и автогенераторах 
на  частотах  50-200  МГц  при  на- 
пряжении питания  28  В. 

Выпускается  в металлокера- 
мическом корпусе  с гибкими  лен- 
точными выводами.  Транзистор 
содержит  внутреннее  согласующее 
ГС-звено.  Обозначение  типа  при- 
водится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  бо- 
лее 7 г. 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  при  (/кэ  = 28  В,  /=175  МГц, 

Тк  < 313  К 80  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=175  МГц 
при  Рвих  — 80  Вт  не  менее: 

2Т931А 4 

КТ931Б 3,5 

(Коэффициент  полезного  действия  коллектора  не 

менее 50  % 

типовое  значение  60*  % 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  * при  Скэ  =5  В,  /к  = 0,5  А, 

типовое  значение 25 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер*  при  /«  = 

= 0.5  А,  /Б  = 0, 1 А,  типовое  значение 0,09  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  100  МГц, 

(/|<э=Ю  В.  Ік  = 5 А не  менее 2,5 

типовое  значение 4.0* 

Критический  ток  коллектора*  при  Г/ку  =10  В, 

/=  100  МГц,  типовое  значение 22  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при 
1/кБ  = 'О  В,  /э  — 0.5  А,  /=5  МГц,  типовое  зна- 
чение   18  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/кб  = 28  В, 

/=  30  МГц  не  более 240  пФ 

типовое  значение 190*  пФ 

[Емкость  эмиттерного  перехода*  при  Сэб  = 0,  /=  5 МГц, 

типовое  значение 3200  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Скэ  = 60  В, 

ЛБЭ  = Ю Ом,  Т = 298  К не  более: 

2Т931 А 20  мА 

КТ931А 30  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Сэб  = 4 В не  более: 

при  Т = 298  К 10  мА 

Индуктивность  внутреннего  ЕС-звена  *,  типовое  зна- 
чение   0,43  нГн 

Емкость  внутреннего  ЕС-звена*,  типовое  значение  . . . 1600  пФ 

Индуктивность  выводов*,  типовое  значение: 
эмиттерного : 

при  /=  1 мм 0,29  нГн 

при  I—  3 мм 0,47  нГн 

коллекторного: 

при  / = 1 мм 1,6  нГн 

при  / = 3 мм 2,03  нГ н 

базового : 

при  /=  1 мм 1,47  нГн 

при  1=3  мм 1,92  нГн 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 

^ 10  Ом 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом 
жиме: 

при  Тк  < 313  К 

при  Тк  = 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды 

2Т931А 

КТ931А 


при 

60  В 
4 В 
15  А 
ре- 


150  Вт 
44  Вт 
0,8  К/Вт 
433  К 


От  213  до 
Гк  = 398  К 
От  213  до 
Т*  = 358  К 


Примечания:  1.  Допускается  работа  транзисторов  в классах 
А,  АВ,  В при  условии,  что  рабочая  точка  находится  в области 
максимальных  режимов. 

Допускается  работа  транзисторов  при  / > 200  МГц,  Рт  « 20  Вт 
и непревышении  предельных  эксплуатационных  режимов. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1 мм 
от  корпуса  методом,  не  приводящим  к нарушению  конструкции 
и герметичности  транзисторов.  Пайку  разрешается  производить  при 
Т < 543  К в течение  времени  не  более  3 с. 

Разрешается . обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм 
от  корпуса  без  передачи  усилия  на  керамическую  часть,  без  нару- 
шения герметичности  и с сохранением  обозначения  коллекторного 
вывода. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотводов  должна  быть  не 
менее  2,5. 

Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоотводов  должна 
быть  не  более  0,04  мм. 

Тепловое  сопротивление  корпус-теплоотвод  при  нанесении  тепло- 
отводящей пасты  типа  КПТ-8  (ГОСТ  19783-74)  на  поверхность 
теплоотвода  транзистора  не  более  0,3  К/Вт. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передами  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 
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Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


о 1.2  з иБЭ)в 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


2Т934А,  2Т934Б,  2Т934В,  КТ934А,  КТ934Б, 
КТ934В,  КТ934Г,  КТ934Д 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности 
класса  С,  в том  числе  при  амплитудной  модуляции  в умножи- 
телях частоты  и автогенераторах  на  частотах  более  100  — 400  МГц 
при  напряжении  питания  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  лен- 
точными выводами  и монтажным  винтом.  Обозначение  типа  приво- 
дится на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  4,5  г. 
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Выходная  мощность  при  6ГКЭ  = 28  В,  /=  400  МГц, 


Тк  <313  К: 

2Т934А,  КТ934А 3 Вт 

КТ934Г Ю Вт 

2Т934Б,  КТ934Б 12  Вт 

КТ934Д 20  Вт 

2Т934В,  КТ934В  . _ 25  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности: 

2Т934А,  КТ934А  не  менее 6 

типовое  значение  9* 

2Т934Б,  КТ934Б  не  менее 4 

типовое  значение 55» 

2Т934В,  КТ934В  не  менее 3 

типовое  значение  4* 

КТ934Г  не  менее 3 3 

КТ934Д  не  менее  . . • 2,4 


Коэффициент  полезного  действия  коллектора  не  менее  50  % 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером*  при  С/кэ  = 5 В,  /к  = 100  мА  2Т934А, 

КТ934А ; при  /к  ==  150  мА  2Т934Б,  КТ934Б;  при 
Ік  = 250  мА  2Т934В,  КТ934В,  типовое  значение  ....  50 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер*,  типовое 
значение : 

2Т934А  при  /к=100  мА,  /Б  = 20  мА 0,2  В 

2Т934Б  при  /к  = 150  мА,  /Б  = 30  мА 0,16  В 

2Т934В  при  /к  = 250  мА,  /Б  = 50  мА 0,12  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=100  МГц, 

V кэ  = 1 0 В : 

при  /к  = 0,1 5 А 2Т934А,  КТ934А;  при  /к  = 0,6  А 
2Т934Б,  КТ934Б;  при  /к  = 1,2  А 2Т934В,  КТ934В 


не  менее 5 

типовое  значение 9* 

при  /к  = 0,6  А КТ934Г;  при  /к  = 1,2  А КТ934Д 

не  менее 45 

Критический  ток  коллектора  при  СКэ  =10  В, 

/=  100  МГц: 

2Т934А,  КТ934А  не  менее 230  мА 


24  Полупроводниковые  приборы 
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типовое  значение 320*  мА 

2Т934Б,  КТ934Б  не  менее 1000  мА 

типовое  значение 1500*  мА 

2Т934В,  КТ934В  не  менее 2000  мА 

типовое  значение  3200*  мА 

КТ934Г  не  менее 900  мА 

КТ934Д  не  менее 1800  мА 


Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  1/КБ  = 10  В, 
/=  5 МГц: 

при  /к  = 0, 1 А 2Т934А,  КТ934А ; при  /к  = 0, 1 5 А 
2Т934Б,  КТ934Б ; при  /к  = 0,2  А 2Т934В,  КТ934В 


не  более 20  пс 

типовое  значение 5*  пс 

при  /к  = 0,15  А КТ934Г ; при  /к  = 0,2  А 

КТ934Д  не  более 25  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/КБ  = 28  В, 

/=5  МГц  не  более: 

2Т934А,  КТ934А 9 пф 

типовое  значение 6,5*  пФ 

2Т934Б,  КТ934Б,  КТ934Г 16  пФ 

типовое  значение 10*  пФ 

2Т934В,  КТ934В,  КТ934Д 32  пф 

типовое  значение 22*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  V ЭБ=  0,  / = 5 МГц: 

2Т934А,  КТ934А,  типовое  значение 30  пФ 

2Т934Б,  КТ934Б,  КТ934Г,  типовое  значение  . . . Г00  пФ 

2Т934В,  КТ934В,  КТ934Д,  типовое  значение  ....  200  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  (7КЭ  = 60  В, 

/?Бэ=  10  Ом,  Т = 298  К не  более: 

2Т934А 5 мА 

КТ934А 7,5  мА 

2Т934Б 10  мА 

2Т934Б,  КТ934Г 15  мА 

2Т934В 20  мА 

2Т934В,  КТ934Д 30  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (736  = 4 В,  Г = 298  К 
не  более:, 

2Т934А,  2Т934Б,  2Т934В 5 мА 

КТ934А,  КТ934Б,  КТ934Г 7,5  мА 

КТ934В,  КТ934А 8 мА 

Индуктивность  выводов  * : 

2Т934А,  КТ934А : 

эмиттерного 1,3  нГн 

коллекторного 2,5  нГн 

базового 3, 1 нГн 

2Т934Б,  КТ934Б,  КТ934Г: 

эмиттерного 1,2  н Гн 

коллекторного 2,5  н Гн 

базового 3,1  нГн 

2Т934В,  КТ934В,  КТ934Д: 
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эмиттерного 1,0  н Гн 

коллекторного 2,5  нГн 

базового 2,8  нГн 

Межэлектродные  емкости  корпуса  * : 

эмиттер-корпус 1,84  пФ 

коллектор-корпус 1,53  пФ 

база-корпус 0,96  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
^ 10  Ом ! 

при  Т < 298  К 60  В 

при  Т = 233  К 50  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

2Т934А,  КТ934А 0,5  А 

2Т934Б,  КТ934Б,  КТ934Г 1,0  А 

2Т934В,  КТ934В,  КТ934Д 2,0  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме 
при  Тк  < 298  К : 

2Т934А,  КТ934А 7,5  Вт 

2Т934Б,  КТ934Б,  КТ934Г 15  Вт 

2Т934В,  КТ934В,  КТ934Д 30  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т934А,  КТ934А 17,5  К/Вт 

2Т934Б,  КТ934Б,  КТ934Г 8,8  К/Вт 

2Т934В,  КТ934В,  КТ934Д 4,4  К/Вт 

Температура  перехода 433  К 

Температура  окружающей  среды: 

2Т934А,  2Т934Б,  2Т934В От  213  до  Гк  = 398  К 


КТ934А,  КТ934Б,  КТ934В,  КТ934Г,  КТ934Д  От  233  до  Тк  = 358  К 

Примечания:  1.  Допускается  работа  транзисторов  в классах 
А,  АВ,  В при  условии,  что  рабочая  точка  находится  в области 
максимальных  режимов. 

В схемах  транзисторных  генераторов,  усилителей  мощности, 
умножителях  частоты  допускается  работа  при  любых  значениях 
АГСТ  а (по  модулю  и фазе)  при  напряжении  питания  не  более 
(28  + 2,8)  В при  условии  непревышения  предельно  допустимых  ре- 
жимов эксплуатации. 

Допустимые  значения  Аст  ѵ при  любых  значениях  фазовых 


углов  и Гк  < 313  К: 

2Т934А  при  Лых  = 3 Вт 10 

2Т934Б : 

при  Лых  = 6 Вт 10 

при  Лых  = 7 Вт 5 

при  Лых  = 8,5  Вт 3 

2Т934В: 

при  Лшх  = 12  Вт Ю 

при  Лых  = 15  Вт 5 

при  Лых  = 20  Вт 3 
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2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм 
от  корпуса  методом,  не  приводящим  к нарушению  конструкции 
и герметичности  транзисторов.  Пайку  разрешается  производить  при 
Т < 543  К в течение  времени  не  более  5 с.  Разрешается  обре- 
зать выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм  от  корпуса  без  передачи 
усилия  на  керамическую  часть  корпуса,  без  нарушения  герметич- 
ности и с сохранением  обозначения  коллекторного  вывода.  Допус- 
кается пайка  выводов  на  расстоянии  не  менее  1 мм  от  корпуса 
методом,  не  приводящим  к нарушению  конструкции  и герме- 
тичности транзистора.  Пайку  следует  производить  в течение  вре- 
мени не  более  3 — 4 с,  при  Т < 493  К с теплоотводом  между  кор- 
пусом и местом  пайки.  Необходимо  защищать  корпус  прибора 
от  попадания  на  него  брызг  флюса  и припоя. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотвода  должна  быть  не 
менее  2,5.  Неплоскостность  контактной  поверхности  теплоотводов 
должна  быть  не  более  0,04  мм.  Для  уменьшения  контактного 
теплового  сопротивления  между  корпусом  и теплоотводом  следует 
применять  теплоотводящие  смазки. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 
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- а О 0,4  0,8  1,2  1,6  2,01 к,  А 


О 0,8  1,6  2,4  3,2  41 к, К 


Зависимость  модуля  коэффи-  Зависимость  модуля  коэффици- 
циента  передачи  тока  от  тока  ента  передачи  тока  от  тока  кол- 
коллектора.  лектора. 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


О 4 В 12  160КЗ,В 


О 0,2  0,4  0,8  0,8  1,01 к,  А 


Зависимость  критического  тока  Зависимость  постоянной  вре- 
от  напряжения  коллектор-эмит-  мени  цепи  обратной  связи  от 
тер.  тока  коллектора. 
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О 1 2 3 Ч 5 Од$у  В 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  Мощности. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер. 


743 


20 

1В 

12 

8 

8 


,Вт 

КТЭ38Б, 

— 

Чн  У 

С / & 

оно 

\н 

1 

Ре 

ЫХ  у 

тГ= 

800 

МГц 

4| 

-2,8  8т  — 

100 

80 

60 

80 


ѵ ^ Іи  & С/ 

Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 


25 

20 

15 

10 

5 


і Вт 

КТ938В' 

— 

ІИ  У 

ЛЬ 

>- 

ОНО 

/ 

' 

'Ч 

X 

^ Г-- 

= 800  МГц 

’е>  0 °т 
- 1 1 

100 

80 

60 

80 

20 


* “ икз>° 

Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  кол- 
лектор-эмиттер. 


2Т937А-2,  2Т937Б-2,  КТ937А-2,  КТ937Б-2 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные сверхвысокочастотные. 


жателя:  2Т937А-2  — буква  А и одна 
и одна  белая  точка,  КТ937А-2  - 
КТ937Б-2  — буква  Б и две  белые  то 
также  на  этикетке. 


Предназначены  для  работы 
в схемах  усиления  мощности, 
генерирования,  умножения  ча- 
стоты в диапазоне  0,9-5  ГГц 
в режимах  с отсечкой  кол- 
лекторного тока  в герметизи- 
руемой аппаратуре. 

Выпускаются  на  металло- 
керамическом держателе  с по- 
лосковыми выводами. 

Условное  обозначение  типа 
приводится  на  верхней  части  дер- 
зеленая  точка,  2Т937Б-2  - буква  Б 
буква  А и две  зеленые  точки, 
тки.  Обозначение  типа  приводится 


Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  на  /=  5 ГГц  при  1Л,е  = 21 
2Т937А-2,  КТ937А-2  при  /э  = 0,22  А Р = 1 

не  менее - 

типовое  значение 

2Т937Б-2  не  менее 

типовое  значение  

КТ937Б-2  при  /э  = 0,45  А,  Р„  = 2 Вт  не  менее  . 

типовое  значение 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора 


В: 

Вт 


на 


1.6  Вт 
2*  Вт 
4 Вт 
3,6*  Вт 
3,2  Вт 
3,8*  Вт 


/=5  ГГц  при  СКБ  = 21  В,  типовое  значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2  при  /э  = 0,22  А,  Рш  = 1 Вт  . . . 35  °„ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  при  /э  = 0,45  А,  Рт  = 2 Вт  . . . 38  °„ 

Фаза  коэффициента  передачи  тока  при  /=  1 ГГц, 

І/КБ  = 5 В не  более: 

2Т937А-2,  КТ937А-2  при  /э=0.15  А 0,297  рад 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  при  /э=0,3  А 0,279  рад 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока*  при 
(УкБ=5  В,  типовое  значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2  при  /э  = 0,15  А 6,5  ГГц 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  при  /э  = 0,3  А 6,5  ГГц 

Критический  ток  при  (/КБ  = 5 В не  менее: 

2Т937А-2,  КТ937А-2,  КТ937Б-2 0,2  А 

2Т937Б-2  0,4  А 

Критический  ток*  при  І/КБ  = 5 В,  типовое  значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2,  КТ937Б-2 0,4  А 

2Т937Б-2 0,8  А 

Модуль  коэффициента  обратной  передачи  напряжения 
в схеме  с общей  базой  при  (/Кб  = Ю В,  /=  100  МГц 
не  болеем 

2Т937А-2,  КТ937А-2  при  /э  = 50  мА 2,1  10“3 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  при  /э  = 80  мА 2,0  10“3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  * при /=  100  МГц, 
і/|сб  = Ю В,  типовое  значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2  при  /э  = 50  мА 0,78  пс 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  при  /э  = 80  мА 0,6  пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  V кБ  = 20  В не  более : 

2Т937А-2,  КТ937А-2 . 5,5  пФ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 7,5  пФ 

Емкость  коллекторного  перехода  * при  6/«Б  = 20  В,  типовое 
значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2 3 пФ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 4,5  пФ 

Активная  емкость  коллектора  * при  СКБ  = 20  В,  типовое 
значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2 0,3  пФ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 0,6  пФ 

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора  * 
при  С/кб  = 20  В,  типовое  значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2 1,35  пФ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 2.7  пФ 

Емкость  коллектор-эмиттер*,  типовое  значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2 0.35  пФ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 0.7  пФ 

Емкость  коллекторного  вывода  на  основание  держателя  *. 

типовое  значение 1.6  пФ 

Емкость  эмиттерного  вывода  на  основание  держателя*. 

типовое  значение 2 пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/эБ  = 0 не  более: 

2Т937А-2.  КТ937А-2 25  пФ 
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2Т937Б-2,  КТ937Б-2 

Сопротивление  эмиттера  *,  типовое  значение  • 

2Т937А-2,  КТ937А-2 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 ' [ ‘ ' 

Сопротивление  базы*,  типовое  значение- 
2Т937А-2,  КТ937А-2  . . . 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 ’ ' [ ) " ' * 

Последовательное  сопротивление  коллектора  *,  типовое 
значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2  .... 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 ..!!!.. 

Индуктивность  вывода  эмиттера  внутренняя  *,  типовое 
значение: 

2Т937А-2,  КТ937А-2  . 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  . . . . ’ ‘ ] ’ ' ‘ ' ] ‘ 

Индуктивность  вывода  базы  внутренняя  *•,  типовое 
значение: 

2Т937А-2.  КТ937А-2 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 ’ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 25  В не  более' 

2Т937А-2,  КТ937А-2 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 '!!!!!!! 

Обратный  ток  эмиттера  при  1/къ  =2,5  В не  более 
2Т937А-2,  КТ937А-2  .... 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 !!!!!. 

Полное  входное  сопротивление*  при  /=  4 ГГц 
Скб  = 21  В,  Рек  = 0,4  Вт,  Рвм  = 3,6  Вт!  Г)к  = 40 

Т^эб  = 0,  типовое  значение (і 

Полное  сопротивление  нагрузки  *,  типовое  значение  . 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  при  Т„ « 398  К 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Гк  < 398  К . . 

Постоянный  ток  коллектора  при  Гк  < 398  К- 

2Т937А-2,  КТ937А-2 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора 
2Т937А-2,  КТ937А-2  при  СКБ  = 6,5  В: 

при  Тк  « 353  К 

при  Г,  = 398  К ’ 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2  при  СКБ  = 5 В: 

при  Тк<  213  -г  353  К 

при  Тк  = 398  К ] ‘ ‘ ] 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

2Т937А-2,  КТ937А-2: 

при  Тк  < 298  К 

при  Тк  = 398  К ’ . ’ [ ' 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2: 


50  пФ 

0,5  Ом 
0,3  Ом 

1 Ом 
0,5  Ом 


1 Ом 
0,5  Ом 


0,9  нГн 
0,8  нГн 


0,35  нГн 
0,25  нГн 

2 мА 
5 мА 

0,2  мА 
0.5  мА 


0.5  + /15)  Ом 
(3  +у1)  Ом 


25  В 
2,5  В 

0,25  А 
0.45  А 


1,44  Вт 
0,44  Вт 

2,25  Вт 
0,25  Вт 


3,6  Вт 
0,7  Вт 
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при  Тк  < 298  К 7,4  Вт 

при  Гк  = 398  К 1,5  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т937А-2,  КТ937А-2 34,5  К/Вт 

2Т937Б-2,  КТ937Б-2 17  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды 

2Т937А-2,  2Т937Б-2 От  213  до 

7;  = 398  К 

КТ937А-2,  КТ937Б-2 От  213  до 

Т , = 373  К 


Примечания:  1.  Пайка  выводов  производится  на  расстоя- 
нии не  менее  3 мм  от  держателя  при  Т < 533  К,  допускается  обрезка 
и пайка  выводов  на  расстоянии  до  1 мм  от  держателя  при  Т < 423  К 
в течение  времени  не  более  3 с при  условии  фиксации  основания 
вывода.  Допускается  пайка  и обрезка  фланца  держателя  без  переда- 
чи механических  напряжений  на  керамические  детали  держателя 
при  Т < 423  К в течение  времени  не  более  3 с. 

2.  Не  рекомендуется  напряжение  питания  2Т937А-2,  КТ937А-2 
более  14  В и 2Т937Б-2  и КТ937Б-2  более  15  В в диапазоне  частот 
0,9— 1,4  ГГц,  для  всех  типов  более  18  В в диапазоне  частот 
1,4  — 2,5  ГГц  и более  21  В при  частоте  более  2,5  ГГц.  Статический 
режим  допускается  при  1/КБ  < 10  В и /к  < 50  мА. 


0 100  200  300  тіэ>мА 


0 200  т 600  6001 э ,м А 


Зависимость  модуля  коэффици-  Зависимость  фазы  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока  ента  передачи  тока  от  тока 

эмиттера.  эмиттера. 
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Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-база. 


2 Т937А  -2,  КТ937А  -2 
^•<1- 1 ! 1 

9376. 
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иКБ 

100  Г 
= 56 

Л Гн 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента обратной  передачи  напря- 
жения от  тока  эмиттеца. 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


Рвых,Вт _ 


0,2  0,4  0,6  0,8  Рвх, 


0,8  1,2  1,6Рвх,Вт 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  тока  коллектора. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  тока  коллектора. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  частоты. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти,  рассеиваемой  мощности  и 
коэффициента  стоячей  волны  на 
входе  от  фазы  коэффициента 
отражения  нагрузки  при  рас- 
согласовании с Л^т  и = 2 при 
сопротивлении  автоматическо- 
го смещения,  равном  нулю,  в 
режиме  оптимальной  нагрузки: 
(*СТ.  і/)вх  = 1,  /’вых  =1,3  Вт,  Р = 
= 1,6  Вт 


сти,  рассеиваемой  мощности  и 
коэффициента  стоячей  волны  на 
входе  от  фазы  коэффициента 
отражения  нагрузки  при  рас- 
согласовании с Х<.т  ѵ = 2 при 
сопротивлении  автоматическо- 
го смещения,  равном  нулю,  и 
при  компенсации  индуктивности 
базы  внешней  емкостью  в ре- 
жиме оптимальной  нагрузки: 
(*ет.  ц)вх  = 1,  Квых  = 1,4  Вт,  Р = 
= 1,1  Вт. 


2Т938А-2,  КТ938А-2 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  генера- 
торные  сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  генериро- 
вания,  умножения  частоты  в диапазоне  до  5 ГГц  в режимах  с от- 
сечкой коллекторного  тока  в герметизируемой  аппаратуре. 

Выпускаются  на  керамическом  держателе  с ленточными  выводами. 
Условное  обозначение  типа  — черная  точка  на  верхней  части  держателя. 
Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  0,15  г. 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  на  /=  5 ГГц,  1/КБ  = 20  В,  не  менее 
Коэффициент  усиления  по  мощности  на  /=  5 ГГц  при 

Ѵкъ  = 20  В,  Рвых  =1  Вт  не  менее 

типовое  значение  

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  на  / = 
= 5 ГГц  при  СКБ  = 20  В,  Рвых  =1  Вт  не  менее  . . . 

типовое  значение  

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  при 

(УКБ  = 3 В,  /к  = 0, 15  А не  менее 

Критический  ток  при  ІУ|<Б  = 3 В,  типовое  значение  . . . 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/«Б  = 20  В не 

более 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при / = 100  МГц, 

(УКБ  =10  В,  /э  = 50  мА  не  более 

типовое  значение  

Активная  емкость  коллектора  при  СКБ  = 20  В,  ти- 
повое значение  

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллектора 
при  С|<Б  = 20  В,  типовое  значение  ....... 

Емкость  коллектор-эмиттер,  типовое  значение  . . . . 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СэБ  = 2,5  В,  ти- 
повое значение  

Емкость  вывода  эмиттера  относительно  базы,  типовое 

значение  

Емкость  вывода  коллектора  относительно  базы,  ти- 
повое значение  

Сопротивление  базы,  типовое  значение 

Сопротивление  коллектора,  типовое  значение 

Индуктивность  вывода  базы  внутренняя,  типовое  зна- 


чение   0, 17*  нГн 

Индуктивность  вывода  эмиттера  внутренняя,  типовое 

значение 0,3*  нГн 

Индуктивность  вывода  коллектора  внутренняя,  типовое 

значение 0,5*  нГн 

Сопротивление  эмиттера,  типовое  значение 0,25*  Ом 

Обратный  ток  коллектора  при  (/«в  = 28  В не  более  ...  1 мА 
Обратный  ток  эмиттера  при  V эБ  = 2,5  В не  более  ...  0,1  мА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 28  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 0,18  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 
Скв  < 10  В: 

при  Гк=  298  К 1,5  Вт 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

при  Гц  = 298  К 2,5  Вт 


1 Вт 


2 


26% 

33% 

2 ГГц 
0,27  А 

4 пФ 

2 пс 
0,6*  пс 

0,3*  пФ 

1,2*  пФ 
0,5*  пФ 

7,5*  пФ 

0,35*  пФ 

0,5-*  пФ 
1,5*  Ом 
1*  Ом 
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Тепловое  сопротивление  переход-корпус 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды 
2Т938А-2  ......... 

КТ938А-2 


Примечание.  Держатель  транзистора  должен  припаиваться  к 
теплоотводу  при  Т < 473  К за  время  не  более  3 с при  усилии 
прижима  5 Н.  Допускается  прижим  держателя  к теплоотводу  с усилием 
20  Н без  пайки. 

Пайка  выводов  должна  производиться  на  расстоянии  не  менее 
3 мм  от  держателя,  при  Т < 423  К допускается  пайка  на  расстоянии 
до  1 мм  при  условии  жесткой  фиксации  основания  вывода  от- 
носительно держателя. 


50  К/Вт 
423  К 

От  213  до 
Гк  = 398  К 
От  228  до 
Тк  = 358  К 


»\ 

ч?  з 


2 ГЛ 
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/; 
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Л.%  = 10  В 
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55-Л 

і \ 

*кр  >А 
0,4 

0,3 

0,2 

0,1 
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2Г 

— 

ША 

— 

~2УК 

Т931 

ЗА -2 

Зависимость  граничной  частоты 
от  тока  коллектора. 


Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-база. 
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г93в 
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0,7 
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10  20  и «в,  в 


Зависимость  емкости  коллектор- 
ного перехода  от  напряжения 
коллектор-база. 


» 

— і — 
КТ938А 

-2, 

2Т938А 

2 

|_ 

Ч 

8кб 

= 10 

5 

ч 

0,5  

0 20  40  60  80  100 1 б, мА 

Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от 
тока  эмиттера. 
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О 100  200  ЗОО  400  Рвк> мВт 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  входной. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  напряжения  коллектор- 
база. 


2Т939А,  КТ939А 

Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  п-р-п  усилитель- 
ный сверхвысокочастотный. 

Предназначен  для  усилителей  класса  А с повышенными  требо- 
ваниями к линейности. 

Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  полос- 
ковыми выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока: 

при  Цкэ  = 12  В,  /э  = 0,2  А не  менее  ....  2500  МГц 

типовое  значение 3060*  МГц 

при  С/Кэ  = 15  В,  /к  = 50  мА  не  менее 2000  МГц 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  Ѵк  = 10  В. 

Аэ  = 50  мА,  /=  30  МГц  не  более 9 пс 

типовое  значение 4 6*  Пс 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером : 

при  1/кэ  = 12  В,  /к  = 200  мА 40  - 200 

типовое  значение 1 ] 3* 

при  ІГКЭ  = 5 В,  /к  = 50  мА 35  - 200 

Неравномерность  коэффициента  передачи  тока  в режиме 
малого  сигнала  при  1/кэ  =12  В,  /к  = 40  = 400  мА  не 

более 1,5 

типовое  значение 1,25* 

Граничное  напряжение  при  /э  = 30  мА  не  менее  ...  18  В 

типовое  значение  28*  В 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/КБ  =12  В не 

более 5,5  пФ 

типовое  значение 3,9*  ПФ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 30  В не  более  ...  1 мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 3,5  В не  более  ...  0,5  мА 
Емкость  эмиттерного  перехода*  при  1/ЭБ0  = 0 . . . . 15  — 23  пФ 

типовое  значение 17,5  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер*  при  Скэ  = 30  В не 
более 2 мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Тк  = 298  = 398  К 30  В 

при  Гк  = 213  К 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 

= 10  Ом: 

при  Тк  = 298  = 398  К 30  В 

при  Гк  = 213  К 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база  при  Г,  = 213  -г  398  К 3,5  В 
Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Тк  < 298  К 4 Вт 

при  Гк  = 398  К 0,8  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Гк  = 398  К 

Примечание.  При  эксплуатации  транзисторов  в режимах,  не 
выходящих  за  пределы  области  максимальных  режимов,  допускается 
их  применение  на  низких  частотах  вплоть  до  статического  режима. 
Пайка  выводов  допускается  при  условии,  что  температура  корпуса 
в любой  точке  не  будет  превышать  423  К.  Изгиб  выводов 
допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса  транзистора. 
Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
корпуса.  Оба'эмиттерных  вывода  должны  быть  симметрично  соединены 
в электрической  схеме. 
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Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  граничной  частоты 

фициента  передачи  тока  от  тока  от  тока  коллектора, 

коллектора. 


Зависимость  емкости  коллектор-  Зависимость  тока  коллектора 
ного  перехода  от  напряжения  от  напряжения  коллектор-эмит- 
коллектор-база.  тер. 


2Т942А,  2Т942Б,  КТ942В 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  гене- 
раторные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  работы  в схемах  усиления  мощности,  гене- 
рирования, умножения  частоты  в диапазоне  0,7  — 2 ГГц  в режимах 
с отсечкой  коллекторного  тока  при  напряжении  питания  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с полосковыми 
выводами.  Условное  обозначение  типа  дается  на  верхней  части 
корпуса:  2Т942А  - буква  А,  2Т942Б  - буква  Б,  КТ942В  - буква  В 
и красная  точка.  Обозначение  типа  дается  также  в этикетке. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  на  /=2  ГГц  при  1/КБ  = 28  В, 


2Т942А,  КТ942В  не  менее 8 Вт 

типовое  значение 9 Вт 

2Т942Б  не  менее 6 Вт 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  на 
/=  2 ГГц  при  (7кб  = 28  В,  Рвх  = 4 Вт,  типовое  значе- 

ние 30  % 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  ГКБ  = 10  В, 

/э=1,2  А,  /=  300  МГц  не  менее 6,5 

типовое  значение ]),4* 

Критический  ток  при  СКб  = Ю В,  /=  300  МГц  не  менее 

2Т942Б,  КТ942В ] 5 д 

2Т942А Гб  А 

типовое  значение  2Т942А 2,5  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СКБ  = 10  В, 

/э  = 150  мА,  /=  30  МГц  не  более: 

2Т942А  2,2  пс 

2Т942Б 2,5  пс 

КТ942В 3 пс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  (/КБ  = 28  В не 

б°лее 22  пФ 

типовое  значение 16.5*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  Г'эв  = 0,  типовое 

значение ПО  пФ 

Суммарная  активная  и пассивная  емкость  коллекторного 
перехода*  при  {/|<Б  = 28  В,  типовое  значение  ....  12,5  пФ 

Емкость  перехода  коллектор- эмиттер*,  типовое  значе- 
ние   2,5  пФ 

Активная  емкость  коллекторного  перехода*  при  6/|<Б  = 

= 28  В,  типовое  значение 2 пФ 

Емкость  перехода  эмиттер-база*,  типовое  значение  ...  2,7  пФ 

Емкость  перехода  коллектор-база*,  типовое  значение . . . 2,0  пФ 
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Сопротивление  базы*,  типовое  значение 0,25  Ом 

Последовательное  сопротивление  коллектора*,  типовое 

значение 0,25  Ом 

Сопротивление  эмиттера*,  типовое  значение 0,1  Ом 

Индуктивность  базы  внутренняя*,  типовое  значение  . . . 0,14  нГн 
Индуктивность  эмиттера  внутренняя  *,  типовое  значе- 
ние   0,8  нГн 

Индуктивность  коллектора  внутренняя  *,  типовое  значе- 
ние   1,5  нГн 

Температурный  коэффициент  критического  тока  *,  типовое 

значение 0,003  1/К 

Температурный  коэффициент  граничной  частоты*,  типо- 
вое значение 0,0006  1/К 

Температурный  коэффициент  сопротивления  базы*,  ти- 
повое значение 0,0003  1/К 

Обратный  ток  коллектора  при  1/КБ  = 45  В не  более  ...  20  мА 
Обратный  ток  эмиттера  при  Сэб  = 3,5  В не  более  ...  10  мА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

при  Гк  « 373  К 45  В 

при  Тк  = Г,  40  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 3,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 1,5  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  = 10  мкс,  (2  = 100  . . . ЗА 

Постоянный  ток  базы 0,5  А 

Средняя  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме  при  Тк  < 298  К 

2Т942А,  КТ942В 25  Вт 

2Т942Б 22  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус: 

2Т942А,  КТ942В 7 к/Вт 

2Т942Б : 8 К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2Т942А,  2Т942Б От  213  до 

Тк  = 398  К 

КТ942В От  228  до 

Тк  = 373  К 

Примечания:  1.  Пайка  выводов  при  Т < 533  К должна 
производиться  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса.  Допус- 
кается пайка  на  расстоянии  до  1 мм  от  корпуса  при  Т < 398  К 
при  времени  пайки  не  более  3 с.  Разрешается  пайка  корпуса 
транзистора  к теплоотводу  при  Т « 423  К и при  скорости  измене- 
ния температуры  при  пайке  не  более  1 К/с. 

2.  Работа  транзистора  в импульсных  режимах  класса  А до- 
пускается при  т„  < 10  мкс  и в непрерывных  режимах  при 
І/КБ  <7  В и Рк  < 4,9  Вт. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  на  высокой 
частоте  от  тока  эмиттера. 


О 10  20  иКВ)в 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 
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Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  тока 
коллектора. 
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Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  сопротивления  база- 
эмиттер. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти в схеме  импульсного  авто- 
генератора от  напряжения  кол- 
дектор-база. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  частоты  в схеме 
импульсного  автогенератора. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  частоты  в схеме  им- 
пульсного усилителя  мощности. 


2Т960А,  КТ960А 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  п-р-п  гене- 
раторные сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  применения  в схемах  усилителей  мощности 
класса  С,  умножителях  частоты  и автогенераторах  на  частотах 
100-400  МГц  при  напряжении  питания  12,6  В. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  ленточ- 
ными выводами.  Транзистор  содержит  внутреннее  согласующее 
Г С-звено.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  7 г. 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  (Укэ  = 12  В,  /=  400  МГц, 

Тк  < 313  К 40  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  /*вых  = 40  Вт, 

/=  400  МГц  не  менее 2,5 

типовое  значение  . . ■ 3,5* 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  не  менее  60% 

типовое  значение 65*  °/ 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 

= 500  мА,  /Б  = 100  мА,  типовое  значение 0,08*  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  /=  300  МГц, 

Ѵкэ  = >0  В,  /к  = 3 А не  менее 2 

типовое  значение  4* 

Критический  ток  коллектора*  при  1/кэ  =10  В,  / = 

= 300  МГц,  типовое  значение 22  А 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи*  при  СКБ  = 5 В, 

/э  = 500  мА,  /=  5 МГц,  типовое  значение  ....  12,5  пс 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  і/кб  =12  В, 

/=  30  МГц  не  более 120  пФ 

типовое  значение 82  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СЭБ  = 0,  /=  5 МГц, 

типовое  значение 1200  пФ 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ѵкэ  = 36  В, 

ЛБэ  = 10  Ом  не  более: 

при  Т = 298  К 20  мА 

при  Т = 398  К 2Т960А 40  мА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ІУЭБ  = 4 В не  более: 

при  Т = 298  К ....  10  мА 

при  Т = 398  К 2Т960А 20  мА 


Индуктивность  внутреннего  ЕС-звена*,  типовое  значение  0,33  нГн 
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Емкость  внутреннего  ІС-звена*,  типовое  значение  . . . 610  пФ 

Индуктивность  выводов  при  I—  1 мм: 


эмиттерного 0,38  нГ н 

коллекторного 1,6  нГн 

базового.  . 0,49  нГн 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 

< 10  Ом 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Постоянный  ток  коллектора 

Средняя  рассеиваемая  мощность  в динамическом  режиме: 

при  Тк  < 313  К 

при  Тк  = 398  К 2Т960А 

Допустимый  К„и  при  Рвьп  < 40  Вт,  Ѵк э = 1 2,6  В, 
Гк  <313  К: 

в течение  3 с 

в непрерывном  режиме 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус  ...... 

Температура  перехода 

Температура  окружающей  среды: 

2Т960А 

КТ960А 


36  В 
4 В 
7 А 

70  Вт 
20  Вт 


10 

3 

1,75  К/Вт 
433  К 

От  213  до 
Гк  = 398  К 
От  233  до 
Гк  = 358  К 


Примечания:  1.  Допускается  работа  транзисторов  на  пере- 
менном сигнале  в режиме  классов  А,  АВ  при  условии,  что  ра- 
бочая точка  находится  в области  максимальных  режимов. 

Допускается  работа  транзисторов  при  / > 400  МГц,  Рвх  макс  < 
<16  Вт  и непревышении  предельно  допустимых  режимов. 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1 мм 
от  корпуса  по  методике,  не  приводящей  к нарушению  конструкции 
и герметичности  транзисторов. 

Пайку  следует  производить  при  температуре  жала  паяльника 
не  выше  543  К в течение  времени  не  более  5 с. 

Разрешается  обрезать  выводы  на  расстоянии  не  менее  4 мм  от 
корпуса  без  передачи  усилия  на  керамическую  часть  корпуса  без 
нарушения  герметичности  и с сохранением  обозначения  коллектор- 
ного вывода. 

Чистота  контактной  поверхности  теплоотводов  должна  быть 
не  менее  2,5,  неплоскостность  не  более  0,04  мм. 

Тепловое  сопротивление  корпус-теплоотвод  при  нанесении  тепло- 
отводяшей  смазки  типа  КПТ-8  (ГОСТ  19783-74)  на  поверхность 
теплоотвода  транзистора  не  более  0,3  К/Вт. 
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т*  ,ПС 

50 

40 

30 

20 

10 


2Т9і 

60 А, 

КТ9 

50А 

иКБ 

=5/ 

5 МІ 

3 

Г = 

Ч . 

0,2  0,4  0,6  0,8  10І3,А 

Зависимость  постоянной  време- 
ни цепи  обратной  связи  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  обратного  тока 
коллектор-эмиттер  от  темпера- 
туры. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 
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Т960А  ,КТ96і 
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II 
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МГц 

10  20 


зо  иНБ,в 

Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  коллектора  от 
напряжения  коллектор- эмиттер. 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности 


Ріш  I 

50  - 

40  - 

ІО  - 

20  - 

10  - 

О . 

2 Ч 6 8 10  12  Рцх , Вт 


Зависимость  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  входной  мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  напряжения  коллек- 
тор-эмиттер. 


Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


20 
16 
12 
8 
Ч 

О 2 Ч 6 8 10  икз,в 

Зависимость  критического  тока 
от  напряжения  коллектор-эмит- 
тер. 


р-п-р 

2Т914А,  КТ914А 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  р-п-р  мощные 
сверхвысокочастотные. 

Предназначены  для  использования  в широкополосных  двухтакт- 
ных усилителях  мощности  на  частотах  до  400  МГц  в паре  с 
транзистором  2Т904А  (КТ904А)  при  напряжении  питания  до  28  В. 

Выпускаются  в металлокерамических  корпусах  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  прибора  не  более  6 г. 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  при  />вх  = 1 Вт,  і'кз  = 28  В 2Т914А 
не  менее: 

на  / = 100  МГц 

на  /=  400  МГц ] 

Коэффициент  полезного  действия  коллектора  при  (7КЭ  = 
- 28  В-  Лшх  - 3 Вт : 

2Т914А  не  менее: 

на  /=  400  МГц 

на  /=  100  МГц  

КТ914А  при  Риых  = 2,5  Вт,/  = 400  МГц  не  менее  ’ 
Ьмкость  коллекторного  перехода  при  = 28  В ( = 

= 5 М Гц  не  более 

Критический  ток  при  Пкэ  = Ю В,  /=100  МГц  ' не 
менее : 

2Т914А 

КТ914А 

Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  V кэ  = 28  В,  /=  100  МГц, 

/к  = 0,2  А не  менее 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СА-с  = 10  В 
/э  = 30  мА,  / = 5 МГц  не  более- 

2Т914А 

КТ914А | | ‘ ‘ ‘ * - 

Емкость  эмиттерного  перехода  * при  ПЭБ  = 0 не  более 
Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  Ѵкэ  = 65  В 

/?эб  = 100  Ом  не  более 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 4 В не  более  ! 
Индуктивность  эмиттерного  и базового  выводов  *,  типо- 
вое значение  

Емкость  эмиттер-кбрпус,  база-корпус*,  типовое  значе- 
ние 

Емкость  коллектор-корпус*,  типовое  значение  . 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер 
Постоянное  напряжение  эмиттер-база  . ; 
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7,2  Вт 
2,5  Вт 


40% 

65% 

30% 

12  пФ 


400  мА 
250  мА 


350  МГц 


15  нс 
20  нс 
179  пФ 

2 мА 
0, 1 мА 

4 нГ 

1,3  пФ 
1,8  пФ 


65  В 
65  В 

4 В 


Постоянный  ток  коллектора 0,8  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < ІООмкс,  ()  > 10.  . . 1,5  А 

Постоянный  ток  базы 0,2  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора: 

при  Гк  < 298  К 7 Вт 

при  Тк  = 398  К 0,4  Вт 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  в динами- 
ческом режиме: 

при  Г„  < 313  К 7 Вт 

при  Г,,  = 398  К 1,5  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 16  К/Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

Г,  = 398  К 


Зависимость  относительной  вы-  . Зависимость  относительной  вы- 
ходной мощности  от  входной.  ходной  мощности  от  напряже- 

ния коллектор-эмиттер. 


0 0,5  1 1,5  2Рвх, 


Зависимость  относительного  ко-  Зависимость  выходной  мощ- 
эффициента  полезного  действия  ности  от  температуры, 

от  входной  мощности. 
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Раздел  ден.чтый 

ТРАНЗИСТОРНЫЕ  СБОРКИ 

п-р-п 


1НТ251,  1НТ251А,  К1НТ251 


Транзисторные  сборки,  состоящие  из  четырех  кремниевых, 
эпитаксиально-планарных  п-р-п  переключательных  высокочастотных 
маломощных  транзисторов 

Предназначены  для  применения  в переключательных  схемах. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  0,4  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

— 400  мА,  /5  = 80  мА : 

1НТ251,  1НТ251А  не  более 1 В 

типовое  значение 0 7*  В 

К1НТ251  не  более 2 В 

Напряжение  насыщения  эмиттер-база  при  /к  = 400  мА, 

/б  = 80  мА : 

1НТ251,  1НТ251А  не  более 15В 


типовое  значение 1 1*  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  ІІ кэ  = 5 В,  /э  = 200  мА  • 

1НТ251,  1НТ251А 30-150 

типовое  значение 45* 

К1НТ251  не  менее іо 
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Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  1/кз  = 10  В, 

/к  = 30  мА,  /=100  МГц  не  менее 2 

типовое  значение 4,5* 

Время  рассасывания  при  /к  = 1 50  мА,  /Б  = 1 5 мА: 

1НТ251  не  более 100  нс 

типовое  значение 65*  нс 

1НТ251А,  К1НТ251  не  более  ........  200  нс 

типовое  значение  . 120*  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  {/КБ  = 10  В,  /= 

= 2 МГц  не  более 15  пФ 

типовое  значение 8*  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  1/кэ  = 0,  / = 2 МГц 

не  более 50  пФ 

типовое  значение 30  * пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  С/КБ  = 45  В не  более: 

при  Г = 298  К 6 мкА 

при  Т = 398  К 1НТ251,  1НТ251А 30  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Ѵэв  = 4 В не  более  ...  10  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  /?эб  < 1 кОм : 

К1НТ251 45  В 

1НТ251,  1НТ251А: 

при  Т„  « 373  К 45  В 

при  Гп  = 423  К 22  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  ти  < 10  мкс, 

<2  >2 6В 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ти  < 

< 10  мкс.  ()>  2: 

К1НТ251 60  В 

1НТ251,  1НТ25ІА: 

при  Тп  < 373  К 60  В 

при  Тп  = 398  К 40  В 

при  Гп  = 423  К 30  В 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  ()  > 2 800  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 333  К 0,4  Вт 

при  Т = 358  К К1НТ251 0,16  Вт 

при  Г = 398  К 1НТ251,  1НТ251А 0,1  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  1НТ251,  1НТ251А: 

при  Т < 333  К 10  Вт 

при  Т = 398  К 2,5  Вт 

Температура  перехода: 

1НТ251,  1НТ251А 423  К 

К1НТ251 I 393  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 218  К/Вт 
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Температура  окружающей  среды 
ІНТ25І,  1НТ25ІА  .... 

К1НТ251 


От  213  до 
398  К 
От  238  до 
358  К 


Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  (по 
длине  вывода)  не  менее  1 мм.  Радиус  изгиба  выводов  должен 
быть  не  менее  0,3  мм,  расстояние  от  корпуса  до  центра  окруж- 
ности изгиба  не  менее  1 мм. 

При  монтаже  на  плату  необходимо  учитывать,  что  корпус 
сборки  имеет  металлическое  дно  и металлическую  крышку  и ни  один 
из  выводов  не  имеет  соединения  с дном  и крышкой  корпуса. 
Выводы  I и 8 свободные. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от 
напряжения  коллектор-эмиттер. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от  щения  база-эмиттер  от  тока 

тока  коллектора.  коллектора. 
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Зависимость  модуля  коэффици- 
ента передачи  тока  от  частоты. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


о 1 2 3 Ч 5 % 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


2Т381А-1,  2Т381Б-1,  2Т381В-1,  2Т381Г-1, 
2Т381Д-1 


Парные  транзисторы,  состоящие  из  двух  отдельных  кремниевых 
эпитаксиально-планарных  п-р-п  транзисторов  с раздельными  выво- 
дами. Транзистор  2Т381Г-1  одиночный. 


25  Полупроводниковые  приборы 
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Коллектор 


Бескорпусные  без  кристалло- 
держателя с гибкими  выводами  и 
защитным  покрытием.  Поставля- 
ются в сопроводительной  таре, 
позволяющей  без  извлечения  из  нее 
производить  измерение  электриче- 
ских параметров.  Обозначение  типа 
приводится  на  этикетке. 

Масса  каждого  транзистора 
не  более  0,01  г. 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  Ѵкэ  = 5 В,  /э  = 10  мкА  не  менее' 
при  7 < 298  К : 

2Т381А-1 

2Т381Б-1 

2Т381В-1 

2Т381Г-1 

2Т381Д-І !!!!!!! 

при  7 = 213  К: 

2Т381А-1 

2Т381Б-1 ’ [ 

2Т381В-1 

2Т381Д-1 !!!.!! 

Отношение  статических  коэффициентов  передачи  тока 
в схеме  с общим  эмиттером  при  СКэ  = 5 В, 
/э  = 10  мкА  не  менее: 
при  7 = 298  К : 

2Т381А-1,  2Т381Б-1 

2Т381В-1 ’ ’ і ‘ і 

при  Г =213  К и 7=  346  К 

Разность  прямых  падений  напряжения  на  переходах 
эмиттер-база  при  Скэ  = 5 В.  /э  = 10  мкА  2Т38ІА-1 
2Т381Б-1,  2Т381В-1  не  более: 

при  7 = 298  К . . . 

при  7 = 213  К и 7 = 346  К . . ! ! . ’ | ‘ ’ 

Разность  прямых  падений  напряжения  на  переходах 
коллектор-база  при  /к  = 100  мкА,  7=  298  К 2Т381Д-1 

не  более 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 
при  СКБ  = 5 В: 

при  7=298  К 

при  7=ь  213  К 2Т38ІА-1,  2Т381Б-1,  2Т381В-1  ! ’ 

при  7 = 346  К 2Т381А-1,  2Т381Б-1,  2Т381В-1  . . ! 
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при  І/КБ  = 25  В 200  нА 

Обратный  ток  эмиттера  при  (Уэб  = 6,5  В не  более  ...  1 нА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 25  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
V эб  < 1 кОм: 

2Т381А-1,  2Т381Б-1,  2Т38ІВ-1,  2Т381Д-1 15  В 

2Т381Г-1 25  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 6,5  В 

Постоянный  ток  коллектора 15  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  при 

Г < 313  К 15  мВт 

Температура  перехода 363  К 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

346  К 


Примечание.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеивае- 
мая мощность  коллектора  при  Т > 313  К определяется  по  формуле 

Р К макс  = (363  - Т)/Кт  п_к. 

При  монтаже  транзисторов  в микросхемы  они  должны  быть 
смонтированы  на  расстоянии  не  более  2 мм  друг  от  друга.  Пайка 
(сварка)  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  0,6  мм  от 
края  поверхности  покрытия  кристалла.  При  монтаже  транзисторов 
должны  быть  приняты  меры,  исключающие  нагрев  защитного  по- 
крытия кристалла  до  температуры  более  453  К в течение  вре- 
мени более  5 с.  При  эксплуатации  транзисторов  в аппаратуре 
теплоотвод  кристалла  должен  обеспечивать  Кт  < 4 К/мВт, 


КТС395А,  КТС395Б 


Транзисторные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  кремниевых 
эпитаксиально-планарных  п-р-п  универсальных  маломощных  транзис- 
торов с раздельными  выводами. 

Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре 
в балансных,  дифференциальных  и операционных  усилителях,  пере- 
ключающих, импульсных  и других  каскадах,  в которых  требуется 
идентичность  параметров  двух  транзисторов. 

Сборки  поставляются  в виде  наборов  из  двух  отдельных  тран- 
зисторов. Транзисторы  бескорпусные  с гибкими  выводами,  защит- 
ным покрытием,  на  металлических  подложках,  электрически  соеди- 
ненных с выводами  коллекторов.  Сборки  упаковываются  в герме- 
тичную сопроводительную  тару.  Обозначение  типа  приводится  на 
сопроводительной  таре. 

Масса  сборки  не  более  0,5  г. 


25* 
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Емкость  коллекторного  перехода  при  (УКБ  =10  В, 

/=  10  МГц  не  более 8,0  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛБЭ  < 10  кОм, 

Л<бо  = 10  мкА 45  В 

Напряжение  коллектор-база  при  /«во  = Ю мкА  ....  45  В 
Напряжение  база-эмнттер  при  /Эво  = Ю мкА  ....  4,0  В 

Ток  коллектора  одиночного  транзистора 100  мА 

Ток  базы  одиночного  транзистора 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  двух  транзисторов 
сборки  с дополнительным  теплоотводом  при  обеспе- 
чении теплового  сопротивления  подложка-среда  не 

более  200  К/Вт  и Г « 333  К 300  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  двух  транзисторов 
сборки  с дополнительным  теплоотводом  при  обеспе- 
чении теплового  сопротивления  подложка-среда  не 
более  200  К/Вт,  т„  < 10  мкс,  (3  > 2 и Г<  333  К . . . 500  мВт 


Постоянная  рассеиваемая  мощность  одиночного  тран- 
зистора при  постоянной  рассеиваемой  мощности 
сборки,  не  превышающей  предельную  ......  250  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  одиночного  тран- 
зистора при  импульсной  рассеиваемой  мощности 


сборки,  не  превышающей  предельную 500  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-подложка 100  К/Вт 

Температура  перехода  423  К 

Температура  окружающей  среды От  228  до 

358  К 


Примечания:  1.  При  монтаже  в микросхему  максимально 
допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт, 
рассчитывается  по  формуле 


Рк. 


макс 


(423  - Т) 

&Т.  п-с 


гДе  Кт.а<  — Р г „.„л  + Р т пд-т  + Рт.т-с  'у  Рт.  п-пд  — тепловое  сопротивление 
переход-подложка;  Кт  „ д.т  — тепловое  сопротивление  подложка-тепло- 
отвод; Рт.  т-с  — тепловое  сопротивление  теплоотвод-среда. 

2.  Извлечение  сборок  из  герметичной  упаковки,  входной  контроль 
параметров,  монтаж  в микросхемы,  герметизации  микросхем  должны 
осуществляться  в помещениях  при  соблюдении  правил  вакуумной 
гигиены,  влажности  воздуха  не  выше  65  % и температуре 
(298  ± 10)  К. 

Минимальное  расстояние  от  места  пайки  (сварки)  до  защит- 
ного покрытия  должно  быть  не  менее  4 мм.  Температура  жала 
паяльника  должна  быть  не  более  513  К,  время  пайки  — не  более 
1 мин.  Допускается  трехкратная  перепайка  сборок. 

Необходимо  принимать  меры  защиты  от  статического  заряда. 
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Входные  характеристики. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 
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Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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2ТС398А-1,  2ТС398Б-1,  КТС398А-1,  КТС398Б-1 

Транзисторные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  изготовленных 
на  одном  кристалле  кремниевых  эпитаксиально-планарных  п-р-п  уси- 
лительных сверхвысокочастотных  маломощных  транзисторов  с раз- 
дельными выводами. 

Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре 
в широкополосных  балансных,  дифференциальных  и операционных 
усилителях  и других  каскадах,  в которых  требуется  идентичность 
параметров  двух  транзисторов. 

Сборки  бескорпусные  с гибкими  выводами,  защитным  покры- 
тием без  кристаллодержателя.  Поставляются  в сопроводительной 
таре,  позволяющей  без  извлечения  из  нее  сборок  проводить  из- 
мерение их  электрических  параметров. 

Обозначение  типа  приводится  на  этикетке. 

Масса  сборки  не  более  0,005  г. 


Электрические  параметры 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/КБ  = 1 В, 

/э  = 2 мА,  /=Ю0  МГц  не  менее 10 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

Ѵк б = 5 В,  /э  = 1 мА,  /=  30  МГц  не  более 50  пс 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  С/Кб  =1  В,  /э  = 1 мА  при 

Т = 298  К 40-250 

Отношение  статических  коэффициентов  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  І/КБ  =1  В,  /э  ==  1 мА 
при  Т=  298  К: 
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2ТС398А-1,  КТС398А-1 

2ТС398Б-1,  КТС398Б-] ’ ’ 

Разность  прямых  падений  напряжений  эмиттер-база  при 
^кб  = 5 В.  /э  = 1 мА,  Т = 298  К не  более : 

2ТС398А-! . КТС398А-1 

2ТС398Б-1,  КТС398Б-1 

Обратный  ток  коллектора  при  {УКБ  = 10  В,  Г = 298  К 


не  более мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  Б'эб  = 4 В не  более  ....  1,0  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  І/КБ  = 5 В, 

/=  10  МГц  не  более 1.5  пф 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  Ѵэъ  = 1 В, 

/=  10  МГц  не  более 2,0  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  і 


/?Бэ  ^ 10  кОм 10  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 10  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 4 0В 

Постоянный  ток  коллектора  каждого  транзистора 

сбоРК1<  10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  каждого  транзистора  сборки 

при  ти  « 10  мкс  и <2  > 2 20  мА 

Постоянный  ток  эмиттера  каждого  транзистора 

сб°Рки  10  мА 

Импульсный  ток  эмиттера  каждого  транзистора 

сборки  при  Ти  < 10  мкс  и 0 > 2 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  двух  транзисторов 

сборки  при  Лт„.с  < 1 К/мВт 30  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

358  К 


Примечание.  При  монтаже  сборки  в гибридную  интеграль- 
ную микросхему  и в процессе  технологического  цикла  изготов- 
ления микросхем  не  допускается  использование  материалов,  вступаю- 
щих в химическое  и электрохимическое  взаимодействие  с защитным 
покрытием  и другими  элементами  конструкции  прибора  (защитное 
покрытие  кристалла  изготовлено  на  основе  кремнийорганического 
лака). 

Пайка  (сварка)  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее 
1 мм  от  кристалла;  должны  быть  приняты  меры,  исключающие 
возможность  натяжения  и деформации  выводов,  нарушения  защит- 
ного покрытия,  касания  выводами  незащищенных  частей  кристалла 
и токоведущих  частей  платы,  а также  должен  быть  обеспечен 
небольшой  свободный  провис  закрепленного  вывода. 

Температура  нагрева  сборки  не  должна  превышать  398  К 
(при  пайке  или  сварке  выводов  допускается  превышение  указанной 
температуры  до  значения  не  более  453  К в течение  времени,  не 
превышающего  5 с). 
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Зависимость  относительного 
модуля  коэффициента  пере- 
дачи тока  от  тока  эмиттера. 


О 2 4 6 8 10  Чкб,0 

Зависимость  относительного 
модуля  коэффициента  пере- 
дачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Зависимость  относительной  раз- 
ности прямых  падений  напря- 
жений эмиттер-база  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  относительной  раз- 
ности прямых  падений  напряже- 
ний эмиттер-база  от  напряжения 
коллектор-база. 
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Зависимость  относительной  по- 
стоянной времени  цепи  обрат- 
ной связи  от  тока  эмиттера. 
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Зависимость  относительной  ем- 
кости коллекторного  перехода 
от  напряжения  коллектор-база. 


Зависимость  относительной  ем- 
кости эмиттерного  перехода  от 
напряжения  эмиттер-база. 


2ТС613А,  2ТС613Б,  КТС613А,  КТС613Б, 
КТС613В,  КТС613Г 


Транзисторные  матрицы  кремниевые  эпитаксиально-планарные 
п-р-п  переключательные. 

Предназначены  для  быстродействующих  импульсных  схем. 
Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 
Матрица  содержит  четыре  изолированные  транзисторные  структуры. 
Масса  матрицы  не  более  4 г. 
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I 1 


Обозначение  вы  бод  об: 
1,5,8,12-база 

2.6,  9,13 -коллектор 

3. 7,  іо,  16  -эмиттер 

15-корпус 
6, 11 -свободный 


Электрические  параметры 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 


общим  эмиттером  при  С/Кб  = 5 В,  /к  = 200  мА: 
при  Т=  298  К: 

2ТС613А,  КТС613А 25-100 

2ТС613Б,  КТС613Б 40-200 

КТС613В 20-120 

КТС613Г 50-300 

при  Т = 358  К: 

КТС613А 20-200 

КТС613Б 30-300 

КТС613В 10-120 

КТС613Г 30-300 

при  Г = 398  К : 

2ТС613А 20-200 

2ТС613Б 30-300 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 400  мА,  /Б  = 80  мА : 

2ТС613А,  2ТС613Б  не  более 1 В 

типовое  значение 0 5*  В 

КТС613А,  КТС613Б,  КТС613В,  КТС613Г  не  более  1,2  В 


779 


Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 400  мА, 

/Б  = 80  мА  не  более 2 В 

типовое  значение 1,1*  В 

Время  рассасывания  при  /к=150  мА,  /Б=15  мА  не 

более 100  нс 

типовое  значение 45*  Нс 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  С/КБ  = 10  В, 

/э  = 30  мА,  /=100  МГц  не  менее 2 

Емкость  коллекторного  перехода  при  С/КБ  =10  В не 

более  15  пФ 

типовое  значение 8*  ПФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  [/ЭБ  = 4 В не 

более 50  пФ 

Граничное  напряжение  при  /э  = 50  мА  2ТС613А, 

2ТС613Б  не  менее 40  В 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

2ТС613А,  2ТС613Б  при  С/КБ  = 60  В 5 мкА 

КТС613А,  КТС613Б  при  (7КБ  = 60  В 8 мкА 

КТС613В,  КТС613Г  при  Цкв  = 40  В 8 мкА 

Обратный  ток  эмиттера  (УЭБ  = 4 В не  более 10  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

2ТС613А,  2ТС613Б : 

при  Тп  < 373  К 60  В 

при  Тп  = 398  К 45  В 

при  Т„  = 423  К 30  В 

КТС613А,  КТС613Б: 

при  Т„  < 343  К 60  В 

при  Гп  = 393  К . 30  В 

КТС613В,  КТС613Г : 

при  Гп  < 343  К 40  В 

при  Тп  = 393  К 20  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
Кэв  ^ 1 кОм : 

2ТС613А,  2ТС613Б: 

при  Т„  « 373  К 50  В 

при  Тп  = 398  К 37  В 

при  Т„  = 423  К . . . 25  В 

КТС613А,  КТС613Б: 

при  Т„  < 343  К 50  В 

при  Т„  = 378  К 42  В 

при  Тп  = 393  К 25  В 

КТС613В,  КТС613Г : 

при  Тп  < 343  К 30  В 

при  Тп  = 378  К 25  В 

при  Т„  = 393  К 15  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  ЛЭБ  = 0; 

2ТС613А,  2ТС613Б: 
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при  Гн  < 373  К 60  В 

при  Тп  = 398  К 45  в 

при  Т„  = 423  К 30  В 

КТС613А,  КТС6ІЗБ: 

при  Тп  « 343  К 60  В 

при  Тп  = 378  К 50  в 

при  Т„  = 393  К зо  в 

КТС613В,  КТС613Г: 

при  Тп  < 343  К 40  в 

при  Г„  = 378  К 34  В 

при  Тп  = 393  К 20  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  т,  < 10  мкс 

С > 2: 

2ТС613А,  2ТС613Б: 

при  Т„  < 373  К 80  В 

при  Тп  = 398  К 60  В 

ПРИ  Тп  = 423  К 40  в 

КТС613А,  КТС6ІЗБ: 

при  Т„  < 343  К 80  В 

при  Т„  = 393  К 40  в 

КТС613В,  КТС613Г : 

при  Тп  < 343  К 60  в 

при  Гп  = 393  К 30  в 

Импульсное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 
ти  < 10  мкс,  б > 2,  /?эб  = 1 кОм: 

2ТС613А,  2ТС613Б  при  Гп<373  К 70  В 

КТС6ІЗА,  КТС613Б  при  Т„  < 343  К 70  В 

КТС613В,  КТС613Г  при  Тп  < 343  К 50  В 

Постоянный  ток  коллектора 400  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти<10  мкс,  ()>2  800  мА 


Постоянная  рассеиваемая  мощность  транзисторной 


матрицы : 

2ТС613А,  2ТС613Б: 

при  Т < 323  1С 0,8  Вт 

при  Т=  398  К 0,2  Вт 

КТС613А,  КТС613Б,  КТС613В,  КТС613Г: 

при  Т < 323  К 0,8  Вт 

при  Т — 358  К 0,2  Вт 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  одной  структуры 

транзисторной  матрицы 0,5  Вт 

при  Т = 398  К 2ТС613А,  2ТС613Б 0,125  Вт 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  транзисторной  мат- 


рицы при  ти  < 10  мкс,  <2  > 2: 

2ТС613А,  2ТС6ІЗБ: 

при  Т < 323  К 3,2  Вт 

при  Т = 398  К 08В 

КТС613А,  КТС613Б,  КТС613В,  КТС613Г: 

при  Т < 323  К 3.2  Вт 

при  Т=  358  К 0,8  Вт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  одной  структуры 
транзисторной  матрицы  при  ти  <40  мкс,  0 > 2 . . . 2 Вт 

при  Т=  398  К 2ТС613А,  2ТС613Б 0,5  Вт 

Температура  перехода: 

2ТС613А,  2ТС613Б 423  к 

КТС613А,  КТС613Б,  КТС613В,  КТС613Г 393  К 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 60  К/Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-окружающая  среда  . . 125  К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2ТС613А,  2ТС613Б От  213  до 

398  К 

КТС613А,  КТС613Б,  КТС613В,  КТС613Г От  228  до 

358  К 


Примечание.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса  матрицы  при  температуре  жала  паяль- 
ника не  выше  523  К в течение  времени  не  более  5 с.  Изгиб 
выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от  корпуса 
матрицы  с радиусом  закругления  не  менее  1,5  мм.  Допускается 
любая  комбинация  и последовательность  включения  транзисторных 
структур  в матрице  при  условии,  что  ^к.  макс,  одной  транзистор- 
ной структуры  не  превышает  0,5  Вт,  а мощность,  рассеиваемая 
всей  матрицей,  0,8  В при  Т„  < 323  К.  Допустимый  электро- 
статический потенциал  не  более  1000  В. 


КТС631А,  КТС631Б,  КТС631В,  КТС631Г 

Транзисторные  сборки,  состоящие  из  четырех  кремниевых  эпи- 
таксиально-планарных п-р-п  переключательных  сверхвысокочастотных 
мощных  транзисторов  с раздельными  выводами. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с жесткими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  4 г. 
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Обозначение  вківодов: 

2, 0,  Э,  13- коннектор 
1, 5, 8, 12  - база 
3, 7, 10, 74  -эмиттер 
4,77-  свободный 
15  -корпус 


Электрические  параметры 


Граничная  частота  при  {/кэ  = 10  В,  /э  = 50  мА  не 

менее  

КТС631А,  КТС631Б 350  МГц 

КТС631В,  КТС631Г 200  МГц 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  при  /к  = 

= 450  мА,  /Б  = 45  мА  КТС631А,  КТС631Г  и 
/к=100  мА,  /Б  = 10  мА  КТС631Б,  КТС631В  не 
более 1,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 450  мА, 

/б  = 45  мА  КТС631А,  КТС631Г  и /к  = 100  мА, 

/Б=10  мА  КТС631Б,  КТС631В  не  более  ....  2 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  (УКэ  =1  В,  /к  = 300  мА 
КТС631А,  КТС631Г  и /к  = 150  мА  КТС631Б,  КТС631В 
не  менее 20 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СкБ  = 10  В, 

/=  10  МГц  не  более 15  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  НБЭ  = 0,5  В, 

/=  10  МГц  не  более 100  пФ 
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Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при 

С/Кэ  = 10  В,  Іэ  — 30  мА,  /=  5 МГц  не  более  ...  40  нс 

Время  рассасывания  при  /к  = 150  мА,  /Б  = 15  мА  не 
более : 

КТС631А,  КТС631Б 30  нс 

КТС631В,  КТС631Г 60  нс 

Обратный  ток  коллектора  при  1/кэ  = С/кэ  макс  не 

КТС631А,  КТС631В 200  мкА 

КТС63 1 Б,  КТС63 1 Г 50  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  ЦБЭ  = 4 В не  более  ...  100  мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при  /?БЭ  = 0' 

КТС631А,  КТС631Б 30  В 

КТС631В,  КТС631Г 60  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база: 

КТС631А,  КТС631Б 30  В 

КТС631В,  КТС631Г 60  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4 В 

Постоянный  ток  коллектора: 

КТС631А,  КТС631Г ІА 

КТС631Б,  КТС631В 0,3  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 10  мкс,  0 > 50: 

КТС631А,  КТС631Г 1 3 А 

КТС631Б,  КТС631В 05А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  транзисторной  ма- 
трицы при  Тк  < 328  К 1 Вт 

Гк  = 358  К ‘ ’ о,5  В 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  транзисторной  ма- 
трицы при  ти  « 10  мкс,  <2  > 50,  Тк  « 328  К . . . 3 Вт 

при  Г,  = 358  К 

КТС631А,  КТС631Г 1 5 Вт 

КТС631Б,  КТС631В о^9  Вт 

Температура  перехода 393  К 

Температура  окружающей  среды От  228  до 

358  К 

К1НТ661А 

Транзисторная  сборка,  состоящая  из  четырех  кремниевых  эпи 
таксиально-планарных  п-р-п  переключательных  высокочастотных  ма 
ломощных  транзисторов. 


784 


Предназначена  для  применения  в переключательных  схемах. 
Выпускается  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  0,4  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  = 


= 5 мА,  /Б  = 2 мА  не  более 5 В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  СКБ  = 10  В,  /э  = 10  мА  не 

менее 5 

Обратный  ток  коллектор-эмиттер  при  1/кэ  = 250  В, 

/?эб  = 1 кОм  не  более 30  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Постоянное  напряжение  коллектор-база 300  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

/?БЭ  « 1 кОм 250  В 

Постоянный  ток  коллектора • 5 мА 

Импульсный  ток  коллектора  при/=  400  н-  10000  Гц  . . . 10  мА 

Постоянный  ток  базы 5 МА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  (для  всей  сборки): 

при  Т « 323  К 0,1  Вт 

при  Г = 343  К 0,06  Вт 

Температура  перехода 373  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 500  К/Вт 
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Температура  окружающей  среды От  238  до 

343  К 

Примечание.  Сборка  должна  устанавливаться  на  печатную 
плату  плотно  по  всей  поверхности  корпуса  с помощью  клея,  не 
имеющего  кислотных  и щелочных  составляющих  и не  допускаю- 
щего деформацию  корпусов  в процессе  монтажа  и эксплуатации 
(например,  клей  АК-20  или  мастика  «ЛН»), 

Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  (по  длине  вывода)  не 
менее  1 мм,  жало  паяльника  должно  быть  заземлено. 

Радиус  изгиба  выводов  должен  быть  не  менее  0,3  мм,  рас- 
стояние от  корпуса  до  центра  окружности  изгиба  не  менее  1 мм. 


п-р-п  и р-п-р 


2ТС303А-2,  КТСЗОЗА-2 


Транзисторная  сборка,  состоящая  из  двух  кремниевых  эпитак- 
сиально-планарных р-п-р  и п-р-п  универсальных  высокочастотных 
маломощных  транзисторов  с раздельными  выводами. 

Предназначена  для  работы  в выходных  каскадах  операцион- 
ных усилителей,  усилителях  и генераторах  низкой  и высокой  частот 
и генераторах  импульсных  сигналов  герметизированной  аппаратуры. 

Бескорпусная  с гибкими 
^ выводами  и защитным  по- 

крытием на  кристаллодержа- 
теле. Сборка  помещается  в 
сопроводительную  тару,  поз- 
воляющую без  извлечения  из 
нее  производить  измерение  их 
электрических  параметров. 
(Обозначение  типа  приводится 
на  крышке  возвратной  тары. 

Масса  сдвоенных  транзи- 
сторов не  более  0,1  г. 


V-  ;г 

Ѵ-Г . - 

Электрические  параметры 

Параметры  одиночного  транзистора 
Граничное  напряжение*  при  /э  = 20  мА,  не  менее  ...  45  В 


типовое  значение . . 55  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,2  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к  = 10  мА, 

/Б  = 1 мА . . . 0,7  * — 0,9  В 

типовое  значение 0,75*"  В 
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Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  НКБ  = 5 В,  /э  = 1 мА: 

при  Г = 298  К 40-180 

при  Г = 398  К 40-280 

при  Т = 213  К 20-180 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  на  /=100  МГц  при  6/«Б  = 5 В,  /э  = 

= 10  мА  не  менее 3 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи*  на/  =30  МГц 

при  СКБ  = 10  В,  /э  = 30  мА 30  — 80  нс 

типовое  значение 50  нс 

Емкость  коллекторного  перехода  при  6/-Б  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 8 пф 

Обратный  ток  коллектора  при  {/«в  = 45  В не  более: 

при  Т = 298  К и Г=  213  К 0,5  мкА 

при  Т = 398  К 10  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  6'БЭ  = 4 В не  более  ...  1 мкА 

Параметры  сдвоенных  транзисторов 

Отношение  статических  коэффициентов  передачи  тока 
транзисторов  при  С/|<Б  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  менее: 

при  Г = 298  К 0,7 

при  Г = 213  К и Т=  398  К 0,6 

Разность  входных  напряжений*  при  СкБ  = 5 В,  /э  = 

= 1 мА  не  более 30  мВ 

типовое  значение 15  мВ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-эмиттер  при 

/?Бэ  ^ 10  кОм ••••••••  45  В 

Постоянный  ток  коллекторѣ 0,1  А 

Импульсный  ток  коллектора  при  т„  < 40  мкс,  2 > 500  . . . 0,5  А 

Постоянный  ток  базы 0,03  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллекторов  сдвоен- 
ных транзисторов  (в  составе  микросхемы): 

при  Т « 323  К 0,5  Вт 

при  Т = 398  К 0,125  Вт 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  одного 
транзистора  (в  составе  микросхемы): 

при  Т « 323  К 0,25  Вт 

при  Т = 398  К 0,0625  Вт 

Температура  перехода 423  К 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 

Примечания:  1.  При  извлечении  сдвоенных  транзисторов 
из  тары,  измерении  параметров,  а также  применении  и монтаже 
должны  быть  приняты  меры,  исключающие  возможность  поврежде- 
ния транзисторов,  в том  числе  статическим  электричеством. 
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2.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность 
коллектора,  Вт,  одного  транзистора  при  Тк  — 323  -=-  398  К опре- 
деляется по  формуле 

макс  = (423  — Гк)/(400  + Лтк  пд.к), 

где  Ят к пд-к  — тепловое  • сопротивление  участка  керамическая  под- 
ложка — корпус  микросхемы. 


О 0,2  0,4  0,6  0,8  0ѢЭ, 


Зависимость  тока  базы  от 
напряжения  база-эмиттер. 

Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор- эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор- эмиттер  от  ко- 
эффициента насыщения. 


0,02  0,06  0,20,40,6  2 4 6 20  40Ік,мА 

0,01  0,1  1 10 
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Зависимость  статического  коэффициента  пере- 
дачи тока  от  тока  коллектора. 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 


213  253  293  333  373  Т,К 


р-п-р 

2ТС393А-1,  2ТС393Б-1,  КТС393А,  КТС393Б 

Транзисторные  сборки,  состоящие  каждая  из.  двух  кремние- 
вых эпитаксиально-планарных  р-п-р  усилительных  сверхвысокочастот- 
ных маломощных  транзисторов  на  одном  кристалле  с раздельными 
выводами. 

Предназначены  для  применения  в широкополосных  балансных, 
дифференциальных  и операционных  усилителях  и других  каскадах, 
в которых  требуется  идентичность  параметров  двух  транзисторов 
герметизированной  аппаратуры. 
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Сборки  бескорпусные  с гибкими  выводами,  защитным  покры- 
тием без  кристаллодержателя.  Поставляются  в сопроводительной 
таре,  позволяющей  без  извлечения  из  нее  проводить  измерение 
электрических  параметров  транзисторов.  Обозначение  типа  приводится 
на  этикетке. 

Масса  сборки  не  более  0,005  г. 


Электрические  параметры 


Параметры  одиночного  транзистора 


Коэффициент  шума  при  Скэ  = 6 В,  /к  = 1 мА,  /= 

= 60  МГц,  КГ  = 250  Ом 

типовое  значение  

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  І/КБ  = 1 В, 

/э  = 1 мА,  / = 100  МГц  не  менее 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  СКБ  = 

= 2 В,  /э  = 2 мА,  /=10  МГц  не  более 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 10  мА 
/Б=1  мА  2ТС393А-1,  КТС393А  не  более  . . . ! 
Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  СКБ  =1  В,  /э  = 1 мА : 
при  Г = 298  К : 

2ТС393А-1,  КТС393А 

2ТС393Б-1,  КТС393Б ‘ ' 

при  7 = 358  К : 

2ТС393А-І,  КТС393А  не  более 

2ТС393Б-1 , КТС393Б  не  более 

при  Г = 213  К (7  = 228  К КТС393А,  КТС393Б)  ■ 
2ТС393А-І,  КТС393А  не  менее  .... 

2ТС393Б-1,  КТС393Б  не  менее  . 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 5 В,  / = 

= 10  МГц  не  более 

Емкость  эмиттерного  перехода  при  СБЭ  = 0,  /=  10  МГц 

не  более 

Обратный  ток  коллектора  не  более: 

при  7 = 298  К и 7=213  К (7=  228  К КТС393А 
КТС393Б): 

2ТС393А-1,  КТС393А  (при  СКБ  = 10  В) . . 
2ТС393Б-1 , КТС393Б  (при  СКБ  = 15  В)  . . ' . . 
при  7=  358  К,  СКБ=10  В 2ТС393А-1,  КТС393А 

и при  СКБ  = 15  В 2ТС393Б-1,  КТС393Б 

Обратный  ток  эмиттера  при  (/Бэ  = 4 В не  более; 
при  7=298  К и 7=213  К (7=  228  К КТС393А 
КТС393Б): 

2ТС393А-1,  КТС393А 

2ТС393Б-1,  КТС393Б 

при  7 = 358  К 


3-6  дБ 
4,5*  дБ 

5 

80  пс 
0,6  В 


40-180 

30-140 

360 

280 

16 

12 


2 пФ 


2 пФ 


0, 1 мкА 
0,2  мкА 

5 мкА 


0,1  мкА 
0,2  мкА 
5 мкА 
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Параметры  сдвоенных  транзисторов 

Отношение  статических  коэффициентов  передачи  тока 
в схеме  с общим  эмиттером  при  {/«б  = 1 В,  /э  = 

= 1 мА  не  менее: 
при  Г = 298  К: 

2ТС393А-1,  КТС393А 0,9 

2ТС393Б-1,  КТС393Б 0,8 

при  Г = 358  К и Г =213  К (Г  = 228  К КТС393А, 

КТС393Б): 

2ТС393А-1,  КТС393А 0,8 

2ТС393Б-1,  КТС393Б  . 0,7 

Модуль  разности  прямых  напряжений  эмиттер-базы  при 
С/КБ  = 5 В.  /э  = 1 мА  не  более: 

2ТС393А-1,  КТС393А 3 мВ 

2ТС393Б-1,  КТС393Б  5 мВ 

Ток  утечки  между  транзисторами  не  более: 

при  Г = 298  К и Г=  213  К (Г  = 228  К КТС393А, 

КТС393Б): 

2ТС393А-1 , КТС393А  (при  Т/Кік2  = Ю В)  . . . . 0,1  мкА 

2ТС393Б-1,  КТС393Б  (при  НК1К2  = 15  В)  . . . . 0,2  мкА 

при  Т = 358  К 5 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор-эмиттер  при 
/?бэ  < 5 кОм : 

2ТС393А-1,  КТС393А 10  В 

2ТС393Б-1,  КТС393Б 15  В 

Постоянное  напряжение  эмйттер-база 4 В 

Постоянный  ток  коллектора 10  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  <2>  2 . . . 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  (суммар- 
ная двух  транзисторов): 

при  Т <318  К 20  мВт 

при  Т = 358  К 10  мВт 

Температура  перехода  . . 398  К 

Температура  окружающей  среды: 

2ТС393А-1,  2ТС393Б-1 От  213 

до  358  К 

КТС393А,  КТС393Б От  228 

до  358  К 

Примечания:  1.  Монтаж  кристаллов  на  подложку  микро- 
схемы производить  клеем  холодного  отвердения  на  основе  смолы 
ЭД-5. 
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Допускается  изгиб  выводов  на  расстоянии  0,5  мм,  сварка  не 
менее  1 мм  от  края  кристалла.  При  длине  выводов  более 
3 мм  выводы  должны  быть  дополнительно  закреплены  лаком. 

2.  Не  рекомендуется  эксплуатация  транзисторных  пар  при  ра- 
бочих токах,  соизмеримых  с обратными  неуправляемыми  токами 
эмиттера  и коллектора  во  всем  интервале  температур. 

При  значениях  ЛГп.с,  отличающихся  от  значения  4 К/мВт, 
максимально  допустимая  постоянная  мощность  рассеивания  кол- 
лектора  должна  быть  не  более  40  мВт  и определяется  по  формуле 

Ломакс  = (398  - 7)/(0,2  + Кг„.с), 

где  0Тп<  — тепловое  сопротивление  микросхемы  на  участке  нижняя 
поверхность  кристалла  - окружающая  среда. 


ІБ,мА 
0,8 

0,6 
0,4 
0,2 

О 0,2  0,4  0,6  0,8  0вэ,В 
Входные  характеристики. 


1 

2ТС393А 

-2ТС393Б 

КТС393А 

1 

г 

Ь 

> 

/ 

А / о 

Э 

/ 

икэ: 

Г 

5В 

* л 

т 

Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


-ч: 

5 

Г-— 

II 

2 0.9 


1,2 

1,1 

1 


0,8 
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2ТС 

-кто 

393/ 

Т93А 

-1,21 

КТО 

ГС393 

393Б 

1 

‘-о 

5 

‘о 

II 

о 

из 

С* 

С* 


о 4 8 12  16  Іэ,мА 

Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  эмиттера. 


1,2 

1 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 


2ТС 

193А 

-1,2  ТС 393 6-1, 

Л / о 

\/п 

ГС№ 

> 

■Б 

102  103  10 4 ІО5  10е  6БЭ,0м 
Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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2ТС 

-КТО 

— 

393А 

393А 

-1,27 

,ктс 

0393 

393Б 

В-1, 

О 0,2  0,4  О, В 0,8  Іэ,  мА 


О 4 8 12  ібиКБ,в 


Зависимость  модуля  разности 
прямых  падений  напряжений 
база-эмиттер  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  модуля  разности 
прямых  падений  напряжений  ба- 
за-эмиттер от  напряжения  кол- 
лектор-база. 


Ск,пФ 

V 
1,2 
0,8 
0,4 

0 2 4 6 8икѣ,8 


2 ТС 
- КТС 

393 А 
'39  ЗА 



-1,21 

,ктс 

0393 

393Б 

Б-1, 

Зависимость  модуля  относи-  Зависимость  емкости  коллек- 

тельной  разности  прямых  паде-  торного  перехода  от  напряже- 
ний напряжений  база-эмиттер  ния  коллектор-база, 

от  температуры. 


Сэ,пФ 

V 

V 

1 

0,9 

0,8 

О 0,5  1 1,5  2 0ѢЭ,В 


2 ТС 
~КТС 

393А 
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-1,21 

,КТІ 
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393Б 
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Кип  А Б 
6 

5 
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0,5  1 1,5  2 2,5І3,мА 


1 

8г=900м 

8 'кэ~  БВ, 
^ 5120м 

Т = Б 

Кг 

ОМ  Гц 

= 252 

Ом 

— — 

2ТС393А- 

КТС393А 

І__І 

1, 2Т 

,ктс 

03931 

393Б 

Зависимость  емкости  эмиттер-  Зависимость  коэффициента  шу- 

ного  перехода  от  напряжения  ма  от  тока  эмиттера, 

база-эмиттер. 
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Кш,АЬ 
7 

6 

5 

Ч 

3 

г 

О 20  40  60  80  6,МГц 


2ТС393А-1,2ТС393Б-1 , 


-КТС393А.КТС393Б 


Зависимость  коэффициента  шу-  Зависимость  коэффициента  шу- 
ма  от  напряжения  коллектор-  ма  от  частоты, 

эмиттер. 


КТС394А,  КТС394Б 


Транзисторные  сборки,  состоящие  каждая  из  двух  кремниевых 
эпитаксиально-планарных  р-п-р  универсальных  маломощных  транзи- 
сторов с раздельными  выводами. 

Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре 
в балансных,  дифференциальных  и операционных  усилителях,  пере- 
ключающих и других  каскадах,  в которых  требуется  идентичность 
параметров  двух  транзисторов. 

Сборки  поставляются  в виде  наборов  из  двух  отдельных  тран- 
зисторов. Транзисторы  бескорпусные  с гибкими  выводами,  защит- 


ІІЛІ 

База 


1 \Эмиттер 
* Коллектор 
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ным  покрытием,  на  металлических  подложках,  электрически  соеди- 
ненных с выводами  коллекторов.  Сборки  упаковываются  в герме- 
тичную сопроводительную  тару.  Обозначение  типа  приводится  на 
сопроводительной  таре. 

Масса  сборки  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 5 мА  не  менее: 

КТС394А 45  В 

КТС394Б . 30  В 

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 

= 10  мА,  /Б  = 1 мА  не  более 0,3  В 

Напряжение  насыщения  база-эмиттер  при  /к=10  мА, 

/Б  = 1 мА  не  более 1,0  В 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  Скэ  = 5 В, 

/э  = 10  мА,  / = 100  МГц  не  менее 3,0 

Разность  напряжений  база-эмиттер  транзисторов  сборки 
при  V кБ  = 5 В,  /к  = 1 мА  КТС394А  не  более  . . . 10,0  мВ 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с общим 
эмиттером  при  СКб  = 5 В,  /э  = 1 мА: 
при  Г=  298  К: 

КТС394А ! . . 40-120 

КТС394Б 100-300 

при  Г = 228  К: 

КТС394А 20-120 

КТС394Б 50-300 

при  Т=  358  К: 

КТС394А  не  менее 40 

КТС394Б  не  менее 100 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 45  В не  более: 

при  Г = 298  К и Т=  228  К 0,5  мкА 

при  Т = 358  К 1,0  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 4 В не  более  ....  0,5  мкА 

Емкость  коллекторного  перехода  при  СКБ  = 10  В,  /= 

= 10  МГц  не  более 8,0  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор- эмиттер  при  ЛБЭ  < 

« 10  кОм  ......' 45  В 

Постоянное  напряжение  коллектор-база 45  В 

Постоянное  напряжение  база-эмиттер 4,0  В 

Постоянный  ток  коллектора  одиночного  транзисто- 
ра   100  мА 

Постоянный  ток  базы  одиночного  транзистора  ....  30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  двух  транзисторов 
сборки  с дополнительным  теплоотводом  при  Ктпа<  ^ 

< 200  К/Вт  и 7=  333  К і . . 300  мВт 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  двух  транзисторов 
сборки  с дополнительным  теплоотводом  ЛГп„  ~ « 

< 200  К/Вт,  ти  < 10  мкс,  ()  > 2 и Т=  333  К . . 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  транзистора  при 
постоянной  рассеиваемой  мощности  сборки,  не  пре- 
вышающей предельную 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  одиночного  транзи- 
стора при  импульсной  рассеиваемой  мощности  сборки, 

не  превышающей  предельную 

Тепловое  сопротивление  переход-подложка 

Температура  перехода  

Температура  окружающей  среды  ........ 

Примечания:  1.  При  монтаже  в микросхему  максимально 
допустимая  постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора,  мВт, 
рассчитывается  по  формуле 

мак,'  = (423  Т)  К[  п_с, 

где  Кт.пс  = ^т.п-па  + Дт.пд -т  + ^т.т<.  ^т,п-пл  ~ тепловое  сопротивление 
переход-подложка ; Кт „д.т  — тепловое  сопротивление  подложка-тепло- 
отвод , /?7'-т_с  — тепловое  сопротивление  теплоотвод-среда. 

2.  Извлечение  сборки  из  герметичной  упаковки,  входной 
контроль  параметров,  монтаж  в микросхемы,  герметизация  микро- 
схем должны  осуществляться  в помещениях  при  соблюдении  пра- 
вил вакуумной  гигиены,  влажности  воздуха  не  выше  65  °/  и Т = 
= (298  ±10)  К.  /о 

Минимальное  расстояние  от  места  пайки  (сварки)  до  защитного 
покрытия  должно  быть  не  менее  4 мм.  Температура  жала  паяль- 
ника должна  быть  не  более  513  К,  время  пайки  не  более  1 мин 
Допускается  трехкратная  перепайка  сборок.  Необходимо  принимать 
меры,  предохраняющие  сборки  от  статического  заряда. 


500  мВт 


250  мВт 


500  мВт 
100  К/Вт 
423  К 
От  228 
до  358  К 


Входные  характеристики.  Зависимость  статического  коэф- 

фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 
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Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
коллектора. 

Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тем- 
пературы. 

Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 
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2ТС3103А,  2ТС3103Б,  КТСЗІОЗА,  КТС3103Б 

Транзисторные  сборки,  состоящие  из  двух  кремниевых  планарных 
р-п-р  усилительных  сверхвысокочастотных  маломощных  транзисторов 
с раздельными  выводами. 

Предназначены  для  работы  в дифференциальных  усилительных 
каскадах.  Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими 
выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  1,5  г. 


2- коллектор  •,  З'базаі)  Ц-змиттер 
й- Коллектор  ) у-  база  2. ) 6-эпи.ттер 
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Электрические  параметры 

Параметры  одиночного  транзистора 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  при  6/^  = 5 В 

/э  = 3 мА,  /=  100  МГц . . 

типовое  значение  

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  (А-,-  = 

= 5 В,  /э  = 3 мА,  /=  30  МГц . 

типовое  значение  

Коэффициент  шума*  при  С/кэ  = 5 В,  Г,  = 1 мА  Я = 

= 150  Ом,  /=  60  МГц ’ г 

типовое  значение  

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при /к  = 10  мА 

/б  = 1 мА 

типовое  значение  

Напряжение  насыщения  база-эмиттер*  при  /к  = Ю мА 

/б  = 1 мА 

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  І/КБ  = 1 В,  /э=1  мА' 

при  Т = 298  К 

типовое  значение 

при  Г = 358  К ’ 

при  Т = 228  К не  менее 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  С/КБ  = 5 В { = 
= 10  МГц ' * 


типовое  значение  

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  СѴ-,  = О С 
= 10  МГц  Бэ  ’ 7 


типовое  значение  

Обратный  ток  коллектора  при  Г'КБ  = 1 5 В не  более" 
при  Т = 298  К и Т = 228  К 

при  т = 358  к ;;;••• 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/БЭ  = 5 В не  более 
при  Т = 298  К и Т = 228  К . 
при  Т = 358  К . . . 


Параметры  сдвоенных  транзисторов 

Отношение  статических  коэффициентов  передачи  тока  в 
схеме  с общим  эмиттером  при  С/КБ  =1  В,  /э  = 1 мА 
Т = 298  К не  менее : 

2ТС3103А,  КТСЗЮЗА  . . . 

2ТС3103Б,  КТСЗЮЗБ 

Модуль  разности  прямых  напряжений  эмиттер-база  при 
Скб  = 5 В,  /э  = 1 мА  не  более: 

2ТС3103А,  КТСЗЮЗА 

2ТС3103Б,  КТСЗЮЗБ 


6-13* 

9* 

1 0 * — 80  ПС 
22  * пс 

3,6-5  дБ 
4,2  дБ 

М6*-0,6  В 
0,29*  В 

0,8- 1,1  В 
0,9  В 


40-200 

113* 

32-600 

16 

1,1  — 

2.5  пФ 
1,3  пФ 

1.05  — 

2.5  пФ 
1,26 

0,2  мкА 
5 мкА 

0,5  мкА 
5 мкА 


0,9 

0,8 


3 мВ 
5 мВ 
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Ток  утечки  между  транзисторами  при  V = 20  В не 


более : 

при  Г=  298  К и Т=  228  К 0,1  мкА 

при  Т = 358  К 5 мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 


эмиттер  при  /?бэ  < 15  кОм 15  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 5 В 

Постоянный  ток  коллектора 20  мА 

Импульсный  ток  коллектора  при  ти  < 10  мкс,  2 5 2,5  50  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллектора  (сум- 
марная двух  транзисторов): 

при  Т < 328  К 300  мВт 

при  Т — 358  К 120  мВт 

Температура  перехода 448  К 

Температура  окружающей  среды: 

2ТС3103А,  2ТС3103Б От  213  до 

398  К 

КТС3103А,  КТС3103Б От  228  до 

358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,4  К/мВт 


Примечание.  Пайка  и изгиб  выводов  допускается  на  рас- 
стоянии не  менее  1 мм  от  корпуса  транзисторной  сборки. 


Входные  характеристики.  Зависимость  относительного 

статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  напряжения  кол- 
лектор-база. 
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Зависимость  относительного 
статического  коэффициента  пе- 
редачи тока  от  тока  эмиттера. 


Зависимость  модуля  относи- 
тельной разности  прямых  паде- 
ний напряжений  база-эмиттер 
от  температуры. 
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Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


ного  перехода  от  напряжения 
база-эмиттер. 


1ТС609А,  1ТС609Б,  1ТС609В,  ГТС609А, 
ГТС609Б,  ГТС609В 

Транзисторные  сборки,  состоящие  из  четырех  германиевых  диф- 
фузионно-сплавных р-п-р  переключательных  высокочастотных  мало- 
мощных транзисторов. 

Предназначены  для  применения  в переключательных  схемах 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  4 г. 
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Обозначение  Выводов : 

1,6, 7, 12,  -омиттер',  3,4,9, 10-базы ; 

3,5 , 8,11- ноллентор', 

I , Ж,  Ш,  Ш -единичньій  транзистор 


Электрические  параметры 


Граничное  напряжение  при  /э  = 0,5  А не  менее 

типовое  значение  

Напряжение  насыщения  коллектор-эмиттер  при  /к  = 0,5.  А, 
= 70  мА  1ТС609А,  ГТС609А  и при  /Б  = 40  мА 
1ТС609Б,  1ТС609В,  ГТС609Б,  ГТС609В  не  более  . 

типовое  значение 

Напряжение  насыщения  эмиттер-база  при  /к  = 0 5 А 
/б  = 70  мА  1ТС609А,  ГТС609А  и при  /Б  = 40  мА, 
1ТС609Б,  1ТС609В,  ГТС609Б,  ГТС609В  не  более  . . 

типовое  значение  

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером  при  і/кэ  = 3 В,  /э  = 0 5 А • 
при  Т = 298  К: 

1ТС609А  . 

ГТС609А ’ 

1ТС609Б 

ГТС609Б ! ‘ 

1ТС609В 

ГТС609В !.!!.’ 

при  Г = 343  К: 

1ТС609А 

1ТС609Б 

1ТС609В \ ‘ 

при  Т=  333  К: 

ГТС609А 

ГТС609Б 

ГТС609В ] ‘ | | ‘ ‘ ' 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с 
общим  эмиттером: 

при  Цкэ  = 3 В,  /э  = 0,25  А 1ТС609В,  ГТС609В 
не  менее 


30  В 
40*  В 


1,6  В 
0,74*  В 


ІГІ  В 
0,57*  В 


33-100 

30-100 

53-160 

50-160 

40-120 

80-420 

16.5- 200 

26.5- 320 
20-240 

15-200 
25-320 
40  - 480 
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5*2  = 70 


при  г/кэ=5  В,  /э  = 0,7  А 
1ТС609Б,  ГТС609Б  не  менее 


1ТС609А,  ГТС609А, 


15 


Граничная  частота  коэффициента  передачи  тока  в схеме 
с общим  эмиттером  при  17кэ  = 3 В,  /к  = 0,5  А не 
менее 


Время  включения  при  /к  = 0,5  А,  /=  2 кГц,  /Б  = 70  мА 
1ТС609А,  ГТС609А  при  /Б  = 40  мА  1ТС609Б,  ГТС609Б 

1ТС609В,  ГТС609В  не  более 

типовое  значение  .... 


Время  рассасывания  при  /к  = 0,5  А,  /=  1 кГц,  /Б  = 
= 70  мА  1ТС609А,  ГТС609А,  при  /Б  = 40  мА  1ТС609Б 

ГТС609Б,  1ТС609В,  ГТС609В  не  более 

типовое  значение  .... 


60  МГц 


0,1  мкс 
0,048*  мкс 


0,7  мкс 
0,343*  мкс 


Емкость  коллекторного  перехода  при  {/КБ  =10  В, 

/=  5 МГц  не  более 

типовое  значение  

Емкость  эмиттерного  перехода  при  С/КБ  = 0,  /=  2 МГц 

не  более  

типовое  значение  

Обратный  ток  коллектора  при  Г/КБ  = 30  В не  более- 
при  Т = 293  К: 

ІТС609А,  1ТС609Б,  1ТС609В  . . 

ГТС609А,  ГТС609Б,  ГТС609В 
при  Т = 333  К ГТС609А,  ГТС609Б,  ГТС609В 
при  Г = 343  К 1ТС609А,  1ТС609Б,  1ТС609В  .’  .’  ! 

Обратный  ток  эмиттера  при  С/ЭБ  = 2,5  В не  более: 
при  Т = 293  К: 

1ТС609А,  1ТС609Б,  1ТС609В  . 

ГТС609А,  ГТС609Б,  ГТС609В  . 

при  Т = 333  К ГТС609А,  ГТС609Б,  ГТС609В  .'  ! | ’ 
при  Т=  343  К 1ТС609А,  1ТС609Б,  1ТС609В  . . .'  ! 


50  пф 
19,8*  пФ 


250  пФ 
111,6*  пф 


30  мкА 
40  мкА 
600  мкА 
500  мкА 


100  мкА 
200  мкА 
1000  мкА 
500  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  50  В 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 2,5  В 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  т < 10  мкс  3 В 

Импульсный  ток  коллектора  при  х„  < 10  мкс 0,7  А 

Импульсный  ток  базы  при  т„  < 10  мкс 0,1  А 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  (для  всей  сборки) 
при  Т « 316  К 500  мВт 
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Импульсная  рассеиваемая  мощность  (для  одного  тран- 


зистора) при  т„  < 10  мкс 5 Вт 

Температура  перехода 358  К 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 0,084  К/мВт 

Температура  окружающей  среды: 

1ТС609А,  1ТС609Б,  1ТС609В От  213 

до  343  К 

ГТС609А,  ГТС609Б,  ГТС609В От  233 

до  333  К 


Примечание.  Изгиб  выводов  и пайка  допускаются  на  рас- 
стоянии не  менее  3 мм  от  корпуса. 


0 100  200  300  400  0001  э, мА  0 100  200  300  400  500Ік,мА 


Зависимость  статического  коэф- 
фициента передачи  тока  от  тока 
эмиттера. 


Зависимость  напряжения  насы- 
щения коллектор-эмиттер  от 
тока  коллектора. 


Зависимость  напряжения  насы-  Зависимость  времени  рассасыва- 
щения  коллектор-эмиттер  от  ния  от  тока  базы, 

тока  коллектора. 

Чі  26* 
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Зависимость  времени  рассасыва- 
ния от  тока  базы. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  сопротивления 
база-эмиттер. 


2ТС622А,  2ТС622Б,  КТС622А,  КТС622Б 

Транзисторные  сборки,  состоящие  из  четырех  кремниевых  эпи- 
таксиально-планарных р-п-р  переключательных  высокочастотных  мало- 
мощных транзисторов. 

Предназначены  для  применения  в переключательных  схемах. 
Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  выводами 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  сборки  не  более  0,4  г. 


Электрические  параметры 

Напряжение  насыщения  коллектор- эмиттер  пои  /,- 
= 400  мА,  /Б  = 80  мА:  К 

2ТС622А,  2ТС622Б,  КТС622А  не  более 
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типовое  значение 0,7  * В 

КТС622Б  не  более 2 В 

Напряжение  насыщения  эмиттер-база  при  Ік  = 400  мА, 

/Б  = 80  мА: 

2ТС622А,  2ТС622Б,  КТС622А  не  более 2,2  В 

типовое  значение 1 , 1 * В 

КТС622Б  не  более 2,5  В 

Статический  коэффициент  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  6'КБ  = 5 В,  /э  = 200  мА: 

2ТС622А,  2ТС622Б,  КТС622А  . . 25-150 

типовое  значение 70* 

КТС622Б  не  менее 10 

Модуль  коэффициента  передачи  тока  в схеме  с об- 
щим эмиттером  при  Цкэ  = 10  В,  /к  = 30  мА,  / = 

= 100  МГц: 

2ТС622А,  2ТС622Б,  КТС622А  не  менее 2 

типовое  значение 4,5  * 

КТС622Б  не  менее . 1,5 

Постоянная  времени  цепи  обратной  связи  при  С/кэ  = 

= 10  В,  /к  = 30  мА  не  более . 60  нс 

типовое  значение 22*  нс 

Время  включения  * при  /к  = 200  мА,  /Б  = 20  мА  не 

более 35  нс 

типовое  значение 26  нс 

Время  рассасывания  * при  /к  = 200  мА,  /Б  = 20  мА : 

2ТС622А,  КТС622А  не  более 120  нс 

типовое  значение 65  нс 

2ТС622Б,  КТС622Б  не  более 200  нс 

типовое  значение 140  нс 

Емкость  коллекторного  перехода*  при  С/КБ  =10  В,  /— 

= 2 МГц  не  более 15  пФ 

типовое  значение 4,5  пФ 

Емкость  эмиттерного  перехода*  при  С/БЭ  = 0, /=  2 МГц 

не  более 60  пФ 

типовое  значение 27  пФ 

Обратный  ток  коллектора  при  СКБ  = 45  В не  более: 

при  Т = 298  К 10  мкА 

при  Г = 398  К 2ТС622А,  2ТС622Б 100  мкА 

Обратный  ток  эмиттера  при  СЭБ  = 4 В не  более  . . . 20  мкА 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  коллектор-база  и коллектор- 
эмиттер  при  ЛБЭ  < 1 кОм  2ТС622А,  2ТС622Б: 

при  Т < 373  К 45  В 

при  Т = 423  К 22  В 

при  Г < 343  К : 

КТС622А 45  В 

КТС622Б 35  В 
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при  Т=  393  К: 

КТС622А 

КТС622Б * ‘ ' ' I 

Импульсное  напряжение  коллектор-база  при  т„  < 10  мкс 

С?»10: 

2ТС622А,  2ТС622Б,  КТС622А  . . 

КТС622Б 

Постоянное  напряжение  эмиттер-база 

Импульсное  напряжение  эмиттер-база  при  т„  < 10  мкс 

б»  Ю КТС622А 

Постоянный  ток  коллектора 

Импульсный  ток  коллектора 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  коллекторов  рабо- 
чих элементов  матрицы: 


30  В 
20  В 


60  В 
50  В 
4 В 

6 В 

400  мА 
600  мА 


при  Т < 333  К 2ТС622А,  2ТС622Б  . . . . 

при  Т < 298  К КТС622А,  КТС622Б  . . . . 

при  Г = 398  К 2ТС622А,  2ТС622Б  . . . . 

при  Г = 358  К КТС622А,  КТС622Б  . . . . 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  коллекторов 
чих  элементов  матрицы  при  т„  < 10  мкс  О 

298  К 

Температура  перехода 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 

Температура  окружающей  среды: 

2ТС622А,  2ТС622Б 


. . 0,4  Вт 

. . 0,4  Вт 

. . 0,1  Вт 

, . 0,24  Вт 

рабо- 
та 10, 

10  Вт 
. . 423  К 

. . 218  К/Вт 

. . От  213 


КТС622А,  КТС622Б  . 


до  398  К 
От  238 


до  358  К 


Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  (по 
длине  вывода)  не  менее  1 мм,  жало  паяльника  должно  быть 
заземлено. 

Радиус  изгиба  выводов  должен  быть  не  менее  0,3  мм,  рас- 
стояние от  корпуса  до  центра  окружности  изгиба  не  менее  1 мм. 


Зависимость  статического  коэф-  Зависимость  напряжения  насы- 

фициента  передачи  тока  от  тока  щения  коллектор-эмиттер  от 
коллектора.  тока  коллектора. 
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Зависимость  напряжения  насы- 
щения база-эмиттер  от  тока 
коллектора. 


Зависимость  емкости  коллек- 
торного перехода  от  напряже- 
ния коллектор-база. 


Зависимость  емкости  эмиттер- 
ного  перехода  от  напряжения 
эмиттер-база. 


Зависимость  относительного 
максимально  допустимого  на- 
пряжения коллектор-эмиттер  от 
сопротивления  база-эмиттер. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимого напряжения  коллек- 
тор-эмиттер от  температуры. 


26* 
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Часть  третья 

СПРАВОЧНЫЕ  ДАННЫЕ  ПОЛЕВЫХ 
ТРАНЗИСТОРОВ 

Раздел  десятый 


ТРАНЗИСТОРЫ  МАЛОМОЩНЫЕ 

2П101А,  2П101Б,  2П101В,  КП101Г,  КП101Д, 

КП101Е 


Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с за- 
твором на  основе  р-п  перехода  и каналом  р-типа. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  усилителей 
низкой  частоты  и постоянного  тока  с высоким  входным  сопро- 
тивлением. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,0  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  шума  при  ѴС]Л  = 5 В,  ѴЗИ  = 0.  /= 

= 1000  Гц,  Лг  = 1,0  МОм  не  более: 

2П101А,  2П101Б 5 дБ 

2П101В 10  дБ 

КП101Г 4 дБ 

КП101Д 7 дБ 

Крутизна  характеристики  при  1/си  = 5 В,  1/зи  = 0: 
при  Т = 298  К: 

КП101Г  • • • ‘ 0,15  мА/В 

2П101А,  2П101Б,  КП101Е 0,3  мА/В 

КП101Д 0,4  мА/В 

2П101В 0,5  мА/В 


при  Г—  398  К 2П101А,  2П101Б,  2П101В  не  более  0,4  значения 


при  Г = 298  К 
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при  Г = 213  К 2П101А,  2П101Б,  2П101В  не 
более 


2 значения 
при  Т = 298  К 


при  Т=  358  К: 

КП101Г  - 0,08  мА/В 

КП101Д 0,2  мА/В 

КП101Е 0,15  мА/В 

при  Т = 228  К: 

КП101Г 2 мА/В 

КП101Д,  КП101Е  . 3 мА/В 

Начальный  ток  стока  пои  6/си  = 5 В,  С/Зи  = 0: 

2П101А  0,3- 1,0  мА 

2П101Б 0,7-2, 2 мА 

2П101В 0,5- 5,0  мА 

КП101Г 0,15-2  мА 

КП101Д 0,3-4  мА 

КП101Е 0,5-5  мА 

Напряжение  отсечки  (положительное)  при  1)с\л  = 5 В, 

/с  = I мкА  не  более : 

2П101А,  2П101Б,  КП101Г 5 В 

2П101В 8 В 

КП101Д,  КП101Е 6 В 

Ток  утечки  затвора  при  7/си  = 0,  С/Зи  = 5 В не  более: 
при  Т=  298  К: 

2П101А,  2П101Б,  2П101В 10  нА 

КП101Г,  КП101Д,  КП101Е 1 2 нА 

при  Т = 398  К : 

2П101А,  2П101Б 1 мкА 

2П101В 5 мкА 

при  Г=  358  К: 

КП101Г,  КП101Д,  КП101Е 1 мкА 

Емкость  затвор-исток  при  6/си  = 5 В,  С/Зи  =0  не 
более 

2П101А,  2П101Б,  2П101В 12  пФ 

КП101Г,  КП101Д,  КП101Е Ю пФ 

Емкость  выходная  * при  короткозамкнутом  входе  не 

более 0,4  пФ 

Емкость  проходная*  при  і/си  = 5 В,  С/зи=0: 

2П101А 2,2  — 2,7  пФ 

типовое  значение 2,5  пФ 

2П101Б  2,4  — 2,9  пФ 

типовое  значение 2,5  пФ 

2П101В 2,5  — 3,0  пФ 

типовое  значение 2,7  пФ 

Выходное  динамическое  сопротивление  при  С/си  = 5 В, 

С/Зи  = 0.  /=  270  Гц: 

2П101А 90  - 400  кОм 

типовое  значение  190*  кОм 

2П101Б 20-120  кОм 

типовое  значение 50*  кОм 

2П101В  6-24  кОм 

типовое  значение 12*  кОм 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток  (отрицательное)  при  Сзи  = 0 10  В 

Напряжение  затвор-сток Ю в 


Напряжение  затвор-исток 
Ток  стока: 

КП10ІГ 

КПІ01Д,  КП101Е ^ ’ ‘ 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  2П101А,  2П101Б 

2П101В ’ 

Температура  окружающей  среды: 

2П101А,  2П101Б,  2П101В 

КП  101  Г,  КП101Д,  КП101Е От  233  до  358  К 

Примечание.  Значение  максимальной  рассеиваемой  мощ- 
ности для  каждого  транзистора  ограничивается  значениями  на- 
чального тока  стока  и максимально  допустимого  напряжения  сток- 


10  В 

2 мА 
5 мА 

50  мВт 


От  228  до  398  К 


Сумма  напряжений  на  затворе  и стоке  не  должна  превы- 
шать предельно  допустимого  напряжения  на  стоке  во  всем  интер- 
вале температур  окружающей  среды. 

Запрещается  подавать  отрицательное  напряжение  на  затвор  и 
работать  в электрическом  режиме  с отключенным  затвором. 


1,5 

ОЭ  1,0 


1 


Со 


0,5 


2П 

101В 

г 

,КПІ01Д  I 

1 I 

П101Б,КП101Е 
1 1 

1101 

<\,кп 



101Г 

и~ 

И = 1 



-5  В 

333 


15 


Т,К 


Зависимость  крутизны  харак- 
теристики от  температуры. 
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/ 

2П1С 
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кто 

101Д 

іт 

Г 



ф 

333  393  Т,  К 
Зависимость  коэффициента  шу 
ма  от  температуры. 


2П103А,  2П103Б,  2П103В,  2П103Г,  2П103Д, 
2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР, 
2П103ДР,  КП  ЮЗЕ,  КП103Ж,  КП103И, 
КП103К,  КП103Л,  КП103М,  КП  ЮЗЕР, 
КПЮЗЖР,  КП103ИР,  КПЮЗКР,  КП103ЛР, 

КП103МР 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с затво- 
ром на  основе  р-п  перехода  и каналом  р-типа  — 2П103А,  2П103Б 
2ПІ03В,  2П103Г,  2П103Д,  КП103Е,  КП103Ж,  КП103И,  КПІОЗКІ 

810 


- 


Вариант  1 


Выводи 
луженые 


-в- 


йг 


5 

13,5 

5,3 

Место 
маркировки 


I I 


\ 


Затвор-корпус 
Ф2,5 


Исток 


\ Сток 
Отличительная  метка-точка  для 
транзисторов,  подовранных  в пары 


Вариант  I 


Отличительная  метка-  точка  для 


Вид  Я 


Стек - 


ЗатВор 
уИсток 


КП103Л,  ПК103М  и подобранные  в пары  по  основным  электри- 
ческим параметрам  (начальному  току  стока,  крутизне  характеристики, 
напряжению  отсечки)  - 2П 103 АР,  2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР, 

2П103ДР,  КП  ЮЗЕР,  КП103ЖР,  КП103ИР,  КП103КР,  КП103ЛР, 
КП103МР. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  усилителей 
низкой  частоты  и постоянного  тока  с высоким  входным  сопро- 
тивлением (2П103А,  2П103Б,  2П103В,  2П103Г,  2П103Д,  КП103Е, 
КП103Ж,  КП103И,  КП103К,  КП103Л,  КП103М),  а также  во  вход- 
ных каскадах  дифференциальных  усилителей  низкой  частоты  и по- 
стоянного тока  с высоким  входным  сопротивлением  (2П103АР, 
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2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР,  КП103ЕР  КП103ЖР 

ПК103ИР,  КП103КР,  КП103ЛР,  КП103МР). 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами 
(вариант  1).  Транзисторы  КПЮЗЕ,  КП103Ж,  КП103И  КП103К 
КП103Л,  КП103М.  КП  ЮЗЕР,  КПІОЗЖР,  КПЮЗИР,  кпіозкр’ 
КП103ЛР,  КП103МР  выпускаются  также  в пластмассовом  корпусе 
с гибкими  выводами  (вариант  2). 

Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Пары  транзисторов  упаковываются  в тару,  исключающую  воз- 
можность их  разукомплектования.  Транзисторы  маркируются  цвет- 
ными точками  на  верхней  части  корпуса:  черной  - группа  1 точ- 
ности подбора  пар  по  основным  электрическим  параметрам  тран- 
зисторов 2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР  и группы 
О и 1 транзисторов  КП  ЮЗЕР.  КПІОЗЖР,  КПЮЗИР  КПІОЗКР 
КПЮЗЛР,  КПЮЗМР;  синей  - группа  2 точности. 

Масса  транзистора  не  более  1,0  г. 


Электрические  параметры 


Максимальная  рабочая  частота*  2ПЮЗА,  2ПЮЗБ, 
2ПЮЗВ,  2ПЮЗГ,  2ПЮЗД,  2ПЮЗАР,  2ПЮЗБр[ 

2ПЮЗВР,  2ПЮЗГР,  2ПЮЗДР 

Коэффициент  шума  при  І/си  = 5 В,  1)ш  = 0, 
I — ЮОО  Гц,  Дт  =1,0  МОм,  = 2 кОм  не 

более , 

Крутизна  характеристики  при  і/си  = 10  В Ѵт  = 0' 
при  Т = 298  К: 

2ПЮЗА,  2ПЮЗАР 

типовое  значение  

2ПЮЗБ,  2ПЮЗБР 

типовое  значение  

2ПЮЗВ,  2ПЮЗВР ’ ' 

типовое  значение  

2ПЮЗГ,  2ПЮЗГР 

типовое  значение  

2ПЮЗД,  2ПЮЗДР ' ‘ 

типовое  значение  

КП  ЮЗЕ,  КП  ЮЗЕР ‘ ' 

КПЮЗЖ,  КПІОЗЖР ’ і 

КПЮЗИ,  КПЮЗИР 

КПЮЗК,  КПІОЗКР 

КПЮЗЛ,  КПЮЗЛР ’ 

КПЮЗМ,  КПЮЗМР 

при  Т=  358  К: 

2ПЮЗА,  2ПЮЗАР 

2П103Б,  2ПЮЗБР  ........ 

2ПЮЗВ,  2ПЮЗВР 

2П103Г,  2ПЮЗГР 

2П103Д,  2ПЮЗДР 


3 МГц 


3 дБ 


0,7 -2,1  мА/В 
1,6*  мА/В 
0,8 -2,6  мА/В 
1,6*  мА/В 
1, 4-3,5  мА/В 
2,4*  мА/В 
1,8 -3,8  мА/В 
2,8*  мА/В 

2.0 - 4,4  мА/В 
3,2*  мА/В 

0,4 -2,4  мА/В 
0,5 -2,8  мА/В 
0,8 -2,6  мА/В 

1.0 - 3,0  мА/В 
1,8- 3,8  мА/В 
1,3 -4, 4 мА/В 

0,42-2,1  мА/В 
0,48-2,6  мА/В 
0,84-3,5  мА/В 

1.0 - 3,8  мА/В 

1.1 - 4,4  мА/В 
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КП103Е,  КП103ЕР 

КПЮЗЖ,  КП103ЖР 

КП103И.  КП103ИР 

КП103К,  КП103КР 

КП103Л,  КП103ЛР  . 

КШОЗМ.  КПІОЗМР 

при  Т=  213К: 

2П103А,  2П103АР 

2П103Б,  2П103БР 

2П103В,  2П103ВР 

2П103Г,  2П103ГР 

2П103Д,  2П103ДР 

при  Т — 218  К : 

КП  ЮЗЕ,  КП103ЕР 

КПІОЗЖ,  КП103ЖР 

КП103И,  КШОЗИР 

КП103К,  КП103КР 

КП103Л,  КП103ЛР 

КШОЗМ,  КПІОЗМР 

Начальный  ток  стока  при  (7СИ  = 10  В, 

С/зи  = 0: 

2П103А,  2П103АР 

типовое  значение  

2П103Б,  2П103БР 

типовое  значение  

2П103В,  2П103ВР 

типовое  значение  

2П103Г,  2П103ГР 

типовое  значение  

2П103Д,  2П103ДР 

типовое  значение 

КП  ЮЗЕ,  КП  ЮЗЕР 

КПЮЗЖ,  КПЮЗЖР 

КПЮЗИ,  КП103ИР 

КПЮЗК,  КПЮЗКР 

КПЮЗЛ,  КПЮЗЛР 

КШОЗМ,  КПІОЗМР 

Напряжение  отсечки  при  1/с и = Ю В,  /с  = 10  мкА: 

2П103А,  2ПЮЗАР 

типовое  значение  

2П130Б,  2ПЮЗБР 

типовое  значение  

2ПЮЗВ,  2ПЮЗВР 

типовое  значение  

2ПЮЗГ,  2ПЮЗГР 

типовое  значение  . . 

2ПЮЗД,  2ПЮЗДР 

типовое  значение  

КПЮЗЕ,  КП  ЮЗЕР , . 

КПЮЗЖ,  КПЮЗЖР 


0,24-2,4  мА/В 
0,3 -2,8  мА/В 
0,48-2,6  мА/В 
0,6- 3,0  мА/В 

1.0 - 3,8  мА/В 
0,75-4,4  мА/В 

0, 7-3,3  мА/В 
0,8-4,15  мА/В 
1,4 -5, 6 мА/В 
1,8 -6,1  мА/В 

2.0 - 7,0  мА/В 

0,4 -4,0  мА/В 
0,5  — 4,6  мА/В 
0,8-4,15  мА/В 
1,0  — 4,9  мА/В 
1,8 -6,1  мА/В 
1,3 -7,0  мА/В 


0,55-1,2  мА 
0,85*  мА 

1. 0- 2,1  мА 
1,5*  мА 

1.7- 3, 8 мА 
2,7*  мА 

3.0 - 6,6  мА 
4,5*  мА 

5,4—  12  мА 
7,3*  мА 
0, 3-2,5  мА 
0,35-3,8  мА 
0,8 -1,8  мА 

1. 0- 5,5  мА 

1.8 - 6, 6 мА 

3.0- 12,0  мА 

0,5 -2,2  В 
1,3*  В 
0,8 -3,0  В 
1,9*  В 
1,4-4, 0 В 
2,1*  В 
2,0 -6,0  В 
2,8*  В 
2,8 -7,0  В 
3,7*  В 
0,4- 1,5  В 
0,5 -2,2  В 
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КП103И,  КП103ИР 0 8-ЗОВ 

КП103К,  КП103КР 1,4-40  В 

КП103Л,  КП103ЛР 2 0-60  в 

КП103М,  КП103МР 2*8  — 7,0  В 

Активная  составляющая  входной  проводимости  при 
6/си  = 10  В,  V зИ  = 0 не  более: 

2П103А,  2П103АР 40  мкСм 

типовое  значение Ю мкСм 

2П103Б,  2П103БР 50  мкСм 

типовое  значение 15  мкСм 

2П103В,  2П103ВР 80  мкСм 

типовое  значение 20  мкСм 

2П103Г,  2П103ГР 130  мкСм 

типовое  значение 40  мкСм 

2П103Д,  2П103ДР 160  мкСм 

типовое  значение 70  мкСм 

КП  ЮЗЕ,  КП  ЮЗЕР 5 мкСм 

КПЮЗЖ,  КПЮЗЖР 10  мкСм 

КПЮЗИ,  КПЮЗИР 15  мкСм 

КПЮЗК,  КПЮЗКР 20  мкСм 

КП ЮЗЛ,  КПЮЗЛР 40  мкСм 

КПЮЗМ,  КПЮЗМР 70  мкСм 

Ток  утечки  затвора  не  более: 

2ПЮЗА,  2ПЮЗБ,  2ПЮЗВ,  2ПЮЗГ,  2ПЮЗД,  2ПЮЗАР 
2ПЮЗБР,  2ПЮЗВР,  2ПЮЗГР,  2ПЮЗДР  при  С™  = о’ 

Нзи  = 5 В: 

при  Т=  298  К 10  нА 

при  Г = 358  К 2 мкА 

при  7 = 213  К 20  нА 

КПЮЗЕ,  КПЮЗЖ,  КПЮЗИ,  КПЮЗК,  КП  ЮЗЛ, 

КПЮЗМ,  КП  ЮЗЕР,  КПЮЗЖР,  КПЮЗИР,  КПЮЗКР, 

КПЮЗЛР,  КПЮЗМР  при  Ѵсѵі  = 0,  С/Зи  =10  В: 

при  7 = 298  К и 7=218  К ! 20  нА 

при  7 = 358  К мкА 

Емкость  входная  при  С/си  = 10  В,  Ѵт  = 0 не  более- 
2ПЮЗА,  2ПЮЗБ,  2ПЮЗВ,  2ПЮЗГ,  2ПЮЗД,  2ПЮЗАР 

2ПЮЗБР,  2ПЮЗВР,  2ПЮЗГР,  2ПЮЗДР 17  пФ 

КПЮЗЕ,  КПЮЗЖ,  КПЮЗИ,  КПЮЗК,  КП  ЮЗЛ, 

КПЮЗМ,  КП  ЮЗЕР,  КПЮЗЖР,  КПЮЗИР,  КПЮЗКР 

КПЮЗЛР,  КПЮЗМР ; 20  пФ 

Емкость  проходная  при  ІІСН  = 10  В,  Ѵш  = 0 не  более  8 пФ 
Температурный  уход  разности  напряжений  затвор-исток 
подобранной  пары  транзисторов*  при  7 = 213  ч-  358  К 
не  более: 

2ПЮЗАР: 

группа  1 точности  подбора: 

для  80%  пар 250  мкВ/К 

для  20%  пар 450  МкВ/К 

группа  2 точности  подбора  для 
80%  пар  . 
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. 300  мкВ/К 


2П103БР: 

группа  I точности  подбора: 

для  80%  пар 250  мкВ/К 

для  20%  пар 550  мкВ/К 

группа  2 точности  подбора  для  80%  пар  ....  300  мкВ/К 

2П103ВР: 

группа  1 точности  подбора: 

для  80%  пар 300  мкВ/К 

для  20%  пар 550  мкВ/К 

группа  2 точности  подбора  для  80  % пар 450  мкВ/К 

Относительная  разность  крутизны  характеристики  при 
і/си  = 10  В,  4/зи  = 0 не  более: 

2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР: 

группа  1 Ю% 

группа  2 20  % 

КП103ЕР,  КП103ЖР,  КП103ИР,  КП103КР 
КПЮЗЛР,  КП193МР: 

группа  0 5 % 

группа  1 10% 

группа  2 20  % 

Относительная  разность  начального  тока  стока  при 
беи  = 10  В,  1/зи  = 0 не  более: 

2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР: 

группа  1 10% 

группа  2 20  % 

КП103ЕР,  КП103ЖР,  КПЮЗИР,  КП103КР,  КПЮЗЛР 
КП103МР: 

группа  0 5% 

группа  I 10% 

группа  2 20% 

Относительная  разность  напряжений  отсечки  при  (/си  = 

= 10  В,  /с  = 10  мкА  не  более: 

2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР: 

группа  1 10% 

группа  2 10% 

КПЮЗЕР.КПЮЗЖР,  КПЮЗИР,  КПЮЗКР,  КПЮЗЛР, 

КПЮЗМР: 

группа  0 5% 

группа  1 5% 

группа  2 10% 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток: 

2ПЮЗА,  2ПЮЗБ,  2П103р,  2ПЮЗГ,  2ПЮЗД,  2ПЮЗАР 
2ПЮЗБР,  2ПЮЗВР,  2ПЮЗГР,  2ПЮЗДР,  КПЮЗЕ 
КПЮЗЖ,  КПЮЗК,  КПЮЗМ,  КПЮЗЕР,  КПЮЗЖР 


КПЮЗКР,  КПЮЗМР ю в 

КПЮЗИ,  КПЮЗЛ,  КПЮЗИР,  КПЮЗЛР 12  в 

Напряжение  затвор-сток: 


2ПЮЗА,  2ПЮЗБ,  2ПЮЗВ,  2ПЮЗАР,  2ПЮЗБР, 
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2П1103ВР 15  В 

2П103Г,  2П103Д,  2П103ГР,  2П103ДР 17  В 

Напряжение  затвор-исток  2ПІ03А,  2П103Б,  2П103В, 

2П103Г,  2П103Д,  2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР, 

2П103ГР,  2П103ДР  10  В 

Напряжение  затвор-исток  (отрицательное)  2П103А, 

2П103Б,  2П103В,  2П103Г,  2П103Д,  2П103АР, 

2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР 0,5  В 

Сумма  напряжений  сток-исток  и затвор-исток: 

КП103Е,  КП103Ж,  КП103И,  КП103К,  КП103ЕР,  ѵ 

КП103ЖР,  КП103ИР,  КП103КР 15  В 

КП103Л,  КП103М,  КП103ЛР,  КП103МР  ....  17  в 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2П103А,  2П103Б,  2П103В,  2П103Г,  2ПІ03Д  и каж- 
дого транзистора  пары  2П103АР,  2П103БР,  2П103ВР, 

2П103ГР,  2П103ДР: 

при  Г=  213  н-  298  К 120  мВт 

при  Г = 298  -г-  358  К 60  мВт 


при  Г=  218  -ь  358  К: 

КП103Е  и каждого  транзистора  пары  КПІОЗЕР  7 мВт 

КП103Ж  и каждого  транзистора  пары  КП103ЖР  12  мВт 

КП103И  и каждого  транзистора  пары  КП103ИР  21  мВт 

КП103К  и каждого  транзистора  пары  КП103КР  38  мВт 

КП103Л  и каждого  транзистора  пары  КП103ЛР  66  мВт 

КП103М  и каждого  транзистора  пары  КП103МР  120  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2П103А,  2П103Б,  2П103В,  2П103Г,  2П103Д,  2П103АР, 


2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР,  2П103ДР  .....  От  213 

до  358  К 

КП  ЮЗЕ,  КРЮЗЖ,  КП103И,  КП103К,  КП103Л, 

КП103М,  КПІОЗЕР,  КП103ЖР,  КП103ИР,  КП103КР, 

КП103ЛР,  КП103МР От  218 

до  358  К 


Примечания:  1.  Значение  максимальной  рассеиваемой  мощ- 
ности транзисторов  2П103А,  2П103Б,  2П103В,  2ПІ03Г  и каждого 

транзистора  пары  2П103АР, 
2П103БР,  2П103ВР,  2П103ГР 
ограничивается  значениями  на- 
чального тока  стока  и макси- 
мально допустимого  напряже- 
ния сток-исток. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  напряжения  затвор-исток. 


5Узи>в 
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Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


2П103А -2П103Д, 
КП103Е,  КП103ЖГ 

ктози-кпюзм 
'-и — 1- 


г ч бв1  г нГ,мом 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  сопротивления  генера- 
тора. 


2.  При  пайке  выводов  жало  паяльника  должно  быть  заземлено. 
Расстояние  от  корпуса  до  места  пайки  должно  быть  3 — 5 мм. 

При  работе  с транзисторами  необходимо  применение  мер  за- 
щиты от  статического  электричества. 


2П201А-1,  2П201Б-1,  2П201В-1,  2П201Г-1, 

2П201Д-1,  КП201Е,  КП201Ж,  КА201И, 

КП201К,  КП201Л 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с зат- 
вором на  основе  р-п  перехода  и каналом  р-типа. 

Предназначены  для  применения  во 
входных  каскадах  усилителей  низкой  ча- 
стоты и постоянного  тока  с высоким 
входным  сопротивлением  герметезиро- 
ванной  аппаратуры. 

Бескорпусные  с гибкими  выводами  без 
кристаллодержателя  с защитным  покры- 
тием. Каждый  транзистор  упаковывается 
в сопроводительную  тару,  позволяющую 
без  извлечения  из  нее  производить  из- 
мерение электрических  параметров  тран- 
зисторов. Обозначение  типа  приводится 
на  сопроводительной  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,005  г. 

Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  1/си  = 5 В,  (Узи  = 0,/  = 1000  Гц, 

Кг  = 1 МОм 0,6* -3,0  дБ 

типовое  значение 1,0*  дБ 
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0 0,05 


Крутизна  характеристики  при  (/си  = ІО  В,  І’ш  = О 
при  Г = 298  К: 

2П201А-1 0,4- 1,8  м А/В 

2П201Б-1 0,7-2, 1 мА/В 

ЗП2018'1 0,8 -2,6  мА/В 

2Ш01Г-1 1,4 -3,5  мА/В 

2П201Д-1 1,8  — 3,8  мА/В 

при  Т = 298  К не  менее: 

КП201Е 0,4  мА/В 

КП201Ж 0,7  мА/В 

КП201И 0,8  мА/В 

КП201К 1,4  мА/В 

КП201Л 1,8  мА/В 

при  Т = 358  К для  2П201А-1,  2П201Б-1,  2П201В-1, 

2П201Г-1,  2П201Д-1,  КП201Е,  КП201Ж, 

КП201И,  КП201К,  КП201Л От  1 до  0,6 

значения  при 
Г = 298  К 

при  Т = 213  К для  2П201А-1,  2П201Б-1, 

2П201В-1,  2П201Г-1  и при  Г =233  К для 
КП201Е,  КП201Ж,  КП201И,  КП201К,  КП201Л, 

не  более 1,6  значения 

при  Г =298  К 

Начальный  ток  стока  при  1/си  = 10  В,  6/зи  = 0- 

2П201А-1,  КП201Е 0,3-0,65  мА 

2П201Б-1,  КП201Ж 0,55-1,2  мА 

2П201В-1,  КП201И 10-2  1 мА 

2П201Г-1,  КП201К 1,7  — 3^8  мА 

2П201Д-1,  КП201Л 3,0- 6,0  мА 

Напряжение  отсечки  при  6/си  = 10  В,  /с  = 10  мкА: 

2П201А-1 0,4— 1,4  В 

2П201Б-1 0,5 -2,2  В 

2П201В-1 0,8 -3,0  В 

2П201Г-1 1,4-4, 0 В 

2П201Д-1 2,0 -6,0  В 

КП201Е  не  более 1,5  В 

КП201Ж  не  более 2,2  В 

КП201И  не  более 3,0  В 

КП201К  не  более 4 0 В 

КП201Л  не  более 6,0  В 

Ток  утечки  затвора  при  1/си  = 0,  Ѵш  = 5 В не 
более : 

2П201А-1,  2П201Б-1,  2П201В-1,  2П201Г-1 

2П201Д-1: 

при  7=213  К и 7 = 298  К 5 нА 

при  Т = 358  К 0,5  мкА 

КП201Е,  КП201Ж,  КП201  И,  КП201К,  КП201Л: 

при  Т = 233  К и Г = 298  К 1,0  нА 

при  Т = 358  К . і’о  нА 

Емкость  входная  при  С/си  = 10  В,  1ГШ  = 0 не  более:  10  мкА 
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2П201А-1,  2П201Б-1,  2П201В-1,  2П201Г-1, 

2П201Д-1 П пФ 

КП201Е,  КП201Ж,  КП201И,  КП201К,  КП201Л  20  пФ 
Емкость  проходная  при  і/си  = 10  В,  С/зи  = 0 не  более  8 пФ 
Активная  составляющая  выходной  проводимости  при 
(Уси  = 10  В,  С/зи  = 0 не  более: 

2П201А-1 15  мкСм 

2П201Б-1 20  мкСм 

2П201В-1 30  мкСм 

2П201Г-1 50  мкСм 

2П201Д-1 80  мкСм 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток Ю В 

Напряжение  затвор-сток  (затвор-исток) 15  В 

Напряжение  затвор-исток  (отрицательное) 0,5  В 


Рассеиваемая  мощность  (в  составе  условной  микро- 
схемы) 2П201А-1,  2П201Б-1,  2П201В-1,  2П201Г-1, 

2П201Д-1  при  Т=  213  + 303  К и КП201Е,  КП201Ж, 

КП201И,  КП201К,  КП201Л  при  Г=  233  4- 303  К 60  мВт 
Температура  окружающей  среды: 

2П201А-1,  2П201Б-1,  2П201В-1,  2П201Г-1, 


2П201Д-1 От  213 

до  358  К 

КП201Е,  КП201Ж,  КП201И,  КП201К,  КП201Л  От  233 

до  358  К 


Примечания:  1.  При  Т = 303  -г  358  К максимальная  рассеивае- 
мая мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Л, а„с  = (408  - Т)1 1,75. 

При  монтаже  транзисторов  в гибридную  микросхему  не  допус- 
кается использование  материалов,  вступающих  в химическое  и электро- 
химическое взаимодействия  с защитным  покрытием,  а также  должны 
быть  приняты  меры,  исключающие  соприкосновение  выводов  с крис- 
таллом (минимальное  расстояние  от  места  изгиба  выводов  до 
кристалла  1 мм,  радиус  закругления  не  менее  0,5  мм). 

Тепловое  сопротивление  кристалл-корпус  при  монтаже  в гибрид- 
ной микросхеме  должно  быть  не  более  1,75  К/мВт. 

2.  При  пайке  (сварке)  выводов  (на  расстоянии  не  менее  1 мм) 
и при  заливке  транзисторов  компаундами  нагрев  кристалла  не 
должен  превышать  358  К. 

При  извлечении  транзисторов  из  сопроводительной  тары  (после 
отсоединения  выводов  от  тары)  и при  монтаже  транзисторов  в мик- 
росхему должны  применяться  приспособления,  не  вызывающие  по- 
вреждения кристалла  и его  защитного  покрытия. 


819 


Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  затвор- 
исток. 


213  233  253  273  293  313  3337/ 


Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  температуры. 
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2П201А-1,271201Б-1, 
2П2018-1,  2П201Г-1,- 
2П201Д-1,  КП201Е, 
КП201Ж,  КП  201  И, 
КП201К/П201Л . 


Зависимости  коэффициента  шу- 
ма от  напряжения  затвор-исток. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


Зависимости  входной  и проход- 
ной емкостей  от  напряжения 
затвор-исток. 
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2П301А,  2П301Б,  КП301Б,  КПЗОШ,  КП301Г 

Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с изолированным 
затвором  и индуцированным  каналом  р-типа. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  малошу- 
мящих  усилителей  и нелинейных  малосигнальных  схемах  с высоким 
входным  сопротивлением. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 


Максимальная  рабочая  частота  КП301Б, 

"ктоів,  кпзоіг юо  МГц 

Коэффициент  шума  при  і/си  = 15  В,  Іс  = 

= 5 мА,  /=  100  МГц,  «г  = 1 кОм 

2П301А 2,0* -3,0* -5  дБ 

КП301Б,  КП301В,  КП301Г  .....  2,2* -9,5  дБ 

Крутизна  характеристики  при  С/си  =15  В, 

/с  = 5 мА : 

при  Т = 298  К 2П301А,  2П301Б  . . . . 1,0 -2,0* -2,6*  мА/В 

КП301Б  1, 0-2,6*  мА/В 

КП301В 2,0- 3,0*  мА/В 

КП301Г 0,5- 1,6*  мА/В 

при  Г=213  К 

2П301А,  2П301Б,  не  менее 1,0  мА/В 

при  Т = 228  К,  не  менее : 

КП301Б 1 мА/В 

КП301В 2 мА/В 

КП301Г 0,5  мА/В 

при  Т = 343  К,  не  менее 

КП301Б 0,6  мА/В 

КП301В 1,2  мА/В 

КП301Г 0,3  мА/В 

при  Т = 358  К 2П301А,  2П301Б,  не  менее  0,6  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  (/си  = 15  В не  более: 

при  Т=  213  и 298  К 2П301А,  2П301Б  . . . 0,5  мкА 

при  Т = 228  и 298  К КП301Б,  КПЗОІВ, 

КП301Г 0,5  мкА 
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при  Т=  343  К КП301Б,  КП301В,  КП301Г  ...  5 мкА 


при  Т = 358  К 2П301А,  2П301Б 5 мкА 

Ток  утечки  затвора  при  Нси  = 30  В не  более  0,3  нА 


Ток  порога  при  Ѵш  = 6,5  В,  С/си  = 6,5  В не  менее  10  мкА 
Пороговое  напряжение  при  4/си  =15  В,  /с  = 0,3  мА  2,7 -5,4  В 
Активная  составляющая  выходной  проводимости  при 
б^си  = 15  В,  1с  — 5 мА,  /=  50  ч- 1500  Гц  не  более: 


2П301А,  2П301Б,  КП301Б 150  мкСм 

КП301В 250  мкСм 

КШ01Г 100  мкСм 

Входная  и выходная  емкости  при  і/си  = 1 5 В,  /с  = 5 мА 

не  более 3,5  пФ 

Проходная  емкость  при  1/си  = 15  В,  /с  = 5 мА  не 
более : 

2П301 А 0,7  пФ 


2П301Б,  КП301Б,  КП301В,  КП301Г 

Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор-исток  . . ' 30  В 

Напряжение  сток-исток 20  В 

Ток  стока . ! ! 15  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 298  200  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2П301А,  2П301Б От  213  до 

358  К 

КП301Б,  КП301В,  КП301Г От  228  до 

343  К 


Примечание:  При  Т > 298  К рассеиваемая  мощность,  мВт, 
рассчитывается  по  формуле:  Рмж  = 200-  1,5(Г-  298). 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  сток- 


исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  тока  стока. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости активной  составляю- 
щей выходной  проводимости  от 
напряжения  сток-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости активной  составляю- 
щей выходной  проводимости  от 
тока  стока. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  сопротивления  генератора. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости порогового  напряже- 
ния от  температуры. 
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2П302А,  2П302Б,  2П302В,  КП302А,  КП302Б, 
КП302В,  КП302Г,  КП302АМ,  КП302БМ, 
КП302ВМ,  КП302ГМ 

Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с затвором  на  ос- 
нове р-п  перехода  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  в широкополосных  усилителях 
в диапазоне  частот  до  150  МГц,  а также  в переключающих  и ком- 
мутирующих устройствах. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами: 
2П302А,  2П302Б,  2П302В,  КП302А,  КП302Б,  КП302В,  КП302Г  - ва- 
риант 1,  КП301АМ,  КП302БМ,  КП302ВМ,  КП302ГМ  - вариант  2. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,5  г. 


Электрические  параметры 

Крутизна  характеристики  при  1/си  = 7 В,  С/Зи  = 0 не 


менее : 

при  Г=  213  и 298  К : 

2П302А,  КП302А,  КП302АМ 5 Мд/В 

2П302Б,  КП302Б,  КП302Г,  КП302БМ,  КП302ГМ  7 мА/В 

при  Т = 373  К: 

КП301А,  КП302АМ 2 5 мА/В 

КП302Б,  КП302Г,  КП302БМ,  КП302ГМ 3 мА/В 

при  Т = 398  К: 

2П302А 2,5  мА/В 

2П302Б мА/в 
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Коэффициент  шума*  при  С/Си  = 8 В,  С/Зи  = О,  Лг  = 1 МОм, 

/ = 1 кГц  2П302А 0,2- 

Время  включения*  при  С/си  = Ю В,  С/Зи  = 0 не  более 
Время  выключения*  при  С/си  = Ю В,  С/Зи  = 0 не  более 
Сопротивление  сток-исток  в открытом  состоянии  при 
С/Си  = 0,2  В,  С/зи  = 0 не  более : 

2П302Б,  КП302Б,  КП302Г,  КП302БМ,  КП302ГМ 

КП302В,  КП302ВМ 

при  Т = 213  и 298  К 2П302В 

при  Г = 398  К 2П302В 

Начальный  ток  стока  при  С/3ц  = 0: 
при  С/си  = 7 В : 

2П302А,  КП302А,  КП302АМ 

2П302Б,  КП302Б,  КП302БМ 

КП302Г,  КП302ГМ 

при  С/си  = Ю В 2П302В,  КП302В,  КП302ВМ  не 

менее 

Ток  утечки  затвора  при  С/Зи  = 10  В не  более: 

при  Г=  213  и 298  К 

при  Г = 373  К КП302А,  КП302Б,  КП302В,  КП302Г, 
КП302АМ,  КП302БМ,  КП302ВМ,  КП302ГМ  . . . . 

при  Т=  398  К 2П302А,  2П302Б,  2П302В 

Обратный  ток  р-п  перехода  затвор-сток  при  С/3 с = 20  В 

не  более 

Напряжение  отсечки  при  С/си  = 7 О-  7С  = 10  мкА  не 
более : 

2П302А,  КП302А,  КП302АМ 

2П302Б,  КП302Б,  КП302Г,  КП302БМ,  КП302ГМ 

2П302В,  КП 302В,  КП302ВМ 

Входная  емкость  при  С/си  = 10  В,  /=  10  мГц,  /с  = 3 мА 
2П302А,  КП 302 А,  КП302АМ,  /с  = 8 мА,  2П302Б, 
КП302Б,  КП302БМ,  /с  = 18  мА  КП302Г,  КП302ГМ, 
/с  = 33  мА  2П302В,  КП302В,  КП302ВМ  не  более 
Проходная  емкость  при  С/си  = 10  В,  /=  10  мГц, 
/с  = 3 мА  2П302А,  КП302А,  КП302АМ,  /с  = 8 мА 
2П302Б,  КП302Б,  КП302БМ,  /с  = 18  мА  КП302Г, 
КП302ГМ,  /с  = 33  мА  2П302В,  КП302ВМ  не  более 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  затвор-исток: 

2П302А,  2П302Б,  КП302А,  КП302Б,  КП302Г, 

КП302АМ,  КП302БМ,  КП302ГМ 

2П302В,  КП302В,  КП302ВМ 

Напряжение  затвор-сток 

Напряжение  сток-исток . . . 

Постоянный  ток  стока: 

2П302А,  КП302А,  КП302АМ 

2П302Б,  КП302Б,  КП302БМ 

Прямой  ток  затвора . . 


0,6-2,75  дБ 

4 нс 

5 нс 


150  Ом 
100  Ом 
100  Ом 
200  Ом 


3-24  мА 
18-43  мА 
15  — 65  мА 

33  мА 

10  нА 

5 мкА 
50  мкА 

1 мкА 


5 В 
7 В 
10  В 


20  пФ 


8 пФ 


10  В 
12  В 
20  В 
20  В 

24  мА 
43  мА 
6 мА 
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Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 298  К 300  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2П302А,  2П302Б,  2П302В От  213  до 

398  К 

КП  302 А,  КП302Б,  КП302В,  КП302Г,  КП302АМ, 

КП302БМ,  КП302ВМ,  КП 302 ГМ От  213  до 

373  К 


Примечание.  При  Т > 298  К постоянная  рассеиваемая  мощ- 
ность, мВт,  рассчитывается  по  формуле: 

Р макс  — 300  — 2(Г—  298). 


5,мА/В 
12 

10 
8 
6 
4 
2 

293  333  373  413  Ч53Т,К 


3,мА/В 
12 

10 

8 

6 

Ч 
2 

293  313  333  353  373Т/ 


/1 

7130 

ІА,  КП  30 

— 

2Б, 

К/Л5 

ихі 

ч 

1 

1 



17С 

ц = 8 

В 

II 

^ - 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


293333  373  413  453  Т,  К 


14 
12 

4 10 

5 

I8 

«о  6 

4 
2 

293  313  333  353  373  Т,К 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  температуры. 


826 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  температуры. 


273  313  353  393  933  973  Т,К 


ІО'5 

ІО'6 

ІО'7 

\ 10~8 
^ ІО'9 
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293  313  333  353  373  393  Т9К 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  утечки  затвора 
от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  утечки  затвора 
от’  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости входной  проводимо- 
сти От  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости входной  проводимо- 
сти от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  сток-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости входной  проводимо- 
сти от  напряжения  сток-исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительной  кру- 
тизны характеристики  от  на- 
чального тока  стока. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  на- 
чального тока  стока  от  напря- 
жения затвор-исток. 


2П303А,  2П303Б,  2П303В,  2П303Г,  2П303Д, 
2П303Е,  2П303И,  КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ, 
КПЗОЗГ,  КПЗОЗД,  КПЗОЗЕ,  кпзозж,  кпзози 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  полевые  с зат- 
вором на  основе  р-п  перехода  и каналом  и-типа. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  усилителей 
высокой  (2П303Д,  2П303Е,  2П303И,  КПЗОЗД,  КПЗОЗЕ)  и низкой 
(2ПЗОЗА,  2П303Б,  2П303В,  КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ,  КПЗОЗЖ, 
КПЗОЗИ)  частот  с высоким  входным  сопротивлением.  Транзисторы 
2П303Г,  КПЗОЗГ  в основном  предназначены  для  применения  в за- 
рядочувствительных усилителях  и других  схемах  ядерной  спектро- 
метрии. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  шума  на  частоте  100  МГц  при 
(/си  — 10  В,  (/Зи  " 0,  Кг  =1,0  кОм 
2П303Д,  2П303Е,  2П303И,  КП303Д,  КП303Е  не  более 
Электродвижущая  сила  шума  при  (/с  и =10  В, 
(/зи  = 0 не  более : 

на  /=  20  Гц  2П303А,  КПЗОЗА  ...... 

на  /=  1,0  кГц: 

2П303Б,  2П303В,  КПЗОЗБ,  КП303В 

КПЗОЗЖ,  КП303И 

Среднеквадратичный  шумовой  заряд  при  (/си  = 10  В, 
(/зи  = 0,  Сг  = 10  пФ,  іф  = 1 мкс  2ПЗОЗГ,  КПЗОЗГ 

не  более 

Крутизна  характеристики  при  (/си  = 10  В,  (/зи  = 0, 
/=  50  = 1500  Гц; 
при  Т = 298  К: 

2П303А,  2П303Б,  КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗЖ 

2П303В,  КП303В 

2П303Г,  КПЗОЗГ 

2ПЗОЗД,  КПЗОЗД  не  менее 

2П303Е,  КПЗОЗЕ  не  менее 

2ПЗОЗИ,  КПЗОЗИ 

при  Г=213  К не  менее: 

2П303А,  2П303Б 

2П303В,  2ПЗОЗИ 

2ПЗОЗГ 

2П303Д 

2П303Е 

при  Г = 233  К не  менее: 

КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗЖ 

КПЗОЗВ,  КПЗОЗИ 

КПЗОЗГ 

КПЗОЗД 

КПЗОЗЕ 

при  Т = 398  К не  менее: 

2П303А,  2П303Б 

2П303В,  2П303И 

2П303Г 

2П303Д 

2П303Е  . . . 

при  Т = 358  К не  менее: 

КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗЖ 

КПЗОЗВ,  КПЗОЗИ  

КПЗОЗГ 

КПЗОЗД 

КПЗОЗЕ 

Начальный  ток  стока  при  (/Си  = 10  В,  (/зи  = 0: 

2ПЗОЗА,  2П303Б,  КПЗОЗА,  КПЗОЗБ 

2П303В,  КПЗОЗВ 


4 дБ 


30  нВ/УГц 

20  нВд/Гц 
100  нВД/Гц 


0,6- 10“ 16  Кл 


1-4  мА/В 

2- 5  мА/В 

3- 7  мА/В 
2,6  мА/В 

4.0  мА/В 
2 — 6 мА/В 

1.0  мА/В 

2.0  мА/В 

3.0  мА/В 
2,6  мА/В 

4.0  мА/В 

1.0  мА/В 

2.0  мА/В 

3.0  мА/В 
2,6  мА/В 

4.0  мА/В 

0,5  мА/В 

1.0  мА/В 
1,5  мА/В 
1,3  мА/В 

2.0  мА/В 

0,5  мА/В 

1.0  мА/В 
1,5  мА/В 
1,3  мА/В 

2.0  мА/В 

0,5 -2,5  мА 
1,5 -5,0  мА 
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2ПЗОЗГ,  кпзозг 

2ПЗОЗД,  кпзозд  . . . . ' 

2ПЗОЗЕ,  КПЗОЗЕ 

кпзозж 

2ПЗОЗИ,  КПЗОЗИ 

Напряжение  отсечки  при  1/си  = 10  В,  /с  = 0,01  мА- 
2П303А,  2П303Б,  КПЗОЗА,  КПЗОЗБ  . . 

2П303В,  КПЗОЗВ 

2П303Г,  2П303Д,  2П303Е,  КПЗОЗГ,  КПЗОЗД 
КПЗОЗЕ  не  более  ч . . . 

КПЗОЗЖ '* 

2П303И 

КПЗОЗИ 

Ток  утечки  затвора  при  {/Зц  = 10  В не  более- 
при  Г=  298  К: 

2П303А,  2П303Б,  2П303В,  2П303Д,  2П303Е, 
2П303И,  КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ,  КПЗОЗД 

КПЗОЗЕ 

2П303Г,  КПЗОЗГ 

КПЗОЗЖ,  КПЗОЗИ 

при  Г = 398  К 2 П 303 А,  2П303Б,  2ПЗОЗВ  2ПЗОЗГ 

2ПЗОЗД,  2П303Е,  2П303И 

при  Г = 358  К КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ 
КПЗОЗГ,  КПЗОЗД,  КПЗОЗЕ,  КПЗОЗЖ,  КПЗОЗИ 
Ток  утечки  затвора  при  Нзи  = 30  В не  более 
Емкость  входная  при  С/си  = 10  В,  Нзи  = 0/=  10  МГц 

не  более 

Емкость  проходная  при  Нси  = 10  В,  Ѵш  = 0,’/=  10  М Гц 
не  более 

Сопротивление  изоляции  канал-корпус  не  менее 


3.0- 12  мА 

3.0  — 9,0  мА 

5.0  — 20  мА 
0,3  — 3,0  мА 
1,5  — 5,0  мА 

0,5- 3,0  В 

1. 0- 4,0  В 

8,0  В 
0,3 -3,0  В 

1. 0- 3,0  В 
0,5 -2,0  В 


1.0  нА 
0,1  нА 

5.0  нА 

1,0  мкА 

1.0  мкА 
10  мкА 

6.0  пФ 

2.0  пФ 
20  МОм 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток  . . ' 

Напряжение  затвор-сток,  затвор-исток 

Постоянный  ток  стока 

Прямой  ток  затвора 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т < 298  К . 
Температура  окружающей  среды: 

2П303А,  2П303Б,  2П303В,  2П303Г,  2П303Д,  2П303Е 
2П303И ; 

КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ,  КПЗОЗГ,  КПЗОЗД 
КПЗОЗЕ,  КПЗОЗЖ,  КПЗОЗИ 


25  В 
30  В 
20  мА 
5,0  мА 
200  мВт 


От  213 
до  398  К 

От  233 
до  358  К 


Примечая 


ваемая  мощность 
2П303Е,  2П303И 


ия.  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
, мВт,  2П303А,  2П303Б,  2П303В,  2П303Г,  2П303Д, 
при  Г = 298  = 398  К рассчитывается  по  формуле 


^макс  — 200  1 ,45  ( Т — 298), 
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а КПЗОЗА,  КПЗОЗБ,  КПЗОЗВ,  КГ1303Г,  КПЗОЗД,  КПЗОЗЕ,  КПЗОЗЖ, 
КПЗОЗИ  при  Т — 298  -ь  358  К по  формуле 

Лшс  = 200  — 1,66(7’  — 298). 

2.  Соединение  выводов  транзистора  с элементами  аппаратуры 
разрешается  на  расстоянии  не  менее  4 мм  от  корпуса.  Жало  паяльника 
должно  быть  заземлено. 

Минимальное  расстояние  места  изгиба  вывода  от  корпуса  тран- 
зистора 3 мм,  радиус  изгиба  не  менее  1,5  мм. 

Допускается  однократный  изгиб  вывода  на  расстоянии  3 мм 
от  корпуса  с радиусом  0,5  мм. 

При  повышенной  влажности  для  обеспечения  тока  затвора  не 
более  ІО-9  А рекомендуется  использовать  транзисторы  в составе 
герметизированной  аппаратуры  или  при  местной  защите  прибора  от 
воздействия  влаги. 

Транзисторы  КПЗОЗГ  допускается  однократно  использовать  при 
Т=  233  -г-  123  К. 


Зависимость  тока  стока  от  на- 
пряжения затвор-исток. 
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0,1  2 4 6 і,о  г 4 5 10  Іс,мА 
Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  тока  стока. 


Р I I I I 

9ггн  > ш См  2П202Е,  КП202Е 
I і I 

-2П202Г,2П202Д— 

КП 20 2 Г,  КП 20 2 А 

72П2028,2П202И~ 


0 5 10  15  20  25  иси,В 

Зависимость  активной  состав- 
ляющей выходной  проводимо- 
сти от  напряжения  сток-исток. 
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г 

і 

о,і  2 4 6 1,0  г 4 е іо 
Зависимость  активной  состав- 
ляющей выходной  проводимо- 
сти от  тока  стока. 


1с,мА  0,01  0,1  1,0  10  і,кГц 


Зависимость  ЭДС  шума  от 
частоты. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  сопротивления  генератора. 


1000 2 г, кОм 


1 1 1 1 1 г-г-г 

2П303Д,  2П303Е, 

кпзоз/ 

\,КП303Е 

V 

СИ-™  в 
іи=  0, 

Г = 100  МГц 
_Ш 1 І_ 

^ ^ 2 Ч 6 8^  0 2 4 6 6]0  2г,к0м 

Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  сопротивления  генера- 
тора. 
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Зависимости  входного  и выход- 
ного сопротивлений  от  частоты. 


Зависимости  начального  тока 
стока,  крутизны  характеристики 
и сопротивления  сток-исток  в 
открытом  состоянии  от  напря- 
жения отсечки. 
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2П304А,  КП304А 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с изо- 
лированным затвором  и индуцированным  каналом  р-типа. 

Предназначены  для  применения  в переключающих  и усилитель- 
ных схемах  с высоким  входным  сопротивлением. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,0  г. 


Исток  Подложка 


Электрические  параметры 


Сопротивление  сток-исток  в открытом  состоянии  при 

1?3И  = 20  В,  / , = 1 мА  не  более 100  Ом 

типовое  значение 70  * Ом 

Крутизна  характеристики  при  і/си  = 10  В,  /с  = 10  мА: 

при  Т = 298  К не  менее 4 мА/В 

типовое  значение 5 * мА/В 

2П304А  при  Г = 398  К и КП304А  при  Т=  358  К 

не  менее 2,5  мА/В 

2П304А  при  Т = 213  К и КП304А  при  Т=  228  К 

не  менее 4 мА/ В 

Начальный  ток  стока  при  Сси  = 25  В,  {/зи  = 0 не  более : 

2П304А  и КП304А  при  Г = 298  К 0,2  мкА 

2П304А  при  Г = 398  К и КП304А  при  Т = 358  К 3 мкА 

Пороговое  напряжение  при  С/си  = 10  В,  /с  = 10  мкА  не 

менее 5 В 

Ток  утечки  затвора  при  (/си  = 0,  Ыш  — 30  В не  более  20  нА 
Емкость  входная  при  Сси  = 15  В,  /с  = 0 не  более  9 пФ 

типовое  значение 7 * пФ 

Емкость  выходная  при  1/си  = 15  В,  /с  = 0 не  более  6 пФ 

типовое  значение 4,5  * пФ 

Емкость  проходная  при  Сси  = 15  В,  /с  = 0 не  более  2 пФ 
типовое  значение 1 * пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток  при  выводе  подложки,  соединен- 


ном с выводом  истока 25  В 

Напряжение  затвор-сток  при  выводе  подложки,  соединен- 
ном с выводом  истока 30  В 

Напряжение  затвор-исток  при  выводе  подложки,  соединен- 
ном с выводом  истока 30  В 

Напряжение  исток-подложка 20  В 

Постоянный  ток  стока 30  мА 

Импульсный  ток  стока  при  ти  < 10  мс,  (3  » 10  и 
Тф  < 10  мкс 60  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2П304А : 

при  Т = 213  -5-  358  К 200  мВт 

при  Г = 398  К 75  мВт 

КП  304 А: 

при  Т = 228  -н  328  К 200  мВт 

при  Т = 358  К 100  мВт 

Импульсная  рассеиваемая  мощность  при  ти  < 10  мс, 

2 > 10  и Тф  < 10  мкс: 

2П304А  при  р > 6650  Па: 

при  Т = 213  4-  358  К 400  мВт 

при  Г = 398  К 110  мВт 

КП304А: 

при  Т = 228  -ь  328  К 300  мВт 

при  Т = 358  К 150  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2 П 304 А От  213 

до  398  К 

КП 304 А От  228 

до  358  К 


Примечания:  1,  Выбранные  напряжения  с учетом  их  знаков 
должны  удовлетворять  следующим  неравенствам: 

I Пси  — ПипІ  < I ПСи  .макс  I » 

I Нзи  — НипІ  < I Нзи  .макс  !• 


2.  При  работе  с транзисторами  необходимо  принимать  меры  по 
их  защите  от  статического  электричества. 

В нерабочем  состоянии  все  выводы  транзистора  должны  быть 
закорочены. 
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стока.  жения  сток-исток. 


1,2 


0= 

\ 

1 1,0 
Со 


0,9 


г 

1 

пз 

’оч/ 

,к 

пз 

ГТ 

г0 

ЧА 

*'п 

.0 

тн~ 

| 

’/*СИ 

ОТ  К 

V 

і 

мА 

и 

ІИ 

= ~2 

ов 

2 

10 

* 

В 

О 

ч 

о: 

\ 

* 

2 

1,0 

в 

ч 

2 

0,1 


\ г 

ПВО 

ЧА, К 

1 

ЧА 

’К'сн 

ОТН~ 

Яси.о 

ти  пР 

1-21. 

ТВ- 

к- 

-1м/ 

2 Ч 6 1}0  2 Ч 6 10  2 Іс ,м А 0 -5  -10  -15  -20  -25  0ЗИ,В 


Зависимость  относительного  со- 
противления сток-исток  в от- 
крытом состоянии  от  тока  сто- 
ка. 


Зависимость  относительного  со- 
противления сток-исток  в откры- 
том состоянии  от  напряжения 
затвор-исток. 


273  313  353  Т,  К 


Зависимость  относительного  на-  Зависимость  относительного  на- 
чального тока  стока  от  напря-  чального  тока  стока  от  темпе- 

жения  сток-исток.  ратуры. 
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2П305А,  2П305Б,  2П305В,  2П305Г, 
КП305Д,  КП305Е,  КП305Ж,  КП305И 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с изо- 
лированным затвором  и каналом  и-типа. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  каскадах  высокой 
и низкой  частот  с высоким  входным  сопротивлением. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,0  г. 


Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  і/си  = 15  В,  /с  = 5 мА, 


/=  250  МГц  не  более: 

2П305А,  2П305В 6 5 дБ 

КП305Д,  КП305Ж 7^5  дБ 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  при  і /си  = 15  В, 

/с  = 5 мА,  /=  250  МГц  для  2П305А,  2П305В, 

КП305Д,  КП305Ж  не  менее 13  дБ 

Крутизна  характеристики  при  6'си  = 10  В,  /с  = 5 мА: 

2П305А,  2П305Б,  2П305В,  2П305Г: 

при  Г = 298  К 6-10  мА/В 

при  Т = 398  К От  1 до  0,65 

значения  при 
Г = 298  К 

при  Т = 213  К не  более 1,5  значения 

при  Г = 298  К 

КП305Д,  КП305Ж : 

при  Г = 298  К 5,2-10,5  мА/В 

при  Г = 398  К не  бодее 6,3  мА/В 

при  Г=  213  К не  более 15,75  мд/в 

КП305Е: 

при  Г = 298  К 4-8  мА/В 

при  Т = 398  К 2,4 -4,8  мА/В 

при  Т=  213  К 6-12  мА/В 

КП305И: 
при  Г = 298  К 
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4-10,5  мА/В 


2,4 -6,3  мА/В 
4-15,75  мА/В 


при  Т = 398  К 

при  Г = 2 1 3 К 

Напряжение  затвор-исток  при  С/си  = 10  В,  /с  = 5 мА: 

2П305А 0,2- 1,5  В 

2П305Б,  КП305Д 0, 2-2,0  В 

2П305В,  КП305Е,  КП305Ж -0,5  4-  +0,5  В 

2П305Г -1,5  4- -0,2  В 

КП305И -2,5  4-  -0,2  В 

Напряжение  отсечки  при  1/сИ  = 10  В,  /^  = 0,01  мА 
не  менее 6 В 

Ток  утечки  затвора  при  1/си  = 0,  С'зи  = -30  В не 
более : 

2П305А,  2П305В,  2П305Г,  КП305Д,  КП305Ж, 

КП305И 1,0  нА 

2П305Б 1 • Ю~3  нА 

КП305Е 5 . ю-З  нА 

Емкость  входная  при  ІІС]Л  =10  В,  /с  = 5 мА  не 

более 5 пФ 

Емкость  проходная  при  (7СИ  =10  В,  /с  = 5 мА 

не  более 0,8  пФ 

Выходная  проводимость*  при  ІІСИ  = 10  В,  /с  = 5 мА, 

типовое  значение 150  мкСм 

Остаточный  ток  стока  при  С/с и = Ю В,  Ѵзи  = 10  В 1 мкА 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток 15В 

Напряжение  затвор-сток: 

2П305А,  2П305Б,  2П305В,  2П305Г ± 30  В 

КП305Д,  КП305Е,  КП305Ж,  КП305И ± 15  В 

Напряжение  затвор-исток: 

2П305А,  2П305Б,  2П305В,  2П305Г ± 30  В 

КП305Д,  КП305Е,  КП305Ж,  КП305И ± 15  В 

Напряжение  сток-подложка 15  В 

Ток  стока 15  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

2П305А,  2П305Б,  2П305В,  2П305Г  при  Г =213  + 

+ 313  К и КП305Д,  КП305Е,  КП305Ж,  КП305И 

при  Г=  213  + 298  К 150  мВт 

при  Г = 398  К 50  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213 

до  398  К 


Примечание.  При  работе  с транзисторами  необходимо 
принимать  меры  защиты  от  статического  электричества. 

В нерабочем  состоянии  все  выводы  транзистора  должны  быть 
закорочены. 
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Зависимость  крутизны  харак- 
теристики от  напряжения  за- 
твор-исток. 


Зависимости  крутизны  харак- 
теристики от  тока  стока. 
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Зависимости  активных  состав- 
ляющих входной  и выходной 
проводимостей  от  частоты. 
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2П305А-2,  2П305Б-2,  2П305В-2,  2П305Г-2 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с изо- 
лированным затвором  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре 
в усилительных  каскадах  высокой  и низкой  частот  с высоким 
входным  сопротивлением. 

Бескорпусные  с гибкими  выводами  на  кристаллодержателе  с 
защитным  покрытием.  Каждый  транзистор  упаковывается  в сопрово- 
дительную тару,  позволяющую  без  извлечения  из  нее  производить 
измерение  их  электрических  параметров.  Обозначение  типа  при- 
водится на  сопроводительной  таре. 

Масса  транзистора  не  более  0,005  г. 
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Электрические  параметры 


Максимальная  рабочая  частота* 250  МГц 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  при 
1/си  = 15  В,  /с  = 5 мА,  /=  250  МГц  ....  12-17  дБ 

типовое  значение 15  дБ 

Коэффициент  шума  при  Пси  =15  В,  /с  = 5 мА, 

/=  250  МГц 3*-6  дБ 

типовое  значение 4,8*  дБ 

Крутизна  характеристики  при  ПСи  = 10  В, 

/с  = 5 мА : 

при  Г =298  К 6-10  мА/В 

при  Т = 358  К От  1 до  0,65 

значения  при 
Г =298  К 

при  Т = 213  К не  более 1,5  значения 

при  Г =298  К 

Напряжение  затвор-исток  при  Пси  = 10  В, 

/с  = 5 мА : 

2П305А-2 0,2- 1,5  В 

2П305Б-2 1-ЗВ 

2П305В-2 -0,5  ч-  +0,5  В 

2П305Г-2 -1,5  ч- -0,2  В 
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Напряжение  отсечки  при  Сси  = 10  В,  /с  = 0,01  мА 
не  менее: 

2П305А-2,  2П305В-2,  2П305Г-2  . 

6 К 

2П305Б-2 

2 В 

Ток  утечки  затвора  при  7/си  = 0,  Т/зи  = — 30  В 
не  более  

1 нА 

Емкость  входная  при  І/си  =10  В,  /с  = 5 мА 
не  более  

6,8  пФ 

Емкость  проходная  при  С/си  =10  В,  /с  = 5 мА 
не  более  

0,8  пФ 

Полная  входная  проводимость  * при  С/си  = 15  В, 

/с  = 5 мА,  /=  250  МГц  не  более  . . . 

1 мкСм 

Полная  выходная  проводимость*  при  С/си  = 15  В, 

/с  = 5 мА,  /=  250  МГц  не  более 

1 мкСм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток 

Напряжение  затвор-сток : 

при  Г = 213  -ь  298  К 

при  Т = 358  К 

Напряжение  затвор-исток : 

при  Т=  213  298  К 

при  Г = 358  К [ ‘ 

Напряжение  сток-подложка 

Ток  стока 

Рассеиваемая  мощность  с теплоотводом: 

при  Т = 213  -ь  323  К 

при  Т = 358  К 

Температура  окружающей  среды 


Примечание.  При  монтаже  транзисторов  в гибридной  микро- 
схеме не  допускается  использование  материалов,  вступающих  в 
химическое  и электрохимическое  взаимодействия  с защитным  по- 
крытием, изготовленным  из  диализофталатного  лака,  а также  должны 
быть  приняты  меры,  исключающие  соприкосновение  выводов  с 
кристаллом  (минимальное  расстояние  от  места  изгиба  выводов  до 
кристалла  1 мм,  радиус  закругления  не  менее  0,5  мм). 

При  пайке  (сварке)  выводов  (на  расстоянии  не  менее  1,5  мм) 
и при  заливке  транзисторов  компаундами  температура  кристалла  не 
должна  превышать  373  К. 

При  извлечении  транзисторов  из  сопроводительной  тары  (после 
отсоединения  выводов  от  тары)  и при  монтаже  транзисторов  в 
микросхему  должны  применяться  приспособления,  не  вызывающие 
повреждения  кристалла  и его  защитного  покрытия. 
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15  В 

±30  В 
. ±15  В 

. ±30  В 

. ±15  В 

15  В 
. 15  мА 

. 80  мВт 

. 50  мВт 

. От  213  до 
358  К 


2П306А,  2П306Б,  2П306В,  КП306А,  КП306Б, 

КП306В 


Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с дву- 
мя изолированными  затворами*  каналом  я-типа  и нормированным 
участком  переходной  характеристики. 

Предназначены  для  применения  в преобразовательных  и уси- 
лительных каскадах  высокой  и низкой  частот  с высоким  входным 
сопротивлением. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Предельная  частота  усиления* 800  МГц 

Коэффициент  шума  при  (/Сц  = 20  В,  V 32и  = 10  В, 

/с  = 5 мА,  /=  200  МГц: 

2П306А,  2П306Б,  2П306В 2,5* -6  дБ 

типовое  значение 3,5*  дБ 

КП306А,  КП306Б,  КП306В 4,0* -6,0 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  при 
&си  = 15  В»  ^32И = 10  В,  /^  — 5 мА,  У = 

= 200  МГц  2П306А,  2П306Б,  2П306В 10-20  дБ 

типовое  значение 15  дБ 

Входное  сопротивление*  при  С/си  =15  В,  = 

= 10  В,  Іс  = 5 мА: 
на  / = 60  МГц: 

2П306А,  2П306Б,  2П306В 12-18  кОм 

типовое  значение 14  кОм 

КП306А,  КП306Б,  КП306В  не  менее  ....  12  кОм 

на  /=  100  МГц: 

2П306А,  2П306Б,  2П306В 5-10  кОм 

типовое  значение 8 кОм 

КП306А,  КП306Б,  КП306В  не  менее  ....  5 кОм 


Участок  квадратичности  переходной  характеристи- 
ки по  напряжению  первого  затвора  (при  ослаб- 
лении комбинационных  составляющих  третьего 
порядка  не  менее  80  дБ)  при  1!с  и = 15  В, 
С/32И  = Ю В,  /с  = 0,2  ч-  10  мА,  /=  0,465  МГц 


27  Полупроводниковые  приборы 
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2П306А,  2П306Б,  2П306В 1-2,5*  В 

типовое  значение 1,5*  В 

Крутизна  характеристики  при  1/си  =15  В, 

6/з">и  =10  В,  1(2  — 5 мА : 
при  Т = 298  К: 

2П306А,  2П306Б,  2П306В ‘3-8  мА/В 

типовое  значение 4,8*  мА/В 

КП 306 А КП306Б  КП306В 4-8  мА/В 

2П306А,  2П306Б,  2П306В,  КП306А,  КП306Б, 

КП  306В: 

при  Т = 398  К От  1 до  0,65 

значения  при 
Г = 298  К 

при  Г =213  К не  более 1,5  значения 

при  Г = 298  К 

Напряжение  первый  затвор-исток  при  С/Си  = 15  В, 

6^32и  — Ю В,  1(2  = 5 мА : 

2П306А,  КП306А -0,5 ++0,5  В 

2П306Б,  КП306Б 0 — 2 В 

2П306В,  КП306В -3,5  + 0 В 

Напряжение  отсечки  при  1/си  =15  В,  О32И  — 

= 10  В,  Іс  = 10  мкА: 

2П306А,  КП306А 4-0,8*  В 

типовое  значение 1,6*  В 

2П306Б,  КП306Б 4-0,2*  В 

типовое  значение 0,8*  В 

2П306В,  КП306В 6-1,3*  В 

типовое  значение 2,2*  В 

Ток  утечки  первого  затвора  при  С/си  = (У32И  = 0. 

1/Зі и = 20  В не  более: 

2 П 306 А,  2П306Б,  2П306В 1 нА 

КП306А,  КП306Б,  КП  306В 5 нА 

Емкость  входная  при  І/си  = 20  В,  Г32И  = 10  В, 

/с  = 5 мА  не  более 5 пФ 

Емкость  проходная  при  (Уси  = 20  В,  = 10  В, 

Іс  = 5 мА  не  более 0,07  пФ 

Остаточный  ток  стока  при  6/Ги  = 15  В,  ІЛіи  = Ю В, 

1732и  = 10  В 5 мкА 

Электрические  параметры  * по  второму  затвору 

Коэффициент  шума  при  {/си  =15  В,  Е/31И  = 10  В, 

/с  = 5 мА,  /=  200  МГц  не  более 10  дБ 

Участок  квадратичности  переходной  характерис- 
тики по  напряжению  второго  затвора  (при 
ослаблении  комбинационных  составляющих 
третьего  порядка  не  менее  80  дБ)  при 
і>си  = 15  В,  Е/зіи  = 10  мА,  /с  = 0,2  + 10  мА, 

/=0,465  МГц  не  менее 1 В 
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Крутизна  характеристики  при  і/си  = 15  В, 

С/зіи  — 10  В,  1(2  — 5 мА 

типовое  значение  

Ток  утечки  второго  затвора  при  1/си  = ^зіи  = 0, 
С/32  и = 20  В не  более : 

2П306А,  2П306Б,  2П306В 

КП306А,  КП306Б,  КП306В 

Емкость  входная  при  С/си  = 15  В,  С/3іИ  = 10  В, 

1(2  = 5 мА 

типовое  значение  

Емкость  проходная  при  С/си  =15  В,  С/3]и  = 10  В, 

1(2  = 5 мА 

типовое  значение . . 


2-4,5  мА/В 
3,7  мА/В 


1 нА 
5 нА 

1,5-4  пФ 

2 пФ 

0,3-1  пФ 
0,35  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток 20  В 

Напряжение  первый  затвор-сток 20  В 

Напряжение  второй  затвор-сток 20  В 

Напряжение  первый  затвор-исток 20  В 

Напряжение  второй  затвор-исток 20  В 

Напряжение  первый  затвор-второй  затвор 25  В 

Постоянный  ток  стока 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  -г  308  К 150  мВт 

при  Т = 398  К 50  мВт 

Температура  окружающей  среды  . ...  : ....  От  213  до 

398  К 


Примечание.  При  работе  с транзисторами  необходимо  при- 
нимать меры  защиты  от  статического  электричества. 

В нерабочем  состоянии  все  выводы  транзистора  должны  быть 
закорочены. 


Зависимости  крутизны  характе-  Зависимость  крутизны  харак- 

ристики  по  первому  затвору  теристики  по  второму  затвору 

от  тока  стока.  от  тока  стока. 


27* 
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— КП 306  А - КП306В 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  тока 
стока. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  напря- 
жения второй  затвор-исток. 


О Ч 8 12  16  и3^В 


Зависимость  коэффициента  уси-  Зависимость  коэффициента  шу- 
ления  по  мощности  от  частоты.  ма  от  напряжения  второй  за- 

твор-исток. 


2П307А,  2П307Б,  2П307Г,  КП307А,  КП307Б, 
КП307В,  КП307Г,  КП307Д,  КП307Е,  КП307Ж 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  полевые  с 
затвором  на  основе  р-п  перехода  и каналом  «-типа. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  усилите- 
лей высокой  и низкой  частот  с высоким  входным  сопротивлением. 
Транзисторы  КП307Ж  в основном  предназначены  для  применения 
в зарядочувствительных  усилителях  и других  схемах  ядерной  спектро- 
метрии. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выво- 
дами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 
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Коэффициент  шума  на  /=  400  МГц  при  С/си  = 10  В, 

/с  = 5 мА  2П307А,  2П307Б,  2П307Г,  КП307В,  КП307Д 
не  более 6 дБ 


Электродвижущая  сила  шума  на  /=  1 кГц  при  І!С]Л  = 

= 10  В,  6/зи  = 0 2П307А,  КП307А,  КП307Е  не  более  20  нВ/|/Гц' 
Электродвижущая  сила  шума  на  /=  100  кГц  при  і/си  = 

= ю В,  С/зи  = 0 2П307Б,  2П307Г,  КП307Б,  КП307Г 

не  более 2,5нВ/|/Гц 

Крутизна  характеристики  при  І/Си  = Ю В,  С/Зи  = 0, 

/=  50  н-  1500  Гц 


при  Г=  298  К: 

2П307А,  КП307А 4-9  мА/В 

2 П 307 Б,  КП307Б,  КП307В 5- 10  мА/В 

2П307Г,  КП307Г,  КП307Д 6-12  мА/В 

КП307Е 3-8  мА/В 

КП307Ж  не  менее 4 мА/В 

при  Г=213  К не  менее: 

2П307А 4 мА/В 

2П307Б 5 мА/В 

2П307Г 6 мА/В 

при  Т = 233  К не  менее : 

КП307А,  КП307Ж 4 мА/В 

КП307Б,  КП307В 5 мА/В 

КП307Г,  КП307Д 6 мА/В 

КП307Е 3 мА/В 

при  Т = 398  К не  менее : 

2П307А 2 мА/В 

2П307Б 2,5  мА/В 

2П307Г 3 мА/В 

при  Т = 358  К не  менее: 

КП307А,  КП307Ж 2 мА/В 

КП307Б,  КП307В 2,5  мА/В 

КП307Г,  КП307Д 3 мА/В 

КП307Е 1,5  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  і/си  = 10  В,  і/зи  = 0: 

2П307А,  КП307А 3-9  мА 

2П307Б,  КП307Б,  КП307В 5-15  мА 

2П307Г,  КП307Г,  КП307Д 8-24  мА 
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КП307Е 1,5  — 5 мА 

КП307Ж  3-25  мА 

Напряжение  отсечки  при  1/си  = 10  В,  /с  = 10  мкА: 

2П307А,  КП307А 0,5-3  В 

2П307Б,  КП307Б,  КП307В 1-5В 

2П307Г,  КП307Г,  КП307Д 1,5-6  В 

КП307Е  не  более 2,5  В 

КП307Ж  не  более 7 В 

Активная  составляющая  выходной  проводимости  при 
Сси  = 10  В,  Сзи  = 0,/=  50  4-  1500  Гц  2П307Г,  КП307Г, 

КП307Д  не  более 200  мкСм 

Ток  утечки  затвора  при  [/зи  = —10  В не  более: 
при  7 = 298  К: 

2П307А,  2П307Б,  2П307Г,  КП307А,  КП307Б.  КП307В, 

КП307Г,  КП307Д,  КП307Е 1,0  нА 

КП307Ж  0,1  нА 

при  7=  398  К 2П307А,  2П307Б,  2П307Г  и при 
Г = 358  К КП307А,  КП307Б,  КП307В,  КП307Г, 

КП307Д,  КП307Е,  КП307Ж 1,0  мкА 

Ток  утечки  затвора  при  (Узи  = —30  В не  более  ...  10  мкА 

Емкость  входная  при  Сси  = 10  В,  (7ЗИ  = 0,  /=  10  МГц 

не  более 5 пФ 

Емкость  проходная  при  С/Си  = 10  В,  Сзи  = 0,  /=  10  МГц 

не  более 1,5  пФ 

Среднеквадратичный  шумовой  заряд  при  Т/си  = 7 В, 

1/эи  = 0,  Сг  = 10  пФ  КП307Ж  не  более 0,410_|6Кл 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток: 

2П307А,  2П307Б,  2П307Г 25  В 

КП307А,  КП307Б,  КП307В,  КП307Г,  КП307Д, 

КП307Е,  КП307Ж 27  В 

Напряжение  затвор-сток,  затвор-исток: 

2П307А,  2П307Б,  2П307Г 30  В 

КП307А,  КП307Б,  КП307В,  КП307Г,  КП307Д, 

КП307Е,  КП307Ж 27  В 

Постоянный  ток  стока: 

2П307А,  2П307Б,  2П307Г 30  мА 

КП307А,  КП307Б,  КП307В,  КП307Г,  КП307Д, 

КП307Е,  КП307Ж 25  мА 

Прямой  ток  затвора 5 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

2П307А,  2П307Б,  2П307Г. 

при  7 = 213  4-  298  К 250  мВт 

при  7 = 398  К 50  мВт 

КП307А,  КП307Б,  КП307В,  КП307Г,  КП307Д, 

КП307Е,  КП307Ж : 

при  7=  233  4-  298  К . 250  мВт 

при  7 = 358  К 130  мВт 
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Температура  структуры  2П307А,  2П307Б,  2П307Г  . . . 413  К 

Температура  окружающей  среды: 

2П307А,  2П307Б,  2П307Г От  213  до 

398  К 

КП307А,  КП307Б,  КП307В,  КП307Г,  КП307Д, 

КП307Е,  КП307Ж От  233  до 

358  К 

Примечания:  1.  При  Т > 298  К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Лиакс  = 250  — 2(7’—  298). 

2.  Соединение  транзисторов  с элементами  аппаратуры  разре- 
шается на  расстоянии  не  менее  4 мм  от  корпуса.  Допускается 
однократная  пайка  выводов  на  расстоянии  менее  4 мм  от  корпуса. 
Жало  паяльника  при  пайке  должно  быть  заземлено.  Обязательно 
применение  мер,  предохраняющих  корпус  транзистора  от  попадания 
флюса  и припоя. 

При  повышенной  влажности  для  обеспечения  тока  затвора  не 
более  ІО-9  А рекомендуется  использовать  транзисторы  в составе 
герметизированной  аппаратуры  или  при  местной  защите  прибора  от 
воздействия  влаги. 

Транзисторы  КП307Ж  допускается  однократно  использовать  при 
Т=  233  -н  123  К. 
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2П308А,  2П308Б,  2П308В,  2П308Г,  2П308Д, 
КП308А,  КП308Б,  КП308В,  КП308Г,  КП308Д 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  полевые  с зат- 
вором на  основе  р-п  перехода  каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппаратуре 
во  входных  каскадах  усилителей  низкой  частоты  и постоянного 


тока  (2П308А,  2П308Б,  2П308В,  КП308А,  КП308Б,  КП308В),  в пере- 
ключающих схемах  и схемах  коммутаторов  (2П308Г,  2П308Д, 

КП308Г,  КП308Д)  с высоким  входным  сопротивлением. 


Бескорпусные  с гибкими  выводами  без  кристаллодержателя  с 
защитным  покрытием. 

Каждый  транзистор  упа- 
ковывается в сопроводи- 
тельную тару,  позволяю- 
щую без  извлечения  из 
нее  производить  измере- 
ние их  электрических  па- 
раметров. Обозначение 
типа  приводится  на  со- 
проводительной таре. 

Масса  транзистора 

не  более  0,005  г.  Электрические  параметры 


т 


0,7 


Электродвижущая  сила  шума  при  1/си  = 10  В,  С/Зи  = 0, 

/=  1 кГц  КП308А,  КП308Б,  КП308В  не  более  ...  20  нВ/|/Гц 
Крутизна  характеристики  при  і/си  = 10  В,  4/зи  = 0 : 


при  Т=  298  К: 

2П308А,  2П308Б,  КТ308А,  КП308Б 1-4  мА/В 

2П308В 2-5  мА/В 

КП308В 2-6,5  мА/В 

при  Т = 358  К не  менее: 

КП308А,  КП308Б 0,6  мА/В 

КП308В 1,2  мА/В 

при  Т = 398  К не  менее: 

2П308А,  2П308Б,  2П308В 0,5  мА/В 

при  Г =213  К не  менее: 

2П308А,  2П308Б,  2П308В 1,0  мА/В 

КП308А,  КП308Б 1,0  мА/В 

КП308В 2,0  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  ѴС1Л  — 10  В,  {/зи  = 0: 

2П308А,  КП308А 0,4-1.  мА 

2П308Б,  КП308Б 0,8 -1,6  мА 

2П308В,  КП308В 1,4-3  мА 

Активная  составляющая  выходной  проводимости  при 
6/Си  = Ю В,  (7ЗИ  = 0 не  более: 

2П308А,  КП308А 10  мкСм 

2П308Б,  2 П 308 В,  КП308Б,  КП308В 20  мкСм 

Сопротивление  сток-исток  в открытом  состоянии  при 
б^си  = 0,2  В,  СЗИ  = 0: 
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при  Г = 298  К : 

2П308Г,  КП308Г 230-250  Ом 

2П308Д,  КП308Д  не  более 500  Ом 

при  Т = 213  К: 

2П308Г,  КП308Г  не  более 250  Ом 

2П308Д,  КП308Д  не  более 500  Ом 

при  Т = 358  К : 

КП308Г 400  Ом 

КП308Д 800  Ом 

при  Т=  398  К: 

2П308Г 500  Ом 

2П308Д 1000  Ом 

Время  включения  * при  і/си  = 10  В,  С/Зи  = 0 2П308Г, 

2П308Д,  КП308Г,  КП308Д  не  более 20  нс 

Время  выключения*  при  С/си  = 10  В,  1/зи  = 0 2П308Г, 

2П308Д,  КП308Г,  КП308Д  не  более  ....  .’  20  нс 

Напряжение  отсечки  при  1/си  = 10  В,  Іс  = 10  нА- 

2П308А,  КП308А 02-12В 

2П308Б,  КП308Б 0 3-18  В 

2П308В,  КП308В 0 4-2  4 В 

2П308Г,  КП308Г ! ! ! 1-6В 

2П308Д,  КП308Д 1-ЗВ 

Ток  утечки  затвора  при  С/си  = 0;  II зи  = -10  В не  более: 
при  Г = 298  К: 

2П308А,  2П308Б,  2П308В,  2П308Г,  2П308Д 

КП308А,  КП308Б 1,0  нА 

КП308В 0,5  нА 

при  Т = 358  К для  КП308А,  КТ308Б,  КП308В  ...  50  нА 

при  Г=  398  К для  2П308А,  2П308Б,  2П308В, 

2П308Г,  2П308Д ] мкА 

Ток  утечки  затвора  при  С/си  = 0,  Цзи  = -30  В не  более  10  мкА 
Емкость  входная  при  ІІСИ  = 10  В,  Нзи  = 0 не 

более 6 пФ 

Емкость  выходная  при  Е/си  = 10  В,  СІЗИ  — 0 не 
более 2 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток 25  В 

Напряжение  затвор-сток 30  В 

Напряжение  затвор-исток 30  В 

Постоянный  ток  стока 20  мА 

Прямой  ток  затвора 5 мд 

Рассеиваемая  мощность  при  Т = 213  = 298  К ...  . 60  мВт 

Температура  перехода 413  К 

Температура  окружающей  среды: 

2П308А,  2П308Б,  2П308В,  2П308Г,  2П308Д  . . . От  213  д 

398  К 
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КП 308 А,  КП308Б,  КП308В,  КП308Г,  КП308Д  ...  От  213  до 

358  К 

Примечания:  1.  При  Г > 298  К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 
Р макс  = 60  - 0,5  (Г-  298). 

2.  Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  1,0  мм 
от  транзистора.  При  заливке  транзисторов  компаундами  темпера- 
тура кристалла  не  должна  превышать  предельно  допустимую  тем- 
пературу окружающей  среды. 


2П310А,  2П310Б 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с изо- 
лированным затвором  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  в приемно-передающих  устрой- 
ствах сверхвысокочастотного  диапазона. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  вывода- 
ми. На  торцевую  поверхность  баллона  каждого  транзистора  нано- 
сится красная  точка. 

Масса  транзистора  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  на  /=1  ГГц  при  ^си  = 5 В, 


Іс  = 5 мА : 

2П310А 5,0* -6,0  дБ 

2П310Б 5,0*  — 7,0*  дБ 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  на  /=  1 ГГц 

при  [7Си  = 5 В,  /с  = 5 мА 5,0  — 7,0  дБ 

типовое  значение 5,5  дБ 

Крутизна  характеристики  при  1/Си  = 5 В,  /с  = 5 мА, 

/=  50  -=-  1500  Гц: 

при  Г = 298  К 3,0 -6,0*  мА/В 

типовое  значение 4,0*  мА/В 

при  Г=  213  К 1, 5-6,0*  мА/В 

типовое  значение 4,2*  мА/В 

при  Г = 398  К 1,5  — 4,7*  мА/В 

типовое  значение 3,5*  мА/В 


Начальный  ток  стока  при  [/Си  = 5 В,  [/зи  = 0: 
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при  Г = 298  К 0,03* -5,0  мА 

типовое  значение 0,1*  мА 

при  Г=213  К не  более 15  мд 

при  Т = 398  К не  более 8,0  мА 

Остаточный  ток  стока  при  С/си  = 5 В,  1/зи  = 

= ~5  в 1*-  100  мкА 

типовое  значение Ю*  мкА 

Ток  утечки  затвора  при  ІУЗИ  = — 10  В . . . . 1 10_4*-3  нА 

типовое  значение 1*  нд 

Емкость  входная  при  і/си  = 5 В,  Ѵш  = 0, 

/=  10  МГц 1,4*  —2,5  пФ 

типовое  значение 18*  пФ 

Емкость  проходная  при  (Уси  = 5 В,  і/зи  = 0, 

/=  10  МГц 0,2* -0,5  пФ 

типовое  значение 0,3*  пФ 

Емкость  выходная  при  ѴС]Л  = 5 В,  і/зи  = - 1 В, 

/=  10  МГц 1,2*  — 2,0  пФ 

типовое  значение 14*  пф 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток 8,0  В 

Напряжение  затвор-сток 10  В 

Напряжение  затвор-исток Ю в 

Ток  стока 20  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т=  213  н- 

■Е  298  К 80  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

398  К 


Примечания:  1.  При  Т = 298  -г  398  К максимально  допусти- 
мая постоянная  рассеиваемая  мощность,  мВт,  рассчитывается  по 
формуле 

Лчакс  = 80  - 0,55(7’—  298). 


2.  Пайка  выводов  транзисторов  допускается  на  расстоянии  не 
менее  3 мм  от  корпуса.  Пайку  производить  отключенным  от  сети 
паяльником  мощностью  не  более  60  Вт.  В момент  пайки  все 
выводы  должны  быть  закорочены. 

Минимальное  расстояние  места  изгиба  выводов  от  корпуса 
3 мм,  радиус  изгиба  не  менее  1,5  мм. 

При  работе  с транзисторами  необходимо  учитывать  возмож- 
ность их  самовозбуждения  как  высокочастотных  элементов  и при- 
нимать меры  к его  устранению,  а также  принимать  меры  защиты 
от  статического  электричества. 
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напряжения  затвор-исток.  сток-исток  в открытом  состоя- 

нии от  тока  стока. 


о 2 ч 6 8 ю изи,в 


О 5 10  15  20  25Іс,мА 


Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  затвор- 
исток. 


Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  тока  стока. 
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с: 
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0,3 


«О  0,2 
0,1 


2П31І 
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ІА, 2 

— 

П31І 

75 

ІС= 

6-1 
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. 

5 мА, 

П КАГп 

Зависимость  входной  емкости 
от  напряжения  сток-исток. 


0 2 16  8 Юиси,В 

Зависимость  проходной  емкости 
от  напряжения  сток-исток. 
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Зависимость  выходной  емкости 
от  напряжения  сток-исток. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  напряжения  сток-исток. 


Кш,ДЬ 

V 
%0 
3,9 
3,8 

V 

3,6 

Ч 5 6 7 8 9Іс,иА 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  тока  стока. 


2П312А,  2П312Б,  КП312А,  КП312Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксильно-планарные  полевые  с за- 
твором на  основе  р-п  перехода  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  во  входных  усилительных  и 
преобразовательных  каскадах  сверхвысокочастотного  диапазона. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с гибкими  полос- 
ковыми выводами.  Транзисторы  маркируются  цветными  точками: 
2П312А  - одной  желтой,  КП312А  - двумя  желтыми,  2П312Б  - одной 
синей,  КП312Б  — двумя  синими. 

Масса  транзистора  не  более  0,2  г. 
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0,1 


0,5 


К 


Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  Ѵсн  = 10  В,  /=  400  МГц: 


2П312А,  КП312А 1,0*-4дБ 

2П312Б,  КП312Б : 1,0*-6дБ 


Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  С/ си  = 

= 10  В,  /с  = 5 мА,  /=  400  МГц  не  менее  ....  2 дБ 


Крутизна  характеристики  при  (Уси  = 15  В, 

Йзи  = 0,  /=  1 = 10  кГц  не  менее: 
при  Т = 213  и 298  К: 

2П312А,  КП312А 4 мА/В 

2П312Б,  КП312Б 2 мА/В 

при  Т=  373  К для  КП312А;  КП312Б  и 
Т = 398  К для  2П312А,  2П312Б: 

2П312А,  КП312А 1,5  мА/В 

2П312Б,  КП312Б 1,0  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  1/Си  = 15  В,  С/зи  = 0: 

2П312А,  КП312А 8 — 1 1*  — 25*  мА 

2П312Б,  КП312Б 1,5  — 3*  — 7*  мА 

Ток  утечки  затвора  при  {/зИ  = — 10  В,  І/Си  = 0 
не  более: 

при  Т = 213  К для  2П312А,  2П312Б, 

КП312А,  КП312Б 100  нА 

при  Т = 298  К для  2П312А,  2П312Б, 

КП312А,  КП312Б Ю нА 

при  Г=  373  К для  КП312А,  КП312Б  и 
Т = 398  К для  2П312А,  2П312Б  ....  1 мкА 

Напряжение  отсечки  при  1/с и = 15  В,  /с  = 10  мкА 
не  более: 

2П312А,  КП312А 2* -3,5*-  8 В 

2П312Б,  КП312Б 0,8*  — 3,5*  — 6 В 

Активная  составляющая  выходной  проводимос- 
ти при  С/'И  =15  В,  /=  1 кГц: 

КП312А 10,5*  45*  — 130  мкСм 

КП312Б  10*— 40*— 110  мкСм 

Входная  емкость  при  Сси  = 15  В 2*  — 2,4*  — 4 пФ 

Проходная  емкость  при  {/си  = 15  В . . . . 0,5*  — 0,64*  — 1 пФ 
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Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор-исток 25  В 

Напряжение  затвор-сток 25  В 

Напряжение  сток-исток 20  В 

Постоянный  ток  стока 25  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Г < 313  К 100  мВт 

Тепловое  сопротивление  переход-среда 1 К/мВт 

Температура  структуры 413К 

Температура  окружающей  среды: 

2П312А,  2П312Б От  213  до  398  К 

КП312А,  КП312Б От  213  до  373  К 


Примечания:  1.  При  Т>  313  К постоянная  рассеиваемая 
мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле: 

7\:акс  = (413  — Г)/ЛГпч:. 


2.  Для  приборов  с /с.нач  < 5 мА  измерение  активной  со- 
ставляющей выходной  проводимости,  входной  и выходной  емкостей, 
коэффициента  шума  производят  при  V зи  = 0,  для  приборов  с 
/с,  нач  > 5 мА  при  1=5  мА. 
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293  313  333  353  373  Т,К 
Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  про- 
бивного напряжения  затвор- 
исток  от  температуры. 


0 0,75  1,5  2,253,0  3,75 изи,  В 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  напряжения  затвор-исток. 
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висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  сток- 
исток. 
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стики от  напряжения  сток- 
исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  напряжения  затвор-исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  утечки  затвора 
от  температуры. 


6 

5 

Ч 

ч з 

* 

'о  2 
1 


Ч 

.гл: 

— 

12 А, 

КПЗ 

2А 

— 

\ 

* 

— 

Оси 

=15  і 

1 ы» 

1=0 

293  313  333  353  373  Т,  К 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  температуры. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


'Г 

5 

5 

»: 

(о 


-ч 

Кі 

-и 

7 312 

:и=‘> 

Б,  КІ 
5 В , 

1312 

иЗИ 

Б 

= о - 

\ 

ч ^ 

293  313  333  353  373  393  Т,К 

Зона  возможных  положений  за- 
висимости начального  тока  сто- 
ка от  температуры. 
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О 2 Ч 6 8 10  Іс  у мА 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  стока  от  на- 
пряжения затвор-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  тока  стока. 


2П313А,  2П313Б,  2П313В,  КП313А,  КП313Б, 

КП313В 

Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с изо- 
лированным затвором  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  каскадах  высо- 
кой и низкой  частот  с высоким  входным  сопротивлением. 

Выпускаются  в пластмассовом  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  1,0  г. 

Место  маркировки. 


Электрические  параметры 

Максимальная  рабочая  частота* 300  МГц 

Коэффициент  шума  при  С/си  = 15  В,  /с  = 5 мА, 

/=  250  МГц  КП313А,  КП313Б,  КП313В  не 

более 7,5  дБ 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  1/си  = 


Куіюч 
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= 15  В.  /с  = 5 мА,  /=  250  МГц  КП313А, 

КП313Б,  КП313В  не  менее 10  дБ 

Крутизна  характеристики  при  і/си  = 10  В, 

/с  = 5 мА: 

2П313А,  2П313Б,  2П313В: 

при  Г = 298  К 5_10  мА/В 

при  Г = 358  К От  1 до  0,6 

значения  при 
Т = 298  К 

при  Т = 213  К не  более 1,5  значения 

при  Г = 298К 

КП313А,  КП313Б,  КП313В  при  Т = 

= 298  К 4,5-10,5  мА/В 

Напряжение  затвор-исток  при  1/си  = 10  В, 

1с  — 5 мА : 

2П313А 0,4- 1,5  В 

2П31  ЗБ —0,6  * +0,6  В 

2ПЗ,ЗВ -0,4  В 

КПЗ  1 ЗА  0.3- 1.8  В 

КП313Б -0,5*  +0,5  В 

КП313В -2,0  * -0,3  В 

Ток  утечки  затвора  при  С/си  = 0,  і/зи  = 10  В 

не  более ' 10  нА 

Напряжение  отсечки  при  6/си  = 10  В,  /с  = 10  мкА 

не  менее 5 3 

Емкость  входная  при  С/си  = 10  В,  /с  = 5 мА 

2П313А,  2П313Б,  2П313В 4,1*  — 6,8  пФ 

типовое  значение 4 8*  пФ 

КП313А,  КП313Б,  КП313В  не  более 7 пФ 

Емкость  проходная  при  (/си  = 10  В,  /с  = 5 мА- 

2П313А,  2П313Б,  2П313В 0,3*-0,8  пФ 

типовое  значение 0 4*  пф 

КП313А,  КП313Б,  КП313В  не  более  ....  0,9  пФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток 15  В 

Напряжение  затвор-сток 15  В 

Напряжение  затвор-исток 10  В 

Ток  стока 15  мА 

Рассеиваемая  мощность: 

2П313А,  2П313Б,  2П313В: 

при  Г =233  * 308  К 120  мВт 

при  Т = 358  К 80  мВт 

КПЗ  1 ЗА,  КП313Б,  КП313В : 

при  Г = 228  * 298  К 75  мВт 

при  Т = 358  К 40  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2П313А,  2П313Б,  2П313В От  213  до 

358  К 
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КП313А,  КП313Б,  КП313В 


От  228  до 
358  К 


Примечание.  При  работе  с транзисторами  необходимо  при- 
нимать меры  защиты  от  статического  электричества. 


В нерабочем  состоянии  все 
выводы  транзистора  должны  быть 
закорочены. 


Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  тока  стока. 
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ления  по  мощности  от  частоты.  ма  от  частоты. 
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КПЗ  14  А 


Транзистор  кремниевый  эпитаксиально-планарный  полевой  с за- 
твором на  основе  р-п  перехода  и каналом  и*типа. 


Исток 


Предназначены  для  применения  в охлаждаемых  каскадах  пред- 
усилителей устройств  ядерной  спектрометрии. 

Выпускается  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  0,5  г. 


Электрические  параметры 


Крутизна  характеристики  при  1/си  = 10  В,  І/Зи  = 0 

Т =213  и 298  К не  менее 4 мА/В 

Начальный  ток  стока  при  Сси  = 10  В,  Ѵзи  = 0 . . . 2,5  — 20  мА 
Ток  утечки  затвора  при  С/си  = 0,  С/зи  = — 10  В . . . 0,1  нА 

Емкость  входная  при  Сси  ±=  10  В,  /=  10  МГц  не 

более 6 пФ 

Емкость  проходная  при  і/си  = 10  В,  /=  10  МГц 

не  более 2 пФ 

Среднеквадратичный  шумовой  заряд  при  С/Си  = 5 В, 

/с  = 3 мА,  Сг  = 0,  Тф  = 5 мкс  не  более  ....  1 ,32  - 10 — 17  Кл 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток 25  В 

Напряжение  затвор-исток,  затвор-сток 30  В 

Постоянный  ток  стока 20  мА 

Прямой  ток  затвора 5 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т < 298  К 200  кВт 

Т=  358  К . 100  мВт 

Температура  окружающей  среды От  100  до 

358  К 
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2П350А,  2П350Б,  КП350А,  КП350Б,  КП350В 


Транзисторы  кремниевые  диффузионно-планарные  полевые  с двумя 
изолированными  затворами  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  генераторных 
и преобразовательных  каскадах  сверхвысокой  частоты  (до  700  МГц). 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  корпусе.  Транзисторы  КП350А, 
КП350Б,  КП350В  на  торцевой  поверхности  корпуса  дополнительно 
маркируются  двумя  черными  точками. 

Масса  транзистора  не  более  0,7  г. 


Электрические  параметры 


Коэффициент  шума  при  Ѵсѵі  = 10  В,  Щ 2и  = 6 В,  /с  = 

- 10  мА: 

при  / = 400  М Гц : 

2П350А 4,8*  - 6 дБ 

типовое  значение 5,5*  дБ 

КП350А 3,7*  - 6 дБ 

типовое  значение 3,8*  дБ 

КП350В 4,1*  - 8 дБ 

типовое  значение 4,8*  дБ 

при  / = 100  МГц: 

2П350Б 4,15* -6  дБ 

типовое  значение 4,9*  дБ 

КП350Б 2,0*  - 6 дБ 

типовое  значение 3,0*  дБ 

Крутизна  характеристики  при  НСи=10  В,  1/32и  = 6 В, 

/с  = 10  мА,  / = 50  -г  1500  Гц: 

2П350А,  2П350Б: 

при  Г =298  К 6,0- 

11,5*  мА/В 

типовое  значение 9,4*  мА/В 

при  Т=  213  К 6,0- 

15,0*  мА/В 

типовое  значение 11,7*  мА/В 

при  Т = 358  К 4,0  — 

10,0*  мА/В 

типовое  значение 8,0*  мА/В 

КП350А,  КП350Б,  КП350В: 
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при  Т = 298  К 6,0  — 

13,0*  мА/В 

типовое  значение 10,0*  мА/В 

при  Т = 228  К 6,0  — 

13,0*  мА/В 

типовое  значение 11,5*  мА/В 

при  Т = 358  К 4,0  — 

10,0*  мА/В 

типовое  значение 8,0*  мА/В 

Крутизна  характеристики  по  второму  затвору*  при 

С/си  — 10  В,  С^з2и  = 0 В,  /(2  — 10  мА 0,6  — 

0,85  мА/В 

типовое  значение 0,7  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  1/Си  = 15  В,  і/зи  = 0 не  более: 

2П350А,  2П350Б: 

при  Т = 298  К 3,5  мА 

при  Г=213  К и Т = 358  К 6,0  мА 

КП350А,  КП350Б,  КП350В: 

при  Т = 298  К 3,5  мА 

при  Г = 228  К и Г = 358  К 6,0  мА 

Напряжение  отсечки  при  І/Сц  — 1 5 В,  Чцп  = 6 В,  /с  = 

= 0,1  мА: 

2П350А,  2П350Б .0,1 7* -6,0  В 

типовое  значение 0,29*  В 

КП350А,  КП350Б,  КП350В 0,07* -6,0  В 

типовое  значение 0,7*  В 

Напряжение  отсечки  по  второму  затвору*  при  і/си  = 15  В, 

І/31И  = 5 В,  /с  = 0,1  мА 0,15  - 4,5  В 

типовое  значение 0,5  В 

Ток  утечки  затвора  при  //зи  =15  В не  более  ....  5,0  нА 

Емкость  входная  при  ІІС]Л  = К)  В,  //31И  = Щ2ц  = 0, 

/=  10  МГц: 

2П350А,  2П350Б 3,0*  — 6,0  пФ 

типовое  значение 3,2* 

КП350А,  КП350Б,  КП350В .2,9*-6,0пФ 

типовое  значение 3,5*  пФ 

Емкость  проходная  при  С/си  = 10  В,  і/зіи  = = 0, 

/=  10  МГц: 

2П350А,  2П350Б 0,03*- 

0,07  пФ 

типовое  значение 0,04*  пФ 

КП350А,  КП350Б,  КП350В 0,03*- 

0,07  пФ 

типовое  значение 0,05*  пФ 

Емкость  выходная  при  С/си  = 10  В,  //зщ  = ^32И  = 0, 

/=  10  МГц: 

2П350А,  2П350Б 3,2*- 

6,0  пФ 

типовое  значение 4,0*  пФ 

КП350А,  КП350Б,  КП350В 2,9* -6,0  пФ 
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типовое  значение . 


3,2*  пФ 


Активная  составляющая  выходной  проводимости  при 
І/Си  = 10  В,  Н32и  = 6 В,  /с  = 10  мА  КП350А,  КП350Б, 


КП350В  не  более 250  мкСм 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток 15  В 

Напряжение  первый  затвор-сток  КП350А,  КП350Б, 

КП350В 21  В 

Напряжение  второй  затвор-сток  КП350А,  КП350Б, 

КП350В 15  В 

Напряжение  первый  (второй)  затвор-исток 15  В 

Ток  стока 30  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Г < 298  К . . . 200  мВт 

при  Т = 358  К 100  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2П350А,  2П350Б От  213  до 

358  К 

КП350А,  КП350Б,  КП350В От  228  до 

358  К 


Примечание.  Расстояние  от  корпуса  до  начала  изгиба  вы- 
вода 3 мм,  радиус  изгиба  не  менее  1,5  мм.  При  изгибе  усилие 
не  должно  передаваться  на  стеклоизолятор. 

Пайка  выводов  допускается  на  расстоянии  не  менее  3 мм  от 
корпуса  транзистора  паяльником  мощностью  не  более  60  Вт  напря- 
жением 6—12  В.  При  пайке  необходимо  принимать  меры  защиты 
к.орпуса  транзистора  от  попадания  флюса  и припоя.  В момент 
пайки  все  выводы  транзистора  должны  быть  закорочены.  Для 
обеспечения  тока  утечки  затвора  не  более  5 10"9  А необходимо  ис- 
пользовать транзисторы  в составе  герметизированной  аппаратуры 
или  при  местной  защите  транзисторов  от  воздействия  влаги. 

При  работе  с транзисторами  необходимо  принимать  меры  за- 
щиты от  воздействия  статического  электричества. 


Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  тока  стока. 


Зависимости  тока  стока  от  на- 
пряжения первый  затвор-исток. 


100  200  300  400  500  600Г,МГц  2 Ч В 8 10  12  иСи,В 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  частоты. 


Зависимость  коэффициента  шу- 
ма от  напряжения  сток-исток. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  частоты. 


Зависимость  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  от  напря- 
жения сток-исток. 
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Зависимость  проходной  емкости 
от  напряжения  сток-исток. 


Зависимость  выходной  емкости 
от  напряжения  сток-исток. 


Раздел  одиннадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  МОЩНЫЕ 

2П901А,  2П901Б,  КП901А,  КП901Б 

Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с изолированным 
затвором  и индуцированным  каналом  и-типа. 

Предназначены  для  применения  в усилительных  и генератор- 
ных каскадах  в диапазоне  коротких  и ультракоротких  длин  волн. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вывода- 
ми. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  6 г. 
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Электрические  параметры 

Выходная  мощность  в непрерывном  режиме  * 
при  6/си  = 50  В,  {/зи  = о,  /=  100  МГц: 

2П901А,  КП901А  не  менее 10  Вт 

2П901Б,  КП901Б 6,7-8,9-9,9  Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности*  при 
{/си  = 50  В,  ІІЗИ  = о,  РВЬІХ  =10  Вт: 
при  /=100  МГц  для  2П901А,  КП901А  7— 10- 12, 5 дБ 

при/=  60  МГц  для  2П901А,  КП901А  . . . 10-13-16  дБ 

Коэффициент  полезного  действия  * при  II см  = 

= 50  В,  1/зи  = 0,  Рвых  = 10  Вт,  /=  60  МГц 

для  2П901А,  КП901А 35-40-44 % 

Крутизна  характеристики  при  і/си  = 20  В,  /с  = 

= 500  мА : 

при  Г=213  К не  менее: 

2П901  А,  КП901 А 30  мА/В 

2П901Б,  КП901Б 40  МА/В 

при  Т = 298  К : 

2П901А,  КП901 А 50- ПО* -160*  мА/В 

2П901Б,  КП901Б 60-  130*-  170*  мА/В 

при  Т = 373  К для  КП901  А,  КП901Б  и 
Т=  298  К для  2П901  А,  2П901Б  не  менее: 

2П901А,  КП901А \ 20  мА/В 

2П901Б,  КП901Б 30  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  (7СИ  = 20  В,  (/зи  = 0: 

при  Г =213  К,  не  более 500  мА 

при  Г =298  К 15*  — 50*  — 200  мА 

при  Т = 373  К для  КП901А,  КП901Б  и 
Г = 398  К для  2П901А,  2П901Б  не  более  400  мА 

Остаточный  ток  стока  при  Нси  = 85  В,  Г'зи  = 

= 15  в 3*- 7* -50  мА 

Ток  стока  при  (/си  = 20  В,  6/зи  = 20  В 

2П901А,  КП901А 1 6 — 2 3*  — 3 7*  А 

2П901Б,  КП901Б 0^8- Г4*- /8*  А 

Емкость  затвор-исток  при  і/зи  = —30  В . . . 15*  — 50*  — 100  пФ 

Проходная  емкость  при  і/си  = 25  В,  і/зи  = 

= - 15  В 1,5*  — 4*—  10  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  затвор-исток 30  В 

Напряжение  сток-исток 70  в 

Импульсное  напряжение  сток-исток  при  гп  4 1 мс  , . . 85  В 

Напряжение  затвор-сток 85  В 

Импульсное  напряжение  затвор-сток  при  т„  < 1 мс  100  В 

Постоянный  ток  стока 4 д 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т ^ 298  К.,., 20  Вт 

Температура  окружающей  среды: 
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2П901А.  2П90ІБ От  213  до 

Г,  = 398  К 

КП901А,  КП901Б От  213  до 

Гк  = 373  К 

Примечание.  При  Т > 298  К максимально  допустимая  пос- 
тоянная рассеиваемая  мощность,  Вт,  рассчитывается  по  формуле 
кс  = 20[  1 -(Г,-  298)/ 125]. 


0 2 4 6 6 юизи,в 


О 0,2  0,4  0,6  0,8  Іс,  А 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  затвор- 
исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  сток-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  тока  стока. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  стока  от  напря- 
жения затвор-исток. 
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висимости относительного  из- 
менения пробивного  напряжения 
сток-истцк  от  температуры. 


2П902А,  2П902Б,  КП902А,  КП902Б,  КП902В 


Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с изолированным 
затвором  и каналом  и-типа. 

Предназначены  для  применения  в приемно-передающих  устрой- 
ствах в диапазоне  частот  до  400  МГц. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  6 г. 
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Электрические  параметры 

Коэффициент  шума  при  6/си  = 50  В,  /с  = 50  мА' 
при  /=  250  МГц: 

2П902А,  КП902А 3,4* -6  дБ 

типовое  значение 5 0*  дБ 

КП902В  не  более 8 дБ 

при  /=  100  МГц  2П902А 4,3*-4,9*  дБ 

типовое  значение 4 6*  дБ 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при 
1/си  = 50  В,  /с  = 50  мА, /=  250  МГц  . . . 6,6-15,4  дБ 

типовое  значение 13  дБ 

при  <УСИ  = 50  В,  С/Зи  = 0,  Рм  = 0,3  Вт,  /=’ 

= 400  МГц 1, 7-4,0  дБ 

типовое  значение 2 9 дБ 

Максимальная  отдаваемая  мощность*  при / = 

= 60  МГц  при  С/си  = 50  В,  Ѵш  = 0,  Рву  = 

= 0’3  Вт 0,8 -1,8  Вт 

типовое  значение 1,2  Вт 

Крутизна  характеристики  при  /с  = 50  мА, 

С/си  = 20  В для  2П902А,  2П902В  и 6/си  = 

= 50  В для  КП902А,  КП902Б,  КП902В: 


1 =2УІ5  к 10—19*  —25*  мА/В 

Т = 213  К для  2 П 902 А,  2П902Б  и Т = 

= 228  К для  КП902А,  КП902Б,  КП902В  10  — 25*  — 30*  мА/В 
Тк  = 358  К для  КП902А,  КП902Б,  КП902В  8 — 14*  — 22*  мА/В 
Т-  398  К для  2П902А,  2П902Б  . . . . 8- 17* -22*  мА/В 
Начальный  ток'  стока  при  Цси  = 50  В,  Цзи  = 

= 0: 

Т = 298  К: 

2П902А,  2П902Б 0,00 1 * — 0, 1 5*  — 10  мА 

КП902А,  КП902Б,  КП902В 0,001*  — 1,5*  — 10  мА 

Т = 213  К для  2П902А,  2П902Б  и Г = 228  К 
для  КП902А,  КП902Б,  КП902В  не  более  10  мА 

Т = 398  К для  2П902А,  2П902Б  и Г = 358  К 
для  КП902А,  КП902Б,  КП902В  не  более  15  мА 

Ток  утечки  затвора  при  Цс и = 0,  Ѵ3]л  = -30  В 0,02* -0,05* - 3 нА 

Остаточный  ток  стока  при  і/си  = 60  В,  Ѵ3]л  = 

= _|°  в 0,001*  — 0,03*  — 0,5  мА 

Активная  составляющая  выходной  проводи- 


мости*  при  1/си  = 50  В,  /с  = 50  мА  . . . 12-190  мкСм 

типовое  значение 30  мкСм 

Входная  емкость  при  Сси  = 25  В,  6/зи  = 0; 

/=  10  МГц: 

2П902А,  2П902Б 4*  — 6,5*  — 1 1 пФ 

КП902А,  КП902Б,  КП902В 7*- 10*- 11  пФ 

Выходная  емкость  при  Сси  = 25  В,  (Узи  = 0, 

/=  10  МГц: 

2П902А,  2П902Б 3,9*- 5,5*- 11  пф 

КП902А,  КП902Б,  КП902В 8,0* -8,5*- 11  пФ 

Проходная  емкость  при  Сси  = 25  В,/=  10  МГц, 

Сзи  = 0: 

2 П 902 А,  2П902Б,  КП902А,  КП902Б  . . . 0,3 1 * — 0,5*  — 0,6  пФ 
КП902В  не  более 0,8  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор-исток 30  В 

Постоянное  напряжение  сток-исток  2П902А,  2П902Б  . . . 50  В 
Постоянное  напряжение  сток-исток  при  Сзи  = 0 . . . . 60  В 
Пиковое  напряжение  сток-исток  при  ти  « 1 мс,  <2  > 100  70  В 

Постоянный  ток  стока: 

при  Тк  « 298  К 2П902А,  2П902Б,  КП902А,  КП902Б, 

КП902В 200  мА 

при  Гк  = 358  К КП902А,  КП902Б,  КП902В  и 

Тк  = 398  К 2П902А,  2П902Б 130  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Тк  « 298  К 2П902А,  2П902Б,  КП902А,  КП902Б, 

КП902В 3,5  Вт 

при  Тк  = 358  К КП902А,  КП902Б,  КП902В  ....  25  Вт 

при  Гк  = 398  К 2П902А,  2П902Б 1 Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2П902А,  2П902Б От  213  до 

Тк  = 398  К 

КП902А,  КП902Б,  КП902В От  228  до 


Гк  = 358  К 

Примечание.  При  Гк> 298  К постоянный  ток  стока  и пос- 
тоянная рассеиваемая  мощность  снижаются  линейно. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  стока  от  на- 
пряжения затвор-исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характе- 
ристики от  тока  стока. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  затвор- 
исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости выходной  емкости  от 
напряжения  сток-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  шума 
от  напряжения  сток-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  усиле- 
ния по  мощности  от  напряжения 
сток-исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости коэффициента  усиле- 
ния по  мощности  от  напряжения 
сток-исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  про- 
бивного напряжения  сток-исток 
от  температуры. 

28  Полупроводниковые  приборы 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости входной  емкости  от 
напряжения  сток-исток. 
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2П903А,  2П903Б,  2П903В,  КП903А,  КП903Б, 

КП903В 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  полевые  с 
затвором  на  основе  р-л-перехода  и каналом  «-типа. 

Предназначены  для  применения  в приемно-передающих  и пере- 
ключающих устройствах  низкочастотного  диапазона  (до  30  МГц). 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  6 г.  „ 

Сток  Затвор 

ф5 


снс 

\ Ѵ-ѵ 

1 

рос 

ч 

3,8 

10,8 

п „ 

Исток 


Электрические  параметры 


Электродвижущая  сила  шума  на  /=100  кГц  при 
1/си  = 10  В,  /с  =Ю  мА: 

КП903А,  КП903Б,  КП903В 

типовое  значение 

2П903А 

типовое  значение  

2П903Б  не  более 

2П903В  не  более 

Выходная  мощность*  в схеме  резонансного  усили- 
теля в режиме  класса  А на  /=30  МГц  при 

Ес  = 10  В,  17 зц  = 0 

типовое  значение  

Коэффициент  усиления  по  мощности*  в схеме 
резонансного  усилителя  в режиме  класса  А на 
/=  30  МГц  при  {/си  = 10  В,  Ѵзц  — 0 . . . . 

типовое  значение  

Сопротивление  сток-исток  в открытом  состоянии 
{/си  = 0,2  В,  {/зи  = 0 не  более : 

при  Т=  213  = 373  К КП903В 

при  Т=  213  = 298  К 2П903В 

при  Т =398  К 2П903В 

Крутизна  характеристики  при  {/си  = 10  В,  {/зи  = 0, 
/=  1 = 10  кГц,  ти  < 10  мс,  в > 10  не  менее: 
при  Т=  213  = 298  К: 

2П903А,  КП903А 

2П903Б,  КП903Б 

2П903В,  КП903В 


0,5* -5,0  нВ /[/Гц 
1,0*  нВД/Гц 
0,5* -1,0  нВД/Гц 
0,7*  нВД/Гц 
2,5  нВ/і/Гц 
4,6*  нВД/Гц 

90  — 600  мВт 
450  мВт 


7,6  - 16,0  дБ 
11,0  дБ 


10  Ом 
10  Ом 
18  Ом 


85  мА/В 
50  мА/В 
60  мА/В 


<174 


при  Г = 373  К не  менее: 

КП903А 50  мА/В 

КП903Б 30  мА/В 

КП903В 40  мА/В 

при  Т = 398  К не  менее: 

2П903А 50  мА/В 

2П903Б 30  мА/В 

2П903В 40  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  С/си  = 10  В,  С/зи  = 

= 0 2П903А,  КП903А 120* -450* - 700  мА 

Ток  утечки  затвора  при  і/си  = 0,  С/зи  = 

= - 1 5 В не  более 0,1  мкА 

Обратный  ток  перехода  затвор-сток  при  С/зс  = 

= — 20  В не  более . 1 мкА 

Остаточный  ток  стока  при  С/си  = 5 В,  і/іи  = 

= — 15  В 2П903В,  КП903В  не  более  ...  50  нА 

Напряжение  отсечки  при  б/си  = 5 В,  /с  = 10  мкА: 

2П903А,  КП903А 5*  — 6* 12  В 

2П903Б,  КП903Б 1*-2*-6,5  В 

2П903В,  КП903В 1*_3*_Ю  в 

Емкость  затвор-исток  при  {/зи=— 15  В,  /= 

= 0.1+10  МГц 14*  — 15*  — 18  пф 

Емкость  затвор-сток  при  СЛц- = - 20  В,  /= 

= 0,1  + 10  МГц 12*  — 1 3*  — 15  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор-исток  15  В 

Напряжение  затвор-сток 20  В 

Напряжение  сток-исток 20  В 

Постоянный  ток  стока 0,7  А 

Прямой  ток  затвора 15  мд 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Т = 213  + 298  К 6 Вт 

при  Т=  373  К КП903А,  КП903Б,  КП903В  . . ! 2 Вт 
при  Г = 398  К 2П903А,  2П903Б,  2П903В  ....  1,2  Вт 

Тепловое  сопротивление  переход-корпус 25  К/Вт 

Температура  структуры: 

2П903А,  2П903Б,  2П903В 428  К 

КП903А,  КП903Б,  КП903В 423  к 

Температура  окружающей  среды: 

2П903А,  2П903Б,  2П903В От  213  до 

КП903А,  КП903Б,  КП903В оГгіГдо 


Тк  = 373  К 

Примечание.  При  увеличении  напряжения  на  затворе  свыше 
10  В І/си.  макс  определяется  по  формуле 

^СИ.магс  = ^СИ  — (І^ЗИІ  — 10). 


28* 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  тока  стока. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  стока  от  напря- 
жения затвор-исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  температуры. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  затвор- 
исток. 


Зависимость  максимально  до- 
пустимой рассеиваемой  мощно- 
сти от  температуры. 
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Зависимость  максимально  до- 
пустимого тока  стока  от  тем- 
пературы. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  стока  от  тем- 
пературы. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости ЭДС  шума  от  час- 
тоты. 


Зона  возможных  положений  за-  Зона  возможных  положений  за- 
висимости емкости  затвор-сток  висимости  емкости  затвор-исток 
от  напряжения  затвор-исток.  от  напряжения  затвор-исток. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  на- 
пряжения затвор-исток  от  тем- 
пературы. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости относительного  на- 
пряжения сток-исток  от  темпе- 
ратуры. 
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2П904А,  2П904Б,  КП904А,  КП904Б 

Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с изолированным 
затвором  и индуцированным  каналом  и-типа. 

Предназначены  для  применения  в усилительных,  преобразова- 
тельных и генераторных  каскадах  в диапазоне  частот  до  400  МГц. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с жесткими  вы- 
водами. Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  2П904А,  2П904Б  — не  более  35  г,  КП904А, 
КП904Б  — не  более  45  г. 


Электрические  параметры 

Выходная  мощность  * при  1/Си  = 55  В,  6'іи  = 0,  / = 


= 60  МГц  не  менее: 

2П904А,  КП 904 А 50-75  Вт 

2П904Б,  КП904Б 30-40  Вт 

Коэффициент  полезного  действия  * при  Пси  = 55  В, 

Нзи  = 0,  / = 60  МГц  не  менее 49—53% 

типовое  значение 51  % 

Коэффициент  усиления  по  мощности  * при  = 55  В, 

Рвт  > 50  Вт,  /=  60  МГц  (в  режиме  класса  В)  не 

менее 1 1 — 14  дБ 

типовое  значение 13  дБ 

Крутизна  характеристики  при  ПСи  = 20  В,  /с  = 1 А 
не  менее: 

при  7=213  К 150  мА/В 

при  Г = 298  К 250  мА/В 

при  Г = 373  К для  КП 904 А,  КП904Б  и Г = 298  К 

для  2П904А,  2П904Б 100  мА/В 

Начальный  ток  стока  при  Пс и = 20  В,  Нзи  = 0 не  более: 

при  Г =213  К 500  мА 

при  Г = 298  К 350  мА 

при  Г = 373  К для  КП904А,  КП904Б  и 7 = 298  К 

для  2П904А,  2П904Б 500  мА 

Остаточный  ток  стока  при  Пси  = 100  В,  Пзи  = -20  В 
не  более 200  мА 
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Емкость  затвор-исток  при  разомкнутом  выводе 
ПРИ  /=  I МГц  и ІІ-щ  = 30  В не  более  . . 


стока 


300  нФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  затвор-исток 30  В 

Постоянное  напряжение  сток-исток 70  В 

Импульсное  напряжение  сток-исток  при  ти  < 1 мс,  ()>2  100  В 

Постоянное  напряжение  затвор-сток 90  В 

Импульсное  напряжение  затвор-сток  при  ти  < 1 мс,  » 2 120  В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность: 

при  Тк  « 298  К 75  Вт 

при  Тк  = 373  К для  КП 904 А,  КП904Б  .....  30  Вт 

при  Тк  = 398  К для  2П904А,  2П904Б 15  Вт 

Температура  окружающей  среды 

2П904А,  2П904Б От  213  до 

7"  = 398  К 

КП904А,  КП904Б От  213  до 

Тк  = 373  К 


600 
500 
400 

<*> 

^ зоо 

оГ  200 
100 
о 

273  298  327  348  373  398  Т,  К 


2П904А,  2 П 904  5, 
КП904А,  КП90ЧБ 


ти  =40  мкс 

1С  = 1А  Г~ 
иСщ=гов - 


Зависимость  крутизны  характе- 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости тока  стока  от  на- 
пряжения затвор-исток. 


Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  сток- 
исток. 


879 


600 

500 

ООО 

оэ 

^ 300 
«й  200 
100 


/ 

/ 

\ 

2П904А 

КП904А, 

2П904Б, 

КП904Б 

0си=20 

— 

/ 

//1 

и 

1 

//  / 

'X 

\ 

к\ 

В 

і / 

і/ 

1 \ 

Л\ 

\Ѵ\ 

•і 

3 

л 

V 

' 

1 

1 

600 

500 

<*  Ш 

I зоо 

Ъ 200 
100 


изи>1 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  напряжения  затвор- 
исток. 
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Зона  возможных  положений  за- 
висимости крутизны  характери- 
стики от  тока  стока. 


Зона  возможных  положений  за- 
висимости сопротивления  сток- 
исток  в открытом  состоянии 
от  напряжения  затвор-исток. 


Зависимости  коэффициента  уси- 
ления по  мощности  и выходной 
мощности  от  напряжения  сток- 
исток. 


2П905А,  2П905Б,  КП905А,  КП905Б,  КП905В 

Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с изолированным 
затвором  и каналом  л-типа. 

Предназначены  для  усиления  и генерирования  сигналов  в диапа- 
зоне частот  до  1500  МГц. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с полосковыми 
выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  3,0  г. 
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Электрические  параметры 


Выходная  мощность  * при  1/си  = 50  В,  І/Зи  = 0 

/=  1000  МГц  2П905А,  КП905А 1,0-1, 4 Вт 

Коэффициент  усиления  по  мощности  при  і/си  = 50  В, 

/с  = 30  мА,  /=  1000  МГц: 

2П905А,  КП905А 8,0-15*  дБ 

2П905Б,  КП905Б  . 6^0- 10*  дБ 

КП905В 4,0  — 8,0*  дБ 

Коэффициент  шума  при  (/си  = 50  В,  /с  = 30  мА, 

/=  1000  МГц  не  более: 

2П905А 6,0*  дБ 

2П905Б,  КП905Б 6,5  дБ 

Крутизна  характеристики  при  7/си  = 20  В,  /с  = 50  мА, 

г=  298  к 18-39*  мА/В 

типовое  значение 29*  мА/В 

Ток  стока  при  6/си  = 20  В,  і/зи  = 20  В: 

2П905А,  КП905А 225-350*  мА 

2П905Б,  КП905Б 150-350*  мА 

КП905В 120-350*  мА 

Начальный  ток  стока  при  Гси  = 20  В,  (/зи  = 0, 

т=  298  к 0,5* -20  мА 

типовое  значение 4*  мд 

Остаточный  ток  стока  при  ѴС]Л  = 60  В,  Цзи  = -10  В 0,06*- 1,0  мА 
типовое  значение 0,1*  мА 


Емкость  входная  при  1/си  = 25  В,  1/зи  = 0,  /=  10  МГц: 


2П905А,  КП905А 3,0 -7,0  пФ 

типовое  значение 5,0*  пФ 

2П905Б,  КП905Б  не  более 11,0  пФ 

КП905В  не  более 13,0  пФ 

Емкость  проходная  при  1/си  = 25,  Ѵш  = 0,/=  10  МГц: 

2П905А,  2П905Б,  КП905А,  КП905Б 0,14*  — 0,6  пФ 

типовое  значение 0,25*  пФ 
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КП905В  не  более  0,8  пФ 

Емкость  выходная  при  6/си  = 25  В,  (/зИ  = — 5 В, 

/=  10  МГц: 

2П905А,  2П905Б,  КП905А,  КП905Б 1,4* -4,0*  нФ 

типовое  значение 2,0*  пФ 

КП905В 6,0  нФ 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  сток-исток 60  В 

Постоянное  напряжение  затвор-сток 70  В 

Напряжение  затвор-исток +30  В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Т < 298  К . . . 4 Вт 

Тепловое  сопротивление*  кристалл-корпус 10—15  К/Вт 

Температура  окружающей  среды: 

2П905А,  2П905Б От  213  до 

Тк  = 398  К 

КП905А,  КП905Б,  КП905В От  233  до 

Гк  = 373  К 


Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рас- 
сеиваемая мощность,  Вт,  при  Тк  > 298  К рассчитывается  по  фор- 
муле: 

Р макс  = 4[  1 ,05  — (7"к  — 298)/ 125]. 


2.  Минимальное  расстояние  места  пайки  выводов  от  корпуса  3 мм. 
В момент  пайки  все  выводы  должны  быть  закорочены.  Жало 
паяльника  должно  быть  заземлено.  Запрещается  формовка  выводов 
и вращение  их  вокруг  оси.  При  установке  транзистора  на  тепло- 
отвод чистота  контактной  поверхности  теплоотвода  должна  быть 
не  менее  2,5 ; неплоскостность  контактной  поверхности  — не  более 
0,03  мм. 


При  работе  с транзисторами  необходимо  принимать  меры  за- 
щиты от  воздействия  статического  электричества  и учитывать  воз- 
можность их  самовозбуждения  как  высокочастотных  элементов. 


0 5 10  15  20  25  % 


Зависимости  тока  стока  от  на- 
пряжения затвор-исток. 


В 0 50  100  150  200  250  Іс,  мА 

Зависимость  сопротивления 
сток-исток  в открытом  состоя- 
нии от  тока  стока. 
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Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  затвор 
исток. 


О 

Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  тока  стока. 
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Зависимости  коэффициента  шу- 
ма и коэффициента  усиления 
по  мощности  в режиме  малого 
сигнала  от  частоты. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти, коэффициента  усиления  по 
мощности  и коэффициента  по- 
лезного действия  в режиме  боль- 
шого сигнала  от  напряжения 
сток-исток. 
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Зависимости  коэффициента  шу- 
ма и коэффициента  усиления 
по  мощности  в режиме  малого 
сигнала  от  напряжения  сток- 
исток. 


,Вт 

2П905А , 2П905Б, 
КП 905 А , КП 9 05 Б - 
1 1 1 

Вс 

И~  ‘ 
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Зависимость  выходной  мощно- 
сти от  тока  стока,  измеренного 
при  і/си  = 20  В,  С/Зи  = 20  В. 
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КП907А,  КП907Б 


Транзисторы  кремниевые  планарные  полевые  с изолированным 
затвором  и каналом  «-типа. 

Предназначены  для  усиления  и генерирования  сигналов  на 
частотах  до  1500  МГц,  а также  для  применения  в быстродей- 
ствующих переключающих  устройствах  наносекундного  диапазона. 

Выпускаются  в металлокерамическом  корпусе  с полосковыми 
выводами.  Обозначение  типа  приводится  на  корпусе. 

Масса  транзистора  не  более  3,0  г. 


КП907А 

типовое  значение  

КП907Б 

типовое  значение  

при  /=  400  МГц,  Рт  = 3,0  Вт: 

КП907А,  типовое  значение 

КП907Б  не  менее 

Время  включения  и выключения  при  С/си  = 30  В, 

Л„  = 10  Ом  не  более 

Крутизна  характеристики  при  С/си  = 20  В,  /с  = 500  мА, 
Г = 298  К 

типовое  значение 

Ток  стока  при  ЧС]Л  = 20  В,  7/зи  = 20  В: 

КП907А 


,0*  Вт 

5,0* 

Вт 

3,0 

* _ 

4,0* 

Вт 

3,5* 

Вт 

10* 

Вт 

7,0 

Вт 

2,0* 

НС 

110- 

200*  мА/В 
185*  мА/В 

1700- 
2700*  мА 
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типовое  значение . 
КП907Б 


типовое  значение 

Начальный  ток  стока  при  і/си  = 20  В,  Ѵш  = 0 Т - 
= 298  К 


2200*  мА 
1 300  — 
1700*  мА 
1550*  мА 


20*  — 


типовое  значение  

Остаточный  ток  стока  при  І/Си  = 60  В,  (7ЗИ  = - 10  В 
типовое  значение  

Емкость  проходная  при  6/си  = 25  В,  Ѵш  = - 10  В 
/=  10  МГц 


типовое  значение  . 


100  мА 
50*  мА 

0,6*-  10  мА 
1,0*  мА 

0,8*- 
3,0  пФ 
1,5*  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 

Постоянное  напряжение  сток-исток 60  В 

Постоянное  напряжение  затвор-сток 70  В 

Напряжение  затвор-исток + 30  В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  при  Г^=  213  ч-  298  К 11,5  Вт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

373  К 

Примечания:  1.  Максимально  допустимая  постоянная  рассеи- 
ваемая мощность,  Вт,  при  Гк  = 298  ч-  373  К рассчитывается  по  формуле 

^макс  = 10(1,15  - (Гк  - 298)/ 125]. 

2.  Минимальное  расстояние  места  пайки  выводов  от  корпуса 
3 мм.  В момент  пайки  все  выводы  должны  быть  закорочены. 
Жало  паяльника  должно  быть  заземлено. 

Запрещается  формовка  выводов  и вращение  их  вокруг  оси. 
При  установке  транзистора  на  теплоотвод  чистота  контактной  по- 
верхности теплоотвода  должна  быть  не  менее  2,5,  неплоскост- 
ность контактной  поверхности  - не  более  0,03  мм. 

При  работе^  с транзисторами  необходимо  принимать  меры  за- 
щиты от  воздействия  статического  электричества  и учитывать  воз- 
можность их  самовозбуждения  как  высокочастотных  элементов. 
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Зависимость  тока  стока  от  на-  Зависимость  выходной  мощно- 
пряжения  затвор-исток.  сти  от  тока  стока,  измеренного 

при  [/си  = 20  В,  (Узц  = 20  В. 


Зависимость  крутизны  характе-  Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  сток-  ристики  от  тока  стока, 

исток. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти, коэффициента  усиления  по 
мощности  и коэффициента  по- 
лезного действия  от  напряжения 
сток-исток. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти, коэффициента  усиления  по 
мощности  и коэффициента  по- 
лезного действия  от  напряжения 
сток-исток. 
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Зависимости  выходной  мощно- 
сти, коэффициента  усиления  по 
мощности  и коэффициента  по- 
лезного действия  от  входной 
мощности. 


Зависимости  выходной  мощно- 
сти и коэффициента  полезного 
действия  от  тока  стока,  измерен- 
ного при  {/си  = 20  В,  І/зи  = 
= 20  В. 


Раздел  двенадцатый 

ТРАНЗИСТОРЫ  СДВОЕННЫЕ 

КПС104А,  КПС104Б,  КПС104В,  КПС104Г, 
КПС104Д,  КПС104Е 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  ионно-ле- 
гированные  полевые  с затвором  на  основе  /?-л-перехода  и каналом 
л-типа  сдвоенные. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  дифферен- 
циальных малошумящих  усилителей  низкой  частоты  и постоянного 
тока  с высоким  входным  сопротивлением. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  2 г. 
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Электрические  параметры 


Шумовое  напряжение  при  / =0,1  + 10  Гц,  /7СИ  = 10  В, 

Кт  = 30  кОм  не  более : 

КПС104А  при  2/с  = 0,18  мА 0,4  мкВ 

КПС104Б  при  2/с  = 0,18  мА  и КПС104Г  при 

2 /с  = 1,5  мА 1,0  мкВ 

КПС104В  при  2 /с  = 0,5  мА  и КПС104Д  при 

2/с  =1,5  мА 5,0  мкВ 

Крутизна  характеристики  при  //си  = Ю В,  С/Зи  = 0, 

Т=  298  К: 

КПС104А,  КПС104Б  не  менее 0.35  мА/В 

типовое  значение 1,1*  мА/В 

КПС104В,  КПС104Е  не  менее 0,65  мА/В 

типовое  значение 1,6*  мА/В 

КПС104Г,  КПС104Д  не  менее 1,0  мА/В 

типовое  значение 2,4*  мА/В 

Разность  напряжений  затвор-исток  при  //си  = Ю В, 

Т = 298  К не  более : 

КПС104А,  КПС104Б  при  2/с  = 0,18  мА  . ...  30  мВ 

КПС104В  при  2/с  = 0,5  мА  и КПС104Г, 

КГІС104Д  при  2 /с  = 1,5  мА 50  мВ 

КПС104Е  при  2/с  = 0,5  мА 20  мВ 

типовое  значение 10*  мВ 

Температурный  уход  разности  напряжений  затвор-ис- 
ток при  /7Си  =10  В не  более: 

КПС104А  при  2/с  = 0,18  мА 50  мкВ/К 

КПС104Б  при  2/с  = 0, 1 8 мА,  КПС104В  при 

2/с  = 0,5  мА  и КПС104Д  при  2/с  = 1,5  мА  150  мкВ/К 

КПС104Г  при  2/с  = 1,5  мА 100  мкВ/К 

КПС104Е  при  2/с  = 0,5  мА 20  мкВ/К 

Отношение  начальных  токов  стока  при  //си  =10  В, 

//зи  = 0 не  менее : 

при  Т = 298  К 0,9 

при  Г = 233  К и Г = 358  К 0,85 

Отношение  напряженной  отсечки  при  //си  = 10  В, 

/с  = 10  мкА  не  менее: 

при  Г = 298  К 0,9 

при  Г = 233  К и Т=  358  К 0,85 

Начальный  ток  стока  при  //си  = В,  //зи  = 0: 

КПС104А,  КПС104Б 0,1 -0,8  мА 

типовое  значение 0,35*  мА 

КПС104В 0,35-1,5  Ма 

типовое  значение 1,0*  мА 

КПС104Г,  КПС104Д 1,1 -3,0  мА 

типовое  значение 1,8*  мА 

КПС104Е 0,35-3,0  мА 

типовое  значение 1,0*  мА 

Напряжение  отсечки  при  //си  = Ю В,  /с  = 10  мкА: 

К ПС  104  А,  КПС104Б 0,2- 1,0  В 
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типовое  значение 0,6*  В 

К ПС  104В,  КПС104Е 0, 4-2,0  В 

типовое  значение 1,0*  В 

КПС104Г,  КПС104Д 1,0  - 3,0  В 

типовое  значение 1,5*  В 

Ток  утечки  затвора  при  і/си  = 0,  (/зи  = -.10  В не  бо- 
лее: 

при  Т = 298  К 

КПС104А,  КПС104Б,  КПС104Е 0,3  нА 

КПС104В,  КПС104Г,  КПС104Д 1,0  нА 

при  Т=  358  К: 

КПС104А,  КПС104Б,  КПС104Е 0,15  мкА 

КПС104В,  КПС104Г,  КПС104Д  0,5  мкА 

Емкость  входная  при  С/си  = 10  В,  і/ш  = 0 не  более  4,5  пФ 

Емкость  проходная  при  1/с  и =10  В,  (/зи  = 0 не 

более 1,5  пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжениё  сток-исток 25  В 

Напряжение  затвор-сток ' . . 30  В 

Напряжение  затвор-исток  (отрицательное) — 30  В 


Напряжение  затвор-исток  (положительное) 0,5  В 


Прямой  ток  затвора  при  закороченных  выводах  сток- 


исток  0,5  мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  для  каждого  из 
пары  транзисторов: 

при  Т = 233  -г-  298  К 45  мВт 

при  Т = 358  К 25  мВт 

Температура  окружающей  среды От  233  до 

358  К 


Зависимости  крутизны  характе-  Зависимости  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  затвор-  ристики  от  тока  стока, 

исток. 
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Зависимости  крутизны  характе-  Зависимости  разности  напряже- 
ристики  от  температуры.  ний  затвор-исток,  приведенной 

к значению  при  Т = 303  К,  от 
температуры. 


2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2ПС202В-2,  2ПС202Г-2, 
2П202Д-1,  2П202Е-1,  КПС202А-2,  КПС202Б-2, 
КПС202В-2,  КПС202Г-2,  КП202Д-1,  КП202Е-1 


Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  ионно-леги- 
рованные полевые  с затвором  на  основе  ^«-перехода  и каналом 
/і-типа  сдвоенные  и одинарные. 

Предназначены  для  применения  в герметизированной  аппара- 
туре во  входных  каскадах  усилителей  и дифференциальных  уси- 
лителен низкой  частоты  и постоянного  тока  с высоким  входным 
сопротивлением. 

Бескорпусные  с гибкими  выводами  и защитным  покрытием 
сдвоенные  на  кристаллодержателе,  одинарные  без  кристаллодержа- 


теля.  Сдвоенные  (вариант  1)  и одинарные  (вариант  2)  транзисторы 
упаковываются  в сопроводительную  тару,  позволяющую  без  извле- 
чения из  нее  производить  измерение  электрических  параметров 
транзисторов.  Сдвоенные  транзисторы  выпускаются  также  без  крис- 
таллодержателя в виде  двух  одинаковых  транзисторов,  подобранных 
по  основным  электрическим  параметрам  и упакованных  в сопро- 
водительную тару.  Обозначение  типа  приводится  на  сопроводитель- 
ной таре. 

Масса  сдвоенного  транзистора  не  более  0,5  г,  одиночного  0,2  г. 


Электрические  параметры 


Максимальная  рабочая  частота*  2ПС202А-2,  2ПС202Б-2, 

2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  2П202Д-1,  2П202Е-1  ....  30  МГц 

Электродвижущая  сила  шума  С/си  = 10  В,  (Узи  = 0, 

/=  1 кГц  не  более  2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2ПС202В-2  20  нВ/і/Гц 
Крутизна  характеристики  при  (/си  =10  В,  (Узи  = 0 не 
менее : 


при  Г = 298  К: 

КПС202А-2,  КПС202Б-2 0,5  мА/В 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2П202Д-1,  КПС202В-2, 

КП202Д-1  . 0,65  мА/В 

2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  2П202Е-1,  КПС202Г-2, 

КПС202Е-1 1,0  мА/В 

при  Г =213  К (в  составе  условной  микросхемы): 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2П202Д-1 0,65  мА/В 

2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  2П202Е-1 1,0  мА/В 

при  Т = 398  К (в  составе  условной  микросхемы): 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2П202Д-1 0,3  мА/В 

2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  2П202Е-1 0,5  мА/В 

Разность  напряжений  затвор-исток  при  І/Си  =10  В не 
более : 


при  Т = 298  К: 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2  при  2 /с  = 0,5  мА  и 
2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  КПС202В-2,  КПС202Г-2 

при  2 /с  = 1,5  мА 30  мВ 

КПС202А-2,  КПС202Б-2  при  2 /с  = 0,5  мА  ...  10  мВ 

при  Т — 398  К (в  составе  условной  микросхемы) 
2ПС202А-2,  2ПС202Б-2  при  2 /с  = 0,5  мА  и 
2ПС202В-2,  2ПС202Г-2  при  2 /с  = 1,5  мА  . . . 60  мВ 

Температурный  уход  разности  напряжений  затвор- 


исток  при  С/си  = 10  В: 

2ПС202А-2  при  2 /с  = 0,5  мА  не  более  ...  50  мкВ/К 

типовое  значение 15*  мкВ/К 

2ПС202В-2  при  2 /с  = 1,5  мА  не  более  . . . 100  мкВ/К 

типовое  значение 50*  мкВ/К 

2ПС202Б-2  при  2 /с  = 0,5  мА  и 2ПС202Г-2 

при  2 /с  = 1,5  мА  не  более 150  мкВ/К 

типовое  значение 80*  мкВ/К 
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Начальный  ток  стока  при  С/си  = 10  В,  Ѵш  = 0: 

2ПС202А-2 0,35  - 0,8  мА 

типовое  значение 0,65*  мА 

2ПС202Б-2,  2П202Д-1,  КПС202А-2,  КПС202Б-2, 

КПС202В-2,  КП202Д-1 0,35 -1,5  мА 

типовое  значение 0,95*  мА 

2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  2П202Е-1,  КПС202Г-2, 

КП202Е-1 1,1 -3,0  мА 

типовое  значение 19*  мд 

Напряжение  отсечки  при  С/си  = Ю В,  /с  = 10  мкА: 

2ПС202А-2 0,4 -1,0  В 

типовое  значение 0,6*  В 

2ПС202Б-2,  2П202Д-1,  КПС202А-2,  КПС202Б-2, 

КПС202В-2,  КП202Д-1 0,4  - 2,0  В 

типовое  значение 1,1*  В 

2ПС202В-2,  2ПС202Г-2,  2П202Е-1,  КПС202Г-2, 

КП202Е-1 1,0 -3,0  В 

типовое  значение 1,8*  В 

Ток  утечки  затвора  при  С/си  = 0,  ІІШ  = - 10  В 
не  более: 
при  Г =298  К: 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2ПС202В-2,  2ПС202Г-2, 

2П202Д-1,  2П202Е-1 0 3 нА 

КПС202А-2,  КПС202Б-2 0 6 нА 

КПС202В-2,  КПС202Г-2,  КП202Д-1,  КП202Е-1  1,0  нА 

при  Т = 398  К: 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2ПС202В-2,  2ПС202Г-2, 

2П202Д-1,  2П202Е-1  300  нА 

Емкость  входная  при  Ѵси  =10  В,  1/зи  = 0 не  бо- 

лее  • • • • 6 пФ 

типовое  значение 3*  ПФ 

Емкость  проходная  при  С/си  =10  В,  ІІШ  = 0 не 

более 2 пФ 

типовое  значение  1*  пф 

Предельные  эксплуатационные  данные 

Напряжение  сток-исток  . ^ 15В 

Напряжение  затвор-сток 20  В 

Напряжение  затвор-исток 0,5  В 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  (в  составе  условной 
микросхемы)  каждого  из  пары  транзисторов: 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2ПС202В-2,  2ПС202Г-2: 

при  Т ~ 213-ь  328  К 30  мВт 

при  Г = 398  К 7 мВт 

2П202Д-1,  2П202Е-1 : 

при  Т = 213  -г  328  К 60  мВт 

при  Г = 398  К 14  мВт 

КПС202А-2,  КПС202Б-2,  КПС202В-2,  КПС202Г-2 

при  Т = 233  -=-  343  К 60  мВт 
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КП202Д-1,  КП202Е-1  при  Т = 233  ч-  358  К . . . 60  мВт 

Температура  окружающей  среды: 

2ПС202А-2,  2ПС202Б-2,  2ПС202В-2,  2ПС202Г-2, 

2П202Д-1,  2П202Е-1 От  213  до 

398  К 

КПС202А-2,  КПС202Б-2,  КПС202В-2,  КПС202Г-2  От  233  до 

343  К 

КП202Д-1,  КП202Е-1 От  233  до 

358  К 

Примечание.  При  монтаже  транзисторов  в гибридную  микро- 
схему не  допускается  использование  материалов,  вступающих  в 
химическое  и электрохимическое  взаимодействие  с защитным  покры- 
тием, а также  должны  быть  приняты  меры,  исключающие  воз- 
можность соприкосновения  выводов  с кристаллом  (минимальное 
расстояние  от  места  изгиба  выводов  до  кристалла  1 мм,  радиус 
закругления  не  менее  0,5  мм). 

Тепловое  сопротивление  кристалл-корпус  при  монтаже  в гибридную 
микросхему  сдвоенного  транзистора  должно  быть  не  более  3 К/мВт, 
одиночного  — не  более  1,5  К/мВт. 

При  пайке  (сварке)  выводов  (на  расстоянии  не  менее  1 мм) 
и при  заливке  транзисторов  компаундами  нагрев  кристалла  не 
должен  превышать  Т = 398  К. 


При  извлечении  транзисторов  из  сопроводительной  тары  (после 
отсоединения  выводов  от  тары)  и при  монтаже  транзисторов  в 
микросхему  должны  применяться  приспособления,  не  вызывающие 
повреждения  кристалла  и его  защитного  покрытия. 
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Зависимость  крутизны  характе-  Зависимость  ЭДС  шума  от  на- 
ристики  от  напряжения  затвор-  пряжения  затвор-исток, 

исток. 
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Зависимость  крутизны  характе-  Зависимость  разности  налряже- 
ристики  от  температуры.  ния  затвор-исток,  приведенной 

к значению  при  Т = 303  К,  от 
температуры. 


КПС315А,  КПС315Б 

Транзисторы  кремниевые  эпитаксиально-планарные  полевые  с 
затвором  на  основе  р-п  перехода  каналом  я-типа  сдвоенные. 

Предназначены  для  применения  во  входных  каскадах  дифферен- 
циальных усилителей  низкой  частоты  и постоянного  тока  с высоким 
входным  сопротивлением. 

Выпускаются  в металлостеклянном  корпусе  с гибкими  выводами. 
Обозначение  типа'  приводится  на  боковой  поверхности  корпуса. 

Масса  транзистора  не  более  1,5  г. 


Электрические  параметры 


Максимальная  рабочая  частота 60  МГц 

Крутизна  характеристики  при  С/си  = 5 В,  Ѵш  = 0 

КПС315А  не  менее 2,8  мА/В 
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КПС315Б  . . . . . ..  . . . . ...  . . . .1—5  мА/В 

Разность  напряжений  затвор-исток  при  Ѵс и = 5 В.  /с  = 

= 0,3  мА  не  более: 

при  Т — 298  К 30  мВ 

при  Т = 373  К 32,25  мВ 

при  Г = 213  К 32,55  мВ 

Температурный  уход  разности  напряжений  затвор-исток 

при  (/си  = 5 В,  Іс  — 0,3  мА  не  более 30  мкВ/К 

Начальный  ток  стока  при  І/си  = 10  В,  Нзи  = 0 . . . .1  — 20  мА 
Напряжение  отсечки  при  (/си  = 5 В,  /с  = 10  мкА' 

КПС315А 1,0 -5,0  В 

КПС315Б 0,4 -2,0  В 

Ток  утечки  затвора  при  С/си  =0,  (7ЗИ  = - 5 В не  более: 
при  Т = 298  К 

КПС315А 0,25  нА 

КПС315Б 1,0  нА 

при  Т = 373  К КПС315А,  КПС315Б 100  нА 

Отношение  начальных  токов  стока  при  і/с и = 10  В, 

Нзи  = 0 не  менее 0,9 

Отношение  значений  крутизны  характеристики  при  1/сѵі  = 

= 10  В,  Нзи  = 0 не  менее 0,9 

Емкость  входная  при  1/с  и = Ю В,  1/ш  = 0 не  бо- 
лее   8 пФ 


Предельные  эксплуатационные  данные 


Напряжение  сток-исток 25  В 

Напряжение  затвор-сток 30  В 

Напряжение  затвор-исток 30  В 

Напряжение  сток-подложка  при  напряжении  затвор- 
подложка,  равном  нулю 30  В 

Прямой  ток  затвора  каждого  транзистора  .....  1 мА 

Постоянная  рассеиваемая  мощность  обоих  транзисторов 
при  Г=  213  =298  К 300  мВт 

Температура  окружающей  среды От  213  до 

373  К 


Примечание.  При  Т = 298  = 373  К максимально  допустимая 
постоянная  рассеиваемая  мощность,  мВт,  рассчитывается  по  формуле 

Ллакс  = 300  — 2,6  (Г  — 298), 
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Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  затвор- 
исток. 


Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  исток- 
подложка. 


Зависимость  крутизны  характе- 
ристики от  напряжения  затвор- 
исток. 


Зависимость  выходной  проводи- 
мости от  напряжения  затвор- 
исток. 


Зависимость  отношения  тока 
стока  к крутизне  характеристики 
от  напряжения  затвор-исток. 


Зона  изменения  зависимости  на- 
чального тока  стока  от  кру- 
тизны характеристики. 
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АЛФАВИТНО-ЦИФРОВОЙ  УКАЗАТЕЛЬ 
ТРАНЗИСТОРОВ,  ПОМЕЩЕННЫХ  В СПРАВОЧНИКЕ 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

1НТ251 

766 

2П304 

833 

1Т101 

105 

2П305 

836 

1Т102 

105 

2П305-2 

839 

1Т115 

119 

2П306 

841 

1Т116 

121 

2П307 

844 

1Т305 

245 

2П308 

849 

1Т308 

249 

2П310 

851 

1Т311 

315 

2П312 

854 

1Т313 

412 

2П313 

858 

1Т320 

256 

2П350 

862 

1Т321 

260 

2П901 

866 

1Т329 

333 

2П902 

869 

1Т330 

335 

2П903 

874 

1Т335 

426 

2П904 

878 

1Т341 

343 

2П905 

880 

1Т362 

350 

2ПС202-2 

890 

1Т374-6 

365 

2Т104 

111 

1Т376 

444 

2Т117 

123 

1Т383-2 

370 

2Т118 

125 

1Т386 

447 

2ТГ18-1 

128 

1Т387-2 

377 

2Т201 

52 

1Т3110-2 

399 

2Т202-1 

135 

1Т403 

155 

2Т203 

137 

1Т612-Ф 

407 

2Т205 

55 

1Т614 

409 

2Т208 

142 

1Т702 

540 

2Т301 

167 

ІТ806 

544 

2Т306 

309 

1Т813 

550 

2Т307-1 

312 

1Т901 

655 

2Т312 

169 

1Т905 

657 

2Т316 

321 

1Т906 

660 

2Т317-1 

178 

1Т910 

663 

2Т318-1 

324 

1ТМ115 

119 

2Т324-1 

330 

1ТМ305 

245 

2Т326 

422 

1ТС609 

802 

2ТЗЗІ-1 

338 

2П101 

808 

2Т332-1 

341 

2П103 

810 

2ТЗЗЗ-3 

181 

2П201-1 

817 

2Т336 

185 

2П202 

890 

2Т348-3 

194 

2П301 

821 

2Т354-2 

346 

2П302 

824 

2Т355 

349 

2П303 

828 

2Т360-1 

347 

Продолжение 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

2Т363 

439 

2Т909 

695 

2Т364-2 

279 

2Т911 

700 

2Т366-1 

353 

2Т912 

589 

2Т368 

356 

2Т913 

704 

2Т370-1 

442 

2Т914 

763 

2Т371 

359 

2Т916 

719 

2Т372 

362 

2Т917 

592 

2Т381-2 

769 

2Т919 

715 

2Т382 

367 

2Т920 

594 

2Т384-2 

373 

2Т921 

600 

2Т385-2 

211 

2Т922 

603 

2Т388-2 

285 

2Т925 

722 

2Т389-2 

449 

2Т926 

609 

2Т396-2 

385 

2Т928 

614 

2Т397-2 

388 

2Т929 

616 

2Т3115-2 

401 

2Т930 

728 

2Т3117 

218 

2Т93І 

732 

2Т3120 

404 

2Т932 

666 

2Т602 

224 

2Т933 

667 

2Т603 

227 

2Т934 

789 

2Т606 

669 

2Т935 

620 

2Т607-2 

673 

2Т937-2 

744 

2Т608 

235 

2Т938-2 

750 

2Т610 

676 

2Т939 

753 

2Т624-2 

679 

2Т942 

755 

2Т625 

577 

2Т945 

629 

2Т629 

653 

2Т947 

633 

2Т634-2 

682 

2Т957 

636 

2Т635 

684 

2Т958 

638 

2Т704 

461 

2Т960 

759 

2Т803  ^ 

469 

2ТМ103 

49 

2Т808 

477 

2ТМ104 

111 

2Т809 

480 

2ТС303-2 

786 

2Т812 

483 

2ТС393-2 

789 

2Т818 

559 

2ТС398-1 

775 

2Т819 

491 

2ТС3103 

797 

2Т824 

498 

2ТС613 

778 

2Т825 

568 

2ТС622 

804 

2Т826 

501 

ГТ  108 

115 

2Т827 

505 

ГТ  109 

116 

2Т828 

509 

ГТ115 

118 

2Т903 

582 

ГТ  122 

50 

2Т904 

686 

ГТ  124 

132 

2Т907 

691 

ГТ  125 

133 

2Т908 

585 

ГТ305 

245 
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Продолжение 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

ГТ308 

249 

КП313 

858 

ГТ309 

252 

КП314 

861 

ГТ310 

254 

КП350 

862 

ГТ311 

315 

КП901 

866 

ГТЗІЗ 

41-8 

КП902 

869 

ГТ320 

254 

КП903 

874 

ГТ32І 

260 

КП  904 

878 

ГТ322 

264 

КП905 

880 

ГТ328 

425 

КП907 

884 

ГТ329 

333 

КПС104 

887 

ГТЗЗО 

335 

КПС202 

890 

ГТ338 

266 

КПСЗІ5 

894 

ГТ341 

343 

КТ  104 

113 

ГТ  346 

432 

КТ117 

123 

ГТ  362 

328 

КТ118 

125 

ГТ383-2 

370 

КТ119 

129 

ГТ402 

152 

КТ  120  . 

131 

ГТ403 

155 

КТ127 

51 

ГТ404 

64 

КТ201 

55 

ГТ405 

158 

КТ202 

135 

ГТ612-2 

407 

КТ203 

137 

ГТ701 

538 

КТ206 

57 

ГТ703 

542 

КТ207 

140 

ГТ705 

465 

КТ208 

141 

ГТ806 

544 

КТ209 

144 

ГТ8І0 

548 

КТ210 

147 

ГТ905 

957 

КТ211-1 

148 

ГТ906 

620 

КТ214-1 

150 

ГТС609 

802 

КТ215 

58 

К1НТ25І 

760 

КТ301 

168 

К1НТ661 

784 

КТ302 

61 

КП10І 

808 

КТ306 

309 

КП  103 

810 

КТ307-1 

312 

КП201 

817 

КТ312 

169 

КП202 

890 

КТ314 

173 

КП301 

821 

КТ315 

175 

КП302 

824 

КТ316 

321 

КП  303 

849 

КТ317-1 

178 

КП  304 

833 

КТ318-1 

324 

КП  305 

836 

КТ324 

327 

КП306 

841 

КТ325 

330 

КП307 

844 

КТ326 

420 

КП308 

849 

КТ331-1 

338 

КП310 

851 

КТ332-1 

341 

КП312 

854  1 

КТЗЗЗ-1 

181 

899 


Продолжение 


Тип  прибора 

Стр. 

Тип  прибора 

Стр. 

КТ336 

185 

КТЗ 106-2 

396 

КТ337 

431 

КТ3107 

292 

КТ339 

187 

КТЗ  108 

295 

КТ340 

189 

КТЗ  109 

451 

КТ342 

190 

КТ31 15-2 

401 

КТ343 

267 

КТ3117 

218 

КТ345 

269 

КТЗ  120 

404 

КТ347 

434 

КТ501 

162 

КТ348 

194 

КТ502 

164 

КТ349 

435 

КТ503 

66 

КТ350 

270 

КТ601 

222 

КТ351 

271 

КТ602 

224 

КТ352 

273 

КТ603 

227 

КТ354 

346 

КТ604 

572 

КТ355 

349 

КТ605 

232 

КТ357 

274 

КТ606 

669 

КТ358 

197 

КТ607-4 

673 

КТ359 

199 

КТ608 

235 

КТ360-1 

436 

КТ6І0 

676 

КТ361 

276 

КТ611 

575 

КТ363 

439 

КТ616 

238 

КТ364-2 

279 

КТ617 

240 

КТ366 

353 

КТ618 

241 

КТ368 

356 

КТ620 

308 

КТ369 

200 

КТ624 

679 

КТ370-1 

442 

КТ625-2 

577 

КТ371 

359 

КТ626 

651 

КТ372 

362 

КТ629 

653 

КТ373 

206 

КТ630 

242 

КТ375 

205 

КТ633 

411 

КТ379 

208 

КТ634-2 

682 

КТ380 

281 

КТ635 

684 

КТ382 

367 

КТ640-2 

414 

КТ384 

373 

КТ704 

459 

КТ385 

211 

КТ801 

466 

КТ388-2 

285 

КТ802 

468 

КТ389-2 

288 

КТ803 

469 

КТ391-2 

381 

КТ805 

472 

КТ392-2 

449 

КТ807 

475 

КТ396-2 

385 

КТ808 

477 

КТ397-2 

388 

КТ809 

480 

КТ399 

390 

КТ8І2 

483 

КТЗІ01-2 

393 

КТ814 

554 

КТ3102 

216 

КТ815 

486 

КТ3104 

291 

КТ816 

556 

900 


Продолжение 


Тип  прибора 


КТ817 

КТ818 

КТ819 

КТ820-1 

КТ821-] 

КТ822-1 

КТ823-1 

КТ825 

КТ826 

КТ827 

КТ828 

КТ829 

КТ902 

КТ903 

КТ904 

КТ907 

КТ908 

КТ909 

КТ911 

КТ912 

КТ913 

КТ914 

КТ916 

КТ918 

КТ919 

КТ920 

КТ921 

КТ922 

КТ925 

КТ926 

КТ927 

КТ928 

КТ929 

КТ930 

КТ931 

КТ932 

КТ933 

КТ934 

КТ935 

КТ937-2 

КТ938-2 

КТ939 

КТ940 

КТ942 

КТ943 


-Стр. 


489 

559 

491 

564 

495 

566 

497 

568 

501 

505 

509 

512 

580 

582 

686 

691 

585 

695 

700 

589 

704'" 

763 

719 

713 

715 

594 

600 

603 

722 

609 

613 

614 
616 
728 
732 
666 
667 
736 
620 
744 
750 
753 
623 
755 
625 


Тип  прибора 


КТ945 

КТ947 

КТ957 

КТ958 

КТ960 

КТС303-2 

КТС393 

КТС394 

КТС395 

КТС398-1 

КТС3103 

КТС613 

КТС622 

КТС631 

М2 

М3 

М4 

М5 

МП9 

МП10 

мпи 

МП13 

МП14 

МП15 

МП16 

МП16Я 

МП20 

МП21 

МП25 

МП26 

МП35 

МП36 

МП37 

МП38 

МП39 

МП40 

МП41 

МП42 

МП101 

МП102 

МП103 

МП  104 

МП  105 

МП106 

МП111 


Стр. 


629 

633 

635 

639 

759 

786 

786 

794 

771 

779 

797 

778 

804 

782 

71 

35 

74 

77 

38 

38 

38 

83 

83 

83 

87 

89 

91 

91 

94 

94 

43 

43 

43 

43 

101 

101 

101 

104 

45 

45 

45 

108 

108 

108 

45 


901 


Продолжение 


Тип  прибора 


МП112 

МП113 

МП114 

МП115 

МП116 

П4 

П27 

П28 

П29 

ПЗО 

П201 

П202 

П203 

П210 

П213 

П214 

П215 

П216 

П217 

П 302 

ПЗОЗ 

П304 

П306 

П307 

ІТ308 

П309 

П401 

П402 

ГІ403 


Стр. 


Тип  прибора 


45 

45 

108 

108 

108 

515 

97 

97 

99 

100 

517 

517 

517 

520 

523 

523 

523 

526 

526 

530 

530 

530 

530 

61 

61 

61 

295 

295 

295 


П406 

П407 

П414 

П415 

П416 

П417 

П418 

П422 

П423 

П504 

П505 

П601 

П602 

П605 

П606 

П607 

П608 

П609 

П701 

П702 

Т1 

Т2 

ТЗ 

ТМ2 

ТМЗ 

ТМ4 

ТМ5 

ТМ10 

ТМ11 


Стр. 


161 

161 

299 

299 

301 

303 

453 

306 

306 

220 

220 

534 

534 

643 

643 

647 

647 

647 

455 

459 

68 

68 

68 

71 

35 

74 

77 

41 

80 


Полупроводниковые  приборы:  Транзисторы. 

П53  Справочник/В.  Л.  Аронов,  А.  В.  Баюков,  А.  А.  Зай- 
цев и др.  Под  общ.  ред.  Н.  Н.  Горюнова. - 
2-е  изд.,  перераб.—  М.:  Энергоатомиздат,  1 985.  — 
904  с.,  ил. 

В пер. : 3 р.  20  к.  200  000  экз. 

Приведены  электрические  параметры,  габаритные  размеры,  пре- 
дельные  данные  и другие  характеристики  транзисторов  широкого  приме- 
нения. По  сравнению  с изданием  1983  г.  внесены  изменения,  связан- 
ные с корректировкой  старых  и введением  новых  стандартов  и техни- 
ческих условий,  уточнением  некоторых  параметров  и конструкций  при- 
боров. 

Для  широкого  круга  специалистов  по  электронике,  автоматике, 
радиотехнике,  измерительной  технике,  занимающихся  разработкой, 
эксплуатацией  и ремонтом  радиоэлектронной  аппаратуры. 
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